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ROZPORZADZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) 2025/2003
z dnia 8 wrzeénia 2025 r.

zmieniajace rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/821 w odniesieniu do
wykazu produktéw podwéjnego zastosowania

KOMISJA EUROPEJSKA,
uwzgledniajac Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzgledniajac rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/821 z dnia 20 maja 2021 r. ustanawiajace
unijny system kontroli wywozu, posrednictwa, pomocy technicznej, tranzytu i transferu produktéw podwodjnego
zastosowania ('), w szczegdlnosci jego art. 17 ust. 1 lit. a),

a takze majgc na uwadze, co nastepuje:

(1) Na podstawie rozporzadzenia (UE) 2021/821 produkty podwdjnego zastosowania majg podlegal wymogowi
uzyskania zezwolenia na wywoz i kontroli wywozu podczas wywozu z Unii, tranzytu przez Uni¢ lub dostawy do
panstwa trzeciego w wyniku ustug posrednictwa $wiadczonych przez posrednika majacego miejsce pobytu lub
siedzibe w Unii.

(2) W zalaczniku I do rozporzadzenia (UE) 2021/821 okreslono wspdlny wykaz produktéw podwojnego zastosowania
podlegajacych kontroli w Unii. Decyzje dotyczace produktéw podlegajacych takiej kontroli podejmowane sa
w ramach kontroli podwéjnego zastosowania uzgodnionej na szczeblu miedzynarodowym.

(3) Wykaz produktéw podwoéjnego zastosowania okre$lony w zalaczniku I do rozporzadzenia (UE) 2021/821 nalezy
regularnie aktualizowaé w celu zapewnienia pelnej zgodnosci z migdzynarodowymi zobowigzaniami w dziedzinie
bezpieczenstwa oraz obowigzkami, ktére panstwa czlonkowskie i, w stosownych przypadkach, Unia przyjely na
siebie jako cztonkowie Grupy Australijskiej (3, Rezimu Kontrolnego Technologii Rakietowych (*), Grupy Dostawcow
Jadrowych () i strony porozumienia z Wassenaar () oraz konwencji o broni chemicznej (/). W tym wzgledzie
wykazy kontrolne przyjete przez miedzynarodowe rezimy nieproliferacji i w drodze porozumien w sprawie kontroli
wywozu zostaly zmienione w 2024 r. Ponadto w dniu 23 maja 2025 r. panstwa czlonkowskie poinformowaly
Komisje, ze wszystkie z nich przyjely na siebie, rowniez jako czlonkowie porozumienia z Wassenaar, dalsze
zobowigzania majace na celu kontrole dodatkowych produktéw. Nalezy zatem odpowiednio zmieni¢ zalgcznik I do
rozporzadzenia (UE) 2021/821. W celu ulatwienia stosowania odestan przez organy kontroli wywozu i podmioty
gospodarcze nalezy zastapi¢ zalacznik I do rozporzadzenia (UE) 2021/821.

(4) W celu jak najszybszego zapewnienia pelnej zgodno$ci z miedzynarodowymi zobowigzaniami w dziedzinie
bezpieczenstwa niniejsze rozporzadzenie powinno wejS¢ w Zycie nastgpnego dnia po jego opublikowaniu
w Dzienniku Urzgdowym Unii Europejskiej.

(5) Nalezy zatem odpowiednio zmieni¢ rozporzadzenie (UE) 2021/821,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZADZENIE:

Artykut 1

Zalgcznik I do rozporzadzenia (UE) 2021/821 zastgpuje si¢ tekstem znajdujacym si¢ w zalgczniku do niniejszego
rozporzadzenia.

(') Dz.U.L206z11.6.2021, s. 1, ELL http://data.europa.eu/eli/reg/2021/821/o;j.
() http:/[www.australiagroup.net.

() http://mtcr.info/.

(*) http:/[www.nuclearsuppliersgroup.org.

() https:/[www.wassenaar.org].

() https:/fwww.opcw.org/chemical-weapons-convention.
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Artykut 2

Niniejsze rozporzadzenie wchodzi w zycie nastepnego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzgdowym Unii
Europejskiej.

Niniejsze rozporzadzenie wigze w calosci i jest bezposrednio stosowane we wszystkich
panstwach czlonkowskich.

Sporzadzono w Brukseli dnia 8 wrze$nia 2025 .

W imieniu Komisji
Przewodniczgca
Ursula VON DER LEYEN
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ZALACZNIK

JLALACZNIK 1

WYKAZ PRODUKTOW PODWOJNEGO ZASTOSOWANIA, O KTORYCH MOWA W ART. 3 NINIEJSZEGO

ROZPORZADZENIA

Wykaz produktéw podwdjnego zastosowania zawarty w niniejszym zalaczniku wprowadza kontrole podwéjnego
zastosowania uzgodniong na szczeblu migdzynarodowym, w tym w ramach Grupy Australijskiej ('), Rezimu Kontrolnego
Technologii Rakietowych (MTCR) (), Grupy Dostawcéw Jadrowych (NSG) (), porozumienia z Wassenaar (*) oraz

konwencji o broni chemicznej (CWC) (°).

SPIS TRESCI
Czesc 1 Uwagi ogélne, akronimy i skréty, definicje
Czg$¢ 11— Kategoria 0 Materialy, instalacje i urzadzenia jadrowe
Cze$¢ Il — Kategoria 1~ Materialy specjalne i zwigzane z nimi urzadzenia
Czg$¢ IV — Kategoria 2 Przetwarzanie materialéw
Cze$¢ V —Kategoria 3 Elektronika
Cze$¢ VI - Kategoria 4 ~ Komputery
Czg$¢ VII - Kategoria 5 Telekomunikacja i »ochrona informacjic
Czes¢ VI - Kategoria 6 Czujniki i lasery
Czg$¢ IX — Kategoria 7 Nawigacja i awionika
Czes¢ X —Kategoria 8 Urzadzenia okrgtowe

Czgs¢ XI - Kategoria 9 Kosmonautyka, aeronautyka, naped

CZESC1
Uwagi ogodlne, akronimy i skroty, definicje

UWAGI OGOLNE DO ZALACZNIKA 1

1. W przypadku towaréw, ktére sa zaprojektowane lub zmodyfikowane do zastosowan wojskowych, nalezy sprawdzi¢
wspolny wykaz uzbrojenia Unii Europejskiej (°) i odpowiedni(-e) wykaz(y) kontrolny(-e) uzbrojenia publikowany(-e)
w danym panstwie czlonkowskim UE. Odsylacz w niniejszym zalaczniku o tresci »ZOB. TAKZE WYKAZ

UZBROJENIA« odnosi si¢ do tych wykazow.

2. Cel kontroli przewidzianej w niniejszym zalgczniku nie moze by¢ omijany przez eksportowanie jakichkolwiek
towaréw niepodlegajacych kontroli (facznie z instalacjami) zawierajacych jeden lub wiecej skladnikéw
podlegajacych kontroli, gdy kontrolowany skladnik lub skladniki sg elementami o podstawowym znaczeniu tych

towaréw i mozliwe jest ich wydzielenie lub zastosowanie do innych celéw

N.B.  Przy rozstrzyganiu, czy kontrolowany sktadnik lub skladniki majg by¢ uwazane za elementy zasadnicze, konieczne jest
rozwazenie czynnikow: ilosci, wartosci, zawartosci technologicznego know-how i innych szczegélnych okolicznosci,
ktére mogg zdecydowal, ze kontrolowany skladnik lub skladniki sg elementami o podstawowym znaczeniu

dostarczanych towaréw.

3. Towary wymienione w niniejszym zalaczniku obejmuja zaré6wno towary nowe, jak i uzywane

https:/[www.australiagroup.net/

http://mtcr.info/
http:/[www.nuclearsuppliersgroup.org/
http:/[www.wassenaar.org/
https:/[www.opcw.org/chemical-weapons-convention.

S

=
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wspdlne zasady kontroli wywozu technologii wojskowych i sprzetu wojskowego).

Wspélny wykaz uzbrojenia Unii Europejskiej (sprzet uwzgledniony we wspdlnym stanowisku Rady 2008/944/WPZiB okreslajacym

ELL http://data.europa.eu/elijreg_del/2025/2003/oj
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4. W niektorych przypadkach podana jest nazwa i numer CAS chemikaliéw. Wykaz ma zastosowanie do chemikaliéw
o tym samym wzorze strukturalnym (w tym hydratéw, chemikaliéw w formie znaczonej izotopowo, lub wszystkich
mozliwych stereoizomeréw), niezaleznie od nazwy i numeru CAS. Numery CAS s3 podane, by ulatwiaé
identyfikacje danych chemikaliow lub mieszanin, bez wzgledu na nomenklature. Numery CAS nie moga by¢
stosowane jako jedyne zrédlo informacji stuzace do identyfikacji chemikaliow, gdyz niektore postacie
wymienionych chemikaliéw majg rézne numery CAS, a mieszaniny zawierajace chemikalia wymienione w wykazie
mogg takze mie¢ rézne numery CAS.

UWAGA DO TECHNOLOGII JADROWE] (UDTJ)
(Czytac facznie z grupa E kategorii 0)

»Technologia« bezpo$rednio zwigzana z ktérymikolwiek towarami wymienionymi w kategorii 0 objeta jest kontrolg
zgodnie z postanowieniami kategorii 0.

»Technologia« stuzgca »rozwojowi, »produkgjic lub »uzytkowaniu« towaréw objetych kontrolg pozostaje pod takg samg
kontrolg nawet wtedy, gdy moze by¢ stosowana do towaréw nieobjetych taka kontrola.

Zgoda na wywoz okreSlonych towaréw upowaznia réwniez do wywozu do tego samego uzytkownika minimalnej
stechnologii« wymaganej dla zainstalowania, eksploatacji, utrzymania i naprawy tych towarow.

Kontrole transferu »technologii« nie majg zastosowania do informacji »bedacych wiasnoscig publiczng« lub zwigzanych
z »podstawowymi badaniami naukowymic.

UWAGA OGOLNA DO TECHNOLOGII (UODT)

(Czyta lacznie z grupa E kategorii od 1 do 9)

Wywoz stechnologii«, ktéra jest »niezbedna« do »rozwojue, »produkcjic lub »uzytkowania« towaréw wymienionych
w kategoriach od 1 do 9, podlega kontroli na warunkach podanych w kazdej z tych kategorii.

»Technologiac, ktéra jest »niezbedna« do »rozwojuc, »produkcjic lub »uzytkowania« towaréw objetych kontrolg pozostaje
pod takg samg kontrolg nawet wtedy, gdy moze by¢ stosowana do towardéw nieobjetych taka kontrolg.

Kontrolg nie obejmuje si¢ minimalnej »technologiic wymaganej do zainstalowania, eksploatacji, utrzymania lub naprawy
towaréw niekontrolowanych lub takich, ktére uzyskaly odrebnie zgode na wywoéz.

Uwaga: Powyisze nie zwalnia od kontroli »technologii« wymienionych w pozycjach 1E002.e., 1E002.f., 8E002.a. i 8E002.b.

Kontrola transferu ,technologii” nie ma zastosowania do informacji ,bedacych wlasnoscig publiczng”, zwigzanych
z ,podstawowymi badaniami naukowymi” lub minimum informacji koniecznych przy skladaniu zgloszen patentowych.

UWAGA DO OPROGRAMOWANIA JADROWEGO (UDOJ)

(Niniejsza uwaga jest nadrzedna w stosunku do kontroli okreslonych w grupie D kategorii 0)

Grupa D kategorii 0 niniejszego wykazu nie obejmuje kontrolg »oprogramowaniac, ktdre jest minimalnym »kodem
obiektu« niezbednym do zainstalowania, eksploatacji, utrzymania lub naprawy towaréw, ktére uzyskaly odrebnie zgode na

WywOz.

Zgoda na wywdz okreslonych towar6w upowaznia réwniez do wywozu do tego samego uzytkownika minimalnego »kodu
wynikowego« wymaganego dla zainstalowania, eksploatacji, utrzymania lub naprawy tych towar6w.

Uwaga: Uwaga do oprogramowania jgdrowego nie zwalnia z kontroli »oprogramowania« wymienionego w kategorii 5 — czes¢ 2
(»Ochrona informagji).
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UWAGA OGOLNA DO OPROGRAMOWANIA (UODO)

(Niniejsza uwaga jest nadrzedna w stosunku do kontroli okreslonych w grupie D kategorii od 1 do 9)

Kategorie 1 do 9 niniejszego wykazu nie obejmuja kontrolg »oprogramowania« bedacego ktérymkolwiek z ponizszych:
a.  oprogramowanie jest ogblnie dostgpne poprzez:
1. sprzedaz gotowego oprogramowania w punktach sprzedazy detalicznej bez zadnych ograniczen w wyniku:
a.  bezposrednich transakgji sprzedazy;
b.  transakgji realizowanych na zaméwienie pocztowe;
c.  transakeji zawieranych droga elektroniczng; ani
d.  transakgji realizowanych na zaméwienie telefoniczne; oraz

2. przygotowanie do samodzielnej instalacji przez uzytkownika bez koniecznosci dalszej znacznej pomocy ze
strony sprzedawcy;

Uwaga: Punkt a. uwagi ogdlnej do oprogramowania nie zwalnia od kontroli »oprogramowania«
wymienionego w kategorii 5 — czg$¢ 2 (»Ochrona informacjic).

b.  oprogramowanie jest uznawane za »bedace wlasnoscig publicznge; lub

c.  jest minimalnym »kodem wynikowym« wymaganym do zainstalowania, eksploatacji, utrzymania lub naprawy
towardw, ktdre uzyskaly odrebnie zgode na wywoz.

Uwaga: Punkt c. uwagi ogdlnej do oprogramowania nie zwalnia od kontroli »oprogramowania« wymienionego
w kategorii 5 — czg$¢ 2 (»Ochrona informacgjic).

UWAGA OGOLNA DO »OCHRONY INFORMAC]I« (UODOI)

Elementy lub funkcje »ochrony informacji« nalezy rozpatrywaé w kontekscie postanowien kategorii 5 — cze$¢ 2, nawet
jezeli stanowig one skladniki, »oprogramowanie« lub funkcje innych obiektéw.

PRAKTYKA REDAKCYJNA W DZIENNIKU URZEDOWYM UNII EUROPEJSKIE]

Zgodnie z zasadami okre$lonymi w Miedzyinstytucjonalnym przewodniku redakcyjnym w tekstach w jezyku angielskim
publikowanych w Dzienniku Urzgdowym Unii Europejskiej:

—  do oddzielenia liczby catkowitej od wartosci dziesigtnych uzywa si¢ przecinka,
—  liczby catkowite przedstawione sg w seriach po trzy cyfry, przy czym serie oddzielone sg spacja.
W tekscie zamieszczonym w niniejszym zalgczniku stosowane sa wyzej wymienione zasady.

AKRONIMY I SKROTY UZYWANE W NINIEJSZYM ZALACZNIKU

Akronimy lub skréty uzyte jako zdefiniowany termin znajduja si¢ w ‘Definicjach termindéw uzywanych w niniejszym

zalgczniku'.

AKRONIMY I SKROTY

ABEC Komitet Inzynieréw Lozysk PierScieniowych

ABMA Amerykanskie Stowarzyszenie Producentéw Lozysk
ADC przetwornik analogowo-cyfrowy

AGMA Amerykanskie Stowarzyszenie Producentéw Przektadni
AHRS uktady informujace o potozeniu i kursie

AISI Amerykanski Instytut Zelaza i Stali

ALE epitaksja warstw atomowych
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AKRONIMY I SKROTY

ALU jednostka arytmetyczno-logiczna

ANSI Amerykanski Narodowy Instytut Normalizacji
APP skorygowana wydajnos¢ szczytowa

APU pomocnicze Zrédlo zasilania

ASTM Amerykanskie Towarzystwo Materialoznawcze
ATC kontrola ruchu lotniczego

BJT bipolarne tranzystory mocy

BPP iloczyn parametréw wigzki

BSC sterownik stacji bazowych

CAD projektowanie wspomagane komputerowo

CAS Serwis Dokumentacji Chemicznej

CCD matryca CCD

CDU jednostka sterowania i wyswietlania

CEP krag réwnego prawdopodobienstwa

CMM urzadzenie do pomiaru wspétrzednych

CMOS uzupelniajgca struktura metal-tlenek-pStprzewodnik
CNTD rozklad termiczny z regulowanym zarodkowaniem
CPLD ztozone programowalne urzadzenie logiczne

CPU jednostka centralna (procesor)

CvD osadzanie chemiczne z pary

W wojna chemiczna

CW (dotyczy laseréw) fala ciggla (w laserach)

DAC przetwornik cyfrowo-analogowy

DANL $redni wyswietlany poziom szumu

DBRN nawigacja oparta na informacjach z bazy danych
DDS bezposredni syntezer cyfrowy

DMA dynamiczna analiza mechaniczna

DME radiodalmierz

DMOSEFET dyfuzyjny tranzystor polowy o strukturze metal-tlenek-pStprzewodnik
DS ukierunkowane krzepnigcie

EB eksplodujacy zaptonnik mostkowy

EB-PVD fizyczne osadzanie pary z wigzka elektronéw

EBW eksplodujace zaptonniki potaczen mostkowych
ECAD elektroniczne projektowanie wspomagane komputerowo
ECM elektromechaniczne techniki obrébki

EDM elektroiskrowe obrabiarki
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AKRONIMY I SKROTY

EFI eksplodujace zaptonniki foliowe

EIRP efektywna moc wypromieniowana izotropowo

EMP impuls elektromagnetyczny

ENOB efektywna liczba bitow

ERF elektroreologiczna obrébka wykanczajaca

ERP skuteczna moc promieniowania

ESD wyladowanie elektrostatyczne

ETO tyrystor wylaczalny emiterem

ETT tyrystor wyzwalany elektrycznie

UE Unia Europejska

EUV ekstremalny nadfiolet

FADEC catkowicie autonomiczny system cyfrowego sterowania silnikami
FFT szybka transformata Fouriera

FPGA macierz bramek programowalna przez uzytkownika
FPIC polaczenie wewnetrzne programowalne przez uzytkownika
FPLA matryca logiczna programowalna przez uzytkownika
FPLD programowalne przez uzytkownika urzadzenie logiczne
FPO operacja zmiennoprzecinkowa

FWHM szeroko$¢ pliku w polowie jego wysokosci

GAAFET tranzystor polowy z dookélng bramka

GLONASS globalny system nawigacji satelitarnej

GNSS globalny system nawigacji satelitarnej

GPS globalny system lokalizacji

GSM globalny system facznosci ruchome;j

GTO tyrystor wylaczalny pradem bramki

HBT heterozlaczowy tranzystor bipolarny

HDMI multimedialny interfejs wysokiej rozdzielczosci
HEMT tranzystor o wysokiej ruchliwosci elektronéw

ICAO Organizacja Migdzynarodowego Lotnictwa Cywilnego
IEC Migdzynarodowa Komisja Elektrotechniczna

IED improwizowane urzadzenie wybuchowe

IEEE Instytut Inzynieréw Elektryki i Elektroniki

[FOV chwilowe pole widzenia

IGBT tranzystor bipolarny z izolowana bramka

IGCT tyrystor o komutowanej bramce

[HO Migdzynarodowa Organizacja Hydrograficzna

ILS system ladowania na przyrzady
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AKRONIMY I SKROTY

IMU inercyjna jednostka pomiarowa

INS inercyjny system nawigacyjny

IP protokél internetowy

IRS inercyjny system odniesienia

IRU inercyjna jednostka odniesienia

ISA miedzynarodowa atmosfera wzorcowa

ISAR radar z odwrdcona syntezg apertury

ISO Migdzynarodowa Organizacja Normalizacyjna

ITU Migdzynarodowy Zwigzek Telekomunikacyjny

JT Joule-Thomson

LIDAR radar optyczny

LIDT prog uszkodzen wywolanych laserem

LOA dlugos¢ catkowita

LRU liniowy element wymienny

LTT tyrystor wyzwalany optycznie

LUT tablica przegladowa (tablica LUT)

MLS mikrofalowe systemy ladowania

MMIC monolityczny mikrofalowy uklad scalony

MOCVD osadzanie z par lotnych zwigzkéw metaloorganicznych
MOSEFET tranzystor polowy o strukturze metal-tlenek-pétprzewodnik
MPM mikrofalowy modut mocy

MRF magnetoreologiczna obrébka wykanczajaca

MRF rozmiar minimalnej rozdzielczo$ci wymiarowej

MRI tworzenie obrazéw za pomocg rezonansu magnetycznego
MTBF $redni czas migdzyawaryjny

MTTF $redni czas do awarii

NA apertura liczbowa

NDT badanie nieniszczace

NEQ zawarto$¢ materiatow wybuchowych netto

NJJ Krajowy Instytut Sprawiedliwosci

OAM eksploatacja, administrowanie lub utrzymywanie

(ON| polaczenie systeméw otwartych

PAI poliamidoimidy

PAR urzadzenia radiolokacyjne dokladnego podejscia do ladowania
PCL pasywna koherentna lokacja

PDK narzedzie projektowania proceséw

PIN osobisty numer identyfikacyjny
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AKRONIMY I SKROTY

PMAC prad przemienny z pradnicy z magnesami trwalymi
PMR prywatne systemy radiowej tacznosci ruchomej
PVD naparowywanie prozniowe

ppm cze¢sci na milion

QAM modulacja kwadraturowa

QE sprawno$¢ kwantowa

RAP plazmy atoméw reaktywnych

RF czestotliwo$¢ radiowa

rms $rednia kwadratowa

RNC sterownik sieci radiowej

RNSS regionalny system nawigacji satelitarnej

ROIC uklad odczytujacy

S-FIL narzedzia do litografii »step-and-flashe

SAR radar z syntezg apertury

SAS sonar z syntezg apertury

SC monokrysztat

SCR prostownik tyrystorowy

SFDR zakres dynamiki wolny od zafalszowan

SHPL laser o superwysokiej mocy

SLAR radar poktadowy obserwacji bocznej

SOI krzem na izolatorze

SQUID nadprzewodzgce urzadzenie do interferencji kwantowej
SRA warsztatowy zespot wymienny

SRAM statyczna pamiec o dostepie swobodnym

SSB pojedyncza wstega boczna

SSR radar wtornego nadzorowania

SSS boczny sonar skanujacy

TIR catkowity wskazany odczyt

TVR odpowiedz na pobudzenie napigciowe

u jednostka masy atomowej

UPR jednokierunkowa powtarzalnos$¢ pozycjonowania
UTS wytrzymalo$¢ na rozcigganie

uv nadfiolet

VJFET pionowy tranzystor polowy zlaczowy

VOR radiolatarnia kierunkowa wysokiej czestotliwosci
WHO Swiatowa Organizacja Zdrowia

WLAN lokalna sie¢ bezprzewodowa

ELL http://data.europa.eu/elijreg_del/2025/2003/oj 9/251



PL DzU. L z 14.11.2025

DEFINICJE TERMINOW UZYWANYCH W NINIEJSZYM ZALACZNIKU
Definicje terminéw w ‘cudzystowie pojedynczym’ podano w uwadze technicznej do odpowiedniej pozycji.
Definicje terminéw w »cudzystowie podwéjnyme sg nastepujace:
N.B.  Odnosniki do kategorii podano w nawiasach po zdefiniowanym terminie.

»Dokladnosé« (2, 3, 6, 7), zazwyczaj okreslana w kategoriach niedokladnosci, oznacza maksymalne odchylenie, dodatnie
lub ujemne, danej wartosci od uznanej wartosci standardowej lub prawdziwej.

»Uklady aktywnego sterowania lotem« (7) oznaczajg uklady zapobiegajace niepozagdanym ruchom lub obcigZeniom
konstrukcyjnym »statku powietrznego« lub pocisku rakietowego przez autonomiczne przetwarzanie sygnatéw z wielu
czujnikow i wydawanie niezbednych polecen do realizacji sterowania automatycznego.

»Piksel aktywny« (6) oznacza najmniejszy (pojedynczy) element sieci elementéw pétprzewodnikowych majacy mozliwosé
realizacji funkcji fotoelektrycznych w odpowiedzi na promieniowanie $wietlne (elektromagnetyczne).

»Skorygowana wydajno$¢ szczytowa« (4) oznacza skorygowang najwicksza predko$¢, z jaka »komputery cyfrowe«
wykonuja zmiennoprzecinkowe operacje dodawania i mnozenia na liczbach 64-bitowych lub dluzszych; wyraza si¢
w teraflopsach wazonych (WT), jednostkach wynoszacych 10'? skorygowanych operacji zmiennoprzecinkowych na
sekunde.

N.B.  Zob. kategoria 4, uwaga techniczna.

»Statek powietrzny« (1, 6, 7, 9) oznacza staloplat, statek z obrotowymi skrzydlami, wiroplat (helikopter), statek ze
zmiennym wirnikiem lub zmiennoplat.

N.B.  Zob. réwniez »cywilne statki powietrzne«.

»Pojazd powietrzny« (9) oznacza napedzany mechanicznie pojazd utrzymujacy sie w powietrzu dzigki korpusowi
wypelnionemu gazem (zwykle helem, weze$niej wodorem), ktdry jest lzejszy od powietrza.

»Wszystkie dostepne kompensacje« (2) - oznacza to, ze uwzgledniono wszystkie wykonalne $rodki, jakie moze zastosowaé
producent w celu zminimalizowania wszystkich systematycznych bledéw pozycjonowania okreslonego modelu obrabiarki
lub bledéw pomiarowych okre§lonego urzadzenia do pomiaru wspétrzednych.

»Przydzielone przez ITU« (3, 5) oznacza przydzial pasm czestotliwosci zgodnie z Przepisami Radiowymi ITU (International
Telecommunication Union - Miedzynarodowej Unii Telekomunikacyjnej) dla stuzb podstawowych, dopuszczonych
i pomocniczych.

N.B.  Nie obejmuje to przydziatéw dodatkowych i alternatywnych.

»Odchylenie polozenia katowego« (2) oznacza maksymalng réznice pomiedzy polozeniem katowym a rzeczywistym,
bardzo dokladnie zmierzonym polozeniem katowym po obréceniu stolu montazowego w stosunku do jego polozenia
poczatkowego.

»Kat bladzenia losowego« (7) oznacza narastanie bledu katowego w czasie, spowodowane bialym szumem w predkosci
katowej (IEEE 528-2001).

»APP« (4) — zob. »Skorygowana wydajno$¢ szczytowax.

»Algorytm asymetryczny« (5) oznacza algorytm kryptograficzny, w ktérym stosuje si¢ rézne, powigzane matematycznie,
klucze do szyfrowania i deszyfrowania.

N.B.  Powszechnym zastosowaniem »algorytmu asymetrycznego« jest zarzgdzanie kluczami.

»Uwierzytelnienie« (5) oznacza sprawdzenie tozsamos$ci uzytkownika, procesu lub urzadzenia, czesto jako warunek
konieczny dla umozliwienia dostepu do zasobéw w systemie informatycznym. Obejmuje to weryfikacje Zrodta lub tresci
wiadomosci lub innych informacji oraz wszystkie aspekty kontroli dostepu, gdzie nie wystepuje szyfrowanie plikow lub
fragment6w tekstow, z wyjatkiem tych bezposrednio zwigzanych z ochrona hasel, osobistych numeréw identyfikacyjnych
(PIN) lub podobnych danych stosowanych do ochrony przed nieuprawnionym dostepem.

»Przecigtna moc wyjsciowac (6) oznacza catkowita energie wyjsciows »lasera« wyrazong w dzulach podzielong przez czas
emitowania pojedynczego impulsu lub serii kolejnych impulséw wyrazony w sekundach. Dla serii jednolicie
rozmieszczonych impulséw jest ona rowna catkowitej energii wyjsciowej »lasera« w jednym impulsie wyrazonej w dzulach
pomnozonej przez czestotliwo$¢ impulséw »lasera« wyrazonej w hercach.
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»Podstawowe badania naukowe« (UOdT, UdT]) oznaczajg prace doswiadczalne lub teoretyczne prowadzone gtéwnie w celu
uzyskania nowej wiedzy o podstawach danego zjawiska lub obserwowalnych jego efektach, nienakierowane bezposrednio
na konkretne cele lub zadania praktyczne.

»Wychylenie wstepne akcelerometru« (7) oznacza Srednig wartos¢ wskazywang przez akcelerometr przez okreslony czas,
mierzong w okre$lonych warunkach eksploatacyjnych i niewykazujgca wspdlzaleznosci z przyspieszeniem wejsciowym
ani z wejsciowa predkoscia obrotowa. »Wychylenie wstepne akcelerometru« wyrazone jest w gramach lub w metrach na
sekunde do kwadratu (g lub m/s?) (norma IEEE 528-2001) (mikrogram réwny jest 1 x 10° g).

»Wychylenie wstepne Zyroskopu« (7) oznacza Srednig warto$¢ wskazywang przez zyroskop przez okreslony czas, mierzong
w okreslonych warunkach eksploatacyjnych i niewykazujaca wspélzaleznosci z wejsciowa predkoscia obrotows ani
z przyspieszeniem wejsciowym. »Wychylenie wstepne zyroskopu« wyrazone jest z reguly w stopniach na godzing (o/h).
(Norma [EEE 528-2001).

»Czynniki biologiczne« (1) oznaczaja patogeny lub toksyny, wybrane lub zmodyfikowane (np. poprzez zmiang czystosci,
dopuszczalnego okresu magazynowania, agresywnosci, charakterystyki propagacji lub odpornosci na promieniowanie
nadfioletowe), by wywola¢ straty w ludnosci lub zwierzetach, unieszkodliwi¢ sprzet lub spowodowad straty w uprawach
rolnych lub srodowisku.

»Powielanie ladunkéw« (6) oznacza forme wzmacniania obrazéw elektronicznych zdefiniowang jako wytwarzanie
nos$nikéw ladunkéw w wyniku procesu jonizacji strumieniem. Czujniki »powielania ladunkéw« moga mieé¢ postaé
lampowego wzmacniacza obrazu, detektora pétprzewodnikowego lub »matrycy detektorowej plaszczyzny ogniskoweje.

»CEP« (7) oznacza »Krag Rownego Prawdopodobiefistwa« — w kolowym rozkladzie normalnym promien okregu
zawierajacego 50 % poszczeg6lnych wynikéw pomiaréw lub promien okregu, w ktérym wystepuje 50 % prawdopodo-
biefistwo, Ze obiekt zostanie zlokalizowany.

»Mieszanina chemiczna« (1) oznacza produkt staly, plynny lub gazowy skladajacy si¢ z dwoch lub wigcej sktadnikéw, ktore
nie reagujg ze sobg w warunkach, w ktérych mieszanina jest przechowywana.

»Cyrkulacyjne uklady réwnowazenia momentu lub cyrkulacyjne uklady sterowania kierunkiem« (7) oznaczajg uklady,
w ktorych przeplyw powietrza wokét powierzchni aerodynamicznych jest wykorzystywany do zwigkszenia powstajacych
na nich sit lub do kierowania nimi.

»Cywilne statki powietrzne« (1, 3, 4, 7) oznaczajg »statki powietrzne« wymienione i okreslone przez organy lotnictwa
cywilnego co najmniej jednego pafistwa czlonkowskiego UE lub pafistwa uczestniczacego w porozumieniu z Wassenaar
w podawanych do wiadomosci publicznej wykazach $wiadectw zdatnoéci do lotu jako zdatne do uzytkowania do
komercyjnych celéw cywilnych na liniach wewnetrznych i zewnetrznych lub do legalnych celéw cywilnych, prywatnych
lub zwigzanych z prowadzeniem dzialalnosci gospodarczej.

N.B. Zob. réwniez »statek powietrzny«.

»Systemy kompensacji« (6) skladajg si¢ z gléwnego czujnika skalarnego, co najmniej jednego czujnika odniesienia (np.
»magnetometru« wektorowego) wraz z oprogramowaniem zezwalajgcym na zmniejszenie szumu ruchu obrotowego
korpusu sztywnego platformy.

»Material kompozytowy« (1, 2, 6, 8, 9) oznacza »matryce« oraz dodatkowq faze lub dodatkowe fazy, sktadajace sie¢ z czastek,
widkienek, widkien lub dowolnej ich kombinacji, dodawanych w okreslonym celu lub celach.

»Zwigzki Il[[V« (3, 6) oznaczajg substancje polikrystaliczne, binarne lub zlozone substancje monokrystaliczne skladajace si¢
z pierwiastkéw grupy IIIA i VA ukladu okresowego pierwiastkéw (np. arsenek galu, arsenek galu i glinu, fosforek induy).

»Sterowanie ksztaltowe« (2) oznacza co najmniej dwa ruchy »sterowane numerycznies, realizowane zgodnie z instrukcjami
okreslajacymi nastgpne polozenie oraz potrzebne do osiggniecia tego potozenia predkosci posuwéw. Predkosci posuwdw
nie s3 jednakowe, wskutek czego powstaje wymagany ksztalt. (zob.: ISO/DIS-2806:1980).

»Temperatura krytyczna« (1, 3, 5) (nazywana czasami »temperaturg przemiany«) danego materiatu »nadprzewodzacego« jest
temperatura, w ktorej material catkowicie traci oporno$¢ dla przeplywu elektrycznego pradu stalego.
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»Aktywacja kryptograficzna« (5) oznacza dowolng technike, ktéra specjalnie aktywuje lub umozliwia funkcje
kryptograficzne danego artykulu za pomocg mechanizmu zastosowanego przez producenta tego artykulu, jezeli
mechanizm ten jest w spos6b niepowtarzalny zwigzany z dowolnym z ponizszych:

1. pojedyncza sztuka danego artykutu; lub

2. jednym klientem w przypadku wielu sztuk artykulu.

Uwagi techniczne:

1. Techniki i mechanizmy »aktywagji kryptograficznej« mogg by¢ realizowane w postaci sprzetu, »oprogramowania« lub
»technologiic.

2. Mechanizmem »aktywacji kryptograficznej« mogg by¢, na przyklad, klucz licencyjny powigzany z numerem seryjnym lub
instrumenty uwierzytelniajqce, jak np. certyfikat z podpisem cyfrowym.

»Kryptografia« (5) to dziedzina wiedzy zajmujaca si¢ zasadami, narzedziami i metodami przeksztalcania danych w celu
ukrycia zawartych w nich informacji, zapobiegania mozliwosci niepostrzezonego ich modyfikowania lub uniemozliwienia
dostepu do nich osobom niepowolanym. »Kryptografia« ogranicza si¢ do przeksztalcania informacji za pomocg jednego
lub wigkszej liczby ‘tajnych parametréw’ (np. szyfréw) lub zwigzanego z tym zarzadzania kluczami.

Uwagi:
1. »Kryptografia« nie obejmuje ‘ustalonych’ technik kompresji ani kodowania danych.

2. »Kryptografia« obejmuje deszyfrowanie.

Uwagi techniczne:

1. ‘Tajny parametr’: wartos¢ stata lub klucz trzymany w tajemnicy przed osobami postronnymi lub znany wylgcznie pewnej grupie
osdb.
2. ‘Ustalony’ oznacza algorytm kodowania lub kompresji, ktory nie moze akceptowal parametréw dostarczonych z zewngtrz (np.

zmiennych do szyfrowania lub kluczy) i nie moze by¢ modyfikowany przez uzytkownika.
»Laser o fali ciaglej« (6) oznacza »laser« dajacy nominalnie stala energie wyjsciowa w czasie dtuzszym niz 0,25 s.

»Reagowanie na cyberincydenty« (4) oznacza proces wymiany niezbednych informacji na temat cyberincydentu
zwigzanego z bezpieczenistwem z osobami lub organizacjami odpowiedzialnymi za prowadzenie lub koordynacje dziatan
zaradczych w celu zapewnienia reakcji na taki cyberincydent.

»Urzadzenie do przetwarzania danych« (def) oznacza urzadzenie majace mozliwos¢ nadawania lub odbierania ciggéw
informacji cyfrowych.

»Nawigacja na bazie danych z wielu Zrédel« (\DBRN«) (7) oznacza systemy oparte na danych z wielu Zrédel uprzednio
zmierzonych danych geograficznych zintegrowanych w celu uzyskania dokladnych informacji nawigacyjnych
w warunkach dynamicznych. Do 7rddel danych naleza mapy batymetryczne, mapy nieba, mapy grawitacji, mapy
magnetyczne lub tréjwymiarowe cyfrowe mapy terenowe.

»Uran zubozony« (0) oznacza uran, w ktérym zawarto$¢ izotopu 235 obnizono do ilo$ci mniejszej niz w warunkach
naturalnych.

»Rozwoj« (wszystkie UOdT, UdT)) odnosi si¢ do wszystkich etapéw poprzedzajacych produkeje seryjna, takich jak:
projektowanie, badania projektowe, analiza projektowa, koncepcja projektowania, montaz i testowanie prototypdéw, plany
produkgji pilotowej, dane projektowe, proces przetwarzania danych projektowych w produkt, projektowanie konfiguracji,
projektowanie montazu calo$ciowego, rozplanowanie.

»Zgrzewanie dyfuzyjne« (1, 2) oznacza laczenie molekularne w stanie stalym co najmniej dwéch oddzielnych elementéw
metali w jeden element, przy czym wytrzymalo$¢ miejsca polaczenia jest rdwna wytrzymalosci najstabszego z materiatow,
a podstawowym mechanizmem jest interdyfuzja atoméw na styku obu elementéw.
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»Komputer cyfrowy« (4, 5) oznacza urzadzenie zdolne do wykonywania, w postaci jednej lub kilku zmiennych dyskretnych,
wszystkich ponizszych funkdji:

a.  przyjmowanie danych;

b.  zapamietywanie danych lub instrukcji na trwatych lub nietrwalych (zapis usuwalny) urzadzeniach pamieciowych;
c.  przetwarzanie danych za pomocg zapamietanej sekwencji instrukgji, ktérg mozna modyfikowaé; oraz

d.  generowanie danych wyjsciowych.

N.B.  Modyfikacje zapamigtanej sekwencji instrukcji dotyczg wymiany trwalych urzgdzer pamieciowych, ale nie fizycznych zmian
przewodow lub polgczeri.

»Szybkos¢ transmisji danych cyfrowyche (def) oznacza catkowita szybkos¢ informacji w bitach, przesytanych bezposrednio
na dowolnym typie no$nika.

N.B.  Zob. takze »catkowita szybko$¢ transmisji danych cyfrowyche.

»Wspélczynnik dryftu (zyroskopu)« (7) oznacza sktadowa wyjsciows rotacji Zyroskopu funkcjonalnie niezalezng od rotacji
wejsciowej. Jest wyrazany jako predkos$¢ katowa. (Norma IEEE 528-2001).

»Gram efektywny« (0, 1) »specjalnego materiatu rozszczepialnego« oznacza:
a.  dlaizotopéw plutonu i uranu-233 — masg izotopu w gramach;

b.  dlauranu wzbogaconego do poziomu 1 % lub wigcej izotopu uranu-235 — mase pierwiastka w gramach pomnozona
przez kwadrat jego wzbogacenia wyrazonego w postaci ulamka dziesigtnego udziatu wagowego;

c.  dla uranu wzbogaconego w izotop uranu-235 do poziomu ponizej 1 procenta — mas¢ pierwiastka w gramach
pomnozong przez 0,0001.

»Zespol elektroniczny« (2, 3, 4) oznacza pewna liczbe elementéw elektronicznych (tj. ‘elementéw obwodu’, ‘elementéw
dyskretnych’, ukladéw scalonych itp.) polaczonych ze sobg w celu realizacji okreslonej(-ych) funkcji, wymienialng
w calodci, ktéra zazwyczaj moze by¢ demontowana.

N.B.1. ‘Element obwodu’: pojedyncza czynna lub bierna funkcjonalna czes¢ uktadu elektronicznego, np. jedna dioda, jeden tranzystor,
jeden rezystor, jeden kondensator itp.

N.B.2. ‘Element dyskretny’: oddzielnie obudowany ‘element obwodu’ z wlasnymi koricéwkami wyjsciowymi.

»Materialy energetyczne« (1) oznaczajg substancje lub mieszanki wchodzace w reakcje chemiczne, by uwolni¢ energie
potrzebng do ich zamierzonego zastosowania. Podklasami materialéw energetycznych sg »materialy wybuchowe,
»materialy pirotechniczne« i »paliwac.

»Manipulatory« (2) obejmujg uchwyty, ‘aktywne jednostki oprzyrzadowania’ lub wszelkie inne oprzyrzadowanie
zamontowane na podstawowej (bazowej) plycie na koficu ramienia manipulacyjnego »robota.

N.B.  ‘Aktywne jednostki oprzyrzgdowania’ urzgdzenia do przylozenia mocy napedowej, energii procesowej lub czujnika do
przedmiotu obrabianego.

»Gestos$¢ zastepeza« (6) oznacza mas¢ elementu optycznego na jednostke pola powierzchni optycznej rzutowanej na
powierzchnig¢ optyczng.

»Roéwnowazne normy« (1) oznaczajg poréwnywalne normy krajowe lub miedzynarodowe uznane przez co najmniej jedno
panistwo czlonkowskie UE lub pafistwo uczestniczgce w porozumieniu z Wassenaar i majgce zastosowanie do
odpowiedniej pozycji.

»Materialy wybuchowe« (1) oznaczaja stale, ciekte lub gazowe substancje lub mieszaniny substancji, ktére majg za zadanie
detonowaé w charakterze tadunku inicjujacego, detonatora posredniego lub fadunku gléwnego w glowicach bojowych,
w robotach rozbidrkowych lub w innych zastosowaniach.

»Systemy FADEC« (9) oznaczajg catkowicie autonomiczne systemy cyfrowego sterowania silnikami, czyli cyfrowe
elektroniczne systemy sterowania silnikami turbospalinowymi, ktére sa w stanie autonomicznie sterowac tymi silnikami
w calym zakresie ich pracy, od uruchamiania do wylaczania ich na zadanie, zaréwno w warunkach ich normalnej, jak
i nieprawidlowej pracy.
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»Materialy wi6kniste lub wiékienkowe« (0, 1, 8, 9) obejmuja nastepujace pojecia:

a.  »widkna elementarne« o strukturze ciaglej;
b.  »przedza«irrowing« o strukturze cigglej;
c.  »taSmy, tkaniny, maty i oploty o strukturze bezladnej;

d.  wldkna ciete na drobne kawalki, wl6kna pociete na dtuzsze odcinki oraz spojne maty z widkien;
e.  wiskery, monokrystaliczne lub polikrystaliczne, o dowolnej dtugosci;

f.  pulpa z poliamidu aromatycznego.

»System Fly-by-light« (7) oznacza gléwny cyfrowy system kontroli lotu wykorzystujacy informacje zwrotne do sterowania
»statkiem powietrznyme« w czasie lotu, w ktérym komendy do sitownikéw przekazywane s3 w formie sygnalow
optycznych.

»System Fly-by-wire« (7) oznacza gtéwny cyfrowy system kontroli lotu wykorzystujacy informacje zwrotne do sterowania
»statkiem powietrznyme« w czasie lotu, w ktérym komendy do sitownikéw przekazywane s3 w formie sygnaléow
elektrycznych.

»Matryca detektorowa plaszczyzny ogniskowej« (6, 8) oznacza plaska warstwe o strukturze liniowej lub dwuwymiarowe;j
lub polaczenie takich plaskich warstw, zlozonych z oddzielnych elementéw detekcyjnych, z elektronicznym urzadzeniem
odczytujagcym lub bez, pracujaca w plaszczyZnie ogniskowe;.

N.B.  Definicja ta nie obejmuje stosu pojedynczych elementow detekcyjnych ani detektoréw dwu-, trzy- lub czteroelementowych, pod
warunkiem ze w elemencie nie sg realizowane opdznienie ani integracja.

»Ulamkowa szeroko$¢ pasmac (3, 5) oznacza »szeroko$¢ chwilowa pasma« podzielong przez czestotliwo$é srodkows,
wyrazong w procentach.

»Rozrzucanie czestotliwosci« (frequency hopping) (5, 6) oznacza forme »rozproszenia widma« polegajacg na krokowo-
dyskretnej zmianie czgstotliwosci nosnej pojedynczego kanatu telekomunikacyjnego, w sposéb losowy lub pseudolosowy.

»Czas przelaczania czestotliwosci« (3) oznacza czas (tj. opdznienie), jakiego potrzebuje sygnal przy przelaczaniu sie
z poczatkowej zgodnej ze specyfikacjami czestotliwosci wyjsciowej, by osiagnaé dowolng z ponizszych wartosci:

a.  *100 Hz zgodnej ze specyfikacjami koficowej czestotliwosci wyjsciowej wynoszacej mniej niz 1 GHz; lub
b. 20,1 czgsci na milion zgodnej ze specyfikacjami koficowej czestotliwosci wyjsciowej réwnej lub wigkszej niz 1 GHz.

»Ogniwo paliwowe« (8) oznacza urzadzenie elektrochemiczne, ktére zuzywajac paliwo ze Zrédla zewngtrznego, przetwarza
energi¢ chemiczng bezposrednio w prad staly.

»Topliwy« (1) oznacza taki, ktéry moze by¢ dalej sieciowany lub polimeryzowany (utwardzany) przy uzyciu ciepla,
promieniowania, katalizatora itd. lub stopiony bez pirolizy (zweglania).

»Tranzystor polowy z dookélng bramka« (\GAAFET«) (3) oznacza urzadzenie zawierajace pojedynczy element lub kilka
elementéw potprzewodnikowego kanatu przewodnictwa ze strukturg wspdlnej bramki, ktéra otacza wszystkie elementy
poltprzewodnikowego kanatu przewodnictwa i steruje w nich pradem.

N.B.  Definiga ta obejmuje tranzystory polowe oparte na nanopowkokach lub nanodrutach i tranzystory z dookéing bramkg oraz
inne struktury elementéw pdtprzewodnikowych kanatéw typu »GAAFET«.

»Instalacje do naprowadzania« (7) oznaczajg systemy scalajgce proces pomiaru i obliczania polozenia pojazdu i jego
predkosci (tj. nawigacje) z obliczeniami i wysylaniem polecenn do systeméw sterowania lotem pojazdu w celu
skorygowania jego toru lotu.

»Twarde parametry« (5) oznaczaja dane lub zestaw danych powiazanych z dang osobg (np. nazwisko, imi¢, adres e-mail,
adres zamieszkania, numer telefonu lub powigzania grupowe).
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»Silniki wysokoprezne o wysokich osiggach« (9) oznaczajg silniki wysokoprezne (Diesla) o $rednim ci$nieniu uzytecznym
1,8 MPa lub wyzszym przy predkosciach obrotowych 2300 obrotéw na minute, pod warunkiem ze ich predkosé
nominalna wynosi 2 300 obrotéw na minutg lub wigcej.

»Hybrydowy uklad scalony« (3) oznacza dowolne polaczenie ukladu(-6w) scalonego(-ych) lub ukladu scalonego
z ‘elementami ukladu’ lub ‘skfadnikami dyskretnymi’ polaczonymi ze soba w celu realizacji okreslonej(-ych) funkdji,
majace wszystkie wymienione ponizej cechy:

a.  posiada co najmniej jedno urzadzenie nieobudowane;
b.  zastosowano w nim typowe metody faczenia stosowane podczas produkeji ukladéw scalonych;
c.  moznaje wymienia¢ tylko w calosci; oraz

d.  wnormalnych warunkach nie mozna go rozmontowac.

N.B.1. ‘Element obwodu’: pojedyncza czynna lub bierna funkcjonalna czes¢ uktadu elektronicznego, np. jedna dioda, jeden tranzystor,
jeden rezystor, jeden kondensator itp.

N.B.2. ‘Element dyskretny’: oddzielnie obudowany ‘element obwodu’ z wlasnymi koticéwkami wyjsciowymi.

»Wzmacnianie obrazu« (4) oznacza przetwarzanie obrazoéw zawierajacych informacje, uzyskanych ze Zrédet zewnetrznych,
za pomocy algorytméw, takich jak kompresja czasu, filtrowanie, ekstrahowanie, selekcja, korelacja, splatanie lub
przemieszczanie pomigdzy domenami (np. za pomoca szybkiej transformacji Fouriera lub transformacji Walsha). Nie
obejmuje kontrola algorytmdéw, w ktérych stosowane sg wylgcznie przeksztalcenia liniowe lub obrotowe pojedynczego
obrazu, takie jak przesunigcie, ekstrahowanie jakiej$ cechy, rejestracja lub falszywe barwienie.

»Immunotoksynac (1) oznacza koniugat jednokomérkowego przeciwciala monoklonalnego i »toksyny« lub »podjednostki
toksyny, ktéry wplywa selektywnie na komorki chorobowo zmienione.

»Bedace wlasnoscig publiczng« (UOAT UdT] UOdO), w odniesieniu do niniejszego dokumentu, oznacza »technologie« lub
»oprogramowanie« dostepne bez zadnych ograniczen co do ich dalszego rozpowszechniania (ograniczenia wynikajace
z praw autorskich nie wykluczaja uznania »technologii« lub »oprogramowania« za »bedgce wlasnoscig publiczng«).

»Ochrona informacji« (UOdO UOdOI 5) oznacza wszystkie $rodki i funkcje zapewniajace dostep, poufnosé¢ lub
nienaruszalno$¢ informacji lub komunikacji, z wylaczeniem $rodkéw i funkcji majacych zabezpieczaé przed wadliwym
dzialaniem. Obejmuje »kryptografie«, »aktywacje kryptograficzng«, ‘kryptoanaliz¢’, ochrone przed przypadkowym
przekazywaniem sygnaléw odnoszacych sie do tajnych informacji oraz zabezpieczanie komputeréw.

Uwaga techniczna:

‘Kryptoanaliza’ analiza systemdw kryptograficznych lub ich wejsc i wyjs¢ w celu uzyskania tajnych informacji lub danych, wlgczajgc w to
tajne teksty.

»Chwilowa szerokos¢ pasmac (3, 5, 7) oznacza szeroko$¢ pasma, w ktérym moc wyjSciowa pozostaje na stalym poziomie
z doktadnoscig do 3 dB bez regulacji innych parametréw roboczych.

»Wykladzina wewnetrzna« (9) oznacza warstwe posrednia pomiedzy paliwem stalym a obudowg lub warstwa izolacyjna.
Zazwyczaj jest to plynna polimerowa zawiesina materialu ogniotrwalego lub izolacyjnego, np. polibutadien z taficuchami
zakoniczonymi grupami hydroksylowymi (HTPB) wypelniony weglem lub inny polimer z dodatkiem S$rodkéw
utrwalajacych, rozpylonych lub rozsmarowanych na wewnetrznej powierzchni ostony.

»Przetworniki analogowo-cyfrowe (ADC) z przeplotem« (3) oznaczajg urzadzenia majace wiele jednostek ADC
probkujacych ten sam wejSciowy sygnal analogowy w réznych momentach, tak ze po zagregowaniu sygnaléw
wyjSciowych analogowy sygnal wejSciowy jest skutecznie probkowany i przeksztalcany z wigksza czestotliwoscia
prébkowania.

»Miernik gradientu magnetycznego wlasciwego« (6) oznacza pojedynczy element do pomiaru gradientu pola
magnetycznego oraz zwigzane z nim urzadzenia elektroniczne, stuzacy do pomiaru gradientu pola magnetycznego.

N.B.  Zob. réwniez »Miernik gradientu magnetycznego«.
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»Zlosliwe oprogramowanie« (4, 5) oznacza »oprogramowanie« specjalnie zaprojektowane lub zmodyfikowane w celu
uniknigcia wykrycia przez ‘narzedzia monitorujace’ lub zlamania ‘Srodkéw zabezpieczajacych’ komputera lub urzadzenia
zdolnego do pracy w sieci, wykonujace nastgpujace dzialania:

a.  pobieranie danych i informacji z komputera lub urzadzenia zdolnego do pracy w sieci lub modyfikacja systemu lub
danych uzytkownika; lub

b.  modyfikacja standardowych $ciezek wykonywania programu lub procesu w celu umozliwienia wykonania instrukcji
pochodzacych z zewnatrz.

Uwagi:

1. »Ziosliwe oprogramowanie« nie obejmuje zadnego z ponizszych pojec:

a.  hiperwizoréw, programéw do usuwania bledéw oraz narzedzi inzynierii wstecznej oprogramowania (Software Reverse
Engineering - SRE);

b.  »oprogramowania« dotyczgcego zarzgdzania prawami cyfrowymi; ani

¢ »oprogramowania« przeznaczonego do zainstalowania przez producentow, administratorow lub uzytkownikéw do celéw
Sledzenia lub znajdowania towaréw.

2. Urzgdzenia zdolne do pracy w sieci obejmujg urzgdzenia przenosne i inteligentne liczniki.

Uwagi techniczne:

1. ‘Narzgdzia monitorujgce”: »oprogramowanie« lub sprzgt monitorujgce zachowanie systemu lub proceséw wykonywanych na
urzgdzeniu. Obejmuje to programy antywirusowe, produkty zapewniajgce bezpieczeristwo punktéw koricowych, produkty
bezpieczeristwa osobistego (Personal Security Products - PSP), systemy wykrywania wtargnigcia (Intrusion Detection Systems -
IDS), systemy ochrony przed wtargnigciem (Intrusion Detection Systems - IPS) oraz zapory sieciowe.

2. ‘Srodki zabezpieczajgce’: techniki opracowane w celu zapewnienia bezpiecznego wykonania kodu, takie jak Data Execution
Prevention (DEP), Address Space Layout Randomisation (ASLR) lub sandboxing.

»lzolowane zywe kultury« (1) obejmuja zywe kultury w postaci upionej i w postaci suchych preparatow.

»Prasy izostatyczne« (2) oznaczajg urzadzenia umozliwiajace ci$nieniowanie zamknietych komér za pomocg réznych
czynnikéw roboczych (gazu, cieczy, czgstek stalych itp.) w celu wytwarzania w komorze we wszystkich kierunkach
réwnych ci$niet na obrabiany element lub material.

»Laser« (0, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9) oznacza obiekt, ktéry wytwarza wigzke Swiatla spdjnego w przestrzeni i w czasie przez
wzmocnienie za pomoca stymulowanej emisji promieniowania.

N.B. Zob. réwniez »Laser o fali cigglej«

»Laser o super wysokiej mocy.

»Biblioteka« (1) (parametryczna techniczna baza danych) oznacza zbidr informacji technicznych, do ktérych odniesienie
moze zwigkszy¢ wydajno$¢ odpowiednich systeméw, urzadzen i czesci sktadowych.

»Pojazdy lzejsze od powietrza« (9) oznaczajg balony i »pojazdy powietrzne, ktére sa wypelniane goragcym powietrzem lub
innymi gazami lzejszymi od powietrza, takimi jak hel lub wodér.

sLiniowo$¢« (2) (zazwyczaj okreSlana w kategoriach nieliniowosci) stanowi maksymalne odchylenie parametru
rzeczywistego (przecigtnej wartoSci gornego i dolnego odczytu na skali), w kierunku dodatnim lub ujemnym, od linii
prostej poprowadzonej w taki sposéb, zeby maksymalne odchylenia zostaly wyréwnane i zminimalizowane.

»Sie¢ lokalnac (4, 5) oznacza system przesylania danych majacy wszystkie nastepujace cechy:

a.  umozliwiajacy bezposrednie polaczenie ze sobg dowolnej liczby niezaleznych »urzadzert do przetwarzania danyche;
oraz

b.  ograniczony w sensie geograficznym do pewnego obszaru o umiarkowanym zasiegu (np. biurowiec, zaklad,
miasteczko studenckie, magazyn).
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»Mierniki gradientu magnetycznego« (6) oznaczaja przyrzady do wykrywania zmian przestrzennych pdl magnetycznych ze
zrédel zewnetrznych w stosunku do przyrzadu pomiarowego. Skladajg si¢ z wielu »magnetometréw« i przynaleznych
uktadéw elektronicznych, stuzacych do pomiaru gradientu pola magnetycznego.

N.B.  Zob. réwniez »Miernik gradientu magnetycznego wlasciwegos.

»Magnetometry« (6) oznaczaja przyrzady do wykrywania pdl magnetycznych zrédel zewnetrznych wzgledem przyrzadu
pomiarowego. Skladaja si¢ z pojedynczego czujnika pola magnetycznego i odpowiedniego ukladu elektronicznego, na
ktorego wyjsciu jest warto$¢ mierzonego pola magnetycznego.

»Materialy odporne na korozyjne dzialanie UF4« (0) obejmujg miedz, stopy miedzi, stal nierdzewng, glin, tlenek glinu, stopy
glinu, nikiel lub stopy zawierajace 60 % masy lub wiecej niklu oraz fluorowane polimery weglowodorowe.

»Poziom obstugi I« (7) oznacza wykrycie awarii urzadzenia nawigacji inercyjnej w »statku powietrznyme« i jej
sygnalizowanie przez Jednostke Sterowania i Wyswietlania (CDU) lub komunikat statusowy z odpowiedniego poduktadu.
Na podstawie instrukcji producenta mozna zlokalizowaé przyczyny awarii na poziomie wadliwego funkcjonowania
liniowego elementu wymiennego (LRU). Nastepnie operator demontuje LRU i zastepuje go czeScig zapasowy.

»Poziom obstugi I« (7) oznacza przekazanie uszkodzonego LRU do warsztatu technicznego (u producenta lub operatora
odpowiedzialnego za obstuge techniczng na poziomie II). W warsztacie technicznym LRU poddaje si¢ testom za pomocg
réznych, odpowiednich do tego urzadzen, w celu sprawdzenia i lokalizacji uszkodzonego modutu zespotu dajacego si¢
wymieni¢ w warsztacie (SRA) odpowiedzialnego za awarie. Nastepnie demontuje si¢ wadliwy SRA i zastepuje go zespolem
zapasowym. Uszkodzony SRA (albo tez kompletny LRU) wysyla si¢ do producenta. Na »poziomie obstugi Il« nie przewiduje
si¢ demontazu ani naprawy wymienionych akcelerometréw ani tez czujnikéw zyroskopowych.

»Matryca« (1, 2, 8, 9) oznacza faz¢ o strukturze w zasadzie cigglej wypelniajacg przestrzen pomiedzy czastkami, wiskerami
lub wi6knami.

»Niepewno$¢ pomiarowa« (2) oznacza parametr charakterystyczny okreslajacy, na poziomie ufnodci 95 %, w jakiej
odlegtosci od wartosci prawidtowej lezy zmienna pomiarowa. W jego sklad wchodzg niedajgce si¢ skorygowaé odchylenia
systematyczne, niedajacy si¢ skorygowac luz oraz odchylenia losowe (zob. ISO 10360-2).

»Uktad mikrokomputerowy« (3) oznacza »monolityczny ukltad scalony« lub »wielouklad scalony«, w ktérego sktad wchodzi
jednostka arytmetyczno-logiczna (ALU) zdolna do realizacji instrukcji ogdlnych, zawartych w pamieci wewnetrznej, na
danych znajdujacych si¢ w pamieci wewnetrzne;.

N.B. Pamigé wewnetrzna moze by wspomagana przez pamiec zewngtrzng.

»Uktad mikroprocesorowy« (3) oznacza »monolityczny uklad scalony« lub »wielouklad scalony«, w ktérego sktad wchodzi
jednostka arytmetyczno-logiczna (ALU) zdolna do realizacji szeregu instrukcji ogdlnych zawartych w pamigci zewngtrzne;.

N.B.1. »Uklad mikroprocesorowy« zazwyczaj nie jest wyposazony w integralng pamig¢ dostepng dla uzytkownika, ale do realizacji jego
funkgji logicznych moze by¢ wykorzystywana pamig¢ istniejgca w mikrouktadzie.

N.B.2. Definicja ta obejmuje zespoty uktadéw przeznaczone do pracy razem, w celu realizacji funkcji »uktadu mikroprocesorowego«.

»Mikroorganizmy« (1, 2) oznaczajg bakterie, wirusy, mikoplazmy, riketsje, chlamydie lub grzyby, naturalne, wzmocnione
lub zmodyfikowane, w postaci »izolowanych zywych kultur« lub materialu zawierajgcego zywe organizmy, ktéry
rozmySlnie zaszczepiono lub zakazono takimi kulturami.

»Pociski rakietowe« (1, 2, 3, 6, 7, 9) oznaczajz kompletne systemy rakietowe i systemy bezzalogowych statkow
powietrznych, zdolne do przenoszenia fadunku uzytecznego o masie co najmniej 500 kg na odlegto$¢ co najmniej 300 km.

»Wloékno elementarne« (lub — wiékno) (1) oznacza najmniejszy inkrement widkna, zazwyczaj majacy Srednice kilku
mikrometrow.
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»Monolityczny uklad scalony« (3) oznacza polaczenie ‘elementéw obwodu’ czynnych lub biernych lub obu rodzajow,
o nastepujacych cechach charakterystycznych:

a.  jest uformowane technika dyfuzyjna, technikami implantacyjnymi lub technikami osadzania w pojedynczym
potprzewodzacym kawatku materiatu, tzw. chipie, lub na nim;

b.  mozna je traktowac jak element niepodzielny; oraz

c.  realizuje funkcjg(-e) obwodu.

N.B.  ‘Element obwodu’: pojedyncza czynna lub bierna funkcjonalna czgsé uktadu elektronicznego, np. jedna dioda, jeden tranzystor,
jeden rezystor, jeden kondensator itp.

»Monolityczny mikrofalowy uklad scalony« (MMIC) (3, 5) oznacza »monolityczny uktad scalony« dzialajacy w czestotli-
wosciach mikrofal i fal milimetrowych.

»Monospektralne czujniki obrazowe« (6) oznaczaja czujniki pozwalajace na zbieranie danych obrazowych z pojedynczego
pasma widma dyskretnego.

»Wielouktad scalony« (3) oznacza dwa lub wiecej »monolityczne uklady scalone, spojone ze wspélnym »podtozemc.

»Wielokanatowy przetwornik analogowo-cyfrowy (ADC)« (3) oznacza urzadzenia zawierajace wigcej niz jeden przetwornik
ADC, zaprojektowane w taki sposéb, by kazdy ADC mial odrgbne wejicie analogowe.

»Wielospektralne analizatory obrazowe« (6) umozliwiajg rownoczesne lub szeregowe odbieranie danych obrazowych
z dwoéch lub wiecej dyskretnych pasm spektralnych. Analizatory o wiecej niz dwudziestu dyskretnych pasmach
spektralnych s czasami nazywane hiperspektralnymi analizatorami obrazowymi.

»O niepowtarzajacych si¢ impulsach« (6) oznacza »lasery« wytwarzajace jeden impuls wyjsciowy lub »lasery«, w ktérych
odcinek czasowy migdzy impulsami wynosi powyzej jednej minuty.

»Uran naturalny« (0) oznacza uran zawierajacy mieszaning izotopoéw wystepujacych w naturze.

»Reaktor jadrowy« (0) oznacza kompletny reaktor zdolny do pracy w taki sposob, zeby mogla w nim przebiegal
kontrolowana, samopodtrzymujaca si¢ reakcja fancuchowa rozszczepiania. »Reaktor jadrowy« obejmuje wszystkie obiekty
znajdujace si¢ wewnatrz zbiornika reaktora lub bezposrednio przymocowane do niego, wyposazenie sterujace poziomem
mocy w rdzeniu oraz elementy, ktére zazwyczaj zawierajg chlodziwo pierwotne rdzenia reaktora lub wchodzg z nim
w bezposrednig styczno$¢ lub nim steruja.

»Sterowanie numeryczne« (2) oznacza automatyczne sterowanie procesem wykonywane przez urzadzenie korzystajace
z danych numerycznych zazwyczaj wprowadzanych podczas realizacji operacji (zob. ISO 2382:2015).

»Kod wynikowy« (UOdO) oznacza sprzetowo wykonywalng postal wygodnego wyrazenia jednego lub wigkszej liczby
proceséw (vkod Zrodlowy« (jezyk Zrédtowy)), ktére zostaly skompilowane przez system programowania.

»Eksploatacja, administrowanie lub utrzymywanie« )EAUX) (5) oznacza wykonywanie co najmniej jednego z nastgpujacych
zadan:

a.  utworzenie dowolnego z nast¢pujacych elementéw lub zarzadzanie nim:

1. konta lub uprawnienia uzytkownikéw lub administratoréw;

2. ustawienia danego przedmiotu; lub

3. dane uwierzytelniajace wykorzystywane w przypadku zadan opisanych w pkt a.1. lub a.2,;
b.  monitorowanie warunkéw pracy lub wydajnosci przedmiotu badz zarzadzanie nimi; lub

c.  zarzadzanie danymi logowania lub audytu wykorzystywane w przypadku dowolnych zadaf opisanych w pkt a.
lub b.;

Uwaga: »EAU« nie obejmuje Zadnego z nastepujgcych zadari lub powigzanych z nimi kluczowych funkdji zarzgdzania:

a.  udostgpniania lub ulepszania jakiejkolwiek funkcji kryptograficznej, ktdra nie jest bezposrednio powigzana
z tworzeniem danych uwierzytelniajgcych wykorzystywanych w przypadku zadari opisanych w pkt a.1. lub a.2. powyzej
lub z zarzgdzaniem nimi; ani

b.  realizowania jakiejkolwiek funkdji kryptograficznej w ramach warstwy przesybu danych produktu.
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»Optyczny uklad scalony« (3) oznacza »monolityczny uklad scalony« lub »hybrydowy uklad scalony«, zaopatrzony w co
najmniej jedna cze$¢ przeznaczong do dzialania jako fotoczujnik lub fotoemiter lub do wykonywania funkcji optycznych
lub elektrooptycznych.

»Pafistwo uczestniczace« (7, 9) oznacza kazde z panstw uczestniczacych w porozumieniu z Wassenaar (zob.
WWW.wassenaar.org).

»Moc szczytowa« (6) oznacza najwyzszy poziom mocy osiggany w »czasie trwania impulsu.

»Sie¢ o zasiegu osobistyme (5) oznacza system przesylania danych majacy wszystkie nastepujace cechy:

a.  umozliwiajacy bezposrednie polaczenie ze sobg dowolnej liczby niezaleznych »urzadzen do przetwarzania danyche;
oraz

b.  ograniczony do tgcznoéci miedzy urzadzeniami w bezposrednim sgsiedztwie fizycznym danej osoby lub kontrolera
urzadzen (np. pojedyncze pomieszczenie, biuro lub samochdd).

Uwaga techniczna:

Zasigg »sieci lokalnej« jest wigkszy niz obszar geograficzny oddziatywania »sieci o zasiggu osobistymc.

»Uprzednio separowany« (1) oznacza oddzielony dowolng technika, ktérej celem jest zwigkszenie zawartoci
kontrolowanego izotopu.

»Element o podstawowym znaczeniu« (4) w odniesieniu do kategorii 4 jest »elementem o podstawowym znaczenius, jezeli
warto$¢ jego wymiany stanowi ponad 35 % calkowitej wartosci systemu, w ktorego sklad wchodzi. Wartos¢ elementu jest
ceng placona za element przez producenta systemu lub przez firme montujacg system. Warto$¢ catkowita jest zwykla ceng
sprzedazy osobom postronnym w miejscu produkgji lub w miejscu przygotowywania wysylek towarow.

»Produkcja« (Wszystkie UOdT, UdT]) oznacza wszystkie etapy zwiazane z produkcja, takie jak: prace konstrukeyjne,
technologia produkcji, wytwarzanie, scalanie, montaz (sktadanie), kontrola, testowanie, zapewnienie jakosci.

»Urzadzenia produkcyjne« (1, 7, 9) oznaczaja oprzyrzadowanie, szablony, przyrzady obrébkowe, trzpienie, formy, matryce,
uchwyty, mechanizmy synchronizujace, urzadzenia testujgce, inne maszyny i ich czeéci skladowe, z ograniczeniem do
urzadzen specjalnie zaprojektowanych lub zmodyfikowanych z przeznaczeniem do »rozwoju« lub do jednej lub wigcej faz
»produkcjic.

»Instalacje produkcyjne« (7, 9) oznaczajg »urzadzenia produkcyjnec i specjalnie do nich opracowane oprogramowanie,
wbudowane w instalacje w celu »rozwoju« lub do jednej lub wigcej faz »produkcjic.

»Program« (1, 7) oznacza sekwencje instrukcji do realizacji procesu, majacg postaé wykonywalng lub dajaca sie
przeksztalci¢ na wykonywalng przez komputer elektroniczny.

»Kompresja impulséw« (6) oznacza kodowanie i przetwarzanie dtugiego impulsowego sygnatu radarowego na krétki, przy
zachowaniu korzysci wynikajacych z wysokiej energii impulsu.

»Czas trwania impulsu« (6) oznacza czas trwania impulsu »lasera« zdefiniowany jako czas uplywajacy migdzy momentami
osiggniecia polowy mocy przez zbocze narastajace i zbocze opadajace poszczegblnego impulsu.

»Kryptografia kwantowa« (5) oznacza grupe technik pozwalajacych uzyskiwaé wsp6lny klucz do celéw »kryptografiic
poprzez pomiar wlasno$ci kwantowych ukladu fizycznego (w tym wilasnosci fizycznych jawnie zaleznych od praw optyki
kwantowej, kwantowej teorii pola lub elektrodynamiki kwantowe;).

»Rozproszone widmo radarowe« (6) oznacza dowolng technike modulacji stuzacg do rozpraszania energii sygnalu
o stosunkowo waskim pasmie czestotliwosci na duzo szersze pasmo czgstotliwosci, za pomocg kodowania losowego lub
pseudolosowego.

»Czulo$¢ promieniowania« (6) oznacza czulo$¢ promieniowania (mA/W) = 0,807 x (dlugo$¢ fali w nm) x sprawnosé
kwantowa (QE).
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Uwaga techniczna:

Sprawnos¢ kwantowg wyraza sig zwykle w postaci procentowej; jednakze do celow niniejszego wzoru sprawnos¢ kwantowa wyrazona jest
jako liczba dziesigtna mniejsza niz jeden, np. 78 % to 0,78.

»Przetwarzanie w czasie rzeczywistyme (6) oznacza przetwarzanie danych przez system komputerowy, zapewniajace
zadany poziom realizacji zadan w funkcji dostepnych Srodkéw, w gwarantowanym czasie odpowiedzi, bez wzgledu na
obcigzenie systemu, kiedy jest on stymulowany przez wydarzenia zewnetrzne.

»Powtarzalno$é« (7) oznacza stopienl zgodnosci powtarzanych pomiaréw tej samej zmiennej w tych samych warunkach
operacyjnych w sytuacji, gdy pomig¢dzy pomiarami wystepuja zmiany warunkéw lub przerwy w dzialaniu (zob. IEEE
528-2001 (odchylenie standardowe wielkosci 1 sigmay)).

»Niezbedne« (UOdT 3, 5, 6, 7, 9) — w odniesieniu do »technologii« — dotyczy tylko tej czesci »technologii«, ktéra jest
szczegblnie odpowiedzialna za osiagniecie lub przekroczenie wartoéci parametréw, wiasciwosci lub funkcji objetych
kontrolg. Taka »niezbednac« »technologia« moze by¢ wspédlna dla réznych produktow.

»Srodek rozpraszania thumue (1) oznacza substancje, ktére w warunkach uzycia dla rozproszenia thumu szybko wywoluja
u ludzi podraznienie receptoréw zmystéw lub psychiczny efekt unieszkodliwienia, znikajacy po krétkim czasie od
usunigcia przyczyny.

Uwaga techniczna:

Gazy tzawigce stanowig podzbiér »$rodkéw rozpraszania thimu.

»Robot« (2, 8) oznacza mechanizm manipulacyjny poruszajacy si¢ po Sciezce cigglej lub od punktu do punktu, mogacy
korzystaé z »czujnikéw« i majgcy wszystkie nastepujace cechy:

a.  jest wielofunkcyjny;

b.  ma mozliwo$¢ ustawiania w odpowiednim polozeniu lub orientowania przestrzennego materiatéw, czesci, narzedzi
lub urzadzen specjalnych poprzez wykonywanie zmiennych ruchéw w przestrzeni tréjwymiarowej;

c.  jest wyposazony w trzy lub wigkszg liczb¢ mechanizméw wspomagajacych, m.in. silnikéw krokowych, pracujacych
w obwodzie zamknigtym lub otwartym; oraz

d. ma »mozliwo$¢ programowania przez uzytkownika« metoda uczeniajodtwarzania lub za pomocg komputera
elektronicznego, ktéry moze by¢ programowanym sterownikiem logicznym, tj. bez ingerencji mechanicznej.

N.B.  Ninigjsza definicja nie obejmuje kontrolg nastgpujgcych urzgdzen:
1. mechanizméw poruszanych wylgcznie recznie lub zdalnie przez operatora;

2. mechanizméw manipulacyjnych o ustalonej sekwencji ruchéw, bedgcych urzgdzeniami  zautomatyzowanymi,
realizujgcymi zaprogramowane mechanicznie, z gory ustalone ruchy. Program jest ograniczony mechanicznie za
pomocg ustalonych ogranicznikéw, np. sworzni lub krzywek. Kolejnos¢ ruchéw oraz wybér drogi lub kgtéw nie sg
zmienne ani zmienialne za pomocg Srodkéw mechanicznych, elektronicznych lub elektrycznych;

3. mechanizméw manipulacyinych o ustalonej sekwencji ruchéw, bedgcych urzgdzeniami zautomatyzowanymi,
realizujgcymi zaprogramowane mechanicznie, z gory ustalone ruchy. Program jest ograniczony mechanicznie za
pomocg ustalonych, chol nastawnych, ogranicznikow, np. sworzni lub krzywek. Kolejnos¢ ruchow oraz wybér drogi lub
kgtéw sq zmienne w ramach ustalonego schematu programowego. Zmian lub modyfikacji schematu programowego
(np. zmiany kotkéw lub wymiany krzywek) w jednej lub kilku osiach wspétrzednych dokonuje sie wytgcznie na drodze
dziatari mechanicznych;

4. mechanizméw manipulacyjnych bez wspomagania, o zmiennej sekwencji ruchéw, bedgcych urzgdzeniami zautomaty-
zowanymi, realizujgcymi zaprogramowane mechanicznie ruchy. Program jest zmienny, ale sekwencja jest realizowana
wylgcznie za pomocg sygnatu binarnego z elektrycznych urzgdzen binarnych o ustalonym mechanicznie potozeniu lub
nastawnych ogranicznikéw;

5. zurawi do stertowania, definiowanych jako systemy manipulatoréw dziatajgce w kartezjariskim ukladzie wspéhrzgdnych,
produkowanych jako integralne czgsci pionowych zespotéw do siloséw, i stuzgce do uzyskiwania dostgpu do zawartosci
tych silosow w celu skfadowania lub wyjmowania.
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»Rowing« (1) oznacza wigzke (zazwyczaj 12-120 szt.) uporzadkowanych w przyblizeniu rownolegle ‘skretek’.
N.B.  ‘Skretka’ oznacza wigzke »widkien elementarnych« (zazwyczaj ponad 200) uporzgdkowanych w przyblizeniu réwnolegle.

»Czestotliwo$¢ probkowania« (3) w odniesieniu do przetwornika analogowo-cyfrowego (ADC) oznacza maksymalng liczbe
probek, ktére s3 mierzone na wejSciu analogowym w czasie jednej sekundy, z wyjatkiem nadprobkowych ADC.
W przypadku nadprébkowych ADC »czgstotliwo$¢ prébkowania« przyjmuje si¢ za czestotliwosé stowa wyjsciowego.
»Czestotliwo$¢ probkowania« moze by¢ réwniez czestotliwoscia probkowania okrelang zwykle w megaprébkach na
sekunde (MSPS) lub gigaprobkach na sekunde (GSPS) lub wspélczynnikiem przeksztalcania okre§lanym zwykle
w hercach (Hz).

»Satelita« (5, 9) oznacza »statek kosmicznyx, inny niz »pojazd kosmiczny«, zaprojektowany do dziatania na orbicie wokot
Ziemi lub innego ciala niebieskiego; »satelity« obejmujg orbitalne stacje kosmiczne.

»System nawigacji satelitarnej« (5, 7) oznacza system obejmujacy stacje naziemne, konstelacje »satelitow« i odbiorniki, ktére
umozliwiaja obliczanie lokalizacji odbiornikéw na podstawie sygnaléw otrzymywanych z »satelitéw«. Obejmuje on
globalne systemy nawigacji satelitarnej (GNSS) oraz regionalne systemy nawigacji satelitarnej (RNSS).

»Wspolczynnik skalowania (Zyroskopu lub akcelerometru)« (7) oznacza stosunek zmiany wartosci wyjsciowej do zmiany
warto$ci wejsciowej, ktéra ma by¢ mierzona. Wspétczynnik skalowania jest na ogdl szacowany jako nachylenie linii
prostej, ktéra mozna poprowadzi¢ metoda najmniejszych kwadratéw pomiedzy punktami okreSlajacymi parametry
wejsciowe/wyjsciowe, uzyskanymi poprzez cykliczng zmiang parametréw wejsciowych w przedziale ich wartosci.

»Analizatory sygnaléw« (3) oznaczajg urzadzenia do pomiaru i pokazywania podstawowych parametréw sygnatéw o jednej
czestotliwosci, bedgcych sktadowymi sygnatéw wieloczestotliwosciowych.

»Przetwarzanie sygnaléwe (3, 4, 5, 6) oznacza przetwarzanie sygnalow zawierajacych informacje, uzyskanych ze zrédet
zewnetrznych, za pomocg algorytméw, takich jak kompresja czasu, filtrowanie, ekstrahowanie, selekcja, korelacja,
splatanie lub przemieszczanie pomigdzy domenami (np. za pomocy szybkiej transformacji Fouriera lub transformaciji
Walsha).

»Oprogramowanie« (cala UOdO) oznacza zbiér jednego lub wigkszej liczby »programéw« lub ‘mikroprograméw’,
utrwalony na dowolnym materialnym nosniku.

N.B.  ‘Mikroprogram’ oznacza sekwencje elementarnych instrukcji, przechowywanych w specjalnej pamigci, realizowanych po
wprowadzeniu do rejestru instrukcji specjalnej dla niej instrukcji odwolania.

»Kod Zrédlowye« (lub jezyk Zrédlowy) (6, 7, 9) oznacza wygodny spos6b wyrazenia jednego lub kilku proceséw, ktory moze
by¢ przeksztalcony przez system programowania w posta dajacg si¢ wykona¢ na urzadzeniu (vkod wynikowy« (lub jezyk

wynikowy)).

»Statek kosmiczny« (5, 9) oznacza jednostke zaprojektowang do dzialania, pozostawania lub przemieszczania sig
w przestrzeni kosmicznej jako »satelita«, »sonda kosmiczna« lub »pojazd kosmiczny«.

Uwaga: »Statek kosmiczny« nie obejmuje lgdownikéw, lazikow ani innych jednostek przeznaczonych wylgeznie do dziatania na
powierzchni, pod powierzchnig lub w atmosferze ciata niebieskiego, ani »statkéw suborbitalnyche.

»Modut tadunkowy statku kosmicznego« (9) oznacza urzadzenie, ktére stanowi strukture nosna »statku kosmicznego«
i zapewnia miejsce dla »sprzetu stuzacego do wykonania misji statku kosmicznegoc.

»Sprzet stuzacy do wykonania misji statku kosmicznego« (9) oznacza sprzet zaprojektowany do umieszczenia w »module
fadunkowym statku kosmicznego« i wykonania misji w kosmosie lub umozliwienia »statkowi kosmicznemu« wykonania

jego misji (np. wyposazenie komunikacyjne, obserwacyjne, naukowe, urzadzenia transportowe).

Uwaga techniczna:

»Sprzet stuzgcy do wykonania misji statku kosmicznego« nazywany jest czasem tadunkiem uzytecznym statku kosmicznego.
przg gcy do wy ] 4 ywany | Zyteczy 24

»Sonda kosmiczna« (9) oznacza »statek kosmiczny« inny niz »satelita« lub »pojazd kosmiczny«, zaprojektowany bez
mozliwosci powrotu na Ziemie.
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»Pojazd kosmiczny« (9) oznacza »statek kosmiczny« przeznaczony do transportu ladunku lub pasazerow.
Uwaga: »Pojazdy kosmiczne« obejmujg jednostki zaprojektowane do bezpiecznego powrotu na Ziemie.

»Klasy kosmicznej« (3, 6, 7) - odnosi si¢ do produktéw zaprojektowanych, wykonanych lub po pomyslnych testach
zakwalifikowanych do uzycia na wysokosci powyzej 100 km nad powierzchnig Ziemi.

N.B.  Stwierdzenie na podstawie testu, ze konkretny przedmiot jest »klasy kosmicznej«, nie oznacza, ze inne przedmioty z tej samej
partii produkcyjnej lub serii modelu sg »klasy kosmicznej, jezeli nie przeszly one indywidualnych testow.

»Specjalny material rozszczepialny« (0) oznacza pluton-239, uran-233, »uran wzbogacony w izotopy 235 lub 233« oraz
dowolne zawierajace je materialy.

»Modut wlasciwy« (0, 1, 9) oznacza modul Younga w paskalach (1 paskal = 1 N/m? podzielony przez cigzar wlasciwy w N/
m?, mierzony w temperaturze (296 + 2) K ((23 = 2) 'C) i przy wilgotnosci wzglednej (50 * 5) %.

»Wytrzymalto$¢ wlaSciwa na rozcigganie« (0, 1, 9) oznacza wytrzymalo§¢ na rozcigganie w paskalach (1 paskal = 1 N/m?)
podzielong przez cigzar wlasciwy w N/m?, mierzong w temperaturze (296 + 2) K (23 + 2) 'C) i przy wilgotnosci wzglednej
(50  5) %.

»Zyroskopy wirujace« (7) to zyroskopy wykorzystujace stale obracajaca si¢ mas¢ do wykrywania ruchu obrotowego.

»Widmo rozproszone« (5) oznacza technike stuzaca do rozpraszania energii sygnatlu o stosunkowo waskim pa$mie
czestotliwosci na duzo szersze widmo energii.

Radar o »widmie rozproszonyme (6) - zob. »Rozproszone widmo radarowex.

»Stabilno$¢« (7) oznacza odchylenie standardowe (1 sigma) zmiennosci danego parametru od jego warto$ci wzorcowej
zmierzonej w ustalonych warunkach temperaturowych. Mozna ja wyraza¢ w funkcji czasu.

»Panstwa (nie)bedace stronami konwencji o zakazie broni chemicznej« (1) sg to te panstwa, w ktérych Konwencja o zakazie
rozwijania, produkji, skladowania i stosowania broni chemicznej (nie) weszla w Zycie (zob. www.opcw.org).

»Tryb stanu ustalonego« (9) oznacza warunki dzialania silnika, w ktérych parametry silnika, takie jak ciag/moc, liczba
obrotéw na minute i inne, nie wykazuja znaczacych wahan, jezeli temperatura powietrza i ci$nienie u wlotu silnika s stale.

»Silne polaczenie mechaniczne« (9) oznacza polaczenie o wytrzymaltoSci wigzania rownej lub wickszej niz wytrzymalosé
paliwa.

»Statek suborbitalny« (9) oznacza statek posiadajacy wyposazenie przeznaczone do transportu oséb lub fadunku,
zaprojektowany do:

a.  dzialania ponad stratosfers;
b.  wykonywania wylacznie lotéw po trajektorii nicorbitalnej; oraz

c.  ladowania powrotnego na Ziemi w sposéb bezpieczny dla ludzi i fadunku.

»Podloze« (3) oznacza plytke materialu gléwnego z naniesionymi polaczeniami lub bez nich, na ktérej lub wewnatrz ktorej
mozna umieszczaé ‘elementy dyskretne’ lub uklady scalone.

N.B.1. ‘Element dyskretny’: oddzielnie obudowany ‘element obwodu’ z wlasnymi koricowkami wyjsciowymi.

N.B.2. ‘Element obwodu’: pojedyncza czynna lub bierna funkcjonalna czes¢ uktadu elektronicznego, np. jedna dioda, jeden tranzystor,
jeden rezystor, jeden kondensator itp.

22/251 ELL http://data.europa.eu/elijreg_del/2025/2003/oj


www.opcw.org

DzU. L z 14.11.2025 PL

»Polprodukt podlozy« (3, 6) oznacza material monolityczny o wymiarach umozliwiajacych wytworzenie z niego
elementéw optycznych, takich jak zwierciadla lub okienka optyczne.

»Podjednostka toksyny« (1) oznacza strukturalnie i funkcjonalnie oddzielny sktadnik »toksynyx.

»Nadstopy« (2, 9) oznaczajg stopy na osnowie niklu, kobaltu lub zelaza, ktorych trwalo$¢ w prébie pelzania do zerwania
przekracza 1 000 godzin przy naprezeniu 400 MPa, a wytrzymalo$¢ na rozcigganie przekracza 850 MPa, w temperaturze
922 K (649 °C) lub wyzszej.

»Nadprzewodniki« (1, 3, 5, 6, 8) oznaczaja materialy, tj. metale, stopy lub zwiazki, ktére moga catkowicie straci¢ swoja
opornoé¢, tj. ktére moga uzyskal nieskoficzong przewodno$¢ elektryczng i przewodzi¢ prad elektryczny o bardzo
wysokich natezeniach bez wytwarzania ciepla Joule’a.

N.B.  »Nadprzewodzgcy« stan materiatu jest indywidualnie scharakteryzowany »temperaturg krytycznge, krytycznym polem
magnetycznym, bedgcym  funkcjg temperatury, oraz krytyczng gestoscig prgdu, ktora jest funkcg zaréwno pola
tmagnetycznego, jak i temperatury.

»Laser o super wysokiej mocy« (»SHPL«) (6) oznacza »laser«, ktéry moze dostarczy¢ energie wyjsciowa (catkowitg lub
czeSciowa) powyzej 1 kJ w ciggu 50 ms, lub taki, ktérego moc przecigtna lub moc w przypadku fali ciaglej wynosi
powyzej 20 kW.

»Formowanie w stanie nadplastycznyme (1, 2) oznacza technike odksztalcania termicznego metali, ktérych wydluzenie
catkowite do zerwania, mierzone w temperaturze pokojowej tradycyjnymi technikami badania wytrzymalosci na
rozcigganie, w normalnych warunkach, jest bardzo male (ponizej 20 %); jej celem jest co najmniej dwukrotne
powiekszenie tych warto$ci podczas obrébki.

»Tamac (1) oznacza material zbudowany z przeplatanych lub jednakowo ukierunkowanych »wi6kien elementarnyche,
‘skretek’, »rowing6we, »kabli« lub »przedz« itp., zazwyczaj impregnowany zywica.

N.B.  ‘Skretka’ oznacza wigzke »widkien elementarnych« (zazwyczaj ponad 200) uporzgdkowanych w przyblizeniu réwnolegle.

»Technologia« (wszystkie UOdT UdT]J) oznacza specyficzny rodzaj informacji, niezbedny do »rozwoju«, »produkcjic lub
»uzytkowania« danego wyrobu. Informacja ta ma posta¢ ‘danych technologicznych’ lub ‘pomocy technicznej’.

N.B.1. ‘Pomoc techniczna’ moze przybieral takie formy, jak: przekazanie instrukgji, umiejetnosci, szkolenie, przekazanie wiedzy na
temat eksploatacji oraz ustugi konsultacyjne i moze obejmowac transfer ‘danych technologicznych’.

N.B.2. ‘Dane technologiczne’ mogg mie¢ formg odbitek, plandw, wykresow, modeli, wzordw, algorytmow, tabel, projektéw
technicznych i opisow, podrecznikow i instrukcji w formie pisemnej lub zarejestrowanej na innych nosnikach lub urzgdzeniach,
takich jak dyski, tasmy, pamigci wylgcznie do odczytu.

»Wrzeciono wahliwe« (2) oznacza wrzeciono (uchwyt) do narzedzi, zmieniajace podczas procesu obrdbki polozenie
katowe swojej osi wzgledem dowolnej innej osi.

»Stala czasowa« (6) oznacza czas, ktéry uplywa od pojawienia si¢ bodZca §wietlnego do momentu, kiedy prad wzrosnie do
wartoS$ci rownej wielkosci korficowej pomnozonej przez 1-1/e (tj. 63 % wartosci koficowej).

»Czas do ustalenia warunk6éw rejestracjic (6) (nazywany réwniez czasem reakcji grawimetru) oznacza czas, w ktérym
zredukowane zostaja zakldcajace skutki przyspieszenn wywolanych przez platforme (szum o wysokiej czgstotliwosci).

»Bandaz« (9) oznacza element sktadowy pierscienia stacjonarnego (jednolity lub o budowie segmentowej) zamocowany na
powierzchni wewnetrznej korpusu turbiny lub element znajdujacy si¢ na koficéwee topatki turbiny, ktéry stuzy przede
wszystkim jako uszczelnienie gazodynamiczne miedzy elementami stacjonarnymi a wirujgcymi.

»Kompleksowe sterowanie lotem« (7) oznacza automatyczne sterowanie zmiennymi stanu »statku powietrznego« i toru lotu
dla zrealizowania zadania bojowego odpowiednio do zmian w czasie rzeczywistym danych dotyczacych celu, zagrozen lub
innych »statkéw powietrznyche.
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»Calkowita szybkos¢ transmisji danych cyfrowych« (5) oznacza liczbe bitéw, lacznie z bitami kodowymi linii, bitami
nieinformacyjnymi i podobnymi, przeplywajacych w jednostce czasu pomigedzy odpowiednimi urzadzeniami w cyfrowym
systemie transmisji.

N.B.  Zob. takze »szybkos¢ transmisji danych cyfrowyche.
»Kabel« (1) oznacza wigzke »wldkien elementarnyche, zazwyczaj uporzadkowanych w przyblizeniu réwnolegle.

»Toksyny« (1, 2) oznaczajg toksyny w postaci celowo wyizolowanych preparatéw lub mieszanek, bez wzgledu na sposéb
produkgji, rézne od toksyn istniejacych jako zanieczyszczenia innych materialéw, takich jak prébki patogenne, plony,
zywno$¢ lub posiewy »mikroorganizméwe.

»Przestrajalno$é« (6) oznacza zdolno$¢ »lasera« do wytwarzania ciaglego sygnatlu wyjsciowego we wszystkich dlugosciach
fal w przedziale kilku przejs¢ »laserowyche. »Laser« z selekcja liniowa wytwarza dyskretne dtugosci fal w ramach jednego
przejscia »laserowego« i nie jest uwazany za »przestrajalnyc.

»Jednokierunkowa powtarzalno$¢ pozycjonowania« (2) oznacza mniejszg z wartoSci RT i Ry (do przodu i wstecz)
pojedynczej osi obrabiarki, jak okreslono w pkt 3.21 normy ISO 230-2:2014 lub jej odpowiednika krajowego.

»Bezzalogowy statek powietrzny« (\UAV«) (9) oznacza kazdy statek powietrzny zdolny do wzniesienia si¢ w powietrze
i kontynuowania kontrolowanego lotu i nawigacji bez obecnosci ludzi na pokladzie.

»Uran wzbogacony w izotopy 235 lub 233« (0) oznacza uran zawierajacy izotopy 235 lub 233 w takich ilociach, ze
stosunek lacznej zawartosci tych izotopéw do izotopu 238 jest wigkszy niz stosunek zawartosci izotopu 235 do izotopu
238 wystepujacy w naturze (stosunek izotopowy 0,71 procent).

»Uzytkowanie« (wszystkie UOdT UdTJ) oznacza eksploatacje, instalowanie (facznie z instalowaniem na miejscu),
konserwacje (kontrolg), naprawe, remonty i modernizacje.

»Mozliwo$¢ programowania przez uzytkownika« (6) oznacza mozliwo$¢ wprowadzania, modyfikacji lub wymiany
»sprograméwe przez uzytkownika na innej drodze niz poprzez:

a.  fizyczna modyfikacje okablowania lub polaczen; lub

b.  ustawianie sterowania funkcjami, w tym wprowadzanie parametrow.

»Szczepionka« (1) oznacza produkt leczniczy w postaci wyrobu farmaceutycznego, w odniesieniu do ktérego wladze kraju
produkgji lub kraju stosowania wydaly zezwolenie na wprowadzanie do obrotu lub na prowadzenie badan klinicznych,
a ktéry wprowadzony do ustroju ludzkiego lub zwierzecego ma za zadanie wytworzenie w nim ochronnej odpornosci
immunologicznej w celu zapobiegania chorobom.

»Elektroniczne urzadzenia prézniowe« (3) oznaczajg urzadzenia elektroniczne oparte na interakcji wiazki elektronéw z falg
elektromagnetyczng rozchodzacg si¢ w obwodzie prézniowym lub wspéldzialajace z prézniowymi rezonatorami
wnekowymi o czestotliwoéci radiowej. »Elektroniczne urzadzenia prézniowe« obejmuja klistrony, lampy o fali biezacej
iich pochodne.

»Ujawnianie luk w zabezpieczeniach« (4) oznacza proces stwierdzenia i zgloszenia luki w zabezpieczeniach, informowania
o takiej luce oraz analizy takiej luki z osobami lub organizacjami odpowiedzialnymi za prowadzenie lub koordynacje
dzialaf zaradczych w celu usunigcia luki.

»Sprawnos¢ catkowita« (6) oznacza stosunek mocy wyjsciowej »lasera« (lub »$redniej mocy wyjsciowej«) do catkowitej mocy
wejéciowej wymaganej do funkcjonowania »lasera, w tym zasilania/kondycjonowania mocy oraz kondycjonowania
termicznego/wymiennika ciepla.

»Przedza« (1) oznacza wiazke skreconych ‘skretek’.

N.B.  ‘Skretka’ oznacza wigzke »wiékien elementarnych« (zazwyczaj ponad 200) uporzgdkowanych w przyblizeniu réwnolegle.
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CZESC I

Kategoria 0

KATEGORIA 0 - MATERIALY, INSTALACJE I URZADZENIA JADROWE

0A Systemy, urzadzenia i czesci sktadowe

0A001 Nastepujgce »reaktory jadrowe« oraz specjalnie zaprojektowane lub przystosowane do uzytkowania z nimi
urzadzenia i podzespoly:

a.

b.

»reaktory jadrowes;

metalowe zbiorniki lub gléwne prefabrykowane czesci do nich, w tym gérne pokrywy zbiornika
ci$nieniowego reaktora, specjalnie zaprojektowane lub przystosowane do umieszczania w nich rdzenia
»reaktora jadrowegoc;

urzadzenia manipulacyjne specjalnie zaprojektowane lub przystosowane do zaladunku i wyladunku
element6éw paliwowych »reaktoréw jadrowyche

prety regulacyjne specjalnie zaprojektowane lub przystosowane do sterowania procesem rozszczepienia
w oreaktorze jadrowyme, odpowiednie elementy nosne lub zawieszenia, mechanizmy napedu oraz
prowadnice rurowe do pretéw regulacyjnych;

przewody ci$nieniowe reaktora specjalnie zaprojektowane lub wykonane z przeznaczeniem zaréwno na
elementy paliwowe, jak i chlodziwo w »reaktorze jadrowyme;

rury (lub zespoly rur) z cyrkonu metalicznego lub jego stopéw specjalnie zaprojektowane lub wykonane
z przeznaczeniem do zastosowania jako okladzina paliwa w »reaktorach jadrowych«, w iloSciach
przekraczajacych 10 kg;

N.B. W przypadku rur cisnieniowych z cyrkonu zob. 0A001.e, zas w przypadku rur calandrii zob. 0A001.h.

pompy pierwotnego obiegu lub pompy cyrkulacyjne specjalnie zaprojektowane lub wykonane
z przeznaczeniem do przetaczania chlodziwa w »reaktorach jadrowyche

‘zespoly wewnetrzne reaktora’ specjalnie zaprojektowane lub wykonane z przeznaczeniem do pracy
w oreaktorze jadrowyme, w tym elementy no$ne rdzenia, kanaly paliwowe, rury calandrii, ostony
termiczne, przegrody, siatki dystansujace rdzenia i plyty rozpraszajace;

Uwaga techniczna:

W pozycji 0A001.h ‘zespoly wewngtrzne reaktora’ oznaczajg dowolng wigkszg strukturg wewngtrz zbiornika reaktora
wypetniajgcg jedng lub wigcej funkdji, takich jak podtrzymywanie rdzenia, utrzymywanie osiowania elementow
paliwowych, kierowanie przeplywem chlodziwa w obiegu pierwotnym, zapewnienie oston radiacyjnych zbiornika
reaktora i oprzyrzgdowania wewngtrzrdzeniowego.

wymienniki ciepla, takie jak:

1. wytwornice pary specjalnie zaprojektowane lub przystosowane do obiegu pierwotnego lub
posredniego »reaktora jadrowegoc

2. inne wymienniki ciepla specjalnie zaprojektowane lub przystosowane do stosowania w obiegu
pierwotnym »reaktora jadrowego«;

Uwaga: Pozycja 0A001.i nie obejmuje kontroli wymiennikéw ciepta w systemach wspierajgcych reaktora, np. systemie
chlodzenia awaryjnego lub systemie odprowadzania ciepta powytgczeniowego.

detektory neutronéw specjalnie zaprojektowane lub przystosowane do okreSlania poziomu strumienia
neutronéw wewngatrz rdzenia »reaktora jadrowegoc;

‘zewnetrzne tarcze termiczne’ specjalnie zaprojektowane lub przystosowane do uzytku w »reaktorach
jadrowych« w celu zmniejszenia strat ciepla oraz ochrony zbiornika.

Uwaga techniczna:

W pozycji 0A001.k ‘zewngtrzne tarcze termiczne’ oznaczajg duzego rozmiaru struktury umieszczone nad zbiornikiem
reaktora, stuzgce do ograniczania strat ciepta z reaktora i do zmniejszania temperatury wewngtrz zbiornika.
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OB Urzadzenia testujace, kontrolne i produkcyjne

0B001 Nastepujace instalacje do separacji izotopéw z »uranu naturalnego«, »uranu zubozonego« lub »specjalnych
materialow rozszczepialnyche oraz urzadzenia specjalnie do nich zaprojektowane lub wykonane:

a.  nastepujace instalacje specjalnie zaprojektowane do separacji izotopéw »uranu naturalnego«, »uranu
zubozonego« lub »specjalnych materialéw rozszczepialnych«:

1.
2.

8.
9.

instalacje do rozdzielania gazéw metodg wirowania;

instalacje do dyfuzyjnego rozdzielania gazéw;

instalacje do rozdzielania metodami aerodynamicznymi;

instalacje do rozdzielania metodami wymiany chemicznej;

instalacje do rozdzielania metodg wymiany jonowej;

instalacje do rozdzielania izotopéw w postaci par metalu za pomocg »laseréwe;
instalacje do rozdzielania izotopéw w postaci molekularnej za pomocg »laseréwe
instalacje do rozdzielania metodami plazmowymi;

instalacje do rozdzielania metodami elektromagnetycznymi;

b.  nastepujace wiréwki gazowe oraz zespoly i urzadzenia, specjalnie zaprojektowane lub wykonane do
stosowania w procesie rozdzielania wiréwka gazowa:

Uwaga techniczna:

W pozycji 0BOO1.b ‘materiat o wysokim stosunku wytrzymalosci mechanicznej do gestosci’ oznacza ktdrekolwiek
z ponizszych:

1.
2.

stal maraging o wytrzymatosci na rozcigganie réwnej 1,95 GPa lub wigkszej;
stopy glinu o wytrzymatosci na rozcigganie rownej 0,46 GPa lub wigkszej; lub

»materiaty wiékniste lub widkienkowe« o »module whasciwym« powyzej 3,18 x 10° m i »wytrzymalosci whasciwej
na rozcigganie« powyzej 7,62 x 10* m;

wiréwki gazowe;
kompletne zespoty wirnikow;

cylindryczne zespoly wirnikéw o grubosci 12 mm lub mniejszej, $rednicy od 75 mm do 650 mm,
wykonane z ‘materialéw o wysokim stosunku wytrzymato$ci mechanicznej do gestosci’;

pierScienie lub mieszki ze $ciankami o grubosci 3 mm lub mniejszej i $rednicy od 75 mm do 650 mm
przeznaczone do lokalnego osadzenia cylindra wirnika lub do polgczenia ze sobg wielu cylindrow
wirnikéw, wykonane z ‘materialéw o wysokim stosunku wytrzymatosci mechanicznej do gestosci’;

deflektory o $rednicy od 75 mm do 650 mm przeznaczone do instalowania wewnatrz cylindra
wirnika odsrodkowego, wykonane z ‘materialéw o wysokim stosunku wytrzymato$ci mechanicznej
do gestoscei’;

pokrywy gérne lub dolne o $rednicy od 75 mm do 650 mm pasujace do koncéw cylindra wirnika,
wykonane z ‘materialéw o wysokim stosunku wytrzymatosci mechanicznej do gestosci;

nastepujace tozyska na poduszce magnetycznej:

a.  zespoly lozysk skladajace si¢ z pierScieniowego magnesu zawieszonego w obudowie wykonanej
z »materialéw odpornych na korozyjne dzialanie UFg« lub chronionej takimi materiatami,
zawierajacej wewnatrz czynnik thumigcy i posiadajace magnes sprz¢zony z nabiegunnikiem lub
drugim magnesem osadzonym w pokrywie gornej wirnika;

b.  aktywne lozyska magnetyczne specjalnie zaprojektowane lub wykonane do stosowania
w wiréwkach gazowych;

specjalnie wykonane tozyska skladajace si¢ z zespotu czop-panewka osadzonego na amortyzatorze;
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9.

10.

11.

12.

13.

14.

pompy molekularne zawierajace cylindry z wewnetrznymi, obrobionymi technikg skrawania lub
wytloczonymi, spiralnymi rowkami i wewngtrznymi wywierconymi otworami;

pierScieniowe stojany do wysokoobrotowych wielofazowych silnikéw histerezowych (lub
reluktancyjnych) do pracy synchronicznej w prézni z czgstotliwoscig 600 Hz lub wigksza i mocg 40
woltoamperéw lub wigksza;

obudowy (komory) wirdéwek, w ktérych znajdujg si¢ zespoly wirnikéw cylindrycznych wiréwki
gazowej, skladajace sie ze sztywnego cylindra ze $ciankami o grubosci do 30 mm z precyzyjnie
obrobionymi koficami, ktére s3 réwnoleglte do siebie i prostopadle do osi wzdluznej cylindra
w zakresie 0,05 ° lub mniej;

zbieraki skladajace si¢ ze specjalnie zaprojektowanych lub przystosowanych rurek, przeznaczone do
ekstrahowania gazowego UFs z wirnika na zasadzie rurki Pitota, ktére moga by¢ zamocowane
w centralnym ukladzie ekstrakcji gazu;

przemienniki czestotliwosci (konwertery lub inwertery) specjalnie zaprojektowane lub wykonane
z przeznaczeniem do zasilania stojanéw silnikéw wiréwek gazowych do wzbogacania, posiadajace
wszystkie nastepujace cechy charakterystyczne i specjalnie do nich zaprojektowane podzespoly:

a.  wyjscie wielofazowe o czgstotliwosci 600 Hz lub wigkszej; oraz
b.  wysoka stabilno$¢ (z regulacja czestotliwosci z doktadnoscig lepszg niz 0,2 %);
nastepujace zawory odcinajace i sterujace:

a.  zawory odcinajgce specjalnie zaprojektowane lub przystosowane do pracy z surowcem,
produktem lub frakcjami koficowymi ze strumieni zawierajacych UF4 poszczegdlnych wiréwek

gazowych;

b.  zawory mieszkowe odcinajgce lub sterujace o $rednicy wewnetrznej od 10 mm do 160 mm
wykonane z »materialéw odpornych na korozyjne dzialanie UFs« lub chronione takimi
materiatami, specjalnie zaprojektowane lub przystosowane do uzytku w gléwnych
i pomocniczych ukladach zakladéw wzbogacania stosujacych wiréwki gazowe;

c.  nastepujgce urzadzenia i podzespoly specjalnie zaprojektowane lub wykonane z przeznaczeniem do
procesu rozdzielania metodg dyfuzji gazowej:

1.

przegrody do dyfuzji gazowej wykonane z porowatych metalowych, polimerowych lub ceramicznych
»materialéw odpornych na korozyjne dzialanie UF«, posiadajace pory o Srednicach od 10 do 100 nm,
grubo$¢ 5 mm lub mniejszg oraz, w przypadku elementow cylindrycznych, $rednice 25 mm lub
mniejsza;

obudowy dyfuzoréw gazowych wykonane lub chronione »materialami odpornymi na korozyjne
dzialanie UFg;

sprezarki lub dmuchawy do gazéw o objetosciowej pojemnosci ssania UFs wynoszacej 1 m’/min lub
wigcej, o ci$nieniu wylotowym do 500 kPa oraz stosunku ci$nienia 10:1 lub mniejszym, wykonane
z »materialéw odpornych na korozyjne dziatanie UFs« lub chronione takimi materiatami;

uszczelnienia wirujgcych waléw sprezarek lub dmuchaw wymienionych w pozycji 0B001.c.3.,
skonstruowane w taki sposéb, zeby objetosciowe natezenie przeplywu gazu buforowego przez
nieszczelnosci wynosito ponizej 1 000 cm?/min;

wymienniki ciepla wykonane z »materialéw odpornych na korozyjne dzialanie UF4« lub chronione
takimi materialami, zaprojektowane do pracy z natezeniem przeplywu przez nieszczelnosci na
poziomie mniejszym niz 10 Pa na godzing przy réznicy ci$nie rzgdu 100 kPa;

zawory mieszkowe odcinajgce lub sterujace, obstugiwane recznie lub automatycznie, wykonane
z »materialéw odpornych na korozyjne dziatanie UF4« lub chronione takimi materiatami;

d.  nastgpujace urzadzenia i podzespoly specjalnie zaprojektowane lub wykonane z przeznaczeniem do
procesu rozdzielania metodami aerodynamicznymi:

1.

dysze separujgce skladajace si¢ ze szczelinowych zakrzywionych kanaléw o promieniu krzywizny
ponizej 1 mm, odporne na korozyjne dzialanie UF,, zawierajagce w Srodku ostre krawedzie
rozdzielajace gaz plynacy w dyszach na dwa strumienie;

cylindryczne lub stozkowe rury (rurki wirowe) wykonane z »materialéw odpornych na korozyjne
dziatanie UF4« lub tez zabezpieczone takimi materialami, majace co najmniej jeden wlot styczny;
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3. sprezarki lub dmuchawy do gazéw wykonane z »materialéw odpornych na korozyjne dzialanie UF4«
lub zabezpieczone takimi materialami oraz uszczelnienia wirujacych watéw do nich;

4. wymienniki ciepla wykonane z »materialdbw odpornych na korozyjne dzialanie UFg« lub
zabezpieczone takimi materiatami;

5.  obudowy elementéw rozdzielajacych, wykonane z »materialéw odpornych na korozyjne dzialanie
UFg« lub zabezpieczone takimi materialami, przeznaczone na rurki wirowe lub dysze rozdzielajace;

6. zawory mieszkowe odcinajace lub sterujace, obslugiwane recznie lub automatycznie, wykonane
z »materialéw odpornych na korozyjne dzialanie UF lub chronione takimi materiatlami, majace
$rednice 40 mm lub wigksza;

7. instalacje przetworcze do oddzielania UF4 od gazu no$nego (wodoru lub helu) do zawartosci 1 ppm
UF; lub mniejszej, w tym:

a.  kriogeniczne wymienniki ciepla i separatory zdolne do pracy w temperaturach 153 K (-120 °C)
lub nizszych;

b.  zamrazarki kriogeniczne zdolne do wytwarzania temperatur 153 K (-120 °C) lub nizszych;

c.  urzadzenia z dyszami rozdzielajgcymi lub rurkami wirowymi do oddzielania UFs od gazu
nosnego;

d.  wymrazarki UF zdolne do wymrazania UF,.

e.  nastgpujace urzadzenia i podzespoly do nich, specjalnie zaprojektowane lub wykonane z przeznaczeniem
do procesu rozdzielania metodg wymiany chemicznej:

1. cieczowo-cieczowe kolumny impulsowe do szybkiej wymiany chemicznej z czasem przebywania
czynnika w stopniu urzadzenia wynoszacym 30 s lub krétszym oraz odporne na stezony kwas solny
(np. wykonane z odpowiednich tworzyw sztucznych, takich jak polimery fluoroweglowodorowe lub
szklo, lub pokryte takimi materiatami);

2. cieczowo-cieczowe kontaktory od$rodkowe do szybkiej wymiany chemicznej z czasem przebywania
czynnika w stopniu urzadzenia wynoszacym 30 s lub krétszym oraz odporne na stezony kwas solny
(np. wykonane z odpowiednich tworzyw sztucznych, takich jak polimery fluoroweglowodorowe lub
szklo, lub pokryte takimi materiatami);

3. elektrochemiczne ogniwa redukcyjne, odporne na dzialanie roztworéw kwasu solnego, do obnizania
warto$ciowosci uranu;

4. urzadzenia do zasilania elektrochemicznych ogniw redukcyjnych, pobierajace U* ze strumieni
substancji organicznych, wykonane w strefach kontaktu z przetwarzanym strumieniem
z odpowiednich materialéw lub chronione takimi materiatami (na przyklad szklo, polimery
fluoroweglowe, polisiarczan fenylu, polisulfon eteru i grafit nasycany zywica);

5. urzadzenia do przygotowywania pélproduktow do wytwarzania roztworu chlorku uranu o wysokiej
czystodci, skladajace si¢ z zespoléw do rozpuszczania, ekstrakeji rozpuszczalnikowej i/lub wymiany
jonowej, przeznaczone do oczyszczania, oraz ogniwa elektrolityczne do redukowania uranu U*® lub
U+4 dO U+3;

6.  urzadzenia do utleniania uranu ze stanu U** do U**;

f.  nastgpujace urzadzenia i podzespoly specjalnie zaprojektowane lub wykonane z przeznaczeniem do
procesu rozdzielania metodg wymiany jonowej:

1. szybko reagujace Zywice jonowymienne, zywice blonkowate lub porowate makrosiatkowe, w ktérych
grupy chemiczne biorace aktywny udzial w wymianie znajduja si¢ wylacznie w powloce na
powierzchni nieaktywnej porowatej struktury no$nej, oraz inne materialy kompozytowe w dowolnej
stosownej formie, w tym w postaci czastek lub widkien, ze $rednicami wynoszgcymi 0,2 mm lub
mniej, odporne na stezony kwas solny i wykonane w taki sposéb, ze ich pélczas wymiany wynosi
ponizej 10 s, oraz zdolne do pracy w temperaturach w zakresie od 373 K (100°C) do 473 K (200°C);
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2.

kolumny wymiany jonowej (cylindryczne) o $rednicy powyzej 1 000 mm, wykonane z materiatow
odpornych na stezony kwas solny lub chronione takimi materialami (np. tytan lub tworzywa
fluoroweglowe) i zdolne do pracy w temperaturach w zakresie od 373 K (100 °C) do 473 K (200 °C)
i przy ci$nieniach powyzej 0,7 MPa;

uklady zwrotne wymiany jonowej (urzadzenia do chemicznego lub elektrochemicznego utleniania
lub redukcji) przeznaczone do regeneracji substancji do chemicznej redukeji lub utleniania,
stosowanych w kaskadach wzbogacajacych metodg wymiany jonowej;

g.  nastepujace urzadzenia i podzespoly, specjalnie zaprojektowane lub wykonane z przeznaczeniem do
proces6w rozdzielania z wykorzystaniem lasera przy zastosowaniu rozdzielania izotopéw w postaci par
metalu za pomocg laser6w:

1.

urzgdzenia do przeprowadzania uranu w stan pary przeznaczone do uzyskiwania docelowej mocy
wyjSciowej 1 kW lub wigkszej do zastosowania w technologii wzbogacania za pomocg laseréw;

systemy operowania uranem metalicznym w stanie cieczy lub pary, specjalnie zaprojektowane lub
wykonane z przeznaczeniem do operowania stopionym uranem, stopami uranu stopionego lub
uranem metalicznym w stanie pary do zastosowania w technologii wzbogacania za pomocg laseréw,
jak réwniez specjalnie do nich zaprojektowane podzespoly;

NB.  ZOB.TAKZE POZYCJA 2A225.

zespoly do gromadzenia produktéw lub frakcji koricowych uranu metalicznego w postaci cieklej lub
stalej, wykonane z materialéw odpornych na dzialanie cieplne i korozyjne uranu metalicznego
w postaci pary lub cieczy, takich jak grafit powlekany tlenkiem itru lub tantal, lub chronione takimi
materiatami;

obudowy moduléw urzadzen rozdzielajacych (zbiorniki cylindryczne lub prostopadioscienne)
przeznaczone na zrodla par uranu metalicznego, dziala elektronowe oraz urzadzenia do
gromadzenia produktu i frakcji koficowych;

slasery« lub systemy »laseréw« specjalnie zaprojektowane lub wykonane z przeznaczeniem do
rozdzielania izotopéw uranu, wyposazone w stabilizatory czestotliwosci przystosowane do pracy
przez dtuzsze okresy;

N.B. ZOB. TAKZE POZYCJE 6A005 [ 6A205.

h.  nastgpujace urzadzenia i podzespoly, specjalnie zaprojektowane lub wykonane z przeznaczeniem do
proceséw rozdzielania z wykorzystaniem lasera przy zastosowaniu rozdzielania izotopéw w postaci
molekularnej za pomocg laseréw:

1.

naddzwigckowe dysze rozprezne do chlodzenia mieszanin UFs z gazem no$nym do temperatur
150 K (-123°C) lub nizszych, wykonane z »materialéw odpornych na korozyjne dziatanie UF4¢

podzespoly lub urzadzenia do gromadzenia produktéw lub frakeji koncowych, specjalnie
zaprojektowane lub wykonane z przeznaczeniem do gromadzenia materialu uranowego i materiatu
frakgji korficowych uranu po nas$wietleniu $wiatlem lasera, wykonane z »materialéw odpornych na
korozyjne dzialanie UF4¢;

sprezarki wykonane z »materialéw odpornych na korozyjne dzialanie UF4« lub zabezpieczone takimi
materialami oraz uszczelnienia wirujgcych waléw do nich;

urzgdzenia do fluorowania UF; (stalego) do UF, (gazowego);

urzgdzenia przetwércze do oddzielania UFs od gazu no$nego (np. azotu, argonu lub innego gazu),
w tym:

a.  kriogeniczne wymienniki ciepla i separatory zdolne do pracy w temperaturach 153 K (-120 °C)
lub nizszych;

b.  zamrazarki kriogeniczne zdolne do wytwarzania temperatur 153 K (-120 °C) lub nizszych;
c.  wymrazarki UF zdolne do wymrazania UF.

slasery« lub systemy »laseréwe« specjalnie zaprojektowane lub wykonane z przeznaczeniem do
rozdzielania izotopéw uranu, wyposazone w stabilizatory czestotliwo$ci przystosowane do pracy
przez dluzsze okresy;

N.B.  ZOB.TAKZE POZYCJE 6A005 I 6A205.
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i.  nastgpujace urzadzenia i podzespoly specjalnie zaprojektowane lub wykonane z przeznaczeniem do
procesu rozdzielania metodami plazmowymi:

1. Zrédla mikrofal i anteny do wytwarzania lub przyspieszania jonéw, o czestotliwosci wyjSciowej
powyzej 30 GHz i $redniej mocy wyjsciowej powyzej 50 kW;

2. wysokoczestotliwosciowe cewki do wzbudzania jonéw pracujace w zakresie czestotliwo$ci powyzej
100 kHz i zdolne do pracy w warunkach $redniej mocy powyzej 40 kW;

3. urzadzenia do wytwarzania plazmy uranowe;j;

4. nieuzywane;

5. zespoly do gromadzenia produktéw lub frakcji koficowych uranu metalicznego w postaci stalej,
wykonane z materialéw odpornych na dzialanie cieplne i korozyjne uranu w postaci pary, takich jak
grafit powlekany tlenkiem itru lub tantal, lub chronione takimi materialami;

6.  obudowy moduléw separatoréw (cylindryczne) na zrédlo plazmy uranowej, cewki na prady wysokiej
czestotliwosci oraz kolektory do produktu i frakeji koncowych, wykonane z odpowiednich
materialéw niemagnetycznych (np. ze stali nierdzewnej);

j. nastgpujace urzadzenia i podzespoly, specjalnie zaprojektowane lub wykonane z przeznaczeniem do

procesu rozdzielania metodami elektromagnetycznymi:

1.

zrédla jon6w, pojedyncze lub wielokrotne, sktadajace si¢ ze zrodla pary, jonizatora oraz akceleratora
wigzki wykonane z odpowiednich materialéw niemagnetycznych (np. grafitu, stali nierdzewnej
lub miedzi) i zdolne do wytwarzania wiazki jonéw o catkowitym natezeniu 50 mA lub wigkszym;

plytkowe kolektory jonéw do gromadzenia wzbogaconych lub zubozonych wiazek jonéw uranu,
skladajace si¢ z dwoch lub wiecej szczelin i kieszeni i wykonane z odpowiednich materialéw
niemagnetycznych (np. grafitu lub stali nierdzewnej);

obudowy prézniowe do elektromagnetycznych separatoréw uranu wykonane z materialow
niemagnetycznych (np. z grafitu lub stali nierdzewnej) i skonstruowane z przeznaczeniem do pracy
przy ci$nieniach 0,1 Pa lub nizszych;

elementy biegunéw magneséw o Srednicy powyzej 2 m;

wysokonapigciowe zasilacze do Zrddel jon6w, posiadajace wszystkie nastepujace cechy:
a.  zdolno$¢ do pracy w trybie cigglym;

b.  napigcie wyjsciowe 20 000 V lub wigksze;

c.  natgzenie pradu na wyjsciu 1 A lub wigksze; oraz

d.  regulacja napiecia z dokladnoscia lepsza niz 0,01 % w ciagu 8 godzin;

N.B. ZOB. TAKZE POZYCJA 3A227.
zasilacze magnesow (wysokiej mocy, pradu stalego), posiadajace wszystkie nastepujace cechy:

a.  zdolno$¢ do pracy w trybie cigglym z pragdem wyjSciowym o natezeniu 500 A lub
wiekszym i napigciu 100 V lub wigkszym; oraz

b.  regulacja natezenia lub napigcia pradu z dokladnoscia lepsza niz 0,01 % w ciagu 8 godzin.

N.B.  ZOB.TAKZE POZYCJA 3A226.

0B002 Nastepujace specjalnie zaprojektowane lub wykonane pomocnicze instalacje, urzadzenia i podzespoly do
instalacji separacji izotopéw wymienionych w pozycji 0B001, wykonane z »materialdw odpornych na korozyjne
dziatanie UF¢« lub chronione takimi materiatami:

a.  autoklawy, piece lub instalacje do doprowadzania UF, do instalacji do wzbogacania;

b.  desublimatory lub wymrazarki do odprowadzania UF; z instalacji przetwérczych i dalszego jego transportu
po ogrzaniu;
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c.  instalacje do produktu lub frakcji koficowych do transportu UF, do zbiornikéw;

d.  instalacje do skraplania lub zestalania stosowane do usuwania UFs z procesu wzbogacania drogg sprezania,
chlodzenia i przetwarzania UFs w ciecz lub cialo stale;

e.  instalacje rurociggowe i zbiorniki specjalnie zaprojektowane lub wykonane do transportu i manipulowania
UF, w kaskadach dyfuzji gazowej, kaskadach wiréwek lub kaskadach aerodynamicznych;

f.  nastepujace uklady prézniowe i pompy:

1.

prézniowe instalacje rur rozgaleznych lub zbiornikéw lub pompy prézniowe o wydajnosci ssania
wynoszacej 5 m’® na minute lub wiecej;

pompy prézniowe specjalnie zaprojektowane do pracy w atmosferze zawierajacej UFs, wykonane
z »materialéw odpornych na korozyjne dziatanie UFs« lub zabezpieczone takimi materialami; lub

uklady prézniowe skladajace si¢ z prézniowych instalacji rur rozgaleznych lub zbiornikéw i pomp
prézniowych, zaprojektowane do pracy w atmosferze zawierajacej UFs;

g.  spektrometry masowe (zrédla jonéw) UF6 zdolne do biezacego (on-line) pobierania prébek ze strumieni
zawierajacych UFg, posiadajace wszystkie wymienione ponizej cechy:

1.

3.
4.

zdolnos¢ do pomiaru mas jonéw o wartosci 320 mas atomowych lub wigkszej i rozdzielczo$¢ lepsza
niz 1 cz¢$é na 320;

zrodla jonéw wykonane z niklu, stopu niklu i miedzi o zawartosci niklu 60 % masy lub wigkszej lub
stopéw niklu i chromu lub nimi zabezpieczone;

elektronowe zrédla jonizacyjne; oraz

wyposazone w kolektory umozliwiajace analiz¢ izotopowa.

0B003 Nastepujgce instalacje do przetwarzania uranu i urzadzenia specjalnie zaprojektowane lub wykonane
z przeznaczeniem do nich:

a.  instalacje do przetwarzania koncentratéw rudy uranowej na UOs;

b.  instalacje do przetwarzania UO; na UFs;

c.  instalacje do przetwarzania UO; na UO,;

d.  instalacje do przetwarzania UO, na UF,;

e.  instalacje do przetwarzania UF, na UFg;

f.  instalacje do przetwarzania UF, na uran metaliczny;

instalacje do przetwarzania UFs na UOy;

h.  instalacje do przetwarzania UF, na UF,;

i.  instalacje do przetwarzania UO, na UCl,.

0B004 Nastepujace instalacje do produkcji lub stezania cigzkiej wody, deuteru i zwigzkéw deuteru oraz specjalnie do nich
zaprojektowane i wykonane urzadzenia i podzespoly:

a.  nastepujace instalacje do produkciji cigzkiej wody, deuteru i zwigzkéw deuteru:

1.
2.
3.

instalacje do produkcji metodg wymiany woda-siarkowodér;
instalacje do produkcji metodg wymiany amoniak-wodér;

instalacje do produkcji metoda polegajaca na polaczeniu elektrolizy i wymiany katalitycznej (CECE)
(ang. Combined Electrolysis and Catalytic Exchange (CECE) plants);

instalacje do produkcji metodg polegajacg na polgczeniu reformingu i wymiany katalitycznej do celéw
przemystowych (CIRCE) (ang. Combined Industrial Reforming and Catalytic Exchange (CIRCE) plants);

instalacje do bitermalnej wymiany wodér-woda (BHW) (ang. Bithermal Hydrogen-Water exchange
(BHW) plants);
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b.  nastepujace urzadzenia i podzespoly:

1.  kolumnowe wymienniki typu woda-siarkowodér majace $rednice 1,5 m lub wigkszg i zdolno$¢ do
pracy przy ci$nieniach réwnych lub wigkszych niz 2 MPa;

2. jednostopniowe, niskoci$nieniowe (np. 0,2 MPa), od$rodkowe dmuchawy lub kompresory
wymuszajace cyrkulacje gazowego siarkowodoru (tj. gazu zawierajgcego wiecej niz 70 % masy
siarkowodoru, H,S), o przepustowosci réwnej lub wigkszej niz 5 m*[s podczas pracy przy ci$nieniach
zasysania rownych lub wigkszych niz 1,8 MPa, posiadajace uszczelnienia umozliwiajace prace
w $rodowisku wilgotnego H,S;

3. kolumnowe wymienniki typu amoniak-wodé6r o wysokosci réwnej lub wigkszej niz 35 m i $rednicy
co najmniej 1,5 m, zdolne do pracy przy ci$nieniach wigkszych niz 15 MPa;

4. konstrukcje wewnetrzne kolumn lgcznie z kontaktorami stopniowymi i pompami stopniowymi,
w tym zanurzeniowymi, do produkgji ci¢zkiej wody w procesie wymiany amoniak-wodor;

5.  instalacje do krakowania amoniaku zdolne do pracy przy ci$nieniach réwnych lub wigkszych niz
3 MPa przy produkciji cigzkiej wody w procesie wymiany amoniak-wodér;

6.  nieuzywane;

7. palniki katalityczne do konwersji wzbogaconego deuteru w cigzka wode przy uzyciu procesu
wymiany amoniak-wod6r;

8.  kompletne urzadzenia stuzace do ostatecznego etapu wytwarzania (ang. finishing) ciezkiej wody,
kompletne systemy wzbogacania cigzkiej wody lub przeznaczone dla nich kolumny o $rednicy co
najmniej 0,1 m, przeznaczone do zwigkszania koncentracji deuteru w cigzkiej wodzie do poziomu
reaktorowego;

9.  konwertery do syntezy amoniaku lub urzadzenia do syntezy amoniaku specjalnie zaprojektowane lub
wykonane z przeznaczeniem do produkdji cigzkiej wody w procesie wymiany amoniak-wodor.

10. Kompletne kolumny lub wieze specjalnie zaprojektowane lub przystosowane do wymiany izotopoéw
wodoru spehniajace wszystkie ponizsze kryteria:

1. wyposazone w losowo lub strukturalnie zaimpregnowane katalizatory platynowe;
2. wykonane ze stali weglowej lub stali nierdzewnej;
3. zdolne do pracy przy ci$nieniach w zakresie od 0,1 do 4 MPa oraz

4. zdolne do pracy w temperaturach w zakresie od 293 K (20 °C) do 473 K (200 °C).

0B005 Instalacje specjalnie zaprojektowane do wytwarzania elementéw paliwowych do »reaktoréw jadrowych« oraz
specjalnie dla nich zaprojektowane lub przystosowane urzadzenia.

Uwaga techniczna:

Specjalnie zaprojektowane lub przystosowane urzgdzenia do wytwarzania elementéw paliwowych do »reaktoréw jgdrowych«
obejmujg urzgdzenia, ktdre:

1. pozostajg w bezposrednim kontakcie z materiatami jgdrowymi albo bezposrednio je przetwarzajg lub sterujg procesem
ich produkji;

2. uszczelniajg materialy jgdrowe wewngtrz ich koszulek;
3. kontrolujg szczelnos¢ koszulek;
4. kontrolujg koricowg obrébke paliwa statego; lub

5. sg wykorzystywane do montazu elementéw reaktora.
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0B006 Instalacje do przerobu napromieniowanych (wypalonych w réznym stopniu) elementéw paliwowych »reaktoréw
jadrowyche« oraz specjalnie dla nich zaprojektowane lub wykonane urzadzenia i podzespoly.

Uwaga: Pozygia 0BO06 obejmuje:

a.

instalagie do przerobu napromieniowanych (wypalonych w réznym stopniu) elementéw paliwowych
»reaktorow jgdrowych«, w tym urzgdzenia i podzespoly, ktore zazwyczaj wchodzg w bezposredni kontakt
z materiatami jgdrowymi, stuzg do ich bezposredniego przetwarzania lub sterowania ich przeplywem;

sprzet stuzgcy do zdejmowania koszulki, a takze maszyny do rozdrabniania lub kruszenia elementow
paliwowych, tj. zdalnie sterowane urzgdzenia do cigcia lub krojenia napromieniowanych (wypalonych
W réznym stopniu) zespotéw, wigzek lub pretéw paliwowych »reaktoréw jgdrowyche;

zbiorniki rozpuszczalnikowe lub urzgdzenia do rozpuszczania wykorzystujgce sprzgt mechaniczny, specjalnie
zaprojektowane lub wykonane z przeznaczeniem do rozpuszczania napromieniowanego (wypalonego
w réznym stopniu) paliwa do »reaktoréw jgdrowyche, odporne na dziatanie gorgcych, silnie zrgcych plynéw
oraz przystosowane do zdalnego zatadunku, sterowania i obstugi;

ekstraktory rozpuszczalnikowe, takie jak kolumny z wypetnieniem lub impulsowe, mieszalniki odstojniki lub
kontaktory odsrodkowe odporne na zrgce dzialanie kwasu azotowego, specjalnie zaprojektowane lub
wykonane z przeznaczeniem do wykorzystania w instalacjach do przerobu napromieniowanego (wypalonego
w réznym stopniu) »uranu naturalnego«, »uranu zubozonego« lub »specjalnego materiatu rozszczepialnego«;

zbiorniki  technologiczne lub magazynowe, specjalnie zaprojektowane w taki sposéb, ze sg
podkrytyczne i odporne na zrgce dziatanie kwasu azotowego;

Uwaga techniczna:

Zbiorniki technologiczne lub magazynowe mogg miec nastgpujgce whasciwosci:

1. Scianki lub struktury wewngtrzne z co najmniej dwuprocentowym ekwiwalentem borowym (obliczonym
dla wszystkich sktadowych pierwiastkéw w sposdb zdefiniowany w uwadze do pozycji 0C004);

2. maksymalng Srednicg 175 mm w przypadku zbiornikéw cylindrycznych; lub
3. maksymalng szeroko$¢ 75 mm w przypadku zbiornikéw plytowych lub pierscieniowych;

neutronowe systemy pomiaru specjalnie zaprojektowane lub wykonane z przeznaczeniem do zamontowania
i zastosowania wraz z automatycznymi systemami sterowania procesami w instalacjach do przerobu
napromieniowanego (wypalonego w réznym stopniu) »uranu naturalnego«, »uranu zubozonego« lub
»specjalnego materiatu rozszczepialnegoc.

0B007 Instalacje do przetwarzania plutonu oraz specjalnie dla nich zaprojektowane lub wykonane urzadzenia

0C

0C001

i podzespoly:

a.  instalacje do przetwarzania azotanu plutonu na tlenek plutonu;

b.  instalacje do wytwarzania plutonu metalicznego.

Materiaty

»Uran naturalny« lub »uran zubozony« lub tor w postaci metalu, stopu, zwigzku chemicznego lub koncentratu
i dowolny inny material zawierajacy jeden lub wigcej z powyzszych materialéw.

Uwaga: Pozygia 0CO01 nie obejmuje kontrolg:

a.

czterech graméw lub mniejszej ilosci »uranu naturalnego« lub »uranu zubozonego«, jezeli znajduje si¢ on
w czujnikach instrumentéw pomiarowych;

suranu zubozonego« specjalnie wyprodukowanego z przeznaczeniem do wyrobu nastepujgcych produktéw
cywilnych spoza dziedziny jgdrowej:

1. oston;

2. wypelnier;

3. balastéw o masie nieprzekraczajgcej 100 kg;
4. przeciwwag o masie nieprzekraczajgcej 100 kg;
stopow zawierajgcych mniej niz 5 % toru;

produktow ceramicznych zawierajgcych tor, ale wykonanych do zastosowari poza dziedzing jgdrowg.
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0C002 »Specjalne materialy rozszczepialne«

Uwaga: Pozyga 0C002 nie obejmuje kontrolg czterech »graméw efektywnych« lub mniejszej ilosci w przypadku ich
stosowania w czujnikach instrumentéw pomiarowych.

0C003 Deuter, cigzka woda (tlenek deuteru) i inne zwiazki deuteru oraz ich mieszaniny i roztwory, w ktorych stosunek
liczby atoméw deuteru do atoméw wodoru jest wigkszy niz 1:5 000.

0C004 Grafit o stopniu zanieczyszczenia ponizej 5 cze$ci na milion ‘ekwiwalentu boru’ oraz gestosci wiekszej niz
1,50 g/cm’ przeznaczony do zastosowania w »reaktorach jadrowyche, w ilosciach przekraczajacych 1 kg.

N.B. ZOB. TAKZE POZYCJA 1C107.

Uwaga 1:  Dla celow kontroli wywozu wlasciwe organy paristwa cztonkowskiego UE, w ktdrym eksporter ma swojg
siedzibe, stwierdzg, czy wywoz grafitu spelniajgcego powyzsze specyfikace ma na celu zastosowanie
w »reaktorach jgdrowych«. Pozygja 0C004 nie obejmuje kontrolg grafitu o stopniu zanieczyszczenia ponizej 5
czgsci na milion ekwiwalentu boru oraz gestosci wigkszej niz 1,50 gfem’ przeznaczony do zastosowania
w »reaktorach jgdrowyche.

Uwaga 2: W pozycji 0C004 ‘ekwiwalent boru’ (BE) zdefiniowany jest jako suma BE, dla domieszek (z pominigciem
BE..ibon dla wegla, poniewaz wegiel nie jest uwazany za domieszkg) z uwzglednieniem boru, gdzie:

BE; (ppm) = CF x stezenie pierwiastka Z okreslane w ppm (czgSciach na milion)

gdzie CF jest wspdlczynnikiem przeliczeniowym = gz—j:“
B£3Z

Zas$ o 1 0 sq przekrojami czynnymi na wychwyt neutrondw termicznych (w barnach) odpowiednio dla boru
pochodzenia naturalnego i pierwiastka Z; a Ap i Az sg masami atomowymi odpowiednio boru naturalnego
i pierwiastka Z.

0C005 Specjalnie wzbogacone zwigzki lub proszki do wyrobu przegréd do dyfuzji gazowej, odporne na korozyjne
dziatanie UF; (np. nikiel lub stopy zawierajace 60 % masy lub wigcej niklu, tlenek glinu i catkowicie fluorowane
polimery weglowodorowe) o procentowym stopniu czysto$ci w proporcji wagowej 99,9 % lub wiecej i $redniej
wielkosci czastek ponizej 10 pm, mierzonej wedlug normy ASTM B330 i wysokim stopniu jednorodnosci
wymiarowej czastek.

0D Oprogramowanie

0D001 »Oprogramowanie« specjalnie opracowane lub zmodyfikowane z przeznaczeniem do »rozwojuc, »produkgjic lub
»uzytkowania« towaréw wymienionych w tej kategorii.

OE Technologia
0E001 »Technologie« zgodnie z uwaga do technologii jadrowej stuzace do »rozwojuc, »produkgji« lub »uzytkowania«
towaréw wymienionych w tej kategorii.
CZESC 1l
Kategoria 1
KATEGORIA 1 - MATERIALY SPECJALNE I ZWIAZANE Z NIMI URZADZENIA
1A Systemy, urzadzenia i czgsci skltadowe

1A001 Nastepujace elementy wykonane ze zwigzkéw fluorowych:

a.  uszczelnienia, uszczelki, masy uszczelniajace lub przepony w ukladach paliwowych, ktére sg specjalnie
zaprojektowane do »statkéw powietrznych« lub rakiet kosmicznych i w ktérych ponad 50 % zawartosci
wagowej stanowi jeden z materialéw objetych kontrolg wedlug pozycji 1.C009.b. lub 1C009.c.;
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1A001

1A002

1A003

(cigg dalszy)

b.  nieuzywane;

c.  nieuzywane.

Nastepujace wyroby lub laminaty »kompozytowe«:

NB.

ZOB. TAKZE POZYCJE 1A202, 9A010i 9A110.

a.  wykonane z ktéregokolwiek z ponizszych:

1.

2.

organiczne »matryce« i »materialy widkniste lub widkienkowe« okreslone w pozycji 1C010.c.
lub 1€010.d.: lub

prepregi lub preformy okreslone w pozycji 1C010.e.;

b.  wykonane z »matrycy« metalowej lub weglowej i z ktéregokolwiek sposréd nizej wymienionych

materialow:

1. weglowych »materiatéw wldknistych lub widkienkowyche, ktére spelniaja wszystkie z ponizszych
kryteriéw:
a.  »modul wla$ciwy« wigkszy niz 10,15 x 10° m; oraz
b.  »wytrzymalos¢ wlasciwa na rozcigganie« wigksza niz 17,7 x 10*m; lub

2. materialéw wymienionych w pozycji 1C010.c.

Uwaga 1:  Pozycja 1A002 nie dotyczy wyrobow »kompozytowych« ani laminatéw wykonanych z zywic epoksydowych
impregnowanych weglowymi »materiatami wkéknistymi lub wldkienkowymi«, przeznaczonych do naprawy
elementow lub laminatow »cywilnych statkéw powietrznych« i spelniajgcych wszystkie z ponizszych
kryteriow:

a.  majg powierzchnig nieprzekraczajgcg 1 m?
b.  majg dtugos¢ nieprzekraczajgcq 2,5 m; oraz
¢.  majg szeroko$¢ przekraczajgcg 15 mm.

Uwaga 2:  Pozycja 1A002 nie obejmuje kontrolg produktéw pélgotowych, specjalnie zaprojektowanych do
nastepujgcych, wylgcznie cywilnych, zastosowari:
a. sprzgt sportowy;

b.  przemyst motoryzacyjny;
c.  przemyst obrabiarkowy;
d.  zastosowania medyczne.

Uwaga 3:  Pozycja 1A002.b.1. nie obejmuje kontrolg produktow pétgotowych zawierajgcych maksymalnie dwie
warstwy plecionych widkien, specjalnie zaprojektowanych do nastegpujgcych zastosowari:
a.  piec do obrébki cieplnej metali stuzgcy do odpuszczania metalu;

b.  urzgdzenia do produkcji monokrysztatu krzemu.

Uwaga 4:  Pozycja 1A002 nie obejmuje kontrolg produktéw gotowych, specjalnie zaprojektowanych do konkretnych
zastosowar.

Uwaga 5 Pozycja 1A002.b.1. nie obejmuje kontrolg mechanicznie siekanych lub cigtych »materiatéw widknistych

lub whGkienkowych« o dtugosci nieprzekraczajgcej 25,0 mm.

Wyroby z innych niz »topliwe« poliimidéw aromatycznych, w postaci folii, arkuszy, tasm lub wsteg, ktdre
spelniajg ktorekolwiek z ponizszych kryteriow:

a. o grubosci wigkszej niz 0,254 mm; lub

b.  sg powlekane lub laminowane weglem, grafitem, metalami lub substancjami magnetycznymi.

Uwaga:

NB.

Pozycja 1A003 nie obejmuje kontrolg wyrobéw powlekanych lub laminowanych miedzig, przeznaczonych
do »produkgji« elektronicznych plytek drukowanych.

»Topliwe« poliimidy aromatyczne w kazdej postaci, zob. pozycja 1C008.a.3.
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1A004 Nastepujace urzadzenia, wyposazenie i czg$ci ochronne i detekcyjne, inne niz specjalnie zaprojektowane do
zastosowania wojskowego:

N.B. ZOB. TAKZE WYKAZ UZBROJENIA, POZYCJE 2B351 1 2B352.

a.  maski przeciwgazowe, pochlaniacze i wyposazenie dekontaminacyjne do nich, zaprojektowane lub
zmodyfikowane dla ochrony przed ktérymkolwiek z ponizszych czynnikéw, a takze czgsci specjalnie
do nich zaprojektowane:

Uwaga: Pozycja 1A004.a. obejmuje respiratory oczyszczajgce powietrze z whasnym zasilaniem (PARP),
zaprojektowane lub zmodyfikowane do celéw ochrony przed $rodkami i materiatami wymienionymi
w pozygji 1A004.a.
Uwaga techniczna:
Do celow pozycji 1A004.a.:
1. Maski przeciwgazowe sq réwniez nazywane maskami gazowymi.
2. Pochlaniacze obejmujg réwniez wklady do filtrow.
1. »czynniki biologiczne
2. ‘materialy promieniotworcze’;
3. chemiczne $rodki bojowe; lub
4. »$rodki rozpraszania thumu«, w tym:
a.  a-bromobenzenoacetonitryl (cyjanek bromobenzylu) (CA) (CAS 5798-79-8);
b.  dinitryl [(2-chlorofenylo)metyleno]propanu, (o-chlorobenzylidenomalanonitryl) (CS) (CAS
2698-41-1);
¢.  2-chloro-1-fenyloetanon, chlorek fenylacylu (o-chloroacetofenon) (CN) (CAS 532-27-4);
d.  dibenzo-(b,f)-1,4-oksazepina (CR) (CAS 257-07-8);
e.  10-chloro-5,10-dihydrofenarsazyna, (chlorek fenarsazyny), (adamsyt), (DM) (CAS
578-94-9);
f. n-nonanoilomorfolina (MPA) (CAS 5299-64-9);

b.  ubrania, r¢kawice i obuwie ochronne specjalnie zaprojektowane lub zmodyfikowane dla ochrony przed

ktérymkolwiek z ponizszych:

1. »czynniki biologicznes

2. ‘materialy promieniotwdrcze’; lub
3. chemiczne $rodki bojowe;

c.  systemy detekcji, specjalnie zaprojektowane lub zmodyfikowane dla wykrywania lub identyfikacji
ktérychkolwiek z ponizszych czynnikéw, a takze czesci specjalnie do nich zaprojektowane:
1. »czynniki biologiczne
2. ‘materialy promieniotwércze’; lub
3. chemiczne $rodki bojowe;

d.  urzadzenia elektroniczne zaprojektowane do automatycznego wykrywania lub okreslania obecnosci
pozostatosci »materialéw wybuchowych« przy uzyciu technik ‘wykrywania substancji sladowych’ (np.
powierzchniowa fala akustyczna, spektrometria w oparciu o ruchliwo$¢ jonéw, spektrometria
w oparciu o rozklad ruchliwosci, spektrometria masowa).

Uwaga techniczna:
Do celow pozycji 1A004.d. ‘wykrywanie substangji sladowych’ oznacza zdolno$¢ do wykrywania ponizej 1 ppm
gazu lub 1 mg substancji statej lub cieczy.
Uwaga 1:  Pozycja 1A004.d. nie obejmuje kontrolg urzgdzer specjalnie zaprojektowanych do uzytku
laboratoryjnego.
Uwaga 2:  Pozycja 1A004.d. nie obejmuje kontrolg stacjonarnych bezstykowych bramek bezpieczetistwa.
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1A004 d.  (cigg dalszy)
Uwaga: Pozycja 1A004 nie obejmuje kontrolg:
a.  osobistych monitorujgcych dozymetréw promieniowania jgdrowego;

b.  urzgdzerr BHP ograniczonych projektowo lub funkcjonalnie do spelniania ochrony przed
zagrozeniami typowymi dla bezpieczeristwa mieszkaricéw i domostw lub przemystu

cywilnego, w tym w:
1. gornictwie;

2. eksploatacji kamieniotoméw;

3. rolnictwie;
4. przemysle farmaceutycznym;
5. medycynie;
6.  weterynarii;
7. ochronie Srodowiska;
8. gospodarowaniu odpadami;
9. przemysle spozywczym.
Uwagi techniczne:
1. Pozyga 1A004 obejmuje urzgdzenia i czgsci, ktére uznano za skuteczne, przetestowano z wynikiem pozytywnym

wedtug norm krajowych lub w inny sposéb dowiedziono ich skutecznosci w zakresie wykrywania ‘materiatow
promieniotwdrczych’ »czynnikéw biologicznyche, chemicznych $rodkéw bojowych, ‘nietoksycznych substancji
zastgpczych’ lub »$rodkéw rozpraszania thumue, a takze obrony przed wymienionymi materiatami, czynnikami
i Srodkami, takze wtedy, gdy takie wyposazenie lub czgsci stosowane sg w cywilnych gakeziach dziatalnosci, takich
jak: gérnictwo, przemyst wydobywczy, rolnictwo, przemyst farmaceutyczny, medycyna, weterynaria, ochrona
$rodowiska, gospodarka odpadami lub przemyst spozywczy.

2. ‘Nietoksyczna substancja zastgpcza’ oznacza substancje lub materiat stosowany zamiast Srodkéw toksycznych
(chemicznych lub biologicznych) w ramach szkoler, badar naukowych, testow lub ocen.

3. Do celow pozycji 1A004 ‘materialy promieniotwdrcze’ oznaczajg materialy wybrane lub zmodyfikowane w celu
zwigkszenia ich skutecznosci w wywolywaniu strat w ludnosci lub zwierzetach, unieszkodliwianiu sprzetu lub
powodowaniu strat w uprawach rolnych lub srodowisku.

1A005 Nastepujace kamizelki i okrycia kuloodporne oraz elementy do nich:

N.B. ZOB. TAKZE WYKAZ UZBROJENIA.

a.  migkkie pancerze osobiste lub odziez ochronna, niewyprodukowane zgodnie z normami lub
wymaganiami wojskowymi albo normami lub wymaganiami réwnowaznymi oraz specjalnie
zaprojektowane do nich elementy skladowe;

b.  twarde plyty opancerzone do pancerzy osobistych dajace ochrong balistyczna na poziomie IIIA lub
nizszym (NI 0101.06, lipiec 2008), lub na poziomie »réwnowaznych norme.

N.B. W odniesieniu do »materiatow wldknistych lub widkienkowych«, stosowanych do produkcji kamizelek
kuloodpornych zob. 1C010.

Uwaga 1:  Pozycja 1A005 nie obejmuje kontrolg indywidualnych okry¢ kuloodpornych, gdy stuzg one ich
uzytkownikowi do osobistej ochrony.

Uwaga 2:  Pozycja 1A005 nie obejmuje kontrolg kamizelek kuloodpornych zaprojektowanych wylgcznie do ochrony
czotowej zaréwno przed odtamkami, jak i sitg podmuchu z niewojskowych urzgdzeri wybuchowych.

Uwaga 3:  Pozycja 1A005 nie obejmuje pancerzy osobistych zaprojektowanych wylgcznie do ochrony przed urazami
na skutek pchnigcia nozem, szpikulcem, iglg lub tepym narzedziem.
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1A006

1A007

1A008

Wyposazenie specjalnie zaprojektowane lub zmodyfikowane do celéw unieszkodliwiania nastgpujacych
improwizowanych urzadzefi wybuchowych (IED) oraz specjalnie zaprojektowanych czesci i akcesoriow do
nich:

N.B. ZOB. TAKZE WYKAZ UZBROJENIA.
a.  pojazdy zdalnie sterowane;
b.  ‘neutralizatory’.

Uwaga techniczna:

Do celow pozygji 1A006.b. ‘neutralizatory’ to urzgdzenia specjalnie zaprojektowane, by uniemozliwi¢ dziatanie
urzgdzenia wybuchowego przez wyrzucenie pocisku plynnego, statego lub kruchego.

Uwaga: Pozycja 1A006 nie obejmuje kontrolg wyposazenia obstugiwanego przez operatora.

Nastepujace wyposazenie i urzadzenia specjalnie zaprojektowane w celu inicjowania ladunkéw oraz
urzadzen zawierajacych »materialy energetyczne« za pomocg Srodkéw elektrycznych:

N.B. ZOB. TAKZE WYKAZ UZBROJENIA, POZYCJE 3A22913A232.

Uwaga techniczna:

Do celéw pozycji 1A007 zamiast stowa detonator uzywa si¢ czasami stowa inicjator lub zaptonnik.

a.  zestawy zaplonowe do detonatoréw, zaprojektowane do detonatoré6w wymienionych w pozycji
1A007.b,;

b.  nastepujace zaplonniki elektryczne:

—_

eksplodujace zaptonniki mostkowe (EB);

2. eksplodujace zaptonniki polaczent mostkowych (EBW);
3. zaplonniki udarowe;
4

eksplodujace zaptonniki foliowe (EFI).

Uwaga techniczna:

Do celéw pozygi 1A007.b. wszystkie przedmiotowe detonatory wykorzystujg male przewodniki elektryczne
(mostki, polgczenia mostkowe Iub folie) gwaltownie odparowujgce po przepuszczeniu przez nie szybkich,
wysokoprgdowych impulséw elektrycznych. W przypadku zaplonnikéw nieudarowych wybuchajgcy przewodnik
iniguje eksplozje chemiczng w zetknigciu sig z kruszgcym materiatem wybuchowym, takim jak PETN
(czteroazotan pentaerytrytu). W zaplonnikach udarowych wybuchowe odparowanie przewodnika elektrycznego
zwalnia przeskok bijnika przez szczeling, a jego uderzenie w material wybuchowy inicjuje eksplozje chemiczng.
W niektorych przypadkach bijnik napedzany jest sitami magnetycznymi. Termin detonator w postaci folii
eksplodujgcej moze odnosic sig zaréwno do detonatoréw typu EB, jak i udarowych.

Nastepujace fadunki, urzadzenia i czgsci:

a.  ‘fadunki kumulacyjne’ spelniajace wszystkie ponizsze kryteria:
1. zawarto$¢ materialéw wybuchowych netto (NEQ) wicksza niz 90 g; oraz

2. zewngtrzna Srednica obudowy réwna lub wigksza niz 75 mm;

Uwaga techniczna:

Do celow pozycji 1A008.a. tadunki kumulacyjne’ to tadunki wybuchowe uksztattowane tak, by ukierunkowac site
wybuchu.

b.  ladunki tnace o ksztalcie liniowym spelniajace wszystkie ponizsze kryteria i specjalnie zaprojektowane
do nich czesci:

1. zawarto$¢ materialéw wybuchowych wigksza niz 40 g/m; oraz

2. szeroko§¢ réwna lub wigksza niz 10 mm;
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1A008

1A102

1A202

1A225

1A226

1A227

1B

1B001

(cigg dalszy)
c.  lont detonujacy o zawarto$ci materialéw wybuchowych wigkszej niz 64 g/m;
d.  urzadzenia tnace, inne niz wyszczegblnione w 1A008.b, oraz narzedzia odcinajace o zawartosci

materialéw wybuchowych netto (NEQ) wigkszej niz 3,5 kg.

Elementy z przesyconego pirolizowanego materiatu typu wegiel-wegiel przeznaczone do kosmicznych
pojazdéw nosnych okreslonych w pozycji 9A004 lub do rakiet meteorologicznych okreslonych w pozycji
9A104.

Elementy kompozytowe, inne niz wymienione w pozycji 1A002, w postaci rur cienko$ciennych i majace
wszystkie z nastepujgcych cech:

N.B. ZOB. TAKZE POZYCJE 9A010 1 9A110.

a.  S$rednice wewnetrzng od 75 mm do 650 mm;

b.  grubo$¢ 12 mm lub mniejszg; oraz

c.  sg wykonane z jednego z »materialéw widknistych lub widkienkowych« wymienionych w pozycji

1C010.a. lub .b., lub 1C210.a. albo z materialéw weglowych wyszczegdlnionych w pozycji 1C210.c.

Zaimpregnowane katalizatory platynowe specjalnie zaprojektowane lub przystosowane do wspomagania
reakcji wymiany izotopéw wodoru pomiedzy wodorem a wodg w celu separagji trytu z wody lub w celu
produkgji lub wzbogacania cigzkiej wody.

Uwaga techniczna:

W reaktorach moderowanych cigzkg wodg urzgdzenia wzbogacajgce (ang. upgraders) utrzymujg stezenie cigzkiej wody
w rdzeniu reaktora. Do wzbogacania cigzkiej wody mozna réwniez stosowac zaimpregnowane katalizatory platynowe.

Wyspecjalizowane wklady do oddzielania cigzkiej wody od wody zwyklej, majace obydwie z nastgpujacych
cech:
a.  sa wykonane z siatek z brazu fosforowego obrabianych chemicznie dla zwigkszenia nasigkliwosci; oraz

b.  sg przeznaczone do stosowania w prézniowych wiezach destylacyjnych.

Przeciwradiacyjne okna ochronne o wysokiej gestosci (ze szkla olowiowego lub podobnych materialow),
majgce wszystkie z nastepujacych cech, oraz specjalnie do nich zaprojektowane ramy:

a.  powierzchnie w ‘obszarze nieradioaktywnym’ powyzej 0,09 m?
b.  gestos¢ powyzej 3 glcm’; oraz

c.  grubo$¢ 100 mm lub wigksza.

Uwaga techniczna:

Na uzytek pozycji 1A227 termin ‘obszar nieradioaktywny’ oznacza pole widzenia okna wystawionego na
promieniowanie o poziomie najnizszym w danym zastosowaniu.

Urzadzenia testujace, kontrolne i produkcyjne

Nastepujace urzadzenia przeznaczone do »produkcjic wyrobéw lub laminatéw »kompozytowyche, lub
»materiatéw wioknistych lub widkienkowych« oraz specjalnie do nich skonstruowane elementy i akcesoria:

N.B. ZOB. TAKZE POZYCJE 1B101 I 1B201.

a.  maszyny nawojowe do widkien, z koordynowanymi i programowanymi w trzech lub wigcej ‘gléwnych
osiach serwosterowania’ ruchami zwigzanymi z ustawianiem, owijaniem i nawijaniem widkien,
specjalnie zaprojektowane z przeznaczeniem do produkcji wyrobéw »kompozytowych« lub
laminat6w, z »materiatéw wiéknistych lub widkienkowyche

b.  ‘maszyny do ukladania tasm’, z koordynowanymi i programowanymi w co najmniej pieciu ‘gtéwnych
osiach serwosterowania’ ruchami zwiazanymi z ustawianiem w odpowiednim polozeniu i ukladaniem
tasm, specjalnie zaprojektowane do produkcji »kompozytowych« elementéw konstrukcyjnych
platowca lub ‘pocisku rakietowego’;

Uwaga: W pozygi 1BO01.b. ‘pocisk rakietowy’ oznacza kompletne systemy rakietowe i systemy
bezzatogowych statkow powietrznych.
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1B001 b.  (cigg dalszy)

Uwaga techniczna:

Na uzytek pozycji 1B001.b. ‘maszyny do ukladania tasm’ sg zdolne do ukladania jednego lub wigcej ‘pasm
widkien” ograniczonych do szerokosci wigkszej niz 25,4 mm, lecz mnigjszej lub réwnej 304,8 mm oraz do cigcia
i ponownego rozpoczynania pojedynczych ‘pasm widkien’ podczas procesu ukladania.

c.  wielokierunkowe, wielowymiarowe maszyny tkackie lub maszyny do przeplatania, facznie z zestawami
adaptacyjnymi i modyfikacyjnymi, zaprojektowane lub zmodyfikowane specjalnie do tkania,
przeplatania lub splatania widkien na potrzeby elementéw »kompozytowyche

Uwaga techniczna:

Na uzytek pozycji 1B0O1.c. technika przeplatania obejmuje réwniez dzianie.

d.  nastgpujace urzadzenia specjalnie zaprojektowane lub przystosowane do »produkcjic »materialéw
widknistych lub wibkienkowych« wyszczegdlnionych w pozycji 1C010:

1. urzadzenia do przetwarzania widkien polimerowych (takich jak poliakrylonitryl, wiékno
z celulozy regenerowanej, paku lub polikarbosilanu) we wldkna weglowe lub widkna weglika
krzemu, facznie ze specjalnymi urzadzeniami do naprezania widkien podczas ogrzewania;

2. urzadzenia do chemicznego osadzania par pierwiastkéw lub zwigzkéw chemicznych na
ogrzanych podtozach widknistych w celu wyprodukowania widkien z weglika krzemu;

3. urzadzenia do mokrego przedzenia ogniotrwatych materialéw ceramicznych (takich jak tlenek
glinu);

4. urzadzenia do przetwarzania za pomocg obrobki cieplnej widkien macierzystych zawierajacych
aluminium we widkna tlenku glinu;

e.  urzadzenia specjalnie zaprojektowane lub zmodyfikowane do produkcji prepregéw ‘metodg topienia
termicznego’ (ang. hot melt);

Uwaga techniczna

Do celow pozygji 1B0O01.e. ‘metoda topienia termicznego’ oznacza proces poddawania ci$nieniu i podgrzewania
w celu nasgczenia »materiatéw wloknistych lub widkienkowych« zywicg, ktérg naniesiono w procesie laminowania
wstgpnego na podoze bedgce nosnikiem, takie jak folia lub papier.

f.  nastgpujace urzadzenia do badan nieniszczacych specjalnie zaprojektowane do materialéw
»kompozytowych«

1. systemy tomografii rentgenowskiej do kontroli wad w trzech wymiarach;

2. sterowane numerycznie ultradZwickowe urzadzenia badawcze, w ktérych ruchy nadajnikéw lub
odbiornikéw do pozycjonowania sa réwnoczesnie sterowane i programowane w co najmniej
czterech osiach w celu §ledzenia tréjwymiarowych ksztaltéw badanych elementéw;

g.  ‘maszyny do ukladania kabli’ z wldkien, z koordynowanymi i programowanymi w co najmniej dwéch
‘oféwnych osiach serwosterowania’ ruchami zwigzanymi z ustawianiem w odpowiednim potozeniu
i ukladaniem kabli, specjalnie zaprojektowane do produkeji »kompozytowych« elementéw
konstrukcyjnych platowca lub ‘pocisku rakietowego’;

Uwaga techniczna:

Do celow pozygi 1B001.g. ‘maszyny do ukladania kabli’ sg zdolne do ukladania jednego lub wigcej ‘pasm
widkien’ o szerokosci mniejszej lub rownej 25,4 mm oraz do ciecia i ponownego rozpoczynania pojedynczych
‘pasm wlékien’ podczas procesu uktadania.

Uwagi techniczne:
Do celow pozygji 1B001:

1. Sterowanie ‘gldwnymi osiami serwosterowania’, pod kontrolg »programu« komputerowego, oznacza sterowanie
pozycjg manipulatora (tj. glowicg) w przestrzeni w odniesieniu do obrabianego elementu, nadajgc mu whasciwe
polozenie i kierunek, by osiggngé pozgdany wynik.

40/251 ELL http://data.europa.eu/elijreg_del/2025/2003/oj



Dz.U. Lz 14.11.2025

PL

1B001

1B002

1B003

1B101

(cigg dalszy)

2. ‘Pasmo widkna’ oznacza pojedynczg cigglg szeroko$C tasmy, kabla lub wiékna czgsciowo impregnowanych zywicg.
‘Pasma wldkna’ catkowicie lub czgsciowo impregnowane zywicg obejmujg pasma pokryte suchym proszkiem, ktéry
przywiera po podgrzaniu.

Urzadzenia zaprojektowane do produkcji proszkéw lub pyléw stopdéw metali spelniajacych wszystkie
ponizsze kryteria:

a.  specjalnie zaprojektowanych w celu zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem oraz

b.  specjalnie zaprojektowanych do wykorzystania w jednym z proceséw wyszczegélnionych w pozycji
1C002.c.2.

N.B. ZOB. TAKZE POZYCJA 1B102.

Narzedzia, matryce, formy lub osprzet o specjalnej konstrukeji do przetwarzania tytanu, glinu lub ich stopéw
w ostanie nadplastycznyme lub metody »zgrzewania dyfuzyjnego« z przeznaczeniem do produkeji
ktérychkolwiek z ponizszych:

a.  konstrukeji lotniczych lub kosmicznych;
b.  silnikéw do »statkéw powietrznyche i rakiet kosmicznych; lub

c.  specjalnie zaprojektowanych zespotéw do konstrukcji wyszczegdlnionych w pozycji 1B003.a. lub
silnikéw wyszczegdlnionych w pozycji 1B003.b.

Nastepujace urzadzenia, inne niz wyszczegblnione w pozycji 1B001, do »produkcjic kompozytéw
konstrukcyjnych oraz specjalnie do nich skonstruowane elementy i akcesoria:

N.B. ZOB. TAKZE POZYCJA 1B201.

Uwaga: Do wyszczeg6lnionych w pozycji 1B101 elementéw i akcesoriéw nalezg formy, trzpienie, matryce,
uchwyty i oprzyrzgdowanie do wstgpnego prasowania, utrwalania, odlewania, spiekania lub spajania
elementow kompozytowych, laminatéw i wytworzonych z nich wyrobéw.

a.  maszyny nawojowe do widkien lub maszyny do zbrojenia widknami, z koordynowanymi
i programowanymi w trzech lub wigcej osiach ruchami zwigzanymi z ustawianiem, owijaniem
i nawijaniem widkien, specjalnie zaprojektowane z przeznaczeniem do produkcji wyrobéw
kompozytowych lub laminatéw z »materialéw widknistych lub widkienkowyche;

b.  maszyny do ukladania tasm z koordynowanymi i programowanymi w co najmniej dwdch osiach
ruchami zwigzanymi z ustawianiem w odpowiednim polozeniu i ukladaniem tasm i arkuszy,
specjalnie zaprojektowane z przeznaczeniem do kompozytowych elementéw konstrukcyjnych
platowca lub »pocisku rakietowego«;

c.  nastepujace urzadzenia zaprojektowane lub przystosowane do »produkgjic »materialéw widknistych

lub wi6kienkowyche:

1. urzadzenia do przetwarzania widkien polimerowych (takich jak poliakrylonitryl, wiékno
z celulozy regenerowanej lub polikarbosilan) facznie ze specjalnymi urzadzeniami do naprezania
widkien podczas ogrzewania;

2. urzadzenia do chemicznego osadzania par pierwiastkéw lub zwiazkéw chemicznych na
ogrzanych podlozach wiéknistych;

3. urzgdzenia do mokrego przedzenia ogniotrwalych materialéw ceramicznych (takich jak tlenek
glinu);

d.  urzadzenia skonstruowane lub zmodyfikowane z przeznaczeniem do specjalnej obrdbki
powierzchniowej widkien lub do wytwarzania prepregdw i preform wyszczegélnionych w pozycji
9C110.

Uwaga: Do urzgdzeri ujetych w pozycji 1B101.d. zalicza si¢ rolki, naprezacze, zespoly powlekajgce,
urzgdzenia do cigcia i formy zatrzaskowe.
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1B102 »Urzadzenia produkcyjne« do wytwarzania proszkéw metali, inne niz wyszczegélnione w pozycji 1B002,
oraz nastepujace elementy:

N.B. ZOB. TAKZE POZYCJA 1B115.b.

a.  ourzadzenia produkcyjne« do wytwarzania proszkéw metali umozliwiajgce »produkcjec,
w kontrolowanej atmosferze, sferycznych, sferoidalnych lub pylistych materialéw wyszczegdlnionych
w pozycjach 1C011.a,, 1C011.b,, 1C111.a.1,, 1C111.a.2. lub w wykazie uzbrojenia;

b.  specjalnie zaprojektowane elementy do »urzadzen produkcyjnych« wyszczegblnionych w pozycji
1B002 lub 1B102.a.

Uwaga: Pozycja 1B102 obejmuje:

a.  generatory plazmowe (na zasadzie tuku elektrycznego wysokiej czestotliwosci) nadajgce si¢ do
otrzymywania pylistych lub sferycznych proszkéw metali, z organizacjg procesu w Srodowisku
argon-woda;

b.  urzgdzenia elektroimpulsowe umozliwiajgce otrzymywanie pylistych lub sferycznych proszkow
metali, z organizacjg procesu w Srodowisku argon-woda;

c.  urzgdzenia umozliwiajgce »produkcje« sferycznych proszkéw aluminiowych przez rozpylanie
roztopionego metalu w atmosferze obojetnej (np. azocie).

1B115 Urzadzenia, inne niz wyszczeg6lnione w pozycjach 1B002 lub 1B102, do produkgji paliw i sktadnikéw paliw
oraz specjalnie do nich skonstruowane podzespoly:
a.  »urzagdzenia produkcyjne« do »produkcjic, manipulowania i testowania odbiorczego paliw plynnych
i skladnikéw paliw wyszczeg6lnionych w pozycjach 1C011.a., 1C011.b. i 1C111 lub w wykazie
uzbrojenia;
b.  »urzadzenia produkcyjne« do »produkcji, manipulowania, mieszania, utrwalania, odlewania,

prasowania, obrabiania, wytlaczania lub testowania odbiorczego paliw stalych i skladnikéw paliw
wyszczegdlnionych w pozycjach 1C011.a., 1C011.b. i 1C111 lub w wykazie uzbrojenia.

Uwaga: Pozycja 1B115.b. nie obejmuje kontrolg mieszarek okresowych, mieszarek cigglych lub miynéw
wykorzystujgcych energie plynéw. W sprawie kontroli mieszarek okresowych, mieszarek cigglych
lub mlyndw wykorzystujgcych energie plyndw zob. pozycje 1B117, 1B118 i 1B119.

Uwaga 1:  Urzgdzenia specjalnie zaprojektowane do produkci wyrobéw militarnych wymagajg kazdorazowo
sprawdzenia wykazu uzbrojenia.

Uwaga 2:  Pozycja 1B115 nie obejmuje kontrolg urzgdzeri do »produkcjic, manipulowania i testowania odbiorczego
wegliku boru.
1B116 Dysze o specjalnej konstrukeji, przeznaczone do wytwarzania materialéw pochodzenia pirolitycznego,

formowanych w matrycy, na trzpieniu lub innym podlozu, z gazéw macierzystych rozkladajacych sie
w zakresie temperatur od 1 573 K (1 300 °C) do 3173 K (2 900 °C) przy ci$nieniach w zakresie od 130 Pa
do 20 kPa.

1B117 Mieszarki okresowe spelniajace wszystkie ponizsze kryteria i specjalnie zaprojektowane do nich elementy:
a.  zaprojektowane lub zmodyfikowane do mieszania prézniowego w zakresie od zera do 13,326 kPa,
b.  zdolne do kontrolowania temperatury komory mieszania;
c.  catkowita wydajnos¢ objetosciowa 110 litréw lub wigksza; oraz

d.  co najmniej jeden ‘wal mieszajacy/ugniatajacy’ osadzony mimosrodowo.
Uwaga: W pozygji 1B117.d. ‘wat mieszajgcy/ugniatajgcy’ nie obejmuje rozdrabniaczy i glowic nozowych.

1B118 Mieszarki ciagle spelniajace wszystkie ponizsze kryteria i specjalnie zaprojektowane do nich elementy:
a.  zaprojektowane lub zmodyfikowane do mieszania prézniowego w zakresie od zera do 13,326 kPa,

b.  zdolne do kontrolowania temperatury komory mieszania;
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c.  spehniajace ktérekolwiek z ponizszych kryteriow:
1. dwa lub wigcej waléw mieszajacych/ugniatajacych; lub
2. spelniajace wszystkie ponizsze kryteria:
a.  jeden oscylujacy wal obrotowy z z¢bami/kotkami ugniatajgcymi, oraz

b.  ze¢by/kolki ugniatajgce wewnatrz obudowy komory mieszalniczej.

Mlyny wykorzystujace energic plynéw, nadajagce si¢ do rozdrabniania i mielenia substangji
wyszczegllnionych w pozycjach 1C011.a., 1C011.b. i 1C111 lub w wykazie uzbrojenia, i specjalnie
zaprojektowane do nich elementy.

Nastgpujace maszyny do nawijania widkien i zwigzane z nimi wyposazenie, inne niz wyszczegdlnione
w pozycji 1B001 lub 1B101:

a.  maszyny do nawijania wl6kien, majgce wszystkie z nastepujacych cech:

1. koordynacje i programowanie ruchéw zwigzanych z ustawianiem, owijaniem i nawijaniem
widkien, w dwdch lub wigcej osiach;

2. s3 specjalnie zaprojektowane z przeznaczeniem do produkeji wyrobéw kompozytowych lub
laminatéw z »materialéw wibknistych lub widkienkowyche; oraz

3. s3 zdolne do nawijania cylindrycznych rurek o $rednicy od 75 mm do 650 mm i dlugosci
300 mm lub wigkszej;

b.  sterowniki koordynujace i programujace do maszyn do nawijania widkien wyszczegélnionych
w 1B201.a;

c.  trzpienie precyzyjne do maszyn do nawijania widkien wyszczegdlnionych w 1B201.a.
Ogniwa elektrolityczne do produkcji fluoru o wydajnosci wigkszej niz 250 graméw fluoru na godzing.

Elektromagnetyczne separatory izotopow, skonstruowane z przeznaczeniem do wspélpracy z jednym lub
wieloma Zrédlami jonéw zdolnymi do uzyskania wigzki jonéw o catkowitym natezeniu rzedu 50 mA lub
wiece;j.

Uwaga: Pozycja 1B226 obejmuje nastepujgce separatory:

a.  zdolne do wzbogacania izotopéw trwalych;

b.  ze Zrédtami i kolektorami jonow zaréwno w polu magnetycznym, jak i w takich instalacjach,
w ktdrych zespoly te znajdujg si¢ na zewngtrz pola.

Kolumny do kriogenicznej destylacji wodoru posiadajace wszystkie wymienione ponizej cechy:

a.  zaprojektowane do pracy w temperaturach wewnetrznych w zakresie od 15 K (-258 °C) do 35 K (-
238°C).

b.  zaprojektowane do pracy przy ciSnieniach wewnetrznych w zakresie od 0,1 do 1 MPa;
c.  skonstruowane:
1. ze stali nierdzewnej austenitycznej; lub

2.z materialéw réwnowaznych nadajacych si¢ zaréwno do dzialain w warunkach kriogenicznych,
jak i w atmosferze wodorowej (H,), w temperaturach od 15 K (-258 °C) do 35 K (-238 °C); oraz

d. o srednicach wewnetrznych 30 cm lub wigkszych i ‘dlugosciach efektywnych’ 4 m lub wigkszych.
Uwaga techniczna 1:

W pozygi 1B228 ‘dlugosé efektywna’ oznacza aktywng wysoko$¢ materialu wypelniajgcego w  kolumnach
z wypetnieniem lub aktywng wysoko$¢ plyt kontaktora wewngtrznego w kolumnach plytowych.
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Uwaga techniczna 2:

materialy rownowazne mogg obejmowac, cho¢ niewylgcznie, nastgpujgce materialy:
a.  glin,

b.  stopy glinu,

C. stopy miedzi,

d.  stopy niklu oraz

e. stopy tytanu.

Pompy do przetlaczania roztwordw katalizatora z amidku potasu rozcieficzonego lub stgzonego w ciektym
amoniaku (KNH,/NH;), posiadajace wszystkie wymienione ponizej cechy:

a.  szczelno$¢ dla powietrza (tj. hermetycznie zamknigte);
b.  wydajnos$¢ powyzej 8,5 m’h; oraz
c.  nadajace si¢ do:
1. stezonych roztworéw amidku potasu (1 % lub powyzej) — ci$nienie robocze 1,5-60 MPa; lub

2. rozcieficzonych roztworéw amidku potasu (ponizej 1 %) — ci$nienie robocze 20-60 MPa.

Nastepujace urzadzenia i instalacje do obrébki trytu lub ich podzespoly:

a.  urzadzenia lub instalacje do produkcji, odzyskiwania, ekstrakcji, stezania trytu lub manipulowania
trytem;

b.  nastepujace urzadzenia dla instalacji lub fabryk trytu:

1. urzadzenia do chlodzenia wodoru lub helu zdolne do chlodzenia do temperatury 23 K (-250 °C)
lub ponizej, o wydajnosci odprowadzania ciepta powyzej 150 W;

2. instalacje do magazynowania izotopéw wodoru lub instalacje do oczyszczania izotopéw wodoru
za pomocg wodorkéw metali jako $rodkéw do magazynowania lub oczyszczania.

Turborozprezarki lub zestawy turborozprezarka-sprezarka majgce obie z wymienionych nizej cech:
a.  zaprojektowane do dzialania przy temperaturze wylotowej ponizej 35 K (-238 °C) lub nizszej; oraz

b.  posiadajgce przepustowo$é wodoru wigksza lub réwnag 1 000 kg/h.

Nastepujace urzadzenia i instalacje do separacji izotopéw litu oraz ich uklady i podzespoly do nich:
a.  urzadzenia i instalacje do separagji izotopow litu;
b.  nastepujace podzespoly do separacji izotopéw litu w oparciu o proces amalgamacii litu i rteci:

1. kolumny z wypelieniem do wymiany cieczowo-cieczowej specjalnie zaprojektowane do
amalgamatéw litu;

2. pompy do pompowania rteci lub amalgamatu litu;
3. ogniwa do elektrolizy amalgamatu litu;
4. aparaty wyparne do zageszczonych roztworéw wodorotlenku litu;

c.  uklady wymiany jonowej specjalnie zaprojektowane do separacji izotopow litu oraz specjalnie do nich
zaprojektowane elementy;

d.  uklady wymiany chemicznej (wykorzystujace etery kronowe, kryptandy lub etery lariatowe) specjalnie
zaprojektowane do separacji izotopow litu oraz specjalnie do nich zaprojektowane elementy.
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1B235
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Pojemniki do materialéw wybuchowych, komory, kontenery i inne podobne urzadzenia zaprojektowane do
testowania materialtéw wybuchowych lub urzadzen wybuchowych, majace obie ponizsze cechy:

N.B. ZOB. TAKZE WYKAZ UZBROJENIA.

a.  sa zaprojektowane do catkowitego przyjecia wybuchu réwnowaznego 2 kg trotylu (TNT) lub wigcej:
oraz

b.  maja elementy konstrukcyjne lub cechy, ktére umozliwiajg przekazywanie danych diagnostycznych lub
pomiarowych w czasie rzeczywistym lub z opdznieniem.

Nastepujace zespoly docelowe i elementy do produkcji trytu:

a.  zespoly docelowe wykonane z litu wzbogaconego izotopem litu-6 lub zawierajace taki lit, specjalnie
zaprojektowane do produkgji trytu poprzez napromienianie, w tym insercj¢ w reaktorze jadrowym;

b.  elementy specjalnie zaprojektowane do zespotéw docelowych wyszczegdlnionych w pozycji 1B235.a.

Uwaga techniczna:

Elementy specjalnie zaprojektowane do zespotow docelowych do produkcji trytu mogg obejmowal granulaty trytu,
pochtaniacze trytu i specjalnie powlekane okladziny.

Materialy

Uwaga techniczna:

Metale i stopy:

Jezeli nie zastrzezono inaczej, terminy ‘metale’ i ‘stopy’ uzywane w pozycjach od 1C001 do 1C012 dotyczg nastgpujgcych
wyrob6w surowych i pélfabrykatéw:

Wyroby surowe:

Anody, kule, prety (lgcznie z pretami karbowanymi i ciggnionymi), kesy, bloki, bochny, brykiety, placki, katody, krysztaly,
kostki, struktury, ziarna, sztaby, bryly, pastylki, suréwki, proszki, podktadki, $ruty, plyty, owale osadnicze, ggbki i drgzki.

Pélfabrykaty (zaréwno powlekane, pokrywane galwanicznie, wiercone i wykrawane, jak i niepoddane zadnej z tych
obrébek):

a.  przerobione plastycznie lub obrobione materialy wyprodukowane poprzez walcowanie, wycigganie, wytlaczanie,
kucie, prasowanie, granulowanie, rozpylanie, mielenie, tj. kgtowniki, ceowniki, kola, tarcze, pyly, platki, folie,
odkuwki, plyty, proszki, wytloczki, wypraski, wstegi, pierscienie, prety (w tym prety spawalnicze, walcowki i druty
walcowane), ksztattowniki, arkusze, tasmy, rury, rurki (w tym rury bezszwowe, rury o przekroju kwadratowym
i tuleje rurowe), druty ciggnione i thoczone;

b.  materialy odlewnicze produkowane przez odlewanie w piasku, kokilach, formach metalowych, gipsowych i innych,
w tym przez odlewanie pod cisnieniem, formy spiekane i formy wykonywane w metalurgii proszkowej.

Cel kontroli nie powinien by¢ omijany przez eksportowanie form niewymienionych w wykazie jako produktéw rzekomo
finalnych, ale bedgcych w rzeczywistosci formami surowymi lub potfabrykatami.

Nastepujace materialy specjalnie opracowane do pochlaniania promieniowania elektromagnetycznego lub
polimery przewodzace samoistnie:

N.B. ZOB. TAKZE POZYCJA 1C101.
a.  materialy pochlaniajace fale o czestotliwosciach powyzej 2 x 10° Hz, ale ponizej 3 x 10! Hz;

Uwaga 1:  Pozycja 1C001.a. nie obejmuje kontrolg:

a.  pochlaniaczy typu wlosowego, wykonanych z widkien naturalnych lub syntetycznych,
w ktdrych pochtanianie osigga si¢ innym sposobem niz magnetyczny;
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1C001 a.  Uwaga 1:  (cigg dalszy)

b.  pochlaniaczy niewykazujgcych strat magnetycznych oraz takich, ktdrych powierzchnia, na
ktérg pada promieniowanie, nie jest planarna, w tym ostrostupéw, stozkéw, klinow
i powierzchni zwichrowanych;

¢.  pochlaniaczy planarnych spetniajgcych wszystkie ponizsze kryteria:
1. wykonane z ktéregokolwiek z ponizszych:

a.  ze spienionych tworzyw sztucznych (elastycznych lub nieelastycznych)
wzmacnianych weglem lub z materiatow organicznych, tgcznie z materiatami
wigzgcymi, dajgcych wigcej niz 5 % echa w poréwnaniu z metalami, w pasmie
0 szerokosci wyzszej 0 * 15 % od czestotliwosci centralnej padajgcej fali,
i nieodpornych na temperatury przekraczajgce 450 K (177 °C); lub

b.  z materiatéw ceramicznych dajgcych o ponad 20 % echa wigcej w poréwnaniu
z metalami, w pasmie o szerokosci wyzszej o £ 15 % od czgstotliwosci
centralnej padajgcej fali, i nieodpornych na temperatury przekraczajgce
800K (527 °C);

Uwaga techniczna:

Do celow pozygji 1C001.a. uwaga: 1.c.1. prébki do badania stopnia pochlaniania
materiatow powinny by¢ kwadratami o boku réwnym co najmniej 5 diugosciom fali
o czgstotliwosci centralnej i umieszczone w polu dalekim elementu promieniujgcego
fale elektromagnetyczne.

2. wytrzymato$C na rozcigganie ponizej 7 x 10° N/m?; oraz
3. wytrzymalos¢ na Sciskanie ponizej 14 x 10° N/m?;

d.  pochlaniaczy planarnych wykonanych ze spieku ferrytowego, spetniajgcych wszystkie
ponizsze kryteria:

1. gestosé wzgledna powyzej 4,4; oraz
2. maksymalna temperatura robocza wynoszgca 548 K (275 °C) lub nizsza;
e.  pochlaniaczy planarnych niewykazujgcych strat magnetycznych i wytwarzanych z materiatu

z tworzywa sztucznego, tj. ‘pianki otwartokomdrkowey’, o gestosci 0,15 g/cm’ lub mniejszej.

Uwaga techniczna:

Do celow pozycji 1C001.a. uwaga 1.e. ‘pianki otwartokomérkowe’ oznaczajg elastyczne
i porowate materialy, ktérych wewngtrzna struktura jest przepuszczalna. ‘Pianki
otwartokomdrkowe’ sg rowniez znane jako pianki siatkowe.

Uwaga 2:  Zadne sformutowanie w uwadze 1 do pozygi 1C001.a. nie zwalnia z kontroli materiatéw
magnetycznych uzytych jako pochtaniacze fal w farbach.

b.  materialy nieprzezroczyste dla promieniowania widzialnego i specjalnie opracowane do pochfaniania
promieniowania bliskiego podczerwieni o dtugosci fali powyzej 810 nm, ale ponizej 2 000 nm
(czestotliwosci powyzej 150 THz, ale ponizej 370 THz);

Uwaga: Pozycja 1CO01.b. nie obejmuje kontrolg materiatéw specjalnie zaprojektowanych lub
opracowanych do ktdregokolwiek z ponizszych zastosowari:
a.  »laserowe« znakowanie polimeréw; lub
b.  »laserowe« spawanie polimeréw;

c.  materialy polimerowe przewodzace samoistnie, o ‘objetosciowej przewodnosci elektrycznej’ powyzej
10000 S/m (simenséw na metr) lub ‘opornosci powierzchniowej’ ponizej 100 oméw/kwadrat,
ktérych podstawowy czescig skladows jest ktérykolwiek z nastepujacych polimeréw:

1. polianilina;

2. polipirol;

3. politiofen;

4. polifenylenowinylen; lub
5

polietylenowinylen.

Uwaga: Pozycja 1C001.c. nie obejmuje kontrolg materiatléw w postaci cieklej.
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Uwaga techniczna:

Do celéw pozygji 1C001.c. ‘objetosciowg przewodnosc elektryczng’ oraz ‘opornosé powierzchniowg’ nalezy okreslac
zgodnie z normg ASTM D-257 lub jej odpowiednikami krajowymi.

1C002 Nastepujace stopy metali, proszki stopéw metali lub materialy stopowe:
N.B. ZOB. TAKZE POZYCJA 1C202.
Uwaga: Pozycja 1C002 nie obejmuje kontrolg stopow metali, proszkéw stopéw metali ani materiatéw stopowych,

specjalnie przeznaczonych do celéw powlekania.

Uwaga techniczna:

Do celéw pozycji 1C002 do stopéw metalu zalicza sig takie, ktore zawierajg wyzszy procent wagowy danego metalu niz
dowolnego innego pierwiastka.

a.  nastepujace glinki:

1.  glinki niklu zawierajace wagowo co najmniej 15 %, a co najwyzej 38 % glinu i przynajmniej jeden
dodatek stopowy;

2. glinki tytanu zawierajgce wagowo 10 % lub wigcej glinu i przynajmniej jeden dodatek stopowy;

b.  nastgpujace stopy metali wykonane z materiatéw w postaci proszkéw lub pyléw wyszczegdlnionych
w pozycji 1C002.c.:

1. stopy niklu spetniajace ktérekolwiek z ponizszych kryteriow:

a. ich ‘trwalo$¢ w prébie pelzania do zerwania’ wynosi 10000 lub wigcej godzin
w temperaturze 923 K (650 °C) przy naprezeniu 676 MPa; lub

b.  ich ‘trwalo$¢ w niskocyklowych badaniach zmeczeniowych’ wynosi 10 000 lub wigcej cykli
w temperaturze 823 K (550 °C) przy maksymalnym naprezeniu 1 095 MPa;

2. stopy niobu spelniajace ktorekolwiek z ponizszych kryteriéw:

a. ich ‘trwalo$¢ w prébie pelzania do zerwania’ wynosi 10000 lub wigcej godzin
w temperaturze 1 073 K (800 °C) przy naprezeniu 400 MPa; lub

b.  ich ‘trwalo$¢ w niskocyklowych badaniach zmeczeniowych’ wynosi 10 000 lub wigcej cykli
w temperaturze 973 K (700 °C) przy maksymalnym naprezeniu 700 MPa;

3. stopy tytanu spelniajace ktdrekolwiek z ponizszych kryteriéw:

a.  ich ‘trwalos¢ w probie pelzania do zerwania’ wynosi 10000 lub wigcej godzin
w temperaturze 723 K (450 °C) przy naprezeniu 200 MPa; lub

b.  ich ‘trwalo$¢ w niskocyklowych badaniach zmeczeniowych’ wynosi 10 000 lub wigcej cykli
w temperaturze 723 K (450 °C) przy maksymalnym naprezeniu 400 MPa;

4. stopy glinu spelniajace ktorekolwiek z ponizszych kryteriow:

a. ich wytrzymalo$¢ na rozciaganie wynosi 240 MPa lub wigcej w temperaturze
473K (200 °C); lub

b. ich wytrzymalo§¢ na rozcigganie wynosi 415 MPa lub wiecej w temperaturze
298 K (25 °C);

5. stopy magnezu spelniajace wszystkie ponizsze kryteria:
a.  ich wytrzymalo$¢ na rozciaganie wynosi 345 MPa lub wigcej; oraz
b.  szybko$¢ korozji w 3 % wodnym roztworze chlorku sodowego, mierzona wedtug normy

ASTM G-31 lub jej krajowych odpowiednikéw, wynosi ponizej 1 mm/rok;

Uwagi techniczne:

Do celéw pozycji 1C002.b.:

1. Trwalos¢ w probie petzania do zerwania’ nalezy okreslaé wedtug normy ASTM E-139 lub jej krajowych
odpowiednikéw.
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b.  (cigg dalszy)

2.

Trwatos¢ w niskocyklowych badaniach zmgczeniowych’ nalezy okresla¢ wedtug normy ASTM E-606
“Zalecana metoda niskocyklowego badania zmgczeniowego przy statej amplitudzie’ lub jej krajowych
odpowiednikéw. Badania nalezy prowadzi¢ przy obcigzeniu skierowanym osiowo, przy Srednim
wspdlczynniku naprezenia réwnym 1 oraz wspdkczynniku spigtrzenia naprezeri (K,) réwnym 1. Sredni
wspélczynnik naprezenia definiuje si¢ jako réznicg naprezenia maksymalnego i minimalnego podzielong
przez naprezenie maksymalne.

c.  proszkilub pyly stopéw metali spelniajace wszystkie ponizsze kryteria:

1.

3.

wykonane z dowolnego materialu o podanych ponizej sktadach:

Uwaga techniczna:

Do celow pozygji 1C002.c.1. X oznacza jeden lub wigkszg liczbe sktadnikéw stopu.
a.  stopow niklu (Ni-Al-X, Ni-X-Al) przeznaczonych do wyrobu czesci lub zespoléw silnikéw

turbinowych, tj. zawierajacych mniej niz 3 czasteczki niemetaliczne (wprowadzone
podczas procesu produkeji) o wielkosci przekraczajacej 100 pm na 10° czasteczek stopu;

Uwaga: Pozygja 1C002.c.1.a. obejmuje stopy niklu przeznaczone do wyrobu silnikéw
lotniczych, zmodyfikowanych silnikéw lotniczych, silnikéw przemystowych lub
silnikéw okretowych z turbing gazowy.

b.  stopdéw niobu (Nb-Al-X lub Nb-X-Al, Nb-Si-X lub Nb-X-Si, Nb-Ti-X lub Nb-X-Ti);

c.  stopéw tytanu (Ti-Al-X lub Ti-X-Al);

d.  stopéw glinu (Al-Mg-X lub Al-X-Mg, Al-Zn-X lub Al-X-Zn, Al-Fe-X lub Al-X-Fe); lub
e.  stopéw magnezu (Mg-Al-X lub Mg-X-Al);

wyprodukowane w atmosferze o regulowanych parametrach jedng z nast¢pujacych metod:

a.  ‘rozpylania prézniowego’;
b.  ‘rozpylania gazowego’;
¢.  ‘rozpylania rotacyjnego’;

d.  ‘chlodzenia ultraszybkiego’;

e.  ‘formowania rotacyjnego z fazy stopionej' i ‘rozdrabniania’;

f.  ‘formowania ekstrakcyjnego z fazy stopionej i ‘rozdrabniania’;
g.  ‘stapiania mechanicznego’;

h.  ‘atomizacji plazmowej’; lub

i atomizacji ultradZwiekowej’; oraz

nadajace si¢ do formowania materialéw wyszczeg6lnionych w pozycji 1C002.a. lub 1C002.b.;

d.  materialy stopowe spelniajace wszystkie ponizsze kryteria:

1.

2.

wykonane z dowolnego materiatu o sktadzie wyszczegélnionym w pozycji 1C002.c.1.;
w postaci niesproszkowanych platkow, wstazek lub cienkich precikow; oraz

wyprodukowane w atmosferze o regulowanych parametrach jedna z nast¢pujacych metod:

a.  ‘chlodzenia ultraszybkiego’;
b.  ‘formowania rotacyjnego z fazy stopionej’; lub
c.  ‘formowania ekstrakcyjnego z fazy stopionej.
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1C003

(cigg dalszy)
Uwagi techniczne:

Do celéw pozycji 1C002:

1.

10.

11.

‘Rozpylanie prézniowe’” oznacza proces rozpylania strumienia stopionego metalu na kropelki o srednicy 500 pm
lub mniejszej poprzez szybkie uwolnienie rozpuszczonego gazu w warunkach podcisnienia.

‘Atomizacja gazowa’ oznacza proces rozpylania strumienia stopionego metalu na kropelki o $rednicy 500 pm lub
mniejszej za pomocg strumienia gazu o wysokim cisnieniu.

‘Atomizacja rotacyjna’ oznacza proces rozpylania strumienia lub jeziorka stopionego metalu na kropelki o Srednicy
500 pm lub mniejszej za pomocy sity odsrodkowej.

‘Chiodzenie ultraszybkie’ oznacza technikg ‘gwaltownego krzepnigcia’ polegajgcg na uderzaniu stopionego
strumienia metalu w chlodzony blok, w wyniku czego powstaje produkt w postaci ptatkéw.

‘Formowanie rotacyjne z fazy stopionej’ oznacza technikg ‘gwattownego krzepniecia’ polegajgcg na uderzaniu
strumienia stopionego metalu w wirujgcy chlodzony blok, wskutek czego powstaje wyréb w postaci platkéw,
wstegi lub precikdw.

‘Rozdrabnianie’ oznacza proces wprowadzania materiatu w postac drobnoczgstkowg przez zgniatanie lub mielenie.
‘Formowanie ekstrakcyjne z fazy stopionej’” oznacza technike ‘gwaltownego krzepnigcia’ i ekstrahowania wyrobu

stopowego podobnego do wstegi, polegajgcg na zanurzaniu krdtkiego odcinka wirujgcego chtodzonego bloku
W wannie stopionego stopu metalowego.

‘Stapianie mechaniczne’ oznacza technikg wykonywania stopow polegajgcg na mechanicznym tgczeniu, kruszeniu
i ponownym lgczeniu sproszkowanych pierwiastkow i glownego skladnika stopowego. Przez dodawanie
odpowiednich proszkéw mozna wprowadzaé do stopu czgstki niemetaliczne.

‘Atomizacja plazmowa’ oznacza proces rozpylania strumienia stopionego metalu na kropelki o Srednicy 500 pm
lub mniejszej przy zastosowaniu pochodni plazmowych w atmosferze gazéw obojetnych.

‘Atomizacja ultradZwigkowa’ oznacza proces rozpylania strumienia stopionego metalu na kropelki o srednicy 500
pm lub mniejszej za pomocg wibracji ultradzwigkowych.

Do celow pozycji 1C002 uwagi techniczne ‘gwaltowne krzepnigcie” oznacza proces obejmujgcy krzepnigcie
roztopionego materiatu podczas chlodzenia z szybkoscig powyzej 1 000 KJs.

Metale magnetyczne, bez wzgledu na typ i postaé, spelniajace ktérekolwiek z ponizszych kryteriéw:

a.

ich poczatkowa wzgledna przenikalno$¢ magnetyczna wynosi 120 000 lub wigcej, a grubo$¢ 0,05 mm
lub mniej;

Uwaga techniczna:

Do celow pozycji 1C003.a. poczgtkowg wzgledng przenikalnos¢ magnetyczng nalezy mierzy¢ na materiatach
catkowicie wyzarzonych.

stopy magnetostrykcyjne spelniajace ktérekolwiek z ponizszych kryteriow:
1. magnetostrykcja nasycenia powyzej 5 x 10 lub
2. wspodlczynnik sprzezenia zyromagnetycznego (k) powyzej 0,8; lub
tasmy ze stopéw amorficznych lub ‘nanokrystalicznych’ spelniajace wszystkie ponizsze kryteria:
1.  sklad zawierajacy co najmniej 75 % wagowych Zelaza, kobaltu lub niklu;
2. indukcja magnetyczna nasycenia (By) wynoszgca 1,6 T lub wigcej; oraz
3. dowolne z nastgpujacych funkgji:
a.  grubo$¢ taSmy 0,02 mm lub mniejsza; lub

b.  opornosé wlasciwa 2 x 10 oméw cm lub wigksza.

Uwaga techniczna:

Do celow pozycji 1C003.c. pod pojeciem materialy ‘hanokrystaliczne’ rozumie si¢ materialy o rozmiarze ziarna
krystalicznego wynoszgcym 50 nm lub mniej, zmierzonym metodg dyfrakcji promieniowania rentgenowskiego.
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1C004 Stopy uranowo-tytanowe lub stopy wolframu na »matrycy« z zelaza, niklu lub miedzi spelniajace wszystkie
ponizsze kryteria:

a.
b.
c.

d.

gestos¢ powyzej 17,5 glem’;
granica sprezystoéci powyzej 880 MPa;
wytrzymalo$¢ na rozcigganie powyzej 1 270 MPa; oraz

wydluzenie powyzej 8 %.

1C005 Nastepujace »nadprzewodzgce« przewodniki »kompozytowe« o dtugosci powyzej 100 m lub masie powyzej
100 g:

a.

»nadprzewodzace« przewodniki »kompozytowe«, w ktorych sktad wchodzi co najmniej jedno ‘wiékno’
niobowo-tytanowe, spetniajace oba ponizsze kryteria:

1. osadzone w »matrycy« r6znej od miedzianej lub »matrycy« mieszanej na osnowie miedzi; oraz

2. majgce pole przekroju poprzecznego ponizej 0,28 x 10* mm? (o $rednicy 6 um w przypadku
‘widkien’ o przekroju kolowym);

»nadprzewodzace« przewodniki »kompozytowe«, w ktérych sklad wchodzi co najmniej jedno ‘wiékno’
»nadprzewodzgce« inne niz niobowo-tytanowe, spetniajace wszystkie ponizsze kryteria:

1. »temperatura krytyczna« przy zerowej indukcji magnetycznej powyzej 9,85 K (- 263,3 °C); oraz

2. pozostawanie w stanie »nadprzewodzacym« w temperaturze 4,2 K (- 268,95 °C) pod dziataniem
pola magnetycznego dzialajacego w jakimkolwiek kierunku prostopadlym do osi podluznej
przewodnika oraz réwnowaznego indukcji magnetycznej 12 T o krytycznej gestosci pradu
wiekszej niz 1 750 A/mm?* w catkowitym polu przekroju poprzecznego przewodnika;

»nadprzewodzgce« przewodniki »kompozytowe«, w ktorych sktad wchodzi co najmniej jedno ‘wiékno’
»nadprzewodzace«, ktére nadal sg »nadprzewodzgce« w temperaturze powyzej 115 K (- 158,15 °C).

Uwaga techniczna:

Do celéw pozygji 1C005 ‘wiékna’ mogg by¢ w postaci drutu, cylindra, folii, tasmy lub wstegi.

1C006 Nastepujace plyny i materialy smarne:

a.

b.

nieuzywane;

materialy smarne zawierajace jako podstawowe czesci skladowe etery lub tioetery fenylenowe lub
alkilofenylenowe lub ich mieszaniny, zawierajace powyzej dwéch grup funkceyjnych eteru lub tioeteru
lub ich mieszaning;

plyny zwilzajace lub flotacyjne spelniajace wszystkie ponizsze kryteria:
1. czystos¢ powyzej 99,8 %;
2. zawierajace mniej niz 25 czastek o $rednicy 200 pm lub wigkszej w 100 ml; oraz
3. wykonane co najmniej w 85 % z ktéregokolwiek z ponizszych:
a.  dibromotetrafluoroetanu (CAS 25497-30-7, 124-73-2, 27336-23-8);
b.  polichlorotrifluoroetylenu (tylko modyfikowanego olejem lub woskiem); lub
c.  polibromotrifluoroetylenu;

plyny fluoroweglowe przeznaczone do chlodzenia ukladéow elektronicznych i spelniajgce wszystkie
ponizsze kryterja:

1. zawarto$¢ wagowa 85 % lub wiecej nastepujacych zwigzkéw lub ich mieszanin:

a.  monomeryczne postacie perfluoropolialkiloeterotriazyn lub perfluoropolialkiloeteréw;

50/251

ELL http://data.europa.eu/elijreg_del/2025/2003/oj



DzU. L z 14.11.2025 PL

1C006 d. 1. (cigg dalszy)
b.  perfluoroalkiloaminy;
c.  perfluorocykloalkany; lub
d.  perfluoroalkany;
2. gestosé przy 298 K (25 °C) wynoszaca 1,5 g/ml lub wigcej;
3. stan ciekly w temperaturze 273 K (0 °C); oraz

4. zawarto$¢ wagowa fluoru 60 % lub wigcej.

Uwaga: Pozycja 1C006.d. nie obejmuje kontrolg materiatow okreslonych i pakowanych jako produkty

medyczne.
1C007 Nastepujace proszki ceramiczne, »materialy kompozytowe« na »matrycy« ceramicznej oraz ‘materialy
macierzyste’:
N.B. ZOB. TAKZE POZY(CJA 1C107.

a.  proszki ceramiczne z diborku tytanu (TiB,) (CAS 12045-63-5), w kt6rych faczna ilo§¢ zanieczyszczen
metalicznych, z wylaczeniem dodatkéw zamierzonych, wynosi ponizej 5 000 ppm (cz¢sci na milion),
w ktdrych przecietne wymiary czastek sa rowne lub mniejsze niz 5 pm oraz ktére zawierajg nie wiecej
niz 10 % czastek o wielko$ci powyzej 10 pm;

b.  nieuzywane;
c.  nastgpujace »materialy kompozytowe« na »matrycy« ceramicznej;

1. »materialy kompozytowe« ceramiczno-ceramiczne na »matrycy« szklanej lub tlenkowej,
wzmacniane ktérymkolwiek z nastepujacych materialow:

a.  widkna ciggle wykonane z jednego z nastepujgcych materiatow:
1. ALO, (CAS 1344-28-1); lub
2. Si-C-N;lub
Uwaga: Pozygja 1C007.c.1.a. nie obejmuje kontrolg »materiatéw kompozytowych«
zawierajgcych wldkna posiadajgce wytrzymalos¢ na rozcigganie mniejszg niz
700 MPa przy temperaturze 1 273 K (1 000 °C) lub odpornos¢ na petzanie wigkszg

niz 1 % odksztatcenia przy obcigzeniu 100 MPa i temperaturze 1 273 K (1 000 °C)
w czasie 100 godzin.

b.  widkna posiadajace wszystkie ponizsze cechy:
1. wykonane z ktéregokolwiek z nastgpujacych materiatow:
a.  Si-N;
b.  Si-G
c.  Si-Al-O-N;lub
d.  Si-O-N; oraz
2. majgce »wytrzymato$¢ wlasciwa na rozcigganie« wigksza niz 12,7 x 10° my;

2. »materialy kompozytowe« na »matrycy« ceramicznej, w ktérych »matryce« stanowig wegliki lub
azotki krzemu, cyrkonu lub boru;

d.  nieuzywane;

e.  nastgpujace ‘materialy macierzyste’, specjalnie zaprojektowane do »produkcjic materialéw ujetych
w pozycji 1C007.c.:

1. polidiorganosilany;
2. polisilazany;

3. polikarbosilazany;
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1C007

1C008

1C009

1C010

(cigg dalszy)

f.  nieuzywane.

Uwaga techniczna:

Do celéw pozycji 1C007 ‘materialy macierzyste” oznaczajg materialy polimerowe lub metaloorganiczne o specjalnym
zastosowaniu uzywane do »produkgjic weglika krzemu, azotku krzemu lub materiatéw ceramicznych zawierajgcych
krzem, wegiel i azot.

Nastgpujace materialy polimerowe niezawierajace fluoru:

a.  nastepujace imidy:
1. bismaleimidy;
2. poliamidoimidy aromatyczne (PAI) o ‘temperaturze zeszklenia (T,)’ powyzej 563 K (290 °C);
3. poliimidy aromatyczne o ‘temperaturze zeszklenia (T,)’ powyzej 505 K (232 °C);

4. polieteroimidy aromatyczne o ‘temperaturze zeszklenia (T,)’ powyzej 563 K (290 °C);

Uwaga: Pozycja 1C008.a. obejmuje kontrolg substancje ciekle lub state w formie »topliweje, w tym
W postaci Zywicy, proszku, granulek, folii, arkuszy, tasmy lub wstegi.

N.B. Wyroby z poliimidéw aromatycznych innych niz »topliwe«, w postaci folii, arkuszy, tasm lub wsteg,
zob. 1A003.
b.  nieuzywane;
c.  nieuzywane;

d.  poliketony arylenowe;
e.  polisiarczki arylenowe, w ktérych grupg arylenows jest bifenylen, trifenylen lub ich kombinacja;

. polisulfon bifenylenoeterowy o ‘temperaturze zeszklenia (T,)’ powyzej 563 K (290 °C).

Uwagi techniczne:

1. Dla celéw pozygi 1C008.a.2. ‘temperatura zeszklenia (T,) dla materiatéw termoplastycznych, materiatow
z pozycji 1C008.a.4. oraz materiatow z pozycji 1C008.f. okreslana jest przy uzyciu metody opisanej w normie
ISO 11357-2:1999 lub jej odpowiednikach krajowych.

2. Dla celow pozycji 1C008.a.2. ‘temperatura zeszklenia (T,)' dla materiatow termoplastycznych i materiatow
z pozygi 1C008.a.3. okreslana jest przy uzyciu metody trzypunktowego zginania opisanej w normie
ASTM D 7028-07 lub réwnowaznej normie krajowej. Test ten przeprowadza si¢ na suchej probee, ktdra
osiggngla poziom utwardzenia co najmniej 90 %, jak okreslono w normie ASTM E 2160-04 lub jej
odpowiednikach krajowych, i byta utwardzana przy zastosowaniu polgczenia procesu utwardzania standardowego
i utwardzania dodatkowego, ktdry daje najwyzszq wartosé T,.

Nastepujace nieprzetworzone zwigzki fluorowe:
a.  nieuzywane;
b.  poliimidy fluorowane zawierajace 10 % wagowych lub wiecej zwigzanego fluoru;

c.  fluorowane elastomery fosfazenowe zawierajace 30 % wagowych lub wiecej zwiazanego fluoru.
Nastepujace »materialy widkniste lub widkienkowe«

N.B. ZOB. TAKZE POZYCJE 1€210 1 9C110.
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1C010 (cigg dalszy)

Uwagi techniczne:

1. Do celow obliczenia »wytrzymalosci wlasciwej na rozcigganie«, »modutu whasciwego« lub cigzaru wlasciwego
»materialéw widknistych i widkienkowych« z pozycji 1C010.a., 1C010.b.,, 1C010.c. lub 1C010.e.1.b.
wytrzymatos¢ na rozcigganie i modut nalezy okresla¢ za pomocg metody A opisanej w normie
ISO 10618:2004 lub jej odpowiednikach krajowych

2. Do celow oceny »wytrzymatosci whasciwej na rozcigganie«, »modutu wilasciwego« lub cigzaru wilasciwego
niejednokierunkowych »materiatéw widknistych i wiékienkowych« (np. tkanin, mat lub oplotéw) z pozydji
1C010 nalezy oprze¢ na mechanicznych wlasciwosciach sktadowych wiékien jednakowo ukierunkowanych (np.
widkien elementarnych, przedz, rowingéw lub kabli) przed ich przetworzeniem w niejednokierunkowe »materiaty
whckniste i widkienkowe.

a.  organiczne »materialy widkniste lub widkienkowes, spetniajace oba ponizsze kryteria:
1. »modul wlaSciwy« wigkszy niz 12,7 x 10° m; oraz

2. »wytrzymalo§¢ wlasciwa na rozciaganie« wigksza niz 23,5 x 10*m;

Uwaga: Pozycja 1C010.a. nie obejmuje kontrolg polietylenu.

b.  weglowe »materialy wi6kniste lub widkienkowe, spelniajace oba ponizsze kryteria:

1. »modul wlasciwy« wigkszy niz 14,65 x 10° m; oraz
2. »wytrzymalo§¢ wlasciwa na rozcigganie« wigksza niz 26,82 x 10*m;
Uwaga: Pozycja 1C010.b. nie obejmuje kontrolg:
a.  »materiatéw wiéknistych lub wldkienkowych« przeznaczonych do naprawy konstrukgji lub
laminatéw »cywilnych statkéw powietrznyche, ktére spetniajg wszystkie z ponizszych
kryteriow:

1. majg powierzchnig nieprzekraczajgcg 1 m?;
2. majg dugosC nieprzekraczajgeq 2,5 m; oraz
3. majg szerokosS¢ przekraczajgcg 15 mm;

b.  mechanicznie siekanych lub cigtych »materiatéw wiknistych lub wiékienkowych« o dtugosci
nieprzekraczajgcej 25,0 mm.

c.  nieorganiczne »materialy widkniste i widkienkowes, spelniajace oba ponizsze kryteria:
1. spelniajace ktérekolwiek z ponizszych kryteriéw:

a.  zawarto$¢ wagowa dwutlenku krzemu 50 % lub wigcej i »modut wlasciwy« wickszy niz
2,54 x 10° m; lub

b.  niewyszczegdlnione w pozycji 1C010.c.1.a. i majgce »modul wlasciwy« wigkszy niz 5,6
x 10° m; oraz

2. temperatura topnienia, migknienia, rozkladu lub sublimacji powyzej 1922 K (1649 °C)
w $rodowisku obojetnym;

Uwaga: Pozycja 1C010.c. nie obejmuje kontrolg:

a.  niecigglych, wielofazowych, polikrystalicznych wiékien z tlenku glinu w postaci widkien
cigtych lub mat o strukturze beztadnej, zawierajgcych wagowo 3 % lub wigcej tlenku krzemu
i majgcych »modut wlasciwy« ponizej 10 x 10° m;

b.  widkien molibdenowych i ze stopéw molibdenowych;
¢ widkien borowych;

d. niecigglych widkien ceramicznych o temperaturze topnienia, migknienia, rozktadu lub
sublimacji ponizej 2 043 K (1 770 °C) w $rodowisku obojetnym.
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(cigg dalszy)

d.  »materialy wldkniste lub widkienkowe« spetniajace ktorekolwiek z ponizszych kryteriow:
1. zawierajgce ktorekolwiek z ponizszych:
a.  polieteroimidy okreslone w pozycji 1C008.a.; lub
b.  materialy ujete w pozycjach od 1C008.d. do 1C008.f,; lub
2. zlozone z materialéw ujetych w pozycji 1C010.d.1.a. lub 1C010.d.1.b. i ‘zmieszane’ z innymi
materialami widknistymi ujetymi w pozycjach 1€010.a., 1C010.b. lub 1C010.c,;

Uwaga techniczna:

Do celéw pozycji 1C010.d.2. ‘mieszanie’ oznacza mieszanie widkien materiatéw termoplastycznych z wldknami
materiatow wzmacniajgcych w celu wytworzenia mieszanki wldkien wzmacniajgcych z »matrycge, majgcej
w catosci formg widknistg.

e.  »materialy widkniste lub wi6kienkowe« w pelni lub czgsSciowo impregnowane zywica lub pakiem
(prepregi), »materialy widkniste lub widkienkowe« powlekane metalem lub weglem (preformy) lub
‘preformy wibkien weglowych’ spelniajace wszystkie z ponizszych kryteriéw:

1. spelniajace ktérekolwiek z ponizszych kryteriow:

a.  zawierajgce nieorganiczne »materialy widkniste lub widkienkowe« okreslone w pozycji
1C010.c.; lub

b.  zawierajace organiczne lub weglowe »materialy widkniste lub wibkienkowe« spelniajace
wszystkie z ponizszych kryteriow:

1. »modut wlaiciwy« wigkszy niz 10,15 x 10° m; oraz

2. »wytrzymalo$¢ wlasciwa na rozciaganie« wigksza niz 17,7 x 10*m; oraz
2. spelniajace ktdrekolwiek z ponizszych kryteriow:

a.  zawierajace zywice lub pak okreslone w pozycji 1C008 lub 1C009.b.;

b.  majace ‘temperature zeszklenia wyznaczong metoda dynamicznej analizy mechanicznej
(DMA T,)' réwng lub przekraczajaca 453 K (180 °C) i zawierajgce Zywice fenolowe; lub

c.  majace ‘temperature zeszklenia wyznaczona metodg dynamicznej analizy mechanicznej
(DMA T,) réwng lub przekraczajaca 505 K (232 °C) i zawierajace zywice lub pak, ktére nie
s wymienione w pozycji 1C008 ani 1C009.b. i nie s3 Zywicami fenolowymi.

Uwaga 1:  »Materialy wkGkniste lub wiGkienkowe« powlekane metalem lub weglem (preformy) lub ‘preformy
whékien weglowych’ nieimpregnowane zywicg ani pakiem sg wyszczegdlnione jako »materialy
whékniste lub widkienkowe« w pozycgjach 1C010.a., 1C010.b. i 1C010.c.

Uwaga 2:  Pozycja 1C010.e. nie obejmuje kontrolg:

a.  impregnowanych »matrycg« z zywicy epoksydowej weglowych »materiatow widknistych lub
widkienkowych« (prepregéw) przeznaczonych do naprawy konstrukcji lub laminatéw
»cywilnych statkow powietrznyche, ktdre spetniajg wszystkie z ponizszych kryteriéw:
1. majg powierzchnig nieprzekraczajgcg 1 m%;
2. majg dtugos¢ nieprzekraczajgcq 2,5 m; oraz
3. majg szerokos¢ przekraczajgeg 15 mm.

b.  w pelni lub czgsciowo impregnowanych Zywicg lub pakiem mechanicznie siekanych,
mielonych lub cigtych weglowych »materiatéw whoknistych lub widkienkowych« o diugosci

nieprzekraczajgcej 25,0 mm, w przypadku gdy zastosowano zywicg lub pak inne niz
okreslone w pozycji 1C008 lub 1C009.b.
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1C010 1. (cigg dalszy)

Uwagi techniczne:

1. Do celow pozygi 1C010.e. i noty 1 ‘preformy wldkien weglowych’ oznaczajg uporzgdkowany uklad
powlekanych lub niepowlekanych wiékien przeznaczony do tworzenia struktur sktadowych przed uzyciem
»matrycy« do tworzenia »materiatu kompozytowegos.

2. Do celéw pozycji 1C010.e.2., w ktdrej wyszczegdlniono materialy, ‘temperatura zeszklenia wyznaczona
metodg dynamicznej analizy mechanicznej (DMA T,)' jest okreslana za pomocg metody opisanej
w normie ASTM D 7028-07 lub réwnowaznej normie krajowej przy uzyciu suchej prébki. W przypadku
materiatow termoutwardzalnych stopieri utwardzenia suchej prébki musi wynosi¢ co najmniej 90 %
zgodnie z normg ASTM E 2160-04 lub réwnowazng normg krajowg.

1C011 Nastepujace metale i zwigzki:

N.B. ZOB. TAKZE WYKAZ UZBROJENIA I POZYCJA 1C111.

a.  metale o rozmiarach ziarna mniejszych niz 60 pm, zaréwno w postaci sferycznej, rozpylanej,
sferoidalnej, platkéw, jak i zmielonej, wykonane z materiatéw zawierajacych 99 % lub wiecej cyrkonu,
magnezu lub ich stop6w;

Uwaga techniczna: Do celéw pozycji 1C011.a. naturalna zawarto$ hafnu w cyrkonie (zwykle od 2 %
do 7 %) jest liczona razem z cyrkonem.

Uwaga: Metale lub stopy wyszczegdlnione w pozycji 1C011.a. sg objete kontrolg bez wzgledu na to, czy sq
zamknigte w kapsutkach z glinu, magnezu, cyrkonu lub berylu.

b.  bor lub stopy boru o rozmiarach ziarna 60 pm lub mniejszych, jak nastepuje:
1. bor o czystosci 85 % wagowo lub wigkszej;

2. stopy boru o zawartosci boru 85 % wagowo lub wigkszej;

Uwaga: Metale lub stopy wyszczegdlnione w pozycji 1C011.b. sqg objete kontrolg bez wzgledu na to, czy sq
zamknigte w kapsutkach z glinu, magnezu, cyrkonu lub berylu.

c.  azotan guanidyny (CAS 506-93-4);
d.  nitroguanidyna (NQ) (CAS 556-88-7);
e.  pieciofluorek jodu (CAS 7783-66-6).

N.B. Proszki metali zmieszane z innymi substancjami dajgce w wyniku mieszaning przeznaczong do celéw
wojskowych — zob. wykaz uzbrojenia.

1C012 Nastepujace materialy:

Uwaga techniczna:

Do celéw pozycji 1C012. materialy te sq typowo wykorzystywane do jgdrowych Zrddet ciepta.

a.  pluton w dowolnej postaci zawierajacy izotop pluton-238 w ilosci powyzej 50 % wagowych;

Uwaga: Pozycja 1C012.a. nie obejmuje kontrolg:
a.  dostaw zawierajgcych pluton w ilosci 1 grama lub mniejszej;

b.  dostaw zawierajgcych 3 »gramy efektywne« lub mniej, w przypadku gdy pluton jest zawarty
w czujnikach instrumentéw pomiarowych;

b.  »uprzednio separowany« neptun-237 w dowolnej formie.
Uwaga: Pozycja 1C012.b. nie obejmuje kontrolg dostaw zawierajgcych neptun-237 w ilosci 1 grama lub
mniejszej.
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1C101 Materialy i urzadzenia do obiektéw o zmniejszonej wykrywalnosci za pomoca odbitych fal radarowych,
§ladow w zakresie promieniowania nadfioletowego lub podczerwonego i $ladéw akustycznych, inne niz
okreslone w pozycji 1C001, mozliwe do zastosowania w ‘pociskach rakietowych’, podsystemach »pociskéw
rakietowych« lub bezzalogowych statkach powietrznych wyszczegélnionych w pozycji 9A012 lub 9A112.a.

Uwaga 1:  Pozygia 1C101 obejmuje:

a.  materialy strukturalne i powloki specjalnie opracowane pod kgtem zmniejszenia ich echa
radarowego;

b.  powloki, w tym farby, specjalnie opracowane pod kgtem zmniejszenia ilosci odbijanego lub
emitowanego promieniowania z zakresu mikrofalowego, podczerwonego lub nadfioletowego
promieniowania elektromagnetycznego.

Uwaga 2:  Pozycja 1C101 nie dotyczy powlok, ktére sg specjalnie uzywane do regulacji temperatur w satelitach.

Uwaga techniczna:

W pozycji 1C101 ‘pocisk rakietowy’ oznacza kompletne systemy rakietowe i systemy bezzatogowych statkéw powietrznych
o zasiggu przekraczajgcym 300 km.

1C102 Przesycane pirolizowane materialy weglowo-weglowe przeznaczone do pojazdéw kosmicznych
wyszczegblnionych w pozycji 9A004 lub do rakiet meteorologicznych (sondujacych) wyszczegdlnionych
w pozycji 9A104.

1C107 Nastepujace materialy grafitowe i ceramiczne, inne niz wyszczegélnione w pozycji 1C007:

a.  drobnoziarniste materialy grafitowe o gestosci nasypowej co najmniej 1,72 gfem’ lub wigkszej,
mierzonej w temperaturze 288 K (15 °C) i o wymiarach ziarna 100 pm lub mniejszych, mozliwe do
zastosowania w dyszach do rakiet i stozkach czolowych rakiet, umozliwiajace uzyskanie w drodze
obrébki nastepujacych produktéw:

1. cylindry o $rednicy 120 mm lub wigkszej i dtugosci 50 mm lub wickszej;

2. rury o $rednicy wewnetrznej 65 mm lub wigkszej i grubosci $cianki 25 mm lub wigkszej
i dlugosci 50 mm lub wigkszej; lub

3. bloki o wymiarach 120 mm x 120 mm x 50 mm lub wigksze;
N.B. Zob. takze pozycia 0C004.

b.  pirolityczne lub wzmacniane wldknami materialy grafitowe nadajace si¢ do zastosowania w dyszach
rakiet i stozkach czolowych uzywanych w »pociskach rakietowyche, kosmicznych pojazdach noénych
wyszczeg6lnionych w pozycji 9A004 lub w rakietach meteorologicznych wyszczeg6lnionych
w pozycji 9A104;

N.B. Zob. takze pozycja 0CO04.

c.  ceramiczne materialy kompozytowe (o stalej dielektrycznej ponizej 6 przy kazdej czestotliwosci
od 100 MHz do 100 GHz), do uzytku w ostonach anten radiolokatora uzywanych w »pociskach
rakietowyche, kosmicznych pojazdach nosnych wyszczegélnionych w pozycji 9A004 lub w rakietach
meteorologicznych wyszczegdlnionych w pozycji 9A104;

d.  skrawalne, niewypalane materialy ceramiczne wzmacniane wiéknami krzemo-weglowymi, do uzytku
w stozkach czotowych uzywanych w »pociskach rakietowych¢, kosmicznych pojazdach nosnych
wyszczegllnionych w pozycji 9A004 lub w rakietach meteorologicznych wyszczeg6lnionych
w pozycji 9A104;

e.  wzmocnione krzemo-weglowe ceramiczne materialy kompozytowe do uzytku w stozkach czotowych,
rakietach ponownie wchodzacych w atmosfere i klapach dysz uzywanych w »pociskach rakietowyche,
kosmicznych pojazdach nos$nych wyszczegélnionych w pozycji 9A004 lub w rakietach meteorolo-
gicznych wyszczeg6lnionych w pozycji 9A104;

f.  skrawalne ceramiczne materialy kompozytowe skladajace si¢ z matrycy z ‘materiatu ceramicznego
ultrawysokiej temperatury (UHTC)' o temperaturze topnienia réwnej lub wyzszej niz 3000 °
C i wzmacniane widknami lub widkienkami, do uzytku w podzespolach pociskéw rakietowych (takich
jak stozki czotowe, rakiety ponownie wchodzgce w atmosfere, krawedzie czotowe, topatki kierownicze
strumienia gazéw wylotowych, powierzchnie sterujace lub wklady do wlotéw silnikéw rakietowych)
uzywanych w »pociskach rakietowyche, kosmicznych pojazdach nos$nych wyszczeg6lnionych
w pozycji 9A004 lub w rakietach meteorologicznych wyszczegélnionych w pozycji 9A104, lub

‘pociskach rakietowych’.
Uwaga: Pozycja 1C107.f. nie obejmuje kontrolg ‘materiatéw ceramicznych ultrawysokiej temperatury

(UHTC)' w postaci niekompozytowe;.

56/251 ELL http://data.europa.eu/elijreg_del/2025/2003/oj



DzU. L z 14.11.2025 PL

1C107 f. (cigg dalszy)

Uwaga techniczna 1:

W pozygji 1C107.f ‘pocisk rakietowy’ oznacza kompletne systemy rakietowe i systemy bezzatogowych statkéw
powietrznych o zasiggu przekraczajgcym 300 km.

Uwaga techniczna 2:

‘Materialy ceramiczne ultrawysokiej temperatury (UHTC)’ obejmujg:
1. diborek tytanu (TiB,);
2. diborek cyrkonu (ZrBy,);
3. diborek niobu (NbB,);
4. diborek hafnu (HfB,);
5. diborek tantalu (TaB,);
6.  weglik tytanu (TiC);

7. weglik yrkonu (ZrC);
8. weglik niobu (NbC);

9. weglik hafnu (HfC);

10.  weglik tantalu (TaC).

1C111 Nastepujace substancje napedowe i zwigzki chemiczne do nich, inne niz wyszczegélnione w pozycji 1C011:
a.  substancje napedowe:
1. sferyczny lub sferoidalny proszek aluminiowy, inny niz wyszczegélniony w wykazie uzbrojenia,
zlozony z czastek o wielkosci ponizej 200 pm, o zawartosci glinu wynoszacej 97 % wagowych

lub wigkszej, jezeli co najmniej 10 % cigzaru ogdlnego stanowig czgstki o wielkoSci mniejszej niz
63 pm, zgodnie z ISO 2591-1:1988 lub réwnowaznymi normami krajowymi;

Uwaga techniczna:

Wielkos¢ czgstek 63 pym (ISO R-565) odpowiada siatce 250 (Tyler) lub siatce 230 (norma ASTM E-11).
2. nastgpujace proszki metali, inne niz wyszczegdlnione w wykazie uzbrojenia:

a.  proszki cyrkonu, berylu lub magnezu lub stopéw tych metali, jezeli co najmniej 90 % wagi
lub objetosci wszystkich czgstek stanowia czastki o wielkosci mniejszej niz 60 pm
(zmierzone przy pomocy technik pomiaru, takich jak przesiewanie, dyfrakcja laserowa lub
skanowanie optyczne), w postaci sferycznej, zatomizowanej, sferoidalnej, platkéw lub
silnie rozdrobnionego proszku, zawierajace 97 % wagowych lub wiecej ktéregokolwiek
z ponizszych:

1. cyrkonu;
2. beryly; lub
3. magnezu;

Uwaga techniczna:

Naturalna zawarto$¢ hafnu w cyrkonie (zwykle od 2 % do 7 %) jest liczona razem z cyrkonem.
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1C111 a. 2. (cigg dalszy)

b.  proszki boru lub stopéw boru o zawartoci boru 85 % wagi lub wigkszej, jezeli co najmniej
90 % wagi lub objetosci wszystkich czastek stanowia czastki o wielkosci mniejszej niz 60
pm (zmierzone przy pomocy technik pomiaru, takich jak przesiewanie, dyfrakcja laserowa
lub skanowanie optyczne), w postaci sferycznej, zatomizowanej, sferoidalnej, platkéw lub
silnie rozdrobnionego proszku;

Uwaga: Pozycje 1C111a.2.a. oraz 1C111a.2.b. obejmujg kontrolg mieszaniny proszkéw
o multimodalnej dystrybucji czgstek (np. mieszaniny roznej wielkosci ziaren), jezeli kontrolg
objeta jest co najmniej jedna z form.
3. nastepujace utleniacze uzywane w silnikach rakietowych na paliwo ciekle:
a. tritlenek diazotu (CAS 10544-73-7);
b.  ditlenek azotu (CAS 10102-44-0)/tetratlenek diazotu (CAS 10544-72-6);
c.  pentatlenek diazotu (CAS 10102-03-1);

d.  mieszaniny tlenkéw azotu (MON);

Uwaga techniczna:

Mieszaniny tlenkéw azotu stanowig roztwory tlenku azotu (NO) w tetratlenku diazotu/ditlenku
azotu (N,04/NO, ), ktére mogg by¢ wykorzystane w systemach rakietowych. Istnieje cata skala
mieszanin, ktdre mogg by¢ oznaczone jako MONi lub MONij, gdzie i oraz j sg liczbami
catkowitymi przedstawiajgcymi procentowg zawarto$¢ tlenku azotu w danej mieszaninie (np.
MONS3 zawiera 3 % tlenku azotu, MON25 — 25 % tlenku azotu. Gdrng granice stanowi
MONA40 — 40 % zawartosci wagowej).

e.  ZOB.WYKAZ UZBROJENIA - inhibitowany dymiacy na czerwono kwas azotowy (IRENA);

f.  ZOB. WYKAZ UZBROJENIA ORAZ POZYCJE 1C238 dla zwigzkéw chemicznych
sktadajacych si¢ z fluoru oraz jednego lub wiecej innych fluorowcdw, tlenu lub azotu;

4. nastgpujgce pochodne hydrazyny:

N.B. ZOB. TAKZE WYKAZ UZBROJENIA.

a.  trimetylohydrazyna (CAS 1741-01-1);

b.  tetrametylohydrazyna (CAS 6415-12-9);

¢.  N)N-diallilohydrazyna (CAS 5164-11-4);

d.  allilohydrazyna (CAS 7422-78-8);

e.  etylenodihydrazyna (CAS 6068-98-0);

f.  diazotan monometylohydrazyny;

g.  niesymetryczny diazotan monometylohydrazyny;
h.  azydek hydrazyny (CAS 14546-44-2);

i.  azydek 1,1-dimetylohydrazyny (CAS 227955-52-4) | azydek 1,2-dimetylohydrazyny (CAS
299177-50-7);

j. diazotan hydrazyny (CAS 13464-98-7);

k.  diimido szczawian dihydrazyny (CAS 3457-37-2);
. azotan 2-hydroksyetylohydrazyny (HEHN);

m.  zob. wykaz uzbrojenia — nadchloran hydrazyny;

n.  dinadchloran hydrazyny (CAS 13812-39-0);
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1C111 a. 4

(cigg dalszy)
o.  azotan metylohydrazyny (MHN) (CAS 29674-96-2);

p. azotan 1,1-dietylohydrazyny (DEHN) | azotan 1,2-dietylohydrazyny (DEHN) (CAS
363453-17-2);

q.  azotan 3,6-dihydrazynotetrazyny (azotan 1,4-dihydrazyny) (DHTN);

materialy o wysokiej gestosci energetycznej inne niz wymienione w wykazie uzbrojenia, ktdre
moga by¢ wykorzystywane w ‘pociskach rakietowych’ lub bezzalogowych statkach powietrznych
wyszczegblnionych w pozycji 9A012 lub 9A112.a,;

a.  paliwa mieszane skladajace si¢ z paliw statych i cieklych, takie jak paliwo borowodorowe,
o gestosci energetycznej na jednostke masy na poziomie 40 x 10° J/kg lub wigkszej;

b.  inne majace wysoka gestos¢ energetyczng paliwa i dodatki do paliw (np. kuban, roztwory
jonowe, JP-10) o gestosci energetycznej na jednostke objetosci na poziomie 37,5 x 10° J|
m’ lub wigkszej zmierzonej w temperaturze 20°C i przy ci$nieniu jednej atmosfery
(101,325 kPa);

Uwaga: Pozygja 1C111.a.5.b. nie obejmuje kontrolg rafinowanych paliw kopalnych ani
biopaliw wytworzonych z warzyw, w tym paliw silnikowych dopuszczonych do
stosowania w lotnictwie cywilnym, chyba ze sq przeznaczone specjalnie do ‘pociskdw
rakietowych’ lub bezzatogowych statkéw powietrznych wyszczegdlnionych w pozycji
9A012 lub 9A112.a.

Uwaga techniczna:

W pozygi 1C111.a.5 ‘pocisk rakietowy’ oznacza kompletne systemy rakietowe i systemy bezzatogowych
statkéw powietrznych o zasiggu przekraczajgcym 300 km.

nastepujace paliwa zastepujace hydrazyne:

a.  azydek 2-dimetyloaminoetylu (DMAZ) (CAS 86147-04-8);

b.  substancje polimerowe:

1.

2.

6.

polibutadien o taficuchach zakonczonych grupa karboksylowa (CTPB);

polibutadien o faricuchach zakonczonych grupa hydroksylowa (HTPB) (CAS 69102-90-5), inny
niz wyszczegélniony w wykazie uzbrojenia;

kopolimer butadienu z kwasem akrylowym (PBAA);

kopolimer butadienu z kwasem akrylowym i akrylonitrylem (PBAN) (CAS 25265-19-4 | CAS
68891-50-9);

glikol polietylenowo-politetrahydrofuranowy (TPEG);

Uwaga techniczna:

Glikol polietylenowo-politetrahydrofuranowy (TPEG) jest kopolimerem blokowym polibutano-1,4-diolu
(CAS 110-63-4) i glikolu polietylenowego (PEG) (CAS 25322-68-3).

ZOB. WYKAZ UZBROJENIA - azotan poliglicydylu (PGN lub poly-GLYN) (CAS 27814-48-8);

c.  inne dodatki i $rodki do materialéw miotajacych:

1.

ZOB. WYKAZ UZBROJENIA — wegloborowodory, dekaborowodory, pentaborowodory oraz ich
pochodne;
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c.  (cigg dalszy)

2. diazotan glikolu trietylenowego (TEGDN) (CAS 111-22-8);
3. 2-nitrodifenyloamina (CAS 119-75-5);
4. ZOB. WYKAZ UZBROJENIA - triazotan trimetyloetanu (TMETN)(CAS 3032-55-1);
5. diazotan glikolu dietylenowego (DEGDN) (CAS 693-21-0);
6.  pochodne ferrocenu, takie jak:
a.  ZOB. WYKAZ UZBROJENIA - katocen (CAS 37206-42-1);
b.  ZOB. WYKAZ UZBROJENIA — ferrocen etylu (CAS 1273-89-8);
c.  ZOB. WYKAZ UZBROJENIA — ferrocen n-propylu (CAS 1273-92-3) | ferrocen izopropylu
(CAS 12126-81-7);
d.  ZOB. WYKAZ UZBROJENIA - ferrocen n-butylu (CAS 31904-29-7);
e.  ZOB. WYKAZ UZBROJENIA - ferrocen pentylu (CAS 1274-00-6);
f.  ZOB.WYKAZ UZBROJENIA - ferrocen dicyklopentylu (CAS 125861-17-8);
g.  ZOB. WYKAZ UZBROJENIA — ferrocen dicykloheksylu;
h.  ZOB. WYKAZ UZBROJENIA - ferrocen dietylu (CAS 1273-97-8);
i.  ZOB. WYKAZ UZBROJENIA - ferrocen dipropylu;
j. ZOB. WYKAZ UZBROJENIA — ferrocen dibutylu (CAS 1274-08-4);
k. ZOB. WYKAZ UZBROJENIA - ferrocen diheksylu (CAS 93894-59-8);
l. ZOB. WYKAZ UZBROJENIA - ferrocen acetylu (CAS 1271-55-2) [ 1,1-ferrocen diacetylu
(CAS 1273-94-5);
m. ZOB. WYKAZ UZBROJENIA — kwas karboksylowy ferrocenu (CAS 1271-42-7) [ 1,1'-
ferrocenowy kwas dikarboksylowy (CAS 1293-87-4);
n.  ZOB. WYKAZ UZBROJENIA - butacen (CAS 125856-62-4);
0.  inne pochodne ferrocenu wykorzystywane jako modyfikatory szybkosci spalania paliwa
rakietowego, rozne od wyszczeg6lnionych w wykazie uzbrojenia;
Uwaga: Pozycja 1C111.c.6.0. nie obejmuje kontrolg pochodnych ferrocenu, ktdre zawierajg
szesciowgglowg aromatyczng grupe funkcyjng polgczong z czgsteczkg ferrocenu.
7. 4,5-diazydometylo-2-metylo-1,2,3-triazol (izo-DAMTR), inny niz wyszczeg6lniony w wykazie
uzbrojenia.
d.  ‘zelowe paliwa napgdowe’, inne niz te wyszczeg6lnione w wykazie uzbrojenia, opracowane konkretnie

do uzytku w ‘pociskach rakietowych’.

Uwagi techniczne:

Uwaga:

Zelowe paliwo napgdowe’ w pozycji 1C111.d. oznacza paliwo lub preparat utleniajgcy wykorzystujgce
Srodek zelujgcy, taki jak krzemiany, kaolin (glinka), wegiel lub dowolny polimeryczny $rodek Zelujgcy.

Termin ‘pocisk rakietowy’ w pozycji 1C111.d. oznacza kompletne systemy rakietowe i systemy
bezzatogowych statkéw powietrznych o zasiggu przekraczajgcym 300 km.

Dla substancji miotajgcych oraz chemikaliéw sktadowych materiatow miotajgcych, niewyszczegélinionych
w pozygji 1C111 zob. wykaz uzbrojenia.
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1C116

1C117

Stale maraging, stosowane w ‘pociskach rakietowych’, spelniajace wszystkie z ponizszych kryteriéw:

N.B. ZOB. TAKZE POZYCJA 1C216.

a.  majace wytrzymalo$¢ na rozciaganie, mierzong w temperaturze 293 K (20 °C), r6wna lub wigksza niz:
1. 0,9 GPaw fazie wyzarzenia roztworu; lub
2. 1,5 GPaw fazie utwardzenia wydzieleniowego; oraz

b.  posiadajgce ktorgkolwiek z nastepujacych postaci:
1. blachy, plyty lub rury o gruboci $cianek lub plyt mniejszej lub rownej 5,0 mm;

2. formy cylindryczne o grubosci Scianek mniejszej lub réwnej 50 mm i Srednicy wewnetrznej
wickszej lub réwnej 270 mm.

Uwaga techniczna 1:

Stale maraging sq stopami zelaza:

1. charakteryzujgcymi sig ogdlnie wysokg zawartoscig niklu, zawartoscig wagowg wegla nizszg lub réwng 0,03 %
i wykorzystaniem sktadnikow substytucyjnych lub przyspieszajgcych, ktdre umozliwiajg wzmocnienie i utwardzenie
wydzieleniowe tego stopu; oraz

2. poddawanymi cyklom obrébki cieplnej w celu ulatwienia procesu transformacji martenzytycznej (faza wyzarzenia
roztworu), a nastepnie utwardzanymi (faza utwardzenia wydzieleniowego).

Uwaga techniczna 2:

W pozygji 1C116 ‘pocisk rakietowy’ oznacza kompletne systemy rakietowe i systemy bezzatogowych statkéw powietrznych
o zasiggu przekraczajgcym 300 km.

Nastepujace materialy stuzace do wytwarzania elementéw ‘pociskéw rakietowych’:

a.  wolfram i jego stopy w postaci pylu zawierajgce wagowo co najmniej 97 % wolframu o wielkosci
czgstek nie wigkszej niz 50 x 10° m (50 pm);

b.  molibden i jego stopy w postaci pytu zawierajace wagowo co najmniej 97 % molibdenu o wielkosci
czgstek nie wigkszej niz 50 x 10° m (50 pm);

c.  materialy zawierajace wolfram w postaci stalej, spelniajace wszystkie z ponizszych kryteriéw:
1. wszelkie materialy o nast¢pujacym skladzie:
a.  wolfram i jego stopy zawierajace wagowo co najmniej 97 % wolframu;
b.  wolfram nasycony miedzia zawierajacy wagowo co najmniej 80 % wolframu; lub
c.  wolfram nasycony srebrem zawierajacy wagowo co najmniej 80 % wolframu; oraz
2. umozliwiajace uzyskanie w drodze obrébki skrawaniem nastepujgcych produktéw:
a.  cylindry o $rednicy 120 mm lub wigkszej i dlugo$ci 50 mm lub wigkszej;

b.  rury o $rednicy wewngtrznej 65 mm lub wigkszej i grubosci $cianki 25 mm lub wiekszej
i dlugosci 50 mm lub wickszej; lub

c.  bloki o wymiarach 120 mm x 120 mm x 50 mm lub wigksze;
Uwaga techniczna:

W pozygji 1C117 ‘pocisk rakietowy’ oznacza kompletne systemy rakietowe i systemy bezzatogowych statkéw powietrznych
o zasiggu przekraczajgcym 300 km.
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1C118 Stabilizowana tytanem stal nierdzewna dupleksowa (Ti-DSS) spelniajaca wszystkie ponizsze kryteria:
a.  posiadajaca wszystkie nastepujace cechy:
1. zawarto$¢ wagowa chromu 17,0 — 23,0 % oraz zawarto$¢ wagowa niklu 4,5 - 7,0 %;
2. zawarto$¢ wagowa tytanu wigksza niz 0,10 %; oraz

3. obecno$¢ mikrostruktury ferrytowo-austenitowej (nazywanej takze mikrostrukturg dwufazowa),
w ktérej co najmniej 10 % objetosci stanowi austenit (zgodnie z normg ASTM E-1181-87 lub jej
odpowiednikiem krajowym); oraz

b.  posiadajaca kt6rakolwiek z nastepujacych postaci:
1. sztaby lub prety o wielkosci wigkszej lub réwnej 100 mm w kazdym z wymiaréw;
2. arkusze o szerokosci wigkszej lub réwnej 600 mm i grubosci mniejszej lub réwnej 3 mm; lub

3. rury o $rednicy zewnetrznej wigkszej lub réwnej 600 mm i grubosci Scianek mniejszej lub
réwnej 3 mm.

1C202 Stopy, inne niz wyszczegdlnione w pozycji 1C002.b.3. lub .b.4, takie jak:
a.  stopy glinu posiadajace obydwie wyszczegdlnione nizej cechy:

1. ‘zdolne do’ osiggniecia wytrzymalosci na rozcigganie wigkszej lub réwnej 460 MPa
w temperaturze 293 K (20 °C); oraz

2. posiadajace postal rur lub litych elementéw cylindrycznych (w tym odkuwek) o $rednicy
zewnetrznej powyzej 75 mm;

b.  stopy tytanu posiadajace obydwie wyszczegdlnione nizej cechy:

1. ‘zdolne do’ osiggniecia wytrzymalosci na rozcigganie wigkszej lub réwnej 900 MPa
w temperaturze 293 K (20 °C); oraz

2. posiadajace postal rur lub litych elementéw cylindrycznych (w tym odkuwek) o $rednicy

zewnetrznej powyzej 75 mmy;

Uwaga techniczna:

Okreslenie stopy ‘zdolne do’ obejmuje stopy przed obrdbkg cieplng lub po obrdbce cieplnej.

1C210 ‘Materialy wi6kniste lub widkienkowe’ lub prepregi, inne niz wyszczegdlnione w pozycji 1C010.a., .b. lub .e.,
takie jak:

a.  weglowe lub aramidowe ‘materialy widkniste lub widkienkowe’ posiadajace ktérakolwiek z nizej
wyszczeg6lnionych cech:

1. »modul wlasciwy« wigkszy lub réwny 12,7 x 10° m; lub

2. »wytrzymalo$¢ wlasciwa na rozciaganie« wigksza lub réwna 23,5 x 10* m;

Uwaga: Pozygja 1C210.a. nie obejmuje kontrolg aramidowych ‘materiatéw widknistych lub
whékienkowych’, zawierajgcych wagowo 0,25 % lub wigcej dowolnego modyfikatora powierzchni
wldkien opartego na estrach.

b.  szklane ‘materialy wlokniste lub widkienkowe’ posiadajace obydwie z nizej wyszczegdlnionych cech:
1. »modul wlasciwy« wiekszy lub réwny 3,18 x 10° m; oraz
2. »wytrzymalo§¢ wlasciwa na rozcigganie« wigksza lub réwna 7,62 x 10* m;

c.  termoutwardzalne, impregnowane zywicg, ciagle »przedzec, »rowingi, »kable« lub »tasmy« o szerokosci
nieprzekraczajacej 15 mm (prepregi), wykonane z weglowych lub szklanych ‘materiatéw widknistych
lub wibkienkowych’ wyszczeg6lnionych w pozycji 1C210.a. lub .b.

Uwaga techniczna:

Zywice tworzg matryce kompozytéw.
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1C210

1C216

1C227

1C228

1C229

1C230

c.  (cigg dalszy)

Uwaga: W pozydji 1C210 pojecie ‘materiaty widkniste lub wldkienkowe’ ogranicza sig do cigglych »widkien
elementarnych«, »przedze, »rowingows, »kabli« lub »tasme.

Stal maraging, inna niz wyszczegdlniona w pozycji 1C116, ‘zdolna do’ osiagania wytrzymaloici na
rozcigganie wigkszej lub rownej 1 950 MPa, w temperaturze 293 K (20 °C).

Uwaga: Pozycja 1C216 nie obejmuje kontrolg form, w ktdrych wszystkie wymiary liniowe sq mniejsze niz lub
réwne 75 mm.

Uwaga techniczna:

Okreslenie stal maraging ‘zdolna do’ obejmuje stal maraging przed obrdbkg cieplng lub po obrdbce cieplnej.
1C225 Bor wzbogacony izotopem boru-10 (“B) w stopniu wigkszym niz jego naturalna liczebno$é

izotopowa, taki jak: bor pierwiastkowy, zwiazki i mieszaniny zawierajace bor, wyroby oraz
ztom i odpady powstale z wyzej wymienionych.

Uwaga: W pozygji 1C225 mieszaniny zawierajgce bor obejmujg materialy obcigzone borem.

Uwaga techniczna:

Naturalna liczebnos¢ izotopowa boru-10 wynosi wagowo ok. 18,5 % (atomowo 20 %).

1C226 Wolfram, weglik wolframu oraz stopy zawierajagce wagowo powyzej 90 % wolframu, inne niz
wymienione w pozycji 1C117, posiadajace obydwie z nizej wyszczeg6lnionych cech:

a. w postaci form wydrazonych o symetrii cylindrycznej (facznie z segmentami
cylindrycznymi) o $rednicy wewnetrznej od 100 do 300 mm; oraz

b.  masa wigksza niz 20 kg.

Uwaga: Pozycja 1C226 nie obejmuje kontrolg wyrobéw specjalnie zaprojektowanych jako
odwazniki lub kolimatory promieniowania gamma.

Wapn posiadajgcy obydwie z nizej wyszczegdlnionych cech:
a.  zawarto$¢ wagowa zanieczyszczen metalami réznymi od magnezu ponizej 1 000 ppm; oraz

b.  zawarto$¢ wagowa boru ponizej 10 ppm.

Magnez posiadajacy obydwie z nizej wyszczegdlnionych cech:
a.  zawarto$¢ wagowa zanieczyszczen metalami r6znymi od wapnia ponizej 200 ppm; oraz

b.  zawarto$¢ wagowa boru ponizej 10 ppm.

Bizmut posiadajacy obydwie z nizej wyszczegdlnionych cech:
a.  czysto$¢ wagowa wigksza niz lub réwna 99,99 %; oraz

b.  zawarto$¢ wagowa srebra ponizej 10 ppm.

Beryl metaliczny, stopy zawierajace wagowo wigcej niz 50 % berylu, zwiazki berylu, wyroby oraz zlom
i odpady powstale z wyzej wymienionych, inne niz wyszczeg6lnione w wykazie uzbrojenia.

N.B. ZOB. TAKZE WYKAZ UZBROJENIA.
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(cigg dalszy)
Uwaga: Pozycja 1C230 nie obejmuje kontrolg:

a.  metalowych okien do aparatury rentgenowskiej lub do urzgdzer wiertniczych;

b.  profili tlenkowych w postaci przetworzonej lub potprzetworzonej, zaprojektowanych specjalnie do
elementow zespotéw elektronicznych lub jako podtoza do obwoddw elektronicznych;

¢.  berylu (krzemianu berylu i glinu) w postaci szmaragddéw lub akwamaryndw.

Hafn metaliczny, stopy oraz zwiazki hafnu zawierajace wagowo wiecej niz 60 % hafnu, wyroby oraz zlom
i odpady z powstale z wyzej wymienionych.

Hel-3 (*He), mieszaniny zawierajagce hel-3 oraz wyroby lub urzadzenia zawierajagce dowolne z wyzej
wymienionych substancji.

Uwaga: Pozycja 1C232 nie obejmuje kontrolg wyrobow lub urzqdzeti zawierajgcych mniej niz 1 g helu-3.

Lit wzbogacony izotopem litu-6 (6Li) w stopniu wigkszym niz naturalna liczebno$¢ izotopowa oraz produkty
lub urzadzenia zawierajace wzbogacony lit, takie jak: lit pierwiastkowy, stopy, zwiazki, mieszaniny
zawierajace lit, wyroby oraz zlom i odpady powstale z wyzej wymienionych.

Uwaga: Pozycja 1C233 nie obejmuje kontrolg dozymetrdw termoluminescencyjnych.

Uwaga techniczna:

Naturalna liczebnos¢ izotopowa litu-6 wynosi wagowo ok. 6,5 % (atomowo 7,5 %).

Cyrkon z zawarto$cig wagowa hafnu mniejszg niz 1 cz¢$¢ hafnu do 500 czesci cyrkonu, taki jak: metal, stopy
zawierajagce wagowo ponad 50 % cyrkonu, zwigzki, wyroby oraz zlom i odpady powstale z wyzej
wymienionych, inne niz wyszczeg6lnione w pozycji 0A001.f.

Uwaga: Pozycja 1C234 nie obejmuje kontrolg cyrkonu w postaci folii o grubosci mniejszej lub réwnej 0,10 mm.

Tryt, zwigzki trytu i mieszanki zawierajace tryt, w kt6rych stosunek atoméw trytu do wodoru przewyzsza 1
czg$¢ na 1 000, oraz wyroby lub urzadzenia zawierajace te materialy.

Uwaga: Pozycja 1C235 nie obejmuje kontrolg wyrobow lub urzgdzen zawierajgcych mniej niz 1,48 x 10° GBg
(40 Gi) trytu.

‘Radionuklidy’ do tworzenia Zrddel neutronéw w oparciu o reakcje czastek alfa-neutron, inne niz
wyszczeg6lnione w pozycjach 0C001 i 1C012.a., w nastepujacych postaciach:

a.  pierwiastki;
b.  zwiazki o calkowitej aktywnosci alfa wigkszej lub réwnej 37 GBq/kg (1 Cifkg);
c.  mieszaniny o catkowitej aktywnosci alfa wiekszej lub réwnej 37 GBq/kg (1 Ci/kg);

d.  wyroby lub urzadzenia zawierajace wyzej wymienione substancje.

Uwaga: Pozygja 1C236 nie obejmuje kontrolg wyrobéw lub urzgdzen o aktywnosci alfa ponizej 3,7 GBg
(100 mCi).
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1C236 (cigg dalszy)

Uwaga techniczna:

W pozygji 1C236 ‘radionuklidy’ oznaczajg ktdrekolwiek z ponizszych:
—  aktyn-225 (**Ac)
—  aktyn-227 (*Ac)
—  kaliforn-253 (¥Cf)
—  kiur-240 (**Cm)
—  kiur-241 (*Cm)
—  kiur-242 (**Cm)
—  kiur-243 (**Cm)
—  kiur-244 (**Cm)
—  einstein-253 (¥’Es)
—  einstein-254 (¥*Es)
—  gadolin-148 (*Gd)
—  pluton-236 (**Pu)
—  pluton-238 (¥*Pu)
—  polon-208 ( **Po)
—  polon-209 (***Po)
—  polon-210 (*°Po)
—  rad-223 (*’Ra)

—  tor-227 (**Th)

—  tor-228 (**Th)

—  uran-230 (¥°U)

— uran-232(#20)

1C237 Rad-226 (*Ra), stopy radu-226, zwiazki radu-226, mieszaniny zawierajace rad-226, powstale z nich wyroby,
oraz produkty i urzagdzenia powstale z wyzej wymienionych.

Uwaga: Pozycja 1C237 nie obejmuje kontrolg:
a.  aplikatoréw medycznych;
b.  wyrobéw lub urzgdzen zawierajgcych mniej niz 0,37 GBq (10 mCi) radu-226.
1C238 Trifulorek chloru (CIFs).
1C239 Kruszgce materialy wybuchowe, inne niz wymienione w wykazie uzbrojenia, substancje lub mieszaniny

zawierajagce wagowo wiecej niz 2 % tych materialow, o gestosci krystalicznej wigkszej niz 1,8 gfem’
i predkosci detonacji powyzej 8 000 m/s.
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1C240 Proszek niklu i porowaty nikiel metaliczny, inny niz wyszczegdlniony w pozycji 0C005, taki jak:
a.  proszek niklu posiadajacy obydwie z nizej wymienionych cech:
1. czysto§¢ niklowego sktadnika wagowego wigksza niz lub réwna 99,0 %; oraz

2. $rednia wielko$¢ czgstek mniejsza niz 10 pm, mierzona wedtug normy B330 Amerykanskiego
Towarzystwa Materialoznawczego (ASTM);

b.  porowaty nikiel metaliczny wytwarzany z materialéw wyszczegdlnionych w pozycji 1C240.a.

Uwaga: Pozycja 1C240 nie obejmuje kontrolg:
a.  widkienkowych proszkéw niklu;
b.  pojedynczych porowatych blach niklowych o polu powierzchni arkusza mniejszym Iub réwnym

1000 cm?.

Uwaga techniczna:

Pozycja 1C240.b. odnosi sig do porowatego metalu wyrabianego metodg zageszczania lub spiekania materiatéw
wyszczegdlnionych w pozycji 1C240.a., celem otrzymania metalu z drobnymi porami, wzajemnie tgczgcymi sig w catosci
struktury.

1C241 Ren i jego stopy zawierajgce wagowo co najmniej 90 % renu; oraz stopy renu i wolframu zawierajace wagowo
powyzej 90 % jakiejkolwiek kombinacji renu i wolframu, inne niz wymienione w pozycji 1C226, posiadajace
obydwie z nizej wyszczegélnionych cech:

a. w postaci form wydrazonych o symetrii cylindrycznej (facznie z segmentami cylindrycznymi)
o $rednicy wewnetrznej od 100 do 300 mm; oraz

b.  masa wigksza niz 20 kg.

1C350 Nastepujace substancje chemiczne, ktére moga by¢ wykorzystane jako prekursory dla toksycznych srodkéw
chemicznych, oraz »mieszaniny chemiczne« zawierajgce jedng lub wigcej z nizej wymienionych substancji:

N.B. ZOB. TAKZE WYKAZ UZBROJENIA I POZYCJA 1C450.

1. tiodiglikol (CAS 111-48-8);

2. tlenochlorek fosforu (CAS 10025-87-3);

3. metylofosfonian dimetylu (CAS 756-79-6);

4. ZOB. WYKAZ UZBROJENIA - difluorek metylofosfonowy (CAS 676-99-3);
5. dichlorek metylofosfonowy (CAS 676-97-1);

fosforyn dimetylu (DMP) (CAS 868-85-9);

trichlorek fosforu (CAS 7719-12-2);

fosforyn trimetylu (DMP) (CAS 121-45-9);

v x® N

chlorek tionylu (CAS 7719-09-7);

10.  3-hydroksy-1-metylopiperydyna (CAS 3554-74-3);

11.  chlorek N,N-diizopropylo-(beta)-aminoetylu (CAS 96-79-7);
12.  N,N-diizopropylo-(beta)-tioloetanoamina (CAS 5842-07-9);
13.  3-chinuklidynol (CAS 1619-34-7);

14. fluorek potasu (CAS 7789-23-3);

15. 2-chloroetanol (CAS 107-07-3);

16. dimetyloamina (CAS 124-40-3);

17. etylofosfonian dietylu (CAS 78-38-6);
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18.
19.
20.
21.
22.
23.
24,
25.
26.
27.
28.
29.

30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44,
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.

N,N-dimetylofosforoamidan dietylu (CAS 2404-03-7);
fosfonian dietylu (CAS 762-04-9);

chlorowodorek dimetyloaminy (CAS 506-59-2);
dichloro(etylo)fosfina (CAS 1498-40-4);

dichlorek etylofosfonowy (CAS 1066-50-8);

ZOB. WYKAZ UZBROJENIA - difluorek etylofosfonowy (CAS 753-98-0);
fluorowodér (CAS 7664-39-3);

benzilan metylu (CAS 76-89-1);
dichloro(metylo)fosfina (676-83-5);
N,N-diizopropylo-(beta)-amino etanol (CAS 96-80-0);
alkohol pinakolinowy (CAS 464-07-3);

ZOB. WYKAZ UZBROJENIA - O-etylo O-2-diizopropyloaminoetylo metylofosfinin (QL) (CAS
57856-11-8);

fosforyn trietylu (CAS 122-52-1);

trichlorek arsenu (CAS 7784-34-1);

kwas benzilowy (CAS 76-93-7);

metylofosfonin dietylu (CAS 15715-41-0);
etylofosfonian dimetylu (CAS 6163-75-3);
etylodifluorofosfina (CAS 430-78-4);
metylodifluorofosfina (CAS 753-59-3);
3-chinuklidon (CAS 3731-38-2);

pentachlorek fosforu (CAS10026-13-8);
pinakolon (CAS 75-97-8);

cyjanek potasu (CAS 151-50-8);

wodorofluorek potasu (CAS 7789-29-9);
wodorofluorek amonu lub bifluorek amonu (CAS 1341-49-7);
fluorek sodu (CAS 7681-49-4);

wodorofluorek sodu (CAS 1333-83-1);

cyjanek sodu (CAS 143-33-9);

trietanoloamina (CAS 102-71-6);

pentasiarczek fosforawy (CAS 1314-80-3);
di-izopropyloamina (CAS 108-18-9);
dietyloaminoetanol (CAS 100-37-8);

siarczek sodu (CAS 1313-82-2);

monochlorek siarki (CAS 10025-67-9);
dichlorek siarki (CAS 10545-99-0);
chlorowodorek trietanoloaminy (CAS 637-39-8);
chlorowodorek chlorku N,N-diizopropylo-(beta)-aminoetylu (CAS 4261-68-1);
kwas metylofosfonowy (CAS 993-13-5);
metylofosfonian dietylu (CAS 683-08-9);
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57. dichlorek N,N-dimetylofosforoamidowy (CAS 677-43-0);
58. fosforyn triizopropylu (CAS 116-17-6);

59. etylodietanoloamina (CAS 139-87-7);

60. 0O,0-dietylo fosforotionian (CAS 2465-65-8);

61. 0,0-dietylo fosforoditionian (CAS 298-06-6);

62. heksafluorokrzemian sodu (CAS 16893-85-9);

63. dichlorek metylotiofosfonowy (CAS 676-98-2);

64. dietyloamina (CAS 109-89-7);

65. chlorowodorek N,N-diizopropyloaminoetanoetiolu (CAS 41480-75-5);
66. dichlorofosforan metylu (CAS 677-24-7);

67. dichlorofosforan etylu (CAS 1498-51-7);

68. difluorofosforan metylu (CAS 22382-13-4);

69. difluorofosforan etylu (CAS 460-52-6);

70.  chlorofosforyn dietylu (CAS 589-57-1);

71.  chlorofluorofosforan metylu (CAS 754-01-8);

72.  chlorofluorofosforan etylu (CAS 762-77-6);

73.  N,N-dimetyloformamidyna (nr CAS 44205-42-7);

74.  N,N-dietyloformamidyna (nr CAS 90324-67-7);

75.  N,N-dipropyloformamidyna (nr CAS 48044-20-8);

76. N,N-diizopropyloformamidyna (nr CAS 857522-08-8);
77.  N,N-dimetyloacetamidyna (nr CAS 2909-14-0);

78.  N,N-dietyloacetamidyna (nr CAS 14277-06-6);

79. NN-dipropyloacetamidyna (nr CAS 1339586-99-0);
80. N,N-dimetylopropanamidyna (nr CAS 56776-14-8);

81. N,N-dietylopropanamidyna (nr CAS 84764-73-8);

82. N,N-dipropylopropanamidyna (nr CAS 1341496-89-6);
83. N,N-dimetylobutanamidyna (nr CAS 1340437-35-5);
84. N,N-dietylobutanamidyna (nr CAS 53510-30-8);

85. N,N-dipropylobutanamidyna (nr CAS 1342422-35-8);
86. N,N-diizopropylobutanamidyna (nr CAS 1315467-17-4);
87. N,N-dimetylizobutanamidyna (nr CAS 321881-25-8);
88. N,N-dietylizobutanamidyna (nr CAS 1342789-47-2);
89. N,N-dipropylobutanamidyna (nr CAS 1342700-45-1);
90. dipropyloamina (CAS 142-84-7).

Uwaga 1:  Dla wywozu do »paristw niebedgcych stronami konwendji o zakazie broni chemicznej« pozygja 1C350 nie

obejmuje kontrolg »mieszanin chemicznych« zawierajgcych jedng lub wigcej substancji chemicznych
wyszczegdlnionych w podpunktach 1€350.1, .3, .5, .11, .12, .13, .17, .18, .21, .22, .26, .27, .28,
.31, .32, .33, .34, .35, .36, .54, .55, .56, .57, .63 i .65, w ktdrych zadna z indywidualnie
wyszczegdlnionych substancji chemicznych nie stanowi wagowo wigcej niz 10 % mieszaniny.

Uwaga 2:  Dla wywozu do »patistw bedgcych stronami konwencji o zakazie broni chemicznej« pozycja 1C350 nie

obejmuje kontrolg »mieszanin chemicznych« zawierajgcych jedng lub wiecej substancji chemicznych
wyszczegdlnionych w podpunktach 1C350.1, .3, .5, .11, .12, .13, .17, .18, .21, .22, .26, .27, .28,
.31, .32, .33, .34, .35, .36, .54, .55, .56, .57, .63 i .65, w ktdrych zadna z indywidualnie
wyszczegdlnionych substancji chemicznych nie stanowi wagowo wigcej niz 30 % mieszaniny.
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Uwaga 3:  Pozycja 1C350 nie obejmuje kontrolg »mieszanin chemicznych« zawierajgcych jedng lub wigcej substancji
chemicznych wyszczegdlnionych w podpunktach 1C350.2, .6, .7, .8, .9, .10, .14, .15, .16, .19, .20,
.24,.25, .30, .37, .38, .39, .40, .41, .42, 43, .44, 45, 46, 47, .48, .49, .50, .51, .52, .53, .58,
.59, .60, .61, .62, .64, .66, .67, .68, .69, .70,.71,.72,.73,.74,.75,.76, .77, .78, .79, .80, .81,
.82, .83, .84, .85, .86, .87, .88, .89 i .90, w ktdrych zadna z indywidualnie wyszczegdlnionych
substancji chemicznych nie stanowi wagowo wigcej niz 30 % mieszaniny.

Uwaga 4:  Pozycja 1C350 nie obejmuje kontrolg wyrobéw okreslanych jako towary konsumpcyjne pakowane do
sprzedazy detalicznej do osobistego uzytku lub pakowane do indywidualnego uzytku.

1C351 Ludzkie i zwierzece czynniki chorobotwércze oraz »toksynys, takie jak:

a.  nastgpujgce wirusy pochodzenia naturalnego, wzmocnione lub zmodyfikowane, w postaci
»izolowanych zywych kultur« lub jako material acznie z materialem zywym, ktéry zostal celowo
zaszczepiony lub zakazony takimi kulturami:

1.
2.
3.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

wirus afrykanskiej choroby koni;
wirus afrykanskiego pomoru $win;
wirus Andes;

wirusy grypy ptakéw, ktore sa:

a.  niescharakteryzowane; lub

b.  okreSlone w zalgczniku I pkt 2 do unijnej dyrektywy 2005/94/WE (Dz.U. L 10
z 14.1.2006, s. 16) jako posiadajace wysokie wlasciwosci chorobotwércze, w tym:

1. wirusy typu A o wartodci IVPI (wskaznik dozylnej chorobotwodrczosci) dla szescioty-
godniowych kurczat powyzej 1,2; lub

2. wirusy typu A podtypéw H5 i H7, z sekwencjami genomu kodujacymi liczne
aminokwasy zasadowe w miejscu cigcia czgsteczki hemaglutyniny podobnymi do
sekwencji obserwowanych w innych wirusach HPAI, wskazujacych na mozliwosé
rozszczepienia czasteczki hemaglutyniny przez wigkszo$¢ proteaz gospodarza;

wirus choroby niebieskiego jezyka;

wirus Chapare;

wirus goraczki Chikungunya;

wirus Choclo;

wirus kongijsko-krymskiej gorgczki krwotocznej;

nieuzywane;

wirus Dobrava-Belgrade;

wirus wschodnioamerykanskiego kofiskiego zapalenia mézgu;
wirus Ebola: wszystkie wirusy nalezace do rodzaju Ebolavirus;
Wirus pryszczycy;

wirus ospy koziej;

wirus Guanarito;

wirus Hantaan;

wirus Hendra;

wirus SHV-1 (Herpesvirus suid typ 1) (wirus wicieklizny rzekomej; choroba Aujeszkyego);
wirus klasycznego pomoru $win;

wirus japonskiego zapalenia mézgu;
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22.  wirus Junin;
23. wirus Lasu Kyasanur;
24.  wirus Laguna Negra;
25.  wirus Lassa;
26. wirus choroby skokowej owiec;
27.  wirus Lujo;
28. wirus choroby zgrudowacenia skéry;
29. wirus limfocytowego zapalenia opon mézgowych;
30. wirus Machupo;
31. wirus marburski: wszystkie wirusy nalezace do rodzaju Marburgvirus;
32.  wirus malpiej ospy;
33. wirus zapalenia mézgu z Murray Valley;
34. wirus rzekomego pomoru drobiu (wirus z Newcastle);
35. wirus Nipah;
36. wirus omskiej goraczki krwotocznej;
37. wirus Oropouche;
38. wirus pomoru przezuwaczy;
39. wirus choroby pecherzykowej u $win;
40. wirus Powassan;
41. wirus wicieklizny i wszystkie inne wirusy nalezace do rodzaju Lyssa;
42. wirus goraczki z Rift Valley;
43.  wirus zarazy bydlecej;
44. wirus Rocio;
45.  wirus Sabia;
46. wirus Seoul;
47. wirus ospy owczej;
48. wirus Sin Nombre;
49. wirus zapalenia mézgu z St. Louis;
50. enterowirusowe zapalenie mézgu i rdzenia $wiry;
51. wirus kleszczowego zapalenia mézgu (podtyp dalekowschodni);
52. wirus ospy naturalnej;
53. wirus wenezuelskiego koniskiego zapalenia mozgu;
54. wirus pecherzykowego zapalenia jamy gebowej;
55. wirus zachodnioamerykanskiego koriskiego zapalenia mézgu;
56. wirus zo6ltej goraczki;
57. koronawirus cigzkiej ostrej niewydolnosci oddechowej (koronawirus SARS);
58. zrekonstruowany wirus grypy z 1918 r.;

59. koronawirus bliskowschodniego zespotu niewydolnosci oddechowej (koronawirus MERS-CoV);
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b.  nieuzywane;

c.  nastepujace bakterie pochodzenia naturalnego, wzmocnione lub zmodyfikowane, w postaci
»izolowanych zywych kultur« lub jako material lacznie z materialem zywym, ktdry zostal celowo
zaszczepiony lub zakazony takimi kulturami:

1.

2
3.
4

P N

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

20.
21.
22.

laseczka waglika (Bacillus anthracis);

paleczka ronienia bydla (Brucella abortus bovis);

pateczka maltariska (Brucella melitensis);

pateczka ronienia §win (Brucella abortus suis);

paleczka nosacizny Burkholderia mallei (Pseudomonas mallei);

pateczka melioidozy Burkholderia pseudomallei (Pseudomonas pseudomallei);
zarazek papuzicy Chlamydia psittaci (Chlamydophila psittaci);

laseczka jadu kietbasianego gatunku Clostridium argentinense (znana wczesniej jako Clostridium
botulinum typ G), szczepy wytwarzajace neurotoksyne botulinowa;

Clostridium baratii, szczep wytwarzajacy neurotoksyne botulinows;

laseczka jadu kielbasianego (Clostridium botulinum);

Clostridium butyricum, szczep wytwarzajacy neurotoksyne botulinows;

laseczka zgorzeli gazowej wytwarzajaca odmiany egzotoksyn (Clostridium perfringens);
riketsja goraczki Q (Coxiella burnetii);

paleczka tularemii (Francisella tularensis);

Mycoplasma capricolum podgatunek capripneumoniae (szczep F38);

Mycoplasma mycoides ssp. mycoides SC (»mata kolonia«);

riketsja duru plamistego (Riketsja prowazekii);

pateczka duru Salmonella enterica subspecies enterica serotyp Typhi (Salmonella typhi);

paleczka okreznicy (Escherichia coli) wytwarzajaca toksyng Shiga (STEC) z grup serologicznych
026, 045, 0103, 0104, O111, 0121, 0145, O157 oraz innych grup serologicznych
wytwarzajacych toksyne Shiga;

Uwaga:

Pateczka  Escherichia coli wytwarzajgca toksyng Shiga (STEC) obejmuje migdzy innymi szczep
enterokrwotoczny E.coli (EHEC), szczep E.coli wytwarzajgcy werotoksyng (VTEC) lub szczep E.Coli
wytwarzajgcy werocytotoksyng (VTEC).

pateczka czerwonki (Shigella dysenteriae);
przecinkowiec cholery (Vibrio cholerae);

pateczka dzumy (Yersinia pestis);

d.  nastgpujgce »toksyny« i ich »podjednostki toksync:

oo =

2l

neurotoksyny botulinowe;

toksyny alfa, beta 1, beta 2, epsilon i jota laseczki zgorzeli gazowej;
konotoksyny;

rycyna;

saksytoksyna;

toksyny Shiga (toksyny Shiga-podobne, werotoksyny, werocytotoksyny);

enterotoksyny gronkowca zlocistego, hemolizyna alfa oraz toksyna wywolujaca zesp6l wstrzasu
toksycznego (wcze$niej znana jako enterotoksyna F gronkowca);
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8.  tetrodotoksyna;
9.  nieuzywane;
10. mikrocystyny (Cyanginosin);
11. aflatoksyny;
12. abryna;
13. nieuzywane;
14. toksyna diacetoksyscyrpenolowa;
15. toksyna T-2;
16. toksyna HT-2;
17. toksyna modekcyny;
18. toksyna wolkenzyny;
19. lektyna 1 jemioly pospolitej (wiskotoksyna);
20. brewetoksyny;
21. gonyautoksyny;
22. nodulariny;
23. palytoksyna;
24. neosaksitoksyna (NEO).

Uwaga: Pozycja 1C351.d. nie obejmuje kontrolg neurotoksyn botulinowych ani konotoksyn w postaci
wyrobow spelniajgcych wszystkie ponizsze kryteria:

1. sg wyrobami farmaceutycznymi przeznaczonymi do podawania ludziom w leczeniu schorzen;
2. sg opakowane do rozprowadzania jako wyroby lecznicze;
3. sg dopuszczone przez wladze paristwowe do obrotu jako wyroby lecznicze.

e.  nastgpujace grzyby, naturalne, wzmocnione lub zmodyfikowane, w postaci »izolowanych zywych
kultur« lub materialu zawierajacego Zywe organizmy, ktéry zostat celowo zaszczepiony lub zakazony
takimi kulturami:

1.  Coccidioides immitis

2. Coccidioides posadasii

Uwaga: Pozycja 1C351 nie obejmuje kontrolg »szczepionek« ani »immunotoksyn.
1C353 Nastepujace ‘elementy genetyczne’ oraz ‘zmodyfikowane genetycznie organizmy”:

a.  wszelkie ‘zmodyfikowane genetycznie organizmy’, ktére obejmuja, lub ‘element genetyczny’, ktéry
koduje ktérekolwiek z ponizszych:

1. gen, geny, produkt transkrybowany lub produkty transkrybowane, specyficzne dla wiruséw
wyszczegblnionych w pozycjach 1C351.a. lub 1C354.a;

2. ktérykolwiek gen lub geny specyficzne dla ktérychkolwiek bakterii wyszczegdlnionych
w pozycjach 1C351.c. lub 1C354b. lub grzybéw okreslonych w pozycjach 1C351.e.
lub 1C354.c., ktdre to geny wykazuja ktorgkolwiek z ponizszych cech:

a.  same lub przez swoje produkty transkrybowane lub transponowane stanowia istotne
zagrozenie dla zdrowia ludzi, zwierzat lub roslin; lub

b.  moga ‘powodowac lub wzmacnia¢ chorobotwérczos¢’; lub

3. wszelkie »toksyny« wyszczegdlnione w pozycji 1C351.d. lub nalezace do nich »podjednostki
toksyne;

b.  nieuzywane.
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Uwagi techniczne:

‘Zmodyfikowane genetycznie organizmy’ obejmujg organizmy, w ktdrych sekwencja kwasu nukleinowego zostata
utworzona lub zmieniona w drodze umysinego manipulowania molekutami.

‘Elementy genetyczne’ zawierajg migdzy innymi chromosomy, genomy, plazmidy, transpozony, wektory
i organizmy inaktywowane zawierajgce odzyskiwalne fragmenty kwasu nukleinowego, bez wzgledu na to, czy sg
modyfikowane genetycznie lub czy sg w catosci lub czgsciowo syntetyzowane chemicznie. Do celow kontroli
elementéw genetycznych kwasy nukleinowe z organizmu inaktywowanego, wirusa lub probki uznaje si¢ za
odzyskiwalne, jezeli inaktywacja i przygotowanie materiatu ma na celu ulatwienie lub wiadomo, ze utatwia
izolowanie, oczyszczanie, magnifikacje, wykrywanie lub identyfikacje kwasow nukleinowych.

‘Powodowanie lub wzmacnianie chorobotwdrczosci’ jest zdefiniowane jako insercja lub integracja sekwencji kwasu
nukleinowego, ktora/ktore spowodujg lub zwigkszg zdolnos¢ biorcy do wykorzystania do rozmyslnego
spowodowania choroby lub $mierci. Moze to obejmowaé zmiany dotyczgce m.in.: zjadliwosci, zdolnosci do
przenoszenia sig, stabilnosci, drogi zakazenia, zakresu Zywicieli, odtwarzalnosci, zdolnosci do obejscia lub
pokonania odpornosci zywiciela, odpornosci na medyczne $rodki zapobiegawcze lub wykrywalnosci.

Uwaga 1:  Pozycja 1C353 nie obejmuje kontrolg sekwencji kwaséw nukleinowych paleczki Escherichia coli

wytwarzajgcej toksyne Shiga grup serologicznych 026, 045, 0103, 0104, O111, 0121, 0145,
0157 oraz innych grup serologicznych wytwarzajgcych toksyng Shiga, innych niz elementy genetyczne
kodujgce toksyng Shiga lub ich podjednostki.

Uwaga 2:  Pozycja 1C353 nie obejmuje kontrolg »szczepionek.

Roélinne czynniki chorobotworcze, takie jak:

a.

nastepujace wirusy pochodzenia naturalnego, wzmocnione lub zmodyfikowane, w postaci
»izolowanych zywych kultur« lub jako material acznie z materialem zywym, ktéry zostal celowo
zaszczepiony lub zakazony takimi kulturami:

1. andyjski utajony wirus ziemniaka;
2. wiroid wrzecionowato$ci bulw ziemniaka;

nastepujace bakterie pochodzenia naturalnego, wzmocnione lub zmodyfikowane, w postaci
sizolowanych zywych kultur« lub jako material facznie z materialem zywym, ktéry zostal celowo
zaszczepiony lub zakazony takimi kulturami:

1.  Xantomonas albilineans;

2. Xanthomonas citri pv. citri (Xanthomonas axonopodis pv. citri, Xanthomonas campestris pv.
citri);

3. Xanthomonas oryzae pv. oryzae (Pseudomonas campestris pv. oryzae);

4. Clavibacter michiganensis subsp. sepedonicus (Clavibacter sepedonicus, Clavibacter michiganense
podgatunek  sepedonicus, ~ Corynebacterium  michiganensis podgatunek pvsepedonicum lub
Corynebacterium sepedonicumy;

5. Ralstonia solanacearum, rasa 3, biowar 2;

nastepujace grzyby pochodzenia naturalnego, wzmocnione lub zmodyfikowane, w postaci
»izolowanych zywych kultur« lub jako material acznie z materialem zywym, ktéry zostal celowo
zaszczepiony lub zakazony takimi kulturami:

1. Colletotrichum kahawae (Colletotrichum coffeanum var. virulans);
2. Bipolaris oryzae (Cochliobolus miyabeanus, Helminthosporium oryzae);
3. Pseudocercospora ulei (Microcyclus ulei, Dothidella ulei);

4. Puccinia graminis ssp. graminis var. graminis/Puccinia graminis ssp. graminis var. stakmanii (Puccinia
graminis [syn. Puccinia graminis f. sp. tritici]);
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5. Puccinia striiformis (syn. Puccinia glumarum);

6.  Magnaporthe oryzae (Pyricularia oryzae);

7. Peronosclerospora philippinensis (Peronosclerospora sacchari);
8.  Sclerophthora rayssiae var. zeae;

9. Synchytrium endobioticium;

10. Tilletia indica;

11.  Thecaphora solani.

Toksyczne zwigzki chemiczne, prekursory toksycznych zwigzkéw chemicznych oraz »mieszaniny chemiczne«
zawierajace jedng lub wiecej z tych substanciji, takie jak:

NB.

d.

ZOB. TAKZE POZY(JE 1C350, 1C351.d. ORAZ WYKAZ UZBROJENIA.
toksyczne zwigzki chemiczne, takie jak:

1. amiton: O,0-dietylo-S-[2-(dietyloamino)etylo] fosforotiolan (CAS 78-53-5) oraz odpowiednie
alkilowane lub protonowane sole;

2. PHB: 1,1,3,3,3-pentafluoro-2-(trifluorometylo)-1-propen (CAS 382-21-8);

3. ZOB. WYKAZ UZBROJENIA - BZ: 3-chinuklidylo benzylan (CAS 6581-06-2);
4. Fosgen: dichlorek karbonylu (CAS 75-44-5);

5. chlorocyjan (CAS 506-77-4);

6.  cyjanowodér (CAS 74-90-8);

7. Chloropikryna: trichloronitrometan (CAS 76-06-2);

Uwaga 1:  Dla wywozu do »paristw niebedgcych stronami konwencji o zakazie broni chemicznej« pozycja
1C450 nie obejmuje kontrolg »mieszanin chemicznych« zawierajgcych jedng lub wigcej substancji
chemicznych wyszczegdlnionych w podpunktach 1C450.a.1. oraz .a.2, w ktdrych zadna
z indywidualnie wyszczegdlnionych substancji chemicznych nie stanowi wagowo wigcej niz 1 %
mieszaniny.

Uwaga 2:  Dla wywozu do »paristw bedgcych stronami konwendji o zakazie broni chemicznej« pozycja 1C450
nie obejmuje kontrolg »mieszanin chemicznych« zawierajgcych jedng lub wiecej substancji
chemicznych wyszczeg6lnionych w  podpunktach 1C450.a.1. oraz .a.2., w ktérych Zadna
z indywidualnie wyszczegdlnionych substancji chemicznych nie stanowi wagowo wigcej niz 30 %
mieszaniny.

Uwaga 3:  Pozycja 1C450 nie obejmuje kontrolg »mieszanin chemicznych« zawierajgcych jedng lub wigcej
substancji chemicznych wyszczegdlnionych w podpunktach 1C450.a.4., .a.5., .a.6. oraz .a.7.,
w ktdrych zadna z indywidualnie wyszczegélnionych substancji chemicznych nie stanowi wagowo
wigcej niz 30 % mieszaniny.

Uwaga 4:  Pozycja 1C450 nie obejmuje kontrolg wyrobow okreslanych jako towary konsumpcyjne pakowane
do sprzedazy detalicznej do osobistego uzytku lub pakowane do indywidualnego uzytku.
prekursory toksycznych zwigzkéw chemicznych, takie jak:

1. zwigzki chemiczne, inne niZz wymienione w wykazie uzbrojenia lub w pozyci 1C350,
posiadajace atom fosforu, z ktérym zwiazana jest jedna grupa metylowa, etylowa, propylowa lub
izopropylowa, lecz nie wigcej atoméw wegla;

Uwaga: Pozygja 1C450.b.1. nie obejmuje kontrolg fonofosu: O-etylo S-fenylo-etylofosfonotiolo-
tionianu (CAS 944-22-9);
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2. dihalogenki N,N-dialkilo (metylo, etylo, propylo lub izopropylo) fosforoamidowe, inne niz
dichlorek N,N-dimetylofosforoamidowy;

N.B. Zob. pozycja 1C350.57 dla dichlorku N,N-dimetylofosforoamidowego.

3. N,N-dialkilo [metylo, etylo lub propylo (normalny lub izopropylo)] fosforoamidany dialkilu
[metylu, etylu lub propylu (normalny lub izopropylu)], inne niz N,N-dimetylofosforoamidan
dietylu, ktéry zostat okreslony w pozycji 1C350;

4. Chlorki 2-N,N-dialkilo (metylo, etylo, propylo lub izopropylo) aminoetylu i odpowiednie
protonowane sole, inne niz chlorek N,N-diizopropylo-(beta)-aminoetylu lub chlorowodorek N,
N-diizopropylo-(beta)-aminoetylo chlorku, ktére zostaly okreslone w pozycji 1C350;

5. N,N-dialkilo (metylo, etylo, propylo lub izopropylo) aminoetan-2-ole i odpowiednie
protonowane sole, inne niz N,N-diizopropylo-(beta)-aminoetanol (CAS 96-80-0) i N,N-
dietyloaminoetanol (CAS 100-37-8) wyszczegdlnione w pozycji 1C350;

Uwaga: Pozycja 1C450.D.5. nie obejmuje kontrolg:
a.  N,N-dimetyloaminoetanolu (CAS 108-01-0) i odpowiednich protonowanych soli;
b.  protonowanych soli N,N-dietyloaminoetanolu (CAS 100-37-8).

6.  N,N-dialkilo (metylo, etylo, propylo lub izopropylo) aminoetano-2-tiole i odpowiednie
protonowane sole, inne niz N,N-diizopropylo-(beta)-aminoetanotiol (CAS 5842-07-9)
i chlorowodorek N,N-diizopropyloaminoetanoetiolu (CAS 41480-75-5) wyszczegdlnione
w pozycji 1C350;

7. etylodietanoloamina (CAS 139-87-7) — zob. 1C350;

8.  metylodietanoloamina (CAS 105-59-9).

Uwaga 1:  Dla wywozu do »paristw niebedgcych stronami konwencji o zakazie broni chemicznej« pozycja
1C450 nie obejmuje kontrolg »mieszanin chemicznych« zawierajgcych jedng lub wiecej substancji
chemicznych wyszczegdlnionych w podpunktach 1C450.b.1, .b.2, .b.3., .b.4., .b.5. oraz .b.6.,
w ktdrych zadna z indywidualnie wyszczegdlnionych substancji chemicznych nie stanowi wagowo
wigcej niz 10 % mieszaniny.

Uwaga 2:  Dla wywozu do »paristw bedgeych stronami konwencji o zakazie broni chemicznej« pozycja 1C450
nie obejmuje kontrolg »mieszanin chemicznych« zawierajgcych jedng lub wigcej substancji
chemicznych wyszczegdlnionych w podpunktach 1C450.b.1., .b.2., .b.3., .b.4., .b.5. oraz .b.6.,
w ktdrych zadna z indywidualnie wyszczeg6lnionych substancji chemicznych nie stanowi wagowo
wigcej niz 30 % mieszaniny.

Uwaga 3:  Pozyga 1C450 nie obejmuje kontrolg »mieszanin chemicznych« zawierajgcych jedng lub wigcej
substancji chemicznych wyszczegdlnionych w  podpunkcie 1C450.b.8., w ktérych zadna
z indywidualnie wyszczegélnionych substancji chemicznych nie stanowi wagowo wigcej niz 30 %
mieszaniny.

Uwaga 4:  Pozycja 1C450 nie obejmuje kontrolg wyrobow okreslanych jako towary konsumpcyjne pakowane
do sprzedazy detalicznej do osobistego uzytku lub pakowane do indywidualnego uzytku.

1C513 Proszki ‘stopéw o wysokiej entropii’ lub ‘metali i stopéw ognioodpornych’ niewyszczegdlnione w pozycji
1C002, o powierzchni modyfikowanej ‘inokulantami’.

Uwagi techniczne:

Do celow pozygji 1C513.:

1. ‘Stopy o wysokiej entropii’ to stopy zawierajgce co najmniej 5 glownych pierwiastkow metalicznych, z ktdrych
kazdy wystepuje w stezeniu 5—-35 % atomowo, z nastgpujgcego wykazu: Al, Ti, V, Cr, Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Zr,
Nb, Mo, Hf, Ta lub W.
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2. ‘Inokulanty’ to dodatki inicjujgce zarodkowanie ziaren i zwigkszajgce catkowitq powierzchnig granic ziaren, co
zapobiega wadom wynikajgcym z krzepnigcia.

3. Termin ‘metale i stopy ognioodporne’ obejmuje nastepujgce metale i ich stopy: niob, molibden, wolfram i tantal.
1D Oprogramowanie

1D001 »Oprogramowanie« specjalnie zaprojektowane lub zmodyfikowane do »rozwoju¢, »produkcjic lub
»uzytkowania« urzadzen wyszczegdlnionych w pozycjach od 1B001 do 1B003.

1D002 »Oprogramowanie« do »rozwoju« »matryc« organicznych, »matryce metalowych, »matryc« weglowych do
laminatéw oraz »kompozytowe.

1D003 »Oprogramowanie« specjalnie zaprojektowane lub zmodyfikowane, aby umozliwi¢ urzagdzeniom wypelnianie
funkcji urzadzen wyszczegdlnionych w pozycjach 1A004.c. lub 1A004.d.

1D101 »Oprogramowanie« specjalnie zaprojektowane lub zmodyfikowane do celéw obstugi lub konserwacji
wyroboéw wyszczegblnionych w pozycjach 1B101, 1B102, 1B115, 1B117, 1B118 lub 1B119.

1D103 »Oprogramowanie« specjalnie zaprojektowane do badania obiektéw o zmniejszonej wykrywalnosci za
pomocg odbitych fal radarowych, §ladéw w zakresie promieniowania nadfioletowego/podczerwonego
i Sladéw akustycznych.

1D201 »Oprogramowanie« specjalnie zaprojektowane do »uzytkowania« wyrobéw wyszczeg6lnionych w pozycji
1B201.

1E Technologia

1E001 »Technologia«, zgodnie z uwaga ogdlng do technologii, stuzagca do »rozwoju« lub »produkgjic sprzetu lub

materialow wyszczegdlnionych w pozycjach 1A002 do 1A005, 1A006.b, 1A007, 1B lub 1C.

1E002 Inne »technologie, takie jak:
a.  technologia« do »rozwoju« lub »produkcji« polibenzotiazoli lub polibenzoksazoli;
b.  »technologia« do »rozwoju« lub »produkcjic zwigzkéw elastomeréw fluorowych, zawierajacych co

najmniej jeden monomer eteru winylowego;

c.  »technologia« do projektowania lub »produkcji« proszkéw ceramicznych lub innych niz »kompozytowe«
materialéw ceramicznych, takich jak:

1. proszki ceramiczne spelniajace wszystkie ponizsze kryteria:
a.  zawierajace ktorykolwiek z nastepujgcych zwigzkow:

1. pojedyncze lub kompleksowe tlenki cyrkonu oraz kompleksowe tlenki krzemu lub
gliny;

2. pojedyncze azotki boru (w postaci regularnych krysztalow);
3. pojedyncze lub kompleksowe wegliki krzemu lub boru; lub
4. pojedyncze lub kompleksowe azotki krzemu;

b.  posiadajace calkowita zawarto§¢ zanieczyszcze metalicznych (z wylaczeniem celowych
domieszek) w ktérejkolwiek z ponizszych wysokosci:

1. ponizej 1 000 ppm dla pojedynczych tlenkéw lub weglikéw; lub
2. ponizej 5000 ppm dla zwigzkéw kompleksowych lub pojedynczych azotkéw; oraz
¢.  bedace ktérymikolwiek z ponizszych:

1. tenkiem cyrkonu (CAS 1314-23-4) o przecigtnych wymiarach czasteczek
mniejszych lub réwnych 1 pm, niezawierajagcym wiecej niz 10 % czasteczek
wigkszych niz 5 pm; lub

2. innymi proszkami ceramicznymi o przecigtnych wymiarach czasteczek mniejszych
lub réwnych 5 pm, niezawierajgcymi wigcej niz 10 % czasteczek wigkszych niz
10 pmy;
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c.  (cigg dalszy)

2. nie-kompozytowe« materialy ceramiczne skladajace si¢ z materialdw wyszczegblnionych
w pozycji 1E002.c.1,;

Uwaga: Pozycja 1E002.c.2. nie obejmuje kontrolg »technologii« materiatéw Sciernych.

d.  nieuzywane;

e.  »technologia« do instalacji, obstugiwania lub naprawy materialéw wyszczeg6lnionych w pozycji
1C001;
f.  »technologia« do naprawy struktur »kompozytowych¢, laminatéw lub materialéw wyszczeg6lnionych

w pozycji 1A002 lub 1C007.c.;

Uwaga: Pozycja 1E002.f. nie obejmuje kontrolg »technologii« do naprawy struktur »cywilnych statkéw
powietrznych« za pomocg weglowych »materialow widknistych lub widkienkowych« oraz zywic
epoksydowych, zawartych w instrukcjach producenta »statku powietrznegoc.

g.  biblioteki« specjalnie zaprojektowane lub zmodyfikowane, aby umozliwi¢ urzadzeniom wypelnianie
funkcji urzadzen wyszczeg6lnionych w pozycjach 1A004.c. lub 1A004.d.

»Technologia«, zgodnie z uwaga ogdlng do technologii, stluzagca do »uzytkowania« wyrobéw
wyszczeg6lnionych w pozycjach 1A102, 1B001, 1B101, 1B102, 1B115 do 1B119, 1C001, 1C101, 1C107,
1C111 do 1C118, 1D101 lub 1D103.

»Technologia«, zgodnie z uwaga ogdélna do technologii, stuzgca do »rozwoju« »oprogramowaniac
wyszczeg6lnionego w pozycjach 1D001, 1D101 lub 1D103.

»Technologia« do regulacji temperatur, ci$nien lub atmosfery w autoklawach lub hydroklawach w przypadku
wykorzystania do »produkcjic skompozytéw« lub »kompozytodw« czgsciowo przetworzonych.

»Technologia« do »produkgji« pirolitycznie wytwarzanych materialéw, formowanych w matrycy, na trzpieniu
lub innym podtozu z gazéw prekursorowych, ulegajacych rozkladowi w temperaturach od 1 573 K (1 300 °
C) do 3173 K (2 900 °C) przy ci$nieniach od 130 Pa do 20 kPa.

Uwaga: Pozycja 1E104 obejmuje »technologie« do tgczenia gazéw prekursorowych, wartosci natezert przeplywu,
harmonogramy oraz parametry sterowania procesemn.

»Technologia«, zgodnie z uwaga ogdlng do technologii, stluzagca do »uzytkowania« wyrobéw
wyszczeg6lnionych w pozycjach 1A002, 1A007, 1A202, 1A225 to 1A227, 1B201, 1B225 do 1B235,
1C€002.b.3. lub.b.4., 1C010.b., 1€202, 1C210, 1C216, 1C225 do 1C241 lub 1D201.

»Technologia«, zgodnie z uwaga ogdlng do technologii, stuzaca do »rozwoju« lub »produkgjic wyrobow
wyszczegblnionych w pozycjach 1A007, 1A202 lub 1A225 do 1A227.

»Technologia«, zgodnie z uwaga ogdlng do technologii, stuzaca do »rozwoju« »oprogramowania«
wyszczegblnionego w pozycji 1D201.
CZESC IV

Kategoria 2

KATEGORIA 2 - PRZETWARZANIE MATERIALOW

2A

Systemy, urzadzenia i cz¢sci sktadowe

N.B. Dla tozysk bezgtosnych zob. wykaz uzbrojenia.
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2A001 Lozyska, zespoly lozysk oraz ich czgsci skladowe, takie jak:
N.B. ZOB. TAKZE POZYCJA 2A101.
a.  lozyska kulkowe lub pelne waleczkowe o tolerancjach, okreslonych przez producenta zgodnie z normga
ISO 492 (lub wedlug innych odpowiednikéw krajowych), 4. lub 2. klasy tolerancji lub lepszej,
posiadajace ‘pierScienie’ oraz ‘elementy toczne’ wykonane z monelu lub beryly;
Uwaga: Pozycja 2A001.a. nie obejmuje kontrolg tozysk z wateczkami stozkowymi.
Uwagi techniczne:
Do celow pozycji 2A001.a.:
1. ‘Pierscien’ oznacza czg$¢ promieniowego fozyska tocznego w ksztalcie obrgczki zawierajgeg jedng lub wigcej
biezni (ISO 5593:1997).
2. ‘Element toczny’ oznacza kulkg lub walek obracajgce si¢ migdzy biezniami (ISO 5593:1997).
b.  nieuzywane;
c.  zespoly aktywnych lozysk magnetycznych, wykorzystujace ktérekolwiek z ponizszych, oraz specjalnie
do nich zaprojektowane elementy:
1. materialy o gestosci strumienia 2,0 T lub wigkszej, przenoszace obcigzenia wigksze niz 414 MPa;
2. catkowicie elektromagnetyczne, tréjwymiarowe jednobiegunowe konstrukeje dla sitownikéw; lub
3. wysokotemperaturowe (450 K (177 °C) i wiecej) czujniki potozenia.
2A101 Lozyska kulkowe promieniowe, inne niz wyszczegélnione w pozycji 2A001, o tolerancjach okreslonych
zgodnie z normg ISO 492, 2. klasy tolerancji (lub zgodnie z normg ANSI/ABMA Std 20 — klasa tolerancji
ABEC 9 lub wedlug innych odpowiednikéw krajowych) lub lepszej, majace wszystkie wymienione ponizej
cechy:
a.  $rednica wewnetrzna 12-50 mm;
b.  $rednica zewngtrzna 25-100 mm; oraz
c.  szeroko$¢ 10-20 mm.
2A225 Tygle, wykonane z materialéw odpornych na plynne aktynowce, takie jak:
a.  tygle spelniajace oba ponizsze kryteria:
1. majace pojemnos¢ od 150 cm’ do 8 000 cm’; oraz
2. wykonane z jednego z nastepujgcych materialéw lub ich kombinacji lub nimi powlekane,
0 ogblnym poziomie wagowym domieszek 2 % lub mniejszym:
a.  fluorek wapnia (CaF,);
b.  cyrkonian wapnia (metacyrkonian) (CaZrO);
C. siarczek ceru (Ce,Ss);
d.  tlenek erbowy (erbia) (Er,0s);
e.  tlenek hafnowy (hafnia) (HfO,);
f.  tlenek magnezowy (MgO);
azotowany stop niobu z tytanem i wolframem (okoto 50 % Nb, 30 % Ti, 20 % W);
h.  tlenek itrowy (itria) (Y,05); lub
i tlenek cyrkonu (cyrkonia) (ZrO,);
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b.

C.

tygle spelniajace oba ponizsze kryteria:

1. majace pojemnos¢ od 50 cm’® do 2 000 cm’; oraz

2. wykonane z tantalu lub nim pokryte, o czysto$ci wagowej tantalu 99,9 % lub wigkszej;
tygle spelniajace wszystkie ponizsze kryteria:

1. majace pojemnos¢ od 50 cm® do 2 000 cm’;

2. wykonane z tantalu lub nim pokryte, o czysto$ci wagowej tantalu 98 % lub wigkszej; oraz

3. powlekane weglikiem, azotkiem lub borkiem tantalu lub jakakolwiek ich kombinacja.

2A226 Zawory posiadajace wszystkie z nastepujacych cech:

‘wymiar nominalny’ 5 mm lub wigkszy;
wyposazone w uszczelnienia mieszkowe; oraz

w calosci wykonane z glinu, stopu glinu, niklu lub stopu niklu zawierajacego wagowo ponad 60 % niklu
lub pokryte nimi.

Uwaga techniczna:

Dla zaworéw o réznych Srednicach otworu wlotowego i wylotowego pojecie ‘wymiar nominalny’ w pozycji 2A226 odnosi
sig do najmniejszej Srednicy.

2B Urzadzenia testujace, kontrolne i produkcyjne

Uwagi techniczne:

Do celow pozygi 2B pomocnicze, réwnolegle osie konturowe (np. oS »w« w wiertarkach poziomych lub
pomocnicza oS obrotowa, ktdrej linia centralna biegnie réwnolegle do gltéwnej osi obrotu) nie sq zaliczane do
catkowitej liczby osi ksztattowych. Osie obrotowe nie muszg obracal si¢ 0 360 °. OS obrotowa moze byc
napedzana za pomocg urzgdzenia liniowego (np. Sruby lub mechanizmu zgbatkowego).

Dla celéw pozycji 2B za liczbe osi, ktore mogg by¢ koordynowane jednoczesnie w celu »sterowania ksztattowegos,
uznaje sig liczbe osi, wzdhuz ktdrych lub dookota ktérych w trakcie obrabiania przedmiotu wykonywane sq ruchy
jednoczesne i wzajemnie powigzane pomigdzy obrabianym przedmiotem a narzedziem. Nie obejmuje to zadnych
dodatkowych osi, wzdhuz lub dookota ktdrych wykonywane sq inne ruchy wzgledne maszyny, takich jak:

a.  systemow obciggania Sciernic w szlifierkach;
b.  réwnoleglych osi obrotowych, przeznaczonych do mocowania oddzielnych przedmiotéw obrabianych;

c.  wspdHliniowych osi obrotowych przeznaczonych do manipulowania tym samym przedmiotem poprzez
zamocowanie go w uchwytach z oddzielnych koricéw.

Do celéw pozycji 2B nazewnictwo osi powinno by¢ zgodne z normg ISO 841:2001, Systemy automatyki
przemystowej i ich integracja - Numeryczne sterowanie maszynami — Nazewnictwo osi ukladu wspéhrzednych
i ruchéw.

Na potrzeby pozycji od 2B001 do 2B009 »wrzeciono wahliwe« jest zaliczane do osi obrotowych.

Do celéw pozycji 2B ‘gwarantowang »jednokierunkowg powtarzalno$¢ pozycjonowania<’ mozna stosowac jako
rozwigzanie alternatywne w stosunku do indywidualnych testow dla kazdego modelu obrabiarki. Jest ona
ustalana w nastgpujgcy sposéb:

a.  wybrac pigé egzemplarzy modelu maszyny, ktéry ma by¢ oceniany;

b.  zmierzy¢ powtarzalno$¢ osi liniowej (RT,R1) zgodnie z normg ISO 230-2:2014 i ocenié
»jednokierunkowg powtarzalno$¢ pozycjonowania« dla kazdej osi kazdej z pigciu obrabiarek;
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2B001

(cigg dalszy)

ustali¢ Srednig arytmetyczng wartos¢ »jednokierunkowej powtarzalnosci pozycjonowania« — wartosci dla
kazdej osi wszystkich pigciu obrabiarek tgcznie. Te Srednie arytmetyczne wartosci »jednokierunkowej

powtarzalnosci pozycjonowania« ( UPR) stajg si¢ wartoscig gwarantowang kazdej osi modelu UPR
X,UPRy, )

poniewaz wykaz kategorii 2 odnosi si¢ do kazdej osi liniowej, wartosci ‘gwarantowanych »jednokierunkowej
powtarzalnosci pozycjonowania«’ bedzie tyle, ile jest osi liniowych;

jezeli ktdras z osi modelu maszyny niewyszczegGlnionego w pozycgjach 2B001.a. do 2B001.c. posiada
‘gwarantowang »jednokierunkowg powtarzalnos¢ pozygjonowania< réwng lub mniejszg niz okreslona
»jednokierunkowa powtarzalnosé pozycjonowania« kazdego z modeli obrabiarek plus 0,7 pm, od wytwércy
powinno si¢ wymagac potwierdzania poziomu doktadnosci raz na osiemnascie miesiecy.

6.  Dla celéw pozyci 2B001.a. do 2B001.c. nie uwzglednia si¢ niepewnosci pomiarowej w odniesieniu do
»jednokierunkowej powtarzalnosci pozycjonowania« obrabiarek, jak zdefiniowano w normie ISO 230-2:2014
lub jej réwnowaznikach krajowych.

7. Dla celéw pozygi 2B001.a. do 2B001.c. pomiar osi wykonuje si¢ zgodnie z procedurami badawczymi
okreslonymi w pkt 5.3.2. normy ISO 230-2:2014. Badania dotyczqce osi dtuzszych niz 2 m przeprowadza sig
na odcinkach o dtugosci 2 m. Osie diuzsze niz 4 m wymagajg wielokrotnych badari (np. dwa badania dla osi
dbuzszych niz 4 m i nie dhuzszych niz 8 m, trzy badania dla osi duzszych niz 8 m i nie dtuzszych niz 12 m),
kazde na odcinkach o dtugosci 2 m i roztozonych w réwnych odstepach na catej dtugosci osi. Badane odcinki sq
réwno roztozone wzdhuz calej dtugosci osi, natomiast jakikolwiek dodatkowy odcinek zostaje réwno podzielony
na poczgtku, w Srodku i na koricu badanych odcinkéw. Nalezy zglosi¢ najmniejszg wartosé »jednokierunkowej
powtarzalnosci pozycjonowania« odnotowang w badanych odcinkach.

Obrabiarki oraz ich rézne kombinacje, do skrawania (lub cigcia) metali, materialéw ceramicznych lub
skompozytoéws, ktére, wedtug danych technicznych producenta, moga by¢ wyposazone w urzadzenia
elektroniczne do »sterowania numerycznego«, w tym:

N.B.

Uwaga 1:

Uwaga 2:

Uwaga 3:

Uwaga 4:

ZOB. TAKZE POZYCJA 2B201.

Pozygja 2B001 nie obejmuje kontrolg obrabiarek do specjalnych zastosowart ograniczonych do
wytwarzania két zgbatych. Dla takich maszyn zob. pozycja 2B003.

Pozycja 2B001 nie obejmuje kontrolg obrabiarek do specjalnych zastosowart ograniczonych do
wytwarzania ktorychkolwiek z ponizszych:

a.  waléw korbowych lub rozrzgdowych;

b.  narzgdzi lub nozy do obrabiarek;

c.  Slimakow do wytlaczarek;

d. grawerowanych lub szlifowanych czesci bizuterii; lub

e.  protez dentystycznych.

Obrabiarki posiadajgce co najmniej dwie z trzech nastgpujgcych zdolnosci: toczenia, frezowania lub
szlifowania (np. tokarka ze zdolnoscig do frezowania), muszg by¢ oszacowane stosownie odpowiednio do
kazdej pozycji 2BO01.a., .b. lub .c.

Obrabiarki, ktére oprécz zdolnosci toczenia, frezowania lub szlifowania posiadajg tez zdolnos¢ obrébki
przyrostowej, muszq by¢ oszacowane stosownie odpowiednio do kazdej pozycji 2BO01.a., .b. lub .c.

W odniesieniu do maszyn wykorzystujgcych optyczng obrobke wykariczajgcg — zob. pozycja 2B002.

a.  tokarki posiadajgce dwie lub wigcej osi, ktére mozna jednoczesnie koordynowaé w celu »sterowania
ksztaltowego«, spelniajace ktérekolwiek z ponizszych kryteriéw:

1.

»jednokierunkowa powtarzalno$¢ pozycjonowania« réwna lub mniejsza (lepsza) niz 0,9 pm
mierzona wzdhuz jednej lub wigcej osi liniowych przy dtugosci ruchu mniejszej niz 1,0 m; lub
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2B001

a.

(cigg dalszy)

2.

»jednokierunkowa powtarzalno$¢ pozycjonowania« réwna lub mniejsza (lepsza) niz 1,1 pm
mierzona wzdluz jednej lub wiecej osi liniowych przy dlugosci ruchu réwnej lub wigkszej
niz 1,0 m;

Uwaga 1:  Pozycja 2B001.a. nie obejmuje kontrolg tokarek specjalnie zaprojektowanych do wytwarzania

soczewek kontaktowych i spetniajgcych wszystkie ponizsze kryteria:

a.  sterownik obrabiarki jest ograniczony do wykorzystywania oprogramowania stuzgcego do
programowania obrébki detali opartego na oprogramowaniu okulistycznym; oraz

b.  brak uchwytéw prozniowych.

Uwaga 2:  Pozycja 2B001.a. nie obejmuje kontrolg tokarek (Swissturn), ograniczonych do obrabiania tylko

pretéw podawanych, jesli maksymalna $rednica preta jest rowna lub mniejsza niz 42 mm i nie ma
mozliwosci mocowania uchwytami. Maszyny mogg mieé¢ mozliwo$c wiercenia lub frezowania czgsci
o Srednicy mniejszej niz 42 mm.

frezarki spelniajace ktérekolwiek z ponizszych kryteriow:

1.

trzy osie liniowe oraz dodatkowo jedna o$ obrotowa, ktére mozna jednoczesnie koordynowaé
w celu »sterowania ksztaltowego«, spetniajace ktérekolwiek z ponizszych kryteriow:

a.  »jednokierunkowa powtarzalnos¢ pozycjonowania« rowna lub mniejsza (lepsza) niz 0,9 pm
mierzona wzdluz jednej lub wigcej osi liniowych przy diugosci ruchu mniejszej niz
1,0 m; lub

b.  »ednokierunkowa powtarzalno$¢ pozycjonowania« roéwna lub mniejsza (lepsza) niz 1,1 pm
mierzona wzdluz jednej lub wigcej osi liniowych przy dlugosci ruchu réwnej lub wigkszej
niz 1,0 m;

pie¢ lub wiecej osi, ktére mozna jednoczesnie koordynowaé w celu »sterowania ksztaltowegoc,
spelniajace ktorekolwiek z ponizszych kryteriow:

a.  »jednokierunkowa powtarzalno§¢ pozycjonowania« réwna lub mniejsza (lepsza) niz 0,9 pm
mierzona wzdtuz jednej lub wigcej osi liniowych przy dtugosci ruchu mniejszej niz 1,0 m;

b.  »ednokierunkowa powtarzalno$¢ pozycjonowania« réwna lub mniejsza (lepsza) niz 1,4 pm
mierzona wzdluz jednej lub wigcej osi liniowych przy dlugosci ruchu réwnej lub wigkszej
niz 1 m i mniejszej niz 4 m; lub

c.  »jednokierunkowa powtarzalnos$¢ pozycjonowania« réwna lub mniejsza (lepsza) niz 6,0 pm
mierzona wzdluz jednej lub wigcej osi liniowych przy dtugosci ruchu réwnej lub wigkszej
niz 4 m;

»jednokierunkowa powtarzalno$¢ pozycjonowania« dla wiertarek wspélrzedno$ciowych réwna
lub mniejsza (lepsza) niz 1,1 pm mierzona wzdtuz jednej lub wigcej osi liniowych; lub

maszyny do obrobki frezem jednoostrzowym spelniajace wszystkie ponizsze kryteria:

a.  warto$¢ ‘bicia promieniowego’ i ‘bicia osiowego’ wrzeciona mniejsza (lepsza) niz
0,0004 mm; oraz

b.  warto$¢ odchylenia katowego posuwu (odchylu, skoku i obrotu) mniejsza (lepsza) niz 2
sekundy katowe, na 300 mm odcinku ruchu;

Uwagi techniczne:

Do celow pozygji 2B001.b.4.a.:

1. ‘Bicie promieniowe’ (odchylenie od wlasciwego ruchu) oznacza promieniowe przemieszczenie
glownego wrzeciona w ciggu jednego obrotu, mierzone w plaszczyzZnie prostopadtej do osi wrzeciona
w punkcie znajdujgcym si¢ na zewngtrznej lub wewngtrznej badanej powierzchni obrotowej (ISO
230-1:2012).

2. ‘Bicie osiowe’ (przemieszczenie osiowe) oznacza przemieszczenie osiowe wrzeciona gtéwnego podczas
jednego obrotu, mierzone w plaszczyZnie prostopadtej do czota wrzeciona, w punkcie sgsiadujgcym
z obwodem czota wrzeciona (ISO 230-1:2012).
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2B001 (cigg dalszy)
c.  szlifierki spelniajgce ktorekolwiek z ponizszych kryteriow:
1. spelniajagce wszystkie z ponizszych kryteriéw:

a.  »jednokierunkowa powtarzalno$¢ pozycjonowania« rowna lub mniejsza (lepsza) niz 1,1 pm
mierzona wzdluz jednej lub wigcej osi liniowych; oraz

b.  trzy lub cztery osie, ktére mozna jednocze$nie koordynowalé w celu »sterowania
ksztattowego«; lub

2. pigc lub wigcej osi, ktére mozna jednoczesnie koordynowaé w celu »sterowania ksztaltowegoc,
spetniajgce ktérekolwiek z ponizszych kryteriow:
a.  »jednokierunkowa powtarzalno$¢ pozycjonowania« réwna lub mniejsza (lepsza) niz 1,1 pm
mierzona wzdtuz jednej lub wigcej osi liniowych przy dtugosci ruchu mniejszej niz 1 m;

b.  »ednokierunkowa powtarzalno$¢ pozycjonowania« rowna lub mniejsza (lepsza) niz 1,4 pm
mierzona wzdtuz jednej lub wigcej osi liniowych przy dlugosci ruchu réwnej lub wigkszej
niz 1 m i mniejszej niz 4 m; lub

c.  »jednokierunkowa powtarzalno$¢ pozycjonowania« réwna lub mniejsza (lepsza) niz 6,0 pm
mierzona wzdluz jednej lub wigcej osi liniowych przy dlugosci ruchu réwnej lub wigkszej
niz 4 m;
Uwaga: Pozycja 2B0O01..c. nie obejmuje kontrolg nastgpujgcych szlifierek:

a.  szlifierek do zewngtrznego, wewngtrznego i zewngtrzno-wewngtrznego szlifowania na
okrggto, spetniajgcych wszystkie ponizsze kryteria:

1. ograniczenie do szlifowania na okrgglo; oraz

2. ograniczenie do maksymalnych wymiaréw przedmiotu obrabianego do 150 mm
Srednicy zewngtrznej lub dhugosci;

b.  obrabiarek skonstruowanych specjalnie jako szlifierki wspétrzgdnosciowe, nieposiadajgcych
osi z ani osi w, 0 »jednokierunkowej powtarzalnosci pozycjonowania« mniejszej (lepszej) niz
1,1 pm;

c.  szlifierek powierzchniowych.

d.  obrabiarki elektroiskrowe (EDM), niedrutowe, posiadajagce dwie lub wigcej osi obrotowych, ktére
mozna jednoczesnie koordynowaé w celu »sterowania ksztattowegoc;

e.  obrabiarki do obrdbki skrawaniem metali, materialéw ceramicznych lub »kompozytowych« spelniajace
wszystkie ponizsze kryteria:

1. usuwajgce material za pomoca ktdregokolwiek z nizej wymienionych sposobéw:

a.  wysokoci$nieniowym strumieniem wody lub innej cieczy roboczej, w tym zawierajacej
substancje $cierne;

b.  wiazka elektronéw; lub
c.  wigzka »laserowae oraz
2. posiadajace co najmniej dwie osie obrotowe i spelniajace wszystkie ponizsze kryteria:
a.  mozna je jednoczesnie koordynowac w celu »sterowania ksztaltowegoc; oraz
b.  posiadajg »doktadno$é« pozycjonowania mniejszg (lepsza) niz 0,003 °
f.  wiertarki do gl¢bokich otworéw i tokarki zmodyfikowane do wiercenia glebokich otworéw posiadajace

maksymalng zdolnos¢ do wiercenia otwordw o glebokosci przekraczajacej 5 m.

2B002 Obrabiarki sterowane numerycznie wykorzystujgce optyczng obrobke wykanczajaca przystosowane do
selektywnego usuwania materialu w celu uzyskania optycznych powierzchni asferycznych spelniajace
wszystkie ponizsze kryteria:

a.  obrébka wykanczajgca z tolerancja mniejsza (lepsza) niz 1,0 pm;

b.  obrobka wykaficzajaca pozwalajaca na uzyskanie chropowatoici mniejszej (lepszej) niz 100 nm
(warto$¢ Srednia kwadratowa);

c.  cztery lub wigcej osi, ktére mozna jednocze$nie koordynowaé w celu »sterowania ksztattowegoc; oraz
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2B002

2B003

2B004

(cigg dalszy)
d.  wykorzystujace ktérykolwiek z nastepujacych proceséw:
1. ‘magnetoreologiczna obrébka wykanczajaca’ (MRF);
2. ‘elektroreologiczna obrobka wykaficzajaca’ (ERF);
3. ‘obrdbka wykonczeniowa wigzk czastek wysokoenergetycznych’;
4. ‘obrébka narzedziami z membranami ci$nieniowymi’; lub

5. ‘obrébka strumieniem plynu’.

Uwagi techniczne:
Do celow pozygji 2B002:

1. ‘MRF oznacza proces usuwania materiatu wykorzystujgcy scierny plyn magnetyczny, ktorego lepkos¢ sterowana
jest polem magnetycznym.

2. ‘ERF’ oznacza proces usuwania materiatu wykorzystujgcy Scierny plyn, ktdrego lepkosé sterowana jest polem
elektrycznym.

3. ‘Obrébka wykoriczeniowa wigzkg czgstek wysokoenergetycznych’ wykorzystuje plazmy atoméw reaktywnych
(RAP) lub wigzki jonowe do selektywnego usuwania materiau.

4. ‘Obrdbka narzgdziami z membranami cisnieniowymi’ oznacza proces wykorzystujgcy membrang pod cisnieniem,
kt6ra ulega deformacji, w celu zetknigcia z obrabianym przedmiotem na malej powierzchni.

5. Podczas ‘obrdbki strumieniem plynu’ do usuwania materiatu wykorzystuje si¢ struge plynu.

Obrabiarki »sterowane numerycznies, specjalnie opracowane do skrawania, obrébki, wykarnczania,
szlifowania lub gladzenia hartowanych (Rc = 40 lub wigcej) két zgbatych o zebach prostych, két zebatych
Srubowych i daszkowych, spelniajace wszystkie ponizsze kryteria:

a.  S$rednica toczona powyzej 1 250 mm;
b.  szeroko$¢ wienica wynoszaca 15 % Srednicy toczonej lub wigksza; oraz

c.  jako$¢ wykonczenia AGMA 14 lub wyzsza (réwnowazna klasie 3 normy ISO 1328).

Pracujgce na goraco »prasy izostatyczne« spelniajace wszystkie ponizsze kryteria oraz specjalnie
zaprojektowane do nich podzespoly i oprzyrzadowanie, takie jak:

N.B. ZOB. TAKZE POZYCJE 2B104 I 2B204.

a.  posiadajgce mozliwos$¢ regulacji warunkéw termicznych w zamknigtej formie oraz wyposazone
w komorg formy o $rednicy wewnetrznej 406 mm lub wigkszej; oraz

b.  spelniajace ktorekolwiek z ponizszych kryteriéw:
1. maksymalne ci$nienie robocze powyzej 207 MPa;
2. regulacja warunkéw termicznych powyzej 1 773 K (1 500 °C); lub

3. latwos¢ nasycania weglowodorami i usuwania powstajacych gazowych produktéw rozkladu.

Uwaga techniczna:

Do celow pozycji 2BO04 wewngtrzny wymiar komory oznacza wymiar, w ktdrym osigga si¢ zaréwno temperaturg
roboczg, jak i cisnienie robocze, a termin ten nie obejmuje osprzetu. Wymiar ten bedzie mniejszg ze Srednic
wewngtrznych komory cisnieniowej albo izolowanej komory paleniskowej, w zaleznosci od tego, ktdra z tych komdr jest
umieszczona wewngtrz drugiej.

N.B. W przypadku specjalnie zaprojektowanych matryc, form i oprzyrzgdowania zob. pozycje 1BO03, 9B009 oraz
wykaz uzbrojenia.
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2B005 Sprzet specjalnie zaprojektowany do osadzania, przetwarzania i automatycznej kontroli w czasie obrobki
pokry¢ i powlok nieorganicznych oraz modyfikacji warstw powierzchniowych, przeznaczony do
wytwarzania podlozy wyszczegdlnionych kolumnie 2 technikami wymienionymi w kolumnie 1 tabeli
zamieszczonej po pozycji 2E003.f. oraz specjalnie do nich opracowane zautomatyzowane podzespoly do
obstugiwania, ustalania polozZenia, manipulowania i sterowania, w tym:

a.  sprzet produkeyjny do chemicznego osadzania warstw z faz gazowych (CVD) spelniajacy oba ponizsze
kryteria:
N.B. ZOB. TAKZE POZYCJA 2B105.
1. modyfikacja procesu do wymienionego ponizej:
a.  CVD pulsujace;
b.  rozklad termiczny z regulowang nukleacjg (CNTD); lub
¢.  CVD intensyfikowane lub wspomagane plazmowo; oraz
2. spelniajgcy ktérekolwiek z ponizszych kryteriow:
a.  zawierajacy wysokoprézniowe (réwne lub mniejsze od 0,01 Pa) uszczelnienia wirujace; lub
b.  zawierajacy wbudowane urzadzenia do regulowania grubosci powtoki;
b.  sprzet produkeyjny do implantacji jonéw o natgzeniu wiazki 5 mA lub wigkszym;

c.  sprzet produkeyjny do elektronowego naparowywania prézniowego (EB-PVD) zaopatrzony w uklady
zasilania o mocy powyzej 80 kW i posiadajacy ktérekolwiek z ponizszych:

1. slaserowy« system regulacji poziomu cieczy, umozliwiajacy precyzyjne sterowanie podawaniem
materialu wsadowego; lub

2. system kontroli wydajnosci, sterowany komputerowo, dzialajacy na zasadzie fotoluminescencji
zjonizowanych atoméw w strumieniu odparowanego czynnika, umozliwiajacy sterowanie
wydajnoscig napylania pokrycia, skladajacego si¢ z dwoch lub wigcej pierwiastkow;

d.  sprzet produkceyjny do napylania plazmowego spelniajacy ktérekolwiek z ponizszych kryteriéw:

1.  mozliwo$¢ pracy w atmosferze o regulowanym niskim ci$nieniu (réwnym lub mniejszym
od 10 kPa, mierzonym powyzej i w zakresie 300 mm od wylotu dyszy natryskowej) w komorze
prézniowej, w ktérej przed rozpoczeciem napylania mozna obnizy¢ ci$nienie do 0,01 Pa; lub

2. zawierajacy wbudowane urzadzenia do regulowania grubosci powloki;

e.  sprzet produkeyjny do rozpylania jonowego zdolny do osiggania pradu o gestosci 0,1 mA/mm? lub
wigkszej przy wydajnosci napylania 15 pm/h lub wyzszej;

f.  sprzet produkcyjny do napylania lukowo-katodowego zawierajacy siatki elektromagneséw do
sterowania lukiem na katodzie;

g.  sprzet produkeyjny do powlekania jonowego zdolny do przeprowadzenia na miejscu pomiaru jednego
z nizej wymienionych parametréw:

1. grubosci powloki na podtozu i wydajnosci procesu; lub

2. wiasciwosci optycznych.

Uwaga: Pozygja 2B005 nie obejmuje kontrolg urzgdzeri do chemicznego osadzania warstw z faz gazowych,
napylania katodowego, napylania jonowego, jonowego powlekania lub implantagji jonéw, specjalnie
zaprojektowanych do narzedzi tngcych i skrawajgcych.

2B006 Systemy, sprzet, podzespoly polozenia ze sprzezeniem zwrotnym oraz »zespoly elektroniczne« do kontroli
wymiarowej lub pomiaréw, takie jak:

a.  sterowane komputerowo lub »sterowane numerycznie« urzagdzenia do pomiaru wspélrzednych (CMM),
posiadajace maksymalny dopuszczalny blad pomiaru dlugosci (Egwpr), wzdluz trzech osi
(objetosciowy), w dowolnym punkcie zakresu roboczego maszyny (tj. w diugosci osi) réwny lub
mniejszy (lepszy) niz (1,7 + L/1 000) pm (gdzie L jest dtugoscia, mierzong w mm), zgodnie z ISO
10360-2:2009;
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2B006

a.

(cigg dalszy)
Uwaga techniczna:

Do celéw pozycji 2B006.a. maksymalny dopuszczalny blgd pomiaru dhugosci (Eonmpe) najdokladniejszej
konfiguragji urzgdzenia do pomiaru wspdtrzednych okreslonej przez producenta (np. najlepsze: czujnik, dhugosé
ramienia, parametry ruchu, warunki Srodowiskowe) przy »wszystkich dostepnych kompensacjach« porownuje si¢ do
progu 1,7 + L/1 000 pm.

N.B. ZOB. TAKZE POZYCJA 2B206.

przyrzady lub systemy do pomiaru odchylenia liniowego, podzespoly polozenia liniowego ze
sprze¢zeniem zwrotnym oraz »zespoly elektronicznes, takie jak:

Uwaga: Interferometry i enkodery optyczne do pomiaru wyposazone w »laser« sq wyszczegélnione tylko
w pozygjach 2B006.b.3. i 2B206.c.

1. ‘bezstykowe systemy pomiarowe’ o ‘rozdzielczosci’ rownej lub mniejszej (lepszej) niz 0,2 pm
w ‘zakresie pomiarowym’ od 0 do 0,2 mm;

Uwagi techniczne:

Do celéw pozycji 2B006.b.1.:

1. ‘Bezstykowe systemy pomiarowe’ zaprojektowano do pomiaru odleglosci pomiedzy czujnikiem
a obiektem mierzonym wzdhuz pojedynczego wektora, gdy czujnik albo obiekt mierzony znajduje sig
w ruchu.

2. ‘Zakres pomiarowy’ oznacza odleglosé migdzy minimalng i maksymalng odlegloscig roboczg.

2. podzespoly polozenia liniowego ze sprzg¢zeniem zwrotnym, specjalnie zaprojektowane do
obrabiarek i posiadajace calkowitg »dokladno$é« mniejsza (lepsza) niz (800 + (600 x L/1 000))
nm (gdzie L réwna si¢ efektywnej dlugosci w mm);

3. systemy pomiarowe spelniajace wszystkie ponizsze kryteria:
a.  zawierajgce »lasers
b.  ‘rozdzielczo$¢’ w pelnym zakresie wynoszaca 0,200 nm lub mniej (lepsza); oraz

c.  zdolne do osiagnigcia »niepewnosci pomiaru« réwnej lub mniejszej (lepszej) niz (1,6 +
L/2 000) nm (gdzie L jest dtugoscig mierzong w mm) w kazdym miejscu w ramach zakresu
pomiaru, przy uwzglednieniu kompensacji ze wzgledu na wspdlczynnik refrakeji
powietrza i pomiarze trwajacym 30 sekund w temperaturze 20+0,01 °C;

4. »zespoly elektroniczne« specjalnie zaprojektowane do realizacji funkcji sprzezenia zwrotnego
w systemach wyszczeg6lnionych w pozycji 2B006.b.3;

Uwaga techniczna:

Do celéw pozygji 2B006.b., ‘rozdzielczos¢ oznacza najmniejszg dziatke urzgdzenia pomiarowego; w przyrzgdach
cyfrowych jest to najmniej znaczgcy bit.

podzespoly polozenia obrotowego ze sprzezeniem zwrotnym specjalnie zaprojektowane do obrabiarek
albo przyrzadéw do pomiaru odchylenia katowego, o »doktadnosci« polozenia kgtowego réwnej lub
mniejszej (lepszej) niz 0,9 sekundy katowej;

Uwaga: Pozycja 2B006.c. nie obejmuje kontrolg przyrzgdéw optycznych, takich jak autokolimatory,
wykorzystujgcych Swiatko kolimowane (np. swiatto »lasera«), w celu wykrycia odchylenia kgtowego
zwierciadla.

sprzet do pomiaru szorstko$ci powierzchni (w tym wad powierzchni) poprzez pomiar rozproszenia
$wiatla, o czulosci 0,5 nm lub mniejszej (lepszej);

Uwaga: Pozycja 2B006 obejmuje obrabiarki, inne niz wyszczegélnione w pozygii 2B001, ktore mozna

wykorzystal do celow pomiarowych, jezeli spelniajg lub przewyiszajg kryteria okreslone dla funkgji
Maszyny pomiarowej.
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2B007 »Roboty« posiadajace ktorgkolwiek z nizej wymienionych cech charakterystycznych oraz specjalnie
zaprojektowane do nich urzadzenia sterujace i »manipulatory«, w tym;

N.B. ZOB. TAKZE POZYCJA 2B207.
a.  nieuzywane;

b.  specjalnie zaprojektowane w celu spetniania wymagan krajowych norm bezpieczenstwa, stosowanych
w $rodowiskach $rodkow potencjalnie wybuchowych;

Uwaga: Pozycja 2B007.b. nie obejmuje kontrolg »robotéw« specjalnie zaprojektowanych do komdr
lakierniczych.
c.  specjalnie zaprojektowane lub odpowiednio wzmocnione przed promieniowaniem w celu

przeciwstawienia si¢ dawce promieniowania wynoszacej 5 x 10° Gy (Si) bez pogorszenia parametréw
dzialania; lub

Uwaga techniczna:

Termin Gy (Si) odnosi sig do energii w dzulach na kilogram pochlonigtej przez nieekranowang probke krzemu
poddang promieniowaniu jonizujgcemu.

d.  specjalnie zaprojektowane do dzialania na wysokosciach przekraczajacych 30 000 m.

2B008 nastepujgce ‘stoly obrotowo-przechylne’ oraz »wrzeciona wahliwes, specjalnie zaprojektowane do obrabiarek:
a.  nieuzywane;
b.  nieuzywane;
c.  ‘stoly obrotowo-przechylne’ spelniajace wszystkie ponizsze kryteria:
1. zaprojektowane do obrabiarek do toczenia, frezowania lub szlifowania; oraz
2. dwie osie obrotowe zaprojektowane tak, by mozna bylo je jednocze$nie koordynowaé w celu

»sterowania ksztaltowegog

Uwaga techniczna:

Do celéw pozycii 2B008.c. ‘stét obrotowo-przechylny’ oznacza stét umozliwiajgcy obracanie i przechylanie
obrabianego przedmiotu wzgledem dwdch osi nierdwnoleglych.

d.  »wrzeciona wahliwe« spelniajace wszystkie ponizsze kryteria:
1. zaprojektowane do obrabiarek do toczenia, frezowania lub szlifowania; oraz

2. zaprojektowane tak, by mozna bylo je jednocze$nie koordynowaé w celu »sterowania
ksztaltowego«;

2B009 Maszyny do wyoblania i tloczenia ksztaltowego, ktére wedlug danych technicznych producenta moga by¢
wyposazone w zespoly »sterowania numerycznego« lub komputerowego oraz spelniajace wszystkie ponizsze
kryteria:

N.B. ZOB. TAKZE POZYCJE 2B109 I 2B209.

a.  trzy lub wigcej osi, ktére mozna jednoczesnie koordynowac w celu »sterowania ksztattowegoc; oraz
b.  nacisk waltka wigkszy niz 60 kN.

Uwaga techniczna:

Do celéw pozycji 2B009 maszyny tgczqce funkcje wyoblania i tloczenia ksztattowego sg traktowane jako urzgdzenia do
tloczenia ksztaltowego.

2B104 »Prasy izostatyczne, inne niz wyszczegdlnione w pozycji 2B004, spelniajace wszystkie ponizsze kryteria:

N.B. ZOB. TAKZE POZYCJA 2B204.

a.  maksymalne ci$nienie robocze 69 MPa lub wicksze;
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2B104

2B105

2B109

2B116

(cigg dalszy)

b.  skonstruowane dla osiggnigcia i utrzymania Srodowiska o regulowanych parametrach termicznych
rzedu 873 K (600 °C) lub wigkszych; oraz

¢.  posiadajgce komore o Srednicy wewngtrznej 254 mm lub wigksze;j.

Piece do CVD (chemical vapour deposition — chemicznego osadzania warstw z faz gazowych), inne niz
wyszczegblnione w pozycji 2B005.a., zaprojektowane lub zmodyfikowane dla zageszczania kompozytéw
weglowo-weglowych.

Maszyny do tloczenia ksztaltowego, inne niz wyszczeg6lnione w pozycji 2B009, nadajace si¢ do »produkc;jc
czeSci skladowych systeméw napedowych i sprzetu napedowego (np. oston silnikéw i elementéw
miedzystopniowych) do »pociskoéw rakietowyche, oraz specjalnie zaprojektowane komponenty, takie jak:

N.B. ZOB. TAKZE POZYCJA 2B209.
a.  maszyny do tloczenia ksztaltowego spelniajace wszystkie ponizsze kryteria:

1. wyposazone lub wedlug specyfikacji technicznej producenta mogace by¢ wyposazone w zespoly
»sterowania numerycznego« lub komputerowego; oraz

2. posiadajace wiecej niz dwie osie, ktére mozna jednocze$nie koordynowaé w celu »sterowania
ksztaltowego«;

b.  specjalnie zaprojektowane czesci skladowe do maszyn tloczenia ksztaltowego, wyszczegdlnionych
w pozycjach 2B009 i 2B109.a.

Uwaga techniczna:

Maszyny tgczgce funkcje wyoblania i tloczenia ksztattowego sq na potrzeby pozycji 2B109 traktowane jako urzgdzenia
do tloczenia ksztattowego.

Nastepujace systemy do badan wibracyjnych, sprzet i cz¢sci sktadowe z nimi zwigzane:

a.  ‘systemy do badan wibracyjnych zawierajace sterowniki cyfrowe’ i wykorzystujace techniki sprzezenia
zwrotnego lub petli zamknigtej, przystosowane do przyspieszenia o wartosci rownej lub wigkszej niz
10 g rms miedzy 20 Hz a 2 kHz i przekazujace jednoczesnie sily réwne lub wigksze niz 50 kN,
mierzone na 'nagim stole’;

Uwaga techniczna:

W pozycji 2B116.a., ‘systemy do badar wibracyjnych zawierajgce sterowniki cyfrowe’ to systemy, ktdrych funkcje
s¢ czgsciowo lub catkowicie automatycznie sterowane przez przechowywane i cyfrowo kodowane sygnaly
elektryczne.

b.  sterowniki cyfrowe wspdlpracujace ze specjalnie opracowanym oprogramowaniem do badan
wibracyjnych, cechujace si¢ ‘pasmem sterowania w czasie rzeczywistym' powyzej 5 kHz,
zaprojektowane do uzytku w systemach wyszczegdlnionych w pozycji 2B116.a.;

Uwaga techniczna:

W pozycji 2B116.b. ‘pasmo sterowania w czasie rzeczywistym’ oznacza maksymalng szybko$C, z jakg sterownik
moze wykonad catkowite cykle probkowania, przetwarzania danych i przesytania sygnatow sterowniczych.

c.  mechanizmy do wymuszania wibracji (wstrzasarki) wyposazone lub nie wyposazone w odpowiednie
wzmacniacze, zdolne do przekazywania sit 50 kN lub wigkszych, mierzonych na ‘nagim stole’,
uzywane w systemach wyszczegdlnionych w pozycji 2B116.a.;

d.  konstrukcje podtrzymujace probki do badai oraz urzadzenia elektroniczne, zaprojektowane do
faczenia wielu wstrzasarek w system umozliwiajacy uzyskanie lacznej sity skutecznej 50 kN lub
wigkszej, mierzonej na ‘nagim stole’, uzywane w systemach wyszczegé6lnionych w pozycji 2B116.a.

Uwaga techniczna:

W pozydji 2B116 pojecie ‘nagi stét oznacza plaski stot lub powierzchnig, bez osprzetu i wyposazenia.
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2B117

2B119

2B120

2B121

Srodki do sterowania sprzetem i przebiegiem proceséw, inne niz wyszczegdlnione w pozycjach 2B004,
2B005.a., 2B104 lub 2B105, zaprojektowane lub zmodyfikowane dla zageszczania i pirolizy kompozytéw
strukturalnych do dysz rakietowych oraz glowic powracajgcych do atmosfery.

Nastepujace maszyny do wywazania i powigzany z nimi sprzet:

N.B. ZOB. TAKZE POZYCJA 2B219.
a.  maszyny do wywazania, posiadajace wszystkie wymienione nizej cechy:
1. nienadajgce si¢ do wywazania wirnikéw/zespoléw o masie wigkszej niz 3 kg;

2. nadajace si¢ do wywazania wirnikow/zespotéw przy predkosciach obrotowych wigkszych niz
12 500 obr./min.;

3. nadajace si¢ do korekcji niewywazenia w dwu lub wigcej plaszczyznach; oraz
4. nadajace sie do wywazania resztkowego niewywazenia wlasciwego wynoszacego 0,2 g mm/kg
masy wirnika;
Uwaga: Pozycja 2B119.a. nie obejmuje kontrolg wywazarek zaprojektowanych lub zmodyfikowanych dla
urzqdzen dentystycznych i innego sprzgtu medycznego.
b. glowice wskaznikéw zaprojektowane lub zmodyfikowane do wykorzystania w maszynach

wyszczeg6lnionych w pozycji 2B119.a.

Uwaga techniczna:

Glowice wskaznikéw okreslane sq czasami jako oprzyrzgdowanie wywazajgce.

Symulatory ruchu lub stoly obrotowe spelniajace wszystkie ponizsze kryteria:
a.  dwie osie lub wigcej;

b.  zaprojektowane lub zmodyfikowane tak, by zawieraé pierscienie $lizgowe lub zintegrowane urzadzenia
bezstykowe zdolne do przekazywania zasilania elektrycznego lub sygnaléw sterowniczych; oraz

c.  posiadajace jedng z nastepujacych cech charakterystycznych:
1. spelniajace wszystkie ponizsze kryteria dla jakiejkolwiek pojedynczej osi:

a.  zdolno$¢ do osiggania predkosci obrotowej réwnej 400 °[s lub wigkszej lub 30 °/s lub
mniejszej; oraz
b.  rozdzielczo$¢ tempa obracania réwna 6 °[s lub mniejsza z dokladnoscia réwng 0,6 °fs lub
mniejszy;
2. posiadajace stabilno$¢ dla najgorszego przypadku réwng * 0,05 % lub lepsza, usredniong
w zakresie 10 ° lub wigkszym; lub

3. majace »dokladnosé« pozycjonowania réwng 5 sekund katowych lub mniej (lepsza).

Uwaga 1:  Pozyga 2B120 nie obejmuje kontrolg stotow obrotowych zaprojektowanych lub zmodyfikowanych dla
obrabiarek lub sprzgtu medycznego. Dla uregulowari dotyczgcych obrabiarkowych stotéw obrotowych zob.
pozycja 2B00S.

Uwaga 2:  Symulatory ruchu lub stoly obrotowe wyszczegdlnione w pozycji 2B120 sg objete kontrolg niezaleznie od
tego, czy w momencie wywozu mialy juz zamontowane pierscienie slizgowe lub zintegrowane urzgdzenia
bezstykowe.

Stoly pozycjonujace (sprzet zdolny do precyzyjnego ustawiania potozenia katowego w dowolnej osi), inne niz
wyszczegblnione w pozycji 2B120, posiadajace wszystkie nastepujace cechy:

a.  dwie osie lub wigcej; oraz

b.  majace »dokladnosé« pozycjonowania réwng 5 sekund katowych lub mniej (lepsza).

Uwaga: Pozycja 2B121 nie obejmuje kontrolg stotéw obrotowych zaprojektowanych lub zmodyfikowanych dla

obrabiarek lub sprzgtu medycznego. Dla uregulowar dotyczgcych obrabiarkowych stotéw obrotowych zob.
pozycja 2B00S.
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2B122

2B201

Wiréwki umozliwiajace nadanie przySpieszenia ponad 100 g i posiadajace pierScienie Slizgowe lub
zintegrowane urzadzenia bezstykowe zaprojektowane lub zmodyfikowane tak, aby byly zdolne do
przekazywania zasilania elektrycznego lub sygnaléw sterowniczych.

Uwaga: Wiréwki wyszczegélnione w pozycji 2B122 sq objete kontrolg niezaleznie od tego, czy w momencie
wywozu tialy juz zamontowane pierscienie slizgowe lub zintegrowane urzgdzenia bezstykowe.

Obrabiarki i wszelkie ich zestawy poza wyszczegblnionymi w pozycji 2B001, do skrawania lub cigcia metali,
materialéw ceramicznych lub »kompozytowyche, ktére stosownie do specyfikacji technicznej producenta
moga by¢ wyposazone w urzadzenia elektroniczne do jednoczesnego »sterowania ksztaltowego« w dwéch
lub wigcej osiach:

Uwaga techniczna:

Zamiast indywidualnych testéw dla kazdego modelu obrabiarki mozna stosowal poziomy gwarantowanej doktadnosci
pozygonowania, ustalone zgodnie z ponizszymi procedurami przy pomiarach wykonanych stosownie do normy ISO
230-2:1988 () lub jej odpowiednika krajowego pod warunkiem dostarczenia ich organom krajowym i zaakceptowania
ich przez nie. Okreslanie poziomu gwarantowanej doktadnosci pozycjonowania:

a.  wybraé pigc egzemplarzy modelu maszyny, ktéry ma by¢ oceniany;

b.  zmierzy¢ liniowe doktadnosci osi zgodnie z ISO 230-2:1988°;

c.  okresli¢ wartosci doktadnosci (A) dla kazdej osi kazdej maszyny. Metodg obliczania wartosci dokladnosci opisano
w normie ISO 230-2:19885;

d.  okreslic Srednig wartos¢ doktadnosci dla kazdej osi. Srednia wartos¢ staje si¢ gwarantowang dokladnoscig
pozycjonowania dla kazdej osi modelu (Ax, Ay,...);

e.  poniewaz pozycja 2B201 odnosi sig do kazdej osi liniowej, wartosci gwarantowanej doktadnosci pozycjonowania
bedzie tyle, ile jest osi liniowych;

f. jesli dowolna oS obrabiarki niewyszczegGlnionej w pozycjach 2B201.a., 2B201.b. lub 2B201.c. ma
gwarantowang dokladnos¢ pozycjonowania wynoszgcg 6 pm lub lepiej (mniej) w przypadku szlifierek oraz 8 pym
lub lepiej (mniej) w przypadku frezarek i tokarek, zawsze zgodnie z normg ISO 230-2:1988°, od wytwdrcy
nalezy wymagac ponownego potwierdzania poziomu doktadnosci co osiemnascie miesiecy.

a.  frezarki posiadajace ktorakolwiek z wymienionych ponizej cech:

1. dokladno$¢ pozycjonowania, z uwzglednieniem »wszystkich dostgpnych kompensacjic, réwna 6
pm lub mniej (lepsza), zgodnie z ISO 230-2:1988° lub réwnowazng norma krajows, wzdluz
dowolnej osi liniowej;

2. dwie lub wigcej konturowych osi obrotu; lub

3. piec¢ lub wigcej osi, ktére mozna jednocze$nie koordynowaé w celu »sterowania ksztaltowegoc;

Uwaga: Pozycja 2B201.a. nie obejmuje kontrolg frezarek posiadajgcych nastepujgce cechy:
a.  robocza dtugos¢ osi x wigksza niz 2 m; oraz
b.  ogdlna doktadnosé pozycjonowania wzdtuz osi x wigksza (gorsza) niz 30 pm;
b.  szlifierki posiadajace ktérgkolwiek z wymienionych ponizej cech:

1. dokladnos¢ pozycjonowania, z uwzglednieniem »wszystkich dostepnych kompensacjic, rowna 4
pm lub mniej (lepsza), zgodnie z ISO 230-2:1988¢ lub réwnowazng norma krajows, wzdhuz
dowolnej osi liniowej;

2. dwie lub wigcej konturowych osi obrotu; lub

3. pig¢ lub wiecej osi, ktére mozna jednoczesnie koordynowaé w celu »sterowania ksztaltowegoc;

() Producenci wyliczajacy dokladno$¢ pozycjonowania zgodnie z ISO 230-2:1997 lub 2006 powinni konsultowaé si¢ z wlasciwymi
organami panstwa czlonkowskiego UE, w ktorym maja siedzibe.
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2B201

2B204

b.  (cigg dalszy)

Uwaga: Pozycja 2B201.b. nie obejmuje kontrolg nastepujgcych szlifierek:

a.  szlifierek do zewngtrznego, wewngtrznego i zewngtrzno-wewngtrznego szlifowania na
okrgglo, posiadajgcych wszystkie nizej wymienione cechy:

1. ograniczenie do maksymalnych wymiaréw przedmiotu obrabianego do 150 mm
Srednicy zewnetrznej lub dhugosci; oraz
2. osie ograniczone do x, z i ¢;

b.  szlifierek wspétrzednosciowych nieposiadajgcych osi z lub osi w przy ogdlnej doktadnosci
pozycjonowania mniejszej (lepszej) niz 4 ym zgodnie z ISO 230-2:1988° lub réwnowazng
normg krajowg.

c.  tokarek, ktére majg dokladnosci pozycjonowania z uwzglednieniem »wszystkich dostepnych
kompensacji« lepsze (mniejsze) niz 6 pm, zgodnie z normg ISO 230-2:1988°, wzdluz dowolnej osi
liniowej (ogdlna dokladno$¢ pozycjonowania), dla maszyn zdolnych do obrabiania $rednic powyzej
35 mm;

Uwaga: Pozycja 2B201.c. nie obejmuje kontrolg tokarek (Swissturn), ograniczonych do obrabiania tylko
pretéw podawanych, jesli maksymalna $rednica preta jest rowna lub mniejsza niz 42 mm i nie ma
mozliwosci mocowania uchwytami. Maszyny mogg mie¢ mozliwosé wiercenia lub frezowania czgsci
o Srednicy mniejszej niz 42 mm.

Uwaga 1:  Pozycja 2B201 nie obejmuje kontrolg obrabiarek do specjalnych zastosowar ograniczonych do

wytwarzania dowolnych z nastepujgcych czesci:
a. kot zgbatych;
b.  waléw korbowych lub rozrzgdowych;
¢.  narzgdzi lub nozy do obrabiarek;
d.  Slimakéw do wytlaczarek;
Uwaga 2:  Obrabiarki posiadajgce co najmniej dwie z trzech nastgpujgcych zdolnosci: toczenia, frezowania lub
szlifowania (np. tokarka ze zdolnoscig do frezowania), muszg by¢ oszacowane stosownie odpowiednio do
kazdej pozycji 2B201.a., .b. lub .c.
Uwaga 3:  Pozycje 2B201.a.3. i 2B201.b.3. obejmujg obrabiarki oparte o kinematykg réwnoleglo-liniowg (np. typu

hexapod) posiadajgce 5 lub wigcej osi, z ktdrych zadna nie jest osig obrotu.

»Prasy izostatycznes, inne niz wyszczegélnione w pozycjach 2B004 lub 2B104 i sprzet z nimi zwigzany,
W tym:

a.

»prasy izostatyczne« posiadajace obydwie nizej wymienione cechy:

1.

2.

zdolno$¢ do osiggniecia maksymalnego ci$nienia roboczego réwnego 69 MPa lub wigkszego;
oraz

wneke komorowg o Srednicy wewnetrznej przekraczajgcej 152 mm;

matryce, formy i zespoly sterujace specjalnie zaprojektowane do »pras izostatycznyche
wyszczegblnionych w pozycji 2B204.a.

Uwaga techniczna:

W pozycji 2B204 wewngtrzny wymiar komory oznacza wymiar, w ktérym osigga si¢ zaréwno temperature roboczg, jak
i ci$nienie robocze, a termin ten nie obejmuje osprzetu. Wymiar ten bedzie mniejszg ze $rednic wewngtrznych komory
cisnieniowej albo izolowanej komory paleniskowej, w zaleznosci od tego, ktdra z tych komdr jest umieszczona wewngtrz
drugiej.
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2B206 Nastepujace maszyny, przyrzady oraz systemy do kontroli wymiaréw, inne niz wyszczegélnione w pozycji
2B006:
a.  sterowane komputerowo lub »sterowane numerycznie« urzadzenia do pomiaru wspdlrzednych

spelniajgce jedno z ponizszych kryteriéw:

1.  majace tylko dwie osie i dajace maksymalny dopuszczalny blad pomiaru dtugosci wzdhuz
jakiejkolwiek osi (w ukladzie jednowymiarowym), oznaczony jako kombinacja Eox mpr, Eoymer lub
Eo,mpe, TOWNY lub mniejszy (lepszy) niz (1,25 + L/1 000) pm (gdzie L jest dtugoscia mierzong
w mm) w dowolnym punkcie zakresu roboczego maszyny (tj. na calej dlugosci osi), zgodnie
z1S0O 10360-2:2009; lub

2. majace trzy lub wigcej osi i dajace maksymalny dopuszczalny blad pomiaru dlugosci (Eo e
wzdtuz trzech osi (tj. objetoSciowy) réwny lub mniejszy (lepszy) niz (1,7 + L/800) pm (gdzie
L jest dlugoscig mierzong w mm) w dowolnym punkcie zakresu roboczego maszyny (tj. na calej
dlugosci osi), zgodnie z ISO 10360-2:2009;

Uwaga techniczna:

Maksymalny dopuszczalny blgd pomiaru diugosci (EO,MPE) najdokladniejszej konfiguracji urzgdzenia do
pomiaru wspéhrzednych okreslonej zgodnie z ISO 10360-2:2009 przez producenta (np. najlepsze: czujnik,
dtugos¢ ramienia, parametry ruchu, warunki Srodowiskowe) przy »wszystkich dostepnych kompensacjach«

4 p Ty przy y pry pensacj
poréwnuje si¢ do progu 1,7 +L/800 pm.

b.  systemy do jednoczesnej liniowo-kgtowej kontroli pélpowlok, posiadajace obie z nizej wymienionych

cech:

1. »niepewno$¢ pomiarowas, wzdluz dowolnej osi liniowej, réwnag lub mniejsza (lepsza) niz 3,5 pm
na 5 mm; oraz

2. »odchylenie potozenia katowego« réwne lub mniejsze niz 0,02 °;

c.  systemy pomiarowe ‘odchylenia liniowego’, posiadajace wszystkie nizej wymienione cechy:

Uwaga techniczna:

Do celéw pozycji 2B206.c. ‘odchylenie liniowe” oznacza zmiang odleglosci pomigdzy czujnikiem a obiektem
mierzonym.

1. zawierajgce »laser; oraz

2. zdolne, by utrzymaé, przez co najmniej 12 godzin, w zakresie temperatur + 1 K (¢ 1°C),
w warunkach znormalizowanej temperatury i znormalizowanego ci$nienia, wszystkich
z ponizszych parametréw:

a.  rrozdzielczo§é« w pelnym zakresie wynoszaca 0,1 pm lub lepszg; oraz

Uwaga techniczna:

Do celow pozygji 2B206.c.2.a. ‘rozdzielczo$C’ oznacza najmniejszq dziatke urzgdzenia pomiarowego;
w przyrzgdach cyfrowych jest to najmniej znaczqgcy bit.

b.  »niepewno$¢ pomiaru« réwng lub lepsza (mniejszg) niz (0,2 + L/2 000) pm (L oznacza
zmierzong dtugo$¢ w mm).

Uwaga: Pozycja 2B206.c. nie obejmuje kontrolg interferometrycznych  systeméw pomiarowych
nieposiadajgcych zamknigtej Ilub otwartej petli sprzgzenia zwrotnego, zawierajgcych »laser« do
pomiaru bledéw ruchu posuwistego obrabiarek, urzgdzeri kontroli wymiaréw lub podobnego
wyposazenia.

d.  systemy transformatorowych réznicowych czujnikéw polozenia liniowego (LVDT) posiadajace obie
z nizej wymienionych cech:

Uwaga techniczna:

Do celéw pozygi 2B206.d. ‘odchylenie liniowe” oznacza zmiang odleglosci pomigdzy czujnikiem a obiektem
mierzonym.
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2B206 d.  (cigg dalszy)
1. spelniajace ktérekolwiek z ponizszych kryteriéw:

a.  majace »liniowosé« réwna lub mniejsza (lepsza) niz 0,1 %, mierzong od 0 do pelnego
zakresu roboczego dla LVDT o zakresie roboczym do 5 mm; lub

b.  majace »liniowosé« réwng lub mniejsza (lepsza) niz 0,1 %, mierzong od 0 do 5 mm dla
LVDT o zakresie roboczym wigkszym niz 5 mm; oraz

2. dryft réwny lub lepszy (mniejszy) niz 0,1 % na dzieh w standardowej temperaturze
pomieszczenia pomiarowego + 1 K (£ 1 °C).

Uwaga 1:  Obrabiarki, ktore mozna wykorzystaé do celéw pomiarowych, sg objete kontrolg, jezeli spetniajg lub
przekraczajg kryteria okreslone dla funkcji obrabiarki lub maszyny pomiarowej.

Uwaga 2:  Maszyna wyszczegélniona w pozycji 2B206 jest objeta kontrolg, jezeli jej zakres pracy przekracza
w jakikolwiek sposéb prég objecia kontrolg.

Uwagi techniczne:

Wiszystkie parametry wartosci pomiarowych w pozycji 2B206 reprezentujg wartosci plus/minus, tj. pasmo niepelne.

2B207 »Roboty«, »manipulatory« i jednostki sterujace, inne niz wyszczegélnione w pozycji 2B007, takie jak:

a.  oroboty« lub »manipulatory« specjalnie zaprojektowane tak, aby spelnialy krajowe normy
bezpieczenstwa stosowane przy obchodzeniu si¢ z kruszacymi materialami wybuchowymi (np.
spelniajace warunki ujete w przepisach elektrycznych, stosowanych wobec kruszgcych materialow
wybuchowych);

b.  jednostki sterujace, specjalnie zaprojektowane do »robotéw« i »manipulatoréwe« wyszczegdlnionych
w pozycji 2B207 a.

2B209 Nastepujace maszyny do tloczenia ksztaltowego, maszyny do wyoblania ksztaltowego posiadajace mozliwosé
realizacji funkgji tloczenia ksztaltowego, inne niz wyszczegélnione w pozycjach 2B009 lub 2B109, oraz
trzpienie:

a.  maszyny spelniajace oba ponizsze kryteria:
1. majace trzy lub wigcej walki (aktywne lub prowadzace); oraz

2. mogace by¢ wyposazone, wedtug specyfikacji technicznej producenta, w zespoly »sterowania
numerycznego« lub komputerowego;

b.  trzpienie do formowania wirnikéw zaprojektowane do formowania wirnikéw cylindrycznych
o $rednicy wewnetrznej pomiedzy 75 mm a 650 mm.

Uwaga: Pozycja 2B209.a. obejmuje maszyny posiadajgce tylko pojedynczy watek przeznaczony do odksztatcania
metalu oraz dwa pomocnicze watki podtrzymujgce trzpier, ale nieuczestniczgce bezposrednio w procesie
odksztatcania.

2B219 Nastepujace odsrodkowe maszyny do wieloplaszczyznowego wywazania, stale lub przenoéne, poziome lub
pionowe:

a.  wywazarki od$rodkowe zaprojektowane do wywazania elastycznych wirnikéw o dlugosci 600 mm lub
wickszej, posiadajace wszystkie nizej wymienione cechy:

1. wychylenie lub $rednica czopa powyzej 75 mm;
2. zdolnos¢ do wywazania zespoléw o masie od 0,9 do 23 kg; oraz
3. zdolno$¢ do osiggania predkosci obrotowych w czasie wywazania powyzej 5 000 obr./min.;

b.  wywazarki odSrodkowe zaprojektowane do wywazania cylindrycznych zespoléw wirnika, posiadajace
wszystkie nizej wymienione cechy:

1.  $rednica czopa powyzej 75 mm;
2. zdolnoé¢ do wywazania zespoléw o masie od 0,9 do 23 kg;

3. zdolno$¢ do osiggania minimalnego resztkowego niewywazenia wlasciwego rzedu 10 g mmjkg
dla jednej plaszczyzny lub mniejszym; oraz

4. naped pasowy.
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2B225

2B226

2B227

2B228

Zdalnie sterowane manipulatory, ktére moga by¢ stosowane do zdalnego wykonywania prac podczas
rozdzielania radiochemicznego oraz w komorach gorgcych, posiadajace jedna z nizej wymienionych cech:

a.  mozliwo$¢ pokonania $ciany komory goracej o grubosci 0,6 m lub wigkszej (dla operacji
wykonywanych poprzez $ciang); lub

b.  mozliwo$¢ zmostkowania ponad szczytem $ciany komory goracej o grubosci 0,6 m lub wigkszej (dla

operacji wykonywanych ponad $ciang).

Uwaga techniczna:

Zdalnie sterowane manipulatory przeksztakcajg dziatanie czbowieka operatora na ramig robocze i uchwyt koricowy. Mogg
by¢ typu ‘master/slave’ lub by¢ sterowane joystickiem lub z klawiatury.

Piece indukcyjne z regulowang atmosfera (prézniowe lub z gazem obojetnym), inne niz te wymienione
w pozycjach 9B001 i 3B001, i instalacje do ich zasilania, takie jak:

N.B. ZOB. TAKZE POZYCJE 3B001 I 9B0O1.
a.  piece posiadajace wszystkie nizej wymienione cechy:
1. zdolno$¢ do pracy w temperaturach powyzej 1 123 K (850 °C);
2. wyposazone w cewki indukcyjne o $rednicy 600 mm lub mniejszej; oraz

3. zaprojektowane do poboru mocy wynoszacego 5 kW lub wiecej;

Uwaga: Pozycja 2B226.a. nie obejmuje kontrolg piecéw przeznaczonych do przetwarzania plytek
pdtprzewodnikowych.

b.  instalacje zasilajgce, o wydajnosci znamionowej 5 kW lub wigkszej, specjalnie zaprojektowane do
piecéw wyszczegdlnionych w pozycji 2B226.a.

Prézniowe oraz posiadajgce inng regulowang atmosfere, roztapiajace i odlewnicze piece metalurgiczne oraz

sprzet z nimi zwigzany, w tym:

a.  piece lukowe do przetapiania, piece tukowe do topienia i piece lukowe do topienia i odlewania
posiadajace obydwie nizej wymienione cechy:

1. wydajnos¢ elektrody topliwej pomiedzy 1 000 cm® a 20 000 cm’; oraz
2. zdolne do pracy w temperaturach topienia powyzej 1 973 K (1 700°C);

b.  piece do topienia wigzka elektronéw, plazmowe piece do atomizacji i plazmowe piece do topienia
posiadajace obie nizej wymienione cechy:

1. moc 50 kW lub wigksza; oraz
2. zdolne do pracy w temperaturach topienia powyzej 1 473 K (1 200°C);

c.  komputerowe systemy do sterowania i $ledzenia przebiegu proceséw, specjalnie skonfigurowane do
jakichkolwiek piecow wyszczegdlnionych w pozycji 2B227.a. lub 2B227.b.;

d.  pochodnie plazmowe, specjalnie zaprojektowane do piecéw wymienionych w pozycji 2B227.b.,
posiadajace obydwie nizej wymienione cechy:

1. praca przy zasilaniu mocg wigkszg niz 50 kW; oraz
2. zdolne do pracy w temperaturach powyzej 1 473 K (1 200°C);
e.  dziala elektronowe, specjalnie zaprojektowane do piecéw wymienionych w pozycji 2B227.b., pracujace
przy zasilaniu mocg wigksza niz 50 kW.
Sprzet do wytwarzania, montazu oraz prostowania wirnikw, trzpienie i matryce do formowania mieszkéw,
w tym:
a.  sprzet do montazu wirnikéw, przeznaczony do montazu sekcji rurowych wirnikéw odsrodkowych

wiréwek gazowych, przegrdd oraz pokryw;

Uwaga: Pozycja 2B228.a. obejmuje precyzyjne trzpienie, zaciski i maszyny do pasowania skurczowego.
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b.  sprzet do prostowania wirnikéw, przeznaczony do osiowania sekcji rurowych wirnikéw odsrodkowych

wiréwek gazowych na wspélnej osi;

Uwaga techniczna:

W pozygji 2B228.D. taki sprzgt sklada sig zazwyczaj z doktadnych czujnikéw pomiarowych, podigczonych do
komputera, sterujgcego nastgpnie pracg np. pneumatycznego bijaka wykorzystywanego do ustawiania sekji
rurowych wirnika.

c.  trzpienie i matryce do formowania mieszkéw, stuzace do wytwarzania mieszkéw jednozwojowych.
Uwaga techniczna:

Mieszki, o ktorych mowa w pozycji 2B228.c., posiadajg wszystkie nizej wymienione cechy:
1. Srednica wewngtrzna pomigdzy 75 mm a 650 mm;
2. dlugosé rowna lub wigksza niz 12,7 mm;
3. glebokosc pojedynczego zwoju wigksza niz 2 mm; oraz
4. wykonane z wysokowytrzymalych stopéw glinu, stali maraging lub wysokowytrzymalych »materiatow
whéknistych lub wikienkowyche.
2B230 Wszystkie rodzaje ‘przetwornikéw cis$nienia’ zdolne do pomiaru ciSnienia bezwzglednego, posiadajace
wszystkie nizej wymienione cechy:

a.  wyposazone w czujniki ci$nien wykonane z glinu, stopéw glinu, tlenku glinu (aluminy lub szafiru),
niklu, stopéw niklu o zawartosci wagowej niklu ponad 60 % lub polimeréw fluoroweglowodorowych
lub tez zabezpieczone tymi materialami;

b.  wyposazone ewentualnie w uszczelnienia, istotne dla uszczelniania czujnikéw ci$nien i stykajace si¢
bezposrednio z przetwarzanym medium, wykonane z glinu, stopéw glinu, tlenku glinu (aluminy lub
szafiru), niklu, stopéw niklu o zawartosci wagowej niklu ponad 60 % lub polimeréw fluoroweglowo-
dorowych lub tez zabezpieczone tymi materialami; oraz

c.  posiadajace jedna z nizej wymienionych cech:

1. pelny zakres pomiarowy ponizej 13 kPa oraz ‘dokladno$¢’ lepsza niz 1 % (w calym zakresie); lub
2. pelny zakres pomiarowy wynoszacy 13 kPa lub wigcej oraz ‘doktadno$¢ lepsza niz 130 Pa przy
pomiarze na poziomie 13 kPa.

Uwagi techniczne:

1. W pozygi 2B230 ‘przetwornik cisnienia’ oznacza urzgdzenie, ktdre przeksztatca pomiar cisnienia na sygnat.

2. Na potrzeby pozycji 2B230 pojecie ‘doktadnosé’ obejmuje nieliniowosC, histereze i powtarzalnosé w temperaturze

otoczenia.
2B231 Pompy prézniowe posiadajgce wszystkie nizej wymienione cechy:

a.  gardziel wlotowg o $rednicy rownej lub wigkszej niz 380 mm;

b.  wydajno$¢ pompowania réwng lub wigkszg niz 15 m?/s; oraz

c.  sazdolne do wytwarzania prézni koficowej o ci$nieniu lepszym niz 13 mPa.

Uwagi techniczne:

1. Wydajnos¢ pompowania jest okreslona w pomiarze z uzyciem azotu lub powietrza.

2. Préznia koricowa jest okreslana na wlocie do pompy po jego zatkaniu.

2B232 Wysokopredkoiciowe — systemy —miotajgce  (napedowe, gazowe, cewkowe, elektromagnetyczne,
elektrotermiczne lub inne rozwinigte systemy) zdolne do przyspieszania pociskéw do predkosci 1,5 km/s lub
wigkszej.

N.B. ZOB. TAKZE WYKAZ UZBROJENIA.
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2B233 Sprezarki $rubowe o uszczelnieniu mieszkowym oraz $rubowe pompy prézniowe o uszczelnieniu
mieszkowym, spelniajace wszystkie ponizsze kryteria:
N.B. ZOB. TAKZE POZYCJA 2B350.i.
a.  objetosciowy wspélczynnik przeplywu na wlocie wynoszacy 50 m’/h lub wigcej;
b.  stopien sprezania 2:1 lub wyzszy; oraz

c.  wszystkie ich powierzchnie majace bezposredni kontakt z medium gazowym sa wykonane z jednego
z nastepujacych materialéw:

1. glinu lub stopu glinu;
tlenku glinu;
stali nierdzewne;j;

2

3

4. niklu lub stopu niklu;

5. brazu fosforowego; lub
6

polimeréw fluorowych.

2B350 Nastepujace obiekty, sprzet i czesci sktadowe do produkgji substancji chemicznych:

a.  zbiorniki reakcyjne lub reaktory, wyposazone lub niewyposazone w mieszadla, o catkowitej
pojemnosci wewnetrznej (geometrycznej) powyzej 0,1 m® (100 litréw) i ponizej 20 m* (20 000
litr6w), w ktdrych wszystkie powierzchnie majgce bezposredni kontakt z przetwarzang lub znajdujaca
si¢ w nich substancja chemiczna (substancjami chemicznymi) sa wykonane z jednego z nastgpujacych

materialow:
N.B. W odniesieniu do prefabrykowanych zestawéw do naprawy — zob. pozycja 2B350.k.
1. ‘stopow’ o zawartosci wagowej powyzej 25 % niklu i 20 % chromu;

2. polimeréw fluorowych (materialéw polimerowych lub elastomerowych o zawartosci wagowe;j
fluoru powyzej 35 %);

szkla (w tym materialéw powlekanych szkliwami lub emaliowanych lub wykladanych szklem);
niklu lub ‘stopéw’ o zawarto$ci wagowej niklu powyzej 40 %;

tantalu lub ‘stopéw’ tantalu;

tytanu lub ‘stopéw’ tytanu;

cyrkonu lub ‘stopéw’ cyrkonu; lub

® N oW

niobu lub ‘stopéw’ niobu;

b.  mieszadla do zbiornikéw reakcyjnych lub reaktoréw, wyszczeg6lnionych w pozycji 2B350.a.; oraz
wirniki napedzane, fopatki lub waly do takich mieszadel, w ktérych wszystkie powierzchnie majace
bezposredni kontakt z przetwarzang lub znajdujaca si¢ w nich substancja chemiczng (substancjami
chemicznymi) s3 wykonane z jednego z nastepujacych materiatéw:

1. ‘stopow’ o zawartosci wagowej powyzej 25 % niklu i 20 % chromu;

2. polimeréw fluorowych (materialéw polimerowych lub elastomerowych o zawartosci wagowe;j
fluoru powyzej 35 %);

szkla (w tym materialéw powlekanych szkliwami lub emaliowanych lub wykladanych szklem);
niklu lub ‘stopéw’ o zawartosci wagowej niklu powyzej 40 %;
tantalu lub ‘stopéw’ tantalu;

tytanu lub ‘stopéw’ tytanu;

NS AW

cyrkonu lub ‘stopéw’ cyrkonu; lub
8. niobu lub ‘stopéw’ niobu;

c.  zbiorniki magazynowe, zasobniki lub odbiorniki o calkowitej pojemnoSci wewnetrznej
(geometrycznej) powyzej 0,1 m® (100 litréw), w ktdrych wszystkie powierzchnie majgce bezposredni
kontakt z przetwarzang lub znajdujaca si¢ w nich substancja chemiczng (substancjami chemicznymi)
sa wykonane z jednego z nastepujacych materialow:

N.B. W odniesieniu do prefabrykowanych zestawéw do naprawy — zob. pozycja 2B350.k.

1. ‘stop6w’ o zawartoSci wagowej powyzej 25 % niklu i 20 % chromu;
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2. polimeréw fluorowych (materialéw polimerowych lub elastomerowych o zawartosci wagowe;j
fluoru powyzej 35 %);
3. szkla (w tym materialéw powlekanych szkliwami lub emaliowanych lub wykladanych szklem);
4. niklu lub ‘stopéw’ o zawartosci wagowej niklu powyzej 40 %;
5. tantalu lub ‘stopéw’ tantalu;
6.  tytanu lub ‘stopéw’ tytanu;
7. cyrkonu lub ‘stopéw’ cyrkonu; lub
8. niobu lub ‘stopéw’ niobu;

d.  wymienniki ciepla lub skraplacze o polu powierzchni wymiany ciepta wigkszej niz 0,15 m? i mniejszej
niz 20 m? oraz rury, plytki, zwoje lub bloki (rdzenie) skonstruowane do takich wymiennikéw ciepta lub
skraplaczy, w ktdrych wszystkie powierzchnie majace bezposredni kontakt z przetwarzang lub
znajdujacg si¢ w nich substancja chemiczng (substancjami chemicznymi), s3 wykonane z jednego
z nastepujgcych materialéw:

1. ‘stopow’ o zawartosci wagowej powyzej 25 % niklu i 20 % chromu;

2. polimeréw fluorowych (materialéw polimerowych lub elastomerowych o zawartosci wagowej
fluoru powyzej 35 %);

3. szkla (w tym materialéw powlekanych szkliwami lub emaliowanych lub wykladanych szklem);

4. grafitu lub ‘grafitu weglowego’;

5. niklu lub ‘stopéw’ o zawarto$ci wagowej niklu powyzej 40 %;

6.  tantalu lub ‘stopéw’ tantalu;

7. tytanu lub ‘stopoéw’ tytanu;

8. cyrkonu lub ‘stopéw’ cyrkonu;

9.  weglika krzemu;

10. weglika tytanu; lub

11. niobu lub ‘stopéw’ niobu;

e.  kolumny destylacyjne lub absorpcyjne o Srednicy wewnetrznej powyzej 0,1 m oraz rozdzielacze cieczy
i par, kolektory cieczy, zaprojektowane do takich kolumn destylacyjnych lub absorpcyjnych, w ktérych
wszystkie powierzchnie majace bezposredni kontakt z przetwarzang lub znajdujaca si¢ w nich
substancjg chemiczng (substancjami chemicznymi) s3 wykonane z jednego z nastgpujgcych materialéw:
1. ‘stopéw’ o zawartoSci wagowej powyzej 25 % niklu i 20 % chromu;

2. polimeréw fluorowych (materialéw polimerowych lub elastomerowych o zawartosci wagowej
fluoru powyzej 35 %);

3. szkla (w tym materialéw powlekanych szkliwami lub emaliowanych lub wyktadanych szktem);

4, grafitu lub ‘grafitu weglowego’;

5. niklu lub ‘stopéw’ o zawarto$ci wagowej niklu powyzej 40 %;

6.  tantalu lub ‘stopéw’ tantalu;

7. tytanu lub ‘stopow’ tytanu;

8. cyrkonu lub ‘stopéw’ cyrkonu; lub

9.  niobu lub ‘stopéw’ niobuy;

f.  zdalnie sterowany sprzet napelniajacy, w ktoérym wszystkie powierzchnie majace bezposredni kontakt
z przetwarzang lub znajdujaca si¢ w nich substancjg chemiczng (substancjami chemicznymi) s3
wykonane z jednego z nastgpujacych materiatlow:

1. ‘stopow’ o zawartosci wagowej powyzej 25 % niklu i 20 % chromu; lub
2. niklu lub ‘stopéw’ o zawarto$ci wagowej niklu powyzej 40 %;
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g.  zawory i ich czgsci, takie jak:
1. zawory spelniajace oba ponizsze kryteria:
a. o ‘wymiarze nominalnym’ wickszym niz DN 10 lub NPS 3/8; oraz

b.  ktorych wszystkie powierzchnie majgce bezposredni kontakt z wytwarzang, przetwarzang
lub znajdujgca si¢ w nich substancjg chemiczng (substancjami chemicznymi) s wykonane
z ‘materialéw odpornych na korozj¢’;

2. zawory, inne niz wyszczeg6lnione w pozycji 2B350.g.1., spelniajace wszystkie ponizsze kryteria:

a. o ‘wymiarze nominalnym’ réwnym lub wigkszym niz DN 25 lub NPS 1 oraz réwnym lub
mniejszym niz DN 100 lub NPS 4;

b.  majace obudowg (korpus zaworu) lub preformowane wkladki doostonowe;
c.  majace czg$¢ zamykajacg, ktéra moze by¢ wymieniana; oraz

d.  ktérych wszystkie powierzchnie obudowy (korpusu zaworu) lub preformowanych wkladek
doostonowych majace bezposredni kontakt z wytwarzana, przetwarzang lub znajdujgcy si¢
w nich substancjg chemiczng (substancjami chemicznymi) s3 wykonane z ‘materialéw
odpornych na korozj¢’;

3. nastgpujace czeSci do zawordéw wyszczegdlnionych w pozycjach 2B350.g.1. lub 2B350.g.2,
ktérych wszystkie powierzchnie majgce bezposredni kontakt z wytwarzang, przetwarzana lub
znajdujacg sie w nich substancja chemiczng (substancjami chemicznymi) s3 wykonane
z ‘materialéw odpornych na korozje:

a.  obudowy (korpusy zawordw);

b.  preformowane wkladki doostonowe;

Uwagi techniczne:

1. Dla celéw pozycji 2B350.g. ‘materialy odporne na korozje’ oznaczajg jeden z ponizszych materiatow:
a.  nikiel lub stopy o zawartosci wagowej niklu powyzej 40 %;
b.  stopy o zawartosci wagowej powyzej 25 % niklu i 20 % chromu;

c. polimery fluorowe (materialy polimerowe lub elastomerowe o zawartosci wagowej fluoru
powyzej 35 %);

d.  szklo lub okladziny szklane (w tym materialy powlekane szkliwami lub emaliowane);

o

tantal lub stopy tantalu;
tytan lub stopy tytanu;
oyrkon lub stopy cyrkonu;

= 0 T

niob Iub stopy niobu; lub

-

nastgpujgce materialy ceramiczne:
1. weglik krzemu o czystosci wagowej co najmniej 80 %;
2. tlenek glinu o czystosci wagowej co najmniej 99,9 %;

3. tlenek cyrkonu (cyrkonia).
2. ‘Wymiar nominalny’ oznacza mniejszq ze Srednic: wlotu lub wylotu.

3. Wymiary nominalne (DN) zaworéw) sg zgodne z ISO 6708:1995. Wymiary nominalne rury (NPS) sg
zgodne z ASME B36.10 lub B36.19, lub réwnowazng normg krajowg.

h.  rury wielo$cienne, zawierajgce okna do wykrywania nieszczelnosci, w ktérych wszystkie powierzchnie
majace bezposredni kontakt z przetwarzang lub znajdujaca si¢ w nich substancjg chemiczna
(substancjami chemicznymi) s3 wykonane z jednego z nastgpujacych materiatow:

1. ‘stop6w’ o zawartoSci wagowej powyzej 25 % niklu i 20 % chromu;
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2. polimeréw fluorowych (materialéw polimerowych lub elastomerowych o zawartosci wagowe;j
fluoru powyzej 35 %);

szkla (w tym materialéw powlekanych szkliwami lub emaliowanych lub wykladanych szktem);
grafitu lub ‘grafitu weglowego’;

niklu lub ‘stopéw’ o zawarto$ci wagowej niklu powyzej 40 %;

tantalu lub ‘stopéw’ tantalu;

tytanu lub ‘stopow’ tytanu;

© N v kW

cyrkonu lub ‘stopéw’ cyrkonu; lub
9.  niobu lub ‘stopéw’ niobu;

i.  pompy wielokrotnie uszczelnione i nieuszczelnione, o maksymalnym natezeniu przeplywu, wedtug
specyfikacji producenta, powyzej 0,6 m’/h lub pompy prézniowe o maksymalnym nateZeniu
przeplywu, wedlug specyfikacji producenta, powyzej 5 m’lh (w warunkach znormalizowanej
temperatury (273 K (0°C)) oraz ci$nienia (101,3 kPa)), inne niz wyszczegélnione w pozycji 2B233,
oraz obudowy (korpusy pomp), preformowane wkladki pomp, wirniki, tloki lub dysze do pomp
strumieniowych skonstruowane do takich pomp, w ktérych wszystkie powierzchnie majace
bezposredni kontakt z przetwarzang lub znajdujaca si¢ w nich substancjg chemiczng (substancjami
chemicznymi), s3 wykonane z jednego z nastepujacych materialéw:

1. ‘stopéw’ o zawartoSci wagowej powyzej 25 % niklu i 20 % chromu;
2. materialéw ceramicznych;

3. zZelazokrzemu (stopéw zelaza o wysokiej zawartosci krzemuy);

4

polimeréw fluorowych (materialéw polimerowych lub elastomerowych o zawartosci wagowej
fluoru powyzej 35 %);

szkla (w tym materialéw powlekanych szkliwami lub emaliowanych lub wykladanych szklem);
grafitu lub ‘grafitu weglowego’;

niklu lub ‘stopéw’ o zawartosci wagowej niklu powyzej 40 %;

tantalu lub ‘stopéw’ tantalu;

tytanu lub ‘stopéw’ tytanu;

= % ® XN oW

0. cyrkonu lub ‘stopéw’ cyrkonu; lub
11.

niobu lub ‘stopéw’ niobu;

Uwaga techniczna:

W pozygi 2B350.i. termin uszczelnienie odnosi si¢ tylko do uszczelnieri, ktére majg bezposredni kontakt
z przetwarzang substancjg chemiczng (substancjami chemicznymi) (lub sg do tego zaprojektowane) oraz petnig
funkgje uszczelniacza podczas przesuwu watu napedowego obrotowego lub posuwisto-zwrotnego przez korpus

pompy.

j. piece do unieszkodliwiania termicznego, zaprojektowane do niszczenia chemikaliéw
wyszczegblnionych w pozycji 1C350, posiadajace specjalnie zaprojektowane systemy doprowadzania
odpadéw, specjalne urzadzenia obslugujace oraz przecigtng temperature w komorze spalania powyzej
1273 K (1000 °C), w ktorych wszystkie powierzchnie w systemie doprowadzania odpadéw majace
bezposredni kontakt z odpadami s3 wykonane z jednego z nastepujacych materialéw lub nim pokryte:

1. ‘stopow’ o zawartosci wagowej powyzej 25 % niklu i 20 % chromu;
2. materialéw ceramicznych; lub
3. niklu lub ‘stopéw’ o zawarto$ci wagowej niklu powyzej 40 %;

k.  nastgpujace prefabrykowane zestawy do naprawy posiadajagce powierzchnie metaliczne majace
bezposredni kontakt z przetwarzang substancjag chemiczng (przetwarzanymi substancjami
chemicznymi), wykonane z tantalu lub stopéw tantalu, oraz specjalnie do nich zaprojektowane
elementy:

1. zaprojektowane do mechanicznego przylaczenia do wykladanych szklem zbiornikéw
reakcyjnych lub reaktoréw wyszczegélnionych w pozycji 2B350.a.; lub
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2. zaprojektowane do mechanicznego przylaczenia do wykladanych szklem zbiornikéw
magazynowych, zasobnik6w lub odbiornikéw wyszczegdlnionych w pozycji 2B350.c.;

Uwaga: Dla celéw pozycji 2B350 materialy uzywane na uszczelki, wypelnienia, uszczelnienia, Sruby, podkladki

i inne materialy pelnigce funkcje uszczelniajgeg nie decydujg o statusie kontroli, pod warunkiem ze czgsci
te s¢ wymienialne.

Uwagi techniczne:

1. ‘Grafit weglowy’ jest substancjg sktadajgcq si¢ z wegla amorficznego i grafitu, w ktérej zawartosé wagowa grafitu
wynosi osiem procent lub wigcej.

2. W przypadku materiatéw wymienionych w powyiszych pozycjach termin ‘stop’, jezeli nie towarzyszy mu
szczegotowe okreslenie stezenia pierwiastkow, nalezy rozumieé jako oznaczajgcy taki stop, w ktérym wagowa
zawartos¢ okreslonego metalu jest procentowo wyzsza niz jakiegokolwiek innego pierwiastka.

2B351 Nastepujace systemy monitorowania i urzadzenia do monitorowania gazéw toksycznych i przeznaczone do

nich czgsci detekeyjne, inne niz wyszczegélnione w pozycji 1A004, oraz detektory, czujniki i wymienne
moduly czujnikowe do nich:

a.  zaprojektowane do ciaglej pracy i wykorzystywane do wykrywania bojowych $rodkéw chemicznych
lub $rodkéw chemicznych wyszczegdlnionych w pozycji 1C350, z ‘minimalng granicg wykrywalnosci’
ponizej 0,3 mg/m’; lub
Uwaga techniczna:

‘Minimalna granica wykrywalnosci’ systeméw monitorowania i urzgdzeri do monitorowania gazéw toksycznych
jest najnizszym wykrywalnym stezeniem analitu wymaganym do uzyskania sygnatu przekraczajgcego trzykrotnosé
odchylenia standardowego sygnatu systeméw monitorowania lub urzgdzeri do monitorowania gazéw toksycznych
podczas pomiaru probki Slepej.

W przypadku systeméw monitorowania i urzgdzert do monitorowania gazéw toksycznych o martwym zakresie lub
zaprogramowanym zerowym thumieniu ‘minimalna granica wykrywalnosci’ jest najnizszym wykrywalnym
stezeniem wymaganym do uzyskania odczytu.

b.  zaprojektowane do wykrywania aktywnosci wstrzymujacej cholinoesterazeg.

2B352 Nastepujacy sprzet do produkgji biologicznej i przetadunku:

a.  nastgpujace obudowy zabezpieczajace i sprzet z nimi zwigzany;

1. kompletne obudowy zabezpieczajace spelniajace kryteria pozioméw zabezpieczenia P3 lub P4
(BL3, BL4, L3, L4) wyszczeg6lnione w instrukcji WHO dotyczacej bezpieczefistwa biologicznego
laboratoriow (wydanie trzecie, Genewa 2004 r.);

2. nastgpujacy sprzet zaprojektowany do instalacji na stale w obudowach zabezpieczajacych
wyszczegblnionych w pozycji 2B352.a.:
a.  dwudrzwiowe autoklawy przelotowe do dekontaminacji;
b.  prysznice do dekontaminacji kombinezonéw ochronnych;
c.  Sluzy przelotowe z uszczelnieniem mechanicznym lub pneumatycznym;

b.  kadzie fermentacyjne i ich czgsci, takie jak:

1.  kadzie fermentacyjne, pozwalajace na namnazanie »mikroorganizméw« lub Zywych komorek
wykorzystywanych do wytwarzania wiruséw lub toksyn, bez rozprzestrzeniania aerozoli,
posiadajace wewnetrzna pojemnos¢ catkowita réwna 20 litrom lub wigksza;

2. nastepujace czeSci przeznaczone do kadzi fermentacyjnych wyszczegdlnionych w pozycji
2B352.b.1.:

a.  komory hodowlane przeznaczone do sterylizacji i odkazania na miejscu;

b.  urzadzenia utrzymujace komory hodowlane;
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c.  jednostki sterowania  procesami  umozliwiajgce  jednoczesne  monitorowanie
i kontrolowanie dwodch lub wigkszej liczby parametréw ukladu fermentacji (np.
temperatury, pH, skladnikéw odzywczych, stopnia wzbudzenia, rozpuszczonego tlenu,
natezenia przeplywu powietrza, kontrola piany);

Uwagi techniczne:

1. Dla celow pozycji 2B352.b. do kadzi fermentacyjnych zalicza sig bioreaktory, bioreaktory jednorazowego
uzytku, chemostaty oraz instalacje o przeplywie cigglym.

2. Do celéw pozycji 2B352.b. w sklad urzgdzen utrzymujgcych komory hodowlane wchodzg komory
hodowlane jednorazowego uzytku o sztywnych scianach.

nastepujace separatory odsrodkowe, zdolne do ciaglego oddzielania bez rozprzestrzeniania aerozoli,
o natezeniu przeplywu powyzej 100 litré6w na godzing:

1. separatory odsrodkowe spelniajace wszystkie ponizsze kryteria:
a.  jedno lub wigcej zlaczy uszczelnianych w obszarze wystepowania pary wodnej;
b.  wykonanie elementéw z polerowanej stali nierdzewnej lub tytanu;
c.  przystosowane do wysterylizowania w stanie zamknigtym na miejscu.
2. separatory odsrodkowe jednorazowego uzytku, w ktérych wszystkie elementy majace

bezposredni kontakt z przetwarzanymi substancjami sg przeznaczone do jednorazowego uzytku.

Uwaga techniczna:

Separatory odsrodkowe i separatory odsrodkowe jednorazowego uzytku obejmujg dekantatory.
sprzet filtrujacy o poprzecznym (stycznym) przeplywie i jego podzespoly:

1. sprzet filtrujacy o poprzecznym (stycznym) przeplywie, zdolny do ciaglego rozdzielania
»mikroorganizméws, wiruséw, toksyn i kultur komérkowych, posiadajacy wszystkie ponizsze
cechy:

a.  calkowite pole powierzchni filtrujgcej réwne lub wigksze niz 1 m? oraz
b.  spelniajace ktérekolwiek z ponizszych kryteriow:
1. moze by¢ ‘wysterylizowany’ lub ‘odkazony’ na miejscu; lub

2. dzialajacy przy wykorzystaniu elementéw filtrujacych jednorazowego uzytku;

Uwaga techniczna:

W pozycji 2B352.d.1.b. ‘sterylizacja’ oznacza likwidacje wszystkich zyjgcych mikroorganizméw ze
sprzgtu poprzez uzycie czynnika fizycznego (np. para wodna) albo chemicznego. ‘odkazenie’ oznacza
proces majgcy na celu ograniczenie liczby mikroorganizméw, ale nieobejmujgcy zwykle
przetrwalnikow bakteryjnych, poprzez uzycie czynnikéw chemicznych, ktdry nie musi prowadzi¢ do
zabicia lub likwidacji wszystkich organizmaw.

Uwaga: Pozycja 2B352.d. nie obejmuje kontrolg sprzgtu do odwrotnej osmozy i hemodializy
okreslonego jako taki przez producenta.

2. elementy do filtracji o poprzecznym (stycznym) przeplywie (np. moduly, elementy, kasety,
pojemniki, zespoly lub plyty) o powierzchni filtrujacej réwnej lub wigkszej niz 0,2 m? dla
kazdego komponentu i zaprojektowane do uzycia w sprzgcie do filtracji o poprzecznym
(stycznym) przeplywie wyszczegdlnionym w pozycji 2B352.d,;

sterylizowany para wodng lub gazem sprzet do liofilizacji o wydajnosci kondensora wynoszacej co
najmniej 10 kg lodu na dobe i mniejszej niz 1 000 kg lodu na dobeg;

nastepujacy sprzet stuzacy do zabezpieczania i fizycznego ograniczania:

1. pelne lub czgéciowe obudowy ochronne lub kolpaki uzaleznione od dowigzanego zewnetrznego
zrodla powietrzna, pracujace pod nadci$nieniem;
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Uwaga: Pozycja 2B352.f.1. nie obejmuje kontrolg kombinezonéw zaprojektowanych do noszenia
z niezaleznym aparatem do oddychania.

2. komory biohermetyczne, izolatory lub komory bezpieczenistwa biologicznego posiadajace
wszystkie nizej wymienione cechy, do normalnej pracy:

a.  posiadajgce catkowicie zamknietg przestrzen robocza, w ktdrej operator jest oddzielony od
obszaru roboczego fizyczng przegrods;

b.  zdolne do pracy pod ci$nieniem ujemnym;
posiadajace mozliwos¢ bezpiecznego manipulowania obiektami w przestrzeni roboczej;

d.  w ktérych powietrze dostarczane do przestrzeni roboczej i usuwane z niej jest filtrowane
filtrem HEPA;

Uwaga 1:  Pozycja 2B352.f.2. obejmuje komory klasy I bezpieczeristwa biologicznego opisane
w ostatnim wydaniu instrukci WHO dotyczgcej bezpieczeristwa biologicznego laboratoriéw
lub zbudowane zgodnie z krajowymi normami, regulaciami lub wytycznymi.

Uwaga 2:  Pozycja 2B352.f.2. obejmuje kazdy izolator posiadajgcy wszystkie wyzej wymienione cechy,
niezaleznie od jego przeznaczenia i oznaczenia, z wyjgtkiem izolatoréw medycznych
specjalnie zaprojektowanych do trzymania pacjentéw w izolatce lub transportu zakazonych
pacjentow.

nastepujacy sprzet do wdychania aerozoli zaprojektowany do testowania tozsamosci aerozoli
zawierajacych »mikroorganizmys, wirusy lub »toksyny«:

1. komory inhalacyjne narazajace caly organizm, o pojemnosci 1 m’ lub wigkszej;

2. aparatura umozliwiajgca narazenie wylacznie przez nos, z wykorzystaniem bezposredniego
strumienia aerozolu i umozliwiajgca poddanie dziataniu:

a. 12 lub wigkszej liczby gryzoni; lub
b.  dwdch lub wigkszej liczby zwierzat, innych niz gryzonie;

3. rury unieruchamiajgce zwierzeta do stosowania z aparaturg umozliwiajacg narazenie wylacznie
przez nos wykorzystujaca bezposredni strumieri aerozolu;

urzadzenia do suszenia rozpryskowego umozliwiajace odwadnianie toksyn lub »mikroorganizméwe«
chorobotwoérczych, posiadajace wszystkie nastepujace cechy:

1. zdolno$¢ do odparowywania wody wynoszaca > 0,4 kg/h i < 400 kg/h;

2. zdolno$¢ do wytwarzania typowych czastek produktu o $redniej wielkosci < 10 um przy pomocy
aktualnego wyposazenia lub po niewielkiej modyfikacji suszarki rozpryskowej przy pomocy dysz
atomizujacych, ktére umozliwiaja wytwarzanie pozadanej wielkosci czastek; oraz

3. moze by¢ wysterylizowany lub odkazony na miejscu;

asemblery i syntezatory kwasu nukleinowego, czeSciowo lub catkowicie zautomatyzowane
i zaprojektowane do generowania cigglych kwaséw nukleinowych o dlugosci wigkszej niz 1,5 kpz
przy poziomie bledu mniejszym niz 5 % w jednym cyklu.

syntezatory peptyd6w, czeSciowo lub catkowicie zautomatyzowane, zdolne do generowania peptydow
w ‘skali syntezy systemu’ réwnej 1 mmol lub wigkszej.

Uwaga techniczna:

‘Skala syntezy systemu’ oznacza maksymalng ilos¢ peptydu (w mmol), jakg mozna wytworzyé w urzgdzeniu przy
uzyciu najwigkszych kompatybilnych zbiornikéw reakcyjnych (L). W przypadku réwnoleglej produkcji wielu
peptydow jest to suma najwigkszych kompatybilnych zbiornikéw reakcyjnych (L).

Odnosnie do zbiornikéw reakcyjnych lub reaktorow chemicznych, zob. pozycja 2B350.a.

Urzadzenia do obrébki przyrostowej, zaprojektowane do wytwarzania elementéw metalowych lub
elementéw ze stopéw metali, spelniajace wszystkie ponizsze kryteria, i specjalnie zaprojektowane do nich
elementy:

a.

z co najmniej jednym z nastepujacych Zrédel spiekania:

1.  laseremq;
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2B510

2C

2D

2D001

2D002

a.

(cigg dalszy)

2. wiazkg elektrondw; lub

3. lukiem elektrycznym;

z kontrolowang atmosferg procesowg wytworzong z ktéregokolwiek z ponizszych:
1. gazu obojetnego; lub

2. prézni (z ci$nieniem réwnym lub nizszym niz 100 Pa);

z co najmniej jednym z nastepujacych urzadzef do ‘monitorowania w trakcie procesu’ w ‘konfiguracji
wspotosiowej’ lub ‘konfiguracji paraosiowe;j’:

1. kamera obrazujacy o reakcji szczytowej w zakresie dlugosci fal z przedziatu powyzej 380 nm, ale
nieprzekraczajacej 14 000 nm;

2. pirometrem przeznaczonym do pomiaru temperatur przekraczajacych 1273,15 K (1000 °
Q); lub

3. radiometrem badZ spektrometrem o reakcji szczytowej w zakresie diugosci fal z przedzialu
powyzej 380 nm, ale nieprzekraczajacej 3 000 nm; oraz

z systemem sterowania w ukladzie zamknietym, zaprojektowanym w celu modyfikacji parametréw
zrédla spiekania, §ciezki wytwarzania lub ustawien urzadzen podczas cyklu wytwarzania
w odpowiedzi na informacje zwrotne z urzadzen do ‘monitorowania w trakcie procesu’
wyszczeg6lnionych w pozycji 2B510.c.

Uwagi techniczne:

Do celow pozygji 2B510:

1. ‘Monitorowanie w trakcie procesu’, znane réwniez jako monitorowanie procesu in-situ, odnosi sig do obserwacji
i pomiaréw procesu obrdbki przyrostowej, w tym emisji elektromagnetycznych lub cieplnych z jeziorka
spawalniczego.

2. ‘Konfiguracja wspélosiowa’, znana réwniez jako konfiguracja osiowa lub liniowa, odnosi sig do jednego lub wigcej
czujnikéw zamontowanych w torze optycznym wspétdzielonym ze zZrédtem spiekania typu »laser«.

3. ‘Konfiguracja paraosiowa’ odnosi sig do jednego lub wigcej czujnikow fizycznie zamontowanych na komponencie
stanowigcym zrédlo spiekania typu »laser«, wigzka elektronéw lub tuk elektryczny albo zintegrowanych z takim
komponentem stanowigcym Zrédto spiekania.

4. Zaréwno w przypadku stosowania ‘konfiguracji wspdlosiowej’, jaki i ‘konfiguracji paraosiowej’ pole widzenia
czujnika(-6w) jest ustalone wzgledem ruchomego ukladu odniesienia Zrédla spiekania i porusza si¢ po tych
samych trajektoriach skanowania co Zrddlo spiekania podczas catego procesu wytwarzania.

Materialy

Zadne.

Oprogramowanie

»Oprogramowanies, inne niz wyszczegélnione w pozycji 2D002, takie jak:

a.

»Oprogramowanie« specjalnie opracowane lub zmodyfikowane z przeznaczeniem do »rozwoju« lub
»produkcji« urzadzen wyszczegdlnionych w pozycjach 2A001, 2B001 do 2B009 lub 2B510.

»oprogramowanie« specjalnie opracowane lub zmodyfikowane z przeznaczeniem do »uzytkowania«
urzadzen wyszczegdlnionych w pozycjach 2A001.c., 2B001 lub 2B003 do 2B009.

Uwaga: Pozygja 2D001 nie obejmuje kontrolg »oprogramowania« do programowania czgsci stuzgcego do

generowania kodéw »sterowania numerycznego« do obrébki réznych czgsci,

»Oprogramowanie« urzadzen elektronicznych, nawet rezydujace w elementach elektronicznych urzadzenia
lub systemu, pozwalajace dziala¢ tym urzadzeniom lub systemom jako jednostki »sterowania
numerycznego«, umozliwiajace jednoczesng koordynacje wigcej niz czterech osi w celu »sterowania
ksztattowego«.
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2D002

2D003

2D101

2D201

2D202

2D351

2D352

2E

2E001

2E002

2E003

(cigg dalszy)
Uwaga 1:  Pozycja 2D002 nie obejmuje kontrolg »oprogramowania« specjalnie zaprojektowanego lub
zmodyfikowanego do uzytkowania obiektow niewyszczegdlnionych w kategorii 2.

Uwaga 2:  Pozycja 2D002 nie obejmuje kontrolg »oprogramowania« do obiektow wyszczegdlnionych w pozycji
2B002. Odnosnie do »oprogramowania« produktow wyszczegéinionych w pozycji 2B002, zob. pozycje
2D001 i 2D003.

Uwaga 3:  Pozycja 2D002 nie obejmuje kontrolg »oprogramowania«, ktdre jest wywozone wraz z obiektami
niewyszczegdlnionymi w kategorii 2 i jest niezbednym minimum dla ich funkcjonowania.

»Oprogramowanie« zaprojektowane lub zmodyfikowane do uzytkowania urzadzefi wyszczegélnionych
w pozycji 2B002, ktére przeksztatca uktad optyczny, wymiary obrabianego przedmiotu i funkcje usuwania
materialu w polecenia »sterowania numerycznego« stuzace uzyskiwaniu pozadanej formy obrabianego
przedmiotu.

»Oprogramowanie« ~ specjalnie  zaprojektowane lub zmodyfikowane do »uzytkowania« sprzetu
wyszczegblnionego w pozycjach 2B104, 2B105, 2B109, 2B116, 2B117 lub 2B119 do 2B122.

N.B. ZOB. TAKZE POZYCJA 9D004.

»Oprogramowanie« specjalnie zaprojektowane do »uzytkowania« sprzetu wyszczegdlnionego w pozycjach
2B204, 2B206, 2B207, 2B209, 2B219 lub 2B227.

»Oprogramowanie«  specjalnie zaprojektowane lub zmodyfikowane do »rozwoju¢, »produkgjic lub
»uzytkowania« sprzetu wyszczegdlnionego w pozycji 2B201.

Uwaga: Pozycja 2D202 nie obejmuje kontrolg »oprogramowania« do programowania czgsci shuzgcego do
generowania kodow »sterowania numerycznegoe, ale nieumozliwiajgcego bezposredniego wykorzystania
urzgdzen do obrébki réznych czgsci.

»Oprogramowanie«, inne niz wyszczegélnione w pozycji 1D003, specjalnie zaprojektowane do
»uzytkowania« sprzetu wyszczegélnionego w pozycji 2B351.

»Oprogramowanie« specjalnie zaprojektowane z przeznaczeniem do asemblerdw i syntezatoréw kwasu
nukleinowego okreslonych w pozycji 2B352.i., ktére umozliwia projektowanie i budowanie funkcjonalnych
elementéw genetycznych na podstawie danych cyfrowych o sekwencjach.

Technologia

»Technologia«, zgodnie z uwagg 0gdlng do technologii, stuzaca do »rozwoju« sprzetu lub »oprogramowaniac
wyszczegblnionego w pozycjach 2A, 2B lub 2D.

Uwaga: Pozycja 2E001 obejmuje »technologie« przeznaczong do montowania systeméw czujnikéw w urzgdzenia
do pomiaru wspéhrzgdnych wyszczegdlnione w pozycji 2B006.a.

»Technologia«, zgodnie z uwaga og6lng do technologii, stuzaca do »produkejic sprzetu wyszczegdlnionego
w pozycjach 2 A lub 2B.

Inne »technologies, takie jak:
a.  nieuzywane;
b.  »technologia« do proceséw wytworczych wykorzystujacych obrobke metali:

1. »technologia« projektowania narzedzi, form lub uchwytéw specjalnie zaprojektowanych do
jednego z nastgpujacych procesow:

a.  »formowania w stanie nadplastycznyme;
b.  »zgrzewania dyfuzyjnego«; lub

c.  ‘bezposredniego wytlaczania hydraulicznego’;

Uwaga techniczna:

Do celéw pozygi 2E003.b.1.c. ‘bezposrednie wytlaczanie hydrauliczne’ oznacza technikg
odksztalcania, w ktdrej stosowana jest napetniona plynem odksztatcalna poduszka, dziatajgca
bezposrednio na powierzchnig obrabianego przedmiotu.

2. nieuzywane;
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2E003

2E101

2E201

2E301

2E503

b.  (cigg dalszy)

N.B. Odnosnie do »technologii« do proceséw wytwdrczych wykorzystujgcych obrébke metali do
wytwarzania turbin gazowych i ich elementéw, zob. pozycja 9E003 i wykaz uzbrojenia.

c.  technologia« do »rozwojuc lub »produkcjic obciggarek hydraulicznych i form do nich,
wykorzystywanych do wytwarzania struktur platowca;

d.  nieuzywane;

e.  technologia« do »rozwojuc zintegrowanego »oprogramowania« do wprowadzania systeméw
eksperckich do wspomagania procesu decyzyjnego pracy warsztatowej, przeznaczonego do urzadzen
»sterowanych numerycznie

f.  »technologia« do nakladania powlok nieorganicznych lub powlok nieorganicznych modyfikowanych
powierzchniowo (wyszczegdlnionych w kolumnie 3 ponizszej tabeli) na podloza nieelektroniczne
(wyszczegblnione w kolumnie 2 ponizszej tabeli) za pomoca proceséw wyszczegblnionych
w kolumnie 1 ponizszej tabeli i zdefiniowanych w uwadze techniczne;j.

Uwaga: Tabela i uwaga techniczna znajdujq sig za pozycjg 2E301.

N.B. Z tabeli nalezy korzystaé w celu okreslenia konkretnej »technologii« powlekania tylko
w przypadku, gdy powloka wynikowa w kolumnie 3 znajduje sig w polu
bezposrednio obok odnosnego podtoza w kolumnie 2. Na przyktad dane techniczne
procesu powlekania za pomocg osadzania z pary lotnej sg podane w przypadku
powlekania krzemkami podlozy z »materiatéw kompozytowych« na »matrycy«
wegiel-wegiel, ceramicznej i metalowej, lecz nie sg podane w przypadku powlekania
krzemkami podtozy bedgcych ‘spiekanymi weglikami wolframu’ (16) lub ‘weglikami
krzemu’ (18). W drugim przypadku powloka wynikowa nie jest wymieniona
w kolumnie 3 w polu bezposrednio przylegajgcym do pola, w ktdrym w kolumnie 2
znajdujq sig ‘spiekane wegliki wolframu’ (16) i ‘weglik krzemu’ (18).

»Technologia«, zgodnie z uwaga ogdlna do technologii, przeznaczona do »uzytkowania« sprzetu lub
»oprogramowania« wyszczeg6lnionego w pozycjach 2B004, 2B009, 2B104, 2B109, 2B116, 2B119
do 2B122 lub 2D101.

»Technologia«, zgodnie z uwaga ogdlna do technologii, przeznaczona do »uzytkowania« sprzetu lub
»oprogramowania« wyszczegélnionego w pozycjach 2A225, 2A226, 2B001, 2B006, 2B007.b., 2B007 c.,
2B008, 2B009, 2B201, 2B204, 2B206, 2B207, 2B209, 2B225 do 2B233, 2D201 lub 2D202.

»Technologia«, zgodnie z uwagg og6lng do technologii, przeznaczona do »uzytkowania« towardéw
wyszczeg6lnionych w pozycjach 2B350 do 2B352.

nastepujgce »technologie«

g.  technologia«, niewyszczegdlniona w innych pozycjach, do »rozwoju« lub »produkcjic ‘systeméw
powlok’ spelniajacych wszystkie ponizsze kryteria:

1. zaprojektowane w celu ochrony »materialéw kompozytowych« na »matrycy« ceramicznej,
wyszczeg6lnionych w pozycji 1C007, przed korozjs; oraz

2. zaprojektowane do dzialania w temperaturze powyzej 1 373,15 K (1 100 °C).

Uwaga techniczna:

Na potrzeby pozydji 2E503g ‘systemy powlok’ skladajg sig z co najmniej jednej warstwy (np. warstwy wigzgcej,
warstwy posredniej, warstwy wierzchniej) materiatu nanoszonego na podtoze.
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TABELA

TECHNIKI OSADZANIA

1. Technika powlekania (')

2. Podloze

3. Powloka wynikowa

A.  Osadzanie z pary
lotnej (CVD)

»Nadstopy«

Glinki na kanaly wewnetrzne

Podloza ceramiczne (19) i szkto
o matym wspdlczynniku
rozszerzalnosci cieplnej (14)

Krzemki

Wegliki

Warstwy dielektryczne (15)
Diament

Wegiel diamentopodobny (17)

»Materialy kompozytowe« na
»matrycy« wegiel-wegiel, ceramicznej
i metalowe;j

Krzemki

Wegliki

Metale ognioodporne
Mieszaniny powyzszych (4)
Warstwy dielektryczne (15)

Glinki
Glinki stopowe (2)
Azotek boru
Spiekany weglik wolframu (16), Wegliki
weglik krzemu (18) Wolfram

Mieszaniny powyzszych (4)
Warstwy dielektryczne (15)

Molibden i stopy molibdenu

Warstwy dielektryczne (15)

Beryl i stopy berylu

Warstwy dielektryczne (15)
Diament
Wegiel diamentopodobny (17)

Materialy na okienka wziernikowe (9)

Warstwy dielektryczne (15)
Diament
Wegiel diamentopodobny (17)

B. Termiczne naparowywanie
prézniowe (TE-PVD)

B.1. Naparowywanie prozniowe
(PVD): wigzkg elektronéw
(EB-PVD)

»Nadstopy«

Krzemki stopowe

Glinki stopowe (2)

MCrAIX (5)

Zmodyfikowany tlenek cyrkonowy (12)
Krzemki

Glinki

Mieszaniny powyzszych (4)

Podloza ceramiczne (19) i szklo
o malym wspoélczynniku
rozszerzalnosci cieplnej (14)

Warstwy dielektryczne (15)

Stale odporne na korozje (7)

MCrAIX (5)
Zmodyfikowany tlenek cyrkonowy (12)
Mieszaniny powyzszych (4)
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1. Technika powlekania (})

2. Podloze

3. Powloka wynikowa

»Materialy kompozytowe« na
»matrycy« wegiel-wegiel, ceramicznej
i metalowe;j

Krzemki

Wegliki

Metale ognioodporne
Mieszaniny powyzszych (4)
Warstwy dielektryczne (15)

Azotek boru
Spiekany weglik wolframu (16), Wegliki
weglik krzemu (18) Wolfram

Mieszaniny powyzszych (4)
Warstwy dielektryczne (15)

Molibden i stopy molibdenu

Warstwy dielektryczne (15)

Beryl i stopy berylu

Warstwy dielektryczne (15)
Borki
Beryl

Materialy na okienka wziernikowe (9)

Warstwy dielektryczne (15)

Stopy tytanu (13) Borki
Azotki
B.2. Napylanie technika Podtoza ceramiczne (19) i szklo Warstwy dielektryczne (15)
ogrzewania oporowego o malym wspoélczynniku Wegiel diamentopodobny (17)
wspomaganego (PVD) rozszerzalnosci cieplnej
(Pokrywanie jonowe)
»Materialy kompozytowe« na Warstwy dielektryczne (15)
»matrycy« wegiel-wegiel, ceramicznej
i metalowe;j
Spiekany weglik wolframu (16), Warstwy dielektryczne (15)
weglik krzemu
Molibden i stopy molibdenu Warstwy dielektryczne (15)
Beryl i stopy berylu Warstwy dielektryczne (15)
Materialy na okienka wziernikowe (9) | Warstwy dielektryczne (15)
Wegiel diamentopodobny (17)
B.3. Naparowywanie prozniowe | Podloza ceramiczne (19) i szklo Krzemki

(PVD): odparowywanie
»laserowe«

o malym wspoétczynniku
rozszerzalnosci cieplnej (14)

Warstwy dielektryczne (15)
Wegiel diamentopodobny (17)

»Materialy kompozytowe« na
»matrycy« wegiel-wegiel, ceramicznej
i metalowej

Warstwy dielektryczne (15)

Spiekany weglik wolframu (16),
weglik krzemu

Warstwy dielektryczne (15)
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1. Technika powlekania (})

2. Podloze

3. Powloka wynikowa

Molibden i stopy molibdenu

Warstwy dielektryczne (15)

Beryl i stopy berylu

Warstwy dielektryczne (15)

Materialy na okienka wziernikowe (9)

Warstwy dielektryczne (15)
Wegiel diamentopodobny (17)

B.4. Naparowywanie prozniowe
(PVD): za pomocg tuku

»Nadstopy«

Krzemki stopowe
Glinki stopowe (2)

katodowego MCrAIX (5)
»Polimery« (11) oraz »materialy Borki
kompozytowe« na »matrycyc Wegliki
organicznej Azotki

Wegiel diamentopodobny (17)

C.  Osadzanie fluidyzacyjne
(zob. A powyzej dla innych
technik) (10)

»Materialy kompozytowe« na
»matrycy« wegiel-wegiel, ceramicznej
i metalowe;j

Krzemki
Wegliki
Mieszaniny powyzszych (4)

Stopy tytanu (13) Krzemki
Glinki
Glinki stopowe (2)
‘Metale i stopy ognioodporne’ (8) Krzemki
Tlenki
D.  Napylanie plazmowe »Nadstopy« MCrAIX (5)

Zmodyfikowany tlenek cyrkonowy (12)
Mieszaniny powyzszych (4)

Materiat Scierny nikiel-grafit

Materiat $cierny Ni-Cr-Al

Materiat $cierny Al-Si-poliester

Glinki stopowe (2)

Stopy glinu (6)

MCrAIX (5)

Zmodyfikowany tlenek cyrkonowy (12)
Krzemki

Mieszaniny powyzszych (4)

‘Metale i stopy ognioodporne’ (8) Glinki
Krzembki
Wegliki

Stale odporne na korozje (7) MCrAIX (5)

Zmodyfikowany tlenek cyrkonowy (12)
Mieszaniny powyzszych (4)
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1. Technika powlekania (!) 2. Podloze 3. Powloka wynikowa
Stopy tytanu (13) Wegliki
Glinki
Krzemki
Glinki stopowe (2)

Materiat Scierny nikiel-grafit
Materiat $cierny Ni-Cr-Al
Materiat Scierny Al-Si-poliester

E. Powlekanie zawiesinowe ‘Metale i stopy ognioodporne’ (8) Krzemki stopione
Glinki stopione z wyjatkiem elementéw do
nagrzewania oporowego
»Materialy kompozytowe« na Krzemki
»matrycy« wegiel-wegiel, ceramicznej | Wegliki
i metalowe;j Mieszaniny powyzszych (4)
F. Rozpylanie jonowe »Nadstopy« Krzemki stopowe

Glinki stopowe (2)

Glinki zmodyfikowane metalem
szlachetnym (3)

MCrAIX (5)

Zmodyfikowany tlenek cyrkonowy (12)
Platyna

Mieszaniny powyzszych (4)

Podloza ceramiczne i szklo o malym
wspoltczynniku rozszerzalnosci
cieplnej (14)

Krzemki

Platyna

Mieszaniny powyzszych (4)
Warstwy dielektryczne (15)
Wegiel diamentopodobny (17)

Stopy tytanu (13)

Borki

Azotki

Tlenki

Krzemki

Glinki

Glinki stopowe (2)
Wegliki

»Materialy kompozytowe« na
»matrycy« wegiel-wegiel, ceramicznej
i metalowe;j

Krzemki

Wegliki

Metale ognioodporne
Mieszaniny powyzszych (4)
Warstwy dielektryczne (15)

Azotek boru
Spiekany weglik wolframu (16), Wegliki
weglik krzemu (18) Wolfram

Mieszaniny powyzszych (4)
Warstwy dielektryczne (15)
Azotek boru

Molibden i stopy molibdenu

Warstwy dielektryczne (15)
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1. Technika powlekania (!) 2. Podloze 3. Powloka wynikowa
Beryl i stopy berylu Borki
Warstwy dielektryczne (15)
Beryl

Materialy na okienka wziernikowe (9) | Warstwy dielektryczne (15)
Wegiel diamentopodobny (17)

‘Metale i stopy ognioodporne’ (8) Glinki
Krzemki
Tlenki
Wegliki
G.  Implantacja jonéw Zarowytrzymate stale tozyskowe Dodatki chromu, tantalu lub niobu
Stopy tytanu (13) Borki
Azotki
Beryl i stopy berylu Borki
Spiekany weglik wolframu (16) Wegliki
Azotki

') Indeksy w nawiasach odnoszg si¢ do uwag zamieszczonych pod tabelg.

TABELA — TECHNIKI OSADZANIA — UWAGI
1. Termin ‘technika powlekania’ obejmuje zarGwno naprawe i odnawianie powlok, jak i powloki pierwotne.

2. Termin ‘powloka z glinku stopowego’ obejmuje powloki uzyskane w procesie jedno- lub wieloetapowym, w ktérym
kazdy pierwiastek lub pierwiastki sa nakladane przed lub podczas nakladania powloki glinkowej, nawet jezeli
pierwiastki te sa nakladane podczas innego procesu powlekania. Nie obejmuje to jednak przypadku
wieloetapowego stosowania jednostopniowych proceséw osadzania fluidyzacyjnego, majacego na celu uzyskanie
glinkéw stopowych.

3. Termin powloka z ‘glinku modyfikowanego metalem szlachetnym’ obejmuje powloki wytwarzane w procesie
wieloetapowym, podczas ktérego przed polozeniem powloki z glinku na podloze nakladany jest, w innym procesie
powlekania, jeden lub kilka metali szlachetnych.

4. Termin ‘mieszaniny powyzszych’ obejmuje przesycony material powloki podloza, czesci skladowe posrednie,
material wspélosadzony oraz wielowarstwowy material osadzony uzyskane jedng lub kilkoma technikami
powlekania wyszczegélnionymi w tabeli.

5. Przez termin ‘MCrAIX' nalezy rozumie¢ powloke stopows, w ktérej M oznacza kobalt, zelazo, nikiel lub ich
kombinacje, a X oznacza hafn, itr, krzem, tantal w dowolnych ilociach lub inne zamierzone dodatki w ilo$ciach
powyzej 0,01 % wagowo, w roznych proporcjach i kombinacjach, z wyjatkiem:

a.  powlok CoCrAlY, w ktérych znajduje si¢ ponizej 22 % wagowo chromu, ponizej 7 % wagowo glinu i ponizej
2 % wagowo itru;

b.  powlok CoCrAlY, w ktérych znajduje si¢ 22 do 24 % wagowo chromu, 10 do 12 % wagowo glinu i 0,5
do 0,7 % wagowo itru; lub

c.  powlok NiCrAlY, w ktérych znajduje si¢ 21 do 23 % wagowo chromu, 10 do 12 % wagowo glinu i 0,9
do 1,1 % wagowo itru.

6.  Termin ‘stopy glinu’ dotyczy stopow, ktorych wytrzymalos¢ na rozcigganie, mierzona w temperaturze 293 K (20 °C),
wynosi 190 MPa lub wiecej.
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7. Termin ‘stale odporne na korozj¢’ odnosi si¢ do stali serii 300 wedtug AISI (American Iron and Steel Institute) lub
réwnowaznych norm krajowych.

8. Termin ‘metale i stopy ognioodporne’ obejmuje nastepujgce metale i ich stopy: niob, molibden, wolfram i tantal.

9.  ‘Materialy na okienka wziernikowe’, takie jak: tlenek glinu, krzem, german, siarczek cynku, selenek cynku, arsenek
galu, diament, fosforek galu, szafir oraz nastepujace halogenki metali: materialy na okienka wziernikowe o $rednicy
powyzej 40 mm z fluorku cyrkonu i fluorku hafnu.

10. Kategoria 2 nie obejmuje kontrolg »technologiic jednostopniowych proceséw osadzania fluidyzacyjnego
w przypadku litych profili aerodynamicznych.

11.  ‘Polimery’, takie jak: poliimidy, poliestry, polisiarczki, poliweglany i poliuretany.

12.  Termin zmodyfikowany tlenek cyrkonowy’ odnosi si¢ do tlenku cyrkonowego z dodatkami innych tlenkéw metali
(np. tlenku wapnia, tlenku magnezu, tlenku itru, tlenku hafnu, tlenkéw metali ziem rzadkich) dodanymi w celu
stabilizacji pewnych faz krystalicznych i skladnikéw faz. Powloki przeciwtermiczne wykonane z tlenku
cyrkonowego modyfikowanego poprzez mieszanie lub stapianie z tlenkiem wapnia lub magnezu nie s3 objgte
kontrola.

13.  Termin ‘stopy tytanu’ odnosi si¢ jedynie do stopéw stosowanych w technice kosmicznej i lotniczej, ktérych
wytrzymalo$¢ na rozcigganie, mierzona w temperaturze 293 K (20 °C), wynosi 900 MPa lub wiecej.

14. Termin ‘szklo o malym wspélczynniku rozszerzalno$ci cieplnej’ odnosi si¢ do szkiel, dla ktorych wartos¢
wspolczynnika rozszerzalnosci cieplnej, mierzona w temperaturze 293 K (20 °C), wynosi 1 x 107 K™ lub mniej.

15. Termin ‘warstwy dielektryczne’ odnosi si¢ do powlok wiclowarstwowych z materialéw izolacyjnych, w ktérych
interferencyjne wlasciwosci konstrukcji zlozonej z materialéw o réznych wspélczynnikach zalamania sa
wykorzystywane do odbijania, przepuszczania lub pochfaniania fal o réznych dlugo$ciach. Warstwy dielektryczne
odnosza si¢ do materialow skladajacych si¢ z wigcej niz czterech warstw dielektrycznych lub warstw »kompozytow«
dielektryk/metal.

16.  ‘Spiekany weglik wolframu’ nie obejmuje kontrolg materialéw na narzedzia skrawajace i formujace wykonane
z weglika wolframu/(kobaltu, niklu), weglika tytanu/(kobaltu, niklu), weglika chromu/niklu-chromu i weglika
chromu/niklu.

17.  Nie jest objeta kontrola »technologia« naktadania wegla diamentopodobnego na ktorykolwiek z nizej wymienionych
produktéw:

dyski i glowice magnetyczne, urzadzenia do wytwarzania produktéw jednorazowych, zawory do kranéw,
membrany do glodnikéw, czesci silnikéw samochodowych, narzedzia tngce, matryce do tloczenia-wykrawania,
sprzet do automatyzacji prac biurowych, mikrofony lub urzadzenia lub formy medyczne stuzgce do odlewu lub
formowania tworzyw sztucznych, wykonane ze stopéw zawierajacych mniej niz 5 % berylu.

18.  ‘Weglik krzemu’ nie obejmuje kontrolg materialéw na narzedzia do cigcia i formowania.

19.  Podloza ceramiczne, w rozumieniu tej pozycji, nie obejmujg materialéw ceramicznych zawierajacych wagowo 5 %
lub wigcej gliny lub cementu, ani w postaci oddzielnych sktadnikéw, ani ich kombinacji.

TABELA — TECHNIKI OSADZANIA — UWAGA TECHNICZNA

Definicje proceséw wyszczeglnionych w kolumnie 1 tabeli:

a.  Osadzanie z pary lotnej (CVD) jest procesem naktadania powtoki lub modyfikacji powierzchni podloza, polegajacym
na osadzaniu na rozgrzanym podlozu metalu, stopu, »kompozytue, dielektryka lub materialu ceramicznego.
W sasiedztwie podloza nastgpuje rozklad lub laczenie gazowych substratéw reakeji, wskutek czego osadza si¢ na
nim pozadany pierwiastek, stop lub zwiazek. Potrzebna do rozkladu zwigzkéw lub do reakcji chemicznych energia
moze by¢ dostarczana przez rozgrzane podioze, plazme z wyladowan jarzeniowych lub za pomocg promieniowania
»laserac.

N.B.1. CVD obejmuje nastepujgce procesy: osadzanie w ukierunkowanym przeptywie gazow bez zanurzania w proszku,
CVD pulsujgce, rozktad termiczny z regulowanym zarodkowaniem (CNTD), CVD intensyfikowane lub
wspomagane za pomocg plazmy.
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a.  (cigg dalszy)

N.B.2. Zanurzanie w proszku polega na zanurzaniu podtoza w mieszaninie sproszkowanych substancji.

N.B.3. Gazowe substraty reakcji, wykorzystywane w technice, w ktdrej nie stosuje si¢ zanurzania w proszku, sg wytwarzane
podczas takich samych reakcji podstawowych i przy takich samych parametrach, jak w przypadku osadzania
fluidyzacyjnego: z tym wyjgtkiem, ze powlekane podtoze nie styka si¢ z mieszaning proszku.

b.  Termiczne naparowywanie prézniowe (TE-PVD) jest procesem powlekania w prozni przy cisnieniach ponizej 0,1 Pa,
w ktérym do odparowania materialu powlekajacego uzywa si¢ energii termicznej. Rezultatem tego procesu jest
kondensacja lub osadzenie odparowanych skladnikéw na odpowiednio usytuowanych powierzchniach.

Zwykle proces ten jest modyfikowany poprzez wpuszczanie dodatkowych gazéw do komory prézniowej podczas
powlekania, co umozliwia wytwarzanie powlok o zlozonym skladzie.

Innym powszechnie stosowanym sposobem jego modyfikacji jest uzywanie wigzki jonow lub elektronéw lub plazmy
do intensyfikacji lub wspomagania osadzania powloki. W technice tej mozna stosowaé monitory do biezacego
pomiaru parametréw optycznych i grubosci powloki.

Wyrdznia si¢ poszczegdlne procesy TE-PVD, takie jak:

1.  PVD z zastosowaniem wigzki elektronéw — do rozgrzania i odparowania materialu, ktéry ma stanowié
powloke, uzywa si¢ wiazki elektron6w;

2.  PVD 1z ogrzewaniem oporowym - do wytwarzania odpowiedniego i réwnomiernego strumienia
odparowanych skladnikéw powlokowych wykorzystywane sg Zrédla elektrycznego ogrzewania oporowego
w kombinacji z uderzajaca wigzka jondw;

3. odparowanie »laserowe« wykorzystujace ciagla albo impulsowa wiazke »laserowg« do ogrzania materiatu
przeznaczonego na powloke;

4. metoda osadzania za pomocg tuku katodowego wykorzystujaca zuzywajaca si¢ katode wykonang z materiatu
majacego stanowi¢ powloke; luk wywolywany jest na powierzchni tego materialu poprzez chwilowy kontakt
inicjujacy. Kontrolowany ruch tuku powoduje erozje powierzchni katody, wytwarzajac wysoko zjonizowang
plazm¢. Anod¢ moze stanowié stozek osadzony w izolatorze na obwodzie katody albo sama komora.
Osadzanie w miejscach nielezgcych na linii biegu wigzki uzyskuje si¢ dzigki odpowiedniej polaryzacji podloza;

N.B. Definicja ta nie obejmuje bezladnego osadzania wspomaganego tukiem katodowym w przypadku
powierzchni niepolaryzowanych.

5. powlekanie jonowe stanowi specjalng modyfikacje procesu TE-PVD, w ktérej do jonizacji osadzanych
sktadnikéw jest wykorzystywane Zrédto plazmy lub jondw, natomiast podtoze jest polaryzowane ujemnie, co
ulatwia wychwytywanie z plazmy tych skladnikéw, ktére majg by¢ osadzone. Do czgsto spotykanych odmian
tej techniki naleza: wprowadzanie skladnikéw aktywnych, odparowywanie substancji stalych wewnatrz
komory roboczej oraz biezacy pomiar parametréw optycznych i grubosci powltok za pomocg monitoréw.

c.  Osadzanie fluidyzacyjne jest procesem powlekania lub modyfikacji powierzchni podloza, w ktérej podloze jest
zanurzane w mieszaninie proszkéw, skladajacej sie z:

1. proszkéw metalicznych, ktdre majg by¢ osadzone (zazwyczaj glin, chrom, krzem lub ich kombinagje);
2. aktywatora (zazwyczaj s6l halogenkowa); oraz

3. proszku obojetnego, najczesciej tlenku glinu.

Podloze wraz z mieszaning proszkéw znajduje si¢ w retorcie, ktéra jest podgrzewana do temperatury
0d 1030K (757 °C) do 1 375K (1 102 °C) przez okres wystarczajacy do osadzenia powloki.

d.  Napylanie plazmowe jest procesem powlekania, w ktorym do pistoletu (palnika natryskowego) stuzacego do
wytwarzania strumienia plazmy i sterowania nim jest doprowadzany material do powlekania w postaci proszku lub
preta. Pistolet topi material i wyrzuca go na podloze, na ktérym powstaje silnie z nim zwigzana powloka.
Odmianami tego procesu jest napylanie plazmowe niskoci$nieniowe oraz napylanie plazmowe z wysoka predkoscia.

N.B.1. Niskocisnieniowe oznacza pod cisnieniem nizszym od cisnienia atmosferycznego otoczenia.
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d.  (cigg dalszy)

N.B.2. Wysoka predkos¢ odnosi sig do predkosci gazéw na wylocie z dyszy przekraczajgcej wartos¢ 750 m/s
w temperaturze 293 K (20 °C) i cisnieniu 0,1 MPa.

e.  Osadzanie zawiesinowe jest procesem powlekania lub modyfikacji powierzchni, w ktérej stosowana jest zawiesina
proszku metalicznego lub ceramicznego ze spoiwem organicznym w cieczy, nakladana na podloze technikg
natryskiwania, zanurzania lub malowania. Nastepnym etapem jest suszenie w powietrzu lub w piecu i obrobka
cieplna, w wyniku czego powstaje powltoka o odpowiedniej charakterystyce.

f.  Rozpylanie jonowe jest procesem powlekania, opartym na zjawisku przenoszenia pedu, w ktdrej naladowane
dodatnio jony s3 przyspieszane przez pole elektryczne w kierunku powierzchni docelowej (material powlokowy).
Energia kinetyczna padajacych jondéw jest wystarczajgca do wyrwania atoméw z powierzchni materialu
powlokowego i osadzenia ich na odpowiednio usytuowanej powierzchni podioza.

N.B.1. Tabela dotyczy tylko rozpylania jonowego za pomocg triody, magnetronowego i reakcyjnego, ktdre jest
wykorzystywane do zwigkszania przyczepnosci powloki i wydajnosci osadzania oraz do rozpylania jonowego
wspomaganego prgdami wysokiej czgstotliwosci, wykorzystywanego do intensyfikacji odparowania niemetalicznych
materiatéw powlokowych.

N.B.2. Do aktywacji osadzania mozna zastosowac wigzki jonéw o niskiej energii (ponizej 5 keV).

g.  Implantacja jonowa jest procesem modyfikacji powierzchni polegajacym na jonizacji pierwiastka, ktéry ma by¢
stopiony, przyspieszaniu go za pomocg réznicy potencjaléw i wstrzeliwaniu w odpowiedni obszar powierzchni
podtoza. Technika ta moze by¢ stosowana réwnoczesnie z napylaniem jonowym wspomaganym za pomocg wigzki
elektronéw lub rozpylaniem jonowym.

CZESCV
Kategoria 3
KATEGORIA 3 - ELEKTRONIKA
3A Systemy, urzadzenia i cz¢sci sktadowe

Uwaga 1:  Poziom kontroli sprzgtu i czgsci skfadowych opisanych w pozygjach 3A001, 3A002 lub 3A501, innych
niz opisane w pozycji 3A001.a.3. do 3A001.4.10. lub 3A001.4.12. do 3A001.a.14., 3A001.b.12.
lub 3A501.a.15, specjalnie do nich zaprojektowanych lub posiadajgcych te same cechy funkgjonalne co
inny sprzet, jest taki sam jak poziom kontroli innego sprzgtu.

Uwaga 2:  Poziom kontroli ukladéw scalonych opisanych w pozygach 3A001.a.3. do 3A001.a.9.
lub 3A001.4.12. do 3A001.a.14., zaprogramowanych na state bez mozliwosci wprowadzenia zmian
lub zaprojektowanych do specjalnych funkgji dla innego sprzetu jest taki sam jak poziom kontroli innego
sprzgtu.

N.B. W razie gdy producent lub wnioskodawca nie jest w stanie okresli¢ poziomu kontroli innego

sprzgtu, poziom kontroli danych ukladéw scalonych jest okreslony w  pozycjach
3A001.a.3. do 3A001.4.9. oraz 3A001.a.12. do 3A001.a.14.

Uwaga 3:  Status plytek (gotowych lub niegotowych) posiadajgcych wyznaczong funkcje nalezy okreslac na podstawie
parametréw podanych w pozycji 3A001.a., 3A001.b., 3A001.4., 3A001.e.4., 3A001.g., 3A001.h.
lub 3A001.i.

3A001 Nastepujace produkty elektroniczne:

a.  nastepujace uklady scalone ogélnego przeznaczenia:
Uwaga: Wsrdd uktadow scalonych rozréznia si¢ nastgpujgce typy:
—  »monolityczne uktady scalone«;
—  »hybrydowe uklady scalone;

—  »wielouklady scalonec;
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3A001

a.

Uwaga: (cigg dalszy)

—  ‘uklad scalony warstwowy’, tgcznie z uktadami scalonymi typu krzem na szafirze;
—  »optyczne uktady scalone«;
—  ‘tréjwymiarowy uklad scalony’;

—  »monolityczne mikrofalowe uklady scalone« (»xMMIC«)

Uwagi techniczne:

Do celow pozycji 3A001.a.:

1.

‘Uktad scalony warstwowy’ jest to uklad »elementéw obwodu« i metalowych tgcznikow, wytworzony technikg
osadzania grubej lub cienkiej warstwy na »podiozu« o wlasciwosciach izolujgcych.

Tréjwymiarowy uklad scalony’ jest to zbidr plytek potprzewodnikowych lub aktywnych warstw urzgdzenia
zintegrowanych ze sobg i majgcych kontakty polgczeniowe przechodzgce catkowicie przez rozdzielacz,
podloze, plytkg lub warstwe w celu utworzenia polgczenia migdzy warstwami urzgdzenia. Rozdzielacz to
interfejs, ktory umozliwia utworzenie potgczenia elektrycznego.

uklady scalone zaprojektowane lub oznaczone znamionowo jako zabezpieczone przed
promieniowaniem jonizujacym, wytrzymujace ktérekolwiek z ponizszych:

a.  dawke catkowita 5 x 10° Gy (Si) lub wyzszg;
b.  wzrost dawki o 5 x 10° Gy (Si)/s lub wigkszy; lub

c.  fluencjg (zintegrowany strumien) neutronéw (ekwiwalent 1 MeV) o wartosci 5 x 10" nfcm?
lub wigkszej na krzemie, lub jej ekwiwalent na innym materiale;

Uwaga: Pozygja 3A001.a.1.c nie obejmuje kontrolg struktur metal- izolator-
potprzewodnik (MIS).

»uklady mikroprocesorowes, »uklady mikrokomputerowe« i uktady do mikrosterownikow, uklady
scalone pamigci wykonane z pélprzewodnikéw zlozonych, przetworniki analogowo-cyfrowe
(ADC), uklady scalone zawierajagce ADC i zapisujace lub przetwarzajgce dane przetworzone
cyfrowo, przetworniki cyfrowo-analogowe (DAC), uklady elektrooptyczne lub »optyczne uklady
scalone« do »przetwarzania sygnaléwy, sieci bramek programowalne przez uzytkownika, robione
na zaméwienie uklady scalone o nieznanej ich producentowi funkcji lub poziomie kontroli
urzadzenia, w ktérym mialyby by¢ zainstalowane, procesory do Szybkiej Transformacji Fouriera
(FFT), statyczne pamieci o dostgpie swobodnym (SRAM) lub ‘pamieci nieulotne’, spelniajace
ktérekolwiek z ponizszych kryteriow:

a.  przystosowane do pracy w temperaturze otoczenia powyzej 398 K (125 °C),
b.  przystosowane do pracy w temperaturze otoczenia ponizej 218 K (-55 °C); lub

c.  przystosowane do pracy w calym przedziale wartoici temperatur od 218 K (-55°C)
do 398 K (125 °C);

Uwaga: Pozyga 3A001.a.2. nie obejmuje kontrolg uktadéw scalonych zaprojektowanych do
silnikéw pojazdow cywilnych ani kolejowych.

Uwaga techniczna:

Do celow pozycji 3A001.a.2. ‘pamieci nieulotne’ oznaczajg pamieci przechowujgce dane w okresie po
wylgczeniu zasilania.

N.B. Odnosnie do kriogenicznych ukladéw scalonych CMOS niewyszczeg6lnionych w pozydji
3A001.a.2., zob. pozycja 3A501.a.15.

ELL http://data.europa.eu/elijreg_del/2025/2003/oj

113/251



PL DzU. L z 14.11.2025

3A001 a.  (cigg dalszy)

3. »uklady mikroprocesorowes, »uklady mikrokomputerowe« i uklady do mikrosterownikéw
wykonane z pélprzewodnikéw zlozonych, pracujace z czestotliwoscia zegara przekraczajaca
40 MHz;

Uwaga: Pozygja 3A001.a.3. obejmuje cyfrowe procesory sygnatowe, cyfrowe procesory tablicowe
i koprocesory cyfrowe.

4. nieuzywane;

5. nastepujgce przetworniki analogowo-cyfrowe (ADC) i przetworniki cyfrowo-analogowe (DAC)
na ukladach scalonych:

a.  przetworniki analogowo-cyfrowe spetniajace ktdrekolwiek z ponizszych kryteriow:

N.B. ZOB. TAKZE POZYCJA 3A101.

1. rozdzielczo§¢ 8 bitéw lub wigcej, lecz ponizej 10 bitéw i »czestotliwosé
probkowania« wigksza niz 1,3 giga probek/sek (GSPS);

2. rozdzielczo$¢ 10 bitéw lub wiecej, lecz ponizej 12 bitéw i »czestotliwosé
probkowania« wigksza niz 600 mega prébek/sek (MSPS);

3. rozdzielczos¢ 12 bitéw lub wigcej, lecz ponizej 14 bitéw i »czestotliwosé
probkowania« wigksza niz 400 MSPS;

4. rozdzielczo§¢ 14 bitdw lub wigcej, lecz ponizej 16 bitdw i »czestotliwosé
probkowania« wigksza niz 250 MSPS; lub

5. rozdzielczo§¢ 16 bitéw lub wigcej i »czestotliwo$é probkowania« wigksza niz 65
MSPS;

N.B. Odnosnie do uktadéw scalonych, ktére zawierajg ADC i zapisujg lub przetwarzajg
dane przetworzone cyfrowo, zob. pozycja 3A001.a.14.

Uwagi techniczne:
Do celéw pozycji 3A001.a.5.4.:

1. Rozdzielczo$¢ n bitow odpowiada kwantowaniu na 2" poziomach.

2. Rozdzielczo$¢ przetwornika ADC wyrazona jest liczbg bitow na wyjsciu cyfrowym
odpowiadajgcg pomiarowi na wejsciu analogowym. Efektywnej liczby bitéw (ENOB) nie
stosuje si¢ do okreslania rozdzielczosci ADC.

3. W przypadku »wielokanatowych przetwornikéw ADC« »czgstotliwosC probkowania« nie jest
agregowana i »czgstotliwo$¢ probkowania« jest maksymalng wielkoscig pojedynczego kanatu.

4. W przypadku »przetwornikow ADC z przeplotem« lub w przypadku »wielokanatowych
przetwornikéw ADCc, ktérych specyfikacje przewidujg tryb pracy z przeplotem, »czgstotliwosci
probkowania« sg agregowane i »czestotliwos¢ probkowania« jest maksymalng tgczng catkowitg
czgstotliwoscig wplecionych kanatow.

b.  DAC spehiajacych ktdrekolwiek z ponizszych kryteriow:

1. rozdzielczo§¢ 10 bitéw lub wigksza, ale mniejsza niz 12 bitdw, przy ‘skorygowanej
predkosci aktualizacji’ przekraczajacej 3 500 MSPS; lub

2. rozdzielczo$¢ 12 bitéw lub wigksza i spelniajace ktérekolwiek z ponizszych
kryteriow:

a.  ‘skorygowana predko$¢ aktualizacji' przekraczajaca 1250 MSPS, ale
nieprzekraczajaca 3 500 MSPS i spelniajace ktdrekolwiek z ponizszych
kryteriéw:

1. czas ustalania krétszy niz 9 ns do osiagniecia pelnej skali lub 0,024 %
pelnej skali od pelnego stopnia skali; lub

2. ‘zakres dynamiki wolny od zafalszowan’ (SFDR) wigkszy niz 68 dBc
(nos$na) przy syntetyzowaniu pelnoskalowego sygnalu analogowego
o czgstotliwosci 100 MHz lub  najwyzszej  czgstotliwosci
pelnoskalowego sygnatlu analogowego wyspecyfikowanej ponizej
100 MHz; lub

b.  ‘skorygowana predko$c¢ aktualizacji’ przekraczajgca 3 500 MSPS;
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Uwagi techniczne:

Do celow pozygji 3A001.a.5.b.:

1. “Zakres dynamiki wolny od zafatszowar’ (SFDR) jest definiowany jako stosunek Sredniej kwadratowej
czgstotliwosci nosnej (maksymalny element sktadowy sygnatu) na wejsciu przetwornika DAC do
Sredniej kwadratowej najblizszego duzego skladnika szumu lub znieksztatcenia harmonicznego na

jego wyjsciu.
2. SFDR okresla si¢ bezposrednio z tabel specyfikacji lub z wykresow przedstawiajgcych charakterystyki
SFDR w funkgji czgstotliwosci.

Sygnat definiuje si¢ jako petnoskalowy, gdy jego amplituda jest wigksza niz -3 dBfs (petna skala).
4. ‘Skorygowana predkos¢ aktualizacji’ dla przetwornika DAC:

a. w przypadku konwencjonalnych (nieinterpolujgcych) przetwornikow DAC ‘skorygowana
predkosé aktualizacji’ jest to predkosC, z jakg sygnat cyfrowy jest przeksztakcany na sygnat
analogowy i analogowe wartosci wyjsciowe sg zmieniane przez przetwornik DAC.
Przetworniki cyfrowo-analogowe, w ktorych mozna obejs¢ tryb interpolacji (wspélczynnik
interpolacji wynoszqcy jeden), nalezy uznal za konwencjonalne przetworniki DAC
(nieinterpolujgce);

b.  w przypadku przetwornikéw DAC interpolujgcych (przetworniki DAC z oversamplingiem)
‘skorygowana predkos¢ aktualizacji’ jest definiowana jako predkos¢ aktualizacji przetwornika
DAC podzielona przez najmniejszy wspélczynnik interpolacji. W przypadku. interpolujgcych
przetwornikéw DAC ‘skorygowana predkos¢ aktualizacji' bywa stosowana zamiennie
z innymi terminami, m.in.:

—  predkoscig przesytania danych na wejsciu,

—  predkoscig transmisji stéw na wejsciu,

—  czestotliwoscig probkowania na wejsciu,

—  maksymalng catkowitg predkoscig magistrali na wejsciu,

—  maksymalng czgstotliwoscig cyklu zegara DAC dla danych wejsciowych zegara DAC.

elektrooptyczne uklady scalone lub »optyczne uklady scalone« zaprojektowane do »przetwarzania
sygnalow« i spelniajace wszystkie ponizsze kryteria:

a.  jedna lub wigcej wewnetrzna dioda »laserowas
b.  jeden lub wigcej wewnetrzny element wykrywajacy $wiatlo; oraz
c.  prowadnica $wiattowodowa;

programowalne przez uzytkownika urzadzenia logiczne spelniajace ktérekolwiek z ponizszych
kryteriow:

a.  maksymalna liczba asynchronicznych cyfrowych wejs¢/wyjs¢ wynoszaca ponad 700; lub

b.  ‘%aczna jednokierunkowa szczytowa predko$¢ przesylu danych nadajnika-odbiornika
szeregowego’ wynoszaca 500 Gb/s lub wigcej;

Uwaga: Pozycja 3A001.a.7. obejmuje:
—  zlozone programowalne urzgdzenia logiczne (CPLD);
—  tablice bramek programowalne przez uzytkownika (FPGA);
—  tablice logiczne programowalne przez uzytkownika (FPLA);

—  polgczenia wewngtrzne programowalne przez uzytkownika (FPIC).

N.B.1 Odnosnie do uktadow scalonych posiadajgcych  programowalne przez uzytkownika
urzgdzenia logiczne, potgczone z ADC, zob. pozycja 3A001.a.14.
N.B.2 Odnosnie do »zespotow elektronicznych«, modutow lub sprzetu zawierajgcych co najmniej

jedno ‘konfigurowalne’ programowalne przez uzytkownika urzgdzenie logiczne (FPLD), zob.
pozycja 3A502.1.
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Uwagi techniczne:

Do celow pozycji 3A001.a.7.:

1. Maksymalna liczba cyfrowych wejséfwyjs¢ w pozygi 3A001.a.7.a. jest réwniez nazywana
maksymalng liczbg wejsc/wyjs¢ uzytkownikéw lub maksymalng liczbg dostgpnych wejsé/wyjsé
niezaleznie od tego, czy obwdd scalony jest obudowany czy surowy.

2. ‘Lgczna jednokierunkowa szczytowa predkos¢ przesyhu danych nadajnika-odbiornika szeregowego’
oznacza iloczyn jednokierunkowej szczytowej predkosci przesytu danych nadajnika-odbiornika
i liczby nadajnikéw-odbiornikéw na tablicach bramek programowalnych przez uzytkownika (FPGA).

8. nieuzywane;

9.  obwody scalone do sieci neuronowych;

N.B. Odnosnie do uktadéw scalonych posiadajgcych jedng lub wigcej jednostek przetwarzania
oyfrowego o ‘catkowitej wydajnosci przetwarzania’ (‘'TPP’) wynoszgcej 6 000 lub wigcej, zob.
pozycja 3A501.a.16.

10. wykonywane na zamdwienie uklady scalone o nieznanej ich producentowi funkgji lub poziomie
kontroli sprzetu, w ktérym bedzie zastosowany dany uklad scalony, spelniajace jakiekolwiek
z ponizszych kryteriow:

a.  posiadajace ponad 1 500 koncowek;
b.  typowe ‘opdznienie sygnatu bramki podstawowej’ mniejsze niz 0,02 ns; lub

c.  czestotliwo$¢ robocza powyzej 3 GHz;

Uwagi techniczne:

Do celéw pozycji 3A001.a.10.b.:

1. ‘Opdinienie sygnatu bramki podstawowej jest to warto$¢ opdznienia sygnatu odpowiadajgcg
bramce podstawowej, uzywanej w »monolitycznym ukladzie scalonym«. Mozna jg wyznaczy¢
dla danej ‘rodziny’ »monolitycznych uktadéw scalonych« jako opdznienie sygnatu na bramke
typowg w ramach danej ‘rodziny’ lub jako typowe opdZnienie na bramkg w ramach danej
‘rodziny’.

2. Nie nalezy myli¢ ‘opéznienia sygnatu bramki podstawowej’ z opdZnieniem wyjscia/wejscia
zhozonego »monolitycznego uktadu scalonego.

3. Do ‘rodziny’ zalicza si¢ wszystkie uklady scalone, ktdrych metody produkcji i specyfikacje
techniczne, z wyjgtkiem ich odpowiednich funkji, spetniajg wszystkie nastgpujgce kryteria:

a.  wspdlna architektura sprzgtowa i oprogramowania;
b.  wspdlna technologia projektowania i przetwarzania; oraz
c.  wspdlne charakterystyki podstawowe.

11. cyfrowe uklady scalone, rézne od przedstawionych w pozycji 3A001.a.3. do 3A001.a.10.
lub 3A001.a.12., oparte na dowolnym ukladzie pélprzewodnikéw ztozonych oraz spelniajace
ktérekolwiek z ponizszych kryteriow:

a.  zastepcza liczba bramek powyzej 3 000 (bramki dwuwejsciowe); lub
b.  czestotliwos¢ przelgczania powyzej 1,2 GHz;

12. procesory do szybkiej transformacji Fouriera (FFT) posiadajace nominalny czas realizacji dla
N-punktowej zespolonej transformaty FFT ponizej (N log, N)/20 480 ms, gdzie N jest liczbg
punktéw;

Uwaga techniczna:

Do celéw pozycji 3A001.a.12., gdy N jest réwne 1024 punktom, wynik formuly okreslajgcej czas
realizacji wynosi 500 pis.
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13.

14.

obwody scalone bezposredniego syntezera cyfrowego (DDS) spelniajgce ktorekolwiek
z ponizszych kryteriow:

a.

czestotliwo$¢ zegara przetwornika cyfrowo-analogowego (przetwornika DAC) wynoszaca
co najmniej 3,5 GHz i rozdzielczo$¢ przetwornika DAC wynoszaca co najmniej 10 bitow,
ale mniej niz 12 bitoéw; lub

czestotliwos¢ zegara przetwornika DAC wynoszaca co najmniej 1,25 GHz i rozdzielczos¢
przetwornika DAC wynoszgca co najmniej 12 bitow;

Uwaga techniczna:

Do celow pozycji 3A001.a.13. czgstotliwosC zegara przetwornika DAC mozna okresli¢ jako czgstotliwosé

zegara

glownego lub czgstotliwos¢ zegara wejscia.

uktady scalone, ktére wykonujg lub ktére mozna zaprogramowac tak, by wykonywaly wszystkie
nastepujace funkeje:

a.

z
&

z
s
)

przetwarzanie analogowo-cyfrowe spetniajace dowolne z nastepujacych kryteriéw:

1.  rozdzielczo§¢ 8 bitéw lub wiecej, lecz ponizej 10 bitéw i »czestotliwosé
probkowania« wigksza niz 1,3 giga prébek/sek (GSPS);

2. rozdzielczo$¢ 10 bitéw lub wigcej, lecz ponizej 12 bitéw i »czestotliwosé
probkowania« wigksza niz 1,0 GSPS;

3. rozdzielczo§¢ 12 bitéw lub wigcej, lecz ponizej 14 bitéw i »czestotliwosé
prébkowania« wigksza niz 1,0 GSPS;

4. rozdzielczo$¢ 14 bitéw lub wiecej, lecz ponizej 16 bitdw i »czestotliwosé
probkowania« wigksza niz 400 mega prébek/sek (MSPS); lub

5. rozdzielczo§¢ 16 bitéw lub wigcej i »czestotliwo$é probkowania« wigksza niz 180
MSPS; oraz

dowolne z nastepujacych funkgji:
1. przechowywanie danych przetworzonych cyfrowo; lub

2. przetwarzanie danych przetworzonych cyfrowo.
Odnosnie do uktadow scalonych ADC, zob. pozycja 3A001.a.5.a.

Odnosnie do programowalnych przez uzytkownika urzgdzer logicznych zob. pozycja
3A001.a.7.

Uwagi techniczne:

Do celow pozycji 3A001.0.14.:

1.

2.

Rozdzielczos¢ n bitéw odpowiada kwantowaniu na 2" poziomach.

Rozdzielczos¢ przetwornika ADC oznacza liczbe bitéw wyjscia cyfrowego ADC odpowiadajgcg
pomiarowi wejscia analogowego. Efektywnej liczby bitéw (ENOB) nie stosuje si¢ do okreslania
rozdzielczosci ADC.

W przypadku ukladéw scalonych z nieprzeplatanymi »wielokanatowymi przetwornikami ADC«
»czgstotliwosC prébkowania« nie jest agregowana i »czgstotliwosé prébkowania« jest maksymalng
wielkoscig pojedynczego kanahu.

W przypadku ukladéw scalonych z »przetwornikami ADC z przeplotem« lub z »wielokanatowymi
przetwornikami ADC«, ktorych specyfikacje przewidujg tryb pracy z przeplotem, »czgstotliwosci
prébkowania« sq agregowane i »czgstotliwo$¢ probkowania« jest maksymalng tgczng catkowitg
czgstotliwoscig wplecionych kanatéw.
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nastepujace produkty mikrofalowe lub pracujace na falach milimetrowych:

Uwaga techniczna:

Do celow pozygii 3A001.b. parametr mocy wyjsciowej na granicy nasycenia moze by¢ réwniez okreslany
w arkuszu danych produktu jako moc wyjSciowa, nasycona moc wyjSciowa, maksymalna moc wyjsciowa,
szczytowa moc wyjsciowa lub szczytowa wartos¢ obwiedni mocy.

1. nastgpujace »elektroniczne urzadzenia prézniowe« i katodowe:
Uwaga 1:  Pozycja 3A001.b.1. nie obejmuje kontrolg »elektronicznych urzgdzeri prézniowych«

zaprojektowanych lub przystosowanych do dziatania w jakimkolwiek pasmie czgstotliwosci
i spetniajgcych wszystkie ponizsze kryteria:

a.  szeroko$ pasma nie przekracza 31,8 GHz; oraz

b.  jest »rozdzielone przez ITU« dla stuzb radiokomunikacyjnych, ale nie w celu
namierzania radiowego.

Uwaga 2:  Pozycgja 3A001.b.1. nie obejmuje kontrolg »elektronicznych urzgdzeri prézniowych« innych
niz »klasy kosmicznej«, spetniajgcych wszystkie ponizsze kryteria:

a.  Srednia moc wyjsciowa rowna lub mniejsza niz 50 W; oraz

b.  zaprojektowane lub przystosowane do dziatania w jakimkolwiek pasmie czestotliwosci
i spelniajgce wszystkie ponizsze kryteria:

1. szeroko$C pasma przekracza 31,8 GHz, lecz nie przekracza 43,5 GHz; oraz

2. jest »rozdzielone przez ITU« dla stuzb radiokomunikacyjnych, ale nie w celu
namierzania radiowego.

a.  nastepujace relektroniczne urzadzenia prézniowe« o fali biezacej, fali impulsowej lub
ciaglej:
1. urzadzenia pracujace na czgstotliwosciach powyzej 31,8 GHz;

2. urzgdzenia posiadajgce podgrzewacz katody, z czasem uzyskania mocy
znamionowej w zakresie fal radiowych wynoszacym ponizej 3 sekund;

3. sprzezone urzadzenia wngkowe lub ich pochodne o »ulamkowej szerokosci pasmac
powyzej 7 % lub mocy szczytowej powyzej 2,5 kW;

4. urzadzenia oparte na obwodach z prowadnicami spiralnymi, skladanymi lub
w ksztalcie serpentyny lub ich pochodne, spelniajace ktérekolwiek z ponizszych
kryteriow:

a.  »chwilowa szeroko$¢ pasma« powyzej jednej oktawy oraz iloczyn mocy
przecietnej (wyrazonej w kW) i czestotliwosci (wyrazonej w GHz) powyzej 0,5;

b.  »chwilowa szeroko$¢ pasma« ponizej jednej oktawy oraz iloczyn mocy
przecigtnej (wyrazonej w kW) i czestotliwosci (wyrazonej w GHz) powyzej 1;

c.  saoklasy kosmicznejq; lub
d.  posiadajg wyrzutnig elektron6w z elektrody siatkows;

5. urzadzenia o »chwilowej szerokosci pasma« rownej lub wigkszej niz 10 %, spelniajace
ktérekolwiek z ponizszych kryteriow:

a.  pierScieniowa wigzka elektron6w;
b.  niesymetryczna osiowo wigzka elektronéw; lub
c.  wielokrotne wigzki elektrondw;

b.  »elektroniczne urzadzenia prozniowe« wzmacniaczy o skrzyzowanych polach
o wzmocnieniu powyzej 17 dB;

c.  katody termoelektronowe zaprojektowane do »elektronicznych urzadzen prézniowyche,
wytwarzajace prad emisyjny w znamionowych warunkach pracy o gestosci powyzej
5 Alcm? lub prad pulsacyjny (nieciagly) w znamionowych warunkach pracy o gestosci
powyzej 10 Afcm?;
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d.

»elektroniczne urzgdzenia prézniowe« zdolne do pracy ‘w dwdch trybach’;

Uwaga techniczna:

Do celéw pozycji 3A001.b.1.d. 'w dwéch trybach' oznacza, ze w przypadku prgdu wigzki
»elektronicznego urzgdzenia prozniowego« mozna poprzez uzycie siatki przelgczal migdzy pracg
w trybie fali cigglej i pracg w trybie pulsacyjnym, przy czym szczytowa moc wyjsciowa pulsacyjna jest
wyzsza od mocy wyjSciowej w trybie fali cigglej.

»monolityczne mikrofalowe uklady scalone« (MMIC) wzmacniaczy spelniajace ktorekolwiek
z ponizszych kryteriow:

N.B.

Odnosnie do wzmacniaczy »MMIC« posiadajgcych wbudowany przesuwnik fazowy, zob.
pozycja 3A001.b.12.

przystosowane do dzialania w zakresie czestotliwosci powyzej 2,7 GHz i do 6,8 GHz
wlacznie, o »ulamkowej szerokosci pasma« powyzej 15 % i spelniajace ktérekolwiek
z ponizszych kryteriow:

1.  moc wyjSciowa na granicy nasycenia powyzej 75 W (48,75 dBm) przy dowolnej
czestotliwosci w zakresie powyzej 2,7 GHz do 2,9 GHz wlacznie;

2. moc wyjSciowa na granicy nasycenia powyzej 55 W (47,4 dBm) przy dowolnej
czestotliwosci w zakresie powyzej 2,9 GHz do 3,2 GHz wilacznie;

3. moc wyjSciowa na granicy nasycenia powyzej 40 W (46 dBm) przy dowolnej
czestotliwosci w zakresie powyzej 3,2 GHz do 3,7 GHz wlacznie; lub

4. moc wyjSciowa na granicy nasycenia powyzej 20 W (43 dBm) przy dowolnej
czestotliwosci w zakresie powyzej 3,7 GHz do 6,8 GHz wlacznie;

przystosowane do dzialania w zakresie czgstotliwosci powyzej 6,8 GHz i do 16 GHz
wlacznie, o »ulamkowej szerokosci pasma« powyzej 10 % i spelniajace ktérekolwiek
z ponizszych kryteriow:

1.  moc wyjSciowa na granicy nasycenia powyzej 10 W (40 dBm) przy dowolnej
czestotliwosci w zakresie powyzej 6,8 GHz do 8,5 GHz wlacznie; lub

2. moc wyjSciowa na granicy nasycenia powyzej 5 W (37 dBm) przy dowolnej
czestotliwosci w zakresie powyzej 8,5 GHz do 16 GHz wiacznie;

przystosowane do pracy z moca wyjSciowa na granicy nasycenia powyzej 3 W (34,77
dBm) przy dowolnej czestotliwosci w zakresie powyzej 16 GHz do 31,8 GHz wigcznie,
i przy »ulamkowej szerokosci pasma« wynoszacej powyzej 10 %;

przystosowane do pracy z moca wyjSciowa na granicy nasycenia powyzej 0,1 nW (-70
dBm) przy dowolnej czestotliwosci w zakresie powyzej 31,8 GHz do 37 GHz wlacznie;

przystosowane do pracy z mocg wyj$ciowa na granicy nasycenia powyzej 1 W (30 dBm)
przy dowolnej czestotliwosci w zakresie powyzej 37 GHz do 43,5 GHz wlacznie, i przy
»utamkowej szeroko$ci pasma« wynoszacej powyzej 10 %;

przystosowane do pracy z mocg wyj$ciowa na granicy nasycenia powyzej 31,62 mW (15
dBm) przy dowolnej czestotliwosci w zakresie powyzej 43,5 GHz do 75 GHz wiacznie,
i przy »ulamkowej szerokosci pasma« wynoszacej powyzej 10 %;

przystosowane do pracy z mocg wyjsciowa na granicy nasycenia powyzej 10 mW (10
dBm) przy dowolnej czestotliwoici w zakresie powyzej 75 GHz do 90 GHz wigcznie,
i przy »utamkowej szerokosci pasma« wynoszacej powyzej 5 %; lub

przystosowane do pracy z moca wyjéciowa na granicy nasycenia powyzej 0,1 nW (-70
dBm) przy dowolnej czestotliwosci w zakresie powyzej 90 GHz;
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Uwaga 1:  Nieuzywane.

Uwaga 2:  Poziom kontroli »MMIC«, ktérych znamionowa czgstotliwos¢ robocza  obejmuje

czgstotliwosci zawarte w wigcej niz jednym pasmie, zgodnie z definiciami w pozycjach
3A001.b.2.a. do 3A001.b.2.h., jest okreslony przez najnizszy prdg mocy wyjsciowej na
granicy nasycenia.

Uwaga 3:  Uwagi 1 i 2 w kategorii 3A oznaczajg, ze pozycja 3A001.b.2. nie obejmuje kontrolg

»MMIC«, jesli sg one specjalnie zaprojektowane do innych zastosowar, np. telekomuni-
kacyjnych, radiolokacyjnych, motoryzacyjnych.

dyskretne tranzystory mikrofalowe spelniajace ktérekolwiek z ponizszych kryteriow:

a.

przystosowane do dzialania w zakresie czestotliwosci powyzej 2,7 GHz i do 6,8 GHz
wlgcznie i spelniajace ktdrekolwiek z ponizszych kryteriéw:

1.  moc wyjSciowa na granicy nasycenia powyzej 400 W (56 dBm) przy dowolnej
czestotliwosci w zakresie powyzej 2,7 GHz do 2,9 GHz wlacznie;

2. moc wyjSciowa na granicy nasycenia powyzej 205 W (53,12 dBm) przy dowolnej
czestotliwosci w zakresie powyzej 2,9 GHz do 3,2 GHz wlacznie;

3. moc wyjSciowa na granicy nasycenia powyzej 115 W (50,61 dBm) przy dowolnej
czestotliwosci w zakresie powyzej 3,2 GHz do 3,7 GHz wlacznie; lub

4. moc wyjSciowa na granicy nasycenia powyzej 60 W (47,78 dBm) przy dowolnej
czestotliwosci w zakresie powyzej 3,7 GHz do 6,8 GHz wlacznie;

przystosowane do dzialania w zakresie czestotliwo$ci powyzej 6,8 GHz i do 31,8 GHz
wlacznie i spelniajgce ktorekolwiek z ponizszych kryteriow:

1.  moc wyjSciowa na granicy nasycenia powyzej 50 W (47 dBm) przy dowolnej
czestotliwosci w zakresie powyzej 6,8 GHz do 8,5 GHz wilacznie;

2. moc wyjsciowa na granicy nasycenia powyzej 15 W (41,76 dBm) przy dowolnej
czestotliwosci w zakresie powyzej 8,5 GHz do 12 GHz wiacznie;

3. moc wyjSciowa na granicy nasycenia powyzej 40 W (46 dBm) przy dowolnej
czestotliwosci w zakresie powyzej 12 GHz do 16 GHz wlgcznie; lub

4. moc wyjsciowa na granicy nasycenia powyzej 7 W (38,45 dBm) przy dowolnej
czestotliwosci w zakresie powyzej 16 GHz do 31,8 GHz wlacznie;

przystosowane do pracy z mocg wyjsciowa na granicy nasycenia powyzej 0,5 W (27 dBm)
na czestotliwo$ciach przewyzszajacych 31,8 GHz, do 37 GHz wlacznie;

przystosowane do pracy z mocg wyjéciowa na granicy nasycenia powyzej 1 W (30 dBm) na
czestotliwo$ciach przewyzszajacych 37 GHz, do 43,5 GHz wiacznie;

przystosowane do pracy z moca wyjSciowa na granicy nasycenia powyzej 0,1 nW (-70
dBm) przy dowolnej czgstotliwosci w zakresie powyzej 43,5 GHz; lub

inne niz te wymienione w pozycjach 3A001.b.3.a. do 3A001.b.3.e. i przystosowane do
pracy z mocg wyjSciowa na granicy nasycenia powyzej 5 W (37,0 dBm) na wszystkich
czestotliwosciach przewyzszajacych 8,5 GHz, do 31,8 GHz wiacznie;

Uwaga 1:  Poziom kontroli tranzystora w pozycjach 3A001.b.3.a. do 3A001.b.3.e, ktdrego

znamionowa czgstotliwos¢ robocza obejmuje czgstotliwosci zawarte w wigcej niz jednym
pasmie, zgodnie z definiciami w pozycjach 3A001.b.3.a. do 3A001.b.3.e., jest okreslony
przez najnizszy prog mocy wyjsciowej na granicy nasycenia.

Uwaga 2:  Pozycja 3A001.b.3. obejmuje surowe plytki pétprzewodnikowe, plytki zamontowane na

nosnikach oraz plytki zamontowane w zestawach. Niektdre dyskretne tranzystory mogg byé
rowniez okreslane jako wzmacniacze mocy, jednak status tych dyskretnych tranzystoréw jest
podany w pozygji 3A001.b.3.
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4. mikrofalowe wzmacniacze pélprzewodnikowe oraz mikrofalowe zespoly/moduly zawierajace
mikrofalowe wzmacniacze pdlprzewodnikowe spelniajace ktérekolwiek z ponizszych kryteriow:

a.  przystosowane do dzialania w zakresie czestotliwosci powyzej 2,7 GHz i do 6,8 GHz
wlacznie, o »ulamkowej szerokosci pasma« powyzej 15 % i spelniajace ktérekolwiek
z ponizszych kryteriow:

1.  moc wyjSciowa na granicy nasycenia powyzej 500 W (57 dBm) przy dowolnej
czestotliwosci w zakresie powyzej 2,7 GHz do 2,9 GHz wlacznie;

2. moc wyjsciowa na granicy nasycenia powyzej 270 W (54,3 dBm) przy dowolnej
czestotliwosci w zakresie powyzej 2,9 GHz do 3,2 GHz wlacznie;

3. moc wyjSciowa na granicy nasycenia powyzej 200 W (53 dBm) przy dowolnej
czestotliwosci w zakresie powyzej 3,2 GHz do 3,7 GHz wlacznie; lub

4. moc wyjSciowa na granicy nasycenia powyzej 90 W (49,54 dBm) przy dowolnej
czestotliwosci w zakresie powyzej 3,7 GHz do 6,8 GHz wilacznie;

b.  przystosowane do dzialania w zakresie czestotliwosci powyzej 6,8 GHz i do 31,8 GHz
wlacznie, o »ulamkowej szeroko$ci pasma« powyzej 10 % i spelniajace ktdrekolwiek
z ponizszych kryteriéw:

1. moc wyjSciowa na granicy nasycenia powyzej 70 W (48,45 dBm) przy dowolnej
czestotliwosci w zakresie powyzej 6,8 GHz do 8,5 GHz wlacznie;

2. moc wyjSciowa na granicy nasycenia powyzej 50 W (47 dBm) przy dowolnej
czestotliwosci w zakresie powyzej 8,5 GHz do 12 GHz wigcznie;

3. moc wyjSciowa na granicy nasycenia powyzej 30 W (44,77 dBm) przy dowolnej
czestotliwosci w zakresie powyzej 12 GHz do 16 GHz wlgcznie; lub

4.  moc wyjSciowa na granicy nasycenia powyzej 20 W (43 dBm) przy dowolnej
czestotliwosci w zakresie powyzej 16 GHz do 31,8 GHz wiacznie;

c.  przystosowane do pracy z mocg wyj$ciowa na granicy nasycenia powyzej 0,5 W (27 dBm)
na czestotliwo$ciach przewyzszajacych 31,8 GHz, do 37 GHz wlacznie;

d.  przystosowane do pracy z mocg wyj$ciowa na granicy nasycenia powyzej 2 W (33 dBm)
przy dowolnej czestotliwosci w zakresie powyzej 37 GHz do 43,5 GHz wlacznie, i przy
»utamkowej szeroko$ci pasma« wynoszacej powyzej 10 %;

e.  przystosowane do pracy na czestotliwosciach powyzej 43,5 GHz oraz spelniajace
ktérekolwiek z ponizszych kryteriéw:

1. moc wyjSciowa na granicy nasycenia powyzej 0,2 W (23 dBm) na czestotliwosciach
przewyzszajacych 43,5 GHz, do 75 GHz wiacznie, i przy »utamkowej szerokosci
pasma« wynoszacej powyzej 10 %;

2. moc wyjéciowa na granicy nasycenia powyzej 20 mW (13 dBm) na czestotliwosciach
przewyzszajacych 75 GHz, do 90 GHz wlacznie, i przy »ulamkowej szerokosci
pasma« wynoszacej powyzej 5 %; lub

3. moc wyjSciowa na granicy nasycenia powyzej 0,1 nW (-70 dBm) na czestotli-
wosciach przewyzszajacych 90 GHz;

f.  nieuzywane;

N.B.1. Wzmacniacze "MMIC« — zob. pozycja 3A001.b.2.

N.B.2. Odnosnie do ‘modutéw nadawczychjodbiorczych’ i ‘modutéw nadawczych’ zob. pozycja
3A001.b.12.

N.B.3. Odnosnie do konwerteréw i mieszaczy harmonicznych, zaprojektowanych do rozszerzania

czgstotliwosci roboczej lub przedziatu czgstotliwosci analizatorow sygnatu, generatorow
sygnatowych, analizatoréw sieci lub kontrolnych odbiornikéw mikrofalowych, zob. pozycja
3A001.b.7.
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Uwaga 1:  Nieuzywane.

Uwaga 2:  Poziom kontroli elementu, ktérego znamionowa czgstotliwos¢ robocza  obejmuje

filtry

czgstotliwosci zawarte w wigcej niz jednym pasmie, zgodnie z definiciami w pozycjach
3A001.b.4.a. do 3A001.b.4.c., jest okreslony przez najnizszy prég mocy wyjsciowej na
granicy nasycenia.

srodkowo-przepustowe i Srodkowo-zaporowe, przestrajalne elektronicznie lub

magnetycznie, posiadajace wiecej niz 5 przestrajalnych rezonatoréw umozliwiajacych strojenie
w zakresie pasma czestotliwosci 1,5:1 (fay/fmin) W czasie ponizej 10 ps i spelniajace
ktorekolwiek z ponizszych kryteriéw:

a.  szeroko$¢ pasma Srodkowo-przepustowego powyzej 0,5 % czestotliwosci no$nej; lub
b.  szeroko$¢ pasma Srodkowo-zaporowego ponizej 0,5 % czestotliwosci nosnej;
nieuzywane;

konwertery i mieszacze harmoniczne spelniajace ktorekolwiek z ponizszych kryteriéw:

a.

zaprojektowane do rozszerzania przedzialu czestotliwosci »analizatoréw sygnatu« powyzej
110 GHz;

zaprojektowane do rozszerzania zakresu roboczego generatoréw sygnalu w nastepujacy
sposob:

1.  powyzej 110 GHz;

2. do mocy wyjSciowej wiekszej niz 100 mW (20 dBm) w dowolnym punkcie zakresu
czestotliwosci przekraczajacego 43,5 GHz, lecz nieprzekraczajacego 110 GHz;

zaprojektowane do rozszerzania przedzialu czestotliwosci roboczej analizatoréw sieci
W nastepujacy sposéb:

1.  powyzej 110 GHz;

2. do mocy wyjsciowej wigkszej niz 100 mW (20 dBm) w dowolnym punkcie zakresu
czestotliwosci przekraczajacego 43,5 GHz, lecz nieprzekraczajacego 110 GHz;

3. nieuzywane;

zaprojektowane do rozszerzania przedziatu czestotliwosci kontrolnych odbiornikéw
mikrofalowych powyzej 110 GHz;

mikrofalowe wzmacniacze mocy zawierajace »elektroniczne urzadzenia prézniowe«
wyszczeg6lnione w pozycji 3A001.b.1. i spelniajace wszystkie ponizsze kryteria:

a.
b.

C.

czestotliwosci robocze powyzej 3 GHz;
$redni stosunek mocy wyjsciowej do masy wiekszy niz 80 W/kg; oraz

objeto$¢ mniejsza niz 400 cm’;

Uwaga: Pozycja 3A001.b.8. nie obejmuje kontrolg sprzgtu zaprojektowanego lub przystosowanego

do dziakania w jakimkolwiek pasmie czestotliwosci, ktore jest »przydzielane przez ITU« dla
stuzb radiokomunikacyjnych, ale nie w celu namierzania radiowego.

mikrofalowe moduly mocy (MPM) skladajace si¢ co najmniej z »elektronicznego urzadzenia
prézniowego« o fali biezacej, »monolitycznego mikrofalowego ukfadu scalonego« (»MMIC«)
i zintegrowanego elektronicznego kondycjonera mocy i spelniajace wszystkie ponizsze kryteria:

a.  ‘czas wlaczania’ od stanu wylaczenia do stanu catkowitej gotowosci krétszy niz 10 sekund;
b.  objetos¢ mniejsza niz iloczyn maksymalnej mocy znamionowej w watach i 10 cm?/W; oraz

c. schwilowa szeroko$¢ pasma« wigksza niz 1 oktawa (fn.. > 2f..) oraz spelniajace
ktérekolwiek z ponizszych kryteriow:

1. dla czgstotliwosci réwnych lub mniejszych niz 18 GHz — moc wyjsciowa w zakresie
fal radiowych wigksza niz 100 W; lub

2. czestotliwo$é wigksza niz 18 GHz;
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Uwagi techniczne:

1. Do celéw pozygi 3A001.b.9.a. ‘czas whgczania’ odnosi si¢ do czasu uplywajgcego od stanu
catkowitego wylgczenia do osiggnigcia catkowitej gotowosci do pracy, a zatem obejmuje on réwniez
czas rozgrzewania MPM.

2. Do celéw pozycji 3A001.b.9.b. podaje si¢ nastepujgcy przyktad do celéw obliczenia objetosci: dla
maksymalnej mocy znamionowej wynoszgcej 20 W objetos¢ wyniostaby: 20 W x 10 cm’[/W =
200 cm’.

oscylatory lub zespoly oscylatoréw przewidziane do dzialania przy zakl6ceniu fazowym
pojedynczej wstegi bocznej (SSB) w dBc/Hz mniejszym (lepszym) niz -(126 + 20log;oF -
20log;of) w dowolnym punkcie w zakresie 10 Hz < F < 10 kHz;

Uwaga techniczna:

Do celow pozycji 3A001.b.10. F oznacza przesunigcie w stosunku do czgstotliwosci roboczej w Hz,
a f oznacza czgstotliwos¢ roboczg w MHz.

»zespoly elektroniczne« bedgce ‘syntezatorami czestotliwosci, ktdrych »czas przelaczania
czestotliwo$ci« okreslony jest przez ktérykolwiek z ponizszych parametréw:

a.  krotszy niz 143 ps;

b.  krétszy niz 100 ps dla kazdej zmiany czgstotliwosci przewyzszajacej 2,2 GHz w zakresie
syntetyzowanych czestotliwosci przekraczajacym 4,8 GHz, ale
nieprzekraczajagcym 31,8 GHz;

c. nieuzywane;

d.  krétszy niz 500 ps dla kazdej zmiany czestotliwosci przewyzszajacej 550 MHz w zakresie
syntetyzowanych czestotliwosci przekraczajgcym 31,8 GHz, ale
nieprzekraczajacym 37 GHz;

e.  krotszy niz 100 ps dla kazdej zmiany czestotliwosci przewyzszajacej 2,2 GHz w zakresie
syntetyzowanych czestotliwosci przekraczajagcym 37 GHz, ale
nieprzekraczajacym 75 GHz;

f. krétszy niz 100 ps dla kazdej zmiany czestotliwosci przewyzszajacej 5,0 GHz w zakresie
syntetyzowanych czestotliwosci przekraczajacym 75 GHz, ale nieprzekraczajacym 90 GHz;
lub

g.  krotszy niz 1 ms w zakresie syntetyzowanych czestotliwosci przekraczajacym 90 GHz;

Uwaga techniczna:

Do celow pozycji 3A001.b.11. ‘syntetyzator czgstotliwosci” oznacza dowolny rodzaj Zrédta czgstotliwosci,
bez wzgledu na stosowang technikg, zapewniajgcy uzyskanie wielu réwnoczesnych lub naprzemiennych
czgstotliwosci wyjsciowych z jednego lub kilku wyjs¢, uzyskanych z mniejszej liczby czgstotliwosci
wzorcowych (lub gléwnych) lub sterowanych lub regulowanych za ich pomocg.

N.B. Do zastosowari ogélnych »analizatory sygnatu« — zob. poz. 3A002.c, generatory sygnatowe —
3A002.d, analizatory sieci — 3A002.e, kontrolne odbiorniki mikrofalowe — 3A002.f.

‘moduly nadawcze[odbiorcze’, ‘nadawcze/odbiorcze MMIC, ‘moduly nadawcze’ oraz ‘nadawcze
MMIC’, przystosowane do pracy na czestotliwosciach przewyzszajacych 2,7 GHz i spelniajace
wszystkie ponizsze kryteria:

a.  moc wyjciowa na granicy nasycenia (w watach), Py, powyzej 505,62 dzielone przez
maksymalng czestotliwos¢ roboczg (w GHz) do kwadratu [P,,>505,62 W x GHz?/fq,2] na
kazdy kanak;

b.  »ulamkowa szeroko$¢ pasma« wynoszaca 5 % lub wigcej na kazdy kanal;

c.  kazda z plaskich stron o dtugosci d (w cm) réwnej lub mniejszej niz 15 podzielonej przez
najnizszg czestotliwo$¢ robocza w GHz [d < 15 cm x GHz x N/fgy,], gdzie N jest liczba
kanaléw nadawczych lub nadawczo-odbiorczych; oraz

d.  jeden regulowany elektronicznie przesuwnik fazowy na kanal.
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Uwagi techniczne:

Do celéw pozycji 3A001.b.12.:

1. ‘Modut nadawczyfodbiorczy’ to multifunkcjonalny »zespét  elektroniczny«  umozliwiajgcy
dwukierunkowg regulacje amplitudy i fazy dla nadawania i odbioru sygnatow.

2. ‘Modut nadawczy’ to »zespét elektroniczny« umozliwiajgcy regulacje amplitudy i fazy dla nadawania
sygnatdow.

3. ‘Nadawczy/odbiorczy MMIC' to multifunkcjonalny »MMIC« umozliwiajgcy dwukierunkowg
regulacje amplitudy i fazy dla nadawania i odbioru sygnatow.

4. ‘Nadawczy MMIC’ to »MMIC« umozliwiajgcy regulacje amplitudy i fazy dla nadawania sygnatow.

5. W przypadku modutéw nadawczo-odbiorczych lub moduléw nadawczych, ktdrych nominalny zakres
czgstotliwosci roboczej rozcigga sig w dét do 2,7 GHz lub nizej, we wzorze w pozycji 3A001.b.12.c.
jako dolng warto$¢ czgstotliwosci roboczej (fop,) nalezy zastosowaé 2,7 GHz [d < 15 cm x GHz x
N/2,7 GHz].

6.  Pozycja 3A001.b.12. ma zastosowanie do ‘modutéw nadawczych/odbiorczych’ lub ‘modutéw
nadawczych’, ktdre mogg by¢ wyposazone lub nie w radiator chlodzgcy. Warto$¢ d w pozycji
3A001.b.12.c. nie obejmuje Zadnej czgsci ‘modutu nadawczegojodbiorczego’ lub ‘modutu
nadawczego’, ktdra funkcjonuje jako radiator chtodzgcy.

7. ‘Moduly nadawcze/odbiorcze’ lub ‘moduly nadawcze’ lub ‘nadawcze/odbiorcze MMIC’ lub ‘nadawcze
MMIC’ mogg mie¢ N wbudowanych emitujgcych elementéw anteny, gdzie N jest liczbg kanatow
nadawczych lub kanatéw nadawczych/odbiorczych.

c.  nastgpujace urzadzenia wykorzystujace fale akustyczne oraz specjalnie zaprojektowane do nich
komponenty:

1. urzadzenia wykorzystujace powierzchniowe fale akustyczne oraz szumigce powierzchniowo
(plytkie) fale akustyczne, spelniajace ktérekolwiek z ponizszych kryteriéw:

a.  majace czestotliwos$é nosna powyzej 6 GHz;

b.  majgce czestotliwo$é nosna wigksza niz 1 GHz, ale nieprzekraczajagca 6 GHz oraz
spelniajace ktérekolwiek z ponizszych kryteriow:

1. ‘tlumienie pasma bocznego czgstotliwosci’ powyzej 65 dB;

2. iloczyn maksymalnego czasu zwloki i szerokosci pasma (czas w ps, a szerokos¢
pasma w MHz) powyzej 100;

3. szeroko$¢ pasma wigksza niz 250 MHz; lub
4. opdznienie dyspersyjne powyzej 10 ps; lub
c.  majace czgstotliwo$é nosna wynoszaca 1 GHz lub mniejszg oraz spelniajace ktérekolwiek
z ponizszych kryteriow:
1.  iloczyn maksymalnego czasu zwloki i szerokosci pasma (czas w ps, a szerokos¢
pasma w MHz) powyzej 100;
2. opdznienie dyspersyjne powyzej 10 ps; lub

3. ‘thumienie pasma bocznego czestotliwosci’ powyzej 65 dB i szeroko$¢ pasma wigksza
niz 100 MHz;

Uwaga techniczna:

Do celéw pozycji 3A001.c.1. ‘tumienie pasma bocznego czgstotliwosci” oznacza maksymalng wartos
thumienia wyszczegdlniong na arkuszu danych.

2. urzadzenia wykorzystujace przestrzenne fale akustyczne, umozliwiajagce bezposrednie
przetwarzanie sygnalow z czestotliwosciami powyzej 6 GHz;

3. urzadzenia do »przetwarzania sygnaléw« optyczno-akustycznych wykorzystujace oddzialywania
pomiedzy falami akustycznymi (przestrzennymi lub powierzchniowymi) a falami $wietlnymi do
bezposredniego przetwarzania sygnaléw lub obrazdéw, lacznie z analiza widmows, korelacja lub
splataniem;
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Uwaga: Pozycja 3A001.c. nie obejmuje kontrolg urzgdzeri wykorzystujgcych fale akustyczne ograniczone do

pojedynczego filtra Srodkowoprzepustowego, filtra dolnoprzepustowego, filtra gérnoprzepustowego,
filtra antysprzgzeniowego lub funkdji rezonacyjnej.

urzadzenia i uklady elektroniczne, zawierajace czeSci skladowe wykonane z materialéw
»nadprzewodzacyche, specjalnie zaprojektowane do pracy w temperaturach ponizej »temperatury
krytycznej« co najmniej jednego z elementéw »nadprzewodzacych« i spelniajace ktérekolwiek
z ponizszych kryteriow:

1.

przelaczanie pradowe dla obwodéw cyfrowych za pomocg bramek »nadprzewodzacyche, dla
ktérego iloczyn czasu zwloki na bramke (w sekundach) i rozproszenia mocy na bramke
(w watach) wynosi ponizej 10 J; lub

selekcja czestotliwosci dla wszystkich czestotliwosci za pomoca obwoddw rezonansowych
o wartoSciach Q przekraczajgcych 10 000;

nastepujace urzadzenia wysokoenergetyczne:

1.

‘ogniwa’, takie jak:

a.  ‘ogniwa pierwotne’ spelniajace ktérekolwiek z ponizszych kryteriéw w temperaturze 20 °C:
1. ‘gesto$¢ energii’ powyzej 550 Wh/kg i ‘ciagla gesto$é mocy’ powyzej 50 W kg; lub
2. ‘gesto$¢ energii’ powyzej 50 Wh/kg i ‘ciggla gestos¢ mocy’ powyzej 350 Wkg; lub

b.  ‘ogniwa wtdrne’ o ‘gestosci energii’ powyzej 350 Wh/kg w temperaturze 20 °C;

Uwagi techniczne:

1. Do celow pozycji 3A001.e.1. ‘gestos¢ energii’ (Whikg) otrzymuje sie, mnozgc napigcie
znamionowe przez pojemno$¢ znamionowg w amperogodzinach (Ah) i dzielgc powyzsze przez
masg w kilogramach. Jezeli pojemnos¢ znamionowa nie jest podana, gestos¢ energii otrzymuje sig
przez podniesienie napiecia znamionowego do kwadratu, a nastgpnie pomnozenie przez czas
rozkadowania wyrazony w godzinach oraz podzielenie przez obcigzenie rozbadowania wyrazone
w omach i catkowitg masg ogniwa wyrazong w kilogramach.

2. Do celow pozygi 3A001.e.1. ‘ogniwo’ definiuje si¢ jako urzgdzenie elektrochemiczne zawierajgce
elektrody dodatnie i ujemne, elektrolit i bedgce Zrodlem energii elektrycznej. Jest to podstawowy
element sktadowy baterii.

3. Do celéw pozycji 3A001.e.1.a. ‘ogniwo pierwotne’ jest ‘ogniwem’, ktdre nie jest przeznaczone do
tadowania z jakiegokolwiek innego Zrédta.

4. Do celéw pozygii 3A001.e.1.b. ‘ogniwo wtdrne’ jest ‘ogniwem’, ktdre jest przeznaczone do
tadowania z zewngtrznego Zrédta energii elektrycznej.

5. Do celow pozycji 3A001.e.1.a. ‘ciggly gestos¢ mocy’ (W/kg) otrzymuje si¢, mnozgc napigcie
znamionowe przez okreslony maksymalny ciggly prgd roztadowania w amperach (A) i dzielgc
powyzsze przez masg w kilogramach. ‘Ciggla gestos¢ mocy’ okreslana jest tez jako moc specyficzna.

Uwaga: Pozycja 3A001.¢.1. nie obejmuje kontrolg baterii, w tym réwniez baterii pojedynczych.

wysokoenergetyczne kondensatory magazynujace, takie jak:

N.B. ZOB. TAKZE pozycja 3A201.a. i wykaz uzbrojenia.

a.  kondensatory o czestotliwosci powtarzania ponizej 10 Hz (kondensatory jednokrotne)
i spelniajace wszystkie ponizsze kryteria:

1. napigcie znamionowe réwne lub wyzsze niz 5 kV;

2. gestos¢ energii rowna lub wyzsza niz 250 J/kg; oraz
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3. energia calkowita réwna lub wyzsza niz 25 kJ;

b.  kondensatory o czestotliwosci powtarzania 10 Hz lub wyzszej (kondensatory powtarzalne)
i spelniajace wszystkie ponizsze kryteria:

1. napiecie znamionowe réwne lub wyzsze niz 5 kV;
2. gestos¢ energii rowna lub wyzsza niz 50 J/kg;
3. energia catkowita rowna lub wyzsza niz 100 J; oraz

4. zywotno$¢ mierzona liczba cykli ladowanie/roztadowanie wynoszaca wigcej niz
10 000;

3. nadprzewodzgce« elektromagnesy lub cewki, specjalnie zaprojektowane w sposob
umozliwiajacy ich pelne fadowanie i roztadowanie w czasie mniejszym niz 1 s i spelniajace
wszystkie ponizsze kryteria:

N.B. ZOB. TAKZE POZYCJA 3A201.b.

Uwaga: Pozycja 3A001.¢.3. nie obejmuje kontrolg elektromagnesow ani cewek »nadprzewodzgcych«
specjalnie zaprojektowanych do aparatury obrazowania rezonansem magnetycznym (MRI),

wykorzystywanej w medycynie.
a.  energia dostarczona podczas wyladowania jest wigksza od 10 k] w pierwszej sekundzie;
b.  $rednica wewnetrzna uzwojenia pradowego cewki wynosi powyzej 250 mm; oraz

c.  zostaly dostosowane do indukcji magnetycznej powyzej 8 T lub posiadaja ‘catkowitg
gesto$¢ pradu’ w uzwojeniu powyzej 300 A/mm?

Uwaga techniczna:

Do celéw pozycji 3A001.e.3.c. ‘catkowita gestosé prgdu’ oznacza catkowitg liczbe amperozwojow
w cewce (tj. sumg liczby zwojéw pomnozong przez maksymalne natezenie prgdu przenoszone przez
kazdy zwdj) podzielong przez catkowity przekrdj poprzeczny cewki (sktadajgcej si¢ z widkienek
nadprzewodzgcych, matrycy metalowej, w ktdrej osadzone sg wékienka nadprzewodzgce, materiatu
stanowigcego obudowe, kanatéw chtodzgcych itp.).

4. ogniwa stoneczne, zespoly ogniwo-tacznik-szklo ostonowe (CIC), panele stoneczne i baterie
stoneczne »klasy kosmicznej, majagce minimalng Srednig sprawno$¢ wyzsza niz 20 %
w temperaturze roboczej 301 K (28 °C) w symulowanym o$wietleniu ‘AMO’ o irradiancji 1 367
watéw na metr kwadratowy (W/m?);

Uwaga techniczna:

Do celow pozygi 3A001.e.4. ‘AMO’ lub ‘masa powietrza zero’ odpowiada irradiancji widmowej Swiatla
stonecznego w zewngtrznej atmosferze Ziemi przy odleglosci Ziemi od Storica wynoszgeej 1 jednostke
astronomiczng (AU).

urzadzenia kodujace bezwzgledne polozenie o »dokladno$cic réwnej 1,0 sekundzie katowej lub
mniejszej (lepszej) oraz specjalnie do nich zaprojektowane kodujace piercienie, tarcze lub skale;

polprzewodnikowe impulsowe tyrystorowe wylaczniki zasilania i ‘moduly tyrystorowe’ oparte na
metodach wylaczania sterowanych elektrycznie, optycznie lub promieniowaniem elektronowym
spelniajace ktérekolwiek z ponizszych kryteriow:

1.  maksymalna szybko§¢ narastania pradu wiaczenia (di/dt) wicksza niz 30 000 Afps i napiecie
w stanie wylgczenia wigksze niz 1 100 V; lub

2. maksymalna szybko§¢ narastania pradu wlaczenia (di/dt) wigksza niz 2 000 Afus i spelniajace
wszystkie ponizsze kryteria:

a.  napiecie szczytowe w stanie wylaczonym réwne lub wigksze niz 3 000 V; oraz

b.  prad szczytowy (udarowy) rowny lub wigkszy niz 3 000 A.
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Uwaga 1:  Pozycja 3A001.g. obejmuje:
—  krzemowe prostowniki sterowane (SCR);
—  tyrystory wyzwalane elektrycznie (ETT);
—  tyrystory wyzwalane optycznie (LTT);
—  tyrystory o komutowanej bramce (IGCT);
—  tyrystory wylgczalne prgdem bramki (GTO);
—  tyrystory sterowane MOS (MCT);

—  urzgdzenia typu Solidtron.

Uwaga 2:  Pozyga 3A001.g. nie obejmuje kontrolg urzgdzer tyrystorowych i ‘modutéw tyrystorowych’
wbudowanych w urzgdzenia przeznaczone do zastosowati w kolejnictwie cywilnym Iub »cywilnych
statkach powietrznych.

Uwaga techniczna:

Do celéw pozycji 3A001.g. ‘modut tyrystorowy’ zawiera co najmniej jedno urzgdzenie tyrystorowe.

h.  pélprzewodnikowe przelaczniki mocy, diody mocy lub ‘moduly’ mocy spelniajace wszystkie ponizsze
kryteria:

1. nominalna maksymalna temperatura robocza zlgcza wyzsza niz 488 K (215 °C);

2. szczytowe powtarzalne napigcie w stanie wylaczonym (napigcie blokujace) przekraczajace 300 V;
oraz

3. prad ciagly wigckszy niz 1 A.

Uwaga 1:  Szczytowe powtarzalne napigcie w stanie wylgczonym w pozycji 3A001.h. obejmuje napiecie dren-
Zrédto, napigcie kolektor-emiter, szczytowe powtarzalne napigcie wsteczne i szczytowe powtarzalne
napiecie blokujgce w stanie wylgczonym.

Uwaga 2:  Pozycja 3A001.h. obejmuje:

—  tranzystory polowe zkgczowe (JFET);
—  pionowe tranzystory polowe ztgczowe (VJFET);

—  tranzystory polowe o strukturze metal-tlenek-pdtprzewodnik (MOSFET);

—  podwdjny dyfuzyjny tranzystor polowy o strukturze metal-tlenek-pétprzewodnik
(DMOSEET};

—  tranzystor bipolarny z izolowang bramkg (IGBT);

—  tranzystory z wysokg ruchliwoscig elektronow (HEMT);
—  tranzystory bipolarne zlgczowe (BJT);

—  tyrystory i krzemowe prostowniki sterowane (SCR);

—  tyrystory wylgczalne prgdem bramki (GTO);

—  tyrystory wylgczalne emiterem (ETO);

—  diody PiN;

—  diody Schottky ‘ego;
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Uwaga 3:  Pozycja 3A001.h. nie obejmuje kontrolg przelgcznikéw, diod ani ‘modutéw’ znajdujgcych sig
w urzgdzeniach przeznaczonych do zastosowania w cywilnych pojazdach drogowych, cywilnych
pojazdach kolejowych lub »cywilnych statkach powietrznyche.

Uwaga techniczna:

Do celéw pozycji 3A001.h. ‘moduly’ zawierajg jeden lub wigcej pétprzewodnikowych przetgcznikéw lub diod.

i.  elektrooptyczne modulatory intensywnosci, amplitudy lub fazy, zaprojektowane do sygnaléw
analogowych i spetniajace ktérekolwiek z ponizszych kryteriow:

1. maksymalna czgstotliwo$¢ robocza wigksza niz 10 GHz, ale mniejsza niz 20 GHz, optyczna
tlumienno$¢ wtraceniowa réwna lub mniejsza niz 3 dB i spelniajace ktérekolwiek z ponizszych
kryteriow:

a.  ‘napiecie pétfalowe’ (Vi) mniejsze niz 2,7 V przy pomiarze dla czestotliwosci 1 GHz lub
nizszej; lub

b.  ‘Vr' mniejsze niz 4 V przy pomiarze dla czestotliwosci wigkszej niz 1 GHz; lub

2. maksymalna czestotliwo$¢ robocza réwna lub wigksza niz 20 GHz, optyczna tlumienno$é
wtraceniowa rowna lub mniejsza niz 3 dB i spetniajace ktérekolwiek z ponizszych kryteriow:

a.  ‘Vr' mniejsze niz 3,3 V przy pomiarze dla czgstotliwosci 1 GHz lub nizszej; lub
b. V' mniejsze niz 5 V przy pomiarze dla czestotliwosci wigkszej niz 1 GHz.
Uwaga: Pozycja 3A001.i. obejmuje modulatory elektrooptyczne wyposazone w optyczne zkgcza wejsciowe

i wyjciowe (np. kable z widkien swiattowodowych).

Uwaga techniczna:

Do celéw pozycji 3A001.i. ‘napiecie potfalowe’ (V') oznacza zastosowane napigcie niezbedne do zmiany fazy
0 180 stopni w diugosci fali $wietlnej rozprzestrzenianej przez modulator optyczny.

3A002 Nastepujace »zespoly elektroniczne«, moduly i sprzet ogdlnego przeznaczenia:
a.  nastepujacy sprzet do rejestracji i oscyloskopy:
1.  nieuzywane;
2. nieuzywane;
3.  nieuzywane;
4. nieuzywane;
5. nieuzywane;
6.  cyfrowe rejestratory danych spelniajace wszystkie ponizsze kryteria:

a.  posiadajace trwalg ‘przepustowos¢ ciggla’ wyzsza niz 6,4 Gbit/s do dysku lub napedu
polprzewodnikowego; oraz

b.  dokonujace »przetwarzania sygnaléw« danych sygnatu czestotliwosci radiowych podczas

ich rejestracji;

Uwagi techniczne:

Do celéw pozycji 3A002.4.6.:

1. W przypadku rejestratoréw o réwnoleglej architekturze szyn ‘przepustowosc ciggly’ okresla sig jako
iloczyn najwigkszej predkosci transmisji stéw i liczby bitow w stowie.

2. ‘PrzepustowosC ciggla’ oznacza najwigkszg predko$é rejestracji danych przez urzgdzenie na dysku lub
W napgdzie pélprzewodnikowym, bez utraty informadji, z utrzymaniem predkosci cyfrowych danych
wejsciowych lub predkosci przetwarzania digitalizatora.
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7.

oscyloskopy czasu rzeczywistego spelniajace wszystkie ponizsze kryteria:

a.  napiecie szuméw $redniokwadratowych (rms) ma warto$¢ mniejsza niz 2 % pelnej skali
przy nastawie skali pionowej zapewniajacej najnizsza warto$¢ szumow; oraz

b.  ‘gbrna czestotliwo$é 3 dB’ wyzsza niz 90 GHz w dowolnym kanale.

Uwaga: Pozycja 3A002.a.7. nie obejmuje kontrolg oscyloskopow pracujgcych w trybie

probkowania ekwiwalentnego (ETS).

Uwagi techniczne:

Do celow pozycji 3A002.a.7.b.:

1. ‘Gdrna czgstotliwos¢ 3 dB’ oznacza wyzszg z nastgpujgcych wartosci:
a.  deklarowana szeroko$¢ pasma 3 dB oscyloskopu; lub
b.  maksymalna gérna granica zakresu czgstotliwosci kazdego ‘przesuwnego okna pasma’.
2. ‘Przesuwne okno pasma’ to filtr Srodkowoprzepustowy z czgstotliwoscig Srodkowg lub
szerokoscig pasma (zakresem) okreslanymi przez uzytkownika.
b.  nieuzywane;
c.  »analizatory sygnalow, takie jak:
1. »analizatory sygnatéw«, w ktdrych szeroko$¢ pasma o rozdzielczosci 3 dB przekracza 40 MHz
w dowolnym punkcie zakresu czestotliwosci przekraczajacego 31,8 GHz, lecz nieprzekra-
czajacego 37 GHz;
2. ranalizatory sygnaléw«, w ktorych Sredni wyswietlany poziom szumu (DANL) jest mniejszy
(lepszy) niz -160 dBm/Hz w dowolnym punkcie zakresu czestotliwosci przekraczajacego
43,5 GHz, lecz nieprzekraczajacego 110 GHz;
3. »analizatory sygnaléw« o czestotliwosci powyzej 110 GHz;
4. analizatory sygnaléw« spelniajace wszystkie ponizsze kryteria:

a. eroko$¢ pasma czasu rzeczywiste rzekraczajaca ; ora
‘szeroko$¢ pas zasu rzeczywistego’ przekracz 520 MHz; oraz

b.  spelniajace ktorekolwiek z ponizszych kryteriéw:

1.

100 % prawdopodobiefistwa odkrycia przy mniejszej niz 3 dB redukeji w stosunku
do pelnej amplitudy w zwigzku z przerwami lub okienkowaniem sygnaléw
o dlugosci trwania wynoszacej 8 ps lub mniej; lub

posiadajace funkcje ‘wyzwalania maska czestotliwosci’ ze 100 % prawdopodo-
bienstwem wyzwolenia (przechwycenia) dla sygnaléow o dlugosci trwania
wynoszacej 8 ps lub mniej;

Uwagi techniczne:

1.

Do celéw pozycji 3A002.c.4.a. ‘szeroko$¢ pasma czasu rzeczywistego™ oznacza najwigkszy
zakres czgstotliwosci, dla jakiego analizator moze przeksztatcal w trybie cigglym dane
z domeny czasowej catkowicie w wyniki z domeny czgstotliwosci za pomocg transformacji
Fouriera lub innej dyskretnej w czasie transformacji, ktéra przetwarza kazdy przychodzgcy
punkt czasu bez powodowanego przez przerwy lub efekty okna (windowing) zmniejszania sig
mierzonej amplitudy o wigcej niz 3 dB ponizej rzeczywistej amplitudy sygnatu, i moze
jednoczesnie wydac i wyswietli¢ przeksztatcone dane.

Do celéw pozygji 3A002.c.4.b.1. prawdopodobieristwo odkrycia okreslane jest réwniez jako
prawdopodobieristwo przechwycenia.

Do celéw pozycji 3A002.c.4.b.1. czas trwania dla 100 % prawdopodobiefistwa odkrycia
réwny jest minimalnej dhugosci trwania sygnatu niezbednej dla okreslonej niepewnosci
pomiaru poziomu.
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4. Do celéw pozycji 3A002.c.4.b.2. ‘metoda wyzwalania maskg czgstotliwosci’ oznacza
mechanizm, w ktorym funkcja wyzwalania jest zdolna do wybrania zakresu czgstotliwosci,
ktéry ma byC wyzwalany, jako podzbioru odbieranej szerokosci pasma, ignorujgc inne
sygnaly, ktore réwniez mogg by¢ obecne w tej samej odbieranej szerokosci pasma. ‘Metoda
wyzwalania maskg czgstotliwosci’ moze obejmowal wigcej niz jeden niezalezny zbior wartosci
granicznych.

Uwaga: Pozycja 3A002.c.4. nie obejmuje kontrolg »analizatoréw sygnatéw«, w ktorych zastosowano
jedynie filtry o staloprocentowej szerokosci pasma (znane réwniez jako filtry oktawowe lub
utamkowo-oktawowe).

5. nieuzywane;
d.  generatory sygnaléw spelniajgce ktorekolwiek z ponizszych kryteriéw:

1. przewidziane wedlug specyfikacji do generowania sygnaléw modulowanych impulsowo
spelniajacych wszystkie nastgpujace kryteria, w dowolnym punkcie zakresu czgstotliwosci
przekraczajgcego 31,8 GHz, lecz nieprzekraczajgcego 37 GHz:

a.  ‘czas trwania impulsu’ krdtszy niz 25 ns; oraz

b.  stosunek on/off réwny lub wigkszy niz 65 dB;

Uwaga techniczna:

Do celéw pozycji 3A002.d.1.a.‘czas trwania impulsu’ definiuje si¢ jako czas uptywajgcy migdzy momentem
osiggnigcia przez zbocze narastajgce impulsu wartosci 50 % amplitudy impulsu a momentem osiggniecia
przez zbocze opadajgce wartosci 50 % amplitudy impulsu.

2. moc wyjSciowa przekraczajagca 100 mW (20 dBm) w dowolnym punkcie zakresu czgstotliwosci
przekraczajacego 43,5 GHz, lecz nieprzekraczajacego 110 GHz;

3. »czas przelaczania czestotliwosci« okreslony przez jeden z ponizszych przypadkéw:
a.  nieuzywane;

b.  krétszy niz 100 ps dla kazdej zmiany czestotliwosci przewyzszajacej 2,2 GHz w zakresie
czestotliwosci przekraczajacym 4,8 GHz, ale nieprzekraczajacym 31,8 GHz;

c. nieuzywane;

d.  krotszy niz 500 ps dla kazdej zmiany czestotliwosci przewyzszajacej 550 MHz w zakresie
czestotliwosci przekraczajacym 31,8 GHz, ale nieprzekraczajagcym 37 GHz;

e.  krotszy niz 100 ps dla kazdej zmiany czestotliwosci przewyzszajacej 2,2 GHz w zakresie
czestotliwosci przekraczajacym 37 GHz, ale nieprzekraczajacym 75 GHz; lub

f.  nieuzywane;

g.  krotszy niz 100 ps dla kazdej zmiany czestotliwosci przewyzszajacej 5,0 GHz w zakresie
czestotliwosci przekraczajacym 75 GHz, ale nieprzekraczajacym 110 GHz;

4. zaklocenie fazowe pojedynczej wstegi bocznej (SSB) w dBc/Hz, spelniajace ktdrekolwiek
z ponizszych kryteriéw:

a.  mniejsze (lepsze) niz -(126 + 20log,oF - 20log,of) w dowolnym punkcie w zakresie
10 Hz < F < 10 kHz w dowolnym punkcie zakresu czestotliwosci przekraczajacego
3,2 GHz, lecz nieprzekraczajacego 110 GHz; lub

b.  mniejsze (lepsze) niz -(206 - 20logiof) w dowolnym punkcie w zakresie
10 kHz < F < 100 kHz w dowolnym punkcie zakresu czestotliwosci przekraczajacego
3,2 GHz, lecz nieprzekraczajacego 110 GHz;

Uwaga techniczna:

Do celow pozygi 3A002.d.4. F oznacza przesunigcie w stosunku do czgstotliwosci roboczej w Hz,
a f oznacza czgstotliwos¢ roboczg w MHz.
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5. ‘szeroko$¢ pasma modulacji RF sygnaléw podstawowego pasma cyfrowego okre$lona wedtug
ktoregokolwiek z nastepujacych kryteriow:

a.  przekraczajaca 2,2 GHz w zakresie czgstotliwosci przekraczajacym 4,8 GHz, lecz
nieprzekraczajacym 31,8 GHz;

b.  przekraczajgca 550 MHz w zakresie czestotliwo$ci przekraczajgcym 31,8 GHz, lecz
nieprzekraczajacym 37 GHz;

c.  przekraczajgca 2,2 GHz w zakresie czestotliwosci przekraczajacym 37 GHz, lecz
nieprzekraczajacym 75 GHz; lub

d.  przekraczajgca 50 GHz w zakresie czestotliwosci przekraczajgcym 75 GHz, lecz

nieprzekraczajacym 110 GHz; lub

Uwaga techniczna:

Do celow pozycji 3A002.d.5. ‘szerokos¢ pasma modulacji RF oznacza szerokos¢ pasma czestotliwosci
radiowej (RF) zajmowang przez kodowany cyfrowo sygnat pasma podstawowego modulowany do sygnatu
RF. Nazywa si¢ jg réwniez szerokoscig pasma informacji lub szerokoscig pasma modulacji wektorowe;.
Modulacja cyfrowa I/Q jest techniczng metodg generowania sygnatu wyjsciowego RF modulowanego
wektorowo, ktdry to sygnat wyjsciowy jest zwykle okreslany jako majgcy ‘szerokos¢ pasma modulacji RF.

6.  maksymalna czgstotliwos¢ przewyzszajaca 110 GHz;
Uwaga 1:  Pozycja 3A002.d. obejmuje generatory funkgji i przebiegéw arbitralnych.

Uwaga 2:  Pozycja 3A002.d. nie obejmuje kontrolg sprzetu, w ktdrym czestotliwos¢ wyjsciowa jest
wytwarzana poprzez dodawanie lub odejmowanie dwdch lub wigcej czgstotliwosci oscylatoréw
kwarcowych lub poprzez dodawanie lub odejmowanie, a nastepnie mnozenie uzyskanego wyniku.

Uwaga techniczna:

Do celéw pozycji 3A002.d. maksymalna czestotliwos¢ wyjsciowa generatora funkcji i przebiegéw arbitralnych
obliczana jest przez podzielenie czgstotliwosci prébkowania, w liczbie prébek na sekundg, przez wspéczynnik 2,5.

e.  analizatory sieci spelniajace ktérekolwiek z ponizszych kryteriéw:

1. moc wyjSciowa przekraczajaca 100 mW (20 dBm) w dowolnym punkcie zakresu czgstotliwosci
przekraczajacego 43,5 GHz, lecz nieprzekraczajgcego 110 GHz;

2. nieuzywane;
3. ‘funkcja pomiaru wektora nieliniowego’ przy czestotliwosciach przekraczajacych 50 GHz, ale

nieprzekraczajacych 110 GHz; lub

Uwaga techniczna:

Do celéw pozycji 3A002.e.3. ‘funkcgja pomiaru wektora nieliniowego’ to zdolnos¢ instrumentu do
analizowania wynikéw testéw urzgdzer stosowanych w modelach wielkosygnatowych lub w zakresie
zaklcert nieliniowych.

4. maksymalna czestotliwo$¢ robocza przewyzszajaca 110 GHz;
f.  kontrolne odbiorniki mikrofalowe spelniajace wszystkie ponizsze kryteria:
1. maksymalna czgstotliwo$¢ robocza przewyzszajaca 110 GHz; oraz
2. posiadajace mozliwo$¢ jednoczesnego pomiaru amplitudy i fazy;
g.  atomowe wzorce czgstotliwosci, ktére spelniajg ktérekolwiek z ponizszych kryteriow:
1. sarklasy kosmicznej;

2. sgnierubidowe, a ich stabilno$¢ dlugookresowa jest mniejsza (lepsza) niz 1 x 107! miesiac; lub
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3. nie sa »klasy kosmicznej« i spelniajg wszystkie ponizsze kryteria:
a.  sgrubidowymi wzorcami czgstotliwosci;
b.  ich stabilno§¢ dlugookresowa jest mniejsza (lepsza) niz 1 x 10! /miesigc; oraz
c.  ich catkowite zuzycie energii jest nizsze niz 1 W;

h.  »zespoly elektroniczne«, moduly i sprzet, przewidziane do wykonywania wszystkich nastepujacych

funkgji:
1. przetwarzanie analogowo-cyfrowe spelniajace dowolne z nastepujacych kryteriéw:
a.  rozdzielczo§¢ 8 bitéw lub wiecej, lecz ponizej 10 bitdéw i »czestotliwos$¢ prébkowaniac

wieksza niz 1,3 giga prébek/sek (GSPS);

b.  rozdzielczo$¢ 10 bitéw lub wigcej, lecz ponizej 12 bitéw i »czestotliwo$é probkowaniac
wigksza niz 1,0 GSPS;

c.  rozdzielczo$¢ 12 bitéw lub wigcej, lecz ponizej 14 bitéw i »czestotliwo$é probkowaniac
wigksza niz 1,0 GSPS;

d.  rozdzielczo$¢ 14 bitéw lub wigcej, lecz ponizej 16 bitéw i »czestotliwo$é probkowania«
wicksza niz 400 mega probek/sek (MSPS); lub

e.  rozdzielczo$¢ 16 bitéw lub wigcej i »czgstotliwosé probkowania« wigksza niz 180 MSPS;
oraz

2. dowolne z nastgpujacych funkgji:
a.  wyjscie danych przetworzonych cyfrowo;
b.  przechowywanie danych przetworzonych cyfrowo; lub

c.  przetwarzanie danych przetworzonych cyfrowo.

N.B. Cyfrowe rejestratory danych, oscyloskopy, »analizatory sygnatuc, generatory sygnatu, analizatory
sieci oraz kontrolne odbiorniki mikrofalowe sg wyszczegdlnione odpowiednio w pozycjach
3A002.a.6., 3A002.4.7., 3A002.c., 3A002.d., 3A002.¢. oraz 3A002.f.

Uwagi techniczne:

Do celow pozycji 3A002.h.:
1. Rozdzielczos¢ n bitéw odpowiada kwantowaniu na 2" poziomach.

2. Rozdzielczos¢ przetwornika ADC oznacza liczbe bitow wyjscia ¢yfrowego  ADC
odpowiadajgcg pomiarowi wejscia analogowego. Efektywnej liczby bitéw (ENOB) nie
stosuje sig do okreslania rozdzielczosci ADC.

3. W przypadku nieprzeplatanych wielokanatowych »zespotéw elektronicznyche«, modutéw lub
sprzgtu »czgstotliwos prébkowania« nie jest agregowana i »czgstotliwos¢ probkowaniac jest
maksymalng wielkoscig pojedynczego kanatu.

4. W przypadku kanatow wplecionych w wielokanatowych »zespotach elektronicznyche,
modutach lub sprzecie »czgstotliwosci prébkowania« sq agregowane i »czgstotliwosé
probkowania« jest maksymalng tgczng catkowitq czestotliwoscig wplecionych kanatéw.

Uwaga: Pozycja 3A002.h. obejmuje karty ADC, przetworniki falowe, karty zbierania
danych, tablice przyjmowania sygnatu oraz rejestratory stanéw przejsciowych.

3A003 Systemy sterowania temperaturg z chlodzeniem natryskowym, wykorzystujgce umieszczone
w uszczelnionych obudowach urzadzenia z zamknigtym obiegiem do transportu i regenerowania plynu,
w ktorych plyn dielektryczny jest przy uzyciu specjalnie zaprojektowanych dysz rozpylany na elementy
elektroniczne w celu utrzymania ich w dopuszczalnym przedziale temperatur pracy, a takze specjalnie
zaprojektowane do nich czgsci sktadowe.

3A101 Sprzet, przyrzady i elementy elektroniczne, inne niz wyszczegdlnione w pozycji 3A001, takie jak:

a.  przetworniki analogowo-cyfrowe (ADC), wykorzystywane w »pociskach rakietowyche, spelniajace
wymagania wojskowe dla urzadzeri odpornych na wstrzasy;
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b.  akceleratory zdolne do generowania promieniowania elektromagnetycznego, wytwarzanego w wyniku
hamowania elektronéw o energii 2 MeV lub wigkszej oraz systemy zawierajace takie akceleratory.

Uwaga: Powyzsza pozycja 3A101.b. nie okresla sprzgtu specjalnie zaprojektowanego do zastosowar
medycznych.
3A102 ‘Baterie termiczne’ zaprojektowane lub zmodyfikowane dla ‘pociskéw rakietowych’

Uwagi techniczne:

1. W pozygi 3A102 ‘baterie termiczne’ oznaczajg baterie jednorazowego uzycia zawierajgce jako elektrolit
nieprzewodzgcy sol nieorganiczng w stanie stalym. Baterie te zawierajg materiat pirolityczny, ktdry po zapaleniu
topi elektrolit i uruchamia baterig.

2. W pozygi 3A102 ‘pociski rakietowe’ oznaczajg kompletne systemy rakietowe i systemy bezzatogowych statkow
powietrznych, o zasiggu przekraczajgcym 300 km.

3A201 Podzespoly elektroniczne, inne niz wyszczegé6lnione w pozycji 3A001, takie jak:

a.  kondensatory posiadajgce jeden z nastepujacych zestawow cech:

1. a.  napigcie znamionowe wigksze niz 1,4 kV;
b.  zgromadzona energia wigksza niz 10 J;
c.  reaktancja pojemnoSciowa wigksza niz 0,5 pF; oraz
d.  indukcyjno$¢ szeregowa mniejsza niz 50 nH. lub

2. a napiecie znamionowe wigksze niz 750 V;
b.  reaktancja pojemno$ciowa wigksza niz 0,25 pF; oraz
c.  indukcyjno$¢ szeregowa mniejsza niz 10 nH.

b.  nadprzewodnikowe elektromagnesy solenoidalne posiadajace wszystkie nizej wymienione cechy:

1. zdolne do wytwarzania pol magnetycznych o natezeniu wickszym niz 2 T;

o stosunku dtugosci do Srednicy wewnetrznej wickszym niz 2;

2
3. o $rednicy wewnetrznej wigkszej niz 300 mm; oraz
4

wytwarzajace pole magnetyczne o réwnomierno$ci rozkladu lepszej niz 1 % w zakresie
srodkowych 50 % objetoici wewnetrznej;

Uwaga:

Pozycja 3A201.b. nie obejmuje kontrolg magneséw specjalnie zaprojektowanych i eksportowanych
jjako czgsci” medycznych systeméw do obrazowania metodg jgdrowego rezonansu magnetycznego
(NMR). Sformutowanie ‘jako czesci’ niekoniecznie oznacza fizyczng czesé wehodzgeq w sktad tej
samej partii wysylanego wyrobu; dopuszcza sig mozliwosé oddzielnych wysytek z réznych Zrodel,
pod warunkiem ze w towarzyszgcej im dokumentacji eksportowej wyraznie okresla sig, Ze wysylane
wyroby sq dostarczane jako czgs¢’ systemu obrazowania.

c.  generatory blyskowe promieniowania rentgenowskiego lub impulsowe akceleratory elektronéw
posiadajace jeden z nastgpujgcych zestawdw cech:

1. a.
b.

2. a
b.

Uwaga:

energia szczytowa akceleratora elektronéw réwna 500 keV lub wigksza, ale mniejsza niz
25 MeV; oraz

‘wspélczynnik oceny’ (K) réwny 0,25 lub wickszy; lub

energia szczytowa akceleratora elektronéw réwna 25 MeV lub wigksza; oraz

‘moc szczytowa' powyzej 50 MW.
Pozycja 3A201.c. nie obejmuje kontrolg akceleratorow stanowigcych elementy skladowe urzgdzen
zaprojektowanych do innych celow niz wytwarzanie wigzek elektronéw Ilub promieniowania

rentgenowskiego (np. mikroskopy elektronowe) ani urzgdzeri zaprojektowanych do zastosowarn
medycznych.

ELL http://data.europa.eu/elijreg_del/2025/2003/oj

133/251



PL

Dz.U.L z 14.11.2025

3A201

3A225

c.  (cigg dalszy)
Uwagi techniczne:

1. ‘Wspékezynnik oceny’ K jest zdefiniowany jako:
K=17x 10°V*%Q
gdzie V jest szczytowg energig elektrondw w milionach elektronowoltow.

Jezeli czas trwania impulsu wigzki akceleratora jest réwny 1 ps lub krdtszy, to Q jest catkowitym tadunkiem
przyspieszanym, wyrazonym w kulombach. Jezeli czas trwania impulsu wigzki akceleratora jest wigkszy niz
1 ps, to Q jest maksymalnym tadunkiem przyspieszanym w 1 ps.

Q réwna sig calce z i po t, w przedziale o dtugosci réwnym mniejszej z dwdch wartosci: 1 ps lub czasu
trwania impulsu wigzki (Q = [ idt), gdzie i jest pradem wigzki w amperach, a t jest czasem w sekundach.

2. ‘Moc szczytowa’ = (napigcie szczytowe w woltach) x (szczytowy prgd wigzki w amperach).

3. W maszynach bazujgcych na mikrofalowych akceleratorach rezonatorowych czas trwania impulsu wigzki
jest mniejszg z nastgpujgcych dwdch wartosci: 1 ps lub czas emisji pakietu wigzek wynikajgcych z jednego
impulsu modulatora mikrofalowego.

4. W maszynach bazujgcych na mikrofalowych akceleratorach rezonatorowych szczytowa wartosé prgdu
wigzki jest wartoscig Srednig prgdu podczas emisji pakietu wigzek.

Przemienniki czestotliwosci lub generatory, inne niz wyszczeg6lnione w pozycji 0B001.b.13., ktére moga
by¢ uzywane jako naped silnikowy zmiennej lub stalej czestotliwosci, posiadajace wszystkie nizej
wymienione cechy:

N.B.1. »Oprogramowanie« specjalnie zaprojektowane w celu poprawy lub wykorzystania wydajnosci przemiennika
czgstotliwosci lub generatora, tak by odpowiadaly cechom pozycji 3A225, jest wymienione w pozycji
3D225.

N.B.2. »Technologia« w postaci kodéw Tub kluczy, stuzgca do poprawy Iub wykorzystania wydajnosci
przemiennika czgstotliwosci lub generatora, tak by odpowiadaty cechom pozycji 3A225, jest wymieniona
w pozycji 3E225.

a.  wyjscie wielofazowe zapewniajace moc réwng 40 VA lub wigkszg;

b.  pracujace w zakresie czestotliwosci réwnym lub wigkszym niz 600 Hz; oraz

c.  dokladnos¢ regulacji czestotliwosci lepsza (mniejsza) niz 0,2 %.

Uwaga: Pozycja 3A225 nie obejmuje kontrolg przemiennikéw czgstotliwosci lub generatoréw, jesli posiadajg
osprzgt, »oprogramowanie« lub »technologig«, ktorych pewne cechy ograniczajg skutecznos¢ bgdz
wydajno$¢ do poziomu nizszego niz okreslony powyzej, pod warunkiem ze spelniajg ktdrekolwiek
z ponizszych kryteriow:

1. w celu dokonania w nich ulepszeri lub zmniejszenia ograniczer muszg zostaé odestane do
pierwotnego producenta;

2. w celu poprawy lub wykorzystania wydajnosci, pozwalajgcych na spelnienie wymogéw
wymienionych w pozycji 3A225 wymagajg »oprogramowania« okreslonego w pozycji 3D225; lub

3. w celu poprawy lub wykorzystania wydajnosci, pozwalajgcych na spetnienie wymogéw

wymienionych w pozycji 3A225 wymagajg »technologii« w postaci kluczy lub kodéw okreslonej
w pozycji 3E225.

Uwagi techniczne:
1. Przemienniki czgstotliwosci w pozycji 3A225, nazywane sq réwniez konwerterami lub inwerterami.

2. Przemienniki czgstotliwosci w pozycji 3A225 mogg by¢ wprowadzane na rynek jako generatory, elektroniczne
urzgdzenia testowe, zasilacze prgdu zmiennego, napedy silnikowe zmiennej predkosci, napedy zmiennej predkosci
(VSD), falowniki, napedy z regulowang czgstotliwoscig (AFD) lub napedy z regulowang predkoscig (ASD).
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3A226 Wysokonapigciowe zasilacze pradu stalego, inne niz wyszczegdlnione w pozycji 0B001.j.6., posiadajace
obydwie nizej wymienione cechy:

a.  zdolno$¢ do ciaglego wytwarzania, przez okres 8 godzin, napigcia 100 V lub wickszego z wyjiciem
pradowym 500 A lub wigkszym; oraz

b.  stabilno$¢ pradu lub napiecia, przez okres 8 godzin, lepsza niz 0,1 %.

3A227 Wysokonapieciowe zasilacze pradu stalego, inne niz wyszczegélnione w pozycji 0B001.j.5., posiadajace
obydwie nizej wymienione cechy:

a.  zdolno$¢ do ciaglego wytwarzania, przez okres 8 godzin, napigcia 20 kV lub wigkszego z wyjsciem
pradowym 1 A lub wigkszym; oraz

b.  stabilno$¢ pradu lub napigcia, przez okres 8 godzin, lepsza niz 0,1 %.

3A228 Nastepujace urzadzenia przelaczajace:

a.  lampy elektronowe o zimnej katodzie, bez wzgledu na to, czy s3 napelnione gazem czy tez nie,
pracujgce podobnie do iskiernika i posiadajace wszystkie nizej wymienione cechy:

1. skladajace si¢ z trzech lub wigcej elektrod;
2. szczytowa warto$¢ napiecia anody 2,5 kV lub wiecej;
3. szczytowa warto§¢ natezenia pradu anodowego 100 A lub wigcej; oraz

4. czas zwloki dla anody réwny 10 ps lub mniej;

Uwaga: Pozycja 3A228.a obejmuje gazowe lampy kriotronowe i prozniowe lampy sprytronowe.
b.  iskierniki wyzwalane, posiadajace obydwie nizej wymienione cechy:

1. czas zwloki dla anody réwny 15 ps lub mniej; oraz

2. przystosowane do znamionowych pradéw szczytowych rownych 500 A lub wigkszych;

c.  moduly lub zespoly do szybkiego przelaczania funkgji, inne niz wyszczegélnione w pozycji 3A001.g.
lub 3A001.h., posiadajace wszystkie nizej wymienione cechy:

1. szczytowa warto$¢ napigcia anody réwna 2 kV lub wigcej;
2. szczytowa warto$¢ natgzenia pradu anodowego 500 A lub wigcej; oraz

3. czas wlaczania réwny 1 ps lub mniej.
3A229 Generatory impulséw wysokopradowych, takie jak:

N.B. ZOB. TAKZE WYKAZ UZBROJENIA.

a.  zestawy zaplonowe do detonatoré6w (zapalniki, zaplonniki), w tym zestawy zaplonowe uruchamiane
elektronicznie, eksplozjg i optycznie, inne niz te wymienione w pozycji 1A007.a., zaprojektowane do
uruchamiania kontrolowanych detonatoréw wielokrotnych wymienionych w pozycji 1A007.b.;

b.  modulowe generatory impulséw elektrycznych (impulsatory) posiadajace wszystkie nizej wymienione
cechy:

1. zaprojektowane do urzadzefi przenosnych, przewoznych lub innych narazonych na wstrzasy;

2. zdolne do dostarczenia swojej energii w czasie krétszym niz 15 ps przy obcigzeniu ponizej 40 Q;
3. posiadajgce wyjicie pradowe powyzej 100 A;

4. zaden z wymiar6w nie przekracza 30 cm;

5. masa mniejsza niz 30 kg; oraz

6.  zaprojektowane do pracy w rozszerzonym zakresie temperatur 223 K (-50 °C) do 373 K (100 °C)
lub nadajace si¢ do stosowania w przestrzeni powietrzne;.

Uwaga: Pozycja 3A229.b. obejmuje wzbudnice ksenonowych lamp blyskowych.
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c.  jednostki mikrowyladowcze posiadajace wszystkie z nastgpujacych cech:
1. Zaden z wymiaréw nie przekracza 35 mm;
2. napigcie znamionowe réwne lub wigksze niz 1 kV; oraz

3. reaktancja pojemno$ciowa rowna lub wigksza niz 100 nF.

3A230 Szybkie generatory impulsowe oraz ich ‘glowice impulsowe’, posiadajace obydwie nizej wymienione cechy:
a.  napigcie wyjSciowe wigksze niz 6 V, przy obciazeniu rezystancyjnym mniejszym niz 55 Q; oraz

b.  ‘czas narastania impulséw’ mniejszy niz 500 ps.

Uwagi techniczne:

1. W pozygi 3A230 ‘czas narastania impulsow’ definiuje sig jako przedziat czasowy pomiedzy 10 % a 90 %
amplitudy napigcia.

2. ‘Glowice impulsowe’ oznaczajg sieci formowania impulséw zaprojektowane do przyjmowania funkgji skokowej
napigcia i ksztaltowania réznych przebiegow, np. prostokgtnych, tréjkgtowych, skokowych, impulsowych lub
wykladniczych. ‘Glowice impulsowe’ mogg stanowiC integralng czgs generatora impulséw, modut podlgczany do
urzgdzenia lub tez zewngtrznie podigczane urzgdzenie.

3A231 Generatory neutronéw, w tym lampy, majace obie nastepujace wlasciwosci:
a.  zaprojektowane do pracy bez zewnetrznych instalacji prozniowych; oraz
b.  wykorzystujace ktdrekolwiek z ponizszych:
1. przyspieszanie elektrostatyczne do wzbudzania reakcji jadrowej trytu z deuterem, lub

2. przyspieszanie elektrostatyczne do wzbudzania reakcji jadrowej deuteru z deuterem
i pozwalajgce uzyskac wynik 3 x 10° neutronéw/s lub wigkszy.

3A232 Nastepujace wielopunktowe instalacje inicjujace, inne niz wymienione w pozycji 1A007:
N.B. ZOB. TAKZE WYKAZ UZBROJENIA.

Zob. pozygja 1A007.b. w odniesieniu do detonatordw.

nieuzywane;

SR N P4
o]

instalacje z detonatorami pojedynczymi lub wielokrotnymi, przeznaczone do prawie réwnoczesnego
inicjowania wybuchéw na obszarze wigkszym niz 5000 mm? za pomocg pojedynczego sygnatu
zaplonowego przy opdznieniu synchronizacji na calej powierzchni mniejszym niz 2,5 ps.

Uwaga: Pozygja 3A232 nie obejmuje kontrolg zaplonnikéw wykorzystujgcych wylgeznie inicjujgce materialy
wybuchowe, takie jak azydek ofowiawy.

3A233 Nastepujace spektrometry masowe, inne niz wyszczegélnione w pozycji 0B002.g., zdolne do pomiaru mas
jonéw o wartosci 230 jednostek masy atomowej lub wigkszej oraz posiadajace rozdzielczo¢ lepszg niz 2
czesci na 230, oraz zrédla jondw do tych urzadzen:

a.  plazmowe spektrometry masowe ze sprz¢zeniem indukcyjnym (ICP/MS);
b.  jarzeniowe spektrometry masowe (GDMS);
c.  termojonizacyjne spektrometry masowe (TIMS);

d.  spektrometry masowe z zespolami do bombardowania elektronami posiadajace obydwie ponizsze
cechy:

1. uklad wlotowy wiazki molekularnej, ktéry wprowadza skolimowang wigzke molekul do celéw
analitycznych w rejon Zrédla jondw, gdzie molekuly sa jonizowane przez wigzke elektronéw;
oraz

2. co najmniej jedng ‘wymrazarke’, ktorg mozna schtodzi¢ do temperatury 193 K (-80 °C);
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e. nieuzywane;
f.  spektrometry masowe ze Zrédtem jonéw do mikrofluoryzacji zaprojektowane do pracy w obecnosci

aktynowc6w lub fluorkéw aktynowcow.

Uwagi techniczne:

1. Spektrometry masowe z zespotami do bombardowania elektronami wymienione w pozycji 3A233.d. znane sq
réwniez jako spektrometry masowe z jonizacjg strumieniem elektronéw lub spektrometry masowe z jonizacjg
elektronowg.

2. W pozygi 3A233.4.2. ‘wymrazarka’ jest urzqdzeniem, ktore przechwytuje molekuly gazu, kondensujgc je lub
zamrazajgc na zimnych powierzchniach. Do celow pozycji 3A233.d.2. kriogeniczna pompa prozniowa
z zamknigtym obwodem helu w stanie gazowym nie jest ‘wymrazarkg’.

3A234 Linie paskowe zapewniajace Sciezke o malej indukcyjnosci do detonatoréw, posiadajace nastgpujace cechy:
a.  napigcie znamionowe wigksze niz 2 kV; oraz

b.  indukcyjno$¢ mniejsza niz 20 nH.

3A501 Nastepujace produkty elektroniczne:
a.  nastepujace uklady scalone ogélnego przeznaczenia:

15. uklady scalone uzupelniajacych struktur metal-tlenek-péiprzewodnik (CMOS), niewyszcze-
gblnione w pozycji 3A001.a.2., zaprojektowane do dzialania w temperaturze otoczenia réwnej
lub mniejszej (lepszej) niz 4,5 K (- 268,65 °C);

Uwaga techniczna:

Do celéw pozyci 3A501.a.15. uklady scalone CMOS nazywane sq réwniez kriogenicznymi ukladami
scalonymi CMOS lub uktadami scalonymi krio-CMOS.

16. uklady scalone posiadajace jedna lub wiecej jednostek przetwarzania cyfrowego o ‘catkowitej
wydajnosci przetwarzania’ (TPP’) wynoszacej 6 000 lub wigcej;

N.B. W przypadku »komputerdw cyfrowyche i »zespotéw elektronicznych« zawierajgcych uktady
scalone wyszczegdlnione w pozycji 3A501.a.16., zob. pozycja 4A507.

Uwagi techniczne:

Do celow pozycji 3A501.4.16.:

1. ‘Catkowita wydajnos¢ przetwarzania’ (TPP’) = 2 x ‘MacTOPS’ x Ticzba bitéw operacji’, tgcznie dla
wszystkich jednostek przetwarzania w uktadzie scalonym.

a.  ‘MacTOPS’ to teoretyczna szczytowa liczba biliondw (10" operagji obliczeniowych typu
mnozenie—akumulacja (D=AxB+C) na sekunde.

b.  Mnoznik 2 we wzorze TPP’ wynika z przyjetej w branzy konwencji, zgodnie z ktérg jedno
obliczenie typu mnozenie—akumulacja, D=AxB+C, liczy si¢ jako dwie operacje do celow kart
katalogowych. W zwigzku z tym 2 x MacTOPS moze odpowiadaé wartosciom TOPS lub
FLOPS podanym w karcie katalogowe;.

¢.  ‘Liczba bitéw operagi’ w przypadku obliczenia typu mnozenie-akumulacja oznacza
najwigkszg liczbg bitéw danych wejsciowych operacji mnozenia.

d.  Aby uzyskaé wartos¢ catkowitg, sumuje si¢ TPP’ wszystkich jednostek przetwarzania
w ukladzie scalonym. TPP" = TPP1 + TPP2 + ... + TPPn (gdzie n to liczba jednostek
przetwarzania w uktadzie scalonym).
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3A501 a.  16. (cigg dalszy)

2. Wydajnos¢ ‘MacTOPS’ nalezy obliczal, przyjmujgc jej maksymalng teoretycznie mozliwg wartosc.
Przyjmuje sig, ze wydajnos¢ ‘MacTOPS’ to najwyzsza warto$¢ podana przez producenta w instrukgji
obstugi lub broszurze informacyjnej do danego uktadu scalonego. Na przyktad prég TPP’ wynoszgcy
6 000 mozna osiggngé przy 750 bln operacji na liczbach catkowitych (lub 2 x 375 ‘MacTOPS’)
przy 8 bitach bgdZz 300 bln FLOPS (lub 2 x 150 ‘MacTOPS’) przy 16 bitach. Jezeli uktad scalony
zaprojektowano do obliczeti MAC z roznymi liczbami bitéw, ktére dajg rozne wartosci TPP',
najwyzszg warto$¢ TPP’ nalezy poréwnac z parametrami okreslonymi w pozycji 3A501.a.16.

3. W przypadku ukladéw scalonych wyszczeg6inionych w pozycii 3A501.a.16., ktdre przetwarzajg
zaréwno macierze rzadkie, jak i geste, wartosci ‘TPP’ sq wartosciami dla przetwarzania macierzy
gestych (np. bez rzadkosci).

b nastepujace produkty mikrofalowe lub pracujgce na falach milimetrowych:
13. parametryczne wzmacniacze sygnatu spelniajace wszystkie ponizsze kryteria:
a.  zaprojektowane do pracy w temperaturze otoczenia ponizej 1 K (- 272,15 °C);
b.  zaprojektowane do pracy przy kazdej czgstotliwosci od 2 GHz do 15 GHz wlacznie; oraz

c.  stosunek sygnalu do szumu mniejszy (lepszy) niz 0,015 dB przy kazdej czestotliwosci
od 2 GHz do 15 GHz wigcznie, w temperaturze 1 K (- 272,15 °C).

Uwaga: Parametryczne wzmacniacze sygnatu obejmujg wzmacniacze parametryczne z falg biezgcg
(TWPA).

Uwaga techniczna:

Do celow pozycji 3A501.b.13. parametryczne wzmacniacze sygnatu mogg by¢ réwniez okreslane jako
wzmacniacze osiggajgce granicg kwantowg szumu (QLA).

3A502 Nastepujace »zespoly elektroniczne«, moduly i sprzet ogdlnego przeznaczenia:

i »zespoly elektroniczne«, moduly i sprzet zawierajace co najmniej jedno ‘konfigurowalne’
programowalne przez uzytkownika urzadzenie logiczne (FPLD) i posiadajace Taczng liczbe wejsé
w tablicach LUT réwng 1 800 000 lub wieksza.

N.B. Odnosnie do produktow zawierajgcych FPLD polgczonych z przetwornikiem analogowo-cyfrowym
(ADC), przystosowanych do pracy w rozszerzonym zakresie temperatur lub zabezpieczonych przed
promieniowaniem, bgdZ wyposazonych w funkde kryptograficzne, zob., odpowiednio, pozyce
3A002.h., 4A001.a. oraz 5A002.a.

Uwagi techniczne:

Do celéw pozycji 3A502.i.:

1. ‘Konfigurowalne’ przez uzytkownika oznacza, ze uzytkownik moze konfigurowac lub modyfikowaé komérki
logiczne lub polgczenia migdzy nimi w strukturze logicznej FPLD, aby okresli¢ konkretng funkcje, jakg
wykonuje produkt okreslony w pozycji 3A502.i.

2. ‘Lgczna liczba wejs¢ w tablicach LUT to suma niezaleznych wejs¢ dostgpnych w kazdej programowalnej
tablicy LUT, zliczona dla wszystkich fizycznych tablic LUT znajdujgcych sig w FPLD lub innym
programowalnym produkcie. Przyklad: plytka obwodu drukowanego zawierajgca 2 uktady FPGA, kazdy
posiadajgcy 150 000 programowalnych tablic LUT z 6 wejSciami, miataby tgczng liczbe wejs¢ w tablicach
LUT réwng 2 x 150 000 x 6 =1 800 000.

3A504 Systemy chlodzenia kriogenicznego i ich czgsci sktadowe, takie jak:

a.  systemy zaprojektowane do dostarczania mocy chlodniczej wigkszej lub réwnej 600 pW
w temperaturze réwnej 0,1 K (- 273,05 °C) lub nizszej przez okres dluzszy niz 48 godzin;

b.  dwustopniowe pulsacyjne chlodnice kriogeniczne przystosowane do utrzymywania temperatury
ponizej 4 K (-269,15 °C) i dostarczajagce moc chlodnicza wigksza niz 1,5 W lub réwna tej wartosci,
w temperaturze 4,2 K lub nizszej (- 268,95 °C).
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3B

3B001

Urzadzenia testujace, kontrolne i produkcyjne

Sprzet do wytwarzania urzadzen lub materialéw pétprzewodnikowych oraz specjalnie zaprojektowane do
niego czesci skladowe i akcesoria, w tym:

NB.

a.

ZOB. TAKZE POZYCJA 2B226.
nastepujacy sprzet zaprojektowany do osadzania warstwy epitaksjalnej:

1. sprzet zaprojektowany lub zmodyfikowany do wytwarzania powlok o réwnomiernej grubosci
z materialéw réznych od krzemu, wykonanych z dokladnoscia ponizej £ 2,5 % na odcinku
o dlugosci 75 mm lub wigkszym;

Uwaga: Pozycja 3B001.a.1. obejmuje urzgdzenia do epitaksji warstw atomowych.

2. reaktory do osadzania z par lotnych zwigzkéw metaloorganicznych (MOCVD), specjalnie
zaprojektowane do wytwarzania warstw epitaksjalnych pélprzewodnikéw z materiatéw
posiadajacych co najmniej dwa nastgpujace pierwiastki: glin, gal, ind, arsen, fosfor, antymon lub
azot;

3. sprzet wykorzystujacy wigzke molekularng do wytwarzania warstw epitaksjalnych z surowca
gazowego lub stalego;
N.B. Odnosnie do sprzgtu przeznaczonego do osadzania warstwy epitaksjalnej krzemu (Si) lub
krzemogermanu (SiGe), zob. pozycja 3B501.a.4.
sprzet zaprojektowany do implantacji jondw i spetniajacy ktdrekolwiek z ponizszych kryteriow:
1.  nieuzywane;

2. zaprojektowany i optymalizowany do dzialania z energia wiazki wynoszaca 20 keV lub wigcej
i pradem wiazki o wartosci 10 mA lub wigcej w celu implantacji wodoru, deuteru lub helu;

3. zdolno$¢ bezposredniego zapisu;

4. posiadajacy energi¢ wigzki wynoszaca 65 keV lub wigkszg oraz natezenie wiazki réwne 45 mA
lub wigksze, w celu wysokoenergetycznej implantacji tlenu w podgrzany pélprzewodnikowy
material »podtozac; lub

5. zaprojektowany i optymalizowany do dzialania z energia wigzki wynoszaca 20 keV lub wigcej
i pradem wiazki o wartosci 10 mA lub wiecej w celu implantacji krzemu w pélprzewodnikowy
material »podloza« podgrzany do temperatury 600 °C lub wyzszej;

nieuzywane;
nieuzywane;

automatycznie ladujgce si¢, wielokomorowe, centryczne systemy do wytwarzania plytek
elektronicznych spetniajace wszystkie ponizsze kryteria:

1. interfejsy wejsciowe i wyjSciowe do plytek, zaprojektowane z mysla o podlaczeniu wigcej niz
dwoch pelnigeych rézne funkcje ‘urzadzen do produkeji pétprzewodnikéw’ wymienionych
w poz. 3B001.a.1., 3B001.a.2., 3B001.a.3 lub 3B001.b,; oraz

2. zaprojektowane do tworzenia zintegrowanego systemu, dzialajagcego w warunkach prézni, do
‘sekwencyjnego wytwarzania plytek metodg powielania’;

Uwaga: Pozycja 3B001.e. nie obejmuje kontrolg automatycznych zrobotyzowanych systeméw wytwarzania
phytek elektronicznych, specjalnie zaprojektowanych do réwnoleglego wytwarzania plytek.

Uwagi techniczne:

1. Do celow pozyci 3B001.e.1 ‘urzgdzenia do produkgi pdotprzewodnikéw’ to urzgdzenia modularne
umozliwiajgce zachodzenie proceséw fizycznych wymaganych do »produkcji« pélprzewodnikéw; pelnig one
rozne funkcje, takie jak: osadzanie, implantacja lub obrobka cieplna.

2. Do celow pozycji 3B001.e.2. ‘sekwencyjne wytwarzanie plytek metodg powielania’ oznacza zdolnos¢ do
obrabiania kazdej plytki w innym ‘urzgdzeniu wytwarzajgcym pélprzewodniki’, np. przez przeniesienie
kazdej plytki z jednego urzgdzenia do drugiego i do kolejnego przy pomocy automatycznego
wielokomorowego centralnego systemu podawania plytek.
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f.  nastepujacy sprzet litograficzny:

1. sprzet do wytwarzania plytek elektronicznych poprzez pozycjonowanie, naswietlanie oraz
powielanie (bezposredni krok na plytke) lub skanowanie (skaner), z wykorzystaniem metody
fotooptycznej lub promieni rentgenowskich, spelniajacy ktérekolwiek z ponizszych kryteriow:

a.  zrodlo $wiatla o dlugosci fali krétszej niz 193 nm; lub
b.  zdolny do wytwarzania wzoréw o ‘rozmiarze minimalnej rozdzielczo$ci wymiarowej’

(MRF) 45 nm lub mniejszej;

Uwaga techniczna:

Do celow pozygji 3B001.f.1.b. ‘rozmiar minimalnej rozdzielczosci wymiarowej’ (MRF) obliczany jest
wedtug ponizszego wzoru:

MRE = (dtugosé fali Zrédta $wiatlta napromieniowujgcego w nm) x (wspélczynnik K)
apertura liczhowa

gdzie wspélczynnik K = 0,35.

N.B. ZOB. TAKZE POZYCJA 3B501.f.

2. urzadzenia do litografii nanodrukowej zdolne do drukowania elementéw o wielkosci 45 nm lub
mniejszych;
Uwaga: Pozycja 3B001.f.2. obejmuje:

—  narzgdzia do mikrodruku kontaktowego;
—  narzgdzia do wytlaczania na gorgco;
—  narzgdzia do litografii nanodrukowej;

—  narzgdzia do litografii »step-and-flash« (S-FIL).
3. sprzet specjalnie zaprojektowany do wytwarzania masek, spelniajacy wszystkie ponizsze kryteria:

a.  posiadajacy odchylang, zogniskowang wigzke elektrondw, jonéw lub wigzke »laserowas
oraz

b.  spelniajacy ktorekolwiek z ponizszych kryteriéw:

1. apertura plamki dla szerokosci piku w polowie jego wysokosci ponizej 65 nm
i umiejscowienie obrazu ponizej 17 nm ($rednia + 3 sigma); lub

2. nieuzywane;
3. blad nakladania drugiej warstwy mniejszy niz 23 nm (Srednia + 3 sigma) na maske;

4. sprzet zaprojektowany do wytwarzania przyrzadéw wykorzystujacy metody bezposredniego
nadruku i spelniajacy wszystkie ponizsze kryteria:

a.  wykorzystujacy odchylang, zogniskowana wigzke elektronéw; oraz
b.  spelniajacy ktorekolwiek z ponizszych kryteriéw:
1.  minimalny rozmiar wigzki réwny lub mniejszy niz 15 nm; lub
2. blad nakladania warstwy mniejszy niz 27 nm (Srednia + 3 sigma);
g.  maski i siatki optyczne zaprojektowane do uktadéw scalonych wymienionych w pozycji 3A001;

maski wielowarstwowe z warstwa z przesunigciem fazowym niewyszczeg6lnione w pozycji 3B001.g.
i zaprojektowane do stosowania w urzadzeniach litograficznych, w ktérych dlugos¢ fali Zrédla $wiatla
jest mniejsza niz 245 nm;

Uwaga: Pozycja 3B0OO1.h. nie obejmuje kontrolg wielowarstwowych masek z warstwg z przesunigciem
fazowym, zaprojektowanych do wytwarzania urzgdzeri pamigciowych, niewymienionych w pozycji
3A001.

140/251 ELL http://data.europa.eu/elijreg_del/2025/2003/oj



Dz.U. Lz 14.11.2025

PL

3B001
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3B501

h.  (cigg dalszy)

N.B. W przypadku masek i siatek optycznych specjalnie zaprojektowanych do czujnikéw optycznych zob.
pozycje 6B002.
i.  szablony do litografii nanodrukowej ukladow scalonych wyszczegélnionych w pozycji 3A001;
j- »polprodukty podlozy« maski z wielowarstwowg strukturg reflektora skladajaca si¢ z molibdenu

i krzemu oraz spelniajace wszystkie ponizsze kryteria:
1. specjalnie zaprojektowane do litografii w pasmie ‘ekstremalny nadfiolet’ (EUV’); oraz

2. zgodne ze standardem SEMI P37.

Uwaga techniczna:

Do celéw pozycji 3B001.j. ‘ekstremalny nadfiolet’ (EUV’) odnosi si¢ do dtugosci fali widma fal elektromagne-
tycznych wigkszej niz 5 nm i mniejszej niz 124 nm.

Nastepujacy sprzet testujacy specjalnie zaprojektowany do testowania gotowych i niegotowych elementéw
potprzewodnikowych oraz specjalnie zaprojektowane do niego czesci skladowe i akcesoria:

a.  do testowania S-parametréw produktéw wyszczeg6lnionych w pozycji 3A001.b.3.;

b.  nieuzywane;

¢.  do testowania produktéw wyszczegdlnionych w pozycji 3A001.b.2.

Sprzet do wytwarzania urzadzen lub materialéw pétprzewodnikowych oraz specjalnie zaprojektowane do
niego czedci skladowe i akcesoria, w tym:

a.  nastepujacy sprzet zaprojektowany do osadzania warstwy epitaksjalnej:

4.  sprzet zaprojektowany do osadzania warstwy epitaksjalnej krzemu (Si) lub krzemogermanu
(SiGe) spelniajacy wszystkie ponizsze kryteria:

a.  co najmniej jedna komora czyszczenia wstepnego przeznaczona do przygotowania
powierzchni poprzez czyszczenie powierzchni plytki; oraz

b.  komora do osadzania warstwy epitaksjalnej przeznaczona do pracy w temperaturze
ponizej 958 K (685 °C).
Uwaga: Pozycja 3B501.a.4. obejmuje urzgdzenia do epitaksji warstw atomowych.
f.  nastepujacy sprzet litograficzny:

1. sprzet do wytwarzania plytek elektronicznych poprzez pozycjonowanie, naswietlanie oraz
powielanie (bezposredni krok na plytke) lub skanowanie (skaner), z wykorzystaniem metody
fotooptycznej lub promieni rentgenowskich, spelniajacy ktérekolwiek z ponizszych kryteriow:

a.  zrédlo $wiatha o dlugosci fali krétszej niz 193 nm; lub
b.  spelniajace wszystkie z ponizszych kryteriow:
1. Zrédlo $wiatha o dlugosci fali réwnej 193 nm lub dtuzszej;

2. zdolny do wytwarzania wzoréw o ‘rozmiarze minimalnej rozdzielczosci
wymiarowej’ (MRF) 45 nm lub mniejszej; oraz

3. o maksymalnej wartosci ‘nakladania w uchwycie dedykowanym’ réwnej 1,50 nm lub
mniejsze;.
Uwagi techniczne:

Do celow pozygji 3B501.f.1.b.:

1. ‘Rozmiar minimalnej rozdzielczosci wymiarowej’ (‘MRF’) obliczany jest wedtug ponizszego
wzoru:

(dtugo$c fali Zrédla $wiatta napromieniowujgcego w nm) x (wspdtczynnik K)
taksymalna apertura liczbowa

'MRF ' =

gdzie wspélczynnik K = 0,25
‘MRF nazywa si¢ réwniez rozdzielczoscig.
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2. ‘Nakladanie w uchwycie dedykowanym’ oznacza doktadnosé wyréwnania nowego wzoru do
istniejgcego wzoru wydrukowanego na plytce za pomocg tego samego systemu litograficznego.
‘Naktadanie w uchwycie dedykowanym’ znane jest rowniez jako nakladanie w obrebie jednej
maszyny.

N.B. ZOB. TAKZE POZYCJA 3B001.£.1.

k. sprzet zaprojektowany do wytrawiania na sucho spetniajacy ktérekolwiek z ponizszych kryteriéw:

1. sprzet zaprojektowany lub zmodyfikowany do wytrawiania izotropowego na sucho posiadajacy
najwigksza ‘selektywno$¢ trawienia krzemogermanu na krzem’' (SiGe:Si) réwna 100:1 lub
wickszg; lub

2. sprzet zaprojektowany lub zmodyfikowany do wytrawiania anizotropowego na sucho,
spelniajacy wszystkie ponizsze kryteria:
a.  zrédlo(a) mocy czestotliwosci radiowej (RF) z co najmniej jednym impulsowym wyj$ciem
czestotliwodci radiowej;

b.  co najmniej jeden zawor szybkiego przelaczania gazu o czasie przelaczania ponizej 300
milisekund; oraz

c.  uchwyt elektrostatyczny z co najmniej dwudziestoma indywidualnie sterowanymi
elementami o zmiennej temperaturze.

Uwaga 1:  Pozycja 3B501.k. obejmuje wytrawianie za pomocg ‘rodnikow’, jondw, reakgji sekwencyjnych lub
reakgji niesekwencyjnej.

Uwaga 2:  Pozycja 3B501.k.2. obejmuje wytrawianie z wykorzystaniem plazmy wzbudzanej impulsem RF,
plazmy impulsowej w cyklu roboczym, plazmy modyfikowanej impulsowym napigciem na

elektrodach, cyklicznego wtryskiwania i oczyszczania gazéw w polgczeniu z plazmg, wytrawianie
plazmowg warstwg atomowg lub wytrawianie plazmowg warstwg quasi-atomowg.

Uwagi techniczne:

Do celéw pozycji 3B501.k.:

1. ‘Selektywnos¢ trawienia krzemogermanu na krzem (SiGe:Si) jest mierzona dla stezenia germanu
wynoszgcego co najmniej 30 % (Sig 70 Geg 30)-

2. ‘Rodnik’ jest zdefiniowany jako atom, czgsteczka lub jon, ktére posiadajg niesparowany elektron
w konfiguracji z otwartg powkokg elektronowg.
I maski dzialajace w pasmie ‘ekstremalny nadfiolet’ (EUV’) i siatki optyczne dzialajace w pasmie ‘EUV’,
zaprojektowane do ukladéw scalonych, niewyszczegélnione w pozycji 3B001.g., i posiadajgce
»potprodukt podtoza« maski wyszczegdlniony w pozycji 3B001.j.;

Uwagi techniczne:

1. Do celéw pozycji 3B501.1. maski lub siatki optyczne z zamontowang membrang ochronng uznaje si¢ za
maski i siatki optyczne.

2. Do celow pozygi 3B501.1. ‘ckstremalny nadfiolet’ (‘EUV’) odnosi si¢ do dhugosci fali widma fal
elektromagnetycznych wigkszej niz 5 nm i mniejszej niz 124 nm.

m. ‘membrany ochronne’ specjalnie zaprojektowane do litografii ‘EUV’;
Uwagi techniczne:

1. Do celéw pozycji 3B501.m. ‘membrana ochronna’ oznacza membrang zintegrowang z ramg,
zaprojektowang w celu ochrony maski lub siatki optycznej przed zanieczyszczeniem czgstkami statymi.

2. Do celéw pozycji 3B501.m. ‘ekstremalny nadfiolet’ (‘EUV’) odnosi sig do dlugosci fali widma fal
elektromagnetycznych wigkszej niz 5 nm i mniejszej niz 124 nm.
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n.

nastepujacy sprzet do osadzania w procesie wytwarzania potprzewodnikéw:

1.

nastepujacy sprzet do osadzania warstw atomowych (ALD):

a.  sprzet zaprojektowany do osadzania wolframu w celu wypelnienia calego potaczenia lub
w kanale o szeroko$ci mniejszej niz 40 nm;

b.  sprzet zaprojektowany do ‘osadzania selektywnego pod wzgledem powierzchni’ metalowej
lub azotkowo-metalowej warstwy barierowej na $ciance bocznej przy uzyciu prekursora
zwigzku metaloorganicznego;

Uwaga techniczna:

Do celéw pozygji 3B501.n.1.b. ‘osadzanie selektywne pod wzgledem powierzchni’ oznacza osadzanie
materiatu na Sciance bocznej, ale nie na dnie elementu.

c.  sprzet przeznaczony do osadzania ‘metalu o okrelonej pracy wyjscia’ skladajacego sie
z weglika tytanu i glinu (TiAIC) i charakteryzujacego si¢ pracg wyjscia wigksza niz 4,0 eV
oraz spelniajacy wszystkie ponizsze kryteria:

1. wigcej niz jedno zrédlo metalu, z ktérych jedno dziala jako Zrddto prekursora glinu;
oraz

2. zbiornik prekursora zaprojektowany do eksploatacji w temperaturze co najmniej
303,15 K (30 °C);

Uwaga techniczna:

Do celéw pozycji 3B501.n.1.c. ‘metal o okreslonej pracy wyjscia’ to material, ktéry reguluje napiecie
progowe tranzystora.

sprzet zaprojektowany do powlekania elektrolitycznego kobaltem lub proceséw bezpradowego
osadzania powlok kobaltowych;

sprzet zaprojektowany do chemicznego osadzania z fazy gazowej (CVD) kobaltu jako metalu
wypelniajacego;
sprzet zaprojektowany do ‘selektywnego osadzania od dna’ metoda chemicznego osadzania

z fazy gazowej (CVD) wolframu jako metalu wypelniajacego;

Uwaga techniczna:

Do celéw pozygji 3B501.1.4. ‘selektywne osadzanie od dna’ oznacza preferencyjne osadzanie materiatu na
dnie w poréwnaniu ze Sciankg boczng.

sprzet zaprojektowany do osadzania wspomaganego plazmowo, wolnego od pustek, warstwy

o stalej dielektrycznej mniejszej niz 3,3 w ‘szczelinach’ o ‘wspétczynniku ksztaltu’ réwnym lub
wigkszym niz 1:1 i szerokosci mniejszej niz 25 nm;

Uwagi techniczne:
Do celow pozygji 3B501.n.5.:
1. ‘Szczelina’ oznacza przestrzeti migdzy liniami metalicznymi.

2. ‘Wspélezynnik ksztattu’ (glebokosc: szerokosé) jest zdefiniowany jako stosunek glebokosci do
szerokosci szczeliny migdzy liniami metalicznymi.

sprzet zaprojektowany do osadzania warstwy rutenu przy uzyciu prekursora zwigzku
metaloorganicznego, utrzymujacy podloze plytki w temperaturze powyzej 293,15 K (20 °C)
i ponizej 773,15 K (500 °C);
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7. nastgpujacy sprzet zaprojektowany do wieloetapowego przetwarzania w wielu komorach
i utrzymujacy wysoka prézni¢ lub Srodowisko obojetne podczas przenoszenia migdzy etapami
procesu:

a.  sprzet przeznaczony do wytwarzania styku metalicznego w drodze wszystkich
nastepujacych procesow:

1. proces plazmowej obrébki powierzchniowej z wykorzystaniem wodoru, wodoru
i azotu lub amoniaku (NHs), przy utrzymaniu podloza plytki w temperaturze
powyzej 373,15 K (100 °C) i ponizej 773,15 K (500 °C);

2. proces plazmowej obrébki powierzchniowej z wykorzystaniem tlenu lub ozonu,
przy utrzymaniu podloza plytki w temperaturze powyzej 313,15 K (40 °C) i ponizej
773,15 K (500 °C); oraz

3. osadzanie warstwy wolframu przy utrzymaniu podloza plytki w temperaturze
powyzej 373,15 K (100 °C) i ponizej 773,15 K (500 °C);

b.  sprzet przeznaczony do wytwarzania styku metalicznego w drodze wszystkich
nastepujacych proces6w:

1. proces plazmowej obrébki powierzchniowej z wykorzystaniem zdalnego generatora
plazmy i filtra jonowego; oraz

2. selektywne osadzanie warstwy kobaltu na miedzi przy uzyciu prekursora zwigzku
metaloorganicznego;

c.  sprzet przeznaczony do wytwarzania styku metalicznego w drodze wszystkich
nastepujacych procesow:

1. osadzanie warstwy azotku tytanu (TiN) lub weglika wolframu (WC) przy uzyciu
prekursora  zwiazku = metaloorganicznego, utrzymujac  podloze  plytki
w temperaturze powyzej 293,15 K (20 °C) i ponizej 773,15 K (500 °C);

2. osadzanie warstwy kobaltu metodg napylania jonowego, przy cinieniu procesu
wigkszym niz 1,33 x 10! Pa (1 mTorr) i mniejszym niz 1,33 x 10! Pa (100 mTorr),
przy utrzymaniu podloza plytki w temperaturze ponizej 773,15 K (500 °C); oraz

3. osadzanie warstwy kobaltu przy uzyciu prekursora zwigzku metaloorganicznego,
przy ci$nieniu procesu wigkszym niz 1,33 x 10? Pa (1 Torr) i mniejszym niz 1,33 x
10* Pa (100 Torr), przy utrzymaniu podloza plytki w temperaturze powyzej
293,15 K (20 °C) i ponizej 773,15 K (500 °C);

d.  sprzet przeznaczony do wytwarzania miedzianych polaczen za pomocg wszystkich
nastepujacych proces6w:

1. osadzanie warstwy kobaltu lub rutenu przy uzyciu prekursora zwigzku metaloorga-
nicznego, przy ci$nieniu procesu wickszym niz 1,33 x 102 Pa (1 Torr) i mniejszym
niz 1,33 x 10* Pa (100 Torr), przy utrzymaniu podloza plytki w temperaturze
powyzej 293,15 K (20 °C) i ponizej 773,15 K (500 °C); oraz

2. osadzanie warstwy miedzi przy uzyciu techniki naparowywania prézniowego (PVD),
przy ci$nieniu procesu wigkszym niz 1,33 x 10! Pa (1 mTorr) i mniejszym niz 1,33 x
10" Pa (100 mTorr), przy utrzymaniu podloza plytki w temperaturze ponizej
773,15 K (500 °C);
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8.  sprzgt przeznaczony do wytwarzania styku metalicznego w drodze wieloetapowego
przetwarzania w jednej komorze za pomocg wszystkich nastepujacych proceséw:
a.  osadzanie warstwy wolframu przy uzyciu prekursora zwigzku metaloorganicznego, przy
utrzymaniu temperatury podloza plytki powyzej 373,15 K (100°C) i ponizej
773,15 K (500 °C); oraz
b.  proces plazmowej obrébki powierzchniowej z wykorzystaniem wodoru, wodoru i azotu
lub amoniaku (NH;).
3B503 Osprzet do skaningowych mikroskopéw elektronowych (SEM) zaprojektowanych do obrazowania urzadzen
polprzewodnikowych lub uktadéw scalonych, o wszystkich nastepujacych cechach:
a.  dokladnos¢ skoku umiejscowienia mniejsza (lepsza) niz 30 nm;
b.  pomiar skoku pozycjonowania wykonany metodg interferometrii laserowej;
c.  kalibracja polozenia w polu widzenia (FOV) na podstawie pomiaru dtugosci interferometru laserowego;
d.  gromadzenie i przechowywanie obrazéw majacych wiecej niz 2 x 10° pikseli;
e.  nakladanie si¢ pola widzenia ponizej 5 % w kierunku pionowym i poziomym;
f.  nakladanie si¢ pola widzenia przy faczeniu (stitchingu) ponizej 50 nm; oraz
g.  napiecie przyspieszajgce powyzej 21 KV.

Uwaga 1:  Pozycja 3B503 obejmuje sprzgt skaningowych mikroskopdw elektronowych przeznaczony do odtwarzania

projektow uktadow scalonych.

Uwaga 2:  Pozycja 3B503 nie ma zastosowania do sprzgtu skaningowych mikroskopow elektronowych

przeznaczonego do przyjmowania nosnika plytek w standardzie SEMI (Semiconductor Equipment and
Materials International), takiego jak pojemnik FOUP (ang. Front Opening Unified Pod) dla plytek
0 Srednicy 200 mm lub wigkszej.

3B504 Kriogeniczny sprzet do sondowania plytek, spelniajacy wszystkie ponizsze kryteria:
a.  zaprojektowany do testowania urzadzen w temperaturach nie wyzszych niz 4,5 K (- 268,65 °C); oraz
b.  zaprojektowany tak, aby mial zastosowanie do plytek o $rednicy co najmniej 100 mm.

3C Materialy

3C001 Materialy heteroepitaksjalne, niewyszczegélnione w 3C507, skladajace si¢ z »podloza« i wielu nalozonych

epitaksjalnie warstw z ktéregokolwicek z ponizszych:

a krzemu (Si);

b.  germanu (Ge);

c.  weglika krzemu (SiC);

d.  »zwigzkéw III[V« galu lub indu;

e.  tlenku galu (Ga,0s); lub

f.  diamentu.

Uwaga: Pozycja 3C001.d. nie obejmuje kontrolg »podtoza« posiadajgcego co najmniej jedng warstwe epitaksjalng
typu Pz GaN, InGaN, AlGaN, InAIN, InAlGaN, GaP, GaAs, AlGaAs, InP, InGaP, AlInP lub InGaAlP,
bez wzgledu na kolejnos¢ pierwiastkéw, z wyjgtkiem sytuacji, gdy warstwa epitaksjalna typu P znajduje sig
migdzy warstwami typu N.

3C002 Nastepujace materialy fotorezystywne i »podtoza« powlekane nastepujacymi materiatami ochronnymi:
a.  nastgpujace materialy fotorezystywne zaprojektowane do litografii pétprzewodnikowej:

1.  materialy fotorezystywne pozytywowe wyregulowane (zoptymalizowane) do stosowania
w zakresie dtugosci fali ponizej 193 nm, ale réwnej lub powyzej 15 nm;

2. materialy fotorezystywne wyregulowane (zoptymalizowane) do stosowania w zakresie dlugosci
fali ponizej 15 nm, ale wigkszej niz 1 nm;
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b.  wszystkie materialy fotorezystywne zaprojektowane do uzytku z wigzkami elektronowymi lub
jonowymi, o czutosci 0,01 uC/mm? lub lepszej;

c.  nieuzywane;

d.  wszystkie materialy fotorezystywne zoptymalizowane do technologii tworzenia obrazéw
powierzchniowych;

e.  wszystkie materialy fotorezystywne zaprojektowane lub zoptymalizowane do uzytku z urzadzeniami
do litografii nanodrukowej wyszczegdlnionymi w pozycji 3B001.f.2. wykorzystujgcymi proces
termiczny lub proces fotoutwardzania.

3C003 Zwigzki organiczno-nieorganiczne, takie jak:
a.  zwigzki metaloorganiczne glinu, galu lub indu o czystosci (na bazie metalu) powyzej 99,999 %;

b.  zwiazki arsenoorganiczne, antymonoorganiczne i fosforoorganiczne o czystosci (na bazie skladnika
nieorganicznego) powyzej 99,999 %.

Uwaga: Pozycja 3C003 obejmuje kontrolg wylgcznie zwigzki, w ktdrych skladnik metalowy, czgsciowo metalowy
lub sktadnik niemetalowy jest bezposrednio zwigzany z weglem w organicznym skladniku molekuty.

3C004 Wodorki fosforu, arsenu lub antymonu o czystosci powyzej 99,999 %, nawet rozpuszczone w gazach
obojetnych lub w wodorze.

Uwaga: Pozygja 3C004 nie obejmuje kontrolg wodorkéw zawierajgcych molowo 20 %, lub wigcej, gazéw
obojetnych lub wodoru.

3C005 Nastepujace materialy o wysokiej rezystywnosci:

a.  »podloza« polprzewodnikowe z weglika krzemu (SiC), azotku galu (GaN), azotku glinu (AIN), azotku
galu i glinu (AlGaN), tlenku galu (Ga,05) lub diamentu, lub wlewki, monokrysztaly lub inne preformy
tych materialéw o rezystywnosci powyzej 10 000 Q-cm w temperaturze 20 °C;

b.  »podloza« polikrystaliczne lub ceramiczne »podtoza« polikrystaliczne, o rezystywnosci powyzej 10 000
Q-cm w temperaturze 20 °C, posiadajace co najmniej jedng nieepitaksjalng monokrystaliczng warstwe
z krzemu (Si), weglika krzemu (SiC), azotku galu (GaN), azotku glinu (AIN), azotku galu i glinu
(AlGaN), tlenku galu (Ga,O5) lub diamentu na powierzchni »podtozac.

N.B. Odnosnie do materiatow skladajgcych sie z »podtoza« wyszczegdlnionego w pozycji 3C005, zawierajgcego
co najmniej jedng warstwe epitaksjalng, zob. pozycje 3C001 lub 3C006.

3C006 Materialy, niewymienione w pozycji 3C001, skladajace si¢ z »podloza« wyszczegdlnionego w pozycji 3C005
z co najmniej jedng warstwg epitaksjalng z weglika krzemu (SiC), azotku galu (GaN), azotku glinu (AIN),
azotku galu i glinu (AlGaN), tlenku galu (Ga,O5) lub diamentu.

3C507 Materialy epitaksjalne skladajace si¢ z »podloza« i z co najmniej jednej nalozonej epitaksjalnie warstwy
z ktéregokolwiek z ponizszych:

a.  krzem o zanieczyszczeniu izotopowym izotopami krzemu innymi niz krzem-28 lub krzem-30
mniejszym niz 0,08 %; lub

b.  german o zanieczyszczeniu izotopowym izotopami germanu innymi niz german-70, german-72,
german-74 lub german-76 mniejszym niz 0,08 %.

3C508 Fluorki, wodorki lub chlorki krzemu lub germanu, zawierajace ktérekolwiek z ponizszych:

a.  krzem o zanieczyszczeniu izotopowym izotopami krzemu innymi niz krzem-28 lub krzem-30
mniejszym niz 0,08 %; lub

b.  german o zanieczyszczeniu izotopowym izotopami germanu innymi niz german-70, german-72,
german-74 lub german-76 mniejszym niz 0,08 %.
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3D001

3D002

3D003

3D004

3D005

3D006

3D101

3D225

Krzem, tlenki krzemu, german lub tlenki germanu, zawierajace ktérekolwiek z ponizszych:

a.  krzem o zanieczyszczeniu izotopowym izotopami krzemu innymi niz krzem-28 lub krzem-30
mniejszym niz 0,08 %; lub

b.  german o zanieczyszczeniu izotopowym izotopami germanu innymi niz german-70, german-72,
german-74 lub german-76 mniejszym niz 0,08 %.

Uwaga: Pozycja 3C509 obejmuje »podozac, brytki, wlewki, monokrysztaly i preformy.
Oprogramowanie

»Oprogramowanie« specjalnie zaprojektowane do »rozwoju« lub »produkcjic sprzetu wyszczegdlnionego
w pozycjach 3A001.b. do 3A002.h., 3A501.b.13. lub 3B.

»Oprogramowanie« specjalnie zaprojektowane do »uzytkowania« sprzgtu wyszczegdlnionego w pozycjach
3B001.a. do 3B001.f.,, 3B002, 3A225, 3B501.a.4., 3B501.f.1., 3B501.k lub 3B501.n.

»Oprogramowanie« do litografii komputerowej’ specjalnie zaprojektowane do »rozwoju« wzoréw na maskach
i siatkach optycznych stosowanych w litografii EUV.

Uwaga techniczna:

Do celéw pozygji 3D003 ‘litografia komputerowa’ polega na uzywaniu modelowania komputerowego do prognozowania,
korygowania, optymalizowania i weryfikowania charakterystyki obrazowej procesu litograficznego w zakresie szeregu
WZOrow, procesow oraz warunkéw systemowych.

»Oprogramowanie« specjalnie zaprojektowane do »rozwoju« sprzgtu wymienionego w pozycji 3A003.

»Oprogramowanie« specjalnie zaprojektowane do przywracania normalnego dzialania mikrokomputera,
»ukladu mikroprocesorowego« lub »uktadu mikrokomputerowego« w ciggu 1 ms od przerwania impulsu
elektromagnetycznego (EMP) lub wytadowania elektrostatycznego (ESD), bez utraty kontynuacji dziatania.

»Oprogramowanie« do ‘elektronicznego projektowania wspomaganego komputerowo’ (ECAD’), specjalnie
opracowane do »rozwoju« ukladéw scalonych zawierajacych jakiekolwiek struktury »tranzystora polowego
z dookdlng bramkg« (»GAAFET) i spelniajace ktérekolwiek z ponizszych kryteriow:

a.  specjalnie zaprojektowane w celu wdrozenia ‘poziomu przestaii miedzyrejestrowych’ (RTL)
w ‘standardzie baz danych geometrycznych II' lub réwnowaznym standardzie; lub

b.  specjalnie zaprojektowane w celu optymalizacji regut dotyczacych zarzadzania energig lub planowania
operagcji;

Uwagi techniczne:

Do celow pozycji 3D006:

1. ‘Elektroniczne projektowanie wspomagane komputerowo’ (‘ECAD’) oznacza kategorig narzedzi »oprogramowania«
wykorzystywanych do projektowania, analizowania, optymalizacji i walidacji wydajnosci ukladu scalonego lub
plytek obwodu drukowanego.

2. ‘Poziom przestari migdzyrejestrowych’ (RTL’) oznacza model o wysokim poziomie abstrakcji, pozwalajgcy na
analizg synchronicznego obwodu cyfrowego pod wzgledem przeplywu sygnatow cyfrowych miedzy rejestrami
sprzgtowymi i operacji logicznych wykonywanych na tych sygnatach.

3. ‘Geometrical Database Standard II' (‘GDSIT') oznacza format plikéw bazy danych stuzgcy do wymiany danych
dotyczgcych ukladéw scalonych lub opisu geometrycznego uktadu scalonego.

»Oprogramowanie« specjalnie zaprojektowane lub zmodyfikowane do »uzytkowania« sprzetu wymienionego
w pozycji 3A101.b.

»Oprogramowanie« specjalnie zaprojektowane w celu poprawy lub wykorzystania wydajnosci
przemiennikéw czestotliwosci lub generatoréw, tak by odpowiadaly cechom wymienionym w pozycji
3A225.
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3D507 »Oprogramowanie« przeznaczone do pobierania danych ‘GDSII’ lub réwnowaznych standardowych danych
ukladu i dopasowywania warstw na podstawie obrazéw ze skaningowych mikroskopéw elektronowych
(SEM) oraz do generowania wielowarstwowych danych ‘GDSII' lub listy potaczen obwodu.

Uwaga techniczna:

Do celow pozygji 3D507 ‘GDSII" (‘Standard baz geometrycznych IT') oznacza format plikéw bazy danych stuzgcy do
wymiany danych geometrycznych ukladu scalonego lub opisu geometrycznego uktadu scalonego.

3E Technologia

3E001 »Technologia«, zgodnie z uwaga ogdlna do technologii, stuzaca do »rozwoju« lub »produkcjic sprzetu lub
materialéw wyszczegdlnionych w pozycji 3A, 3B lub 3C.

Uwaga 1:  Pozycja 3E001 nie obejmuje kontrolg »technologiic dotyczgcej sprzetu lub czgsci sktadowych
wyszczegdlnionych w pozycji 3A003.

Uwaga 2:  Pozycja 3E001 nie obejmuje kontrolg »technologii« dotyczgcej uktadow scalonych wyszczegdlnionych
w pozygji 3A001.4.3. do 3A001.a.12. spetniajgcych wszystkie ponizsze kryteria:

a.  zastosowanie »technologii« na poziomie 0,130 um lub powyzej; oraz

b.  posiadajgce strukture wielowarstwowg z nie wigcej niz trzema warstwami metalu.

Uwaga 3:  Pozycja 3E001 nie obejmuje kontrolg ‘narzedzi projektowania proceséw’ (‘PDK’), chyba ze obejmujg one
biblioteki wdrazajgce funkcje lub technologie dla produktéw wymienionych w pozycji 3A001.

Uwaga techniczna:

Do celéw pozycji 3E001 uwaga 3 ‘narzgdzie projektowania procesow’ (‘PDK’) oznacza oprogramowanie
dostarczane przez producenta pdlprzewodnika w celu zapewnienia uwzglednienia wymaganych praktyk
i zasad projektowania, aby pomysinie wyprodukowaé okreslony model ukladu scalonego w okreslonym
procesie produkgji potprzewodnikow, zgodnie z ograniczeniami technologicznymi i produkcyjnymi (kazdy
proces wytwarzania potprzewodnikéw ma swdj wlasny ‘PDK).

3E002 »Technologia«, zgodnie z uwaga ogdlng do technologii, inna niz wyszczegélnione w pozycji 3E001, do
srozwoju« lub »produkcjic »ukladu mikroprocesorowegoc, »ukladu mikrokomputerowego« lub rdzenia
ukfadu mikrosterownikéw posiadajacego jednostke arytmetyczno-logiczng z szyng dostepu na 32 bity lub
wiecej i ktorgkolwiek z ponizszych wlasciwosci:

a.  ‘procesor wektorowy’ zaprojektowany do jednoczesnego wykonywania wigcej niz dwu operacji na
wektorach ‘zmiennoprzecinkowych’ (jednowymiarowych tablicach ztozonych z liczb 32-bitowych lub
dluzszych);

Uwaga techniczna:

Do celow pozycii 3E002.a. ‘procesor wektorowy’ jest zdefiniowany jako procesor wyposazony w wewngtrzne
instrukcje pozwalajgce réwnoczesnie wykonywal wielokrotne operacje na wektorach ‘zmiennoprzecinkowych’
(jednowymiarowych tablicach ztozonych z liczb 32-bitowych lub dhuzszych), posiadajgcy co najmniej jedng
jednostke wektorowg arytmetyczno-logiczng i rejestry wektorow, z ktorych kazdy posiada co najmniej 32 elementy.

b.  zaprojektowany do wykonywania w jednym cyklu wigcej niz czterech wynikéw operacji ‘zmiennoprze-
cinkowych’ na liczbach 64-bitowych lub dtuzszych; lub

c.  zaprojektowany do wykonywania w jednym cyklu wiecej niz oSmiu wynikéw operacji
‘staloprzecinkowych’ typu mnozenie-akumulacja na liczbach 16-bitowych (np. obrébka cyfrowa

informacji analogowych, ktére uprzednio zostaly przeksztalcone na posta¢ cyfrowa, znana réwniez
jako cyfrowe »przetwarzanie sygnatuc).

Uwagi techniczne:

1. Do celow pozygji 3E002.a. i 3E002.b. termin ‘zmiennoprzecinkowy’ jest zdefiniowane w IEEE-754.
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3E002

3E003

3E004

3E101

3E102

3E201

3E225

c.  (cigg dalszy)

2. Do celéw pozycji 3E002.c. termin ‘statoprzecinkowy’ odnosi sig do liczby rzeczywistej o stalej szerokosci,
ktérej sktadowymi sq liczba catkowita i liczba utamkowa i ktdra nie obejmuje formatéw wylkgcznie typu
catkowitego.

Uwaga 1:  Pozycja 3E002 nie obejmuje kontrolg »technologii« do rozszerzeri multimedialnych.

Uwaga 2:  Pozycja 3E002 nie obejmuje kontrolg »technologii« dotyczgcej rdzeni mikroprocesoréw spekniajgcych
wszystkie ponizsze kryteria:

a.  zastosowanie »technologii« na poziomie 0,130 um lub powyzej; oraz

b.  wykorzystywanie struktur wielowarstwowych o co najwyzej pigciu warstwach metalu.

Uwaga 3:  Pozycja 3E002 obejmuje »technologig« do »rozwoju« lub »produkcji« procesoréw sygnatowych i procesorow
macierzowych.

Inna »technologia« do »rozwoju« lub »produkcji« nastepujacych produktéw:
a.  prozniowych urzadzen mikroelektronicznych;

b.  heterostrukturalnych elektronicznych urzadzen pélprzewodnikowych, takich jak tranzystory
o wysokiej ruchliwosci elektronéw (HEMT), heterozigczowe tranzystory bipolarne (HBT), urzadzenia
nadstrukturalne oraz ze studnig kwantows;

Uwaga: Pozycja 3E003.b. nie obejmuje kontrolg »technologii« dla HEMT pracujgcych na czgstotliwosciach
nizszych od 31,8 GHz oraz HBT pracujgcych na czgstotliwosciach nizszych od 31,8 GHz.
¢.  urzadzen elektronicznych opartych na »nadprzewodnikache;

d.  podlozy diamentowych do podzespoléw elektronicznych;

e.  podlozy typu krzem na izolatorze (SOI) do ukladéw scalonych, gdzie izolatorem jest dwutlenek
krzemu;

f.  podlozy z weglika krzemu do czesci elektronicznych;

g.  »elektronicznych urzadzen prézniowyche, pracujacych na czestotliwosciach réwnych 31,8 GHz lub
wyzszych;

h.  podlozy z tlenku galu do czesci elektronicznych;

»Technologia« »wymagana« do cigcia, szlifowania i polerowania wafli krzemowych o $rednicy 300 mm w celu
uzyskania ‘zakresu najmniejszych kwadratéw frontu witryny’ (‘SFQR’) mniejszego niz lub réwnego 20 nm dla
dowolnego obszaru o wymiarach 26 mm x 8 mm znajdujacego si¢ na czolowej powierzchni wafla,
z wykluczeniem krawedzi o szeroko$ci 2 mm lub mniejszej.

Uwaga techniczna:

Do celéw pozycji 3E004 ‘SFQR’ oznacza zakres maksymalnego i minimalnego odchylenia od czotowej plaszczyzny
odniesienia, obliczony metodg najmniejszych kwadratow z uwzglednieniem wszystkich danych dotyczgcych czotowej
powierzchni, w tym granicy obszaru w jego obrgbie.

»Technologia«, zgodnie z uwaga ogdélng do technologii, stuzagca do »uzytkowania« sprzetu lub
»oprogramowania« wymienionego w pozycji 3A001.a.1. lub .2., 3A101, 3A102 lub 3D101.

»Technologia«, zgodnie z uwaga ogdélng do technologii, stuzagca do »rozwoju« »oprogramowaniac
wyszczeg6lnionego w pozycji 3D101.

»Technologia«, zgodnie z uwaga ogdlng do technologii, stuzaca do »uzytkowania« sprzetu wymienionego
w pozycji 3A001.e.2,, 3A001.¢.3., 3A001.g., 3A201, 3A225 do 3A234.

»Technologia« w postaci kodéw lub kluczy, stuzgca do poprawy lub wykorzystania wydajnosci
przemiennikéw czestotliwosci lub generatoréw, tak by odpowiadaly cechom wymienionym w pozyciji
3A225.
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3E505 »Technologia«, zgodnie z uwaga ogdlna do technologii, stuzaca do »rozwoju« lub »produkcjic ukladéw
scalonych lub urzadzen z wykorzystaniem struktur stranzystoréw polowych z dookélng bramkae
(GAAFET.).

Uwaga 1:  Pozycja 3E505 obejmuje ‘receptury procesu’.
Uwaga 2:  Pozycja 3E505 nie ma zastosowania do kwalifikacji lub serwisowania narzedzia.

Uwaga 3: Pozycja 3E505 nie ma zastosowania do ‘narzgdzi projektowania procesow’ (PDK’), chyba ze obejmujg one
biblioteki wdrazajgce funkcje lub technologie dla produktéw wymienionych w pozycji 3A001 lub 3A501.

Uwagi techniczne:

1. Do celow 3E505 ‘receptura procesu’ stanowi zestaw warunkéw i parametréw dla konkretnego etapu procesu.

2. Do celéw pozycji 3E505 ‘narzgdzie projektowania procesow’ (‘PDK’) oznacza oprogramowanie dostarczane przez
producenta pétprzewodnika w celu zapewnienia uwzglednienia wymaganych praktyk i zasad projektowania, aby
pomyslnie wyprodukowaé okreslony model ukladu scalonego w okreslonym procesie produkdji pétprzewodnikdw,
zgodnie z ograniczeniami technologicznymi i produkcyjnymi (kazdy proces wytwarzania pétprzewodnikow ma
swdj whasny ‘PDK’).

CZESC VI
Kategoria 4

KATEGORIA 4 - KOMPUTERY

Uwaga 1:  Komputery, towarzyszqce im sprzgt i »oprogramowanie« wypetniajgce funkcje telekomunikacyjne lub dziatajgce
w ramach »lokalnej sieci komputerowej« muszg rowniez by¢ analizowane pod kgtem spetniania charakterystyk
przynaleznych do kategorii 5 czg$¢ 1 — Telekomunikagja.

Uwaga 2:  Jednostki sterujgce podgczone bezposrednio do szyn lub ¥gczy jednostek centralnych, ‘pamigci operacyjnych’ lub
sterownikow dyskow nie sq uwazane za urzgdzenia telekomunikacyjne ujete w kategorii 5 czgs¢ 1 —
Telekomunikagja.

N.B. Dla ustalenia poziomu kontroli »oprogramowania« specjalnie zaprojektowanego do komutacji
pakietéw, zob. pozycja 5D001.

Uwaga techniczna:

Do celow uwagi 2 ‘pamigc operacyjna’ oznacza podstawowq pamigc na dane lub instrukcje, szybko dostepng dla
jednostki centralnej. Sklada sig z pamieci wewngtrznej »komputera cyfrowego« oraz jednej z dodatkowych
pamigci o strukturze hierarchicznej, takich jak pamigl podreczna (cache) lub pamigé dodatkowa z dostgpem

niesekwencyjnym.
4A Systemy, urzadzenia i cze$ci sktadowe
4A001 Komputery elektroniczne i towarzyszacy im sprzet spelniajgce ktérekolwiek z ponizszych kryteriéw

i »zespoly elektroniczne« oraz specjalnie do nich zaprojektowane czgsci skladowe:

N.B. ZOB. TAKZE POZYCJA 4A101.
a.  specjalnie zaprojektowane, aby spetniaé ktérekolwiek z ponizszych kryteriéw:
1.  mozliwo$¢ dzialania w temperaturze otoczenia ponizej 228 K (-45°C) lub powyzej

358 K (85 °C); lub

Uwaga: Pozygja 4A001.a.1. nie obejmuje kontrolg komputeréw spegjalnie zaprojektowanych do
zastosowania w samochodach cywilnych, kolejnictwie lub »cywilnych statkach powietrznyche.
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4A001 a.  (cigg dalszy)

2. zabezpieczone przed promieniowaniem jonizujagcym, o nastepujgcych  parametrach

minimalnych:
a. dawka catkowita 5x 10° Gy (Si);
b.  narastanie natezenia dawki 5 x 10° Gy (Si)/s; lub
c. pojedyncze przypadkowe 1 x 10 bledéw/bit/dzier;
zaktocenie
Uwaga: Pozygja 4A001.a.2. nie obejmuje kontrolg komputeréw spegjalnie zaprojektowanych do

zastosowania w »cywilnych statkach powietrznyche.

b.  nieuzywane.

4A003 Nastepujace »komputery cyfrowes, »zespoly elektroniczne« i sprzgt im towarzyszacy oraz specjalnie
zaprojektowane dla nich czesci sktadowe:

Uwaga 1:  Pozycja 4A003 obejmuje:
—  ‘procesory wektorowe’,
—  procesory tablicowe,
—  oyfrowe procesory sygnatowe,
—  procesory logiczne,
—  sprzet zaprojektowany do »wzmacniania obrazéwe.
Uwaga 2:  Poziom kontroli »komputerdw cyfrowych« i towarzyszgcego im sprzgtu opisany w pozycji 4A003 wynika

z poziomu kontroli innego sprzgtu lub systeméw, pod warunkiem Ze:

a.  »komputery cyfrowe« lub towarzyszgcy im sprzet majg zasadnicze znaczenie dla dziatania innego
sprzetu lub systemdw;

b.  »komputery cyfrowe« lub towarzyszgcy im sprzgt nie sqg »elementem o podstawowym znaczeniu«
innego sprzgtu lub systeméw; oraz

N.B.1. Poziom kontroli sprzgtu do »przetwarzania sygnatéw« lub »wzmacniania obrazéwe,
specjalnie zaprojektowanego do innego sprzgtu i ograniczonego funkgjonalnie do
wymogow pracy tego sprzetu wynika z poziomu kontroli innego sprzetu, nawet, gdy
wykracza to poza kryterium »elementu o podstawowym znaczeniu.

N.B.2. W przypadku poziomu kontroli »komputerow cyfrowych« lub towarzyszgcego im

sprzetu do sprzgtu telekomunikacyjnego zob. kategoria 5 czes¢ 1 — Telekomunikacja.

¢.  »technologia« do »komputeréw cyfrowych« i towarzyszgcego im sprzetu jest okreslona przez
pozycje 4E.

a.  nieuzywane;

b.  »komputery cyfrowe« posiadajace »skorygowang wydajno$¢ szczytowa« (»APP«) powyzej 70 teraflopséw
wazonych (WT);

c.  »zespoly elektronicznes, specjalnie zaprojektowane lub zmodyfikowane w celu polepszenia mocy
obliczeniowej poprzez agregacje procesoréw, w taki sposob, ze »APP« agregatu przekracza wartos¢
graniczng okreslona w pozycji 4A003.b.;

Uwaga 1:  Pozycja 4A003.c. obejmuje kontrolg wylgcznie »zespoly elektroniczne« i programowane polgczenia,
ktdrych moc obliczeniowa nie wykracza poza wartosci graniczne okreslone w pozycji 4A003.D.,
w przypadku dostarczania ich jako »zespoly elektroniczne« w stanie roztozonym.

Uwaga 2:  Pozycja 4A003.c. nie obejmuje kontrolg »zespotow elektronicznyche, specjalnie zaprojektowanych
do wyrobu Iub rodziny wyrobow, ktérych maksymalna konfiguracja nie wykracza poza
ograniczenia wyszczeg6lnione w pozycji 4A003.b.
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4A003 (cigg dalszy)
d.  nieuzywane;
e.  nieuzywane;
f.  nieuzywane;

g.  sprzgt specjalnie zaprojektowany w celu laczenia wydajnosci »komputeréw cyfrowych« przez
nawigzywanie polgczen zewnetrznych pozwalajagcych na wymiange danych z  szybkosciami
przekraczajgcymi 2,0 GB[s w jednym kierunku dla kazdego polaczenia.

Uwaga: Pozycja 4A003.g. nie obejmuje kontrolg sprzgtu zapewniajgcego polgczenia wewngtrzne (np.
tablice polgczen, szyny), urzgdzeh Ygczgcych o charakterze pasywnym, ‘sterownikéw dostepu do
sieci’” ani ‘sterownikdw toréw telekomunikacyjnych’.

Uwagi techniczne:
Do celow pozycji 4A003.g. uwaga:

1. ‘Sterownik dostgpu do sieci’ jest to interfejs fizyczny do sieci rozproszonej. Uzywa sig w nim
wspdlnego nosnika dzialajgcego z takg samg »szybkoscig transmisji danych cyfrowych«
W systemie transmisji z arbitrazem (np. w sensie znacznika lub nosnika). Niezaleznie od
innych wybiera on adresowane do niego pakiety z danymi lub grupami danych (np. IEEE
802). Jest to zespdl, ktéry moze byl wbudowany w komputer lub urzgdzenie
telekomunikacyjne z zadaniem zapewniania dostepu do tgczy telekomunikacyjnych.

2. ‘Sterownik toru telekomunikacyjnego’ jest interfejsem fizycznym sterujgcym przeplywem
oyfrowych informacji synchronicznych lub asynchronicznych. Jest to zespdt, ktdry moze byé
wbudowany w komputer lub urzgdzenie telekomunikacyjne z zadaniem zapewniania
dostepu do tgczy telekomunikacyjnych.

4A004 Nastepujace komputery i specjalnie do nich zaprojektowany sprzet towarzyszacy, »zespoly elektroniczne«
iich czgsci skladowe:

a.  ‘komputery z dynamiczng modyfikacja zestawu procesoréw’;
b.  ‘komputery neuronowe’;

c.  ‘komputery optyczne'.

Uwagi techniczne:

1. Do celow pozycji 4A004.a. ‘komputery z dynamiczng modyfikacjg tablic’ oznaczajg komputery, w ktdrych
przephw i modyfikacja danych sg dynamicznie sterowane przez uzytkownika na poziomie bramek logicznych.

2. Do celow pozygii 4A004.b. ‘komputery neuronowe’ oznaczajg urzgdzenia obliczeniowe zaprojektowane lub
zmodyfikowane z przeznaczeniem do nasladowania dziatalnosci neuronu lub zbioru neurondw, tj. urzgdzenia
obliczeniowe wyrdzniajgce sig mozliwoscig sprzgtowego modulowania znaczenia i liczby polgczern pomigdzy
wieloma elementami obliczeniowymi w oparciu o poprzednie dane.

3. Do celéw pozyci 4A004.c. ‘komputery optyczne’ oznaczajg komputery zaprojektowane Iub zmodyfikowane
z przeznaczeniem do uzywania Swiatla jako nosnika danych oraz takie, ktérych elementy obliczeniowo-logiczne
dziatajg bezposrednio na sprzgzonych urzgdzeniach optycznych.

4A005 Systemy, wyposazenie i ich czesci skladowe, specjalnie zaprojektowane lub zmodyfikowane do tworzenia
»zlosliwego oprogramowaniac, zarzadzania i sterowania nim lub dostarczania takiego oprogramowania.

4A101 Komputery analogowe, »komputery cyfrowe« lub cyfrowe analizatory rézniczkowe, inne niz
wyszczeg6lnione w pozycji 4A001.a.1., zabezpieczone przed narazeniami mechanicznymi lub podobnymi
i specjalnie zaprojektowane lub zmodyfikowane do uzycia w kosmicznych pojazdach nosnych,
wyszczegblnionych w pozycji 9A004 lub w rakietach meteorologicznych wyszczeg6lnionych w pozycji
9A104.

4A102 Komputery hybrydowe, specjalnie zaprojektowane do modelowania, symulowania lub integrowania
konstrukcyjnego kosmicznych pojazdéw nodnych wyszczegélnionych w pozycji 9A004 lub rakiet
meteorologicznych wyszczegdlnionych w pozycji 9A104.
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Uwaga: Kontrola dotyczy wylgcznie takich sytuacji, w ktorych sprzet jest dostarczany z »oprogramowaniemm«
wymienionym w pozycji 7D103 lub 9D103.
4A506 Nastepujace komputery kwantowe, zwigzane z nimi »zespoly elektroniczne« i ich czesci sktadowe:

a.  komputery kwantowe:

1.

komputery kwantowe obstugujace 34 lub wigcej, ale mniej niz 100, ‘w pelni kontrolowanych’,
‘polaczonych’ i ‘operacyjnych’ kubitéw fizycznych’ oraz charakteryzujace si¢ ‘bledem C-NOT’
mniejszym niz lub réwnym 10

komputery kwantowe obstugujace 100 lub wiecej, ale mniej niz 200, ‘w pelni kontrolowanych’,
‘polaczonych’ i ‘operacyjnych’ ‘kubitéw fizycznych’ oraz charakteryzujace si¢ ‘bledem C-NOT’
mniejszym niz lub réwnym 107

komputery kwantowe obstugujace 200 lub wigcej, ale mniej niz 350, ‘w pelni kontrolowanych’,
‘polaczonych’ i ‘operacyjnych’ kubitéw fizycznych’ oraz charakteryzujace si¢ ‘bledem C-NOT’
mniejszym niz lub r(’)wnym 2x107%

komputery kwantowe obstugujace 350 lub wiecej, ale mniej niz 500, ‘w pelni kontrolowanych’,
‘polaczonych’ i ‘operacyjnych’ kubitéw fizycznych’ oraz charakteryzujace si¢ ‘bledem C-NOT’
mniejszym niz lub réwnym 3 x 107

komputery kwantowe obstugujace 500 lub wigcej, ale mniej niz 700, ‘w pelni kontrolowanych’,
‘polaczonych’ i ‘operacyjnych’ ‘kubitéw fizycznych’ oraz charakteryzujace si¢ ‘bledem C-NOT’
mniejszym niz lub réwnym 4 x 107

komputery kwantowe obstugujace 700 lub wigcej, ale mniej niz 1 100, ‘w pelni kontrolowanych’,
‘polaczonych’ i ‘operacyjnych’ kubitéw fizycznych’ oraz charakteryzujace si¢ ‘bledem C-NOT’
mniejszym niz lub réwnym 5 x 107

komputery kwantowe obstugujace 1100 lub wiecej, ale mniej niz 2000, ‘w pelni
kontrolowanych’, ‘polaczonych’ i ‘operacyjnych’ ‘kubitéw fizycznych’ oraz charakteryzujace si¢
‘bledem C-NOT’ mniejszym niz lub réwnym 6 x 107

komputery kwantowe obstugujace 2 000 lub wigcej ‘w pelni kontrolowanych’, ‘polgczonych’
i ‘operacyjnych’ ‘kubitéw fizycznych’;

b.  urzadzenia kubitowe i obwody kubitowe, zawierajgce lub obstugujace matryce ‘kubitéw fizycznych’
i specjalnie zaprojektowane do produktéw wyszczegélnionych w pozycji 4A506.a.;

c.  komponenty sterowania kwantowego i urzadzenia do pomiaréw kwantowych specjalnie
zaprojektowane do produktow wyszczegdlnionych w pozycji 4A506.a.

Uwaga 1:  Pozycja 4A506 ma zastosowanie do komputeréw kwantowych w modelu obwodowym (lub

bramkowym) i komputeréw kwantowych jednokierunkowych (lub opartych na pomiarach). Ta
pozycja nie ma zastosowania do adiabatycznych komputeréw kwantowych wykorzystujgcy
wyZarzanie kwantowe.

Uwaga 2:  Produkty wyszczegdlnione w pozycji 4A506 nie muszg fizycznie zawieral kubitéw. Na przyklad

komputery kwantowe oparte na schematach fotonicznych nie zawierajg na state elementu
fizycznego, ktdry mozna zidentyfikowad jako kubit. Zamiast tego kubity fotoniczne sq generowane
podczas dziatania komputera, a nastgpnie usuwane.

Uwaga 3:  Produkty wyszczegélnione w pozycji 4A506.b. obejmujg pdtprzewodnik, nadprzewodnik oraz

kubitowe mikroprocesory fotoniczne oraz szeregi ukladéw scalonych; zestawy liniowych pulapek
jonowych; inne technologie blokowania kubitdw oraz spdjne wzajemne powigzania migdzy takimi
produktami.

Uwaga 4:  Pozycja 4A506.c. ma zastosowanie do produktow przeznaczonych do kalibracji, inicjowania

kubitéw uzywanych przez komputer kwantowy, manipulowania nimi lub ich pomiaru.
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Uwagi techniczne:

Do celow pozygji 4A506:

1. ‘Kubit fizyczny’ to dwupoziomowy system kwantowy stosowany do reprezentowania podstawowej jednostki logiki
kwantowej poprzez manipulacje i pomiary, ktore nie zostaty skorygowane o bledy. Kubity fizyczne’ roznig sig od
kubitéw logicznych tym, Ze te ostatnie sq skorygowane o bledy i skladajg sig z wielu kubitéw fizycznych’.

2. ‘W pelni kontrolowany’ oznacza, ze w razie potrzeby ‘kubit fizyczny’ moze by¢ kalibrowany, iniowany,
podlegajgcy dziataniom w bramce i odczytywany.

3. ‘Polgczony’ oznacza, ze migdzy dowolng parg dostgpnych ‘operacyjnych’ kubitéw fizycznych’ mozna wykonywac
operacje bramki dwukubitowej. Niekoniecznie wigze sig to z polgczeniem typu all-to-all.

4. ‘Operacyjny’ oznacza, ze ‘kubit fizyczny’ wykonuje uniwersalne operacje obliczeniowe kwantowe zgodnie ze
specyfikacjami systemu dotyczgcymi wiernosci operacyjnej kubitu.

5. Obstugujgcy 34 lub wigcej ‘w pelni kontrolowanych’, ‘potgczonych’ i ‘operacyjnych’ kubitéw fizycznych’ odnosi sig
do zdolnosci komputera kwantowego do uwigzienia, kontrolowania, pomiaru i przetwarzania informacji

kwantowej zawartej w co najmniej 34 ‘kubitach fizycznych’.

6.  ‘Blgd C-NOT to Sredni blgd bramki fizycznej dla bramek kontrolowanej negacji (C-NOT) dziatajgcych na dwéch
najblizej sgsiadujgcych ‘kubitach fizycznych’.

4A507 Komputery, »zespoly elektroniczne« i czgsci sktadowe zawierajace jeden lub wigcej ukladéw scalonych
wyszczeg6lnionych w pozycji 3A501.a.16.

Uwaga:

Pozycja 4A507 obejmuje »komputery cyfrowe« i komputery hybrydowe.

4B Urzadzenia testujace, kontrolne i produkcyjne
Zadne.
4C Materialy
Zadne.
4D Oprogramowanie
Uwaga: Poziom kontroli »oprogramowania« do urzgdzeri opisanych w innych kategoriach wynika z odpowiedniej
kategorii.
4D001 Nastepujace »oprogramowanie«:
a.  »oprogramowanie« specjalnie zaprojektowane lub zmodyfikowane do »rozwoju« lub »produkjic

sprzetu lub »oprogramowania« wyszczegdlnionych w pozycji 4A001 do 4A004, 4A507 lub 4D;

b.  »oprogramowanie«, inne niz wyszczegdlnione w pozycji 4D001.a., specjalnie zaprojektowane lub
zmodyfikowane do »rozwoju« lub »produkcji« nastepujacego sprzetu:

1. »komputery cyfrowe« posiadajace »skorygowang wydajno$¢ szczytowa« (»APP«) powyzej 24
teraflopséw wazonych (WT);

2. »zespoly elektronicznes, specjalnie zaprojektowane lub zmodyfikowane w celu polepszenia mocy
obliczeniowej poprzez agregacje procesoréw, w taki sposob, ze »APP« agregatu przekracza
warto$¢ graniczng okre$long w pozycji 4D001.b.1.;

3. produkty wyszczeg6lnione w pozycjach 4A506.b. lub 4A506.c.
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4D002

4D003

4D004

4E

4E001

nieuzywane.
nieuzywane.

»Oprogramowanie«  specjalnie  zaprojektowane lub zmodyfikowane do tworzenia »zloliwego
oprogramowanias, zarzagdzania i sterowania nim lub dostarczania takiego oprogramowania.

Uwaga: Pozycja 4A004 nie obejmuje kontrolg »oprogramowania« specjalnie zaprojektowanego i ograniczonego do
udostgpniania aktualizacji lub modernizacji »oprogramowania« spelniajgcego wszystkie ponizsze kryteria:

a.  aktualizaga lub modernizacja nastepujg wylgcznie za zgodg uzytkownika lub administratora
systemu otrzymujgeego; oraz

b.  po aktualizacji lub modernizacji zaktualizowane lub zmodernizowane »oprogramowanie« nie jest
zadnym z ponizszych:

1. »oprogramowaniem« wymienionym w pozycji 4D004; lub

2. »ziosliwym oprogramowaniems.
Technologia

Nastepujace »technologie«:

a.  Technologia«, zgodnie z uwagg ogélng do technologii, stuzaca do »rozwoju«, »produkcjic lub
»uzytkowania« sprzetu lub »oprogramowania« wyszczegdlnionych w pozycji 4A lub 4D;

b.  »technologia¢, zgodnie z uwaga og6lng do technologii, inna niz wyszczeg6lniona w pozycji 4E001.a.,
do »rozwoju« lub »produkcji« nastgpujacego sprzetu:

1. »komputery cyfrowe« posiadajace »skorygowang wydajno$¢ szczytowa« (»APP«) powyzej 24
teraflopsow wazonych (WT);

2. »zespoly elektroniczne, specjalnie zaprojektowane lub zmodyfikowane w celu polepszenia mocy
obliczeniowej poprzez agregacje procesoréw, w taki sposéb, ze »APP« agregatu przekracza
warto$¢ graniczng okreslong w pozycji 4E001.b.1,;

3. produkty wyszczeg6lnione w pozycjach 4A506.b. lub 4A506.c.;

c.  »technologia« stuzaca do »opracowywania« »zlosliwego oprogramowaniac.

Uwaga 1:  Pozycje 4E001.a. i 4E001.c. nie obejmujg kontrolg »ujawniania luk w zabezpieczeniach« ani
»reagowania na cyberincydenty«.

Uwaga 2:  Uwaga 1 nie ogranicza praw whasciwego organu paristwa czbonkowskiego UE, w ktdrym eksporter
ma siedzibe, do sprawdzenia zgodnosci z pozycjami 4E001.a. i 4E001.c.

UWAGA TECHNICZNA DOTYCZACA »SKORYGOWANE] WYDAJNOSCI SZCZYTOWE]« (»APP«)

»APP« oznacza skorygowana najwigksza predkosé, z jaka »komputery cyfrowe« wykonuja zmiennoprzecinkowe operacje
dodawania i mnozenia na liczbach 64-bitowych lub dluzszych.

»APP« wyraza si¢ w teraflopsach wazonych (WT), w jednostkach wynoszacych 10'? skorygowanych operacji zmiennoprze-
cinkowych na sekunde.

£ 77

Skréty stosowane w niniejszej uwadze technicznej

liczba procesoré6w w »komputerze cyfrowyme

numer procesora (i,...n)

czas cyklu procesora (t; = 1/F)

czestotliwos¢ procesora

szczytowa szybko$¢ obliczeniowa dla operacji zmiennoprzecinkowych

wspolczynnik korygujacy zwiazany z architekturg systemu
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Oméwienie sposobu obliczania »APP«
Dla kazdego procesora i okresli¢ szczytowy liczbe operacji zmiennoprzecinkowych (FPO)) na liczbach 64-bitowych

lub dluzszych wykonywanych w jednym cyklu przez kazdy procesor »komputera cyfrowegoc.

Uwaga: Okreslajgc FPO, nalezy braé pod uwage wylgcznie zmiennoprzecinkowe operacgie dodawania lub mnozenia na
liczbach 64-bitowych lub duzszych. Wiszystkie operacje zmiennoprzecinkowe muszg by¢ wyrazone w operacjach
na cykl procesora; operacje wymagajgce wielu cykli mozna wyrazaé w postaci wyniku utamkowego na jeden cykl.
W przypadku procesorow niezdolnych do wykonywania operacji na argumentach zmiennoprzecinkowych
o dhugosci 64 bitow lub dhuzszych efektywna szybko$¢ obliczeniowa R wynosi zero.

Obliczy¢ szybko$¢ operacji zmiennoprzecinkowych R dla kazdego procesora, R; = FPO,/t;.
Obliczy¢ »APP« z wzoru »APP« = W, x R; + W, xR, + ... + W, xR,..

Dla ‘procesoréw wektorowych’ W; = 0,9. Dla procesoréw niebedacych ‘procesorami wektorowymi’ W; = 0,3.

Uwaga 1: W przypadku procesorow wykonujgcych w jednym cyklu operacje ztozone, takie jak dodawanie i mnozenie, liczy si¢ kazda

operacja.

Uwaga 2: W przypadku procesora dziatajgcego w trybie potokowym jako efektywng szybkos¢ obliczeniowg R przyjmuje sig wigkszg

z nastgpujgcych predkosci: predkosé w trybie potokowym przy petnym wykorzystaniu potoku i predkos¢ w trybie
niepotokowym.

Uwaga 3: Do celow obliczenia »APP« calego zespotu przyjmuje sig dla kazdego procesora skladowego jego maksymalng teoretycznie

mozliwg szybkos¢ obliczeniowg R. Zaktada sig, ze komputer moze wykonywac réwnoczesne operacje w przypadku gdy
jego wytwdrca podaje w instrukcji uzytkowania lub innej, ze komputer moze pracowaé wspétbieznie, réwnolegle lub
wykonywac operacje lub dziatania réwnoczesne.

Uwaga 4:  Przy obliczaniu »APP« nie uwzglednia sig procesoréw, ktdrych rola ogranicza sig do funkcji wejscia/wyjscia i peryferyjnych

(np. w napedzie dyskow, urzgdzeniach komunikacyjnych i wyswietlaczu wideo).

Uwaga 5:  Nie oblicza sig wartosci »APP« dla zespotéw procesoréw potgczonych (ze sobg i z innymi) w ramach »lokalnych sieci

komputerowych«, rozleglych sieci komputerowych (WAN), dzielonych wspélnych potgczeri lub urzgdzeri wejscia/wyjscia,
kontroleréw  wejsciafwyjscia  oraz we wszelkich  polgczeniach  komunikacyjnych  implementowanych  przez
»oprogramowaniec.

Uwaga 6:  Konieczne jest obliczenie wartosci »APP« dla zespotéw procesorow zawierajgcych procesory specjalnie zaprojektowane

w celu zwigkszenia wydajnosci poprzez agregacje, rownoczesne dziatanie i wspéldzielenie pamigci.

Uwagi techniczne:

1. Lgcznie wszystkie procesory i akceleratory dziatajgce rownoczesnie i znajdujgce sig na tej samej plytce.

2. Zespoly procesorow wspéldzielg pamiec, gdy dowolny procesor jest w stanie uzyskac dostep do pamigci w dowolnej
lokalizacji w systemie poprzez transmisje sprzgtowg linii pamigci podrecznej lub stéw maszynowych w pamigci, bez
angazowania zadnego mechanizmu opartego na oprogramowaniu, ktéry to efekt moze zostaé uzyskany w drodze
wykorzystania »zespotow elektronicznych« wymienionych w pozycji 4A003.c.

Uwaga 7:  ‘Procesor wektorowy’ jest zdefiniowany jako procesor wyposazony w wewngtrzne instrukcje pozwalajgce réwnoczesnie

wykonywa( wielokrotne operacje na wektorach zmiennoprzecinkowych (jednowymiarowych tablicach ztozonych z liczb
64-bitowych lub duzszych), posiadajgcy co najmniej dwie funkcjonalne jednostki wektorowe i co najmniej 8 rejestrow
wektorowych, kazdy o pojemnosci co najmniej 64 elementow.

CZESC VI

Kategoria 5

KATEGORIA 5 - TELEKOMUNIKACJA I ~OCHRONA INFORMA(]I«

Cz¢s¢ 1-  TELEKOMUNIKACJA

Uwaga 1: W pozygach kategorii 5 czes¢ 1 ujeto poziom kontroli czeSci sktadowych, sprzetu testujgcego
i »produkcyjnego« oraz »oprogramowania« do nich, specjalnie zaprojektowanych do sprzgtu lub systeméw
telekomunikacyjnych.
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Uwaga 1:  (cigg dalszy)

N.B. »Lasery« specjalnie zaprojektowane do urzgdzeri i systeméw telekomunikacyjnych — zob.
poz. 6A005.

Uwaga 2:  »Komputery cyfrowe«, towarzyszgcy im sprzet lub »oprogramowanie«, majgce zasadniczy wplyw na
dziatanie i wspomaganie dzialari sprzgtu telekomunikacyjnego przedstawionego w niniejszej kategorii, sq
traktowane jako specjalnie opracowane komponenty, pod warunkiem Ze sg to modele standardowe,
dostarczane przez producenta na zaméwienie lienta. Dotyczy to komputerowych systeméw eksploatagji,
administrowania, utrzymania, obstugi technicznej lub ksiggowych.

5A1 Systemy, urzadzenia i cze$ci skladowe

5A001 Nastepujace systemy telekomunikacyjne, urzadzenia telekomunikacyjne, cz¢sci sktadowe i osprzet:

a.  dowolny typ sprzgtu telekomunikacyjnego, posiadajacy jedna z nizej wymienionych cech lub
wla$ciwosci lub realizujacy jedng z wymienionych funkgji:

1. specjalnie zabezpieczone przed skutkami przejSciowych zjawisk elektronicznych lub impulsu
elektromagnetycznego, powstajacych w wyniku wybuchu jadrowego;

2. specjalnie zabezpieczone przed promieniowaniem gamma, neutronowym lub jonizacyjnym;
3. specjalnie zaprojektowane do eksploatacji w temperaturze ponizej 218 K (-55 °C); lub

4. specjalnie zaprojektowane do eksploatacji w temperaturze powyzej 397 K (124 °C);
Uwaga 1:  Pozygje 5A001.a.3. 1 5A001.a.4. obejmujg kontrolg wylgcznie sprzet elektroniczny.

Uwaga 2:  Pozycje 5A001.4.2., 5A001.a.3. i 5A001.a.4. nie obejmujg kontrolg sprzgtu zaprojektowanego
lub zmodyfikowanego do stosowania w »statkach kosmicznych.

b.  systemy i urzadzenia telekomunikacyjne oraz specjalnie do nich zaprojektowane czesci skladowe
i osprzet, posiadajace ktdragkolwiek z nizej wymienionych cech i wlasciwosci lub realizujace
ktérakolwiek z wymienionych ponizej funkji:

1. bedace bezprzewodowymi systemami komunikacji podwodnej spelniajacymi ktorekolwiek
z ponizszych kryteriéw:

a.  akustyczna czestotliwo$¢ nosna poza przedzialem 20 kHz do 60 kHz;
b.  dzialajace w zakresie elektromagnetycznej czestotliwosci no$nej ponizej 30 kHz;
c.  dzialajgce z wykorzystaniem technik sterowania za pomoca wigzki elektronéw; lub

d.  dzialajace z wykorzystaniem »laseré6we« lub diod elektroluminescencyjnych (LED) o fali
wyjSciowej, ktorej dtugos¢ przekracza 400 nm, lecz nie osigga 700 nm, w »lokalnej sieci
komputeroweje;

2. bedace sprzetem radiowym dzialajagcym w pasmie od 1,5 do 87,5 MHz i spelniajace wszystkie
z ponizszych kryteriow:

a.  automatyczne przewidywanie i wybieranie czestotliwosci oraz »catkowite szybkosci
transmisji danych cyfrowych« na kanal, umozliwiajace optymalizacj¢ transmisji; oraz

b.  zaopatrzenie w liniowy wzmacniacz mocy umozliwiajacy réwnoczesng obrobke wielu
sygnaléw przy mocy wyjsciowej 1 kW lub wyzszej, w zakresie czestotliwosci od 1,5
do 30 MHz, lub 250 W lub wyzszej w zakresie czgstotliwosci od 30 do 87,5 MHz,
w zakresie »pasma chwilowego« o szerokosci jednej oktawy lub wigkszej oraz z wyjsciem
o znieksztalceniach harmonicznych lub innych lepszych niz -80 dB;

3. bedace sprzetem radiowym, w ktérym zastosowano techniki »widma rozproszonego« w tym
srozrzucanie czestotliwosci«, poza wyszczegélnionymi w pozycji 5A001.b.4., i spelniajace
ktorekolwiek z ponizszych kryteriéw:

a.  programowane przez uzytkownika kody rozpraszania; lub
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b.  catkowita szeroko$¢ przesylanego pasma 100 lub wigcej razy wigksza od szerokosci pasma
dowolnego z kanatéw informacyjnych w nadmiarze 50 kHz;

Uwaga: Pozycja 5A001.b.3.b. nie obejmuje kontrolg sprzgtu radiowego specjalnie
zaprojektowanego do stosowania w ktdrychkolwiek z ponizszych:

a.  sieci telekomunikacyjnych w  ukladzie terytorialnym  (komdrkowym)
dziatajgcych w zakresie pasm cywilnych; lub

b.  stalych lub ruchomych naziemnych stacjach »satelitarnych« do zastosowan
w komercyjnych cywilnych systemach telekomunikacji.

Uwaga: Pozycja 5A001.b.3. nie obejmuje kontrolg urzgdzen o mocy wyjsciowej 1 W' lub mniejszej.
bedace sprzetem radiowym, w ktérym zastosowano ultraszerokopasmowe techniki modulagji,
posiadajagce programowane przez uzytkownika kody przydzielania kanaléw, szyfrowania
(scrambling) lub identyfikaciji sieci i spelniajace ktorekolwiek z ponizszych kryteriéw:

a.  szeroko$¢ pasma przekraczajaca 500 MHz; lub

b.  »ulamkowa szerokos¢ pasma« wynoszaca 20 % lub wiecej;

bedgce sterowanymi cyfrowo odbiornikami radiowymi, ktére spelniaja wszystkie ponizsze
kryteria:

a.  posiadajag ponad 1 000 kanalow;
b.  charakteryzujg si¢ ‘czasem przelaczania kanaléw’ nizszym od 1 ms;

¢.  umozliwiaja automatyczne przeszukiwanie lub skanowanie czgsci widma fal elektromagne-
tycznych; oraz

d.  umozliwiajg identyfikacje odbieranych sygnatéw lub typu nadajnika; lub

Uwaga: Pozygja 5A001.b.5. nie obejmuje kontrolg sprzgtu specjalnie zaprojektowanego do
komdrkowych radiowych sieci telekomunikacyjnych, dziatajgcych w zakresie pasm cywilnych.

Uwaga techniczna:

Do celéw pozycji 5A001.b.5.b. ‘czas przelgczania kanalow’ oznacza czas (tj. opdZnienie) do zmiany
z jednej czgstotliwosci odbiorczej na inng, by osiggng¢ zgodng ze specyfikaciami koticowg czgstotliwosé
odbiorczg na poziomie zadanym lub w przedziale = 0,05 % wokét tego poziomu. Produkty, ktérych
zgodna ze specyfikacjami czgstotliwosé miesci sig w przedziale wezszym niz £ 0,05 % wokét ich
czgstotliwosci Srodkowej, definiowane sg jako niezdolne do przetgczania czgstotliwosci kanatéw.

bedace urzadzeniami wykorzystujacymi funkcje cyfrowego »przetwarzania sygnalow« dla

realizacji ‘kodowania mowy’ z szybkoscia ponizej 700 bitéw/s;

Uwagi techniczne:

1. Dla zmiennych wspdtczynnikéw kodowania mowy’ pozycja 5A001.b.6. dotyczy ‘kodowania mowy’
w odniesieniu do wyjscia ciggtego sygnatu glosowego.

2. Do celow pozygi 5A001.b.6. kodowanie mowy’ okresla si¢ jako technike prébkowania glosu
ludzkiego, a nastgpnie przetwarzania prébek na sygnat cyfrowy, z uwzglednieniem cech szczegdlnych
mowy ludzkiej.

c. Swiatlowody o dlugosci ponad 500 m i okre$lone przez producenta jako mogace si¢ oprze¢ podczas
‘testu kontrolnego’ naprezeniom rozciggajagcym wynoszacym 2 x 10° N/m? lub wigksze;

N.B. Dla podwodnych kabli startowych (pgpowinowych) zob. takze pozycja 8A002.4.3
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Uwaga techniczna:

Do celéw pozycji 5A001.c. ‘test kontrolny’ oznacza prowadzong na biezgco (on line) lub poza linig produkcyjng
(off-line) kontrole zupelng, podczas ktdrej wszystkie wiékna sq obcigzane dynamicznie z géry okreslonymi
naprezeniami rozciggajgcymi, dziatajgcymi na odcinek Swiattowodu o dhugosci od 0,5 do 3 m, przeciggany
z szybkoscig 2 do 5 m/s pomigdzy bebnami nawijajgcymi o Srednicy okoto 150 mm. Temperatura otoczenia
powinna wynosi¢ 293 K (20 °C), a wilgotnos¢ wzgledna 40 %. Testy kontrolne mozna przeprowadzié¢ wedtug
réwnowaznych norm krajowych.

nastepujace ‘elektronicznie sterowane fazowane uklady antenowe’:

1. przystosowane do dzialania w zakresie czestotliwosci powyzej 31,8 GHz, ale nieprzekraczajgcej
57 GHz i posiadajace efektywng moc wypromieniowang (ERP) réwna lub wigksza niz +20 dBm
(efektywna moc wypromieniowang izotropowo (EIRP) réwng lub wigkszg 22,15 dBm);

2. przystosowane do dzialania w zakresie czestotliwosci powyzej 57 GHz, ale nieprzekraczajacej
66 GHz i posiadajace ERP réwna lub wigksza niz +24 dBm (EIRP 26,15 dBm);

3. przystosowane do dzialania w zakresie czestotliwo$ci powyzej 66 GHz, ale nieprzekraczajgcej
90 GHz i posiadajace ERP réwna lub wigksza niz +20 dBm (EIRP 22,15 dBm);

4. przystosowane do dzialania w zakresie czestotliwosci powyzej 90 GHz;

Uwaga 1:  Pozycja 5A001.d. nie obejmuje kontrolg ‘elektronicznie sterowanych fazowanych uktadow
antenowych’ do systeméw kontroli lgdowania oprzyrzgdowanych wedtug wymagari norm ICAO
obejmujgcych mikrofalowe systemy kontroli lgdowania (MLS).

Uwaga 2:  Pozycja 5A001.d. nie obejmuje kontrolg anten specjalnie zaprojektowanych do ktdrychkolwiek
z ponizszych:

a.  sieci telekomunikacyjnych w uktadzie terytorialnym (komdrkowym lub lokalna sie¢ radiowa)
dziatajgcych w zakresie pasm cywilnych;

b.  IEEE 802.15 lub bezprzewodowego HDMI; lub

c.  stalych lub ruchomych naziemnych stacjach »satelitarnych« do zastosowast w komercyjnych
cywilnych systemach telekomunikagji.

Uwaga techniczna:

Do celow pozygji 5A001.d. ‘elektronicznie sterowane fazowane uklady antenowe’ oznaczajg anteng ksztattujgcg
wigzke za pomocg sprzezenia fazowego (tj. kierunek wigzki jest utrzymywany za pomocg elementow
promieniujgcych o zlozonych wspétczynnikach wzbudzenia), przy czym kierunek takiej wigzki (azymut lub
podniesienie kgtowe) mozna zmieniaé za pomocg syghatu elektrycznego, zarowno dla nadawania, jak i odbioru.

sprzet radiowy do namierzania kierunku dzialajacy na czestotliwosciach powyzej 30 MHz i spelniajacy
wszystkie ponizsze kryteria, jak rowniez specjalnie zaprojektowane podzespoly do tego sprzetu:

1. »chwilowa szeroko$¢ pasma« wynoszgca 10 MHz lub wigcej; oraz

2. zdolno$¢ okreslania namiaru na niewspdlpracujace nadajniki radiowe emitujace sygnal o czasie
trwania krétszym niz 1 ms;

nastepujace urzadzenia przechwytujace lub zakldcajace telekomunikacji mobilnej 1 urzadzenia
monitorujgce do nich oraz specjalnie zaprojektowane do nich cze¢sci sktadowe:

1. urzadzenia przechwytujace zaprojektowane do ekstrahowania glosu lub danych,
transmitowanych przez interfejs radiowy;

2. urzadzenia przechwytujagce niewymienione w pozycji 5A001.f1., zaprojektowane do
ekstrahowania identyfikatoréw urzadzen klientéw lub abonentéw (np. IMSI, TIMSI lub IMEI),
sygnalow lub innych metadanych transmitowanych przez interfejs radiowy;

3. sprzet zakldcajacy zaprojektowany lub zmodyfikowany specjalnie na potrzeby celowego
i selektywnego zakldcania, blokowania, utrudniania, pogarszania jakoSci lub wprowadzania
w blad systeméw ustug telekomunikacyjnych w sieciach ruchomych i wypelniajacy ktérekolwiek
z ponizszych kryteriéw:

a.  zdolno$¢ symulowania funkeji sprzetu sieci dostepu radiowego (RAN);
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b.  wykrywanie i wykorzystywanie cech szczegdlnych stosowanego protokotu telekomunikacji
ruchomej (np. GSM); lub

c. ZvykoGrgiIZ)tywanie cech szczegdlnych stosowanego protokotu telekomunikacji ruchomej
np. ;

4. urzadzenia do monitorowania czestotliwosci radiowych zaprojektowane lub zmodyfikowane do
wykrywania dzialania podzespoléw okreslonych w pozycjach 5A001.f1., 5A001.f2.
lub 5A001.£.3,;

Uwaga: Pozycje 5A001.f.1. i 5A001.f.2. nie obejmujg kontrolg zadnych z ponizszych:

a.  urzgdzen zaprojektowanych specjalnie do przechwytywania analogowych prywatnych
systemdw radiowej tgcznosci ruchomej (PMR), IEEE 802.11 WLAN;

b.  urzgdzer zaprojektowanych na potrzeby operatoréw sieci telekomunikacji mobilnej; lub

¢ urzgdzed zaprojektowanych do »rozwoju« lub sprodukgic urzgdzeri lub systeméw
telekomunikacji mobilnej.

N.B.1. ZOB. TAKZE WYKAZ UZBROJENIA.

N.B.2. Odbiorniki radiowe — zob. pozycja 5A001.b.5.

g. systemy lub urzadzenia do pasywnej koherentnej lokacji (PCL) specjalnie zaprojektowane do
wykrywania i $ledzenia obiektéw ruchomych za pomocg pomiaru odbi¢ emisji czestotliwosci
radiowych z otoczenia, pochodzacych od nadajnikéw nieradarowych;

Uwaga techniczna:

Do celéw pozycji 5A001.g. nadajniki nieradarowe mogg obejmowac stacje bazowe radiowe, telewizyjne i telefonii
komérkowej.

Uwaga: Pozycja 5A001.g. nie obejmuje kontrolg zadnych z ponizszych:
a. urzgdzen radioastronomicznych; lub
b.  systeméw lub urzqdzer wymagajgcych, aby cel nadawat jakikolwiek sygnat radiowy.

h.  nastepujace urzadzenia do unieszkodliwiania improwizowanych urzadzen wybuchowych (IED)
i powigzany sprzet:

1. urzadzenia do transmisji w czgstotliwosci radiowej (RF), niewyszczegdlnione w pozycji SA001.f.,
zaprojektowane lub zmodyfikowane do przedwczesnej aktywacji lub zapobiegania inicjacji
improwizowanych urzadzeni wybuchowych (IED);

2. urzadzenia wykorzystujace techniki zaprojektowane w celu umozliwienia komunikacji radiowej
na tych samych kanalach czestotliwosci, na ktérych transmituja urzadzenia towarzyszace
okreslone w pozycji 5A001.h.1.

N.B. ZOB. TAKZE WYKAZ UZBROJENIA.
i nieuzywane;
j. systemy lub urzadzenia do nadzorowania komunikacji w sieci z wykorzystaniem protokotu IP oraz

specjalnie zaprojektowane do nich czedci sktadowe, spelniajace wszystkie ponizsze kryteria:

1. wykonujace wszystkie ponizsze dzialania w sieci IP klasy operatorskiej (np. krajowa sieé
szkieletowa IP):

a.  analiza w warstwie aplikacji (np. warstwa 7 modelu OSI (Open Systems Interconnection)
(ISO/IEC 7498-1));

b.  ekstrakcja wybranych metadanych i zawartosci aplikacji (np. glos, obraz wideo,
wiadomosci, zalaczniki); oraz

¢.  indeksowanie wyekstrahowanych danych; oraz
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j. (cigg dalszy)

2. specjalnie zaprojektowane do wykonywania wszystkich nast¢pujacych czynnosci:

a.  przeprowadzania wyszukiwania w oparciu o »twarde parametry«; oraz
b.  mapowanie sieci powigzan pojedynczej osoby lub grupy ludzi.
Uwaga: Pozycja 5A001.j. nie obejmuje kontrolg systeméw lub sprzgtu specjalnie zaprojektowanego do
ktérychkolwiek z ponizszych:
a.  cel rynkowy;
b.  sieciowa jakosC ustugi (QoS); lub
¢ postrzegalna jakos¢ ustug (QoE);
5A101 Sprzet do zdalnego przekazywania wynikéw pomiaréw i do zdalnego sterowania, w tym sprzet naziemny,

zaprojektowany lub zmodyfikowany do uzycia w ‘pociskach rakietowych’.

Uwaga techniczna:

W pozycji 5A101 ‘pocisk rakietowy’ oznacza kompletne systemy rakietowe oraz systemy bezzalogowych statkow
powietrznych, zdolnych do pokonania odleglosci przekraczajgeej 300 km.

Uwaga: Pozycja 5A101 nie obejmuje kontrolg:
a.  sprzgtu zaprojektowanego lub zmodyfikowanego do zalogowych statkéw powietrznych lub
satelitéw;
b.  sprzgtu naziemnego, zaprojektowanego lub zmodyfikowanego do zastosowar lgdowych lub
morskich;
c.  sprzetu zaprojektowanego do celéw ustug systemu nawigacji satelitarnej (np. integralnosci danych,
bezpieczetistwa lotéw) o charakterze komercyjnym, cywilnym lub dla ‘ratowania zycia’.
5B1 Urzadzenia testujjce, kontrolne i produkcyjne
5B001 Nastepujace telekomunikacyjne urzadzenia testujace, kontrolne i produkeyjne, czgsci sktadowe i osprzet:

a.  sprzet i specjalnie zaprojektowane do niego elementy i akcesoria, specjalnie zaprojektowane do
srozwoju« lub »produkcji« urzadzen, funkcji lub wlasciwosci ujetych w pozycji 5A001;

Uwaga:

Pozycja 5B001.a. nie obejmuje kontrolg sprzetu do cechowania Swiattowodow.

b.  sprzet i specjalnie zaprojektowane do niego czesci sktadowe i osprzet, specjalnie zaprojektowane do
»rozwoju« nastepujacych telekomunikacyjnych urzadzen przesytowych lub przelaczajacych:

1.  nieuzywane;

2. sprzet wykorzystujacy »laser« i spelniajacy ktérekolwiek z ponizszych kryteriéw:

d.

b.

C.

d.

dtugos¢ fali nadawczej przekraczajaca 1 750 nm; lub
nieuzywane;
nieuzywane;

stosujgcy techniki analogowe i posiadajacy szerokos§¢ pasma przekraczajaca 2,5 GHz; lub

Uwaga: Pozycja 5B001.b.2.d. nie obejmuje kontrolg sprzetu specjalnie zaprojektowanego do
»rozwoju« komercyjnych systemow telewizji.

3. nieuzywane;

4. sprzet radiowy wykorzystujgcy technike modulacji kwadraturowej (QAM), powyzej poziomu
1024,

5. nieuzywane.
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5C1 Materialy
Zadne.
5D1 Oprogramowanie
5D001 Nastepujace »oprogramowanie«:
a.  »oprogramowanie« specjalnie zaprojektowane lub zmodyfikowane do »rozwojuc, »produkcjic lub

»uzytkowania« sprzetu, funkeji lub wlasciwosci wyszczegdlnionych w pozycji 5A001;
b.  nieuzywane;

c.  specyficzne »oprogramowanie« specjalnie zaprojektowane lub zmodyfikowane w celu umozliwienia
sprzetowi osiggniecia cech charakterystycznych, funkeji lub whasciwosci wyszczegélnionych w pozydji
5A001 lub 5B00T;

d.  »oprogramowanie« specjalnie zaprojektowane lub zmodyfikowane do »rozwojuc« nastgpujacego sprzgtu
transmisji telekomunikacyjnych oraz przelaczajacego:

1.  nieuzywane;
2. sprzet wykorzystujacy »laser« i spetniajacy ktdrekolwiek z ponizszych kryteriéw:
a.  dlugosc fali nadawczej przekraczajaca 1 750 nm; lub
b.  stosujacy techniki analogowe i posiadajacy szeroko$¢ pasma przekraczajaca 2,5 GHz; lub
Uwaga: Pozycja 5D001.d.2.b. nie obejmuje kontrolg »oprogramowania« specjalnie
zaprojektowanego do »rozwoju« komercyjnych systemow telewizji.
3. nieuzywane;

4. sprzet radiowy wykorzystujgcy technike modulacji kwadraturowej (QAM), powyzej poziomu
1024;

e.  »oprogramowanie«, inne niz wyszczegélnione w pozycji 5D00l.a. lub 5D001.c, specjalnie
zaprojektowane lub zmodyfikowane do celéw monitorowania lub analizy przez organy egzekwowania
prawa, zapewniajace wszystkie ponizsze funkcje:

1. przeprowadzanie, w oparciu o »twarde parametry«, wyszukiwania zawarto$ci komunikatéw lub
metadanych uzyskanych od dostawcy ustug komunikacyjnych, za pomocg ‘interfejsu
przekazow’; oraz

2. mapowanie sieci powigzan lub $ledzenie ruchu lub lokalizacji namierzanych oséb na podstawie
wynikéw wyszukiwania zawarto$ci komunikatéw lub metadanych, lub samych wyszukiwan,
zgodnie z opisem w pozycji 5D001.e.1.

Uwagi techniczne:

1. Do celéw pozycji 5D001.e. ‘interfejs przekazow’ jest fizycznym i logicznym interfejsem zaprojektowanym
do uzytkowania przez uprawniony organ egzekwowania prawa, za pomocg ktdrego organ Zgda od
dostawcy ustug komunikacyjnych zastosowania srodkéw ukierunkowanego przechwytywania, a nastepnie
otrzymuje od niego wyniki tego przechwytywania. ‘Interfejs przekazow’ jest instalowany w systemach lub
w sprzecie (np. urzgdzeniach mediacyjnych), ktore otrzymujg i walidujg Zgdanie przechwytywania,
a nastgpnie dostarczajg zgdajgcemu organowi tylko te wyniki przechwytywania, ktére odpowiadajg
zwalidowanemu zgdaniu.

2. ‘Interfejsy przekazéw’ mogg by¢ okreslone przez normy migdzynarodowe (w tym m.in. ETSI TS 101 331,
ETSITS 101 671, 3GPP TS 33.108) lub réwnowazne normy krajowe.

Uwaga: Pozycja 5D001.e. nie obejmuje kontrolg »oprogramowania« specjalnie zaprojektowanego lub
zmodyfikowanego do ktorychkolwiek z ponizszych zastosowari:

a.  cele rozliczeniowe;
b.  sieciowa jakos¢ ustugi (QoS);
¢ postrzegalna jakos¢ ustug (QoE);

d.  urzgdzenia mediacyjne; lub
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e.  Uwaga: (cigg dalszy)

e.  wykorzystanie do platnosci mobilnych lub bankowosci.
5D101 »Oprogramowanie« specjalnie zaprojektowane lub zmodyfikowane do »uzytkowania« sprzetu wymienionego
w pozycji 5A101.
5E1 Technologia
5E001 Nastepujace »technologie«:
a.  technologia«, zgodnie z uwaga ogdlna do technologii, stuzaca do »rozwoju« lub »produkcjic lub

»suzytkowania« (wylaczajac obslugiwanie) sprzetu, funkcji lub wlasciwosci wyszczegélnionych
w pozycji 5A001 lub »oprogramowania« wymienionego w pozycji 5D001.a. lub 5D001.e.;

b.  »technologie« specjalne, takie jak:

1. technologie« »niezbedne« do »rozwoju« lub »produkcjic sprzetu telekomunikacyjnego
zaprojektowanego specjalnie do instalowania w »statkach kosmicznyche

2. technologie« stuzace do »rozwoju« lub »uzytkowania« »laserowych« technik komunikacyjnych
z mozliwoscig automatycznego wykrywania, ustalania pochodzenia i $ledzenia sygnaléw oraz
utrzymywania komunikacji w egzoatmosferze lub w $rodowisku podpowierzchniowym
(podwodnym);

3. technologie« stuzagce do »rozwoju« komérkowych cyfrowych systeméw radiowych, ktérych
mozliwosci odbiorcze pozwalajg na multi-pasmowe, multi-kanalowe, multi-trybowe, multi-
kodowe algorytmy lub multi-protokotowe uzytkowanie, ktére moze by¢ modyfikowane poprzez
zZmiany w »0programowanius;

4. technologie« stuzace do »rozwoju« technik »widma rozproszonegos, lacznie z technikami
»rozrzucania czestotliwoscic

Uwaga: Pozygja 5E001.b.4. nie obejmuje kontrolg »technologiic »rozwoju« ktdregokolwiek
z ponizszych:

a.  sieci telekomunikacyjnych w ukladzie terytorialnym (komdrkowym) dziatajgcych
w zakresie pasm cywilnych; lub

b.  stalych lub ruchomych naziemnych stagach satelitarnych do zastosowar
w komercyjnych cywilnych systemach telekomunikacji.

c.  »technologia« stosownie do uwagi ogdlnej do technologii w odniesieniu do »rozwojuc lub »produkcjc
ktéregokolwiek z ponizszych:

1.  nieuzywane;

2. sprzet wykorzystujacy »laser« i spetniajacy ktdrekolwiek z ponizszych kryteriéw:
a.  dlugosc fali nadawczej przekraczajgca 1 750 nm; lub
b.  nieuzywane;
c.  nieuzywane;

d.  wykorzystujgcy techniki zwielokrotniania poprzez rozdzielanie fal no$nikéw optycznych
w odstepie mniejszym niz 100 GHz; lub

e.  stosujacy techniki analogowe i posiadajgcy szeroko$¢ pasma przekraczajacy 2,5 GHz;

Uwaga: Pozycja 5E001.c.2.e. nie obejmuje kontrolg »technologii« stuzgcej komercyjnych
systeméw telewizji.

N.B. Jezeli chodzi o »technologig« stuzgcg do »rozwoju« lub »produkcjic urzgdzeti nietelekomuni-
kacyjnych wykorzystujgcych laser, zob. pozycja 6E.
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c.  (cigg dalszy)

3. sprzet wykorzystujacy komutacje optyczng’, ktérego czas komutagji jest krétszy niz 1 ms;

Uwaga techniczna:

Do celow pozygi 5E001.c.3. ‘komutacja optyczna’ oznacza przekazywanie lub komutace sygnatéw
W postaci optycznej bez przetwarzania na sygnaly elektryczne.

4. sprzet radiowy spelniajacy ktorekolwiek z ponizszych kryteriow:
a.  wykorzystujacy technike modulacji kwadraturowej (QAM) powyzej poziomu 1 024;
b.  pracujacy z czestotliwosciami, wejSciowa lub wyjsciows, powyzej 31,8 GHz; lub
Uwaga: Pozycja 5E001.c.4.b. nie obejmuje kontrolg »technologii« sprzgtu zaprojektowanego

lub zmodyfikowanego do pracy w pasmach »przydzielonych przez ITU« dla shuzb
radiokomunikacyjnych, ale nie do namierzania radiowego.

c.  pracujgcy w paSmie 1,5 MHz do 87,5 MHz i stosujacy techniki adaptacyjne zapewniajace
tlumienie sygnaléw zaktdcajacych na poziomie wigkszym niz 15 dB; lub

5. nieuzywane;
6.  sprzet mobilny spelniajacy wszystkie ponizsze kryteria:

a.  dzialajacy na fali optycznej dluzszej niz lub réwnej 200 nm i krétszej lub réwnej 400 nm;
oraz

b.  dzialajacy jako »sie¢ lokalnag

d.  »technologia¢, zgodnie z uwagg ogélng do technologii, stuzaca do »rozwoju« lub »produkcjic
»monolitycznych  mikrofalowych  ukladéw  scalonych« (MMIC«) wzmacniaczy specjalnie
zaprojektowanych dla telekomunikacji i spelniajgcych ktdrekolwiek z ponizszych kryteriow:

Uwaga techniczna:

Do celow pozycji 5E001.d. parametr mocy wyjsciowej na granicy nasycenia moze by¢ réwniez okreslany w arkuszu
danych produktu jako moc wyjsciowa, nasycona moc wyjsciowa, maksymalna moc wyjsciowa, szczytowa toc
wyjsciowa lub szczytowa warto$¢ obwiedni mocy.

1.  przystosowane do dzialania w zakresie czestotliwosci powyzej 2,7 GHz i do 6,8 GHz wlacznie,
o »ulamkowej szerokosci pasma« powyzej 15 % i spelniajace ktérekolwiek z ponizszych
kryteriow:

a. moc wyjSciowa na granicy nasycenia powyzej 75 W (48,75 dBm) przy dowolnej
czestotliwosci w zakresie powyzej 2,7 GHz do 2,9 GHz wlacznie;

b. moc wyjSciowa na granicy nasycenia powyzej 55 W (47,4 dBm) przy dowolnej
czestotliwo$ci w zakresie powyzej 2,9 GHz do 3,2 GHz wlgcznie;

¢ moc wyjSciowa na granicy nasycenia powyzej 40 W (46 dBm) przy dowolnej czestotliwosci
w zakresie powyzej 3,2 GHz do 3,7 GHz wiacznie; lub

d.  moc wyjSciowa na granicy nasycenia powyzej 20 W (43 dBm) przy dowolnej czestotliwosci
w zakresie powyzej 3,7 GHz do 6,8 GHz wlacznie;

2. przystosowane do dzialania w zakresie czestotliwosci powyzej 6,8 GHz i do 16 GHz wlacznie,
o »ulamkowej szerokosci pasma« powyzej 10 % i spelniajace ktérekolwiek z ponizszych
kryteriow:

a.  moc wyjSciowa na granicy nasycenia powyzej 10 W (40 dBm) przy dowolnej czestotliwosci
w zakresie powyzej 6,8 GHz do 8,5 GHz wlacznie; lub

b.  moc wyjSciowa na granicy nasycenia powyzej 5 W (37 dBm) przy dowolnej czestotliwosci
w zakresie powyzej 8,5 GHz do 16 GHz wlacznie;
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d.  (cigg dalszy)

3. przystosowane do pracy z mocg wyjSciowa na granicy nasycenia powyzej 3 W (34,77 dBm) przy
dowolnej czestotliwosci w zakresie powyzej 16 GHz do 31,8 GHz wiacznie, i przy »utamkowej
szerokoSci pasmac« wynoszacej powyzej 10 %;

4. przystosowane do pracy z moca wyjsciowq na granicy nasycenia powyzej 0,1 nW (-70 dBm) przy
dowolnej czestotliwosci w zakresie powyzej 31,8 GHz do 37 GHz wigcznie;

5. przystosowane do pracy z mocg wyjSciowa na granicy nasycenia powyzej 1 W (30 dBm) przy
dowolnej czestotliwosci w zakresie powyzej 37 GHz do 43,5 GHz wlacznie, i przy »utamkowej
szerokoSci pasmac« wynoszacej powyzej 10 %;

6.  przystosowane do pracy z mocg wyjSciowa na granicy nasycenia powyzej 31,62 mW (15 dBm)
przy dowolnej czestotliwosci w zakresie powyzej 43,5 GHz do 75 GHz wlgcznie, i przy
»utamkowej szeroko$ci pasma« wynoszacej powyzej 10 %;

7. przystosowane do pracy z mocg wyjSciowa na granicy nasycenia powyzej 10 mW (10 dBm) przy
dowolnej czestotliwosci w zakresie powyzej 75 GHz do 90 GHz wlacznie, i przy »ulamkowej
szerokosci pasma« wynoszacej powyzej 5 %; lub

8.  przystosowane do pracy z mocg wyjéciowa na granicy nasycenia powyzej 0,1 nW (-70 dBm) przy
dowolnej czestotliwosci w zakresie powyzej 90 GHz;

stechnologia«, zgodnie z uwaga ogdlng do technologii, stuzaca do »rozwojuc« lub »produkcjic urzadzen
lub ukladéw elektronicznych specjalnie zaprojektowanych dla telekomunikacji, zawierajacych czesci
skladowe wykonane z materialéw »nadprzewodzacyche, specjalnie zaprojektowane do pracy
w temperaturach ponizej »temperatury krytycznej« co najmniej jednego z elementéw
»nadprzewodzacyche i spelniajace ktérekolwiek z ponizszych kryteriow:

1. przelaczanie pradowe dla obwodéw cyfrowych za pomoca bramek »nadprzewodzacyche, dla
ktérego iloczyn czasu zwloki na bramke (w sekundach) i rozproszenia mocy na bramke
(w watach) wynosi ponizej 10* J; lub

2. selekgja czestotliwosci dla wszystkich czestotliwosci za pomoca obwodéw rezonansowych
o warto$ciach Q przekraczajacych 10 000;

5E101 »Technologia«, zgodnie z uwaga ogdlng do technologii, stuzgca do »rozwojus, »produkeji« lub »uzytkowania«
sprzetu wymienionego w pozycji 5A101.

Czeé¢2—  »OCHRONA INFORMACI«

Uwaga 1:  Nieuzywane.

Uwaga 2:  Kategoria 5 — czgs¢ 2 nie obejmuje kontrolg wyrobow towarzyszgcych uzytkownikowi dla jego osobistego

uzytku.

Uwaga 3: Uwaga kryptograficzna

Pozycje 5A002, 5D002.a.1., 5D0002.b. i 5D002.c.1. nie obejmujg kontrolg nastepujgcych produktéw:
a.  produktéw spetniajgcych wszystkie nastgpujgce kryteria:

1. sg ogdlnie dostepne dla klientéw poprzez ich sprzedaz bez ograniczeti z magazynow punktéw
sprzedazy detalicznej w jakikolwiek z wymienionych nizej sposobow:

a.  bezposrednich transakcji sprzedazy;
b.  transakdji realizowanych na zamdwienie pocztowe;
¢.  transakcji zawieranych drogg elektroniczng; lub
d.  transakgji realizowanych na zamdwienie telefoniczne;
2. ich funkcjonalno$¢ kryptograficzna nie moze byc tatwo zmieniona przez uzytkownika;

3. przygotowanie do samodzielnej instalacji przez uzytkownika bez koniecznosci dalszej
znacznej pomocy ze strony sprzedawcy; oraz
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Uwaga 3:  a.  (cigg dalszy)

4. w przypadku koniecznosci, szczegdly techniczne tych towaréw sg dostgpne i zostang
dostarczone, na zgdanie, wlasciwym organom paristwa czlonkowskiego UE, w ktdrym
eksporter ma siedzibe, w celu potwierdzenia zgodnosci z warunkami okreslonymi
w punktach od 1 do 3 powyzej;

b.  czgsci sktadowych osprzgtu lub ‘wykonywalnego oprogramowania’ istniejgcych produktéw opisanych
w pkt a. niniejszej uwagi, ktdre zostaly zaprojektowane do tych istniejgcych produktéw, spetniajgce
wszystkie nastgpujgce kryteria:

1. »ochrona informacjic nie jest glowng funkcjg lub zestawem funkeji czgsci sktadowej lub
‘wykonywalnego oprogramowania’;

2. czg$é skladowa ani ‘wykonywalne oprogramowanie’ nie zmienia Zadnego elementu
funkcjonalnosci  kryptograficznej istniejgcych produktéw ani nie dodaje elementow
funkgjonalnosci kryptograficznej do istniejgcych produktéw;

3. budowa czgsci sktadowej lub ‘wykonywalnego oprogramowania’ jest stala i nie jest
projektowana lub zmieniana wg specyfikagji klienta; oraz

4. tam, gdzie jest to konieczne, jesli zostanie to ustalone przez whasciwe organy paristwa
czbonkowskiego UE, w ktdrym znajduje sig siedziba eksportera, szczegdtowe dane czgsci
sktadowej Iub ‘wykonywalnego oprogramowania’ oraz szczegotowe dane odpowiednich
produktéw koricowych sq dostgpne i zostang przekazane wlasciwym organom na ich
whiosek w celu potwierdzenia zgodnosci z opisanymi powyzej warunkami.

Uwaga techniczna:
Do  celéw uwagi  kryptograficznej,  ‘wykonywalne  oprogramowanie’  oznacza
»oprogramowanie« w  formie wykonywalnej z istniejgcej czesci skladowej osprzetu

wykluczonej z pozycji 5A002 przez uwage kryptograficzng.

Uwaga: ‘Wykonywalne oprogramowanie’ nie obejmuje kompletnych binarnych
obrazéw »oprogramowania« pracujgcego w produkcie koricowym.

Uwaga do uwagi kryptograficzne;:

1. Aby spelnione zostaly warunki okreslone w pkt a. uwagi 3, zastosowanie muszq znalezé
wszystkie ponizsze kryteria:

a.  produkt moze cieszy¢ sig zainteresowaniem szerokiego kregu osob fizycznych
i przedsigbiorstw; oraz

b.  ceng oraz informacje na temat glownej funkcjonalnosci produktu mozna uzyskaé
przed zakupem bez potrzeby konsultowania sig ze sprzedawcg lub dostawcg. Zwykte
zapytanie o ceng nie jest uznawane za konsultage.

2. Podczas ustalania kwalifikowalnosci pkt a. uwagi 3 wlasciwe organy mogg wzigé pod uwage
odpowiednie czynniki, takie jak ilos¢, cena, wymagane umiejetnosci techniczne, istniejgce
kanaly sprzedazy, typowi klienci, typowe zastosowanie lub wszelkie nietypowe praktyki

dostawcy.
5A2 Systemy, urzadzenia i cz¢sci skladowe
5A002 Nastepujace systemy i urzagdzenia zwigzane z »ochrong informacjic oraz czeéci sktadowe:
N.B. Sterowanie  urzgdzeniami  odbiorczymi  »systemu  nawigacji  satelitarnej«  zawierajgcymi  lub

wykorzystujgcymi funkcje deszyfrowania — zob. 7A005. Powigzane deszyfrujgce »oprogramowanie«
i »technologia« — zob. 7D005 i 7E001.

a.  zaprojektowane lub zmodyfikowane do stosowania ‘kryptografii do celéw poufnosci danych’
z ‘algorytmem o opisanym poziomie bezpieczenistwa' w nastgpujacy sposéb:

1. produkty, ktérych podstawows funkcjg jest »ochrona informacjic;
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cyfrowe systemy komunikacji i systemy sieciowe, sprzet i czg$ci skladowe niewymienione
w pozycji 5A002.a.1;

komputery lub inne produkty, ktérych podstawowa funkcjg jest przechowywanie lub
przetwarzanie informacji, oraz ich czeéci sktadowe, niewymienione w pozycjach 5A002.a.1.
lub 5A002.a.2,;

N.B. W odniesieniu do systemdw operacyjnych zob. takze pozycje 5D002.4.1. oraz 5D002.c.1.

produkty niewymienione w pozycjach od 5A002.a.1. do 5A002.a.3., w przypadku gdy
‘kryptografia do celow poufnosci danych’ z ‘algorytmem o opisanym poziomie bezpieczenstwa’
spetnia wszystkie ponizsze kryteria:

a.  shuzy funkgji produktu niebedacej funkcja podstawows; oraz

b.  jest wykonywana przez zainstalowany sprzet lub »oprogramowanie, ktére jako
samodzielny produkt bylyby wyszczegdlnione w kategorii 5 — czes¢ 2.

Uwagi techniczne:

1.

Do celow pozygi 5A002.a. ‘kryptografia do celow poufnosci danych’ oznacza »kryptografig«
wykorzystujgcg techniki cyfrowe do funkgji kryptograficznej, ktora nadaje sig lub moze nadawaé si¢ do
stosowania, inne niz nastgpujgce:

a. suwierzytelnienie«;

b. podpis cyfrowy;

C spéjnosé danych;

d. niezaprzeczalnosé;

e. zarzgdzanie prawami cyfrowymi, w tym wykonywanie »oprogramowania« zabezpieczonego

przed kopiowaniem;

f szyfrowanie lub  deszyfrowanie shuzgce do celow rozrywki, komercyjnych transmisji
masowych lub zarzgdzania dokumentacjg medyczng;

g funkcja bezprzewodowej »sieci o zasiggu osobistym« wykorzystujgca wylgcznie publiczne lub
komercyjne standardy kryptograficzne;

h. operacje kryptograficzne specjalnie zaprojektowane i ograniczone do zastosowari bankowych
lub transakgji pienigznych, w tym do pobierania i rozliczania oplat za przejazd lub funkgji
kredytowych;

i. zarzgdzanie Rluczami stuzgce i ograniczone do ktorejkolwiek z funkcji opisanych w pkt

a—h powyzej; lub

j. funkgje kryptograficzne, ktdre nie zostaly aktywowane lub wilgczone i ktdre mogg byé
aktywowane lub wlgczane wylgcznie za pomocg bezpiecznej »aktywacji kryptograficzneje.

N.B. W odniesieniu do urzgdzeri ‘aktywacyjny token kryptograficzny’ zob. pozycje 5A002.b.,
5D002.b. i 5E002.b.

Dla celow pozygi 5A002.a. ‘algorytm o opisanym poziomie bezpieczeristwa’ oznacza dowolny
z ponizszych algorytmow:

a.  ‘algorytm symetryczny’ wykorzystujgcy dtugosc klucza przekraczajgcg 56 bitow, nie wliczajgc bitow
parzystosci;

Uwagi techniczne:

Do celow pozycji 5A002.a. Uwaga techniczna 2.a.:1. ‘Algorytm symetryczny’ oznacza algorytm
kryptograficzny, w ktérym stosuje sig identyczne klucze do szyfrowania i deszyfrowania.

2. Powszechnym zastosowaniem ‘algorytmu symetrycznego’ jest utajnianie danych.
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b.  »algorytm asymetryczny«, w ktorym bezpieczeistwo stosowania algorytmu bazuje na ktdrejkolwiek
z ponizszych wlasciwosci:

1. faktoryzagji liczb catkowitych powyzej 512 bitéw (np. RSA);

2. czliczaniu dyskretnych logarytméw w multiplikatywnej grupie pola o skoriczonej wielkosci
wigkszej niz 512 bitéw (np. Diffie-Helman z Z[pZ); lub

3. dyskretnych logarytmach w grupie innej niz wspomniana w pkt b.2 wigkszej niz 112 bitéw
(np. Diffie-Helman na krzywej eliptycznej); lub

c.  »algorytm asymetryczny«, w ktorym bezpieczeristwo stosowania algorytmu bazuje na ktdrejkolwiek
z ponizszych wlasciwosci:

1. problemach najmniejszego wektora i najblizszego wektora w kracie (np. NewHope, Frodo,
NTRUEncrypt, Kyber, Titanium);

2. znajdowaniu izogenii pomigdzy supersingularnymi krzywymi eliptycznymi (np. SIKE —
Supersingular Isogeny Key Encapsulation); lub

3. dekodowaniu przypadkowych kodéw (np. McEliece, Niederreiter).

Uwaga techniczna:

Algorytm opisany w uwadze technicznej 2.c. moze by¢ okreslany jako postkwantowy lub odporny na
komputery kwantowe.

Uwaga 1:  Jezeli to konieczne, szczeg6ly produktu muszqg by¢ dostgpne wlasciwemu organowi kraju eksportera
i przedtozone mu na jego zgdanie, zgodnie z okreslonymi przez niego zasadami, by stwierdzi
jedng z nastgpujgcych okolicznosci:

a.  czy produkt spetnia kryteria pozycji od 5A002.a.1. do 5A002.a.4.; lub
b.  czy ‘kryptografia do celéw poufnosci danych’ z ‘algorytmem o opisanym poziomie

bezpieczeristwa’ nadaje sig do zastosowania bez bezpiecznej »aktywacji kryptograficzneji.

Uwaga 2:  Pozycja 5A002.a. nie obejmuje kontrolg zadnych z ponizszych produktéw ani specjalnie do nich
zaprojektowanych czgsci sktadowych stuzgeych do »ochrony danyche:

a.  nastgpujgcych kart elektronicznych i ‘urzgdzen do odczytu/zapisu’ kart elektronicznych:

1. karta elektroniczna lub dokument osobisty do odczytu elektronicznego (np. zeton,
paszport biometryczny), spetniajgce ktdrekolwick z ponizszych kryteriéw:

a.  w przypadku gdy ‘kryptografia do celow poufnosci danych’ z ‘algorytmem
0 opisanym poziomie bezpieczeristwa’ spetnia wszystkie ponizsze kryteria:

1. jest ograniczona do zastosowania w urzgdzeniach lub systemach,
ktérych pozycja 5A002.a nie obejmuje kontrolg z powoddéw innych niz
uwaga kryptograficzna (kategoria 5 — czg$¢ 2, uwaga 3); oraz

2. nie ma mozliwosci ich przeprogramowania do innego zastosowania; lub
b.  spelniajgce wszystkie z ponizszych kryteriow:

1. spegalnie zaprojektowane i ograniczone do ochrony przechowywanych
na nich ‘danych osobowych’;

2. zawierajgce dane shuzgce do celéw transakgi publicznych lub
handlowych  lub do  ustalenia  tozsamosci lub  umozliwiajgce
umieszczenie na nich wylgcznie takich danych; oraz

3. nieumozliwiajgce uzytkownikowi dostgpu do ‘kryptografii do celow
poufnosci danych’ z ‘algorytmem o opisanym poziomie bezpieczeristwa’;

Uwaga techniczna:

Do celéw pozygi 5A002.a. uwaga 2.a.1.b.1. ‘dane osobowe’ obejmujg
wszelkie dane charakteryzujgce dang osobe lub podmiot, takie jak kwota
przechowywanych pienigdzy i dane niezbgdne do »uwierzytelnieniac.

168251 ELL http://data.europa.eu/elijreg_del/2025/2003/oj



Dz.U. Lz 14.11.2025

PL

a.

Uwaga 2:

a.

(cigg dalszy)

2. ‘urzgdzeri do odczytu/zapisu’.

Uwaga techniczna:

Do celow pozycji 5A002.a. uwaga 2.a.2. ‘urzgdzenia do odczytu/zapisu’ obejmujg
sprzgt, ktory lgczy sig z kartami elektronicznymi lub dokumentami do odczytu
elektronicznego za posrednictwem sieci.

nieuzywane;

przewoznych lub przenosnych radiotelefondw do zastosowar cywilnych, innych niz telefony
satelitarne, ktdre nie majg zadnej z ponizszych funkji:

1. przekazywanie zaszyfrowanych danych bezposrednio do innego radiotelefonu lub
urzgdzenia (innego niz urzqdzenia sieci dostgpu radiowego (RAN)); lub

2. przekazywanie zaszyfrowanych danych za posrednictwem urzgdzeri RAN (np.
sterownik sieci radiowej (RNC) lub sterownik stacji bazowej (BSC));

sprzetu telefonii bezprzewodowej niezdolnego do szyfrowania typu »end-to-end«, w ktdrym,
zgodnie z danymi producenta, maksymalny skuteczny zasigg dziatania bezprzewodowego
bez dodatkowego wzmocnienia (tj. pojedyncza, bez posrednictwa przekaznika, odleglosé
migdzy terminalem a domowg stacjg bazowg) wynosi mniej niz 400 m;

przewoznych lub przenosnych radiotelefonéw i podobnych bezprzewodowych urzgdzeri typu
klient do zastosowati cywilnych, ktére z myslg o konkretnym zastosowaniu w przemysle
oywilnym zostaly dostosowane na zaméwienie, spelniajgcych wszystkie ponizsze kryteria:

1. urzgdzenia niedostosowane na zamdwienie spetniagjg wymagania uwagi
kryptograficznej (kategoria 5 — czgs¢ 2, uwaga 3); oraz

2. dostosowanie nie ma wphwu na ‘kryptografic do celow poufnosci danych’
z ‘algorytmem o opisanym bezpieczeristwie’ urzgdzeri  niedostosowanych
i wykorzystuje wylgcznie publiczne lub komercyjne standardy kryptograficzne;

nieuzywane;

urzgdzeni sieci radiowej wykorzystywanych w telekomunikacji mobilnej przeznaczonych do
zastosowari cywilnych, ktdre spetniajg réwniez warunki okreslone w pkt a.2 do a.4 uwagi
kryptograficznej (kategoria 5, czes¢ 2, uwaga 3), posiadajgce moc wyjsciowg RF
ograniczong do 0,1 W (20 dBm) lub mniej i obstugujgce nie wigcej niz 32 biezgeych
uzytkownikéw;

routeréw, przelgcznikow, bram sieciowych lub przekaznikéw, w przypadku ktorych
‘kryptografia do celéw poufnosci danych’ z ‘algorytmem o opisanym bezpieczeristwie” jest
ograniczona do zadafi z zakresu »eksploatacji, administrowania lub utrzymywaniac
(»EAU«) i wykorzystuje wylgcznie publiczne lub komercyjne standardy kryptograficzne;
sprzgtu obliczeniowego lub serweréw ogdlnego przeznaczenia, w przypadku gdy ‘kryptografia
do celéw poufnosci danych’ z ‘algorytmem o opisanym bezpieczeristwie’ spetnia wszystkie
ponizsze kryteria:

1. wykorzystuje wylgcznie publiczne lub komercyjne standardy kryptograficzne; oraz

2. spelnia ktdrekolwiek z ponizszych kryteridw:

a.  stanowi integralng czgs¢ CPU, ktGre spetnia warunki okreslone w uwadze 3 do
kategorii 5 — czgs¢ 2;

b.  stanowi integralng czgsC systemu operacyjnego, ktdrego pozycja 5D002 nie
obejmuje kontrolg; lub

c.  jest ograniczona do »EAU« sprzgtu; lub
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j. produktow specjalnie zaprojektowanych z myslg o ‘zastosowaniu w przemysle cywilnym po
podigczeniu do sieci’, spetniajgcych wszystkie ponizsze kryteria:
1. bedgcych ktérymikolwiek z ponizszych:

a.  urzgdzenie koricowe zdolne do pracy w sieci, spelniajgce ktdrekolwiek
z ponizszych kryteriow:

1. ‘kryptografia do celow poufnosci danych’ z ‘algorytmem o opisanym
bezpieczetistwie’  jest — ograniczona do  zabezpieczania  ‘danych
niearbitralnych’ lub  zadari  »eksploatacji, —administrowania  lub
utrzymywania« (»EAU«); lub

2. urzgdzenie jest ograniczone do konkretnego ‘zastosowania w przemysle
oywilnym po podigczeniu do sieci’; lub

b.  sprzet sieciowy spelniajgcy wszystkie ponizsze kryteria:

1. jest specjalnie zaprojektowany do komunikowania si¢ z urzgdzeniami
wyszczegélnionych w pkt. j.1.a. powyzZej; oraz

2. ‘kryptografia do celow poufnosci danych’ z ‘algorytmem o opisanym
bezpieczetistwie’ jest ograniczona do wspierania  zastosowania
w  przemySle oywilnym po  podlgczeniu  do  sieci’ urzgdzen
wyszczeg6lnionych w pkt j.1.a. powyzej lub zadari »EAU« tego sprzgtu
sieciowego lub innych produktow wyszczegélnionych w pkt j. niniejszej
uwagi; oraz

2. gdzie ‘kryptografia do celow poufnosci danych’ z ‘algorytmem o opisanym
bezpieczetistwie’ wykorzystuje wylgcznie publiczne lub  komercyjne  standardy
kryptograficzne, a funkcja kryptograficzna nie moze zostal tatwo zmieniona przez
uzytkownika.

Uwagi techniczne:

1. Do celéw pozygi 5A002.a. Uwaga 2.j. ‘zastosowanie w przemysle cywilnym
po podtgczeniu do sieci’ oznacza zastosowanie w przemysle konsumenckim
lub gywilnym po podlgczeniu do sieci, inne niz »ochrona informagjic,
komunikacja cyfrowa oraz polgczenia sieciowe lub obliczenia ogdlnego
przeznaczenia.

2. Do celéw pozygi 5A002.a. Uwaga 2.j.1.a.1. ‘dane niearbitralne’ oznaczajg
dane z czujnika lub miernika bezposrednio zwigzane z pomiarami stabilnosci,
wydajnosci lub wlasciwosci fizycznych systemu (np. temperatury, cisnienia,
natezenia przeplywu, masy, objetosci, napigcia, lokalizacji fizycznej itd.), ktére
nie mogg zostac zmienione przez uzytkownika urzgdzenia.

b.  bedace ‘aktywacyjnym tokenem kryptograficznym’;

Do celow pozycji 5A002.D. ‘aktywacyjny token kryptograficzny’ to urzgdzenie lub program zaprojektowane lub

zmodyfikowane do wykonywania dowolnej z ponizszych funkgji:

1. konwersji, za pomocg »aktywacji kryptograficznej«, produktu niewymienionego w kategorii 5, czgs¢ 2 na
produkt wymieniony w pozycjach 5A002.a. lub 5D002.c.1., i niezwolnionego w uwadze kryptograficznej
(uwaga 3 w kategorii 5, czgs¢ 2); lub

2. umozliwienia, za pomocg »aktywacji kryptograficznej«, dodatkowej funkcji wymienionej w pozyi
5A002.a. w przypadku produktu juz wymienionego w kategorii 5, czg$¢ 2.

c.  zaprojektowane lub zmodyfikowane do wykorzystania »kryptografii kwantoweje;

Uwaga techniczna:

Do celéw pozyci 5A002.c. »kryptografia kwantowa« bywa rowniez okreslana jako kwantowa wymiana

klucza (QKD).
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d.  zaprojektowane lub zmodyfikowane do wykorzystania technik kryptograficznych w celu generowania
kodéw przydzielania kanaléw, szyfrowania (scrambling) lub identyfikacji sieci w systemach
stosujacych techniki modulacji ultraszerokopasmowej i spelniajace ktérekolwiek z ponizszych
kryteriéw:

1. szeroko$¢ pasma przekraczajgca 500 MHz; lub
2. »ulamkowa szeroko$¢ pasma« wynoszaca 20 % lub wiecej;

e.  zaprojektowane lub zmodyfikowane do wykorzystania technik kryptograficznych w celu generowania
kodu rozpraszajacego dla »widma rozproszonego«, poza okreSlonymi w pozycji 5A002.d., wraz
z kodem rozrzucajgcym dla systemdw z »rozrzucaniem czestotliwoscie

5A003 nastepujgce systemy, urzadzenia i czedci skfadowe zaprojektowane do celéw niekryptograficznej »ochrony
informacjic:

a.  kablowe systemy telekomunikacyjne zaprojektowane lub zmodyfikowane do stosowania $rodkéw
mechanicznych, elektrycznych lub elektronicznych w celu wykrywania wiaman do sieci teleinforma-
tycznych;

Uwaga: Pozycja 5A003.a. obejmuje kontrolg jedynie bezpieczeristwo warstwy fizycznej. Do celow pozycji
5A003.a., warstwa fizyczna obejmuje warstwe 1 modelu odniesienia OSI (ISO/IEC 7498-1).

b.  specjalnie zaprojektowane lub zmodyfikowane do redukeji przypadkowego przekazywania sygnalow
noszacych informacj¢ poza tym, co jest niezbedne ze wzgledow zdrowotnych, bezpieczenistwa pracy
i ochrony przed zakl6ceniami elektromagnetycznymi.

5A004 nastepujgce systemy, urzadzenia i czesci skladowe zaprojektowane do celéw zwalczania, ostabiania lub
obchodzenia »ochrony informacgjic:

a.  zaprojektowane lub zmodyfikowane dla realizacji ‘funkcji kryptoanalitycznych’.

Uwaga: Pozycja 5A004.a. obejmuje systemy lub urzgdzenia zaprojektowane lub zmodyfikowane tak, by
realizowaly ‘funkje kryptoanalityczne’ z wykorzystaniem inzynierii odwrotnej.

Uwaga techniczna:

Do celéw pozygi 5A004.a. ‘funkcje kryptoanalityczne’ oznaczajg funkce zaprojektowane do tamania
mechanizméw kryptograficznych w celu uzyskania tajnych informacji lub wrazliwych danych, wlgczajgc w to tekst
jawny, hasta lub klucze kryptograficzne.

b.  produkty niewymienione w pozycji 4A005 ani 5A004.a., zaprojektowane do wykonywania wszystkich
nastepujacych czynnosci:

1. ‘pobieranie surowych danych’ z urzadzenia obliczeniowego lub komunikacyjnego; oraz
2. obchodzenie mechanizméw kontroli »uwierzytelnienia« lub »upowaznienia« w celu dokonania

czynnosci opisanej w pozycji 5A004.b.1.

Uwaga techniczna:

Do celéw pozycji 5A004.b.1. ‘pobieranie surowych danych’ z urzgdzenia obliczeniowego Ilub
komunikacyjnego oznacza pobieranie danych binarnych z nosnika danych (np. RAM, flash lub twardego
dysku) tego urzgdzenia bez interpretowania tych danych przez system operacyjny lub system plikow
urzgdzenia.

Uwaga 1:  Pozycja 5A004.D. nie obejmuje kontrolg systeméw lub sprzgtu specjalnie zaprojektowanych
do »rozwoju« lub »produkgji« urzgdzenia obliczeniowego lub komunikacyjnego.

Uwaga 2:  Pozygia 5A004.b. nie obejmuje:

a.  programéw do usuwania bledéw, hiperwizorow;

b.  produktow, ktdrych dziatanie ogranicza sig do logicznej ekstrakcji danych;

c.  produktéw do ekstrakgi danych wykorzystujgcych technike chip-off lub JTAG; ani

d.  produktéw specjalnie zaprojektowanych do jailbreakingu lub rootowania urzgdzeti.
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5B2 Urzadzenia testujace, kontrolne i produkcyjne

5B002 Nastepujace urzadzenia testujace, kontrolne i »produkcyjne« zwigzane z »ochrong informacjic:

a.  sprzet specjalnie zaprojektowany do »rozwoju« lub »produkcjic sprzetu wyszczegélnionego
w pozycjach 5A002, 5A003, 5A004 lub 5B002.b.;

b.  sprzet pomiarowy specjalnie zaprojektowany do oceny i walidacji funkcji »ochrony informacjic sprzetu

wyszczegblnionego w pozycji 5A002, 5A003 lub 5A004 lub »oprogramowania« wyszczegdlnionego
w pozycjach 5D002.a. lub 5D002.c.

5C2 Materialy
Zadne.
5D2 Oprogramowanie

5D002 Nastepujgce »oprogramowaniec:

a.  »oprogramowanie« specjalnie zaprojektowane lub zmodyfikowane do celéw »rozwojuc, »produkcji« lub
»uzytkowania« ktéregokolwiek z nastepujacych sprzetéw:

1. sprzgtu wyszczegdlnionego w pozycji 5A002 lub »oprogramowania« wyszczegdlnionego
w pozycji 5D002.c.1;

2. sprzgtu wyszczegllnionego w pozycji 5A003 lub »oprogramowania« wyszczeg6lnionego
w pozycji 5D002.c.2.; lub

3. nastepujacego sprzetu lub »oprogramowaniac:

a.  sprzetu  wyszczegdlnionego w  pozycji  5A004.a. lub  »oprogramowaniac
wyszczegdlnionego w pozycji 5D002.c.3.a.;

b.  sprzetu wyszczegdlnionego w pozycji 5A004.b lub »oprogramowania« wyszczegélnionego
w pozycji 5D002.c.3.b,;

b.  »oprogramowanie« majgce cechy ‘aktywacyjnego tokenu kryptograficznego’ wyszczegélnionego
w pozycji 5A002.b.;

c.  »oprogramowanie« posiadajace takie same wlaSciwosci lub realizujace lub symulujgce funkcje takie
same jak, kt6rekolwiek z ponizszych:

1. sprzet wyszczegdlniony w pozycjach 5A002.a., 5A002.c., 5A002.d. lub 5A002.¢.;

Uwaga: Pozycja 5D002.c.1. nie obejmuje kontrolg »oprogramowania« ograniczonego do zadant
»EAU« wykorzystujgcych wytgcznie publiczne lub komercyjne standardy kryptograficzne.

2. sprzet wyszczeg6lniony w pozycji 5A003; lub

3. nastepujacy sprzet:
a.  sprzet wyszczegdlniony w pozycji 5A004.a.;
b.  sprzet wyszczeg6lniony w pozycji 5A004.b.

Uwaga: Pozycja 5D002.c.3.b. nie obejmuje kontrolg »ztosliwego oprogramowaniac.

d.  nieuzywane.

5E2 Technologia
5E002 Nastepujace »technologie«:
a.  »technologia¢, zgodnie z uwaga ogdlna do technologii, stuzaca do »rozwojuc« lub »produkcjic lub

suzytkowania« sprzetu wymienionego w pozycji 5A002, 5A003, 5A004 lub 5B002 lub
»oprogramowania« wymienionego w pozycji 50002.a. lub 5D002.c.;

Uwaga: Pozycja 5E002.a. nie obejmuje kontrolg »technologiic do produktéw wyszczegdlnionych
w pozygach 5A004.b., 5D002.4.3.b. lub 5D002.c.3.b.

b.  »technologia« majgca cechy ‘aktywacyjnego tokenu kryptograficznego’ wyszczegdlnionego w pozycji
5A002.b.

Uwaga: Pozycja 5E002 obejmuje dane techniczne »ochrony informacji« wynikajgce z procedur przeprowadzonych
w celu oceny lub ustalenia wdrozenia funkgji, wlasciwosci lub technik wymienionych w kategorii 5-czes¢ 2.
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CZESC VI
Kategoria 6
KATEGORIA 6 - CZUJNIKI I LASERY
6A Systemy, urzadzenia i czesci skltadowe
6A001 Nastepujace systemy, urzadzenia i czgsci akustyczne:

a.  nastgpujace okretowe systemy akustyczne, urzadzenia lub specjalnie do nich zaprojektowane czesci
sktadowe:

1. nastgpujace systemy aktywne (nadajniki lub nadajniki-odbiorniki), urzadzenia i specjalnie do nich
zaprojektowane czgsci sktadowe:
Uwaga: Pozycja 6 A001.a.1. nie obejmuje kontrolg nastgpujgcych urzgdzen:

a.  sond do pomiaru glebokosci pracujgcych w pionie pod aparaturg, niemajgcych
mozliwosci przeszukiwania w zakresie szerszym niz = 20°, ktdrych dzialanie jest
ograniczone do pomiaru glebokosci wody, odleglosci do  zanurzonych lub
zagrzebanych obiektow lub do wykrywania tawic ryb;

b.  nastgpujgcych ptaw lub staw akustycznych:
1. akustycznych plaw lub staw ostrzegawczych;

2. sonaréw impulsowych specjalnie zaprojektowanych do przemieszczenia si¢ lub
powrotu do potozenia podwodnego.

a.  nastepujace urzadzenia do akustycznego badania dna morskiego:

Uwaga techniczna:

Do celow pozycji 6A001.a.1.a. ‘zwigkszenie’ obejmuje zdolnosé kompensowania z wykorzystaniem
Srodkéw zewnetrznych.

1. urzadzenia dla statkéw nawodnych zaprojektowane do sporzadzania map
topograficznych dna morskiego i spelniajace wszystkie ponizsze kryteria:

a.  przeznaczenie do dokonywania pomiaréw pod katem wigkszym niz 20°
w stosunku do pionu;

b.  przeznaczenie do pomiaréw topografii dna morskiego polozonego na
glebokosciach wigkszych niz 600 m;

‘rozdzielczo$¢ sondowania’ mniejsza niz 2; oraz

d.  ‘zwigkszenie’ »dokladnosci« okreslania glebokosci poprzez kompensacje
w odniesieniu do wszystkich ponizszych:

1. ruch czujnika akustycznego;

2. rozchodzenie si¢ fali w wodzie w kierunku od czujnika do dna
morskiego i z powrotem; oraz

3. predkosé dzwigku przy czujniku;

Uwaga techniczna:

Do celéw pozycji 6A001.a.1.a.1.c. rozdzielczos¢ sondowania’ oznacza szerokosé pola
omiatania (w stopniach) podzielong przez liczbe sondowari na jedno omiecenie.

2. podwodne urzadzenia zaprojektowane do sporzadzania map topograficznych dna
morskiego i spelniajace ktérekolwiek z ponizszych kryteriéw:

Uwaga techniczna:

Do celéw pozygji 6A001.a.1.a.2. warto$C cisnienia czujnika akustycznego okresla wartosé
glebokosci.

a.  spelniajace wszystkie z ponizszych kryteriow:

1. zaprojektowane lub zmodyfikowane do pracy na glebokosciach
przekraczajacych 300 m; oraz
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6A001 a. 2. a. (cigg dalszy)
2. ‘wskaznik sondowania’ wigkszy niz 3 800 m/s; lub
Uwaga techniczna:
Do celéw pozygi 6A001.a.1.a.2.a.2. ‘wskaznik sondowania’ jest iloczynem
maksymalnej predkosci (w mjs), z jakg moze pracowal czujnik i maksymalnej liczby
sondowati na jedno omiecenie, przy zalozeniu 100 % pokrycia. W przypadku
systemdw, ktdre prowadzg sondowanie w dwdch kierunkach (sonary 3D) nalezy
zastosowal maksymalny ‘wskaznik sondowania’, bez wzgledu na jego kierunek.

b.  urzadzenia zaprojektowane do sporzadzania map topograficznych,
niewymienione w pozycji 6A001.a.1.a.2.a., spelniajagce wszystkie ponizsze
kryteria:

1. a. zaprojektowane lub zmodyfikowane do pracy na glebokosciach
przekraczajacych 100 m;
2. przeznaczenie do dokonywania pomiaréw pod katem wigkszym niz 20°
w stosunku do pionu;
3. spelniajace ktorekolwiek z ponizszych kryteriéw:
a.  czestotliwo$¢ robocza ponizej 350 kHz; lub
b.  zaprojektowane do dokonywania pomiaréw topografii dna
morskiego w zasiegu przekraczajgcym 200 m przy pomocy
czujnika akustycznego; oraz
4. ‘zwigkszenie’ »dokladnosci« okreslania glebokosci poprzez kompensacje
w odniesieniu do wszystkich ponizszych:
a.  ruch czujnika akustycznego;
b.  rozchodzenie si¢ fali w wodzie w kierunku od czujnika do dna
morskiego i z powrotem; oraz
c.  predkos¢ diwigku przy czujniku;

3. boczny sonar skanujacy (SSS) lub sonar z synteza apertury (SAS) zaprojektowany do
obrazowania dna morskiego i spelniajace wszystkie ponizsze kryteria:

a.  zaprojektowany lub zmodyfikowany do pracy na glebokosciach
przekraczajgcych 500 m;

b.  ‘wskaznik pokrycia obszaru’ wigkszy niz 570 m?’[s podczas pracy przy
maksymalnym zasigegu, z jakim moze pracowal, z ‘rozdzielczoscig wzdluzng’
mniejszg niz 15 cm; oraz

c.  ‘rozdzielczo$¢ poprzeczna’ mniejsza niz 15 cm;

Uwagi techniczne:

Do celéw pozycji 6A001.a.1.0.3.:

1. ‘Wskaznik pokrycia powierzchni’ (w m?[s) stanowi dwukrotnos¢ iloczynu zakresu sonaru

(w m) oraz maksymalnej predkosci (w m/s), z jakg moze pracowac czujnik przy tym zakresie.

2. ‘Rozdzielczos¢ wzdluina’ (w cm) — wylgcznie w odniesieniu do SSS, jest iloczynem

azymutowej (poziomej) szerokosci wigzki (w stopniach), zakresu sonaru (w m) i liczby 0,873.

3. ‘Rozdzielczos¢ poprzeczna’ (w cm) jest ilorazem liczby 75 i szerokosci pasma sygnatu

(w kHz).

Systemy lub matryce nadawcze lub odbiorcze, zaprojektowane do wykrywania lub

lokalizacji obiektéw, spetniajgce ktorekolwiek z ponizszych kryteriow:

1. czestotliwo$¢ nosna ponizej 10 kHz;

2. poziom ci$nienia akustycznego powyzej 224 dB (poziom odniesienia 1 pPa na 1 m)
w odniesieniu do urzadzen z czestotliwoscia robocza w pa$mie od 10 kHz
do 24 kHz wigcznie;
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6A001

a.

(cigg dalszy)

3. poziom cis$nienia akustycznego powyzej 235 dB (poziom odniesienia 1 pPa na 1 m)
w odniesieniu do urzadzen z czestotliwoscia robocza w pa$mie od 24 kHz
do 30 kHz;

4. ksztaltujace wiazki o kacie rozproszenia ponizej 1° wzgledem dowolnej osi
i posiadajgce czgstotliwo$¢ robocza ponizej 100 kHz;

5. umozliwiajace jednoznaczny pomiar odlegloéci do obiektéw w zakresie powyzej
5120 m; lub

6.  skonstruowane w ten sposob, ze w normalnych warunkach pracy sa wytrzymale na
ci$nienia na glebokosci wigkszej niz 1000 m i sa zaopatrzone w przetworniki
spetniajgce ktérekolwiek z ponizszych kryteriow:

a.  z dynamiczng kompensacjg ci$nienia; lub
b.  wktérych elementem przetwarzajacym nie jest cyrkonian/tytanian olowiu;

reflektory  akustyczne (lacznie z  przetwornikami) wyposazone w  elementy
piezoelektryczne, magnetostrykcyjne,  elektrostrykcyjne,  elektrodynamiczne  lub
hydrauliczne, dzialajgce indywidualnie lub w odpowiedniej kombinacji zespolowej
i spetniajace ktérekolwiek z ponizszych kryteriéw:

Uwaga 1:  Poziom kontroli reflektoréw akustycznych, lgcznie z przetwornikami, specjalnie
zaprojektowanych do innych urzgdzer niewymienionych w pozycji 6A001, wynika
z poziomu kontroli tych innych urzgdzen.

Uwaga 2:  Pozycja 6A001.a.1.c. nie obejmuje kontrolg elektronicznych Zrédet kierujgcych
dZzwigk tylko w pionie ani Zrddet mechanicznych (np. pistolety powietrzne lub parowe)
lub chemicznych (np. materialy wybuchowe).

Uwaga 3:  Elementy piezoelektryczne wymienione w pozygi 6A001.a.1.c. obejmujg elementy
wykonane z pojedynczych krysztatow piezoelektrycznych niobianu otowiu i magnezu/
tytanianu  ofowiu  (Pb(Mg,/sNb2/5)05-PbTiOs, lub PMN-PT) wytworzonych
z roztworu statego lub pojedynczych krysztatow piezoelektrycznych niobianu otowiu
i indu/niobianu olowiu i magnezu/tytanianu otowiu  (Pb(In;;,Nb;,)05—
Pb(Mg1/3Nb,3)05~PbTiO3, lub PIN-PMN-PT) wytworzonych z roztworu statego.

1. dzialajgce w zakresie czestotliwo$ci ponizej 10 kHz i spelniajace ktérekolwiek
z ponizszych kryteriéw:

a.  nie sa zaprojektowane do ciaglej pracy przez 100 % cyklu roboczego i maja
promieniowany ‘poziom mocy Zrédla w polu swobodnym (SLpys)
przekraczajgcy (10log(f) + 169,77) dB (odniesienie 1 pPa przy 1 m), gdzie
f oznacza czgstotliwo$¢ w hercach maksymalnej odpowiedzi na pobudzenie
napigeciowe (TVR) ponizej 10kHz; lub

b.  sa zaprojektowane do ciaglej pracy przez 100 % cyklu roboczego i maja stale
promieniowany ‘poziom mocy Zrédla w polu swobodnym (SLgys) przez
100 % cyklu roboczego przekraczajacy (10log(f) + 159,77) dB (odniesienie 1
pPa przy 1 m), gdzie f oznacza czestotliwo$¢ w hercach maksymalnej
odpowiedzi na pobudzenie napieciowe (TVR) ponizej 10kHz; lub

Uwaga techniczna:

Do celow pozyci 6A001.a.1.c.1. ‘poziom mocy Zrédla w polu swobodnym (SLgys)” jest
okreslany wzduz osi maksymalnej odpowiedzi i w czgsci pola w duzej odleglosci od Zrédta
promieniowania projektora dzwigkowego. Moze on zosta¢ obliczony na podstawie odpowiedzi
na pobudzenie napigciowe przy zastosowaniu nastepujgcego rownania: SLpys = (TVR
+ 20log Vius) dB (ref 1uPa przy 1 m), gdzie SLgys 0znacza poziom mocy zrédla, TVR
oznacza odpowiedZ na pobudzenie napigciowe, a Vigps 0znacza napigcie sterowania projektora.

2. nieuzywane;

ELL http://data.europa.eu/elijreg_del/2025/2003/oj

175/251



PL DzU. L z 14.11.2025

6A001 a. 1. ¢ (cggdalszy)
3. tlumienie pasma bocznego czestotliwosci powyzej 22 dB;

d.  systemy akustyczne i urzadzenia do okreslania polozenia statkéw nawodnych lub
pojazdéw podwodnych spelniajace wszystkie ponizsze kryteria oraz elementy
zaprojektowane specjalnie do nich:

1. zasigg wykrywania powyzej 1 000 m; oraz

2. blad wyznaczonego polozenia z dokladnoscia ponizej 10 m (warto$¢ Srednia
kwadratowa) w przypadku pomiaru w zasiggu do 1 000 m;

Uwaga: Pozycja 6A001.a.1.d. obejmuje:

a.  urzgdzenia, w ktorych zastosowano koherentne »przetwarzanie sygnatéw« pomiedzy dwiema
lub wigkszg liczbg boi kierunkowych a hydrofonem na statku nawodnym lub w pojezdzie
podwodnym;

b.  urzgdzenia majgce mozliwos¢ automatycznego korygowania bledow predkosci rozchodzenia sig
dzwigku w celu obliczenia potozenia obiektu.

e.  aktywne pojedyncze sonary, specjalnie zaprojektowane lub zmodyfikowane w celu
wykrywania, ustalania polozenia i automatycznej klasyfikacji plywakéw lub nurkéw,
spelniajace wszystkie ponizsze kryteria oraz specjalnie do nich zaprojektowane nadawcze
i odbiorcze akustyczne zestawy matrycowe:

1. zasigg wykrywania powyzej 530 m;

2. blad wyznaczonego polozenia z dokladnoscig ponizej 15 m (warto$¢ Srednia
kwadratowa) w przypadku pomiaru w zasiggu do 530 m; oraz

3. szeroko$¢ pasma przekazywanego impulsu powyzej 3 kHz;

N.B. Systemy wykrywania nurkéw specjalnie zaprojektowane Ilub zmodyfikowane do
zastosowati wojskowych — zob. wykaz uzbrojenia.

Uwaga: W przypadku pozycji 6A001.a.1.e., jesli okreslono wiele zasiggow wykrywania
w zaleznosci od Srodowiska, zastosowanie ma najwigkszy zasieg.

2. nastgpujace pasywne urzadzenia i systemy oraz specjalnie do nich zaprojektowane elementy:

Uwaga: Pozygja 6A001.a.2. obejmuje kontrolg réwniez urzgdzenia odbiorcze powigzane lub
niepowigzane w warunkach normalnego uzytkowania z odrebnymi urzgdzeniami
aktywnymi oraz specjalnie do nich zaprojektowane podzespoly.

a.  hydrofony spelniajace ktérekolwiek z ponizszych kryteriow:

Uwaga: Poziom kontroli hydrofonéw specjalnie zaprojektowanych do innych urzgdzeti wynika
z poziomu kontroli tych innych urzgdzen.

Uwagi techniczne:

Do celéw pozycji 6A001.a.2.a.:

1. Hydrofony skladajg si¢ z co najmniej jednego elementu czujnikowego wytwarzajgcego
pojedynczy akustyczny kanat wyjscia. Te, ktdre zawierajg Rilka elementéw, mogg byc
okreslane jako grupa hydrofonéw.

2. Podwodne przetworniki akustyczne zaprojektowane do pracy jako odbiorniki pasywne to
hydrofony.

1.  wyposazone w ciggle, elastyczne zespoly czujnikowe;

2. zlozone z dyskretnych elementéw czujnikowych o Srednicy lub dlugosci ponizej
20 mm znajdujacych si¢ od siebie w odlegloici mniejszej niz 20 mm;

176251 ELL http://data.europa.eu/elijreg_del/2025/2003/oj



DzU. L z 14.11.2025 PL

6A001 a. 2. a  (cggdalszy)

3. wyposazone w jeden z nastepujacych elementéw czujnikowych:
a.  Swiatlowody;

b.  ‘piezoelektryczne powloki polimerowe’ inne niz polifluorek winylidenu (PVDF)
ijego kopolimery {P(VDF-TrFE) i P(VDF-TFE)};

c.  ‘elastyczne kompozyty piezoelektryczne’;

d.  pojedyncze krysztaly piezoelektryczne niobianu olowiu i magnezu/tytanianu
ofowiu (tj. Pb(Mg;/3Nb,/3)O5-PbTiOs, lub PMN-PT) wytworzone z roztworu
stalego; lub

e.  pojedyncze krysztaly piezoelektryczne niobianu olowiu i indu/niobianu
olowiu i magnezu/tytanianu otowiu (tj. Pb(In;;,Nb,;,)O;-Pb(Mg;3Nb,5)O05—
PbTiOs, lub PIN-PMN-PT) wytworzone z roztworu stalego;

4. ‘czulo$¢ hydrofonu’ lepsza niz -180 dB na kazdej glebokosci bez kompensaciji
przyspieszeniowej;

5. zaprojektowane do pracy na glebokosciach wigkszych niz 35 m z kompensacja
przyspieszeniows; lub

6.  zaprojektowane do pracy na glebokosciach wigkszych niz 1000 m i posiadajace
‘czuto$¢ hydrofonu’ lepsza niz -230 dB ponizej 4 kHz;

Uwagi techniczne:

1. Do celéw pozycji 6A001.a.2.a.3.b. elementy czujnikowe typu ‘piezoelektryczne powloki
polimerowe’ skladajg si¢ ze spolaryzowanej powloki polimerowej, rozpigtej i przymocowanej
do ramy lub szpuli (trzpienia).

2. Do celow pozygi 6A001.a.2.a.3.c. elementy czujnikowe typu ‘elastyczne kompozyty
piezoelektryczne’ skladajg si¢ z piezoelektrycznych czgstek lub widkien ceramicznych
polgczonych z elektrycznie izolujgcym, akustycznie przejrzystym tworzywem gumowym,
polimerowym lub epoksydowym, przy czym tworzywo to jest integralng czgscig elementéw
czujnikowych.

3. Do celow pozygi 6A001.a.2.a.: ‘czuto$¢ hydrofonu’ definiuje sig jako dwadziescia
logarytméw przy podstawie 10 ze stosunku napigcia skutecznego po sprowadzeniu do
napiecia skutecznego 1 V, po umieszczeniu czujnika hydrofonowego, bez przedwzmacniacza,
w polu akustycznych fal plaskich o cisnieniu skutecznym 1 pPa. Na przyklad hydrofon
o czutosci -160 dB (poziom odniesienia 1 V na pPa) daje w takim polu napigcie wyjsciowe
10V, natomiast hydrofon o czutosci -180 dB daje w takim samym polu napiecie wyjsciowe
tylko 10° V. Zatem hydrofon o czutosci -160 dB jest lepszy od hydrofonu o czutosci
-180 dB.

b.  holowane zestawy matrycowe hydrofonéw akustycznych spelniajace ktérekolwiek

z ponizszych kryteriow:

Uwaga techniczna:

Do celéw pozycji 6A001.a.2.b. zespoly hydrofonéw skladajq si¢ z kilku hydrofondw zapewniajgcych
szereg akustycznych kanatéw wyjscia.

1. odlegto$¢ pomiedzy grupami hydrofonéw wynosi ponizej 12,5 m; lub ‘umozliwia
modyfikacj¢’ tak, zeby odleglos¢ pomiedzy grupami hydrofonéw byla mniejsza niz
12,5 m;

2. zaprojektowane lub ‘umozliwiajace modyfikacj¢’ do dzialania na glebokosciach
wiekszych niz 35 m;

3. czujniki kursowe objete kontrola wedlug pozycji 6A001.a.2.d.;
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4. sieci wezy ze wzmocnieniem podluznym;

5. wyposazenie w uklad zespolowy o $rednicy mniejszej niz 40 mm;
nieuzywane;

wyposazenie w hydrofony o wlasciwosciach okreslonych w pozycji 6A001.a.2.a.; lub

o N &

wykorzystujagce akcelerometr czujniki hydroakustyczne okreslone w pozydji
6A001.2.2.9.;

Uwaga techniczna:

Do celéw pozygi 6A001.a.2.b. ‘mozliwo$¢ modyfikowania’ oznacza, ze sq zaopatrzone
w elementy umozliwiajgce zmiang przewodéw lub polgczefi w celu zmiany odleglosci
pomigdzy grupami hydrofonow lub granicznych glgbokosci roboczych. Do elementéw takich
zalicza sig: zapasowe przewody w ilosci przewyzszajgcej o 10 % liczbe przewodow uzywanych,
bloki umozliwiajgce zmiang odleglosci pomigdzy grupami hydrofonéw lub wewngtrzne
regulowane urzgdzenia limitujgce glgbokos¢ lub urzgdzenia sterujgce umozliwiajgce
sterowanie wigcej iz jedng grupg hydrofondw.

urzadzenia przetwarzajace, specjalnie zaprojektowane do holowanych zestawéw (matryc)
hydrofonéw akustycznych posiadajace »mozliwo$¢ programowania przez uzytkownikac
oraz mozliwo$¢ przetwarzania i korelacji w funkcji czasu lub czgstotliwosci, tacznie
z analizg spektralng, filtrowaniem cyfrowym i ksztaltowaniem wigzki za pomocg szybkiej
transformaty Fouriera lub innych transformat lub proceséw;

czujniki kursowe spelniajace wszystkie ponizsze kryteria:
1. »dokladno$¢« ponizej (lepsza niz) 0,5 °; oraz

2. zaprojektowane do pracy na glebokosciach wigkszych niz 35 m lub wyposazone
w regulowane lub mozliwe do demontazu czujniki glebokosci z przeznaczeniem do
pracy na glebokosciach wigkszych niz 35 m;

N.B. Inercyjne uktady informujgce o kursie — zob. pozyga 7A003.c.

Zestawy matrycowe hydrofonéw z dennymi lub miedzywregowymi uktadami kablowymi
spelniajace ktérekolwiek z ponizszych kryteriow:

1. wykorzystujace hydrofony z pozycji 6A001.a.2.a,;

2. zawierajgce moduly multipleksowe sygnaléw grup hydrofondéw, spelniajace
wszystkie ponizsze kryteria:

a.  zaprojektowane do pracy na glebokosciach wigkszych niz 35 m lub
wyposazone w regulowane lub mozliwe do demontazu czujniki glebokosci
z przeznaczeniem do pracy na glebokosciach wigkszych niz 35 m; oraz

b.  mogace pracowal wymiennie z modutami holowanych zestawéw hydrofonéw
akustycznych; lub

3. wyposazone w wykorzystujace akcelerometr czujniki hydroakustyczne okreslone
w pozycji 6A001.a.2.g;

urzadzenia przetwarzajace, specjalnie zaprojektowane do kablowych uktadéw dennych lub
miedzywregowych, posiadajace »mozliwo$¢ programowania przez uzytkownika« oraz
umozliwiajace przetwarzanie i korelacje w dziedzinie czasu lub czestotliwosci, w tym
analize widmowa, filtrowanie cyfrowe oraz cyfrowe ksztaltowanie wigzki za pomocg
szybkiej transformaty Fouriera lub innych transformat lub proceséw;

wykorzystujace akcelerometr czujniki hydroakustyczne spelniajace wszystkie ponizsze
kryteria:

1. skladajace si¢ z trzech akcelerometréw rozmieszczonych wzdtuz trzech réznych osi;

2. posiadajace ogdlng ‘wrazliwo$¢ na przyspieszenie' powyzej 48 dB (odniesienie
1000 mVrmsnal g);

3. zaprojektowane do dzialania na glebokosciach wigkszych niz 35 m; oraz
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4. czestotliwos¢ robocza ponizej 20 kHz;

Uwaga: Pozycja 6A001.a.2.g. nie obejmuje kontrolg czujnikow predkosci czgsteczek ani
geofondw.

Uwagi techniczne:

1. Do celéw pozygi 6A001.a.2.g. wykorzystujgce akcelerometr czujniki hydroakustyczne
okreslane sq réwniez jako czujniki wektorowe.

2. Do celéw pozygi 6A001.a.2.g.2. ‘wrazliwos¢ na przyspieszenie’ definiuje si¢ jako
dwadziescia logarytméw przy podstawie 10 ze stosunku napigcia skutecznego po
sprowadzeniu do napigcia skutecznego 1 V, po umieszczeniu czujnika hydroakustycznego, bez
przedwzmacniacza, w polu akustycznych fal plaskich o przyspieszeniu 1 g (i.e., 9,81 m/s?).

nastepujace urzadzenia sonarowe postugujace si¢ logami korelacyjnymi i dopplerowskimi
przeznaczone do pomiaru predkosci poziomej obiektu, na ktérym si¢ znajdujg, wzgledem dna morza:

1. urzadzenia sonarowe postugujace si¢ logami korelacyjnymi i spelniajace ktdrekolwiek
z ponizszych kryteriéw:

a.  przeznaczenie do pracy w przypadku odleglosci obiektu od dna przekraczajacej 500 m; lub
b.  »dokladno$é« pomiaru predkosci wigksza niz 1 %;

2. urzgdzenia sonarowe postugujace si¢ logami dopplerowskimi umozliwiajace okreslenie predkosci
z »dokladnoscia« lepszg niz 1 %;

Uwaga 1:  Pozycja 6A001.b. nie obejmuje kontrolg sond do pomiaru glegbokosci, ktdre ograniczone sq do
ktérejkolwiek z ponizszych funkgji:
a.  pomiar glebokosci wody;
b.  pomiar odleglosci do zanurzonych lub zagrzebanych obiektéw; lub
c.  wykrywanie fawic ryb.

Uwaga 2:  Pozygja 6A001.b. nie obejmuje kontrolg urzqdzeri specjalnie zaprojektowanych do zainstalowania
na statkach nawodnych.

nieuzywane.

6A002 Nastepujace czujniki optyczne lub sprzet i ich czgdci skladowe:

NB.

a.

ZOB. TAKZE POZYCJA 6A102.
nastepujace detektory optyczne:

1. nastepujace detektory poiprzewodnikowe »klasy kosmicznej«

Uwaga: Do celow pozycji 6A002.a.1. detektory pétprzewodnikowe obejmujg »matryce detektorowe
plaszczyzny ogniskoweje.

a.  detektory pélprzewodnikowe »klasy kosmicznej« spetniajace wszystkie ponizsze kryteria:

1. reakcja szczytowa w zakresie diugosci fal z przedzialu powyzej 10 nm, ale
nieprzekraczajacej 300 nm; oraz

2. w zakresie fal o dlugosci powyzej 400 nm reakcja slabsza niz 0,1 % reakgji
SZCZYtOwej;

b.  detektory pétprzewodnikowe »klasy kosmicznej« spetniajace wszystkie ponizsze kryteria:

1. reakcja szczytowa w zakresie dlugosci fal z przedzialu powyzej 900 nm, ale
nieprzekraczajacej 1 200 nm; oraz

2. »stala czasowac reakcji 95 ns lub ponizej;
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c.  detektory potprzewodnikowe »klasy kosmicznej« posiadajace reakcje szczytowa w zakresie
dlugosci fal powyzej 1 200 nm, ale nieprzekraczajacej 30 000 nm;

d.  »matryce detektorowe plaszczyzny ogniskowej« »klasy kosmicznej« majace wiecej niz 2 048
elementéw na zespdl i reakcje szczytowg w pasmie fal o dtugosci powyzej 300 nm, ale
nieprzekraczajacej 900 nm;

nastepujgce lampowe wzmacniacze obrazu i specjalnie do nich zaprojektowane elementy:
Uwaga: Pozygja 6A002.a.2. nie obejmuje kontrolg nieobrazowych lamp fotopowielaczowych

wyposazonych w znajdujgcy si¢ w prozni czujnik elektronowy ograniczony wylgcznie do
jakiegokolwick z ponizszych:

a.  pojedyncza anoda metalowa; lub
b.  anody metalowe o odlegtosci migdzy Srodkami otworkéw wigkszej niz 500 pm.
a.  lampowe wzmacniacze obrazu spelniajace wszystkie ponizsze kryteria:

1. reakcja szczytowa w zakresie diugosci fal z przedzialu powyzej 400 nm, ale
nieprzekraczajacej 1 050 nm;

2. wzmacnianie obrazéw elektronicznych z wykorzystaniem ktérychkolwiek
z ponizszych:

a.  elektrody mikrokanalikowej z otworkami w odstepach (odleglos¢ pomiedzy
Srodkami otworkéw) 12 pm lub mniejszych; lub

b.  czujniki elektronowe o rozmiarach pojedynczego nielaczonego piksela
500 pm lub mniej specjalnie zaprojektowane lub zmodyfikowane, by uzyskaé
spowielanie fadunkéw« w spos6b inny niz za pomoca elektrody
mikrokanalikowej; oraz

3. majace dowolng z ponizszych fotokatod:

a.  fotokatody alkaliczne wielopierwiastkowe (np. S-20 i S-25) o czulosci $wietlnej
przekraczajacej 350 pA/lm;

b.  fotokatody GaAs lub GalnAs; lub

c. inne fotokatody pélprzewodnikowe oparte na »zwigzkach IV«
o maksymalnej »czulo$ci promieniowania« powyzej 10 mA[/W;

b.  lampowe wzmacniacze obrazu spelniajace wszystkie ponizsze kryteria:

1. reakcja szczytowa w zakresie dlugosci fal z przedzialu powyzej 1050 nm, ale
nieprzekraczajacej 1 800 nm;

2. wzmacnianie obrazéw elektronicznych z  wykorzystaniem  ktérychkolwiek
z ponizszych:

a.  elektrody mikrokanalikowej z otworkami w odstgpach (odleglos¢ pomigdzy
Srodkami otworkéw) 12 pm lub mniejszych; lub

b.  czujniki elektronowe o rozmiarach pojedynczego nielaczonego piksela
500 pm lub mniej specjalnie zaprojektowane lub zmodyfikowane, by uzyskaé
spowielanie ladunkéw« w sposéb inny niz za pomoca elektrody
mikrokanalikowej; oraz

3. majace fotokatody pélprzewodnikowe (np. GaAs lub GalnAs) oparte na
»zwigzkach III[V« oraz fotokatody o elektronach przeniesionych, o maksymalnej
»czutosci promieniowania« powyzej 15 mA[/W;

c. nastepujace specjalnie opracowane elementy:

1. elektrody mikrokanalikowe do wzmacniania obrazéw z otworkami w odstepach
(odlegtos¢ pomiedzy srodkami otworkéw) nie wigkszych niz 12 pm;

2. czujniki elektronowe o rozmiarach pojedynczego nielaczonego piksela 500 pm lub
mniej specjalnie zaprojektowane lub zmodyfikowane, by uzyskaé »powielanie
fadunkéw« w sposéb inny niz za pomoca elektrody mikrokanalikowej;
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3. fotokatody pélprzewodnikowe (np. GaAs lub GalnAs) oparte na »zwigzkach III[V«
oraz fotokatody o elektronach przeniesionych;

Uwaga: Pozyga 6A002.a.2.c.3. nie obejmuje kontrolg fotokatod pdtprzewodnikowych
zwigzkowych zaprojektowanych tak, by osiggaly maksymalnie ktdrgkolwiek z ponizszych
»czutosci promieniowaniac:

a. 10 mA/W lub mniej przy reakcji szczytowej w zakresie dtugosci fal z przedziatu
powyzej 400 nm, ale nie wigcej niz 1 050 nm; lub

b. 15 mA/W lub mniej przy reakcji szczytowej w zakresie diugosci fal z przedziatu
powyzej 1050 nm, ale nie wigcej niz 1 800 nm;

3. nastgpujace, inne niz »klasy kosmicznej« »matryce detektorowe plaszczyzny ogniskoweje:

N.B. ‘Mikrobolometryczne’ »matryce detektorowe plaszczyzny ogniskowej«, inne niz »klasy
kosmicznej« sg wymienione jedynie w pozycji 6A002.a.3.f.

Uwaga techniczna:

Do celow pozygji 6A002.a.3. »matryce detektorowe ptaszczyzny ogniskowej« to liniowe lub dwuwymiarowe
wieloelementowe zespoly detektorow.

Uwaga 1:  Pozycja 6A002.a.3. obejmuje kontrolg zespoly fotoprzewodzgce i fotowoltaiczne.

Uwaga 2:  Pozycja 6A002.a.3. nie obejmuje kontrolg:

a.  wieloelementowych (nie wigcej niz 16 elementéw) komdrek fotoelektrycznych
w obudowie, zawierajgcych siarczek lub selenek otowiu;

b.  detektordw piroelektrycznych, w ktdrych zastosowano ktdrekolwiek z ponizszych:
1. siarczan triglicyny i jego odmiany;
2. tytanian olowiu-lantanu-cyrkonu i jego odmiany;
3. tantalan litu;
4. polifluorek winylidenu i jego odmiany; lub
5. niobian strontu-baru i jego odmiany;

c.  »matryc detektorowych plaszczyzny ogniskowej« specjalnie zaprojektowanych lub
zmodyfikowanych tak, by uzyskaé ‘powielanie ladunkéw’, oraz ograniczonych
projektowo tak, by ich maksymalna »czuto$¢ promieniowania« wynosita 10 mA/W
lub mniej przy dugosci fal powyzej 760 nm, spelniajgcych wszystkie ponizsze
kryteria:

1. wyposazonych w mechanizm ograniczenia reakdji, zaprojektowany w sposéb
nieprzewidujgcy jego usuwania ani modyfikowania; oraz

2. posiadajgcych dowolne z nastgpujgcych funkgji:

a.  mechanizm ograniczenia reakcji jest zintegrowany z elementem
detekcyjnym lub polgczony z nim; lub

b.  »matryca detektorowa plaszczyzny ogniskowej« dziata wylgcznie wtedy,

gdy zainstalowany jest mechanizm ograniczenia reakdji;

Uwaga techniczna:

Do celéw pozycji 6A002.a.3. uwaga 2.c.2.a. mechanizm ograniczenia reakdji,
w jaki wyposazony jest element detekcyjny, jest zaprojektowany tak, by
w przypadku jego usunigcia lub modyfikacji detektor przestawat dziataé.

d.  stosow termoelektrycznych posiadajgcych mniej niz 5 130 elementéw.
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a.  inne niz »klasy kosmicznej« »matryce detektorowe plaszczyzny ogniskowej« spelniajgce
wszystkie ponizsze kryteria:

1. pojedyncze elementy o reakcji szczytowej w zakresie diugosci fal z przedziatu
powyzej 900 nm, ale nieprzekraczajacej 1 050 nm; oraz

2. dowolne z nastgpujacych funkgji:
a.  »stala czasowac reakcji ponizej 0,5 ns; lub

b.  specjalnie zaprojektowane lub zmodyfikowane, by uzyskaé »powielanie
fadunkéw«, i majace maksymalng »czulo$¢ promieniowania« powyzej
10 mA[W;

b.  inne niz »klasy kosmicznej« »matryce detektorowe plaszczyzny ogniskowej« spelniajgce
wszystkie ponizsze kryteria:

1. pojedyncze elementy o reakcji szczytowej w zakresie diugosci fal z przedziatu
powyzej 1 050 nm, ale nieprzekraczajacej 1 200 nm; oraz

2. dowolne z nastgpujacych funkgji:

a.  »stala czasowac reakcji 95 ns lub ponizej; lub

b.  specjalnie zaprojektowane lub zmodyfikowane, by uzyskaé »powielanie
fadunkéw«, i majace maksymalng »czulo$¢ promieniowania« powyzej
10 mA[W;

c. inne niz »klasy kosmicznej« nieliniowe (dwuwymiarowe) »matryce detektorowe
plaszczyzny ogniskowej« posiadajace reakcje szczytowa poszczegélnych elementéow
w zakresie dtugosci fal z przedziatu powyzej 1 200 nm, ale nieprzekraczajacej 30 000 nm;

N.B. ‘Mikrobolometryczne’ »matryce detektorowe plaszczyzny ogniskowej«, inne niz »klasy
kosmicznej«, wykonane na bazie krzemu lub innych materiatéw sg wymienione
jedynie w pozycji 6A002.a.3.f.

d.  inne niz »klasy kosmicznej« liniowe (jednowymiarowe) »matryce detektorowe plaszczyzny
ogniskowej« spelniajace wszystkie ponizsze kryteria:

1. pojedyncze elementy o reakcji szczytowej w zakresie dtugosci fal z przedziatu
powyzej 1 200 nm, ale nieprzekraczajacej 3 000 nm; oraz

2. dowolne z nastgpujacych funkgji:

a.  stosunek wymiaru ‘kierunku przeszukiwania’ elementu detekcyjnego do
wymiaru ‘poprzecznego kierunku przeszukiwania’ elementu detekcyjnego
ponizej 3,8; lub

b.  przetwarzanie sygnaléw w elementach detekcyjnych;

Uwaga: Pozycja 6A002.a.3.d. nie obejmuje kontrolg »matryc detektorowych plaszczyzny
ogniskowej« (nieprzekraczajgcych 32 elementéw), w ktdrych elementy detekcyjne sq
wykonane wylgcznie z germanu.

Uwaga techniczna:

Do celow pozycji 6A002.a.3.d. ‘poprzeczny kierunek przeszukiwania’ jest okreslany jako o$
réwnolegta do liniowego uktadu elementéw detekcyjnych, a ‘kierunek przeszukiwania’ jest okreslany
jako oS prostopadta do liniowego uktadu elementéw detekcyjnych.

e.  inne niz »klasy kosmicznej« liniowe (jednowymiarowe) »matryce detektorowe plaszczyzny
ogniskowej« posiadajace reakcje szczytowa poszczegdlnych elementéw w zakresie dlugosci
fal z przedziatu powyzej 3 000 nm, ale nieprzekraczajacej 30 000 nm;

f.  inne niz »klasy kosmicznej« nieliniowe (dwuwymiarowe) »matryce detektorowe
plaszczyzny ogniskowej« w zakresie promieniowania podczerwonego oparte na materiale
‘mikrobolometrycznym’ posiadajace niefiltrowang reakcje poszczegdlnych elementéw
w zakresie dtugosci fal z przedzialu powyzej 8 000 nm, ale nieprzekraczajacej 14 000 nm;
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Uwaga techniczna:

Do celéw 6A002.a.3.f ‘mikrobolometr’ jest okreslany jako obrazowy detektor termalny, ktdry
w wyniku zmiany temperatury w detektorze spowodowanej przez absorpcje promieniowania
podczerwonego generuje nadajgce sig do wykorzystania sygnaly.

g.  inne niz »klasy kosmicznej« »matryce detektorowe plaszczyzny ogniskowej« spelniajace
wszystkie ponizsze kryteria:

1. oddzielne elementy detekcyjne o reakcji szczytowej w zakresie dlugosci fal
z przedziatu powyzej 400 nm, ale nieprzekraczajacej 900 nm;

2. specjalnie zaprojektowane lub zmodyfikowane, by uzyskaé »powielanie fadunkéw«
i majace maksymalng »czuto$¢ promieniowania« powyzej 10 mA/W przy dtugosci
fal powyzej 760 nm; oraz

3. majace powyzej 32 elementow;

b.  »monospektralne czujniki obrazowe« i »wiclospektralne czujniki obrazowe« przeznaczone do zdalnego
wykrywania obiektow i spelniajace ktérekolwiek z ponizszych kryteriow:

1. chwilowe pole widzenia (IFOV) ponizej 200 prad (mikroradianéw); lub

2. przeznaczenie do dzialania w zakresie fal o dlugosci powyzej 400 nm, ale nieprzekraczajgcej
30 000 nm oraz majace wszystkie nastepujace wlasnosci:

a.  dostarczanie wyjSciowych danych obrazowych w postaci cyfrowej; oraz
b.  posiadajace jedng z nastepujacych cech charakterystycznych:
1. sg»klasy kosmiczneje lub

2. przeznaczenie do zastosowan lotniczych i zaopatrzenie w czujniki inne niz
krzemowe oraz posiadajace IFOV ponizej 2,5 miliradianéw;

Uwaga: Pozygja 6A002.b.1. nie obejmuje kontrolg »monospektralnych czujnikdw obrazowych« o reakcji
szczytowej w pasmie fal o dlugosci powyzej 300 nm, ale nieprzekraczajgcej 900 nm
i obejmujgcych wylgcznie ktdrykolwiek z ponizszych detektoréw innych niz »klasy kosmicznej« lub
»matryc detektorowych plaszczyzny ogniskowej« innych niz »klasy kosmicznej«:

1. matryce CCD, niezaprojektowane ani niezmodyfikowane do osiggniecia »powielania
tadunkéwe; lub

2. matryce CMOS, niezaprojektowane ani niezmodyfikowane do osiggniecia »powielania
tadunkdw«.

c.  urzadzenia do ‘bezposredniego widzenia’ wyposazone w ktérekolwiek z ponizszych:
1. lampowe wzmacniacze obrazu wyszczegdlnione w pozycji 6A002.a.2.a. lub 6A002.a.2.b.;
2. »matryce detektorowe plaszczyzny ogniskowej« wyszczeglnione w pozycji 6A002.a.3.; lub

3. detektory pélprzewodnikowe wyszczeg6lnione w pozycji 6A002.a.1.;

Uwaga techniczna:

Do celéw pozycji 6A002.c. termin ‘bezposrednie widzenie’ odnosi si¢ do urzgdzeri tworzgcych obrazy
przedstawiajgce  widzialny dla czlowieka obraz bez jego przetwarzania na sygnat elektroniczny
przekazywany na ekran telewizyjny, niemoggcych zarejestrowal ani utrwaliC obrazu na drodze
fotograficznej, elektronicznej ani zadnej innej.

Uwaga: Pozyga 6A002.c. nie obejmuje kontrolg ponizszych urzgdzer, jezeli sq wyposazone
w fotokatody inne niz z GaAs lub GalnAs:

a.  przemystowych lub cywilnych systemow alarmowych, systeméw kontroli ruchu
drogowego lub przemystowego ani systemow zliczajgcych;

b.  sprzgtu medycznego;
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6A003

C.

3.

Uwaga: (cigg dalszy)

¢.  urzgdzen przemystowych stosowanych do kontroli, sortowania lub analizy whasciwosci
materiatow;

d. wykrywaczy plomieni do piecow przemystowych;

e.  urzgdzen specjalnie zaprojektowanych do celéw laboratoryjnych.

nastepujace specjalne elementy pomocnicze do czujnikéw optycznych:

1.
2.

chtodnice kriogeniczne »klasy kosmiczneje;

nastgpujace chlodnice kriogeniczne inne niz »klasy kosmicznej¢, posiadajace Zrédlo chlodzenia
o temperaturze ponizej 218 K (-55 °C):

a.  pracujagce w obiegu zamknigtym i charakteryzujgce si¢ Srednim czasem do awarii (MTTF)
lub $rednim czasem migdzyawaryjnym (MTBF) powyzej 2 500 godzin;

b.  samoregulujgce si¢ minichlodnice Joula-Thomsona (JT) z otworkami o Srednicy (na
zewnatrz) ponizej 8 mm;

czujnikowe wiékna optyczne o specjalnym sktadzie lub konstrukeji lub zmodyfikowane technikg
powlekania, w celu nadania im wlasciwosci umozliwiajacych reagowanie na fale akustyczne,
promieniowanie termiczne, sity bezwladno$ci, promieniowanie elektromagnetyczne lub jadrowe;

Uwaga: Pozygja 6A002.d.3. nie obejmuje kontrolg czujnikowych widkien optycznych w obudowie
specjalnie zaprojektowanych do stosowania jako czujniki w odwiertach.

nieuzywane.

‘uklady odczytujace’ (ROIC) specjalnie zaprojektowane do »matryc detektorowych plaszczyzny
ogniskowej« okreslonych w pozycji 6A002.a.3.

Uwaga: Pozycja 6 A002.f. nie obejmuje kontrolg ‘ukladéw odczytujgcych’ specjalnie zaprojektowanych do

zastosowari cywilnych w motoryzacji.

Uwaga techniczna:

Do celéw pozycji 6A002.f. ‘uktad odczytujgcy’ (ROIC’) oznacza uktad scalony zaprojektowany jako podstawa lub
element polgczony »matrycy detektorowej plaszczyzny ogniskowej« i stosowany do odczytu (tj. odczytywania
i rejestrowania) sygnatow wytwarzanych przez elementy detekcyjne. ‘ROIC’ co najmniej odczytuje tadunek
z elementéw detekcyjnych, ekstrahujgc tadunek i stosujgc funkcje multipleksowg w sposdb, ktdry zachowuje
informacje dotyczgce wzglednej pozycji w przestrzeni i orientacji elementow detekcyjnych do przetwarzania
w ramach ‘ROIC’ lub poza nim.

Nastepujace kamery filmowe, systemy lub urzadzenia oraz elementy do nich:

N.B.

d.

ZOB. TAKZE POZYCJA 6A203.

nastepujace kamery rejestrujace i specjalnie do nich zaprojektowane elementy:

Uwaga: Kamery rejestrujgce, okreslone w poz.6A003.4.3. do 6A003.4.5., 0 budowie modutowej powinny

by¢ oceniane wg ich maksymalnych mozliwosci przy wykorzystaniu zespotéw wtykanych zgodnie ze
specyfikacjg producenta kamery.

nieuzywane;

nieuzywane;

elektroniczne kamery smugowe o rozdzielczosci czasowej lepszej niz 50 ns;
elektroniczne kamery obrazowe o szybkos$ci powyzej 1 000 000 klatek na sekundg;
kamery elektroniczne spelniajgce wszystkie ponizsze kryteria:

a.  szybko$¢ dzialania migawki elektronicznej (bramkowania) ponizej 1 ps na pelna klatke;
oraz
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6A003 a5 (cigg dalszy)
b.  czas odczytu umozliwiajacy szybkos$¢ powyzej 125 pelnych klatek na sekundg;
6.  »zespoly wtykane« spelniajace wszystkie ponizsze kryteria:

a.  specjalnie zaprojektowane do kamer rejestrujacych, ktore maja strukture modutows i ktére
zostaly wyszczegdlnione w pozycji 6A003.a.; oraz

b.  umozliwiajace tym kamerom realizowanie wla$ciwosci wymienionych w pozycjach
6A003.a.3., 6A003.a.4. lub 6A003.a.5., zgodnie z danymi technicznymi producenta;

b.  nastepujace kamery obrazowe:

Uwaga: Pozycja 6A003.D. nie obejmuje kontrolg kamer telewizyjnych ani wideokamer przeznaczonych
specjalnie dla stacji telewizyjnych.

1. wideokamery z czujnikami pétprzewodnikowymi posiadajace reakcje szczytowa w przedziale
dlugosci fal powyzej 10 nm, ale nie wigcej niz 30 000 nm, oraz spelniajace wszystkie ponizsze
kryteria:

a.  spelniajace ktdrekolwiek z ponizszych kryteriéw:

1.  powyzej 4 x 10° »aktywnych pikselic na pdlprzewodnikowy siatke dla kamer
monochromatycznych (czarno-biatych);

2. powyzej 4 x 10° »aktywnych pikselic na pélprzewodnikowa siatke dla kamer
kolorowych z trzema siatkami pétprzewodnikowymi; lub

3. powyzej 12 x 10° »aktywnych pikselic na pélprzewodnikows siatke dla kamer
kolorowych z jedna siatkg potprzewodnikows; oraz

b.  spelniajace ktorekolwiek z ponizszych kryteriéw:
1. zwierciadla optyczne wyszczegélnione w pozycji 6A004.a.;
2. urzadzenia do sterowania optyka wyszczeg6lnione w pozycji 6A004.d.; lub

3. zdolno$¢ do nanoszenia wytwarzanych wewngtrznie ‘Sciezek danych o kamerze’;

Uwagi techniczne:

1. Do celow pozygi 6A003.b.1. wideokamery cyfrowe powinny by¢ oceniane na podstawie
maksymalnej liczby »aktywnych pikseli« wykorzystywanych do rejestrowania obrazéw ruchomych.

2. Do celéw pozycji 6A003.b.1.b.3. ‘Sciezki danych o kamerze’ stanowig informacje niezbgdne do
okreslenia orientacji widzenia kamery wzgledem ziemi. Nalezg do nich: 1) kgt poziomy osi
widzenia kamery wzgledem kierunku pola magnetycznego ziemi oraz; 2) kgt pionowy pomigdzy
osig widzenia kamery a horyzontem ziemi.

2. kamery skaningowe i systemy kamer skaningowych spelniajgce wszystkie ponizsze kryteria:

a. reakcja szczytowa w zakresie diugosci fal z przedzialu powyzej 10 nm, ale
nieprzekraczajacej 30 000 nm;

b.  liniowe siatki detekcyjne posiadajace powyzej 8 192 elementéw na siatke; oraz

c.  mechaniczne przeszukiwanie w jednym kierunku;

Uwaga: Pozygja 6A003.b.2. nie obejmuje kontrolg kamer skaningowych ani systemdéw kamer
skaningowych specjalnie zaprojektowanych do ktdregokolwiek z ponizszych:

a.  fotokopiarki przemystowe lub cywilne;

b.  skanery specjalnie zaprojektowane do skanowania w zastosowaniach cywilnych,
stacjonarnych, z malych odleglosci (np. powielanie obrazéw lub druku zawartych
w dokumentach, dzietach sztuki lub fotografiach); lub

c.  sprzet medyczny.
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6A003 b.  (cigg dalszy)

3. kamery obrazowe wyposazone we wzmacniacze obrazéw wyszczegdlnione w  pozycji
6A002.a.2.a. lub 6A002.a.2.b,;

4. kamery obrazowe zawierajace »matryce detektorowe plaszczyzny ogniskowej« wyposazone
w ktérekolwiek z ponizszych:

a.  »matryce detektorowe plaszczyzny ogniskowej« wymienione w pozycjach 6A002.a.3.a.
do 6A002.a.3.e.;

b. »matryce detektorowe plaszczyzny ogniskowej« wyszczegdlnione w  pozycji
6A002.2.3.£; lub

c.  »matryce detektorowe plaszczyzny ogniskowej« wyszczegdlnione w pozycji 6A002.a.3.g.;
Uwaga 1: ~ Kamery obrazowe wyszczegdlnione w pozycji 6A003.b.4. zawierajg »matryce detektorowe
plaszczyzny ogniskowej« polgczone z odpowiednig elektronikg »przetwarzania sygnatéwe,

poza ukladem odczytujgeym, w celu umozliwienia przynajmniej wyjscia sygnatu
analogowego lub cyfrowego po podgczeniu zasilania.

Uwaga 2:  Pozygja 6A003.b.4.a. nie obejmuje kontrolg kamer obrazowych wykorzystujgcych liniowe
»matryce detektorowe plaszczyzny ogniskowej« 0 12 elementach lub mniejszej ich liczbie,
nierealizujgcych w elementach funkcji opéznienia czasowego ani integradji i przeznaczonych
do ktdregokolwiek z ponizszych:

a.  przemystowych lub cywilnych systemow alarmowych, systeméw kontroli ruchu
drogowego lub przemystowego ani systemow zliczajgcych;

b.  urzgdzenh przemystowych stosowanych do kontroli lub monitorowania wyplywu ciepta
w budynkach, urzgdzeniach lub procesach przemystowych;

¢.  urzgdzen przemystowych stosowanych do nadzoru, sortowania lub analizy wlasciwosci
materiatow;

d.  urzqdzen specjalnie zaprojektowanych do zastosowari laboratoryjnych; lub

e.  sprzgtu medycznego.

Uwaga 3:  Pozycja 6A003.b.4.b. nie obejmuje kontrolg kamer obrazowych spetniajgcych ktdrekolwiek
z ponizszych kryteriow:

a.  maksymalna szybkos¢ analizy obrazéw réwna lub nizsza niz 9 Hz;
b.  posiadajgcych wszystkie ponizsze cechy:
1. poziome lub pionowe minimalne ‘chwilowe pole widzenia (IFOV)" wynoszgce

co najmniej 2 mrad/piksel (miliradiandw/piksel);

Uwaga techniczna:

Do celéw pozycji 6A003.b.4. Uwaga 3.b.1. ‘chwilowe pole widzenia (IFOV)
jest mniejszg z wartosci ‘poziomego IFOV” lub ‘pionowego IFOV".

‘Poziome IFOV’ = poziome pole widzenia (FOV)/liczba poziomych elementow
detekcyjnych

‘Pionowe IFOV” = pionowe pole widzenia (FOV)/liczba pionowych elementéw
detekcyjnych

2. wyposazone w stalg soczewke ogniskujgcg, ktdra zostata zaprojektowana
w sposéb uniemozliwiajgcy jej usunigcie;

3. brak wizjera ‘bezposredniego widzenia’, oraz
4. spelniajgce ktorekolwiek z ponizszych kryteridw:

a.  brak mozliwosci uzyskania widzialnego obrazu wykrytego pola
widzenia; lub

b.  zaprojektowanie kamery dla jednego rodzaju zastosowania, bez
mozliwosci modyfikowania jej funkdji przez uzytkownika; lub
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6A003 b. 4. Uwaga 3:  (cigg dalszy)

C.

kamery specjalnie zaprojektowane do instalacji w cywilnych pasazerskich pojazdach
lgdowych i spetniajgce wszystkie ponizsze kryteria:

1.

umiejscowienie i konfiguracja kamery w pojezdzie stuzy wylgcznie wsparciu
kierowcy w bezpiecznej obstudze pojazdu;

kamera dziala tylko wéwczas, gdy jest zainstalowana w ktdrymkolwiek

z ponizszych:

a.  owilny pasazerski pojazd lgdowy, do ktérego byla przeznaczona,
o cigzarze mniejszym niz 4 500 kg (cigzar brutto pojazdu); lub

b.  w specjalnie zaprojektowanym, autoryzowanym urzgdzeniu do testow
konserwacyjnych; oraz

posiada aktywny mechanizm, ktdry powoduje zaprzestanie dziatania kamery,
gdy zostaje ona zdjeta z pojazdu, do ktdrego byla przeznaczona.

Uwaga 4:  Pozycja 6A003.b.4.c. nie obejmuje kontrolg kamer obrazowych spetniajgcych ktdrekolwiek
z ponizszych kryteriow:

a.

posiadajgcych wszystkie ponizsze cechy:

1.

specjalnie zaprojektowanych do zainstalowania jako zintegrowany element
systemow i urzgdzeri wewnetrznych i korzystajgcych z zasilania z zewnetrznej
sieci energetycznej, ktdre zostaly zaprojektowane w sposdb ograniczajgcy ich
zastosowanie do jednego z ponizszych:

a.  monitorowanie proceséw przemystowych, kontrola jakosci lub analiza
whasciwosci materiatow;

b.  sprzet laboratoryjny zaprojektowany specjalnie do badari naukowych;
c.  sprzgt medyczny;
d.  sprzgt stuzgcy do wykrywania naduzy¢ finansowych;

kamera dziala tylko wéwczas, gdy jest zainstalowana w ktdrymkolwiek
z ponizszych:
a.  wukladach lub sprzecie, do ktdrych jest przeznaczona; lub

b.  w specjalnie zaprojektowanych i dopuszczonych do obrotu systemach
obstugowych; oraz

posiada aktywny mechanizm, ktdry powoduje zaprzestanie dziatania kamery,
gdy zostaje ona usunigta z systemu, systemow lub urzgdzen, do ktorych jest
przeznaczona;

w przypadku gdy kamera jest zaprojektowana specjalnie do montazu w cywilnych
pasazerskich pojazdach lgdowych oraz na promach pasazerskich i samochodowych
i spetnia wszystkie ponizsze kryteria:

1.

umiejscowienic i konfiguracja kamery w pojezdzie lub na promie shuzy
wylgcznie wsparciu kierowcy lub operatora w bezpiecznej obstudze pojazdu lub
promu;

kamera dziata tylko wéwczas, gdy jest zainstalowana w ktorymkolwiek

z ponizszych:

a.  oywilny pasazerski pojazd lgdowy, do ktérego byla przeznaczona,
o cigzarze mniejszym niz 4 500 kg (cigzar brutto pojazdu);

b.  na promie pasazerskim lub samochodowym, do ktdrego byla
przeznaczona, o dhugosci catkowitej (LOA) wynoszgcej co najmniej
65 m; lub

C. W specjalnie zaprojektowanym, autoryzowanym urzgdzeniu do testow
konserwacyjnych; oraz

posiada aktywny mechanizm, ktdry powoduje zaprzestanie dziatania kamery,
gdy zostaje ona zdjeta z pojazdu, do ktdrego byla przeznaczona;
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6A003

6A004

b.

4. Uwaga 4:  (cigg dalszy)
¢.  zaprojektowanych tak, by ich maksymalna »czutos¢ promieniowania« wynosita
10 mA/W lub mniej przy diugosci fal powyzej 760 nm, spetniajgcych wszystkie
ponizsze kryteria:

1. wyposazonych w mechanizm ograniczenia reakdji, zaprojektowany w sposéb
nieprzewidujgcy jego usuwania ani modyfikowania;

2. wyposazonych w aktywny mechanizm, ktory powoduje, ze kamera nie dziata,
gdy mechanizm ograniczenia reakcji zostanie usunigty; oraz

3. niezaprojektowanych ani niezmodyfikowanych specjalnie do stosowania pod
wodg; lub

d.  posiadajgcych wszystkie ponizsze cechy:

1. niewyposazonych w ‘widzenie bezposrednie’ ani elektroniczny wyswietlacz
obrazu;

2. niewyposazonych w urzgdzenie umozliwiajgce uzyskanie widzialnego obrazu
wykrytego pola widzenia;

3. »matryca detektorowa plaszczyzny ogniskowej« dziata tylko wowczas, gdy jest
zainstalowana w kamerze, do ktdrej jest przeznaczona; oraz

4. »matryca detektorowa plaszczyzny ogniskowej« jest wyposazona w aktywny
techanizm, Rtory na state uniemozliwia dziakanie tego zespotu, jezeli zostanie
on usunigty z kamery, do ktdrej jest przeznaczony;

Uwaga techniczna:

Do celow pozycji 6 A003.b.4. ‘bezposrednie widzenie’ odnosi sig do kamery obrazowej dziatajgcej w zakresie
fal podczerwonych, ktéra wytwarza obraz widzialny dla cztowieka bedgcego obserwatorem, wykorzystujgc
mikrowyswietlacz bliski oku wyposazony w dowolny mechanizm zabezpieczenia przed Swiattem.

5. kamery obrazowe wyposazone w detektory pélprzewodnikowe wyszczegblnione w pozycji
6A002.a.1.

Nast¢pujace urzadzenia optyczne i elementy:

a.

nastepujace zwierciadla optyczne (reflektory):

Uwaga techniczna:

Do celéw pozycji 6A004.a. prog uszkodzer wywolanych laserem (Laser Induced Damage Threshold — LIDT)
mierzony jest zgodnie z normg ISO 21254-1:2011.

N.B. Zwierciadla optyczne specjalnie zaprojektowane do urzgdzen litograficznych — zob. pozycja 3B001.

1. ‘zwierciadta odksztalcalne’ posiadajace aktywng aperture optyczng wigkszg niz 10 mm
i spelniajace ktdrekolwiek z ponizszych kryteriéw oraz specjalnie zaprojektowane do nich
komponenty;

a.  posiadajagce wszystkie ponizsze cechy:

1. posiadajace czestotliwo$¢ rezonansu mechanicznego réwna lub wigkszg niz 750 Hz;
oraz

2. posiadajace ponad 200 sitownikdw; lub

b.  ktérych prég uszkodzen wywolanych laserem (LIDT) spelnia ktérekolwiek z ponizszych
kryteriow:

1. przekracza 1 kW[ cm? przy zastosowaniu »lasera z falg ciagla<; lub
2. przekracza 2 ]| cm? przy zastosowaniu impulséw »lasera« o dlugosci 20 ns przy
czestotliwo$ci powtarzania wynoszacej 20 Hz;

Uwagi techniczne:
Do celéw pozycji 6A004.a.1.:

Zwierciadla odksztatcalne’ oznaczajg zwierciadta spetniajgce ktdrekolwiek z ponizszych kryteriow:

1. a.  jedng cigglg odbijajgcg powierzchnig optyczng, ktdrg mozna dynamicznie odksztatcal za
pomocg pojedynczych momentéw lub sit, kompensujgc w ten sposéb znieksztalcenia fal
optycznych padajgcych na zwierciadto; lub
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6A004

a.

1. 1. (cigg dalszy)

b.  wiele odbijajgcych elementow optycznych, ktore mozna oddzielnie i dynamicznie przemieszczaé
w inne polozenie za pomocg dzialajgcych na nie momentéw lub sit, kompensujgc w ten sposéb
znieksztatcenia fal optycznych padajgcych na zwierciadto.

2. “Zwierciadta odksztatcalne’ okreslane sq réwniez jako zwierciadla piezoelektryczne.
2. lekkie zwierciadla monolityczne o przecigtnej »gestosci zastepczej« ponizej 30 kg/m? i masie

catkowitej powyzej 10 kg;

Uwaga: Pozycja 6A004.a.2. nie obejmuje kontrolg zwierciadet specjalnie zaprojektowanych do
odbijania  bezposredniego promieniowania stonecznego w  naziemnych instalacjach
heliostatycznych.

3. lekkie konstrukcje zwierciadlane z materialéw »kompozytowych« lub spienionych o przecigtnej

»gestosci zastepezej« ponizej 30 kg/m? i masie catkowitej powyzej 2 kg;

Uwaga: Pozygja 6A004.a.3. nie obejmuje kontrolg zwierciadet specjalnie zaprojektowanych do
odbijania  bezposredniego promieniowania stonecznego w naziemnych instalacjach
heliostatycznych.

4. zwierciadla specjalnie zaprojektowane do oprawek do zwierciadel sterujagcych wiazka
wyszczegblnionych w pozycji 6A004.d.2.a. o plaskosci wynoszacej A/10 lub lepszej (\ réwna
si¢ 633 nm) i spelniajace ktdrekolwiek z ponizszych kryteriow:

a.  $rednica lub dlugos¢ osi gtéwnej wynoszaca co najmniej 100 mm; lub
b.  posiadajace wszystkie ponizsze cechy:
1. S$rednica lub dtugos¢ osi gldwnej wigksza niz 50 mm, ale mniejsza niz 100 mm; oraz

2. ktorych prég uszkodzen wywolanych laserem (LIDT) spelnia ktérekolwiek
z ponizszych kryteriow:

a.  przekracza 10 kW/cm? przy zastosowaniu »lasera z falg ciggla«; lub

b.  przekracza 20 Jjcm? przy zastosowaniu impulséw »lasera« o dtugosci 20 ns
przy czestotliwosci powtarzania wynoszacej 20 Hz;

elementy optyczne z selenku cynku (ZnSe) lub siarczku cynku (ZnS) z mozliwoscig transmisji
w zakresie dtugosci fal powyzej 3 000 nm, ale nie wickszej niz 25 000 nm i spelniajace ktérekolwiek
z ponizszych kryteriow:

1. objetosé powyzej 100 cm?; lub
2. $rednica lub dlugos¢ osi gléwnej powyzej 80 mm oraz grubo$¢ (glebokosé) powyzej 20 mm;
nastepujace elementy »klasy kosmicznej« do systeméw optycznych:

1. o »gestosci zastepczej« elementéw obnizonej o 20 % w pordwnaniu z masywnym wyrobem
o takiej samej aperturze i grubosci;

2. podloza surowe, podloza powlekane powierzchniowo (z powloka jednowarstwowa lub
wielowarstwowg, metaliczng lub dielektryczna, przewodzaca, potprzewodzacy lub izolujacg) lub
pokryte blong ochronng;

3. segmenty lub zespoly zwierciadet przeznaczone do montazu z nich w przestrzeni kosmicznej
systeméw optycznych, majace sumaryczng aperture rownowazng lub wigkszg niz pojedynczy
element optyczny o Srednicy 1 metra;

4. elementy wykonane z materialéw »kompozytowych« o wspélczynniku liniowej rozszerzalnosci
termicznej w kierunku dowolnej wspétrzednej réwnym lub mniejszym niz 5 x 10°/K;

nastepujace urzadzenia do sterowania elementami optycznymi:

1. urzadzenia specjalnie zaprojektowane do utrzymywania ksztaltu lub orientacji powierzchni
element6éw »klasy kosmicznej« objetych kontrolg wedtug pozycji 6A004.c.1. lub 6A004.c.3.;
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2. nastepujace urzadzenia do sterowania, §ledzenia, stabilizacji lub strojenia rezonatora:

a. oprawki do zwierciadel sterujacych wiazka zaprojektowane do podtrzymywania
zwierciadel o $rednicy (lub dlugosci osi gtéwnej) wigkszej niz 50 mm i spelniajace
wszystkie nastgpujace kryteria, oraz specjalnie zaprojektowane do nich elektroniczne
urzadzenia sterujgce:

1. maksymalne przesunigcie katowe wynoszace 26 mrad lub wigcej;
2. czgstotliwos¢ rezonansu mechanicznego réwna lub wigksza niz 500 Hz; oraz
3. »dokladno$¢« katowa réwna 10 prad (mikroradianéw) lub mniejsza (lepsza);

b.  urzadzenia do strojenia rezonatora o szerokosci pasma réwnej lub wigkszej niz 100 Hz
oraz »dokladnosci« 10 prad (mikroradianéw) lub mniejszej (lepszej);

3. zawieszenia kardanowe spelniajace wszystkie ponizsze kryteria:
maksymalny kat wychylenia powyzej 5°%
b.  szeroko$¢ pasma réwna lub wigksza niz 100 Hz;

c¢.  mozliwo$¢ ustawiania katowego z dokladnosicig réwng lub lepsza niz 200 prad
(mikroradianéw); oraz

d.  spelniajace ktdrekolwiek z ponizszych kryteriéw:

1. $rednica lub dlugo$¢ osi gléwnej powyzej 0,15 m, ale nie wigksza niz
1 m i mozliwo§¢ zmiany polozenia katowego z przyspieszeniami powyzej 2 rad
(radianéw)/s% lub

2. $rednica lub dlugo$¢ osi gtéwnej powyzej 1 m i mozliwo$¢ zmiany polozenia
katowego z przyspieszeniami powyzej 0,5 rad (radianéw)[s%

4. nieuzywane;
e.  ‘asferyczne elementy optyczne’ spelniajace wszystkie ponizsze kryteria:
1. najwigkszy wymiar apertury optycznej jest wigkszy niz 400 mm;

2. nieréwno$¢ powierzchni jest mniejsza niz 1 nm (Srednia warto$¢ kwadratowa) dla dlugosci
probkowania réwnej lub wickszej niz 1 mm; oraz

3. warto$¢ absolutna wspélczynnika liniowej rozszerzalnosci termicznej jest mniejsza niz 3 x 10°/K
przy 25 °C.

Uwagi techniczne:

1. Do celéw pozycji 6A004.e. ‘asferycznym elementem optycznym’ jest taki element, stosowany w systemach
optycznych, ktdrego powierzchnia lub powierzchnie czynne sq zaprojektowane jako odbiegajgce od ksztattu
idealnej kuli.

2. Do celéw pozycji 6A004-.e.2. od producentéw nie jest wymagany pomiar nierownosci, jezeli element
optyczny nie zostat zaprojektowany lub wykonany z zamiarem dotrzymania lub przekroczenia parametru
kontrolnego.

Uwaga: Pozygja 6A004.e. nie obejmuje kontrolg ‘asferycznych elementow optycznych’ spelniajgcych

ktérekolwiek z ponizszych kryteriow:

a.  najwigkszy wymiar apertury optycznej mniejszy niz 1 m i stosunek dtugosci ogniskowej do
apertury rowny lub wigkszy niz 4,5:1;

b.  najwickszy wymiar apertury optycznej réwny lub wigkszy niz 1 m i stosunek diugosci
ogniskowej do apertury réwny lub wigkszy niz 7:1;

c.  zaprojektowanych jako element Fresnela, oko muchy, pasek, pryzmat lub element
dyfrakcyjny;

d. wykonanych ze szkla borokrzemowego majgcego wspdlczynnik rozszerzalnosci liniowej
wigkszy niz 2,5 x 10°/K przy 25 °C; lub

e.  bedgcych elementem optyki rentgenowskiej, majgcym wiasciwosci zwierciadta wewngtrznego
(np. zwierciadta typu rurowego).

N.B. W przypadku ‘asferycznych elementéw optycznych’ specjalnie zaprojektowanych dla urzgdzeri
litograficznych zob. pozycja 3B0O1.
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f.  dynamiczne urzadzenia pomiarowe do czofa fali spelniajace wszystkie z ponizszych kryteriow:
1. ‘szybko$¢ analizy obrazéw’ rowna lub wyzsza niz 1 kHz; oraz
2. dokladno$¢ pomiaru czofa fali réwna lub mniejsza (lepsza) niz \/20 dla okreslonej dtugosci fali.

Uwaga techniczna:

Do celow pozycji 6 AO04.. ‘szybko$¢ analizy obrazéw’ oznacza czgstotliwo$C, z jakg wszystkie »aktywne piksele« na
»matrycy detektorowej plaszczyzny ogniskowej« sg scalane do rejestrowania obrazéw wyswietlanych przez optyke
czujnika czota fali.

Nastepujace »laserye, ich elementy i urzadzenia optyczne do nich, inne niz wymienione w pozycjach
0B001.g.5. lub 0B001.h.6.:

N.B. ZOB. TAKZE POZYCJA 6A205.

Uwaga 1: Do »laseréw« impulsowych zalicza sig lasery z falg cigglg (CW), z nakladanymi na nig impulsami.

Uwaga 2:  »Lasery«  ekscymerowe,  pélprzewodnikowe,  chemiczne, CO, CO, i neodymowo-szklane
»0 niepowtarzajgcych si¢ impulsach« wymienione sq wylgcznie w pozycji 6A005.d.

Uwaga 3:  Pozycja 6A005 obejmuje »lasery« whGknowe.

Uwaga 4:  Poziom kontroli »laseréw« wykorzystujgcych przetworzenie czgstotliwosci (tzn. zmiang dhugosci fali) w inny
sposéb niz przez »pompowanie« jednego lasera innym »laserem« okreslony jest przez zastosowanie
parametrow  kontroli zaréwno do wyjscia »lasera« Zrodlowego, jak i do wyjscia optycznego
o przeksztatconej czgstotliwosci.

Uwaga 5:  Pozycja 6A005 nie obejmuje kontrolg nastgpujgcych »laserowe:

a.  rubinowy o energii wyjsciowej ponizej 20 J;
b. azotowy;
c.  kryptonowy.
Uwaga techniczna:
Do celéw pozycji 6A005.a. i 6A005.b., ‘tryb pojedynczego przejscia poprzecznego’ odnosi si¢ do
»laseréw« o profilu wigzki, ktdrej wspdtczynnik jakosci M? wynosi mniej niz 1,3, natomiast ‘tryb
wielokrotnego przejscia poprzecznego’ odnosi si¢ do »laseréw« o profilu wigzki, ktérej wspélczynnik jakosci
M? jest réwny lub wigkszy niz 1,3.
a.  »nieprzestrajalne« »lasery« z falg ciagla spelniajace ktérekolwiek z ponizszych kryteriéw:
1. dlugosé fali wyjSciowej ponizej 150 nm i moc wyjsciowa powyzej 1 W;
2. dhlugos¢ fali wyjsciowej réwna lub wigksza niz 150 nm, ale nie wigksza niz 510 nm i moc
wyjSciowa powyzej 30 W;
Uwaga: Pozycja 6 A005.a.2. nie obejmuje kontrolg »laseréw« argonowych o mocy wyjsciowej réwnej
lub mniejszej niz 50 W.
3. dlugos¢ fali wyjsciowej przekraczajaca 510 nm, ale nie wigksza niz 540 nm oraz ktérykolwiek
z ponizszych parametréw:
a.  sygnal wyjSciowy w ‘trybie pojedynczego przejicia poprzecznego’ i moc wyjsciowa
przekraczajgca 50 W; lub
b.  sygnal wyjSciowy w ‘trybie wielokrotnego przejécia poprzecznego’ i moc wyjsciowa
przekraczajgca 150 W;
4. dlugos¢ fali wyjSciowej wigksza niz 540 nm, ale nie wigksza niz 800 nm i moc wyjSciowa

powyzej 30 W;
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5. dlugos¢ fali wyjsciowej przekraczajaca 800 nm, ale nie wigksza niz 975 nm oraz ktorykolwiek
z ponizszych parametréw:

a.  ‘sygnal wyjSciowy w ‘trybie pojedynczego przejScia poprzecznego’ i moc wyjsciowa
przekraczajgca 50 W; lub

b.  sygnal wyjSciowy w ‘trybie wielokrotnego przejcia poprzecznego' i moc wyjsciowa
przekraczajaca 80 W;

6.  dlugosc fali wyjSciowej przekraczajaca 975 nm, ale nie wigksza niz 1 150 nm oraz ktérykolwiek
z ponizszych parametréw:

a.  sygnal wyjSciowy w ‘trybie pojedynczego przejScia poprzecznego’ i ktorekolwiek
z ponizszych kryteriow:

1.  moc wyjsciowa powyzej 1 000 W; lub
2. wszystkie ponizsze cechy:
a.  moc wyjSciowa powyzej 500 W; oraz
b.  widmowa szeroko$¢ pasma ponizej 40 GHz; lub

b.  sygnal wyjSciowy w ‘trybie wielokrotnego przejscia poprzecznego' i ktérekolwiek
z ponizszych kryteriow:

1. ‘sprawno$¢ catkowita’ powyzej 18 % i moc wyjsciowa powyzej 1 000 W; lub
2. moc wyjSciowa powyzej 2 kW;

Uwaga 1:  Pozycja 6A005.a.6.b. nie obejmuje kontrolg »laseréw« przemystowych dziatajgcych
w ‘trybie wielokrotnego przejscia poprzecznego’ o mocy wyjsciowej powyzej 2 kW, ale
nieprzekraczajgcej 6 kW i o masie catkowitej wigkszej niz 1200 kg. Do celow
niniejszej uwagi masa catkowita obejmuje wszystkie czgsci sktadowe wymagane do
funkgjonowania »lasera«, tzn. »laser, zasilacz, wymiennik ciepla, natomiast nie
obejmuje kontrolg zewnetrznych urzgdzeri optycznych do kondycjonowania lub
wysylania wigzki.

Uwaga 2:  Pozycja 6A005.a.6.b. nie obejmuje kontrolg »laseréw« przemystowych dziatajgcych
w ‘trybie wiclokrotnego przejScia  poprzecznego’  spelniajgcych  ktdrekolwick
z ponizszych kryteriow:

a. nieuzywane;

b.  moc wyjsciowa wigksza niz 1 kW, ale nieprzekraczajgca 1,6 kW oraz ktrych
warto$¢ BPP przekracza 1,25 mmemrad;

c.  moc wyjSciowa wigksza niz 1,6 kW, ale nieprzekraczajgca 2,5 kW oraz ktérych
warto$¢ BPP przekracza 1,7 mmemrad;

d. moc wyjsciowa wigksza niz 2,5 kW, ale nieprzekraczajgca 3,3 kW oraz ktdrych
wartos¢ BPP przekracza 2,5 mmemrad;

e.  moc wyjsciowa wigksza niz 3,3 kW, ale nieprzekraczajgca 6 RW oraz ktdrych
warto$¢ BPP przekracza 3,5 mmemrad;

fo nieuzywane;
g nieuzywane;

h.  moc wyjSciowa wigksza niz 6 kW, ale nieprzekraczajgca 8 kW oraz ktdrych
warto$¢ BPP przekracza 12 mmemrad; lub

i.  moc wyjsciowa wigksza niz 8 kW, ale nieprzekraczajgca 10 kW oraz ktérych
warto$¢ BPP przekracza 24 mmemrad;

7. dlugos¢ fali wyjSciowej przekraczajgca 1150 nm, ale nie wigksza niz 1555 nm oraz
ktorykolwiek z ponizszych parametréw:
a.  sygnal wyjSciowy w ‘trybie pojedynczego przejicia poprzecznego’ i moc wyjsciowa
przekraczajgca 50 W; lub
b.  sygnal wyjSciowy w ‘trybie wielokrotnego przejécia poprzecznego’ i moc wyjSciowa
przekraczajaca 80 W;

8.  dlugos¢ fali wyjsciowej przekraczajaca 1 555 nm, ale nie wigksza niz 1 850 nm i moc wyjSciowa
powyzej 1 W;

192/251 ELL http://data.europa.eu/elijreg_del/2025/2003/oj



DzU. L z 14.11.2025 PL

6A005 a.  (cigg dalszy)

9.  dlugos¢ fali wyjsciowej przekraczajagca 1850 nm, ale nie wigksza niz 2100 nm oraz
ktorykolwiek z ponizszych parametréw:

a.  sygnal wyjSciowy w ‘trybie pojedynczego przejicia poprzecznego’ i moc wyjsciowa
przekraczajaca 1 W; lub

b.  sygnal wyjsciowy w ‘trybie wielokrotnego przejscia poprzecznego’ i moc wyjSciowa
przekraczajgca 120 W; lub

10.  dlugos¢ fali wyjsciowej przekraczajaca 2 100 nm i moc wyjsciowa powyzej 1 W;

b.  »nieprzestrajalne« ‘lasery impulsowe’, spelniajace ktérekolwiek z ponizszych kryteriéw:

Uwaga techniczna:

Do celow pozycji 6A005.b. ‘laser impulsowy’ oznacza »laser«, w ktdrym »czas trwania impulsu« jest réwny lub
mnigjszy niz 0,25 s.

1. dlugos¢ fali wyjsciowej ponizej 150 nm i ktorykolwiek z ponizszych parametréw:
a.  energia wyjSciowa powyzej 50 mJ na impuls i »szczytowa moc« impulsu powyzej 1 W; lub
b.  »przecigtna moc wyjsciowa« powyzej 1 W;

2. dlugos¢ fali wyjsciowej 150 nm lub wigksza, ale nieprzekraczajgca 510 nm i ktérykolwiek
z ponizszych parametréw:

a.  energia wyjSciowa powyzej 1,5 | na impuls i »szczytowa moc« impulsu powyzej 30 W; lub
b.  »przecigtna moc wyjSciowa« powyzej 30 W;
Uwaga: Pozycja 6A005.b.2.b. nie obejmuje kontrolg »laseréw« argonowych majgcych
»przecigtng moc wyjsciowg« réwng lub wigkszg 50 W.

3. dlugos¢ fali wyjsciowej przekraczajaca 510 nm, ale nie wigksza niz 540 nm oraz ktérekolwiek
z ponizszych kryteriéw:

a.  sygnal wyjSciowy w ‘trybie pojedynczego przejicia poprzecznego’ i ktérykolwiek
z ponizszych parametréw:

1. energia wyjSciowa powyzej 1,5 ] na impuls i »szczytowa moc« impulsu powyzej
50 W; lub

2. »przecigtna moc wyjsciowa« powyzej 80 W; lub

b.  sygnal wyjsciowy w ‘trybie wielokrotnego przejScia poprzecznego’ i ktorykolwiek
z ponizszych parametréw:

1. energia wyjSciowa powyzej 1,5 J na impuls i »szczytowa moc« impulsu powyzej
150 W; lub

2. »przecigtna moc wyjsciowa« powyzej 150 W;

4. dlugos¢ fali wyjSciowej przekraczajaca 540 nm, ale nie wigksza niz 800 nm oraz ktorykolwiek
z ponizszych parametréw:

a.  »czas trwania impulsu« ponizej 1 ps i ktérekolwiek z ponizszych kryteriéw:
1. energia wyjSciowa powyzej 0,005 J na impuls i »szczytowa moc« impulsu powyzej
5 GW; lub
2. »przecigtna moc wyjsciowa« powyzej 20 W; lub
b.  »czas trwania impulsuc« réwny lub przekraczajacy 1 ps i ktérekolwiek z ponizszych
kryteriéw:

1. energia wyjSciowa powyzej 1,5 J na impuls i »szczytowa moc« impulsu powyzej
30 W; lub

2. »przecigtna moc wyjsciowa« powyzej 30 W;

5. dlugos¢ fali wyjsciowej przekraczajaca 800 nm, ale nie wigksza niz 975 nm oraz ktorykolwiek
z ponizszych parametréw:

a.  »czas trwania impulsu« ponizej 1 ps i ktérekolwiek z ponizszych kryteriéw:

1. energia wyjSciowa powyzej 0,005 J na impuls i »szczytowa moc« impulsu powyzej
5 GW; lub
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2. sygnal wyjSciowy w ‘trybie pojedynczego przejscia poprzecznego’ i »przecigtna moc
wyjSciowa« powyzej 20 W;

b.  »czas trwania impulsu« réwny lub przekraczajacy 1 ps i nieprzekraczajacy 1 ps
i ktérekolwiek z ponizszych kryteriéw:

1. energia wyjSciowa powyzej 0,5 ] na impuls i »szczytowa moc« impulsu
powyzej 50 W;

2. sygnal wyjSciowy w ‘trybie pojedynczego przejscia poprzecznego’ i »przecigtna moc
wyj$ciowa« powyzej 20 W; lub

3. sygnal wyjSciowy w ‘trybie wielokrotnego przejScia poprzecznego’ i »przecigtna moc
wyjsciowa« powyzej 50 W; lub

c.  »czas trwania impulsu« przekraczajacy 1 ps i ktérekolwiek z ponizszych kryteriow:
1. energia wyjSciowa powyzej 2 ] na impuls i »szczytowa moc« impulsu powyzej 50 W;

2. sygnal wyjSciowy w ‘trybie pojedynczego przejicia poprzecznego’ i »przecigtna moc
wyj$ciowa« powyzej 50 W; lub

3. sygnal wyjSciowy w ‘trybie wielokrotnego przejcia poprzecznego’ i »przecigtna moc
wyjSciowa« powyzej 80 W;

6.  dlugos fali wyjsciowej przekraczajaca 975 nm, ale nie wigksza niz 1 150 nm oraz ktérykolwiek
z ponizszych parametréw:

a.  »czas trwania impulsu« ponizej 1 ps i ktérekolwiek z ponizszych kryteriow:
1. wyjSciowa »moc szczytowa« powyzej 2 GW na impuls;
2. »przecigtna moc wyjsciowa« powyzej 30 W; lub
3. energia wyjSciowa wigksza niz 0,002 ] na impuls;

b.  »czas trwania impulsu« rowny lub przekraczajacy 1 ps i krotszy niz 1 ns i ktérekolwiek
z ponizszych kryteriow:

1. wyjSciowa »moc szczytowa« powyzej 5 GW na impuls;
2. »przecigtna moc wyjsciowa« powyzej 50 W; lub
3. energia wyjSciowa wigksza niz 0,1 ] na impuls;
c.  »czas trwania impulsu« réwny lub przekraczajacy 1 ns, ale nieprzekraczajgcy 1 ps
i ktorekolwiek z ponizszych kryteriow:
1. sygnal wyjSciowy w ‘trybie pojedynczego przejicia poprzecznego’ i ktérykolwiek
z ponizszych parametréw:

a.  »moc szczytowac przekraczajaca 100 MW;

b.  »przecigtna moc wyjsciowa« przekraczajaca 20 W, ograniczona projektowo do
maksymalnej czestotliwoci powtarzania impulséw mniejszej niz lub rownej
1 kHz;

c.  »sprawno$¢ catkowita« przekraczajaca 12 %, »przecigtna moc wyjsciowac

przekraczajgca 100 W i zdolne do pracy przy czestotliwoici powtarzania
impulséw wigkszej niz 1 kHz;

d.  »przecigtna moc wyjSciowa« przekraczajaca 150 W i zdolne do pracy przy
czestotliwosci powtarzania impulséw wigkszej niz 1 kHz; lub

e.  energia wyjSciowa wigksza niz 2 | na impuls; lub

2. sygnal wyjSciowy w ‘trybie wielokrotnego przej$cia poprzecznego’ i ktérekolwiek
z ponizszych kryteriéw:

»moc szczytowa« przekraczajaca 400 MW;

b.  »sprawno$¢ catkowita« przekraczajaca 18 % i »przecigtna moc wyjsciowac
przekraczajgca 500 W;

»przecietna moc wyjsciowa« powyzej 2 kW; lub

d.  energia wyjSciowa wigksza niz 4 ] na impuls; lub
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d.  »czas trwania impulsu« przekraczajacy 1 ps i ktérekolwiek z ponizszych kryteriow:

1. sygnal wyjSciowy w ‘trybie pojedynczego przejscia poprzecznego’ i ktdrekolwiek
z ponizszych kryteriow:

»moc szczytowa« przekraczajaca 500 kW;

b.  »sprawno$¢ calkowita« przekraczajaca 12 % i »przecigtna moc wyjsciowac
przekraczajgca 100 W; lub

c.  »przecigtna moc wyjsciowa« powyzej 150 W; lub

2. sygnal wyjsciowy w ‘trybie wielokrotnego przejScia poprzecznego’ i ktérekolwiek
z ponizszych kryteriow:

a.  »moc szczytowa« przekraczajaca 1 MW;

b.  »sprawno$¢ calkowita« przekraczajaca 18 % i »przecigtna moc wyjsciowac
przekraczajgca 500 W; lub

c. »przecigtna moc wyjsciowa« powyzej 2 kW;

dlugos¢ fali wyjSciowej przekraczajgca 1150 nm, ale nie wigksza niz 1555 nm oraz
ktorykolwiek z ponizszych parametréw:

a.  »czas trwania impulsu« nieprzekraczajacy 1 ps i ktorekolwiek z ponizszych kryteriéw:

1.  energia wyjSciowa powyzej 0,5 ] na impuls i »szczytowa moc« impulsu
powyzej 50 W;

2. sygnal wyjsSciowy w ‘trybie pojedynczego przejscia poprzecznego’ i »przecigtna moc
wyj$ciowa« powyzej 20 W; lub

3. sygnal wyjSciowy w ‘trybie wielokrotnego przejScia poprzecznego’ i »przecigtna moc
wyj$ciowa« powyzej 50 W; lub

b.  »czas trwania impulsu« przekraczajacy 1 ps i ktérekolwiek z ponizszych kryteriow:
1. energia wyjSciowa powyzej 2 ] na impuls i »szczytowa moc« impulsu powyzej 50 W;

2. sygnal wyjsciowy w ‘trybie pojedynczego przejicia poprzecznego’ i »przecigtna moc
wyj$ciowa« powyzej 50 W; lub

3. sygnal wyjSciowy w ‘trybie wielokrotnego przejScia poprzecznego’ i »przecigtna moc
wyjSciowa« powyzej 80 W;

dlugos¢ fali wyjsciowej przekraczajgca 1555 nm, ale nie wigksza niz 1850 nm oraz
ktorykolwiek z ponizszych parametréw:

a.  energia wyjSciowa powyzej 100 mJ na impuls i »szczytowa moc« impulsu powyzej 1 W; lub
b.  »przecigtna moc wyjsciowa« powyzej 1 W;

dlugos¢ fali wyjsciowej przekraczajgca 1850 nm, ale nie wigksza niz 2100 nm oraz
ktorykolwiek z ponizszych parametréw:

a.  sygnal wyjSciowy w ‘trybie pojedynczego przejscia poprzecznego' i ktérekolwiek
z ponizszych kryteriow:

1. energia wyjSciowa powyzej 100 mJ na impuls i »szczytowa moc« impulsu powyzej
1W; lub

2. »przecigtna moc wyjsciowa« powyzej 1 W; lub

b.  sygnal wyjSciowy w ‘trybie wielokrotnego przejicia poprzecznego' i ktérekolwiek
z ponizszych kryteriow:

1. energia wyjSciowa powyzej 100 mJ na impuls i »szczytowa moc« impulsu powyzej
10 kW; lub

2. »przecigtna moc wyjSciowa« powyzej 120 W; lub
dlugos¢ fali wyjsciowej przekraczajaca 2 100 nm i ktérekolwiek z ponizszych kryteriow:
a.  energia wyjSciowa powyzej 100 m] na impuls i »szczytowa moc« impulsu powyzej 1 W; lub

b.  »przecigtna moc wyjsciowa« powyzej 1 W;
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c.  »olasery« »przestrajalnes, spelniajace ktérekolwiek z ponizszych kryteriéw:

1.

dlugos¢ fali wyjsciowej ponizej 600 nm i ktérekolwiek z ponizszych kryteriow:

a.  energia wyjSciowa powyzej 50 mJ na impuls i »szczytowa moc« impulsu powyzej 1 W; lub
b.  przecigtna lub ciaggta (CW) moc wyjsciowa powyzej 1 W;

Uwaga: Pozygja 6A005.c.1. nie obejmuje kontrolg »laserow« barwnikowych ani innych »laserdwe«

cieczowych z wielomodalnym sygnatem wyjsciowym i o dbugosci fali wynoszgcej 150 nm
lub wigcej, ale nieprzekraczajgcej 600 nm, i spetniajgcych wszystkie z ponizszych kryteriow:

1. energia wyjsciowa ponizej 1,5 ] na impuls i »moc szczytowa« ponizej 20 W; oraz
2. przecigtna lub ciggta (CW) moc wyjsciowa ponizej 20 W.

dlugos¢ fali wyjsciowej 600 nm lub wigksza, ale nieprzekraczajaca 1400 nm i ktérekolwiek
z ponizszych kryteriow:

a.  energia wyjSciowa powyzej 1 ] na impuls i »szczytowa moc« impulsu powyzej 20 W; lub
b.  przecietna lub ciagla (CW) moc wyjsciowa powyzej 20 W; lub

dlugosc¢ fali wyjsciowej przekraczajaca 1 400 nm i ktérekolwiek z ponizszych kryteriéw:

a.  energia wyjSciowa powyzej 50 mJ na impuls i »szczytowa moc« impulsu powyzej 1 W; lub

b.  przecigtna lub ciggla (CW) moc wyjsciowa powyzej 1 W;

d.  nastgpujace inne »lasery«, niewymienione w pozycjach 6A005.a., 6A005.b., lub 6A005.c.:

1.

nastepujgce »lasery« pélprzewodnikowe:

Uwaga 1:  Pozycja 6A005.d.1. obejmuje »lasery« pélprzewodnikowe wyposazone w optyczne zlgcza
wyjsciowe (np. kable z wldkien Swiattowodowych).

Uwaga 2:  Poziom kontroli »laseréw« pélprzewodnikowych zaprojektowanych specjalnie do innych
urzgdzen wynika z poziomu kontroli tych innych urzgdzer.

Uwagi techniczne:

Do celow pozycji 6A005.d.1.:
1. »Lasery« pélprzewodnikowe sq powszechnie nazywane diodami »laserowymic.

2. ‘Szereg’ (zwany takze ‘szeregiem’ »laseréw« potprzewodnikowych, ‘szeregiem’ diod »laserowych« lub
‘szeregiem’ diod) sktada si¢ z wielu potprzewodnikowych »laseréw« w ukladzie jednowymiarowym.

3. ‘Macierz’ sklada sig z wielu ‘szeregow’ tworzgcych  dwuwymiarowy uklad  laseréwe
pdtprzewodnikowych.

a.  indywidualne »lasery« polprzewodnikowe dzialajace w trybie z pojedynczym przejsciem
poprzecznym spelniajace ktérekolwiek z ponizszych kryteriéw:

1. dlugosc fali rowna lub mniejsza niz 1 570 nm oraz przecigtna lub ciagla (CW) moc
wyjSciowa powyzej 2,0 W; lub

2. dhlugosd fali wigksza niz 1 570 nm oraz przecigtna lub ciggla (CW) moc wyjsciowa
powyzej 500 mW;

b.  indywidualne »lasery« pétprzewodnikowe dzialajace w trybie z wielokrotnym przejsciem
poprzecznym spelniajace ktérekolwiek z ponizszych kryteriéw:

1. dlugos¢ fali ponizej 780 nm oraz przecigtna lub ciagla (CW) moc wyjsciowa
powyzej 25 W;
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2. dlugos¢ fali réwna lub wigksza niz 780 nm, ale mniejsza niz 1 100 nm oraz
przecietna lub ciggla (CW) moc wyjSciowa powyzej 30 W;

3. dlugos¢ fali réwna lub wigksza niz 1100 nm, ale mniejsza niz 1400 nm oraz
przecietna lub ciggla (CW) moc wyjSciowa powyzej 25 W;

4. dlugos¢ fali réwna lub wigksza niz 1400 nm, ale mniejsza niz 1 900 nm oraz
przecigtna lub ciggla (CW) moc wyjsciowa powyzej 2,5 W; lub

5. dlugo$¢ fali réwna lub wigksza niz 1 900 nm oraz przecigtna lub ciggla (CW) moc
wyjéciowa powyzej 1 W;

indywidualne ‘szeregi’ »laseréw« polprzewodnikowych spelniajace  ktérekolwiek

z ponizszych kryteriow:

1. dlugos¢ fali ponizej 1400 nm oraz przecigtna lub ciggla (CW) moc wyjsciowa
powyzej 100 W;

2. dlugos¢ fali réwna lub wicksza niz 1400 nm, ale mniejsza niz 1900 nm oraz
przecietna lub ciggla (CW) moc wyjSciowa powyzej 25 W; lub

3. dlugos¢ fali réwna lub wigksza niz 1 900 nm oraz przecigtna lub ciggla (CW) moc
wyjsciowa powyzej 10 W;

‘macierze’ »laseréw« pélprzewodnikowych (uklady dwuwymiarowe) spelniajace
ktérekolwiek z ponizszych kryteriow:

1. majace dlugos¢ fali mniejsza niz 1 400 nm i spelniajace ktérekolwiek z ponizszych
kryteriow:

a.  przecietna lub ciagla (CW) catkowita moc wyjSciowa mniejsza niz 3 kW oraz
przecietna lub ciggla (CW) wyjSciowa ‘gesto$¢ mocy’ powyzej 500 W/cm?

b.  przecietna lub ciagla (CW) calkowita moc wyjsciowa nie mniejsza niz 3 kW,
lecz nie wigksza niz 5 kW oraz przecigtna lub ciagla (CW) wyjsciowa ‘gestosé
mocy’ powyzej 350 W/cm?;

przecigtna lub ciagla (CW) calkowita moc wyjsciowa powyzej 5 kW;
d.  szczytowa ‘gesto$¢ mocy’ impulsu powyzej 2 500 W/cm? lub
Uwaga: Pozycja 6A005.d.1.d.1.d. nie obejmuje kontrolg epitaksjalnie
wyprodukowanych urzgdzeri monolitycznych.

e.  przestrzennie koherentna przecigtna lub ciggla (CW) catkowita moc wyjsciowa
powyzej 150 W;

2. majgce dlugo§¢ fali nie mniejsza niz 1400 nm, lecz mniejsza niz 1900 nm
i spelniajgce ktérekolwiek z ponizszych kryteriow:

a.  przecietna lub ciagla (CW) catkowita moc wyj$ciowa mniejsza niz 250 W oraz
przecietna lub ciggla (CW) wyjSciowa ‘gesto$¢ mocy’ powyzej 150 W/cm?

b.  przecigtna lub ciggla (CW) catkowita moc wyjSciowa nie mniejsza niz 250 W,
lecz nie wigksza niz 500 W oraz przecigtna lub ciagla (CW) wyjsciowa ‘gestosé
mocy’ powyzej 50 W/cm?

przecigtna lub ciagla (CW) calkowita moc wyjsciowa powyzej 500 W;
d.  szczytowa ‘gesto$¢ mocy’ impulsu powyzej 500 W/cm? lub
Uwaga: Pozycja 6A005.d.1.d.2.d. nie obejmuje kontrolg epitaksjalnie
wyprodukowanych urzgdzeri monolitycznych.

e.  przestrzennie koherentna przecietna lub ciagla (CW) catkowita moc wyjsciowa
powyzej 15 W;

3. majace dlugo$¢ fali nie mniejsza niz 1900 nm i spelniajace ktérekolwiek
z ponizszych kryteriéw:

a.  przecietna lub ciggla (CW) wyjiciowa ‘gesto$¢ mocy’ powyzej 50 W/cm?;
b.  przecigtna lub ciagla (CW) moc wyjsciowa powyzej 10 W; lub

c.  przestrzennie koherentna przecigtna lub ciggla (CW) catkowita moc wyjsciowa
powyzej 1,5 W; lub
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4. posiadajace przynajmniej jeden ‘szereg’ »laserow« okreslony w pozycji 6A005.d.1.c;

Uwaga techniczna:

Do celéw pozycji 6A005.d.1.d. ‘ggstos¢ mocy” oznacza catkowitg moc wyjsciowq »lasera« podzielong
przez powierzchnig emitera ‘macierzy’.

e.  ‘macierze’ »laseréw« polprzewodnikowych inne niz wymienione w pozycji 6A005.d.1.d.
spelniajace wszystkie z ponizszych kryteriéw:

1. specjalnie zaprojektowane lub zmodyfikowane z mysla o faczeniu ich z innymi
‘macierzami’ w celu utworzenia wigkszej ‘macierzy’; oraz

2. majgce zintegrowane polaczenia, wsp6lne zaréwno dla ukladéw elektronicznych, jak
i ukladéw chlodzenia;

Uwaga 1:  ‘Macierze’ utworzone przez polgczenie ‘macierzy’ »laserow« pélprzewodnikowych
opisanych w poz. 6A005.d.1.e., ktdre nie sq zaprojektowane z myslg o dalszym
tgczeniu lub modyfikacji, sg wyszczegdlnione w pozycji 6A005.d.1.d.

Uwaga 2:  ‘Macierze’ utworzone przez polgczenie ‘macierzy’ »laserow« pélprzewodnikowych
opisanych w poz. 6A005.d.1.e., ktdre sq zaprojektowane z myslg o dalszym tgczeniu
lub modyfikacji, sg wyszczegdlnione w pozycji 6A005.d.1.e.

Uwaga 3:  Pozycja 6A005.d.1.e. nie obejmuje kontrolg modularnych zespotéw pojedynczych
‘szeregéw’ zaprojektowanych do montowania jako liniowe uklady szeregéw.

2. Hlasery« na tlenku wegla (CO) spelniajace ktorekolwiek z ponizszych kryteriéw:
a.  energia wyjSciowa powyzej 2 | na impuls i »szczytowa moc« impulsu powyzej 5 kW; lub
b.  przecigtna lub ciggla (CW) moc wyjsciowa powyzej 5 kW;

3. lasery« na dwutlenku wegla (CO,) spelniajace ktérekolwiek z ponizszych kryteriéw:
a.  ciagla (CW) moc wyjsciowa powyzej 15 kW;

b.  wyjscie impulsowe z »czasem trwania impulsu« powyzej 10 ps oraz ktorykolwiek
z ponizszych parametréw:

1. »przecigtna moc wyjsciowa« powyzej 10 kW; lub
2. »moc szczytowa« przekraczajaca 100 kW; lub

c.  wyjscie impulsowe o »szerokoSci impulsu« réwnej lub mniejszej niz 10 ps oraz
ktérykolwiek z ponizszych parametréw:

1. energia impulsu powyzej 5 ] na impuls; lub
2. »przecigtna moc wyjsciowa« powyzej 2,5 kW;
4. slasery« ekscymerowe spelniajgce ktorekolwiek z ponizszych kryteriow:

a.  dlugos¢ fali wyjsciowej nieprzekraczajgca 150 nm oraz ktérekolwiek z ponizszych
kryteriéw:

1.  energia wyjSciowa wigksza niz 50 mJ na impuls; lub
2. »przecigtna moc wyjSciowa« powyzej 1 W;

b.  dlugos¢ fali wyjsciowej przekraczajgca 150 nm, ale nie wigksza niz 190 nm oraz
ktérykolwiek z ponizszych parametréw:

1.  energia wyjSciowa wigksza niz 1,5 ] na impuls; lub
2. »przecigtna moc wyjsciowa« powyzej 120 W;

c.  dlugos¢ fali wyjsciowej przekraczajgca 190 nm, ale nie wigksza niz 360 nm oraz
ktérykolwiek z ponizszych parametréw:

1. energia wyj$ciowa wigksza niz 10 ] na impuls; lub
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2. »przecigtna moc wyjsciowa« powyzej 500 W; lub
d.  dlugos¢ fali wyjsciowej powyzej 360 nm i ktérekolwiek z ponizszych kryteriow:
1.  energia wyjSciowa wigksza niz 1,5 ] na impuls; lub
2. »przecigtna moc wyjsciowa« powyzej 30 W;
N.B. W przypadku  »laserow« ekscymerowych  specjalnie  zaprojektowanych dla  urzgdzen
litograficznych zob. pozycje 3BO01.

nastepujace ‘lasery chemiczne’

Uwaga techniczna:

Do celéw pozycji 6A005.d.5. ‘laser chemiczny’ oznacza »laser«, w ktérym wzbudzanie czynnika nastgpuje
za pomocg energii pochodzqcej z reakcji chemicznej.

»lasery« fluorowodorowe (HF);

b.  >lasery« na fluorku deuteru (DF);

c. nastepujace ‘lasery z przekazaniem energii*
1. Hlasery« tlenowo-jodowe (O,-I);

2. Hlasery« na mieszaninie fluorku deuteru i dwutlenku wegla (DF-CO,);

Uwaga techniczna:

Do celéw pozycji 6A005.d.5.c. lasery z przekazaniem energii’ oznaczajg »lasery«, w ktorych czynnik
emitujgcy promieniowanie laserowe jest wzbudzany dzigki transferowi energii wskutek zderzen
atoméw lub molekut, niebiorgcych udziatu w akgji laserowej, z atomami lub molekutami czynnika
emitujgcego promieniowanie laserowe.

»lasery« neodymowo-szklane »o niepowtarzajacych si¢ impulsach« spelniajace ktérekolwiek
z ponizszych kryteriéw:

a. »czas trwania impulsu« nieprzekraczajacy 1 ps oraz energia wyjSciowa powyzej 50 | na
impuls; lub

b.  »czas trwania impulsu« przekraczajagcy 1 ps oraz energia wyjsciowa powyzej 100 ] na
impuls;

e.  nastepujace czeSci sktadowe:

1.

zwierciadla ‘chfodzone czynnie’ lub za pomocg termicznej chlodnicy rurkowej;

Uwaga techniczna:

Do celéw pozycji 6 A005.e.1. ‘chlodzenie czynne’ jest technikg chlodzenia elementéw optycznych za pomocg
cieczy przeplywajgcej pomigdzy powierzchnig optyczng a dodatkowg (zazwyczaj znajdujgeg si¢ w odlegtosci
ponizej 1 mm od powierzchni optycznej), wskutek czego nastepuje odprowadzenie ciepta z powierzchni
optycznej.

zwierciadla optyczne lub przepuszczalne lub czeSciowo przepuszczalne elementy optyczne lub
elektrooptyczne, inne niz bezpiecznikowe stozkowe zlaczki $wiatlowodowe i wielowarstwowe
siatki dielektryczne, specjalnie zaprojektowane do wymienionych »laseréwe;

Uwaga: zlgczki Swiattowodowe i wielowarstwowe siatki dielektryczne sg wyszczegélnione w pozyji
6A005.e.3.

nastepujace elementy »laseréw« wtdknowych:

a.  bezpiecznikowe stozkowe zlgczki $wiatlowodowe do laczenia  Swiattowoddw
wielomodowych spelniajace wszystkie ponizsze kryteria:

1.  tlumienno$¢ wtraceniowa mniejsza (lepsza) lub réwna 0,3 dB utrzymywana przy
znamionowej acznej przecietnej lub cigglej mocy wyjsciowej (z wylaczeniem mocy
wyjSciowej przekazywanej przez rdzen jednomodowy, jesli istnieje) przekraczajacej
1000 W; oraz

2. liczba wldkien wejsciowych réwna lub wigksza niz 3;
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b.  bezpiecznikowe stozkowe zlgczki Swiatlowodowe do Ilaczenia $wiatlowodow
jednomodowych ze $wiattowodami wielomodowymi spelniajace wszystkie ponizsze
kryteria:

1. tlumienno§¢ wtraceniowa mniejsza (lepsza) niz 0,5 dB utrzymywana przy
znamionowej facznej przecigtnej lub ciaglej mocy wyjsciowej przekraczajacej
4600 W;

2. liczba widkien wejsciowych réwna lub wigksza niz 3; oraz
3. spelniajace ktérekolwiek z ponizszych kryteriéw:

a.  iloczyn parametréw wiazki (BPP) mierzony na wyjsciu nieprzekraczajgcy
1,5 mm mrad dla liczby widkien wejsciowych nie wigkszej niz 5; lub

b.  iloczyn parametréw wigzki (BPP) mierzony na wyjsciu nieprzekraczajgcy
2,5 mm mrad dla liczby wiékien wejsciowych wigkszej niz 5;

c.  wielowarstwowe siatki dielektryczne posiadajace wszystkie ponizsze cechy:

1. zaprojektowane w celu sterowania wigzkg widmowga lub koherentng pigciu lub
wigkszej liczby »laseréw« widknowych; oraz

2. prég uszkodzen wywolanych »laseremc z falg ciggly (LIDT) jest wigkszy lub réwny
10 kW/cm?;

f.  nastgpujace urzadzenia optyczne:

N.B. Odnosnie do elementéw optycznych z dzielong aperturg, zdolnych do pracy w »laserach super
wysokiej mocy« (»SHPL«) zob. takze wykaz uzbrojenia.

1.  nieuzywane;

2. laserowe« urzgdzenia diagnostyczne specjalnie zaprojektowane do dynamicznego pomiaru
bledéw sterowania potozeniem katowym »systeméw laserowych super wysokiej mocy« (»SHPL«)
z »dokladnoscig« kgtowg réwng 10 prad (mikroradianéw) lub mniejsza (lepsza);

3. urzadzenia optyczne i elementy specjalnie zaprojektowane do systeméw »SHPL« w formie
zespoléw fazowanych w celu sterowania wigzkami koherentnymi i spelniajace ktorekolwiek
z ponizszych kryteriow:
a.  »dokladno§é« wynoszaca 0,1 pm lub mniejsza dla dtugosci fali wigkszej niz 1 pm; lub
b.  »dokladno$é« wynoszaca A/10 lub mniejsza (lepsza) dla okreslonej diugosci fali, dla

dlugosci fali rownej 1 pm lub mniejszej;
4. teleskopy projekeyjne specjalnie zaprojektowane do systeméw »SHPL¢;
g.  ‘laserowe urzadzenia do detekcji akustycznej spelniajace wszystkie z ponizszych kryteriéw:

1. ciaggla moc wyjsciowa »laserac z falg ciggly rowna lub przewyzszajaca 20 mW;

2. stabilno$¢ czestotliwosci »lasera« rowna lub lepsza (mniejsza) niz 10 MHz;

3. dlugos¢ fali »lasera« réwna lub przewyzszajaca 1 000 nm, ale nie przewyzszajaca 2 000 nm;

4. rozdzielczo$¢ ukladu optycznego mniejsza (lepsza) niz 1 nm; oraz

5. stosunek sygnatu optycznego do szumu réwny lub przewyzszajacy 10°.

Uwaga techniczna:

Do celow pozycji 6A005.g. ‘laserowe urzgdzenia do detekcji akustycznej’ sq czasami okreslane nazwg mikrofonu
»laserowego« lub mikrofonu wykrywajgcego przeplyw czgstek.

Nastepujace »magnetometry«, »mierniki gradientu magnetycznego«, »mierniki gradientu magnetycznego
wla$ciwego«, podwodne czujniki pola elektrycznego, »systemy kompensacji« i specjalnie do nich
zaprojektowane elementy:

NB.

ZOB. TAKZE POZYCJA 7A103.d.
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Uwaga: Pozygja 6A006 nie obejmuje kontrolg instrumentéw specjalnie zaprojektowanych do pomiaréw
biomagnetycznych do celéw zastosowar w rybotéwstwie lub diagnostyce medycznej.

a.  nastgpujace »magnetometry« i poduklady:

1.  »magnetometry« wykorzystujace »technologie« materialéw »nadprzewodzacych« (SQUID)
i spelniajace ktérekolwiek z ponizszych kryteriéw:

a. systemy SQUID przeznaczone do dzialania nieruchomego bez specjalnie
zaprojektowanych podukladéw do zmniejszenia szumu w ruchu i charakteryzujace si¢
‘czulodcia’ réwna lub nizszg (lepsza) niz 50 fT (rms) na pierwiastek kwadratowy Hz przy
czestotliwosci 1 Hz; lub

b.  systemy SQUID majace magnetometr ruchu i charakteryzujace si¢ ‘czuloscia’ réwng lub
nizsza (lepszg) niz 20 pT (Srednia warto$¢ kwadratowa) na pierwiastek kwadratowy Hz
przy czestotliwosci 1 Hz i specjalnie zaprojektowane do zmniejszenia szumu w ruchu;

2. »>magnetometry«, w ktdrych zastosowano technologie pompowania optycznego lub precesji
jadrowej (proton/Overhauser), charakteryzujace sie ‘czuloécia’ mniejszg (lepszg) niz 20 pT
(Srednia warto$¢ kwadratowa) na pierwiastek kwadratowy Hz przy czestotliwosci 1 Hz;

3. »magnetometryc, w ktorych zastosowano »technologie« bramkowania strumienia,
charakteryzujace si¢ ‘czuloScig’ réwng lub mniejsza (lepszg) niz 10 pT (Srednia warto§¢
kwadratowa) na pierwiastek kwadratowy Hz przy czgstotliwosci 1 Hz;

4. »magnetometry« z cewka indukcyjng, charakteryzujace si¢ ‘czulo$cia’ mniejsza (lepsza) niz
ktérakolwiek z ponizszych:

a. 0,05 nT rms na pierwiastek kwadratowy Hz [(Srednia warto$¢ kwadratowa) na pierwiastek
kwadratowy z Hz] w zakresie czestotliwo$ci ponizej 1 Hz;

b. 1 x 10° nT rms na pierwiastek kwadratowy Hz [(Srednia warto$¢ kwadratowa) na
pierwiastek kwadratowy z Hz] w zakresie czgstotliwosci 1 Hz lub powyzej, ale nieprzekra-
czajacych 10 Hz; lub

¢ 1x10*nTrms na pierwiastek kwadratowy Hz w zakresie czestotliwosci powyzej 10 Hz;

5. »magnetometry« $wiatlowodowe charakteryzujace si¢ ‘czuloicia’ mniejsza (lepsza) niz 1 nT
(Srednia warto$¢ kwadratowa) na pierwiastek kwadratowy z Hz;

podwodne czujniki pola elektrycznego charakteryzujace si¢ ‘czulodcig’ mniejsza (lepszg) niz 8
nanowoltéw na metr na pierwiastek kwadratowy z Hz dla czestotliwosci 1 Hz;

nastepujace »mierniki gradientu magnetycznego«:

1. »mierniki gradientu magnetycznego«, w ktérych zastosowano pewng liczbe »magnetometrowe«
objetych kontrola wedtug pozycji 6A006.a.;

2. Swiattowodowe »mierniki gradientu magnetycznego wlasciwego« charakteryzujace si¢ ‘czuloscig’
gradientu pola magnetycznego mniejsza (lepsza) niz 0,3 nT/m (Srednia warto$¢ kwadratowa) na
pierwiastek kwadratowy Hz;

3. »mierniki gradientu magnetycznego wlasciwego«, w ktorych zastosowano inng »technologie« niz
$wiatlowodowa, charakteryzujace si¢ ‘czuloscig’ gradientu pola magnetycznego mniejszg (lepsza)
niz 0,015 nT/m rms na pierwiastek kwadratowy Hz;

»systemy kompensacji« do czujnikéw magnetycznych lub podwodnych czujnikéw pola elektrycznego
o parametrach odpowiadajacych parametrom wymienionym w pozycjach 6A006.a., 6A006.b.
lub 6A006.c. lub przewyzszajacych je;

podwodne odbiorniki elektromagnetyczne zawierajace czujniki pola magnetycznego wyszczegdlnione
w pozycji 6A006.a. lub podwodne czujniki pola elektrycznego wyszczegdlnione w pozycji 6A006.b.

Uwaga techniczna:

Do celow pozycji 6A006 ‘czutos¢’ (poziom szumu) oznacza Sredni pierwiastek kwadratowy ograniczonego przez
urzgdzenie progu szumu, ktdry jest najnizszym sygnatem dajgcym sig zmierzy(.

Nastepujace grawimetry i mierniki gradientu pola grawitacyjnego:

NB.

a.

ZOB. TAKZE POZYCJA 6A107.
grawimetry zaprojektowane lub zmodyfikowane z przeznaczeniem do pomiaréw naziemnych i majace
»dokladno$é« statyczng ponizej (lepszg niz) 10 pGal;

Uwaga: Pozycja 6A007.a. nie obejmuje kontrolg grawimetrow do pomiaréw naziemnych z elementem
kwarcowym (Wordena).
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b.  grawimetry do stosowania na ruchomych platformach, spetniajace wszystkie ponizsze kryteria:
1. »dokladnosé« statyczna ponizej (lepsza niz) 0,7 mGal; oraz
2. »dokladno$é« eksploatacyjna (robocza) ponizej (lepsza niz) 0,7 mGal przy »czasie do ustalenia
warunkéw rejestracji« ponizej 2 minut bez wzgledu na sposéb kompensacji oddzialywan
ubocznych i wpltywu ruchu;
c.  mierniki gradientu pola grawitacyjnego.
6A008 Systemy, urzadzenia i zespoly radarowe spehniajace ktdrekolwick z ponizszych kryteriéw oraz specjalnie do
nich zaprojektowane elementy:
N.B. ZOB. TAKZE POZYCJA 6A108.
Uwaga: Pozycja 6 A008 nie obejmuje kontrolg nastgpujgcych obiektéw:

—  pomocniczych radaréw kontroli rejonu (SSR),

—  oywilnych radaréw samochodowych,

—  wyswietlaczy i monitoréw stosowanych w kontroli ruchu powietrznego,

—  radaréw meteorologicznych (do obserwacji pogody),

—  urzgdzed radiolokacyjnych doktadnej kontroli podejscia do lgdowania (PAR) odpowiadajgcych
standardom ICAO oraz wyposazonych w sterowalne uklady liniowe (jednowymiarowe) lub
ustawiane mechaniczne anteny pasywne.

a.  dzialajace w zakresie czgstotliwosci od 40 GHz do 230 GHz i spelniajace ktérekolwiek z ponizszych
kryteriéw:
1. przecigtna moc wyjsciowa powyzej 100 mW; lub
2. »dokladno$é« namierzania o zakresie réwnym 1 m lub mniejszym (lepszym) lub o azymucie

réwnym 0,2 stopnia lub mniejszym (lepszym);

b.  umozliwiajace przestrajanie pasma czestotliwoSci w zakresie powyzej + 6,25 % od ‘Srodkowej
czestotliwosci roboczej’;
Uwaga techniczna:
Do celow pozycji 6A008.b. ‘Srodkowa czgstotliwos¢ robocza’ réwna sig potowie sumy najwyzszej i najnizszej
nominalnej czgstotliwosci roboczej.

c.  zdolne do réwnoczesnego dzialania na dwoch lub wigcej czestotliwo$ciach nosnych;

d.  zdolne do dzialania w trybie z syntezg apertury (SAR), z odwrdécong syntezg apertury (ISAR) lub jako
radiolokatory pokladowe obserwacji bocznej (SLAR);

e.  zaopatrzone w skanowany elektronicznie uklad antenowy;
Uwaga techniczna:
Do celéw pozycji 6A008.e. skanowany elektronicznie uklad antenowy jest tez okreslany jako sterowany
elektronicznie uktad antenowy.

f.  zdolne do okreslania wysokosci niepowigzanych ze sobg celéw;

g.  specjalnie zaprojektowane dla lotnictwa (zainstalowane na balonach lub samolotach) i majace
mozliwo$¢ »przetwarzania sygnaléw« dopplerowskich w celu wykrywania obiektéw ruchomych;

h.  zdolne do przetwarzania sygnaléw radiolokacyjnych i wykorzystujace ktdrekolwiek z ponizszych:
1. techniki »rozproszonego widma radiolokacyjnego«; lub
2. techniki ‘regulacji czgstotliwosci sygnaléw radiolokacyjnych’;
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6A008 h.  (cigg dalszy)

Uwaga techniczna:

Do celéw pozycji 6 A008.h.Tuchliwos¢ czgstotliwosci w radarach’ ma zastosowanie do dowolnej techniki zmiany,
wg sekwencji pseudolosowej, czgstotliwosci nosnej impulsowego nadajnika radarowego pomiedzy impulsami lub
pomigdzy grupami impulsow, o wartos¢ réwng lub wigkszg od szerokosci pasma impulsu.

i.  zapewniajgce dzialania naziemne o maksymalnym ‘zasiegu roboczym’ powyzej 185 km;

Uwaga: Pozycja 6 A008.i. nie obejmuje kontrolg:

a. radaréw kontroli fowisk rybackich;

b.  radarowych instalacji naziemnych specjalnie zaprojektowanych do kierowania ruchem
lotniczym i spetniajgcych wszystkie ponizsze kryteria:

1. maksymalny ‘zasieg roboczy’ nie wigkszy niz 500 km;

2. skonfigurowanych w taki sposob, ze umozliwiajg transmisje danych o celach
radarowych tylko w jedng strong, od miejsca zainstalowania radaru do jednego lub
wigcej cywilnych osrodkéw ATC (kierowania ruchem lotniczym);

3. niezawierajgcych zadnych elementéw umozliwiajgcych zdalne sterowanie szybkoscig
przeszukiwania radaru z o$rodka ATC; oraz

4. zainstalowanych na stafe.

c.  meteorologicznych, balonowych radiolokatoréw sledzgcych;

Uwaga techniczna:

Do celéw pozycji 6 A008.i.

‘zasigg przyrzgdowy jest to jednoznacznie okreslony zasigg radaru.

j. radary »laserowe« lub optyczne (LIDAR) spelniajace ktérekolwiek z ponizszych kryteriéw:

1. sarklasy kosmicznej;

2. wykorzystujace koherentne heterodynowe lub homodynowe techniki wykrywania obiektow oraz
posiadajace rozdzielczo$¢ katowa nizsza (lepsza niz) 20 prad (mikroradianéw); lub

3. przeznaczone do przeprowadzania z powietrza przybrzeznych pomiaréw batymetrycznych
zgodnie ze standardem rzedu 1a Migdzynarodowej Organizacji Hydrograficznej (5. wydanie luty
2008 r.) dla pomiaréw hydrograficznych lub lepszym, przy uzyciu jednego lub kilku »laseréwe«
o dlugosci fali przekraczajacej 400 nm, ale nieprzekraczajgcej 600 nm.

Uwaga 1:  Urzgdzenia LIDAR specjalnie zaprojektowane do celow geodezyjnych sg wyszczegdlnione wylgcznie
w pozycji 6A008.j.3.

Uwaga 2:  Pozycja 6A008.j. nie obejmuje kontrolg urzgdzen LIDAR specjalnie zaprojektowanych do
obserwagji meteorologicznych.

Uwaga 3:  Parametry standardu rzgdu 1a Migdzynarodowej Organizacji Hydrograficznej (5. wydanie luty
2008 1.) sq podsumowane nastgpujgco:

—  dokladnos¢ pozioma okreslenia pozycji (na poziomie ufnosci 95 %) = 5 m + 5 % glebokosci;

—  dokladnosé okreslenia glgbokosci zredukowanej (na poziomie ufnosci 95 %) = +\(a?
+(b x d)?), gdzie:

a=0,5m = staly blgd glebokosci,

tj. suma wszystkich statych bledow glebokosci

b = 0,013 =wspdlczynnik bledu zaleznego od glebokosci

b x d = blgd zalezny od glebokosci,

tj. suma wszystkich bledow zaleznych od glebokosci d = glebokos¢
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6A008

j-

Uwaga 3:  (cigg dalszy)

—  wykrywanie obiektow = obiekty kubaturowe > 2 m na glebokosci do 40 m; 10 % glebokosci
na glebokosci przekraczajgcej 40 m.

wyposazone w poduklady do »przetwarzania sygnaléw« technika »kompresji impulséw« i spelniajace
ktérekolwiek z ponizszych kryteriéw:

1. wskaznik »kompresji impulséw« powyzej 150; lub
2. szeroko$¢ impulsu ponizej 200 ns; lub
Uwaga: Pozycja 6A008.k.2. nie obejmuje kontrolg dwuwymiarowych ‘radaréw morskich’ ani

radaréw do ‘obstugi ruchu statkow’ spetniajgcych wszystkie ponizsze kryteria:
a.  wskaznik »kompresji impulséw« nieprzekraczajgcy 150;
b.  szeroko$¢ impulsu powyzej 30 ns;
¢.  pojedyncza i obrotowa mechanicznie sterowana antena radarowa;
d.  szczytowa moc wyjsciowa nieprzekraczajgea 250 W; oraz
e.  niezdolne do »rozrzucania czgstotliwoscic.

wyposazone w poduklady do przetwarzania danych i spelniajace ktorekolwiek z ponizszych kryteriow:

1. ‘automatyczne S$ledzenie celu’ zapewniajace, przy dowolnym polozeniu k3gtowym anteny,
przewidzenie polozenia celu w okresie pomiedzy kolejnymi przejSciami  wiazki
radiolokacyjnej; lub

Uwaga: Pozygja 6A008.1.1. nie obejmuje kontrolg uktadéw ostrzegajgcych przed mozliwoscig
zderzenia, wchodzgcych w sklad systeméw kontroli ruchu powietrznego lub ‘radaru
torskiego’.

Uwaga techniczna:

Do celow pozycji 6A008.1.1. ‘automatyczne Sledzenie celu’ oznacza technike przetwarzania umozliwiajgcg
automatyczne okreslanie i podawanie na wyjsciu w czasie rzeczywistym ekstrapolowanej wartosci
najbardziej prawdopodobnego polozenia celu.

2. nieuzywane;
3. nieuzywane;

4. skonfigurowane tak, aby zapewnial superpozycje (nakladanie) i korelacje lub scalanie danych
o celu w ciggu szeSciu sekund z dwdch lub wigcej ‘rozrzuconych geograficznie’ czujnikéw
radarowych, aby dzigki temu polgczonemu dziataniu uzyskaé wyniki lepsze niz z pojedynczego
czujnika wyszczegdlnione w pozycji 6A008.f. lub 6A008.1.

Uwaga techniczna:

Do celéw pozycji 6 A008.1.4. czujniki uznaje sig za ‘rozrzucone geograficznie’, kiedy kazdy element znajduje
sie w odleglosci wigkszej niz 1500 m od innego w dowolnym kierunku. Czujniki ruchome sg zawsze
traktowane jako ‘rozrzucone geograficznie’.

N.B. Zob. takze wykaz uzbrojenia.

Uwaga: Pozycja 6A008.1.4. nie obejmuje kontrolg systeméw, urzgdzeri lub  zespotéw
zaprojektowanych do ‘obstugi ruchu statkow’.

Uwagi techniczne:

Do celow pozycji 6 A008:

1.

‘Radar morski’ oznacza radar, ktéry zostat zaprojektowany do nawigacji po morzach i wodach srédlgdowych oraz
w strefach przybrzeznych.

‘Obstuga ruchu statkow’ oznacza ustuge monitorowania i kontroli podobng do kierowania ruchem lotniczym
w przypadku »statkéw powietrznyche.
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6A102

6A107

6A108

6A202

‘Detektory’ zabezpieczone przed promieniowaniem, inne niz wyszczeg6lnione w pozycji 6A002, specjalnie
zaprojektowane lub zmodyfikowane do ochrony przed skutkami wybuchéw jadrowych (np. impulséw
elektromagnetycznych (EMP), promieniowania rentgenowskiego, kombinowanych efektéw podmuchu
i udaru termicznego) i znajdujace zastosowanie w »pociskach rakietowych¢, skonstruowane lub
przystosowane w taki sposéb, ze s3 w stanie wytrzymac laczng dawke promieniowania o wartosci 5 x 10°
radow (Si).

Uwaga techniczna:

W pozygji 6A102 przez pojecie ‘detektora’ nalezy rozumiec urzgdzenie mechaniczne, elektryczne, optyczne lub chemiczne
do automatycznej identyfikacji i rejestracji takich bodZcow, jak zmiany warunkéw otoczenia, np. cinienie lub
temperatura, sygnat elektryczny lub elektromagnetyczny lub promieniowanie materiatu radioaktywnego. Obejmuje to
urzgdzenia, ktdre wykrywajg bodziec poprzez jednorazowe zadziatanie lub uszkodzenie sig.

Nastepujace grawimetry i podzespoly do miernikéw grawitacji i miernikdw gradientu pola grawitacyjnego:

a.  grawimetry inne niz wyszczeg6lnione w pozycji 6A007.b., zaprojektowane lub zmodyfikowane do
stosowania w lotnictwie lub w warunkach morskich, majgce doktadnos¢ statyczna lub eksploatacyjng
(robocza) réwng lub nizsza (lepsza) niz 0,7 miligala (mGal), przy czasie do ustalenia warunkéw
rejestracji rtéwnym lub krétszym od dwéch minut;

b.  specjalnie zaprojektowane podzespoly do grawimetréw wymienionych w pozycjach 6A007.b.
lub 6A107.a. oraz do miernikéw gradientu pola grawitacyjnego wyszczegdlnionych w pozycji
6A007.c.

Nastepujace instalacje radarowe, instalacje $ledzgce i ostony anten radiolokatoréw, inne niz wyszczegdlnione

w pozycji 6A008:

a.  instalacje radarowe lub laserowe zaprojektowane lub zmodyfikowane z przeznaczeniem do stosowania
w kosmicznych pojazdach no$nych wyszczegdlnionych w pozycji 9A004 lub w rakietach meteorolo-
gicznych wyszczeg6lnionych w pozycji 9A104;

Uwaga: Pozycja 6 A108.a. obejmuje nastepujgce obiekty:
a.  urzgdzenia do wykonywania map konturowych terenu;
b.  urzgdzenia do wykonywania i korelacji obrazéw terenu (analogowe i cyfrowe);
¢.  urzgdzenia do radarowej nawigacji dopplerowskiej;
d.  interferometry pasywne;
e.  czujniki do tworzenia obrazéw (zobrazowania) (aktywne i pasywne);

b.  nastgpujace precyzyjne instalacje do Sledzenia toréw obiektéw, znajdujace zastosowanie w ‘pociskach
rakietowych”:

1.  instalacje do $ledzenia toréw, wyposazone w translatory kodéw wspdlpracujace z instalacjami
naziemnymi lub nadziemnymi lub satelitarnymi instalacjami nawigacyjnymi w celu pomiaru
w czasie rzeczywistym polozen i predkosci obiektow w locie;

2. radary kontroli obszaru powietrznego wspdlpracujace z instalacjami $ledzenia obiektéw
w zakresie optycznym i podczerwonym, majace wszystkie wymienione ponizej cechy:

a.  rozdzielczo$¢ katowq lepsza niz 1,5 miliradiana;

b.  zasieg 30 km lub wigkszy z rozdzielczoicig odleglosci lepsza niz 10 m (Srednia
kwadratowa); oraz

c.  dokladnos¢ ustalania predkosci lepsza niz 3 m/s.

Uwaga techniczna:

W pozygi 6A108.b ‘pocisk rakietowy’ oznacza kompletne systemy rakietowe i systemy bezzatogowych statkéw
powietrznych o zasiggu przekraczajgcym 300 km.

c.  Oslony anten radiolokatora zaprojektowane tak, aby wytrzymacé laczng dawke wstrzasu termicznego
wickszg niz 4,184 x 10° J/m? ktorej towarzyszy szczytowe cisnienie powyzej 50 kPa, i znajdujace
zastosowanie w »pociskach rakietowych« do ochrony przed skutkami wybuchéw jadrowych (np.
impulséw elektromagnetycznych (EMP), promieniowania rentgenowskiego, lacznych efektéw
podmuchu i udaru termicznego).

Lampy fotopowielaczowe majace wszystkie nastepujace cechy:
a.  powierzchnig fotokatody powyzej 20 cm? oraz

b.  czas narastania impulsu katody ponizej 1 ns.
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Nastepujace kamery filmowe i ich podzespoly, inne niz okreslone w pozycji 6A003:

N.B.1. »Oprogramowanie« specjalnie zaprojektowane w celu poprawy lub wykorzystania wydajnosci kamery lub
urzgdzenia obrazowego, tak by odpowiadaly cechom pozycji 6A203.a., 6A203.b. lub 6A203.c., jest
wymienione w pozycji 6D203.

N.B.2. »Technologia« w postaci kodéw lub kluczy, stuzgca do poprawy lub wykorzystania wydajnosci kamery lub
urzgdzenia obrazowego, tak by odpowiadaly cechom pozycji 6A203.a., 6A203.b. lub 6A203.c., jest
wymieniona w pozycji 6E203.

Uwaga: Pozycje 6A203.a. do 6A203.c. nie obejmujg kontrolg kamer lub urzgdzeri obrazowych, jesli posiadajg
osprzet, »oprogramowanie« lub »technologie«, ktorych pewne cechy ograniczajg skutecznos¢ bgdZ
wydajno$¢ do poziomu nizszego niz okreslony ponizej, pod warunkiem ze spetniajg ktdrekolwiek
z ponizszych kryteriow:

1. w celu dokonania w nich ulepszeri lub zmniejszenia ograniczer muszg zostaé odestane do
pierwotnego producenta;

2. w celu poprawy lub wykorzystania wydajnosci, pozwalajgcych na  spelnienie wymogow
wymienionych w pozycji 6D 203, wymagajg »oprogramowania« okreslonego w pozycji 6A203; lub

3. w celu poprawy lub wykorzystania wydajnosci, pozwalajgcych na spetnienie wymogdéw
wymienionych w pozycji 6A203, wymagajg »technologiic w postaci kluczy lub kodéw okreslonej
w pozycji 6E203.

a.  nastepujace kamery smugowe i specjalnie do nich zaprojektowane elementy:
1. kamery smugowe z predkoSciami zapisu powyzej 0,5 mm na mikrosekundg;
elektroniczne kamery smugowe o rozdzielczosci czasowej 50 ns lub mniejszej;

2
3. lampy smugowe do kamer wyszczeg6lnionych w pozycji 6A203.a.2,;
4

zespoly wtykane specjalnie zaprojektowane do kamer rejestrujacych, ktére majg strukture
modulows i ktére pozwalaja na osiagniecie parametréw wymienionych w pozycjach 6A203.a.1.
lub 6A203.a.2,;

5. elektroniczne elementy synchronizujace oraz specjalne zespoly wirnikéw skladajace sie
z turbinek, zwierciadel i lozysk specjalnie zaprojektowane do stosowania w kamerach
wymienionych w pozycji 6A203.a.1.;

b.  nastepujace kamery obrazowe i specjalnie do nich zaprojektowane elementy:
1. kamery filmowe z kadrowaniem z szybkoscig powyzej 225 000 klatek zdjeciowych na sekundg;
2. kamery obrazowe o czasie naswietlania 50 ns lub krétszym;

3. lampy obrazowe oraz pélprzewodnikowe urzadzenia obrazowe o czasie bramkowania szybkich
obrazéw (czasie dzialania migawki) wynoszacym 50 ns lub mniej, specjalnie zaprojektowane do
kamer wyszczeg6lnionych w pozycji 6A203.b.1. lub 6A203.b.2,;

4. zespoly wtykane specjalnie zaprojektowane do kamer obrazowych, ktére maja strukture
modulowy i ktére pozwalaja na osiggniecie parametréw wymienionych w pozycjach 6A203.b.1.
lub 6A203.b.2;

5. elektroniczne elementy synchronizujace oraz specjalne zespoly wirnikéw skladajace sie
z turbinek, zwierciadel i lozysk specjalnie zaprojektowane do stosowania w kamerach
wymienionych w pozycji 6A203.b.1. lub 6A203.b.2;

Uwaga techniczna:

W pozygi 6A203.b. szybkie kamery jednoklatkowe mogg byé uzywane samodzielnie do wytworzenia
pojedynczego obrazu dynamicznego zdarzenia lub kilka takich kamer moze by lgczonych w sekwencyjnie
uruchamiany uktad w celu wytworzenia szeregu obrazéw zdarzenia.

c.  nastepujgce kamery poélprzewodnikowe lub z lampami elektronowymi i specjalnie do nich
zaprojektowane elementy:

1. kamery pélprzewodnikowe lub z lampami elektronowymi o czasie bramkowania szybkich
obrazéw (czasie dziatania migawki) wynoszacym 50 ns lub mniej;

2. pdlprzewodnikowe urzadzenia obrazowe i lampowe wzmacniacze obrazu o czasie bramkowania
szybkich obrazéw (czasie dzialania migawki) wynoszacym 50 ns lub mniej, specjalnie
zaprojektowane do kamer wymienionych w pozycji 6A203.c.1,;
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6A203 c.  (cigg dalszy)
3. migawki elektrooptyczne z fotokomérkami dzialajacymi na zasadzie efektu Kerra lub Pockela
o czasie bramkowania szybkich obrazéw (czasie dzialania migawki) wynoszacym 50 ns lub
mniej;
4. zespoly wtykane specjalnie zaprojektowane do kamer, ktére majg strukture modulowa
i pozwalajg na osiggniecie parametréw wymienionych w pozycji 6A203.c.1;
d.  kamery telewizyjne zabezpieczone przed promieniowaniem oraz soczewki do nich, skonstruowane lub
przystosowane w taki sposob, Ze sa w stanie wytrzyma¢ promieniowanie o natezeniu powyzej 50 x 10°
Gy (Si) [5 x 10° rad (Si)] bez pogorszenia wlasnosci eksploatacyjnych.
Uwaga techniczna:
Termin Gy (Si) odnosi sig do energii w dzulach na kilogram pochlonigtej przez nieekranowang probke krzemu
poddang promieniowaniu jonizujgcemu.
6A205 Nastepujace »lasery«, wzmacniacze »laserowe« i oscylatory, inne niz wymienione w pozycjach 0B001.g.5.,

0B001.h.6.1 6A005:

N.B.

a.

W odniesieniu do laseréw na parach miedzi zob. pozycja 6 A005.b.
»lasery« na jonach argonu majace obydwie wymienione ponizej cechy:
1. pracujace w przedziale dtugosci fal od 400 nm do 515 nm; oraz
2. »przecigtng moc wyjSciowa« powyzej 40 W;

przestrajalne, impulsowe oscylatory na laserach barwnikowych pracujgce w trybie pojedynczym,
majace wszystkie nastepujace cechy:

1. pracujace w przedziale dtugosci fal od 300 nm do 800 nm;
2. »przecigtng moc wyjSciowa« powyzej 1 W;

3. czestotliwodci powtarzania powyzej 1 kHz; oraz

4. impuls o szerokosci ponizej 100 ns;

przestrajalne, impulsowe wzmacniacze i oscylatory na laserach barwnikowych, majace wszystkie
nastepujace cechy:

1. pracujace w przedziale dtugosci fal od 300 nm do 800 nm;
2. »przecigtng moc wyjsciowa« powyzej 30 W;

3. czestotliwodci powtarzania powyzej 1 kHz; oraz
4.

impuls o szerokosci ponizej 100 ns;

Uwaga: Pozycja 6 A205.c. nie obejmuje kontrolg oscylatoréw pracujgcych w trybie pojedynczym.
impulsowe »lasery« na dwutlenku wegla (CO,), majace wszystkie nastepujace cechy:

1. pracujace w przedziale dtugosci fal od 9 000 nm do 11 000 nm;

2. czestotliwosci powtarzania powyzej 250 Hz;

3. »przecigtng moc wyjSciowa« powyzej 500 W; oraz

4. impuls o szerokosci ponizej 200 ns;

przeksztaltniki na parawodorze dzialajgce w pasmie Ramana, przeznaczone do pracy na fali o dtugosci
16 pm z czgstotliwoscig powtarzania powyzej 250 Hz;

»lasery« domieszkowane neodymem (inne niz na szkle), o wyjsciowej dtugosci fali pomigdzy 1 000 nm
a 1100 nm, majace ktérykolwiek z ponizszych parametréw:

1. wzbudzane impulsowo i modulowane dobrocig o czasie trwania impulsu réwnym lub wigkszym
niz 1 ns, majace ktérykolwiek z ponizszych parametrow:

a.  wyjScie w trybie jednokrotnego przejscia poprzecznego ze »$redniag moca wyjSciowa«
ponad 40 W; lub

b.  wyjscie w trybie wielokrotnego przej$cia poprzecznego ze $rednig mocg wyjsciowa ponad
50 W; lub
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2. zawierajace podwojenie czestotliwosci, aby otrzymaé wyjsciowa dtugos¢ fali pomiedzy 500 nm
a 550 nm, z »przecigtng mocg wyjsciowa« ponad 40 W.

impulsowe »lasery« na tlenku wegla (CO) inne niz wymienione w pozycji 6A005.d.2., majace wszystkie
nastepujace cechy:

1. pracujace w przedziale dtugosci fal od 5000 nm do 6 000 nm;
2 czestotliwo$ci powtarzania powyzej 250 Hz;

3. »przecigtng moc wyjSciowa« powyzej 200 W; oraz
4

impuls o szerokosci ponizej 200 ns;

Interferometry do pomiaru predkosci w zakresie powyzej 1 km/s w odstgpach czasowych ponizej 10
mikrosekund.

Uwaga: Pozygja 6A225 obejmuje interferometry do pomiaru predkosci, takie jak VISAR (interferometr do

punktowego pomiaru predkosci powierzchni dowolnego rodzaju), DLI (interferometr laserowy) i PDV
(urzgdzenia do pomiaru predkosci dZwigku w powietrzu na podstawie efektu Dopplera), znane réwniez
jako Het-V (interferometry heterodynowe) oraz mikrofalowe interferometry do pomiaru predkosci, w tym
urzgdzenia tqczqce optykg i mikrofale.

Nastepujace czujniki ci$nienia:

a.

b.

manometry wstrzgsowe zdolne do mierzenia ci$nienia powyzej 10 GPa, w tym przyrzady pomiarowe
wykonane z wykorzystaniem manganu, iterbu oraz polifluorku winylidenu (PVBF) | difluorku
poliwinylu (PVF,);

kwarcowe przetworniki ci§nien do pomiaréw ci$nien powyzej 10 GPa.

Urzadzenia testujace, kontrolne i produkcyjne

Maski i siatki optyczne, specjalnie zaprojektowane do czujnikéw optycznych wymienionych w pozycjach
6A002.a.1.b. lub 6A002.a.1.d.

Nastepujace urzadzenia optyczne:

a.

urzadzenia do pomiaru absolutnego wspétczynnika odbicia z »dokladno$cig« réwna lub lepsza niz
0,1 % wartosci odbicia;

urzadzenia rézne od optycznych urzadzen do pomiaru rozpraszania powierzchni, majace
nieprzystonietg aperture o wielko$ci powyzej 10 cm, specjalnie zaprojektowane do bezstykowych
pomiaréw optycznych figur o przestrzennych (nieplanarnych) powierzchniach optycznych (profili)
z »dokladnoscia« 2 nm lub wigksza (lepsza) na danym profilu.

Uwaga: Pozycja 6B004 nie obejmuje kontrolg mikroskopéw.

Urzadzenia do produkgji, strojenia i wzorcowania grawimetréw ladowych o »dokladnosci« statycznej
mniejszej (lepszej) niz 0,1 mGal.

Systemy do impulsowych pomiar6w radarowego przekroju czynnego o szerokosciach impulsu przesytowego
100 ns lub mniejszych oraz specjalnie dla nich przeznaczone elementy.

NB.

ZOB. TAKZE POZYCJA 6B108.

Systemy specjalnie zaprojektowane do pomiar6w radarowego przekroju czynnego znajdujace zastosowanie
w ‘pociskach rakietowych’ i ich podzespotlach, inne niz wyszczegdlnione w pozycji 6B00S8.

Uwaga techniczna:

Termin ‘pocisk rakietowy’ w pozycii 6B108 oznacza kompletne systemy rakietowe i systemy bezzalogowych statkow
powietrznych o zasiggu przekraczajgcym 300 km.

Materialy

Nastepujace materialy do czujnikoéw optycznych:

a.

tellur pierwiastkowy (Te) o poziomie czysto$ci rownym lub wyzszym niz 99,9995 %;
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6C002 (cigg dalszy)
b.  pojedyncze krysztaly ktérychkolwiek z ponizszych (lacznie z epitaksjalnymi ptytkami):

1. tellurku kadmu i cynku (kadmowo-cynkowego) (CdZnTe), o zawartosci cynku mniejszej niz 6 %
w ‘utamku molowym’;

2. tellurku kadmu (CdTe) o dowolnym poziomie czystosci; lub

3. tellurku kadmu i rteci (kadmowo-rteciowego) (HgCdTe) o dowolnym poziomie czystosci.

Uwaga techniczna:

Do celow pozygi 6C002.b.1. ‘utamek molowy’ definiowany jest jako stosunek moli ZnTe do sumy moli
CdTe i ZnTe znajdujgcych sig w krysztale.

6C004 Nastepujace materialy optyczne:

a.  »polprodukty podlozy« z selenku cynku (ZnSe) i siarczku cynku (ZnS) wytwarzane technikg osadzania
z par lotnych i spelniajgce ktérekolwiek z ponizszych kryteriéw:

1. objetosé powyzej 100 cm?; lub
2. $rednica wigksza niz 80 mm i grubo$¢ réwna 20 mm lub wigksza;
b.  nastgpujace materialy elektrooptyczne i nieliniowe materialy optyczne:
1. arsenian potasu i tytanylu (potasowo-tytanylowy) (KTA) (CAS 59400-80-5);

2. selenek srebra i galu (srebrowo-galowy) (AgGaSe,, znany réwniez pod nazwa AGSE) (CAS
12002-67-4);

3. selenek talu i arsenu (talowo-arsenowy) (Tl;AsSes, znany réwniez pod nazwa TAS) (CAS
16142-89-5);

4. fosforek cynku i germanu (ZnGeP,, znany réwniez jako ZGP);
5. selenek galu (GaSe) (CAS 12024-11-2);

c.  nieliniowe materialy optyczne, inne niz wyszczegdlnione w pozycji 6C004.b., spelniajace ktérekolwiek
z ponizszych kryteriow:

1. posiadajace wszystkie ponizsze cechy:

a.  dynamiczna (zwana réwniez niestacjonarng) nieliniowa wrazliwos¢ trzeciego rzedu (x°,
chi 3) réwna 10 m?/V? lub lepsza; oraz

b.  czas reakgji ponizej 1 ms; lub
2. nieliniowa wrazliwo$¢ drugiego rzedu (2, chi 2) réwna 3,3x10"" m/V lub lepsza;

d.  »pdlprodukty podlozy« z osadzonym weglikiem krzemu lub beryl-beryl (Be/Be) o Srednicy lub dtugosci
osi gtéwnej powyzej 300 mm;

e. szklo, acznie ze stopiong krzemionka, szklo fosforanowe, fluorofosforanowe, z fluorku cyrkonu (ZrF,)
(CAS 7783-64-4) i fluorku hafnu (HfF,) (CAS 13709-52-9) spelniajace wszystkie ponizsze kryteria:

1. stezenie jonéw hydroksylowych (OH) ponizej 5 ppm;
2. zawarto$§¢ wtracen metalicznych ponizej 1 ppm; oraz
3. wysoka jednorodno$¢ (wahania wspétczynnika zalamania $wiatta) ponizej 5 x 10°;

f.  wytwarzany syntetycznie material diamentowy o wspotczynniku pochtaniania ponizej 10° cm™ dla fal
o dtugosciach powyzej 200 nm, ale nie dtuzszych niz 14 000 nm.

6C005 Nastepujace materialy »laserowe«
a.  nastepujace polprodukty do »laseréw« na krysztalach syntetycznych:
1. szafir domieszkowany tytanem;

2. nieuzywane.
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b.  wldkna z podwdjnym plaszczem z dodatkiem metali ziem rzadkich spelniajgce ktérekolwiek
z ponizszych kryteriow:

1.  nominalna dlugos¢ fali »lasera« w przedziale od 975 nm do 1 150 nm oraz wszystkie ponizsze
parametry:

a.  przecietna Srednica rdzenia rowna lub wigksza niz 25 pm; oraz

b.  ‘apertura numeryczna’ rdzenia mniejsza niz 0,065; lub

Uwaga: Pozygja 6C005.b.1. nie obejmuje kontrolg widkien z podwdjnym plaszczem, w ktdrych
wewngtrzny plaszcz szklany ma Srednicg przekraczajgcg 150 pm i nieprzekraczajgcg
300 ym.

2. nominalna dlugos$¢ fali »lasera« powyzej 1 530 nm oraz wszystkie ponizsze parametry:

a.  przecigtna $rednica rdzenia rowna lub wigksza niz 20 pm; oraz

b.  ‘apertura numeryczna’ rdzenia mniejsza niz 0,1.
Uwaga: Pozycja 6C005.b. obejmuje widkna montowane z koricéwkami.

Uwaga techniczna:

Do celéw pozycji 6C005.b. ‘apertura numeryczna’ rdzenia jest mierzona na emitowanych dtugosciach fali wiékna.
6D Oprogramowanie

6D001 »Oprogramowanie« specjalnie zaprojektowane do »rozwoju« lub »produkejic urzadzent objetych kontrolg
wedlug pozycji 6A004, 6A005, 6A008 lub 6B00S.

6D002 »Oprogramowanie« specjalnie zaprojektowane do »uzytkowania« urzadzen objetych kontrolg wedlug pozyciji
6A002.b. lub 6A008, lub 6B00S.

6D003 Nastepujace inne »oprogramowanie:

a.  nastgpujace »oprogramowanie«:

1. »oprogramowanie« specjalnie zaprojektowane do ksztaltowania wigzek akustycznych do
»przetwarzania w czasie rzeczywistyme« danych akustycznych pochodzacych z pasywnego
odbioru za pomocg holowanego zespotu hydrofonéw;

2. »kod zrédlowy« do »przetwarzania w czasie rzeczywistyme« danych akustycznych pochodzacych
z pasywnego odbioru za pomocg holowanego zespotu hydrofonéw;

3. »oprogramowanie« specjalnie opracowane do formowania wigzek akustycznych do
»przetwarzania w czasie rzeczywistym« danych akustycznych w celu biernej detekcji za pomoca
dennych lub migdzywregowych ukladéw kablowych;

4. »kod zrédlowy« do »przetwarzania w czasie rzeczywistyme« danych akustycznych dla biernej
detekgji dla dennych lub miedzywregowych ukladéw kablowych;

5. »oprogramowanie« lub »kod Zrédtowy« specjalnie zaprojektowane do wszystkich ponizszych
celow:
a.  »przetwarzanie w czasie rzeczywistym« danych akustycznych pochodzacych z systeméw

sonarowych wyszczegdlnionych w pozycji 6A001.a.1.e.; oraz

b.  automatyczne wykrywanie, klasyfikacja i ustalanie potozenia nurkéw lub plywakéw;

N.B. Stuzgce do wykrywania nurkéw »oprogramowanie« lub »kod Zrédlowy«, specjalnie
zaprojektowane lub zmodyfikowane do zastosowari wojskowych — ZOB. WYKAZ
UZBROJENIA.

b.  nieuzywane;
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c.  »oprogramowanie« zaprojektowane lub zmodyfikowane dla kamer zawierajacych zaprojektowane
»matryce  detektorowe plaszczyzny ogniskowej« wyszczegélnione w  pozycji 6A002.a.3.f.
i zaprojektowane lub zmodyfikowane tak, by znie$¢ ograniczenie szybkosci analizy obrazéw
i zezwoli¢ kamerze na przekroczenie szybkosci analizy obrazéw wymienionej w uwadze 3.a. do
pozycji 6A003.b.4.;

d.  »oprogramowanie« specjalnie zaprojektowane do utrzymywania ustawienia i fazowania podzielonych
ukladéw zwierciadet skladajacych si¢ z segmentéw zwierciadel o $rednicy lub dlugosci osi gtéwnej
wynoszgcej co najmniej 1 m;

e. nieuzywane;
f. nastepujgce »oprogramowanie«:
1. »oprogramowanie« specjalnie zaprojektowane do »systeméw kompensacji« pola magnetycznego
i elektrycznego do czujnikéw magnetycznych przeznaczonych do pracy na ruchomych
platformach;
2. »oprogramowanie« specjalnie zaprojektowane do wykrywania anomalii pola magnetycznego

i elektrycznego na ruchomych platformach;

3. »oprogramowanie« specjalnie zaprojektowane do »przetwarzania w czasie rzeczywistyme« danych
elektromagnetycznych z wykorzystaniem podwodnych odbiornikéw elektromagnetycznych
wyszczegdlnionych w pozycji 6A006.¢.;

4. kod Zrédlowy« do »przetwarzania w czasie rzeczywistym« danych elektromagnetycznych
z wykorzystaniem podwodnych odbiornikéw elektromagnetycznych wyszczegélnionych
w pozycji 6A006.¢e.;

g.  »oprogramowanie« specjalnie zaprojektowane do korygowania wplywu oddzialywan zwigzanych
z ruchem na grawimetry i mierniki gradientu pola grawitacyjnego;

h.  nastepujace »oprogramowanie«:

1. »oprogramowanie« do kontroli ruchu powietrznego (ATC) zaprojektowane do zainstalowania na
komputerach ogélnego przeznaczenia w centrach kontroli ruchu powietrznego, umozliwiajace
przyjmowanie danych radiolokacyjnych o obiektach z wigcej niz czterech radaréw pierwotnych;

2. »oprogramowanie« do projektowania lub »produkcjic kopul anten radiolokatoréw spelniajace
wszystkie ponizsze kryteria:

a.  specjalnie zaprojektowane do ochrony skanowanych elektronicznie ukladéw antenowych
wyszczegdlnionych w pozycji 6A008.¢.; oraz

b.  wplywajace na charakterystyke promieniowania anteny tak, ze ma ona ‘przecigtny poziom
listkéw bocznych’ wynoszacy ponad 40 dB ponizej warto$ci szczytowych wigzki gtéwne;j.
Uwaga techniczna:

Do celéw pozycji 6D003.h.2.b. ‘przecigtny poziom listkéw bocznych’ mierzony jest dla catego
ukladu, z pominigciem rozpigtosci kgtowej wigzki gtownej i pierwszych dwéch listkow bocznych
z kazdej strony.

»Oprogramowanie«  specjalnie zaprojektowane lub zmodyfikowane do »uzytkowania« towaréw
wyszczeg6lnionych w pozycji 6A108.

»Oprogramowanie« do obrébki (po zakoriczeniu lotu) danych zebranych podczas lotu, umozliwiajace
okreslenie polozenia pojazdu w kazdym punkcie toru jego lotu, specjalnie zaprojektowane lub
zmodyfikowane dla ‘pociskéw rakietowych’.

Uwaga techniczna:

Termin ‘pociski rakietowe’ w pozycji 6D103 oznacza kompletne systemy rakietowe i systemy bezzatogowych statkéw
powietrznych o zasiggu przekraczajgcym 300 km.

»Oprogramowanie« specjalnie zaprojektowane w celu poprawy lub wykorzystania wydajnosci kamer lub
urzadzen obrazowych, tak by odpowiadaly cechom pozycji 6A203.a. do 6A203.c.

Technologia

»Technologie« wedlug uwagi ogdlnej do technologii do »rozwoju« urzadzen, materialéw lub
»oprogramowania« objetych kontrolg wedlug pozycji 6 A, 6B, 6C lub 6D.
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6E002 »Technologie« wedlug uwagi ogdlnej do technologii do »produkcji« urzadzen lub materialéw objetych
kontrolg wedlug pozycji 6 A, 6B lub 6C.

6E003 Inne »technologies, takie jak:
a.  nastepujace »technologie«

1. technologie« »niezbedne« do wytwarzania i obrébki powlok na powierzchniach optycznych
w celu osiagniecia ‘grubosci optycznej’ o jednorodnosci 99,5 % lub lepszej na powlokach
optycznych o Srednicy lub dlugosci osi gléwnej wynoszacej 500 mm lub wigcej i catkowitego
wspotczynnika strat (pochlanianie i rozpraszanie) ponizej 5 x 107

N.B. Zob. takze pozycja 2E003.f.

Uwaga techniczna:

Do celéw pozycji 6E003.a.1. ‘grubos¢ optyczna’ jest iloczynem wskaznika refrakeji i fizycznej grubosci
powloki.

2. »technologie« wytwarzania elementéw optycznych wykorzystujace jednoostrzowe techniki
diamentowania, umozliwiajace wygladzanie powierzchni z »dokladnoscig« lepsza niz 10 nm
(warto$¢ Srednia kwadratowa) na powierzchniach nieptaskich o polu powyzej 0,5 m?

b.  »technologie« »niezbedne« do »rozwojus, »produkejic lub »uzytkowania« specjalnie zaprojektowanych
instrumentéw diagnostycznych lub obiektéw w urzadzeniach testujacych specjalnie zaprojektowanych
do testowania instalacji »urzadzen laserowych bardzo wysokiej mocy« (SHPL) lub testowania lub oceny
materialéw napromienionych wiazka z tych systeméw.

6E101 »Technologie« wedlug uwagi ogdlnej do technologii do »uzytkowania« urzadzent lub »oprogramowania«
objetych kontrola wedtug pozycji 6A002, 6A007.b. i .c., 6A008, 6A102, 6A107, 6A108, 6B108, 6D102
lub 6D103.

Uwaga: Pozycja 6E101 obejmuje kontrolg wylgcznie »technologie« do obiektow wyszczegdlnionych w pozygjach
6A002, 6A007 i 6A008 w razie ich przeznaczenia do stosowania w lotnictwie i mozliwosci
zastosowania w »pociskach rakietowyche.

6E201 »Technologie« wedlug uwagi ogdlnej do technologii do »uzytkowania« urzadzenn wymienionych w pozycjach
6A003, 6A005.a.2., 6A005.b.2., 6A005.b.3., 6A005.b.4, 6A005.b.6., 6A005.c2., 6A005.d.3.c,
6A005.d.4.c, 6A202, 6A203, 6A205, 6A225 lub 6A226.

Uwaga 1:  Pozycja 6E201 obejmuje kontrolg wylgcznie stechnologie« do kamer wyszczegdlnionych w pozycji
6A003, jesli kamery sq réwniez wyszczegdlnione przez ktdrykolwiek z parametréw kontroli w pozydji
6A203.

Uwaga 2:  Pozycja 6E201 obejmuje kontrolg wylgcznie »technologie« do laseréw wyszczegdlnionych w pozygji
6A005.b.6., ktdre sg domieszkowane neodymem i sq wyszczegélnione przez ktorykolwick z parametréw
kontroli w pozycji 6A205.f.

6E203 »Technologia« w postaci kodéw lub kluczy, stuzaca do poprawy lub wykorzystania wydajnosci kamer lub
urzadzen obrazowych, tak by odpowiadaly cechom pozycji 6A203.a. do 6A203.c.
CZESC IX
Kategoria 7
KATEGORIA 7 - NAWIGACJA I AWIONIKA
7A Systemy, urzadzenia i czg¢sci skladowe
N.B. W przypadku automatycznych pilotéw do phywajgcych jednostek podwodnych zob. takze kategoria 8.

W przypadku radaréw zob. takze kategoria 6.
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7A001

7A002

Nastepujace akcelerometry i specjalnie zaprojektowane do nich podzespoly:

NB.

NB.

ZOB. TAKZE POZYCJA 7A101.

Akcelerometry kgtowe lub obrotowe — zob. pozycja 7A001.b.

a.  akcelerometry liniowe spetniajace ktérekolwiek z ponizszych kryteriéw:

1.

przeznaczone do dzialania w warunkach przyspieszen liniowych mniejszych niz lub réwnych
15 g i spelniajace ktorekolwiek z ponizszych kryteriow:

a.  »stabilno§é« »wychylenia wstepnego« ponizej (lepsza niz) 130 mikro g wzgledem ustalonej
warto$ci wzorcowej w okresie jednego roku; lub

b.  »stabilno$é« »wspdlczynnika skalowania« ponizej (lepsza niz) 130 ppm wzgledem ustalonej
warto$ci wzorcowej w okresie jednego roku;

przeznaczone do dzialania w warunkach przyspieszen liniowych o wartosciach na poziomie
wyzszym niz 15 g, ale mniejszym niz lub réwnym 100 g i spelniajgce wszystkie ponizsze
kryteria:

a.  »stabilno§é« »wychylenia wstepnego« ponizej (lepsza niz) 1250 mikro g wzgledem
ustalonej wartosci wzorcowej w okresie jednego roku; oraz

b.  »stabilno$é« »wspélczynnika skalowania« ponizej (lepsza niz) 1250 ppm wzgledem
ustalonej wartosci wzorcowej w okresie jednego roku; lub

zaprojektowane do uzytkowania w inercyjnych systemach nawigacji lub naprowadzania
i przeznaczone do dziatania w warunkach przyspieszen liniowych o wartosciach na poziomie
wyzszym niz 100 g;

Uwaga: Pozyge 7A001.a.1. i 7A001.a.2. nie obejmujg kontrolg akcelerometrow ograniczonych do

pomiaréw wylgcznie wibracji lub wstrzgséw.

b.  akcelerometry katowe lub obrotowe przeznaczone do dzialania w warunkach przyspieszen liniowych
o wartosciach na poziomie wyzszym niz 100 g.

Zyroskopy lub czujniki predkosci katowej speniajace ktérekolwiek z ponizszych kryteriéw oraz specjalnie do
nich zaprojektowane podzespoly.

N.B.

NB.

ZOB. TAKZE POZYCJA 7A102.

Akcelerometry kgtowe lub obrotowe — zob. pozycja 7A001.b.

a.  przeznaczone do dzialania w warunkach przyspieszefi liniowych mniejszych niz lub réwnych
100 g i spelniajace ktorekolwiek z ponizszych kryteriow:

1.

zakres pomiaru mniejszy niz 500 stopni na sekunde i spelniajace ktérekolwiek z ponizszych

kryteriow:

a.  »stabilno§é« »wychylenia wstepnego« wynoszaca mniej (lepiej) niz 0,5° na godzing
mierzona w warunkach przyspieszenia réwnego 1 g w okresie jednego miesigca
i w odniesieniu do ustalonej wartoci wzorcowej; lub

b.  »kat bladzenia losowego« mniejszy (lepszy) lub réwny 0,0035° na pierwiastek kwadratowy
godziny; lub
Uwaga: Pozycja 7A002.a.1.b. nie obejmuje kontrolg »zyroskopéw wirujgcyche.

zakres pomiaru wigkszy lub réwny 500° na sekunde i spelniajace ktorekolwiek z ponizszych

kryteriow:

a.  ostabilno$é« »wychylenia wstgpnego« wynoszaca ponizej (lepiej niz) 4° na godzing,
mierzona w warunkach przyspieszenia réwnego 1 g w okresie trzech minut
i w odniesieniu do ustalonej wartosci wzorcowej; lub

b.  »kat bladzenia losowego« mniejszy (lepszy) lub réwny 0,1° na pierwiastek kwadratowy
godziny; lub

Uwaga: Pozycja 7A002.a.2.b. nie obejmuje kontrolg »zyroskopéw wirujgcyche.

b.  przeznaczone do dzialania w warunkach przyspieszen liniowych o warto$ciach na poziomie powyzej
100 g.
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7A003

‘Inercyjne urzadzenia lub systemy pomiarowe’ spelniajace ktorekolwiek z ponizszych kryteriow:
N.B. ZOB. TAKZE POZYCJA 7A103.

Uwaga: Pozygja 7A003. nie dotyczy ‘inercyjnych urzgdzeri lub systemdw pomiarowych’ certyfikowanych do
stosowania w »cywilnych statkach powietrznych« przez organy lotnictwa cywilnego co najmniej jednego
patistwa cztonkowskiego UE lub paristwa uczestniczgcego w porozumieniu z Wassenaar.

Uwagi techniczne:
Do celéw pozygji 7A003:

1. ‘Inercyjne urzgdzenia lub systemy pomiarowe’ obejmujg akcelerometry lub Zyroskopy do mierzenia zmian
predkosci i orientacji, ktdre po ustawieniu nie wymagajg zewngtrznych punktéw odniesienia do okreslenia lub
utrzymania kierunku lub pozydji. ‘Inercyjne urzgdzenia lub systemy pomiarowe’ obejmujg:

—  uklady informujgce o potozeniu i kursie (AHRS);
—  kompasy zyroskopowe;

—  inercyjne jednostki pomiarowe (IMU);

—  inercyjne systemy nawigacyjne (INS);

—  inercyjne systemy odniesienia (IRS);

—  inercyjne jednostki odniesienia (IRU).

2. ‘Urzgdzenia wspierajgce stuzgce okreslaniu pozycji’ niezaleznie okreslajg pozycje i obejmujg:
a.  »system nawigadji satelitarneje;
b.  »nawigage opartg na informacjach z bazy danych (DBRN)-«.

a.  zaprojektowane do »statkow powietrznyche, pojazdéw ladowych i statkdw, okreslajace pozycje bez
wykorzystywania ‘urzadzen wspierajacych stuzacych okreslaniu pozycji', o nastepujacej »doktadnoscic
pozycjonowania bedacej wynikiem normalnego ustawienia:

1. »krag rownego prawdopodobieistwa« (»CEP«) wynoszacy 0,8 mili morskiej na godzing (nmj/hr)
lub mniej (lepiej);

2. »krag réwnego prawdopodobienstwa« (»CEP«) wynoszacy 0,5 % przebytego dystansu lub mniej
(lepiej); lub

3. laczny dryf o wartosci »kregu réwnego prawdopodobienstwa« (»CEP«) wynoszacego 1 mile
morska lub mniej (lepiej) w okresie 24 godzin;

Uwaga techniczna:

Do celéw pozycji 7A003.a.1., 7A003.0.2. i 7A003.a.3. parametry zazwyczaj stosujg si¢ do ‘inercyjnych
urzgdzer lub systemdéw pomiarowych’ zaprojektowanych odpowiednio do »statkéw powietrznyche, pojazdéw
i statkow. Parametry te sg wynikiem wykorzystywania ‘specjalistycznych urzgdzeri wspierajgcych’ nie‘stuzgcych
okreslaniu pozycji’ (np. wysokosciomierza, hodometru, predkosciomierza). Co za tym idzie, podanych wartosci nie
mozna dowolnie konwertowal migdzy tymi parametrami. Urzgdzenia zaprojektowane dla roznych platform sg
oceniane w odniesieniu do kazdej majgcej zastosowanie pozygji 7A003.a.1., 7A003.a.2., lub 7A003.4.3.

b.  zaprojektowane do »statkéw powietrznych, pojazdéw ladowych lub statkéw, z wbudowanym
‘urzadzeniem wspierajacym shuzacym okreslaniu pozycji’ i wskazujace pozycje po utracie wszystkich
‘urzadzen wspierajacych stuzacych okreSlaniu pozycji' przez okres do 4 minut, o »doktadnoscic
mniejszej (lepszej) niz »krag rownego prawdopodobiefistwa« (»CEP«) wynoszacy 10 metrow;

Uwaga: Pozycja 7A003.b. odnosi sig do systemow, w ktrych ‘inercyjne systemy lub urzgdzenia pomiarowe’
i inne niezalezne ‘urzgdzenia wspierajgce stuzgce okreslaniu pozycji’ sg wbudowane w jeden zespdt
W celu uzyskania poprawy parametrow.
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7A003

7A004

7A005

(cigg dalszy)

c.  zaprojektowane do »statkéw powietrznyche, pojazdéw lagdowych lub statkéw, pozwalajace okreslic
kierunek lub pétnoc geograficzng i posiadajace ktorakolwiek z nastepujacych cech:

1. maksymalna robocza predkos¢ katowa mniejsza (nizsza) niz 500 deg/s, a »doktadnosé« kierunku
bez stosowania ‘urzadzen wspierajacych stuzacych okreslaniu pozycji' réwna lub mniejsza
(lepsza) niz 0,07 deg sec(Lat) (odpowiednik 6 minut katowych na 45 stopniach szerokosci
geograficznej); lub

2. maksymalna robocza predkos¢ katowa réwna lub wigksza (wyzsza) niz 500 deg/s, a »dokladno$é«
kierunku bez stosowania ‘urzadzen wspierajacych stuzacych okreslaniu pozycji' réwna lub
mniejsza (lepsza) niz 0,2 deg sec(Lat) (odpowiednik 17 minut kgtowych na 45 stopniach
szerokosci geograficznej); lub

d.  wykonujace pomiary przyspieszenia lub pomiary predkosci katowej, w wiecej niz jednym wymiarze,
i posiadajace ktorgkolwiek z nastepujacych cech:

1. parametry okreSlone w pozycji 7A001 lub 7A002 wzdluz dowolnej osi, bez uzycia zadnych
urzadzen wspierajgcych; lub

2. sg klasy kosmicznej i wykonujg pomiary predkosci katowej, w ktorych »kat bladzenia losowego«
wzdluz dowolnej osi jest mniejszy (lepszy) lub réwny 0,1° na pierwiastek kwadratowy godziny.

Uwaga: Pozycja  7A003.d.2. nie obejmuje kontrolg ‘inercyjnych urzgdzen lub systemow
pomiarowych’, w ktérych »zyroskop wirujgcy« jest jedynym rodzajem zyroskopu.

Nastepujace ‘szukacze gwiazd’ i ich elementy:

N.B. ZOB. TAKZE POZYCJA 7A104.

a.  ‘szukacze gwiazd' o okreslonej »dokladnos$cic pomiaru azymutu réwnej lub mniejszej (lepszej) niz 20
sekund tuku przez okreslony czas uzytkowania urzadzen;

b.  nastepujace elementy specjalnie zaprojektowane do urzadzen wymienionych w pozycji 7A004.a.:
1. optyczne glowice lub przegrody;

2. jednostki przetwarzania danych.

Uwaga techniczna:

Do celéw pozycji 7A004.a. ‘Szukacze gwiazd’ nazywane sg rowniez czujnikami kierowania gwiezdnego lub zyro-
astrokompasami.

Urzadzenia odbiorcze »systeméw nawigacji satelitarnej« spelniajgce ktérekolwiek z ponizszych kryteriéw
oraz specjalnie do nich zaprojektowane podzespoly:

N.B. ZOB. TAKZE POZYCJA 7A105.

N.B. W przypadku urzgdzeri zaprojektowanych specjalnie do zastosowar wojskowych ZOB. WYKAZ
UZBROJENIA.

a.  wyposazenie w algorytm deszyfrujacy specjalnie zaprojektowany lub zmodyfikowany do

wykorzystania przez shuzby rzadowe w celu uzyskania dostgpu do ciagéw rozpraszajacych
pozwalajacych okresli¢ pozycje i czas; lub

b.  wyposazenie w ‘systemy anten adaptacyjnych’.

Uwaga: Pozycja 7A005.b. nie obejmuje kontrolg urzgdzer odbiorczych »systemu nawigacji satelitarnej«
wyposazonych wylgcznie w elementy stuzgce filtrowaniu, przelgczaniu lub tgczeniu sygnatéw
z wielu anten dookdlnych, w ktérych nie zastosowano technik anten adaptacyjnych.

Uwaga techniczna:

Do celow pozycji 7A005.b. ‘systemy anten adaptacyjnych’ dynamicznie wytwarzajg jedng przestrzenng wartosc
zerowq lub wigkszg ich liczbe w szyku antenowym przez przetwarzanie sygnatu w domenie czasu lub czgstotliwosci.
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7A006 WysokoSciomierze lotnicze dzialajace poza pasmem czestotliwosci od 4,2 do 4,4 GHz facznie i spelniajace
ktorekolwiek z ponizszych kryteriéw:

N.B. ZOB. TAKZE POZYCJA 7A106.
a.  ‘sterowanie mocg’; lub

b.  wyposazenie w zespoly do modulacji z przesunigciem fazy.

Uwaga techniczna:

Do celéw pozycji 7A006.a. ‘sterowanie mocg’ oznacza zmiang mocy syghatu nadawanego przez wysokosciomierz
w taki sposéb, zeby moc odbierana w »statku powietrznym« na danej wysokosci byta zawsze na minimalnym
poziomie niezbgdnym do okreslenia wysokosci.

7A008 Systemy sonarowe do nawigacji podwodnej, postugujace si¢ logami dopplerowskimi lub logami
korelacyjnymi zintegrowane z czujnikiem kierunku i majgce dokladno$¢ pozycjonowania réwna lub
mniejsza (lepsza) niz 3 % przebytej odlegtosci »kregu réwnego prawdopodobiefistwa« (»CEP«) oraz specjalnie
do nich zaprojektowane podzespoty.

Uwaga: Pozycja 7A008 nie obejmuje kontrolg systemow specjalnie zaprojektowanych do zainstalowania na
statkach nawodnych lub systemow wymagajgcych plaw lub boi akustycznych do dostarczania danych
pozycyjnych.

N.B. Odnosnie do systemdéw akustycznych zob. pozyga 6A001.a., a odnosnie do urzgdzeh sonarowych

z logami korelacyjnymi i logami dopplerowskimi zob. pozycja 6A001.b.
Odnosnie do innych systemdw okrgtowych zob. pozycja 8A002.

7A101 Akcelerometry liniowe, inne niz wyszczegdlnione w pozycji 7A001, zaprojektowane do stosowania
w inercyjnych systemach nawigacyjnych lub w dowolnego typu systemach naprowadzania nadajacych si¢ do
zastosowania w ‘pociskach rakietowych’, majace wszystkie z ponizszych cech, oraz specjalnie do nich
zaprojektowane zespoly:

a.  »powtarzalno$é« »wychylenia wstepnego« mniejsza (lepsza) niz 1 250 pg; oraz
b.  »powtarzalnosé« »wspdltczynnika skalowania« mniejsza (lepsza) niz 1 250 ppm.
Uwaga: Pozycja 7A101 nie obejmuje kontrolg akcelerometréw specjalnie zaprojektowanych i opracowanych jako

czujniki MWD (Measurement While Drilling — pomiar podczas wiercenia) stosowanych podczas prac
wiertniczych.

Uwagi techniczne:

1. W pozygi 7A101 ‘pocisk rakietowy” oznacza kompletne systemy rakietowe oraz systemy bezzatogowych statkéw
powietrznych, zdolnych do pokonania odleglosci przekraczajgeej 300 km.

2. W pozygi 7A101 pomiar »wychylenia wstgpnego« i »wspdtczynnika skalowania« odnosi sig do odchylenia
standardowego wielkosci 1 sigma w odniesieniu do ustalonej wartosci wzorcowej w okresie jednego roku.

7A102 Wszystkie typy zyroskopéw, inne niz wyszczegblnione w pozycji 7A002, nadajace si¢ do stosowania
w ‘pociskach rakietowych’, o ‘stabilnoici’ »wsp6lczynnika dryftu« ponizej 0,5 ° (1 sigma lub $rednia
kwadratowa) na godzing w warunkach przyspieszenia 1 g oraz specjalnie do nich zaprojektowane
podzespoly.

Uwagi techniczne:

1. W pozygi 7A102 ‘pocisk rakietowy” oznacza kompletne systemy rakietowe oraz systemy bezzatogowych statkéw
powietrznych, zdolnych do pokonania odleglosci przekraczajgeej 300 km.

2. W pozygi 7A102 ‘stabilno$C’ jest zdefiniowana jako miara zdolnosci okreslonego mechanizmu lub
wspdlczynnika osiggu, ktéra pozostaje niezmienna w stalym warunku roboczym (IEEE STD 528-2001
pkt 2.247).
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7A103 Nastepujace instrumenty, urzadzenia i systemy nawigacyjne, inne niz wyszczeg6lnione w pozycji 7A003,
oraz specjalnie do nich zaprojektowane podzespoly:

a.  ‘inercyjne urzadzenia lub systemy pomiarowe’, w ktérych zastosowano ponizsze akcelerometry lub
zyroskopy:

1. akcelerometry wymienione w pozycjach 7A001.a.3., 7A001.b., 7A101 lub zyroskopy
wymienione w pozycjach 7A002, 7A102; lub

Uwaga: Pozygja 7A103.a.1. nie obejmuje kontrolg urzgdzeri zawierajgcych akcelerometry
wymienione w pozycji 7A001.a.3., ktére sg zaprojektowane do pomiaréw drgart
i wstrzgsow.

2. akcelerometry wymienione w pozycjach 7A00l.a.1. lub 7A001.a.2., zaprojektowane do
wykorzystania w inercyjnych systemach nawigacyjnych lub w dowolnego typu systemach
naprowadzania nadajacych si¢ do zastosowania w ‘pociskach rakietowych’;

Uwaga: Pozycja 7A103.a.2. nie obejmuje kontrolg urzgdzeri zawierajgcych akcelerometry
wymienione w pozycji 7A001.a.1. lub 7A001.a.2. oraz zaprojektowane i opracowane jako
czujniki MWD (Measurement While Drilling — pomiar podczas wiercenia) stosowane
podczas prac wiertniczych.

Uwaga techniczna:

‘Inercyjne urzgdzenia lub systemy pomiarowe’ wymienione w pozycgi 7A103.a. obejmujg akcelerometry lub
zyroskopy do mierzenia zmian predkosci i orientacji, ktdre po ustawieniu nie wymagajg zewngtrznych punktéw
odniesienia do okreslenia lub utrzymania kierunku lub pozydji.

Uwaga: ‘Inercyjne urzqdzenia lub systemy pomiarowe’ w pozycji 7A103.a. obejmujg:
—  uklady informujgce o potozeniu i kursie (AHRS);
—  kompasy zyroskopowe;
—  inercyjne jednostki pomiarowe (IMU);
—  inercyjne systemy nawigacyjne (INS);
—  inercyjne systemy odniesienia (IRS);

— inercyjne jednostki odniesienia (IRU).

b.  zintegrowane systemy samolotowych przyrzadéw pokladowych zawierajace stabilizatory zyroskopowe
lub automatycznego pilota, zaprojektowane lub zmodyfikowane z przeznaczeniem do stosowania
w ‘pociskach rakietowych’;

c.  ‘zintegrowane systemy nawigacyjne’ zaprojektowane lub zmodyfikowane do zastosowania
w ‘pociskach rakietowych’ i zdolne do zapewniania dokladnosci nawigacyjnej dla »CEP« wynoszacej
200 m lub mniej;

Uwagi techniczne:

1. W sklad ‘zintegrowanego systemu nawigacyjnego’ zazwyczaj wchodzg nastepujgce elementy sktadowe:

a.  inercyjne urzgdzenie pomiarowe (np. system wyznaczania polozenia i kursu, inercyjny zespét
odniesienia lub inercyjny system nawigacyjny);

b.  jeden lub wigcej czujnikéw zewngtrznych uzywanych do aktualizowania potozenia lub predkosci, albo
okresowo lub w sposéb ciggly w trakcie lotu (np. satelitarny odbiornik nawigacyjny,
wysokosciomierze radarowy lub radar dopplerowski); oraz

c sprzet i oprogramowanie scalajgce.
2. W pozygji 7A103.c ‘CEP’ (prawdopodobne uchylenie kotowe lub krgg réwnego prawdopodobieristwa) to

miara doktadnosci wyrazana jako promieri okregu, w ktérym wystepuje 50 % prawdopodobietistwo, ze
obiekt zostanie zlokalizowany.
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7A103 (cigg dalszy)

d.  tréjosiowe magnetyczne czujniki kursowe, zaprojektowane lub zmodyfikowane w celu ich
zintegrowania z systemami sterowania lotem i systemami nawigacji, innymi niz wymienione w pozycji
6A006, majace wszystkie ponizsze cechy charakterystyczne, oraz specjalnie do nich zaprojektowane
podzespoly:

1. wewnetrzna kompensacja nachylenia wzdtuz osi poprzecznej (+/- 90 stopni) i osi podtuznej (+/-
180 stopni); oraz

2. dokladno$¢ azymutowa lepsza (mniejsza) niz 0,5 stopni rms na szerokoSci +/- 80 stopni
w odniesieniu do lokalnego pola magnetycznego.

Uwaga: Systemy sterowania lotem i systemy nawigacji w pozycgi 7A103.d. obejmujg stabilizatory
zyroskopowe, automatycznego pilota oraz inercyjne systemy nawigagji.

Uwaga techniczna:

W pozycji 7A103 ‘pocisk rakietowy’ oznacza kompletne systemy rakietowe oraz systemy bezzatogowych statkéw
powietrznych, zdolnych do pokonania odleglosci przekraczajgcej 300 km.

7A104 Zyro-astrokompasy i inne urzadzenia, inne niz wyszczegdlnione w pozycji 7A004, umozliwiajace okreslanie
polozenia lub orientacje przestrzenng za pomocg automatycznego $ledzenia cial niebieskich lub satelitéw
oraz specjalnie do nich zaprojektowane podzespoly.

7A105 Urzadzenia odbiorcze systeméw nawigacji satelitarnej, inne niz wymienione w pozycji 7A005, spelniajgce
ktérekolwiek z ponizszych kryteriéw oraz specjalnie zaprojektowane do nich zespoly:

a.  zaprojektowane lub zmodyfikowane do stosowania w kosmicznych pojazdach nosnych
wyszczegdlnionych w pozycji 9A004, rakietach meteorologicznych wyszczegdlnionych w pozycji
9A104 lub w bezzalogowych statkach powietrznych wyszczegblnionych w pozycji 9A012
lub 9A112.a; lub

b.  zaprojektowane lub zmodyfikowane do zastosowan lotniczych i spelniajace ktérekolwick z ponizszych
kryteriow:

1. zdolne do dostarczania danych nawigacyjnych przy predkosciach powyzej 600 m/s;

2. stosujgce deszyfrowanie, zaprojektowane lub zmodyfikowane do zadan wojskowych lub
rzadowych, w celu uzyskania dostepu do zabezpieczonych sygnaléw/danych ‘systemu nawigacji
satelitarnej’; lub

3. specjalnie  zaprojektowane do stosowania elementéw  przeciwzaktoceniowych  (np.
bezmodemowa antena sterujgca lub antena sterowana elektronicznie) do dziatania w warunkach,
w ktorych wystepuje aktywne lub bierne przeciwdzialanie.

Uwagi:

1. Pozyge 7A105.b.2. i 7a105.b.3. nie obejmujg kontrolg urzgdzeri przeznaczonych do komercyjnego, cywilnego
lub ratunkowego dostgpu do systemu nawigagji satelitarnej (np. integracja danych, bezpieczetistwo lotéw).

2. W pozycji 7A105 system nawigacji satelitarnej obejmuje globalne systemy nawigacji satelitarnej (GNSS; np.
GPS, GLONASS, Galileo lub BeiDou) oraz regionalne systemy nawigacji satelitarnej (RNSS; np. NavIC,
QZSS).

7A106 WysokoSciomierze, inne niz wyszczegblnione w pozycji 7A006, typu radarowego lub laserowego,
zaprojektowane lub zmodyfikowane z przeznaczeniem do stosowania w kosmicznych pojazdach noénych
wyszczegblnionych w pozycji 9A004 lub w rakietach meteorologicznych wyszczegblnionych w pozycji
9A104.

7A115 Pasywne czujniki do okreslania namiaru na okreslone Zrédla fal elektromagnetycznych (namierniki) lub
wlasciwosci terenu, zaprojektowane lub zmodyfikowane z przeznaczeniem do stosowania w kosmicznych
pojazdach nosnych wyszczegdlnionych w pozycji 9A004 lub w rakietach meteorologicznych
wyszczegllnionych w pozycji 9A104.
Uwaga: Urzgdzenia wyszczegdlnione w pozycjach 7A105, 7A106 i 7A115 obejmujg nastgpujgce rodzaje:
urzgdzenia do wykonywania map konturowych terenu;

a
b.  urzgdzenia do wykonywania i korelacji obrazow terenu (analogowe i cyfrowe);

¢.  urzgdzenia do radarowej nawigacji dopplerowskiej;
d.  interferometry pasywne;
e.  czujniki do tworzenia obrazéw (zobrazowania) (aktywne i pasywne);
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7A116

7A117

7B

7B001

7B002

7B003

7B102

7B103

Nastepujace  systemy sterowania lotem i serwozawory, zaprojektowane lub zmodyfikowane
z przeznaczeniem do kosmicznych pojazdéw nosnych wyszczegdlnionych w pozycji 9A004, do rakiet
meteorologicznych wyszczegdlnionych w pozycji 9A104 lub »pociskow rakietowyche.

a.  pneumatyczne, hydrauliczne, mechaniczne, elektrooptyczne lub elektromechaniczne systemy
sterowania lotem (w tym systemy »fly-by-wire« i »fly-by-light);

b.  urzadzenia do sterowania potozeniem;

c.  serwozawory do sterowania lotem zaprojektowane lub zmodyfikowane do systeméw okreslonych
w pozycjach 7Al16.a. lub 7A116.b. oraz zaprojektowane lub zmodyfikowane do dzialania
w $rodowisku wibracyjnym o parametrach powyzej 10 g (warto$¢ Srednia kwadratowa) pomiedzy

20 Hz i 2 kHz.
Uwaga: Do celow przeksztatcenia zatogowych statkdw powietrznych do funkcjonowania jako »pociski rakietowe«

pozycja 7A116 obejmuje systemy, urzgdzenia lub zawory zaprojektowane lub zmodyfikowane w celu
umozliwienia funkgjonowania zatogowych statkéw powietrznych jako bezzatogowe statki powietrzne.

»Instalacje do naprowadzania«, znajdujace zastosowanie w »pociskach rakietowyche«, umozliwiajgce uzyskanie
dokladnosci instalacji 3,33 % zasiggu lub lepszej (np. ‘CEP’ 10 km lub mniej w zasiegu 300 km).

Uwaga techniczna:

W pozycji 7A117 ‘CEP’ (prawdopodobne uchylenie kotowe lub krgg rownego prawdopodobieristwa) to miara doktadnosci
wyrazana jako promieri okregu, Rtdrego Srodek pokrywa sig z celem i w ktory wpada 50 % tadunkow uzytecznych, przy
okreslonym zasiggu.

Urzadzenia testujace, kontrolne i produkcyjne

Urzadzenia do testowania, wzorcowania lub strojenia, specjalnie zaprojektowane do urzadzefi objetych
kontrolg wedlug pozycji 7A.

Uwaga: Pozycja 7B001 nie obejmuje kontrolg urzgdzer do testowania, wzorcowania lub strojenia specjalnie
zaprojektowanych do »poziomu obstugi I« lub »poziomu obstugi Il«.

Nastepujace urzadzenia specjalnie zaprojektowane do okre$lania parametréw zwierciadet do pierScieniowych
zyroskopow »laserowych«:

N.B. ZOB. TAKZE POZYCJA 7B102.
a.  urzadzenia do pomiaru rozproszenia z »dokladnoscig« do 10 ppm lub mniej (lepszg);

b.  profilometry o »dokladno$ci« pomiarowej 0,5 nm (5 angstreméw) lub mniej (lepszej).
Urzadzenia specjalnie zaprojektowane do »produkcji« urzadzei ujetych w pozycji 7A.
Uwaga: Pozycja 7B003 obejmuje:

—  stanowiska testowe do regulacji zyroskopow,

—  stanowiska do dynamicznego wywazania zyroskopéw,

—  stanowiska do testowania silniczkéw do Zyroskopéw,

—  stanowiska do usuwania powietrza i napelniania Zyroskopow,

—  uchwyty odsrodkowe do tozysk do zyroskopéw,

—  stanowiska do regulacji pozycji osi akcelerometréw,

—  nawijarki zwojéw do Swiattowoddw.

Reflektometry specjalnie zaprojektowane do wyznaczania charakterystyk zwierciadel do Zzyroskopéw
»laserowyche, majace doktadnos¢ pomiarowa 50 ppm lub mniej (lepsza).
Nastepujace »instalacje produkcyjne« i »urzadzenia produkcyjne«:

specjalnie opracowane »instalacje produkcyjne« do urzadzen okreslonych w pozycji 7A117;

b.  »urzadzenia produkcyjne« i inne urzadzenia do testowania, wzorcowania lub strojenia, inne niz
wymienione w pozycjach 7B001 do 7B003, zaprojektowane lub zmodyfikowane do urzadzen
wyszczeg6lnionych w pozycji 7A.

ELL http://data.europa.eu/elijreg_del/2025/2003/oj 219/251



PL DzU. L z 14.11.2025

7C Materialy
Zadne.
7D Oprogramowanie
7D001 »Oprogramowanie« specjalnie zaprojektowane lub zmodyfikowane z przeznaczeniem do »rozwoju« lub

»produkgji« urzadzen wyszczegélnionych w pozycji 7A lub 7B.

7D002 »Kod Zrédlowy« do obstugi lub konserwacji wszelkich urzadzeri do nawigacji inercyjnej lub ukladéow
informujacych o polozeniu i kursie (‘AHRS’) lacznie z inercyjnymi urzadzeniami niewyszczegdlnionymi
w pozycji 7A003 lub 7A004.

Uwaga: Pozycja 7D002 nie obejmuje kontrolg »kodéw Zrédtowych« do »uzytkowania« zawieszonych kardanowo
uktadéw ‘AHRS'".

Uwaga techniczna:

Do celéw pozygji 7D002. uktady ‘AHRS’ w istotny spos6b réznig sig od inercyjnych systeméw nawigagji (INS), poniewaz
uktady te (‘AHRS’) dostarczajg podstawowych informacji o potozeniu i kursie, i zazwyczaj nie dostarczajg informacji
o przyspieszeniu, predkosci i pozycji, jakich dostarcza uklad INS.

7D003 Nastepujgce inne »oprogramowaniec:

a.  »oprogramowanie« specjalnie zaprojektowane lub zmodyfikowane w celu poprawy parametréw
eksploatacyjnych lub zmniejszenia bledow nawigacyjnych systeméw do poziomu okreslonego
w pozycjach 7A003, 7A004 lub 7A008;

b.  kod Zrédlowy« do hybrydowych ukladéw scalonych poprawiajacy parametry eksploatacyjne lub
zmniejszajacy bledy nawigacyjne systemu do poziomu okreslonego w pozycji 7A003 lub 7A008
poprzez ciagla synteze danych dotyczacych kursu z ktérymikolwiek z nastepujacych:

1. predkoscig okreslang za pomocg radaru lub sonaru dopplerowskiego;
2. danymi odniesienia »systemu nawigacji satelitarnej¢; lub
3. informacjami z »bazy danych o terenie«;
nieuzywane;
d.  nieuzywane;

e.  »oprogramowanie« do komputerowo wspomaganego projektowania (CAD), specjalnie opracowane do
srozwoju« »ukladéw aktywnego sterowania loteme, sterownikéw helikopterowych wieloosiowych
system6w sterowania elektronicznego i $wiattowodowego lub helikopterowych »cyrkulacyjnych
ukladéw réwnowazenia momentu lub cyrkulacyjnych ukladéw sterowania kierunkiem, ktdrych
technologie s3 wymienione w pozycjach 7E004.b.1., 7E004.b.3. do 7E004.b.5., 7E004.b.7.
7E004.b.8., 7E004.c.1. lub 7E004.c.2.

7D004 »Kod Zrodlowy« obejmujacy »rozwéj« i »technologie« okreslone w pozycjach 7E004.a.2., 7E004.a.3.,
7E004.a.5., 7E004.a.6. lub 7E004.b., w odniesieniu do dowolnego z ponizszych:
a.  cyfrowych systemoéw sterowania lotem umozliwiajacych »kompleksowe sterowanie lotems;
b.  zintegrowanych systemoéw sterowania napedem i lotem;

c.  systemdw sterowania elektronicznego (fly-by-wire) i systeméw sterowania $wiatlowodowego (fly-by-
light);

d.  aktywnych systeméw sterowania lotem¢, tolerujgcych bledy pilotazu lub majacych mozliwo$é
samoczynnej rekonfiguracji;

e.  nieuzywane;

f.  systeméw przyrzadéw pokladowych dostarczajacych danych dotyczacych parametréw powietrza
w locie na podstawie pomiaréw powierzchniowych parametréw statycznych; lub

g.  tréjwymiarowych wySwietlaczy.

Uwaga: Pozygja 7D004. nie obejmuje kontrolg »kodu Zrédtowego« zwigzanego z popularnymi elementami
i funkcgjami komputeréw (np. przyjmowanie sygnatu wejsciowego, transmisja sygnatu wyjsciowego,
tadowanie »programu« komputerowego i danych, wbudowany test, mechanizmy planowania zadari)
niezapewniajgcego okreslonej funkgji kontroli lotu.
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7D005

7D101

7D102

7D103

7D104

7E

7E001

7E002

7E003

7E004

»Oprogramowanie« specjalnie zaprojektowane do deszyfrowania ciaggéw rozpraszajacych »systemu nawigacji
satelitarnej« zaprojektowanych do zastosowan rzadowych.

»Oprogramowanie«  specjalnie zaprojektowane lub zmodyfikowane do »uzytkowania« urzadzen
wymienionych w pozycjach 7A001 do 7A006, 7A101 do 7A106, 7A115, 7Al16.a., 7A116.b., 7B001,
7B002, 7B003, 7B102 lub 7B103.

»Oprogramowanie« scalajace, jak nastepuje:
»oprogramowanie« scalajace do urzadzen wyszczegélnionych w pozycji 7A103.b;

b.  »oprogramowanie« scalajace specjalnie zaprojektowane do urzadzen wymienionych w pozycjach
7A003 lub 7A103.a;

c.  »oprogramowanie« scalajace specjalnie zaprojektowane lub zmodyfikowane do urzadzen
wyszczegdlnionych w pozycji 7A103.c.

Uwaga: Powszechnie spotykang postacig »oprogramowania« scalajgcego jest filtrowanie Kalmana.

»Oprogramowanie« specjalnie zaprojektowane do modelowania lub symulowania dzialania »instalacji do
naprowadzania« wyszczegélnionych w pozycji 7A117 lub do ich integrowania konstrukcyjnego
z kosmicznymi pojazdami no$nymi wyszczegdlnionymi w pozycji 9A004 lub z rakietami meteorolo-
gicznymi wyszczegélnionymi w pozycji 9A104.

Uwaga: »Oprogramowanie« wyszczegélnione w  pozygii 7D103 podlega kontroli, jesli jest specjalnie
zaprojektowane do sprzgtu wymienionego w pozycji 4A102.

»Oprogramowanie« specjalnie zaprojektowane lub zmodyfikowane do celéw obstugi lub konserwacji
»instalacji do naprowadzania« wymienionych w pozycji 7A117.

Uwaga: Pozycja 7D104 obejmuje »oprogramowanie« specjalnie zaprojektowane Iub zmodyfikowane do
zwigkszenia skutecznosci »instalacji do naprowadzania« w celu osiggnigcia lub przekroczenia doktadnosci
okreslonej w pozygji 7A117.

Technologia

»Technologie« wedlug uwagi ogdlnej do technologii do »rozwoju« urzadzen lub »oprogramowaniac
okreslonych w pozycjach 7 A, 7B, 7D001, 7D002, 7D003, 7D005 i 7D101 do 7D103.

Uwaga: Pozygja 7E001 obejmuje »technologie« zarzgdzania kluczem wylgcznie odnosnie do urzgdzen
wymienionych w pozycji 7A005.a.

»Technologie« wedtug uwagi ogdlnej do technologii do »produkgji« urzadzen wymienionych w pozycjach 7A
lub 7B.

»Technologie« wedlug uwagi ogdlnej do technologii do naprawy, regeneracji lub remontowania urzadzen
wymienionych w pozycjach 7A001 do 7A004.

Uwaga: Pozycja 7E003 nie obejmuje kontrolg »technologii« obstugi technicznej bezposrednio zwigzanych
z wzorcowaniem, usuwaniem lub wymiang uszkodzonych lub nienadajgcych sie do uzytku liniowych
elementow wymiennych (LRU) i warsztatowych zespotéw wymiennych (SRA) w »cywilnych statkach
powietrznych« zgodnie z opisem w »poziomie obstugi I« lub w »poziomie obstugi Il

Inne »technologies, takie jak:

a.  technologie do »rozwoju« lub »produkgji« ktéregokolwiek z ponizszych:

1.  nieuzywane;

2. systeméw dzialajacych w oparciu o dane dotyczace parametréw powietrza w oparciu wylacznie
o pomiary powierzchniowych parametréw statycznych, tj. dostarczane z konwencjonalnych
sond do pomiar6w parametré6w powietrza;

3. tréjwymiarowych wySwietlaczy do »statkéw powietrznyche
4. nieuzywane,

5. serwomotoréw  elektrycznych  (tj.  elektromechanicznych,  elektrohydrostatycznych
i zintegrowanych) specjalnie opracowanych dla ‘podstawowego sterowania lotem’;
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7E004 a. 5. (cigg dalszy)

Uwaga techniczna:

Do celéw pozygji 7E004.a.5. ‘podstawowe sterowanie lotem’ oznacza sterowanie stabilnoscig
i manewrowoscig »statku powietrznego« za pomocg generatoréw sily lub momentu, tj. za pomocg
aerodynamicznych powierzchni sterujgcych lub sterowania wektorem ciggu.

6. ‘ukladéw czujnikéw optycznych sterowania lotem’ specjalnie opracowanych dla »aktywnych
ukladéw sterowania loteme; lub

Uwaga techniczna:

Do celéw pozygji 7E004.a.6. ‘uktad czujnikéw optycznych sterowania lotem’ oznacza uktad rozproszonych
czujnikéw optycznych, wykorzystujgcy promieri »lasera« do dostarczania w czasie rzeczywistym danych
dotyczgcych sterowania lotem w celu ich przetwarzania na poktadzie.

7. systeméw »DBRN« zaprojektowanych do nawigacji podwodnej przy uzyciu sonaru lub baz
danych grawitacyjnych zapewniajacych »dokladnosé« pozycjonowania réwng 0,4 mil morskich
lub mniejszg (lepsza);

b.  nastepujace »technologie« »rozwoju« »aktywnych systeméw sterowania lotem« (facznie z »systemami
elektronicznymi« lub »$wiattowodowymi«) do:

1. »technologii« fotonicznej do wykrywania stanu elementéw sterujacych »statku powietrznego« lub
lotu, przesylania danych kontroli lotu lub sterowania ruchem urzadzenia uruchamiajacego,
»wymaganego« w »aktywnych systemach sterowania lotem« opartych na »$wiattowodache;

2. nieuzywane;

3. algorytméw uzywanych w czasie rzeczywistym do analizowania informacji z czujnika czesci
skfadowych w celu przewidywania i prewencyjnego ograniczania zblizajacego si¢ zuzycia
i awarii czg$ci skfadowych w »aktywnym systemie sterowania loteme;

Uwaga: Pozycja 7E004.b.3. nie obejmuje kontrolg algorytméw stosowanych do celéw obstugi
w trybie off-line.

4. algorytméw uzywanych w czasie rzeczywistym do identyfikowania awarii czgsci sktadowych
i przekonfigurowywania elementéw sterowania sita i momentem w celu ograniczania zuzycia
i awarii »aktywnego systemu sterowania loteme;

Uwaga: Pozycja 7E004.b.4. nie obejmuje kontrolg algorytmow stuzgcych eliminowaniu skutkéw
bledéw poprzez poréwnanie Zrodet redundantnych danych lub odpowiedzi wstepnie
zaplanowanych off-line z przewidywanymi awariami.

5.  integracji systemu sterowania cyfrowego, danych z systemu nawigacyjnego i napedowego
w jeden system cyfrowego kierowania lotem dla »kompleksowego sterowania lotems;

Uwaga: Pozycja 7E004.b.5. nie obejmuje kontrolg:

a.  »technologii« integracji cyfrowych systemdw sterowania lotem, danych nawigacyjnych
i danych kontrolnych ukladu napedowego do systemu cyfrowego kierowania lotem
w celu ‘optymalizagji toru lotu’;

b.  »technologii« przyrzgdéw kontroli lotu dla »statkéw powietrznyche, zintegrowanych
wylgcznie z systemami nawigacyjnymi i podchodzenia do lgdowania, takimi jak
VOR, DME, ILS lub MLS.

Uwaga techniczna:

‘Optymalizacja toru lotu’ jest to procedura minimalizujgca odchylenia od czterowymiarowego
(przestrzeti i czas) wymaganego toru lotu, oparta na maksymalnym wykorzystaniu pracy lub
efektywnosci w realizacji zadania.

6.  nieuzywane;
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7E004 b.  (cigg dalszy)

7. »technologii« »wymaganych« do sformulowania wymogéw funkcjonalnych dotyczacych
»systemOw sterowania elektronicznego« spelniajacych wszystkie ponizsze kryteria:

a.

sterowanie stabilnoicia platowca z wykorzystaniem ‘petli wewnetrznej’ wymagajace
czestotliwosci zamykania petli o wartosci co najmniej 40 Hz; oraz

Uwaga techniczna:

Do celéw pozycji 7E004.b.7.a. ‘petla wewnetrzna’ odnosi sig do funkcji »aktywnych systemow
sterowania lotemc, ktdre automatyzujg sterowanie stabilnoscig ptatowca.

spelniajace ktérekolwiek z ponizszych kryteriéw:

1. korygowanie aerodynamicznie niestabilnego platowca, mierzonego w dowolnym
punkcie projektowej obwiedni osiagéw, ktéry utracitby odzyskiwalng sterownos¢,
gdyby korekta nie nastapita w ciagu 0,5 sekundy;

2. laczenie sterowania w dwodch lub wigkszej liczbie osi, przy réwnoczesnym
kompensowaniu ‘nieprawidlowych zmian stanu statku powietrznego’;

Uwaga techniczna:

Do celéw pozycji 7E004.b.7.b.2. ‘nieprawidtowe zmiany stanu statku powietrznego’ obejmujg
uszkodzenie strukturalne w trakcie lotu, utrate ciggu silnika, unieruchomienie powierzchni
sterujgcej lub destabilizujgce zmiany uozenia tadunku.

3. wykonywanie funkgji okreslonych w pozycji 7E004.b.5.; lub

Uwaga: Pozycja 7E004.b.7.b.3. nie obejmuje kontrolg automatycznych pilotow.

4. umozliwianie »statkowi powietrznemu« prowadzenie stabilnego kontrolowanego
lotu, poza startem lub lagdowaniem, pod katem natarcia wigkszym niz 18 stopni,
przy slizgu bocznym pod katem 15 stopni, przy pochyleniu lub odchyleniu o 15
stopnifsekundg, lub przy predkosci katowej podczas wykonywania beczki
wynoszacej 90 stopni/sekunde;

8.  »technologiic »wymaganych« do sformulowania wymogéw funkcjonalnych dotyczacych
»systemOw sterowania elektronicznego«, by spelnily wszystkie ponizsze kryteria:

a.  zachowanie kontroli nad »statkiem powietrznym« w przypadku sekwencji dwoch
pojedynczych awarii w »systemie sterowania elektronicznego¢; oraz
b.  prawdopodobiefistwo utraty kontroli nad »statkiem powietrznyme« mniejsze (lepsze) niz 1
x 10 awarii na godzing lotu;
Uwaga: Pozygja 7E004.b. nie obejmuje kontrolg »technologii«c zwigzanej z popularnymi elementami
i funkcjami komputeréw (np. przyjmowanie sygnatu wejsciowego, transmisja sygnatu wyjsciowego,
tadowanie »programu« komputerowego i danych, wbudowany test, mechanizmy planowania zadari)
niezapewniajgcej okreslonej funkgji kontroli lotu.
c.  nastepujace rtechnologie« do »rozwoju« systeméw do $migltowcow:

1. wieloosiowe systemy sterowania elektronicznego i $wiattowodowego, w ktérych potaczono
funkcje co najmniej dwéch z wymienionych ponizej systeméw w jeden zespot sterowania:

a.
b.

C.

system sterowania skokiem ogdlnym;
system sterowania skokiem okresowym topat;

system kierowania odchyleniem kursowym;

2. »sterowane cyrkulacyjnie (optywowo) systemy kompensacji momentu lub sterowania kierunkiem

lotug;

3. lopatki wirnika z ‘profilami o zmiennej geometrii’ opracowane do systeméw umozliwiajacych
niezalezne sterowanie poszczegdlnymi fopatami.
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Uwaga techniczna:

Do celéw pozycji 7E004.c.3. ‘profile o zmiennej geometrii’ oznaczajg profile, w ktérych zastosowano klapy
lub inne plaszczyzny na krawedzi sptywu lub sloty lub osadzone przegubowo noski na krawedzi natarcia,
ktorymi mozna sterowal w locie.

»Technologie« wedtug uwagi ogdlnej do technologii do »uzytkowania« urzadzen wymienionych w pozycjach
7A001 do 7A006, 7A101 do 7A106, 7A115 do 7A117, 7B001, 7B002, 7B003, 7B102, 7B103, 7D101

do 7D103.

Nastepujace »technologie« do zabezpieczania podzespoléw awioniki i elektrycznych przed impulsem
elektromagnetycznym (EMP) i zagrozeniem zakldceniami elektromagnetycznymi ze zrédel zewnetrznych:

stechnologie« projektowania ekranowania;

b.  »technologie« projektowania dla konfigurowania odpornych obwodéw elektrycznych i podukladéw;

c.  »technologie« projektowania dla wyznaczania kryteriéw uodporniania w odniesieniu do technologii
wymienionych powyzej w pozycjach 7E102.a.1 7E102.b.

»Technologie« scalania danych z systeméw sterowania lotem, naprowadzania i napedu w system zarzadzania
lotem w celu optymalizacji toru lotu rakiet.

CZESC X

Kategoria 8

KATEGORIA 8 - URZADZENIA OKRETOWE

8A

8A001

Systemy, urzadzenia i cze$ci sktadowe

Nastepujace plywajace jednostki podwodne lub nawodne:

NB.

Poziom kontroli urzgdzeri do pojazdéw podwodnych okreslono w nastgpujgcych pozycjach:
—  kategoria 6 —w zakresie czujnikéw,
—  kategoria 7 i 8 —w zakresie urzgdzen nawigacyjnych,

—  kategoria 8.A — w zakresie urzgdzeti podwodnych.

a.  zalogowe pojazdy podwodne na uwigzi, zaprojektowane do dzialania na glgbokosciach wigkszych niz
1000 m;

b.  zalogowe, swobodne pojazdy podwodne spelniajace ktorekolwiek z ponizszych kryteriéw:

1.

3.

zaprojektowane do ‘autonomicznego dzialania’ i posiadajace no$nos¢ stanowiaca jednocze$nie:
a. 10 % lub wiecej ich wagi w powietrzu; oraz

b. 15 kN lub wiecej;

zaprojektowane do dzialania na glebokosciach wigkszych niz 1 000 m; lub

spelniajace wszystkie z ponizszych kryteriow:

a.  zaprojektowane do cigglego ‘autonomicznego dzialania’ przez 10 lub wigcej godzin; oraz

b. o ‘zasiggu’ 25 lub wigcej mil morskich;

Uwagi techniczne:

1.

Na potrzeby pozycji 8A001.b. termin ‘dziatanie autonomiczne’ dotyczy dziatari prowadzonych przez
pojazd podwodny (majgcy uktad napedowy pracujgcy pod wodg lub nad wodg) w catkowitym zanurzeniu,
bez chrap, przy wszystkich systemach pracujgcych i krgzeniu z minimalng predkoscig, przy ktérej pojazd
podwodny moze bezpiecznie regulowac dynamicznie glebokos¢ zanurzenia za pomocg wylgcznie sterow
glebokosci, bez korzystania z pomocy nawodnej jednostki plywajgcej ani bazy nawodnej, na dnie lub
brzegu morza.
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2. Na potrzeby pozyci 8A001.b.3.b. ‘zasieg’ oznacza polowe maksymalnego dystansu, w jakim pojazd

podwodny moze ‘dziatal autonomicznie’.
c.  nastepujace bezzalogowe pojazdy podwodne:

1. bezzalogowe pojazdy podwodne spelniajace ktorekolwiek z ponizszych kryteriéw:

a.  majace mozliwos¢ decydowania o kursie wzgledem dowolnego systemu geograficznego
bez biezacej (w czasie rzeczywistym) pomocy cztowieka; lub

b.  majace akustyczne kanaly przesytania danych lub polecef;
C.  nieuzywane;

2. bezzalogowe pojazdy podwodne, niewymienione w pozycji 8A001.c.1., spelniajace wszystkie
ponizsze kryteria:
a.  zaprojektowane do pracy na uwigzi;
b.  zaprojektowane do dzialania na glebokosciach wigkszych niz 1 000 m;
c.  spehiajace ktérekolwiek z ponizszych kryteriow:

1. przeznaczenie do manewrowania z wlasnym napedem za pomocy silnikow
napedowych lub silnikéw odrzutowych objetych kontroly wedlug pozycji
8A002.a.2;; lub

2. Swiattowodowe kanaly przesylania danych;

d.  nieuzywane;
€. oceaniczne urzadzenia ratownicze o no$nosci powyzej 5 MN przeznaczone do ratowania obiektow
z glebokosci wigkszych niz 250 m i spetniajace ktérekolwiek z ponizszych kryteriéw:
1. dynamiczne systemy ustalania polozenia zdolne do utrzymania polozenia z dokladnoscig
do 20 m wzgledem danego punktu za pomocg systemu nawigacyjnego; lub
2. systemy nawigacyjne dzialajace wzgledem dna morza i zintegrowane systemy nawigacyjne,
przeznaczone do dzialania na glebokosciach wigkszych niz 1000 m i umozliwiajace
utrzymywanie potozenia wzgledem danego punktu z »dokladnosciag« do 10 m;
f.  nieuzywane;
nieuzywane;
nieuzywane;
i nieuzywane.
8A002 Nastepujace systemy okretowe, urzadzenia i elementy skladowe:
Uwaga: Podwodne instalacje telekomunikacyjne ujeto w kategorii 5 czgsé 1 — Telekomunikacja.
a.  nastepujace systemy, urzadzenia i elementy skladowe, specjalnie zaprojektowane lub zmodyfikowane

z przeznaczeniem do pojazdéw podwodnych i przeznaczone do dzialania na glebokosciach wigkszych
niz 1 000 m:

1.  obudowy ciSnieniowe lub kadluby sztywne o maksymalnej $rednicy wewnetrznej komory
powyzej 1,5 m;

2. elektryczne mechanizmy napedowe na prad staly oraz silniki specjalnie zaprojektowane do nich;

Uwaga techniczna:

Do celow pozycji 8A002.a.2. bezszczotkowe silniki prgdu statego mogg by¢ okreslane jako silniki prgdu
przemiennego z magnesami trwalymi (PMAC).

3. kable startowe i faczniki do nich, na bazie widkien optycznych i zaopatrzone w syntetyczne
elementy wzmacniajgce;

4. elementy wyprodukowane z materialéw wyszczegélnionych w pozycji 8C001;

ELL http://data.europa.eu/elijreg_del/2025/2003/oj

225/251



PL DzU. L z 14.11.2025

8A002 (cigg dalszy)

b.  systemy specjalnie zaprojektowane lub zmodyfikowane z przeznaczeniem do ‘automatycznego
sterowania’ ruchem urzadzeni do pojazdéw podwodnych objetych kontrolg wedlug pozycji 8A001,
korzystajace z danych nawigacyjnych, wyposazone w serwomechanizmy sterujace ze sprz¢zeniem
zwrotnym i umozliwiajace pojazdowi ktérekolwiek z ponizszych dziatan:

1. poruszanie si¢ w stupie wody w zasiggu 10 m od Scisle okreslonego punktu;
2. utrzymanie polozenia w stupie wody w zasiegu 10 m od okreslonego punktu; lub
3. utrzymanie polozenia w zasiggu do 10 m od kabla lezacego na dnie lub znajdujacego si¢ pod

dnem morza;

Uwaga techniczna:

Do celow pozycji 8A002.b. systemy ‘automatycznego sterowania’ majg zastosowanie do systeméw poktadowych
pojazdéw podwodnych.

ci$nieniowe penetratory Swiattowodowe do kadtubow;
d.  podwodne systemy wizyjne spetniajace wszystkie z ponizszych kryteriéw:

1. specjalnie zaprojektowane lub zmodyfikowane z przeznaczeniem do zdalnego kierowania
z pojazdu podwodnego; oraz

2. w ktérych zastosowano ktérekolwiek z nastepujacych rozwigzan technicznych umozliwiajacych
minimalizacj¢ zjawiska rozpraszania wstecznego:

a.  iluminatory o regulowanym zakresie; lub

b.  systemy »laserowe« o regulowanym zakresie;
e.  nieuzywane;
f.  nieuzywane;

g.  nastepujace instalacje o$wietleniowe specjalnie zaprojektowane lub zmodyfikowane z przeznaczeniem
do stosowania pod wodg:

1. stroboskopowe instalacje o$wietleniowe o energii strumienia $wietlnego powyzej 300 J na jeden
blysk i o szybko$ci powtarzania wigkszej niz 5 blyskéw na sekundg;

2. instalacje o$wietleniowe, w ktorych $wiatlo wytwarza tuk argonowy, specjalnie zaprojektowane
do dzialania na glebokosciach wigkszych niz 1 000 m;

h.  »roboty« specjalnie zaprojektowane do pracy pod woda, zarzadzane za pomoca dedykowanego
komputera i spelniajace ktérekolwiek z ponizszych kryteriéw:

1. wyposazenie w uklady sterujace »robotem« dzigki informacjom z czujnikéw mierzacych sity lub
momenty dzialajace na obiekty zewnetrzne lub odleglos¢ do zewngtrznego obiektu, lub
czujnikéw dotykowych »robota« wyczuwajacych obiekt zewnetrzny; lub

2. mozliwo§¢ dzialania z sita 250 N lub wigksza lub momentem 250 Nm lub wigkszym, i do
ktérych budowy zastosowano stopy na osnowie tytanowej lub »kompozytowe« »materiaty
widkniste lub wiokienkowec;

i.  zdalnie sterowane manipulatory przegubowe specjalnie zaprojektowane lub zmodyfikowane
z przeznaczeniem do stosowania w pojazdach podwodnych i spelniajace ktorekolwiek z ponizszych
kryteriow:

1.  wyposazenie w uklady sterujace ruchem manipulatora na podstawie informacji z czujnikéw
mierzacych ktorekolwiek z ponizszych:

a.  moment lub sile dzialajacg na obiekt zewnetrzny; lub
b.  dotyk manipulatora do obiektu zewnetrznego; lub
2. sterowanie na zasadzie proporcjonalnego odtwarzania ruchdéw operatora oraz posiadanie 5 lub

wigcej stopni ‘swobody ruchu’;

Uwaga techniczna:

Do celéw pozycji 8A002.1.2. przy okreslaniu liczby stopni ‘swobody ruchu’ bierze sig pod uwage wylgcznie
te funkje, w ktdrych wykorzystywane jest proporcjonalne sterowanie ruchem z wykorzystaniem pozycyjnego
sprzgZenia zwrotnego.
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j-

k.

nastepujace uklady napedowe niezalezne od doplywu powietrza, specjalnie zaprojektowane do
dziatania pod wodg:

1. niezalezne od powietrza systemy napedowe z silnikami pracujgcymi wedlug obiegu Braytona
(Joula) lub Rankina, wyposazone w jeden z wymienionych ponizej ukladéw:
a.  chemiczne uklady oczyszczajace lub absorpcyjne specjalnie zaprojektowane do usuwania
dwutlenku wegla, tlenku wegla i czgstek stalych zawieszonych w gazie wydechowym
z silnika pracujgcego w obiegu z recyrkulacja;
b.  specjalne uklady przystosowane do pracy na gazach jednoatomowych;
c.  urzadzenia lub obudowy specjalnie zaprojektowane do tlumienia pod wody szuméw
o czestotliwo$ciach ponizej 10 kHz, lub specjalne urzadzenia mocujace, ostabiajace skutki
wstrzgsow; lub
d.  systemy spelniajace wszystkie ponizsze kryteria:
1. specjalnie zaprojektowane do prasowania produktéw reakcji lub do regeneracji
paliw;
2. specjalnie zaprojektowane do skladowania produktéw reakeji; oraz
3. specjalnie zaprojektowane do usuwania produktéw reakcji w warunkach ci$nienia
zewnetrznego 100 kPa lub wickszego;
2. niezalezne od powietrza systemy napedowe z silnikami wysokopreznymi (obieg Diesla)
wyposazone we wszystkie z wymienionych ponizej ukladéw:
a.  chemiczne uklady oczyszczajace lub absorpcyjne specjalnie zaprojektowane do usuwania
dwutlenku wegla, tlenku wegla i czastek stalych zawieszonych w gazie wydechowym
z silnika pracujacego w obiegu z recyrkulacja;
b.  specjalne uktady przystosowane do pracy na gazach jednoatomowych;
c.  urzadzenia lub obudowy specjalnie zaprojektowane do tlumienia pod woda szuméw
o czestotliwo$ciach ponizej 10 kHz, lub specjalne urzgdzenia mocujace, ostabiajgce skutki
Wstrzasow; oraz
d.  specjalne uklady wydechowe o nieciaglym odprowadzaniu produktéw spalania;
3. niezalezne od powietrza uklady energetyczne na »ogniwach paliwowych« o mocy powyzej 2 kW
i wyposazone w ktérekolwiek z ponizszych:
a.  urzadzenia lub obudowy specjalnie zaprojektowane do tlumienia pod woda szuméw
o czestotliwoéciach ponizej 10 kHz, lub specjalne urzgdzenia mocujace, ostabiajace skutki
wstrzasow; lub
b.  systemy spelniajace wszystkie ponizsze kryteria:
1. specjalnie zaprojektowane do prasowania produktéw reakcji lub do regeneracji
paliw;
2. specjalnie zaprojektowane do sktadowania produkt6éw reakcji; oraz
3. specjalnie zaprojektowane do usuwania produktéw reakcji w warunkach ci$nienia
zewnetrznego 100 kPa lub wigkszego;
4. niezalezne od powietrza systemy napedowe z silnikami pracujacymi wedlug obiegu Stirlinga,
wyposazone we wszystkie z ponizszych ukladow:
a.  urzadzenia lub obudowy specjalnie zaprojektowane do tlumienia pod wodg szuméw
o czgstotliwosciach ponizej 10 kHz, lub specjalne urzgdzenia mocujace, ostabiajace skutki
wstrzasow; oraz
b.  specjalne uklady wydechowe do usuwania produktéw spalania w warunkach ci$nienia
zewngetrznego 100 kPa lub wigkszego;
nieuzywane;
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I nieuzywane;
m. nieuzywane;
n.  nieuzywane;

o.  nastepujace pedniki, uklady przenoszenia napedu, generatory mocy i uklady ttlumienia szuméw oraz
powigzany sprzet:

1.  nieuzywane;

2. nastgpujace pedniki Srubowe, generatory mocy lub uklady przenoszenia napedu zaprojektowane
dla jednostek plywajacych:

a.  $ruby napedowe o regulowanym skoku oraz zespoly piast do $rub o mocy nominalnej
powyzej 30 MW;

b.  elektryczne silniki napedowe z wewnetrznym chlodzeniem cieczowym o mocy wyjsciowej
powyzej 2,5 MW;

c.  »nadprzewodnikowe« silniki napedowe o mocy wyjsciowej powyzej 0,1 MW;

d.  uklady przeniesienia napedu zawierajgce waly »kompozytowe« i zaprojektowane do
przenoszenia mocy powyzej 10 MW;

e.  wentylowane lub podobne napedy $rubowe o mocy nominalnej powyzej 2,5 MW;

3. Nastepujace uklady thumienia szumdw i towarzyszacy im sprzet, opracowane do uzytkowania na
jednostkach plywajacych o wypornosci 1 000 ton lub wyzszej:

a.  uklady tlumienia szuméw podwodnych o czgstotliwosciach ponizej 500 Hz, skladajace si¢
ze zlozonych systeméw montazowych stuzacych do izolacji akustycznej silnikéw
wysokopreznych, zespoléw generatoréw wysokopreznych, turbin gazowych, zespolow
generatoréw gazowych, silnikéw napedowych lub napedowych przektadni redukcyjnych,
specjalnie zaprojektowane do tlumienia dzwigkéw lub wibracji i majace masg stanowiaca
ponad 30 % masy urzadzef, na ktérych majg by¢ zamontowane;

b.  ‘aktywne uklady ttumienia lub eliminacji szuméw’ lub lozyska magnetyczne, specjalnie

zaprojektowane do ukladéw przenoszenia napedu;

Uwaga techniczna:

Do celow pozycji 8A002.0.3.b. ‘aktywne uklady tlumienia lub eliminacji szumdéw’ sg wyposazone
w elektroniczne uklady sterowania umozliwiajgce aktywne zmniejszanie wibracji urzgdzeri poprzez
bezposrednie generowanie do Zrédta dZwigkéw sygnatow thumigcych dzwieki i wibragje.

4. elektryczne silniki napedowe z magnesami stalymi specjalnie zaprojektowane z przeznaczeniem
do pojazdéw podwodnych, o mocy wyjsciowej powyzej 0,1 MW.
Uwaga: pozycja 8A002.0.4. obejmuje uktady napedowe wykorzystujgce pednik wiericowy.
p.  strugowodne uklady napedowe spelniajace wszystkie z ponizszych kryteriéw:
1. moc wyjSciowa powyzej 2,5 MW; oraz

2. w ktérych, w celu poprawy sprawnosci napedu lub zmniejszenia rozchodzacego si¢ pod woda
wytworzonego dzwicku, pochodzacego z ukladu napedowego, zastosowano dysze rozbiezne
oraz fopatki kierujgce przeptywem;

g.  nastepujace niezalezne aparaty do nurkowania i plywania podwodnego:
1. aparaty o zamknietym obiegu;

2. aparaty o pblzamknietym obiegu;

Uwaga: Pozycja 8A002.q. nie obejmuje kontrolg aparatow indywidualnych, kiedy towarzyszg one
uzytkownikowi do jego osobistego uzytku.

N.B. W przypadku sprzgtu i urzgdzeri zaprojektowanych specjalnie do zastosowar wojskowych ZOB.
WYKAZ UZBROJENIA.
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8B001

8C

8C001

8D

8D001

8D002

8E

8E001

8E002

(cigg dalszy)

r.  akustyczne systemy odstraszania nurkéw specjalnie zaprojektowane lub zmodyfikowane, by zaklécaé
pracg nurkéw i posiadajgce poziom ci$nienia akustycznego réwny lub przekraczajacy 190 dB (poziom
odniesienia 1 pPa na 1 m) na czgstotliwosciach 200 Hz i nizszych.

Uwaga 1:  Pozycja 8A002.1. nie obejmuje kontrolg systeméw odstraszania nurkéw opartych na podwodnych
urzgdzeniach wybuchowych, pistoletach powietrznych lub Zrédtach spalania.

Uwaga 2:  Pozycja 8A002.r. obejmuje akustyczne systemy odstraszania nurkéw korzystajgce z iskiernikow,
znane réwniez jako plazmowe Zrédta dzwigku.

Urzadzenia testujace, kontrolne i produkcyjne

Tunele wodne zaprojektowane tak, by ich szum tla wynosil ponizej 100 dB (odpowiednik 1 pPa, 1 Hz)
w pasmie czestotliwosci przekraczajacej 0 Hz, ale nieprzekraczajacej 500 Hz, przeznaczone do pomiaru pél
akustycznych wytwarzanych przez przepltywy cieczy wok6t modeli uktadéw napedowych.

Materialy

‘Pianka syntaktyczna’ (porowata) do uzytku pod wodg spelniajagca wszystkie ponizsze kryteria:

N.B. Zob. réwniez pozycja 8A002.a.4.
a.  przeznaczenie do stosowania na glebokosciach wigkszych niz 1 000 m; oraz

b.  gesto$¢ ponizej 561 kg/m?;

Uwaga techniczna:

Do celéw pozycji 8CO01. ‘pianka syntaktyczna’ sktada si¢ z pustych w srodku kuleczek z tworzywa sztucznego lub szkla
osadzonych w »matrycy« z Zywicy.

Oprogramowanie

»Oprogramowanie« specjalnie zaprojektowane lub zmodyfikowane z przeznaczeniem do »rozwojus,
»produkcji« lub »uzytkowania« urzadzen lub materialéw objetych kontrolg wedlug pozycji 8 A, 8B lub 8C;

»Oprogramowanie« specjalne, zaprojektowane lub zmodyfikowane z przeznaczeniem do »rozwojuc,
sprodukcji«, napraw, remontéw lub modernizacji (ponownej obrébki skrawaniem) $rub, specjalnie w celu
tlumienia generowanych przez nie pod wodg szuméw.

Technologia

»Technologia«, zgodnie z uwaga ogdlng do technologii, stuzgca do »rozwoju« lub »produkgjic sprzetu lub
materialéw wyszczegdlnionych w pozycji 8 A, 8B lub 8C.

Inne »technologie, takie jak:

a.  »technologie« do »rozwoju¢, »produkejic, napraw, remontéw lub modernizacji (ponownej obrdbki
skrawaniem) $rub, specjalnie skonstruowanych w celu tlumienia generowanych przez nie pod woda
szumow.

b.  »technologie« do remontéw lub modernizacji urzadzen objetych kontrolg wedtug pozycji 8A001

lub 8A002.b., 8A002.,)., 8A002.0. lub 8A002.p.;

c.  »technologia« stosownie do uwagi ogélnej do technologii w odniesieniu do »rozwoju« lub »produkgjic
ktéregokolwiek z ponizszych:

1. pojazdy na poduszce powietrznej (odmiana z pelnym fartuchem bocznym) spelniajace wszystkie
ponizsze kryteria:

a.  maksymalng predkos¢ projektowq z pelnym obcigzeniem przekraczajgca 30 weztéw przy
falach o wysokosci 1,25 m lub wyzszej;

b.  ci$nienie powietrza w poduszce powyzej 3 830 Pa; oraz

c.  stosunek masy pustej jednostki ptywajacej do catkowicie obcigzonej ponizej 0,70;
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8E002

c.  (cigg dalszy)

2. pojazdy na poduszce powietrznej (odmiana ze sztywnymi burtami) o maksymalnej predkosci
obliczeniowej z pelnym obcigzeniem powyzej 40 weztéw przy falach o wysokosci 3,25 m lub
wigkszej;

3. wodoloty wyposazone w aktywne systemy automatycznego sterowania polozeniem platéw
no$nych, o maksymalnej predkosci obliczeniowej z pelnym obcigzeniem réwnej lub wyzszej
od 40 weztéw przy falach o wysokosci 3,25 m lub wigkszej; lub

4. Yednostki plywajace o malym polu przekroju wodnicowego’ spelniajace ktdrekolwiek
z ponizszych kryteriéw:

a.  wypornoé¢ z pelnym obcigzeniem powyzej 500 ton i maksymalna predkosé obliczeniows
z pelnym obcigzeniem powyzej 35 weztéw przy falach o wysokosci 3,25 m lub
wigkszej; lub

b.  wyporno$¢ z pelnym obcigzeniem powyzej 1500 ton i maksymalna predkosé
obliczeniowa z pelnym obcigzeniem powyzej 25 weztdéw przy falach o wysokosci 4 m lub
wigkszej;

Uwaga techniczna:

Do celow pozycji 8E002.c.4. jednostke plywajgcg o malym polu przekroju wodnicowego’ definiuje sig

wedlug  nastgpujgcego  wzoru: pole przekroju wodnicowego przy konstrukeyjnym  zanurzeniu

eksploatacyjnym mniejsze od 2 x (wyparta objetosC przy konstrukcyjnym zanurzeniu eksploatacyjnym)?°.
CZESC XI

Kategoria 9

KATEGORIA 9 - KOSMONAUTYKA, AERONAUTYKA I NAPED

9A

9A001

Systemy, urzadzenia i czg$ci skltadowe

N.B. Dla uktadéw napedowych specjalnie zaprojektowanych lub zabezpieczonych przed promieniowaniem
neutronowym lub przenikliwym promieniowaniem jonizujgcym ZOB. WYKAZ UZBROJENIA.

Nastepujace silniki lotnicze z turbing gazowg spelniajace ktérekolwiek z ponizszych kryteriow:

N.B. ZOB. TAKZE POZYCJA 9A101.

a.  silniki, w ktérych zastosowano jedng z »technologii« objetych kontrolg wedlug pozycji 9E003.a.
lub 9E003.h., ub 9E003.i.

Uwaga 1:  Pozycja 9A001 nie obejmuje kontrolg silnikéw lotniczych z turbing gazowg spelniajgcych wszystkie
ponizsze kryteria:

a.  sg certyfikowane przez organy lotnictwa cywilnego co najmniej jednego paristwa
czbonkowskiego UE lub paristwa uczestniczgcego w porozumieniu z Wassenaar; oraz

b.  przeznaczenie do napedzania niewojskowych zatogowych »statkow powietrznyche, dla
ktérych organy lotnictwa cywilnego co najmniej jednego patistwa czlonkowskiego UE lub
paristwa uczestniczgcego w porozumieniu z Wassenaar wydaly ktdrykolwiek z nastepujgcych
dokumentow, odnoszgcych sig do »statku powietrznego« wyposazonego w silnik tego wlasnie

typu:

1. certyfikat zezwalajgcy na zastosowanie cywilne; lub

2. réwnowaziny dokument uznawany przez Migdzynarodowg Organizacje Lotnictwa
Cywilnego (ICAO);

Uwaga 2:  Pozycja 9A001 nie obejmuje kontrolg silnikéw lotniczych z turbing gazowq zaprojektowanych do
pomocniczych jednostek mocy zatwierdzonych przez organy lotnictwa cywilnego co najmniej
jednego patistwa cztonkowskiego UE lub paristwa uczestniczgcego w porozumieniu z Wassenaar.

b.  Nieuzywane.
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9A002

9A003

9A004

‘Silniki okretowe z turbina gazowa' zaprojektowane do wykorzystywania paliwa cieklego i spelniajace
wszystkie ponizsze kryteria, oraz specjalnie do nich zaprojektowane zespoly i elementy:

a.  maksymalna moc ciggla robocza w »trybie stanu ustalonego« w standardowych warunkach odniesienia
okreslonych przez 1SO 3977-2:1997 (lub jego krajowy odpowiednik) wynoszaca 24 245 kW lub
wiecej; oraz

b.  ‘skorygowane jednostkowe zuzycie paliwa’ nieprzekraczajace 0,219 kg/kWh przy 35 % maksymalnej
mocy ciaglej i wykorzystaniu paliwa cieklego.

Uwaga: Termin ‘silniki okrgtowe z turbing gazowq’ obejmuje réwniez przemystowe silniki z turbing gazowg lub
zmodyfikowane silniki lotnicze z turbing gazowq, przystosowane do napedzania jednostek ptywajgcych
lub wytwarzania energii elektrycznej na jednostkach plywajgcych.

Uwaga techniczna:

Do celéw pozycji 9A002 ‘skorygowane jednostkowe zuzycie paliwa’ oznacza jednostkowe zuzycie paliwa przez silnik
skorygowane do Zeglugowego destylowanego paliwa ciektego o wartosci opatowej 42MJ/kg (ISO 3977-2:1997).

Nastepujace specjalne zespoly lub elementy, w ktorych zastosowano jedng z »technologii« objetych kontrola
wedlug pozycji 9E003.a., 9E003.h., 9E003.i. lub 9E003.k., przeznaczone do ktérychkolwiek z ponizszych
silnikéw lotniczych z turbing gazowy:

a.  wyszczegblnione w pozycji 9A001; lub

b.  skonstruowane lub wyprodukowane w panstwach innych niz panstwa czlonkowskie UE lub panstwa
uczestniczgce w porozumieniu z Wassenaar lub w paistwie nieznanym producentowi.

Nastepujace kosmiczne pojazdy nosne, »statek kosmicznys, »moduly tadunkowe statku kosmicznegos, »sprzet
shuzacy do wykonania misji statku kosmicznegos, systemy pokladowe lub wyposazenie »statku kosmicznegoc,
wyposazenie naziemne, latajace platformy startowe oraz »statki suborbitalne«

N.B. ZOB. TAKZE POZYCJA 9A104.

a.  kosmiczne pojazdy nosne;

b.  »statek kosmicznyc
N.B. Odnosnie do »statku suborbitalnego« zob. pozycja 9A004.h.
¢.  »moduly fadunkowe statku kosmicznego«;
d.  sprzet stuzacy do wykonania misji statku kosmicznego« obejmujacy elementy okreslone w pozycjach

3A001.b.1.a.4., 3A002.g., 5A001.a.1., 5A001.b.3., 5A002.c., 5A002.e., 6A002.a.1., 6A002.a.2.,
6A002.b., 6A002.d., 6A003.b., 6A004.c, 6A004.c., 6A008.d., 6A008.e., 6A008k, 6A008.l
lub 9A010.c.;

e.  systemy pokladowe lub wyposazenie specjalnie zaprojektowane do »statku kosmicznego« i posiadajace
ktérakolwiek z nastgpujacych funkeji:

1. obstuga danych sterowania i telemetrii;

Uwaga: Pozycja 9A004.e.1. obejmuje zarzgdzanie danymi modutu ladunkowego, ich
przechowywanie i przetwarzanie.

2. obsluga danych tadunku uzytecznego; lub

Uwaga: Pozycja 9A004.¢.2. obejmuje zarzgdzanie danymi »sprzgtu stuzgcego do wykonania misji
statku kosmicznegos, ich przechowywanie i przetwarzanie.

3. sterowanie polozeniem i kierunkiem orbitowania;

Uwaga: Pozygja 9A004.e.3 obejmuje wykrywanie i wzbudzanie w celu okreslenia polozenia
i kierunku »statku kosmicznego« oraz sterowania nimi.

N.B. W przypadku urzgdzeri zaprojektowanych specjalnie do zastosowati wojskowych ZOB. WYKAZ
UZBROJENIA.
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f.  nastgpujace wyposazenie naziemne, specjalnie zaprojektowane do »statku kosmicznego«:

1. wyposazenie telemetryczne i do zdalnego sterowania specjalnie zaprojektowane do
nastepujacych funkeji przetwarzania danych:

a.  telemetryczne przetwarzanie danych synchronizacji ramowej i korekty bledéw do
monitorowania statusu operacyjnego (zwanego tez statusem zdrowia i bezpieczenstwa)
»modutu fadunkowego statku kosmicznego«; lub

b.  przetwarzanie danych sterowania do formatowania danych sterowania wysylanych do
»statku kosmicznego« do celéw kontroli »modutu fadunkowego statku kosmicznegoc;

2. symulatory specjalnie zaprojektowane do ‘weryfikacji procedur operacyjnych’ statku

kosmicznego«;

Uwaga techniczna:

Do celéw pozycji 9A004.f.2. ‘weryfikacja procedur operacyjnych’ oznacza ktdrekolwick z ponizszych:
1. potwierdzenie sekwencji sterowania;

2. szkolenie operacyjne;

3. (wiczenia operacyjne; lub

4. analizg operacyjng.

g.  statek powietrzny« specjalnie zaprojektowany lub zmodyfikowany tak, by stuzyt jako latajaca
platforma startowa dla kosmicznych pojazdéw noénych lub »statkéw suborbitalnyche;

h.  »statek suborbitalny«.

9A005 Rakietowe systemy napedowe na paliwo ciekle zawierajagce jeden z systeméw lub elementéw
wyszczegblnionych w pozycji 9A006.

N.B. ZOB. TAKZE POZYCJE 9A105 I 9A119.

9A006 Nastepujace systemy lub elementy specjalnie zaprojektowane do rakietowych ukladow napedowych na
paliwo ciekle:

N.B. ZOB. TAKZE POZYCJE 9A106, 9A108 I 9A120.

a.  chlodziarki kriogeniczne, pokladowe pojemniki Dewara, kriogeniczne instalacje grzewcze lub
urzadzenia kriogeniczne zaprojektowane, by umozliwi¢ ograniczenie strat cieczy kriogenicznych do
poziomu ponizej 30 % rocznie;

b.  pojemniki kriogeniczne lub pracujgce w obiegu zamknietym uklady chlodzenia zaprojektowane, by
utrzymywac lub wytwarza¢ temperatury nieprzekraczajace 100 K (- 173,15 °C);

c.  urzadzenia do przechowywania lub transportu wodoru w formie mieszaniny fazy cieklej ze stalg
(zawiesiny);

d.  wysokoci$nieniowe (powyzej 17,5 MPa) pompy turbinowe, ich elementy lub towarzyszace im gazowe
lub pracujace w cyklu rozpreznym napedy turbinowe;

e.  wysokoci$nieniowe (powyzej 10,6 MPa) komory ciggu silnikow rakietowych i dysze do nich;

f.  urzadzenia do przechowywania paliw napedowych na zasadzie kapilarnej lub wydmuchowej (t.
z elastycznymi przeponami);

g.  witryskiwacze cieklych paliw napedowych, w ktorych $rednice pojedynczych otworkéw nie
przekraczajg 0,381 mm (pole powierzchni 1,14 x 102 cm? lub mniejsze dla otworkéw niekolistych)
i ktdre sa specjalnie zaprojektowane do silnikdw rakietowych na paliwo ciekle;

h.  wykonane z jednego elementu materiatu typu wegiel-wegiel komory ciggu lub wykonane z jednego
elementu materiatu typu wegiel-wegiel stozki wylotowe, ktérych gestosci przekraczaja 1,4 gfem’,
a wytrzymalosci na rozciaganie sa wigksze niz 48 MPa.
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9A007

9A008

9A009

9A010

Systemy napgdowe rakiet na paliwo stale spelniajace ktérekolwiek z ponizszych kryteriéw:

N.B. ZOB. TAKZE POZYCJE 9A107 1 9A119.
a.  impuls catkowity powyzej 1,1 MNs;

b.  impuls wlasciwy 2,4 kNs/kg lub wickszy w sytuacji wyplywu z dyszy do otoczenia w warunkach
istniejacych na poziomie morza przy ci$nieniu w komorze wyregulowanym na poziomie 7 MPa;

¢.  udzial masowy stopnia powyzej 88 % i procentowy udzial sktadnikéw stalych w paliwie powyzej 86 %;
d.  posiadajace elementy objete kontrolg wedtug pozycji 9A008; lub

e.  wyposazone w uklady izolacyjne i wigzgce paliwo, w ktérych zastosowano bezposrednio polaczone
konstrukcje silnikowe zapewniajgce »silne polaczenia mechaniczne« lub elementy barierowe
uniemozliwiajgce migracje chemiczng pomiedzy paliwem stalym a stanowigcym ostong materialem
izolacyjnym.

Nastepujace elementy specjalnie zaprojektowane do rakietowych ukladéw napedowych na paliwo stale:

N.B. ZOB. TAKZE POZYCJA 9A108.

a.  uklady izolacyjne i wiazace paliwo, w ktorych zastosowano wykladziny zapewniajace »silne polaczenia
mechaniczne« lub elementy barierowe uniemozliwiajgce migracje chemiczng pomiedzy paliwem
stalym a stanowigcym ostong materialem izolacyjnym;

b.  wykonane z widkien nawojowych »kompozytowe« ostony silnikéw o $rednicy powyzej 0,61 m lub
o ‘wskaznikach efektywnosci strukturalnej (PV/W) powyzej 25 km;

Uwaga techniczna:

Do celow pozycji 9A008.b. ‘wskaznik efektywnosci strukturalnej (PV/W)’ jest iloczynem cisnienia wybuchu (P)
i pojemnosci zbiornika (V) podzielonym przez catkowitq wagg zbiornika cisnieniowego (W).

c.  dysze o ciaggach powyzej 45 kN lub szybkosci erozyjnego zuzycia gardzieli ponizej 0,075 mm/s;

d.  dysze ruchome lub systemy sterowania wektorem ciggu za pomoca pomocniczego wtrysku plynéw
o ktérychkolwiek z nastepujacych parametrach:

1. ruch okrezny z odchyleniem katowym powyzej £ 5%
2. katowy obrét wektora ciggu rzedu 20°[s lub wigcej; lub

3. przyspieszenia katowe wektora ciggu rzedu 40°/s? lub wigksze.
Hybrydowe systemy napedowe rakiet spelniajace ktérekolwiek z ponizszych kryteriow:

N.B. ZOB. TAKZE POZYCJE 9A109 1 9A119.
a.  impuls catkowity powyzej 1,1 MNs; lub
b.  cigg powyzej 220 kN w warunkach prézni na wylocie.

Nastepujace specjalnie opracowane elementy, systemy lub struktury do rakiet no$nych lub systeméw
napedowych do rakiet no$nych lub »statkéw kosmicznych«

N.B. ZOB. TAKZE POZYCJE 1A002 I 9A110.

a.  eclementy i konstrukcje, kazda o masie przekraczajacej 10 kg, specjalnie zaprojektowane do pojazdéw
no$nych, wyprodukowane przy uzyciu ktoregokolwiek z nastepujacych materialéw:

1. materialéw »kompozytowych« skladajacych si¢ z »materiatéw widknistych lub wiékienkowyche
okreslonych w pozycji 1C010.e. oraz zywic okreslonych w pozycji 1C008 lub 1C009.b.;

2. materialdw kompozytowych« na »matrycy« metalowej wzmocnionych ktérymkolwiek
z ponizszych materiatow:

a.  materialéw okreslonych w pozycji 1C007;
b.  »materiatéw widknistych lub widkienkowych« okreslonych w pozycji 1C010; lub
c.  glinkéw okreslonych w pozycji 1C002.a.; lub
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9A010

9A011

9A012

a.

(cigg dalszy)
3. »materialéw kompozytowych« na »matrycy« ceramicznej okreslonych w pozycji 1C007;
Uwaga: Podany limit masy nie dotyczy ochronnych stozkéw czotowych rakiet.

elementy i konstrukcje specjalnie zaprojektowane do ukladéw napedowych pojazdéw noénych
okreslonych w pozycjach od 9A005 do 9A009, wyprodukowane przy uzyciu ktéregokolwiek
z nastepujacych materialéw:

1. »materialéw widknistych lub wldkienkowych« okreslonych w pozycji 1C010.e. oraz Zywic
okreslonych w pozycji 1C008 lub 1C009.b;

2. materialéow kompozytowych« na »matrycy« metalowej wzmocnionych ktérymkolwiek
z ponizszych materiatow:

a.  materialéw okre$lonych w pozycji 1C007;
b.  »materiatéw widknistych lub widkienkowych« okreslonych w pozycji 1C010; lub
c.  glinkéw okreslonych w pozycji 1C002.a.; lub

3. »materialéw kompozytowych« na »matrycy« ceramicznej okreslonych w pozycji 1C007;

czedci struktur i systemy izolacyjne specjalnie zaprojektowane w celu aktywnej kontroli odpowiedzi
dynamicznej lub odksztalcen struktur »statkéw kosmicznyche;

pulsacyjne silniki rakietowe na paliwo ciekle majace stosunek ciggu do masy réwny lub wigkszy niz
1 kN/kg i ‘czas odpowiedzi’ mniejszy niz 30 ms.

Uwaga techniczna:

Na potrzeby pozycji 9A010.d. ‘czas odpowiedzi’ to czas niezbedny do osiggniecia 90 % catkowitego ciggu
znamionowego od chwili rozruchu.

Silniki strumieniowe, naddzwigkowe silniki strumieniowe lub ‘silniki o cyklu kombinowanym’ oraz specjalnie
do nich zaprojektowane elementy.

NB.

ZOB. TAKZE POZYCJE 9A11119A118.

Uwaga techniczna:

Do celow pozycji 9A011 ‘silniki o cyklu kombinowanym’ stanowig polgczenie co najmniej dwdch nastepujgcych typow
silnikow:

silnik z turbing gazowq (silniki turboodrzutowe, turbosmigtowe i turbowentylatorowe);
silnik strumieniowy lub naddzwigkowy silnik strumieniowy;

silnik rakietowy (na paliwo ciekle, zelowe, stale i z napgdem hybrydowym).

Nastepujace »bezzalogowe statki powietrzne« (\UAV«), bezzalogowe »pojazdy powietrzne«, zwigzane z nimi
sprzet i komponenty:

N.B.1. ZOB. TAKZE POZYCJA 9A112.
N.B.2. W przypadku »UAV « bedgcego »statkiem suborbitalnyme« zob. pozycje 9A004.h.
a.  »UAV« lub bezzalogowe »pojazdy powietrzne« zaprojektowane tak, by mozliwy byt ich kontrolowany

lot poza zasiggiem ‘bezposredniego widzenia’ ‘operatora’ i spelniajace ktérekolwiek z ponizszych
kryteriow:

1. spelniajagce wszystkie z ponizszych kryteriéw:

a.  ktérych maksymalna ‘wytrzymalo$¢’ wynosi co najmniej 30 minut, lecz ponizej 1 godziny;
oraz

b.  zaprojektowane do startowania i utrzymywania stabilnego kontrolowanego lotu
w porywach wiatru wynoszacych co najmniej 46,3 km/h (25 wezlow); lub

2. ktérych ‘wytrzymato$¢ wynosi co najmniej 1 godzing;
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Uwagi techniczne:

Do celéw pozycji 9A012.a.:

1. ‘Operatorem’ jest osoba, ktdra rozpoczyna lot »UAV« lub bezzatogowego »pojazdu powietrznego« lub
steruje nim.

2. ‘Wytrzymalo$¢' nalezy obliczal dla warunkow ISA (ISO 2533:1975) na poziomie morza przy zerowym
wietrze.

3. ‘Bezposrednie widzenie’ oznacza wzrok cztowieka nieuzywajgcego dodatkowych urzgdzeti, bez wzgledu na to,
czy uzywa soczewek korekcyjnych.

b.  powiazane urzadzenia i elementy skladowe:
1.  nieuzywane;
2. nieuzywane;

3. sprzet lub elementy specjalnie zaprojektowane do przeksztalcania zalogowego »statku
powietrznego« lub zalogowego »pojazdu powietrznego« w »UAV« lub bezzalogowy »pojazd
powietrzny«, wyszczeg6lnione w pozycji 9A012.a.;

4. tlokowe lub obrotowe silniki wewnetrznego spalania, ktére potrzebuja powietrza do spalania,
specjalnie zaprojektowane lub zmodyfikowane po to, by wynosi¢ »UAV« lub bezzalogowe
»pojazdy powietrzne« na wysoko$¢ wiekszg niz 15 240 m (50 000 stép).

9A101 Nastepujace silniki turboodrzutowe i turbowentylatorowe, inne niz wyszczegdlnione w pozycji 9A001:
a.  silniki spelniajace wszystkie ponizsze kryteria:
1. ‘warto$¢ ciagu maksymalnego’ powyzej 400 N z wylaczeniem silnikéw certyfikowanych przez

instytucje cywilne, majacych ‘warto$¢ ciggu maksymalnego’ powyzej 8 890 N;
2. jednostkowe zuzycie paliwa 0,15 kg N'' h' lub mniejsze;
3. ‘sucha masa’ mniejsza niz 750 kg; oraz

4.  ‘Srednica wirnika pierwszego stopnia’ mniejsza niz 1 m;

Uwagi techniczne:

1. Do celow pozygi 9A101.a.1. ‘wartos¢ ciggu maksymalnego’ oznacza wykazany przez producenta
maksymalny cigg dla danego typu silnika przed zamontowaniem na poziomie morza w warunkach
statycznych i w standardowej atmosferze okreslonej przez ICAO. Wartos¢ ciggu certyfikowana dla
zastosowari cywilnych bedzie réwna lub nizsza niz wykazany przez producenta maksymalny cigg dla
danego typu silnika przed zamontowaniem.

2. Jednostkowe zuzycie paliwa jest okreslane przy maksymalnym ciggu trwalym dla danego typu silnika przed
zamontowaniem na poziomie morza w warunkach statycznych i w standardowej atmosferze okreslonej

przez ICAO.

3. ‘Sucha masa’ oznacza masg silnika bez plynéw (paliwa, cieczy hydraulicznej, oleju itp.) i nie obejmuje
gondoli (obudowy).

4. ‘Stednica wirnika pierwszego stopnia’ oznacza Srednicg pierwszego wirujgcego stopnia silnika, nawet

wentylatora lub sprezarki, mierzong na czotowej krawedzi koricowki fopatki.

b.  silniki zaprojektowane do »pociskéw rakietowych« lub zmodyfikowane w tym celu lub »bezzalogowe
statki powietrzne« wyszczegdlnione w pozycji 9A012 lub 9A112.a.

9A102 ‘Systemy silnikéw turbo$miglowych’ specjalnie zaprojektowane do »bezzalogowych statkéw powietrznyche
wyszczegblnionych w pozycji 9A012 lub 9A112.a. oraz specjalnie do nich zaprojektowane elementy
o ‘mocy maksymalnej’ powyzej 10 kW.

Uwaga: Pozycja 9A102 nie obejmuje kontrolg silnikéw certyfikowanych przez instytucje cywilne.
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Uwagi techniczne:
1. Do celow pozycji 9A102 ‘system silnikéw turbosmigtowych’ obejmuje wszystkie ponizsze elementy:
a.  silnik turbowatowy; oraz

b.  uklady przenoszenia napedu stuzgce do przenoszenia mocy na smiglo.

2. Do celow pozycji 9A102 ‘moc maksymalna’ dla silnika przed zamontowaniem osiggana jest na poziomie morza
w warunkach statycznych i w standardowej atmosferze okreslonej przez ICAO.

9A104 Rakiety meteorologiczne (sondujace) o zasiegu co najmniej 300 km.
N.B. ZOB. TAKZE POZYCJA 9A004.

9A105 Nastepujace silniki rakietowe na paliwo ciekle lub silniki rakietowe na zelowe paliwa napedowe:
N.B. ZOB. TAKZE POZYCJA 9A119.

a.  silniki rakietowe na paliwo ciekte lub silniki rakietowe na zelowe paliwa napedowe nadajgce si¢ do
»pociskow rakietowyche, rozne od wymienionych w pozycji 9A005 zintegrowane lub zaprojektowane
lub zmodyfikowane w celu zintegrowania w ukfadach napedowych na paliwo ciekle lub paliwo zelowe
majace impuls calkowity réwny lub wigkszy niz 1,1 MNs;

b.  silniki rakietowe na paliwo ciekle lub silniki rakietowe na zelowe paliwa napedowe nadajace si¢ do
kompletnych systeméw rakietowych lub bezzalogowych statkéw powietrznych o zasiggu co najmniej
300 km, rézne od wymienionych w pozycji 9A005 lub 9A105.a. zintegrowane lub zaprojektowane
lub zmodyfikowane w celu zintegrowania w ukladach napedowych na paliwo ciekle lub paliwo zelowe
majace impuls catkowity réwny lub wigkszy niz 0,841 MNs.

9A106 Nastepujace systemy lub czesci skladowe, inne niz wyszczegélnione w pozycji 9A006, specjalnie
zaprojektowane do uktadéw napedowych rakiet na paliwo ciekle lub na zelowe paliwa napgdowe:
a.  nieuzywane;
b.  nieuzywane;

c.  podzespoly do sterowania wektorem ciagu, nadajace si¢ do stosowania w »pociskach rakietowych;

Uwaga techniczna:

Do sposobdw sterowania wektorem ciggu wyszczegdlnionych w pozycji 9A106.c. nalezg np.:
1. dysza regulowana;

2. dodatkowy wtrysk cieczy lub gazu;

3. ruchoma komora silnika lub dysza wylotowa;

4. odchylanie strumienia gazow wylotowych za pomocg topatek kierowniczych (nastawnych) lub systemow
wiryskiwaczy; lub

5. uzywanie klapek oporowych.

d.  zespoly do sterowania przeplywem plynnych, zawiesinowych i zelowych paliw napedowych (w tym
utleniaczy) oraz specjalnie zaprojektowane do nich elementy nadajace si¢ do stosowania w »pociskach
rakietowyche, skonstruowane lub zmodyfikowane pod katem eksploatacji w Srodowiskach, w ktérych
wystepujg drgania o Sredniej warto$ci kwadratowej wigkszej niz 10 g i o czgstotliwosci od 20 Hz
do 2 kHz.

Uwaga: Jedynymi objetymi  kontrolg w pozygi 9A106.d. serwozaworami, pompami i turbinami
gazowymi sg:

a.  serwozawory o objgtosciowym natgzeniu przeplywu réwnym lub wigkszym niz 24 litréw na minutg przy
cisnieniu absolutnym réwnym lub wigkszym niz 7 MPa i czasie reakcji roboczej ponizej 100 ms;
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b.  pompy do paliw plynnych o predkosciach obrotowych na wale 8 000 lub wigcej obrotéw na minute
w maksymalnym trybie pracy lub o ci$nieniu wylotowym réwnym lub wigkszym niz 7 MPa;

c.  turbiny gazowe do pomp turbinowych do paliw plynnych o predkosciach obrotowych na wale 8 000 lub
wigcej obrotéw na minute w maksymalnym trybie pracy;

e.  komory spalania i dysze do silnikéw rakietowych na paliwo ciekle lub silnikéw rakietowych na zelowe
paliwa napedowe wyszczeg6lnionych w pozycji 9A005 lub 9A105.

9A107 Silniki rakietowe na paliwo stale nadajace si¢ do kompletnych systeméw rakietowych lub bezzalogowych
statkéw powietrznych o zasiegu co najmniej 300 km, inne niz wyszczegélnione w pozycji 9A007 i majace
impuls catkowity réwny lub wigkszy niz 0,841 MNs.

N.B. ZOB. TAKZE POZYCJA 9A119.

9A108 Nastepujace podzespoly, inne niz wyszczegdlnione w pozycji 9A008 specjalnie zaprojektowane do ukladéw
napedowych do rakiet na paliwo stale i hybrydowych:

a.  ostony do silnikéw rakietowych i ich czesci skladowe stuzace do izolacji, nadajace si¢ do podsysteméw
wyszczegblnionych w pozycji 9A007, 9A009, 9A107 lub 9A109.a;

N.B. W przypadku materiatéw do izolacji luzem lub w postaci arkuszy, ZOB. TAKZE POZYCJA 9C108.

Uwaga:

W pozycji 9A108 izolaga przeznaczona do stosowania do czesci sktadowych silnika rakietowego, tj. ostony,
wlotéw dyszy, zamknie¢ oston, obejmuje utrwalone lub pdtutrwalone sktadniki kauczukowe, w tym maty
kauczukowe zawierajgce materiat ogniotrwaly lub izolacyjny. Mozna je réwniez stosowal na Klatki lub klapy
odprezajgce.

b.  dysze do silnikéw rakietowych, nadajace si¢ do podsysteméw wyszczeg6lnionych w pozycji 9A007,
9A009, 9A107 lub 9A109.a;

c.  podzespoly do sterowania wektorem ciagu, nadajace si¢ do stosowania w »pociskach rakietowych¢;

Uwaga techniczna:

Do sposobdw sterowania wektorem ciggu wyszczeg6lnionych w pozycji 9A108.c. nalezg np.:
1. dysza regulowana;

2. dodatkowy wtrysk cieczy lub gazu;

3. ruchoma komora silnika lub dysza wylotowa;

4. odchylanie strumienia gazéw wylotowych za pomocg lopatek kierowniczych (nastawnych) lub systemdow
wtryskiwaczy; lub

5. uzywanie klapek oporowych.

9A109 Nastepujace hybrydowe silniki rakietowe oraz specjalnie do nich zaprojektowane elementy:

a.  hybrydowe silniki rakietowe nadajace si¢ do wykorzystania w kompletnych systemach rakietowych lub
systemach bezzalogowych statkow powietrznych o zasiggu co najmniej 300 km, inne niz
wyszczeg6lnione w pozycji 9A009, majace impuls calkowity réwny lub wigkszy niz 0,841 MNs, oraz
specjalnie do nich zaprojektowane elementy;

b.  specjalnie zaprojektowane elementy skltadowe hybrydowych silnikéw rakietowych wyszczegdlnione
w pozycji 9A009 nadajace si¢ do »pociskéw rakietowyche.

N.B. ZOB. TAKZE POZYCJE 9A009 I 9A119.
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9A110 Materialy kompozytowe, laminaty i wyroby z nich, inne niz wyszczegdlnione w pozycji 9A010, specjalnie
zaprojektowane do ‘pociskoéw rakietowych’ lub podsysteméw wymienionych w pozycjach 9A005, 9A007,
9A105, 9A106.c., 9A107, 9A108.c., 9A116 lub 9A119.

N.B. ZOB. TAKZE POZYCJA 1A002.

Uwaga techniczna:

W pozycji 9A110 ‘pocisk rakietowy’ oznacza kompletne systemy rakietowe i systemy bezzatogowych statkéw
powietrznych o zasiggu przekraczajgcym 300 km.

9A111 Pulsacyjne silniki odrzutowe lub silniki detonacyjne nadajace si¢ do »pociskow rakietowych« lub
bezzalogowych statkéw powietrznych wyszczegélnionych w pozycji 9A012 lub 9A112.a. oraz specjalnie do
nich zaprojektowane podzespoly.

N.B. ZOB. TAKZE POZYCJE 9A011 I 9A118.

Uwaga techniczna:

W pozygji 9A111 silniki detonacyjne wykorzystujg eksplozje do wywolania wzrostu cisnienia uzytecznego w komorze
spalania. Do silnikéw detonacyjnych nalezg m.in. pulsacyjne silniki detonacyjne (PDE), rotacyjne silniki detonacyjne
oraz silniki z cigglg falg detonacyjng.
9A112 Nastepujace »bezzatogowe statki powietrzne« ("UAV«), inne niz okre$lone w pozycji 9A012:
a.  »bezzalogowe statki powietrzne« ("UAV<) o zasiegu co najmniej 300 km;
b.  »bezzalogowe statki powietrzne« (\UAV«), spelniajace wszystkie z ponizszych kryteriow:
1. spelniajace ktérekolwiek z ponizszych kryteriéw:
a.  posiadajace zdolno$¢ autonomicznego kontrolowania lotu i prowadzenia nawigacji; lub

b.  posiadajace zdolno$¢ kontrolowanego lotu poza zasiggiem bezposSredniego widzenia
z udzialem operatora; oraz
2. spelniajace ktdrekolwiek z ponizszych kryteriow:
a.  zsystemem/mechanizmem dozowania aerozolu o pojemnosci powyzej 20 I; lub

b.  zaprojektowanie lub zmodyfikowane w taki sposéb, by zawieraly system/mechanizm
dozowania aerozolu o pojemnosci powyzej 20 L;

Uwagi techniczne:

1. Aerozol sklada si¢ z pylu lub cieczy niebedgcych sktadnikami paliwa, produktami ubocznymi lub
dodatkami, stanowigc czgs¢ tadunku uzytecznego rozpraszanego do atmosfery. Przykladowymi aerozolami
s¢ pestycydy do opylania roslin oraz suche srodki chemiczne rozpylane w chmurach w celu wywolania
deszczu.

2. System/mechanizm dozowania aerozolu zawiera wszystkie urzgdzenia (mechaniczne, elektryczne,
hydrauliczne itp.), ktore sq niezbedne do magazynowania aerozolu i rozproszenia go w atmosferze.
Obejmuje mozliwo$¢ wstrzyknigcia aerozolu do gazéw wydechowych i strumienia zasmiglowego.

9A115 Nastepujace urzadzenia do wspierania procedury startowej:

a.  aparatura i urzadzenia do manipulacji, sterowania, uruchamiania lub odpalania, zaprojektowane lub
zmodyfikowane do stosowania w kosmicznych pojazdach nos$nych wyszczegélnionych w pozycji
9A004, rakietach meteorologicznych wyszczegblnionych w pozycji 9A104 lub w ‘pociskach
rakietowych’;

Uwagi techniczne:

1. W pozygi 9A115.a ‘pocisk rakietowy” oznacza kompletne systemy rakietowe oraz systemy bezzatogowych
statkéw powietrznych, zdolnych do pokonania odleglosci przekraczajgcej 300 km.

2. Do aparatury i urzgdzed wyszczegélnionych w pozyci 9A115.a zalicza si¢ aparature i urzgdzenia
zainstalowane na zatogowym lub bezzatogowym statku powietrznym.
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9A116
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9A119

9A120
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9A350

(cigg dalszy)

b.  pojazdy do transportu, manipulacji, sterowania, uruchamiania i odpalania, zaprojektowane lub
zmodyfikowane z przeznaczeniem do stosowania w kosmicznych pojazdach noénych
wyszczegdlnionych w pozycji 9A004, w rakietach meteorologicznych wyszczegélnionych w pozycji
9A104 lub w »pociskach rakietowyche.

Nastepujace statki kosmiczne zdolne do lagdowania na ziemi nadajace si¢ do »pociskéw rakietowych« oraz
zaprojektowane lub zmodyfikowane z przeznaczeniem do nich podzespoly:

a.  statki kosmiczne zdolne do lgdowania na ziemi;
b.  oslony cieptochronne i elementy do nich wykonane z materiatéw ceramicznych lub ablacyjnych;

c.  urzadzenia pochlaniajgce cieplo i elementy do nich wykonane z lekkich materialéw o wysokiej
pojemnosci cieplnej;

d.  urzadzenia elektroniczne specjalnie zaprojektowane do statkéw kosmicznych zdolnych do ladowania
na ziemi.

Mechanizmy do lgczenia stopni, mechanizmy do rozlgczania stopni oraz mechanizmy migdzystopniowe,
nadajace si¢ do wykorzystania w »pociskach rakietowyche.

N.B. ZOB. TAKZE POZYCJA 9A121.

Urzadzenia do regulacji spalania w silnikach, nadajace si¢ do »pociskéw rakietowych« lub bezzatogowych
statkbw powietrznych wyszczegdlnionych w pozycji 9A012 lub 9A112.a., wymienionych w pozycjach
9A011 lub 9A111.

Pojedyncze stopnie do rakiet, nadajace si¢ do kompletnych systeméw rakietowych lub bezzalogowych
statkéw powietrznych o zasiggu co najmniej 300 km, inne niz wymienione w pozycjach 9A005, 9A007,
9A009, 9A105, 9A107 i 9A109.

Zbiorniki na paliwo ciekle lub Zelowe paliwa napedowe, poza wyszczegélnionymi w pozycji 9A006,
specjalnie zaprojektowane na paliwa wyszczeg6lnione w pozycji 1C111 lub ‘inne paliwa ciekle lub zelowe
paliwa napedowe’, stosowane w systemach rakietowych o ladunku uzytkowym co najmniej 500 kg i zasiegu
co najmniej 300 km.

Uwaga: W pozygji 9A120 ‘inne paliwa ciekle lub Zelowe paliwa napedowe’ obejmujg paliwa wymienione
w WYKAZIE UZBROJENIA, ale nie ograniczajg si¢ do nich.

Startowe i miedzystopniowe faczniki elektryczne specjalnie przeznaczone do »pociskéw rakietowyche,
pojazdéw kosmicznych wyszczegélnionych w pozycji 9A004 lub do rakiet meteorologicznych
(sondujacych) wyszczegdlnionych w poz. 9A104.

Uwaga:

W pozycji 9A121 migdzystopniowe tgczniki elektryczne, obejmujg rowniez tgczniki elektryczne zamontowane migdzy
»pociskiem rakietowyms, pojazdem kosmicznym lub rakietg meteorologiczng a ich tadunkiem uzytecznym.

Uklady zraszania lub mglawienia, specjalnie zaprojektowane lub zmodyfikowane w taki sposéb, aby
nadawaly si¢ do samolotéw i »pojazd6éw lzejszych od powietrza« lub bezzalogowych statkéw powietrznych,
oraz specjalnie zaprojektowane ich komponenty, jak nastepuje:

a.  kompletne uklady zraszania lub mglawienia mogace zapewniad, z cieklej zawiesiny, poczatkowa krople
0 ‘VMD’ ponizej 50 pm przy natezeniu przepltywu powyzej dwoch litréw na minute;

b.  rury rozdzielcze z rozpylaczami lub uklady jednostek generujacych aerozol mogace zapewniad,
z cieklej zawiesiny, poczatkowa krople o ‘VMD’ ponizej 50 pm przy natgZeniu przeplywu powyzej
dwoch litréw na minutg;

c.  jednostki generujace aerozol specjalnie zaprojektowane w taki sposéb, aby nadawaly si¢ do ukladéw
okreslonych w pozycji 9A350.a.ib.

Uwaga: Jednostki generujgce aerozol sq urzgdzeniami specjalnie zaprojektowanymi lub zmodyfikowanymi
W taki sposéb, aby nadawaly si¢ do samolotéw, takimi jak: dysze, rozpylacze bebnowe obrotowe
i podobne urzgdzenia.
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Uwaga: Pozycja 9A350 nie obejmuje kontrolg ukladéw zraszania lub mglawienia oraz elementéw, w przypadku
kt6rych wykazano, ze nie nadajq sig do przenoszenia srodkéw biologicznych w postaci zakaznych aerozoli.

Uwagi techniczne:

1. Wielkos¢ kropli w przypadku urzgdzeri zraszajgcych lub dysz specjalnie zaprojektowanych do stosowania
w samolotach, »pojazdach lzejszych od powietrza« lub bezzatogowych statkach powietrznych powinna byc
mierzona z zastosowaniem jednej z nastgpujgcych metod:

a.  metoda lasera dopplerowskiego;

b.  metoda dyfrakgji laserowej.

2. W pozygi 9A350 VMD’ oznacza Volume Median Diameter (objetosciowa mediana Srednicy), a dla uktadow
wodnych jest réwnoznaczna z Mass Median Diameter (MMD).

9B Urzadzenia testujace, kontrolne i produkcyjne
Uwaga: Pozycja 9B obejmuje urzgdzenia testujgce, kontrolne i produkcyjne majgce zastosowanie do silnikéw

lotniczych, zmodyfikowanych silnikéw lotniczych, silnikéw przemystowych lub silnikéw okretowych
z turbing gazowg.

9B001 Nastepujace urzadzenia produkcyjne, oprzyrzadowanie lub osprzet:

N.B. ZOB. TAKZE POZYCJA 2B226.

a.  urzadzenia umozliwiajace kierunkowe krzepnigcie lub odlewanie pojedynczych krysztalow
zaprojektowane z my$lg o »nadstopach¢;

b.  nastepujace narzedzia do odlewu, specjalnie zaprojektowane do produkcji odlewdéw lopatek wirujacych
do silnikéw z turbing gazows, lopatek kierowniczych lub »bandazy« do wirnikéw, wytwarzane
z ognioodpornych metali lub ceramiki:
1. rdzenie;
2. powloki (formy);

3. polaczone jednostki zawierajace rdzenie i powloki (formy);

c.  urzadzenia umozliwiajgce kierunkowe krzepniecie lub wytwarzanie przyrostowe pojedynczych
krysztaléw zaprojektowane z mysla o »nadstopache.

9B002 Pracujace w trybie bezposrednim (w czasie rzeczywistym) systemy sterowania, oprzyrzadowanie (facznie
z czujnikami) lub automatyczne systemy do zbierania i przetwarzania danych, spelniajace wszystkie
z ponizszych kryteriéw:

a.  specjalnie zaprojektowane do »rozwojuc silnikéw z turbing gazowa, ich zespoléw lub elementéw; oraz

b.  wykorzystujace dowolng »technologie« wymieniong w pozycjach 9E003.h. lub 9E003.1.

9B003 Urzadzenia specjalnie zaprojektowane do »produkgjic lub testowania uszczelnien szczotkowych do silnikéw
z turbing gazowa przeznaczonych do pracy przy predkosciach obrotowych odpowiadajacych predkosci
liniowej wierzchotka topatki powyzej 335 m/s i przy temperaturach przekraczajacych 773 K (500 °C) oraz
specjalnie do nich zaprojektowane czesci lub akcesoria.

9B004 Oprzyrzadowanie, matryce lub uchwyty do zgrzewania dyfuzyjnego »nadstopus, tytanu lub miedzymeta-
licznych polaczen profili topatkowych z tarcza, opisanych w pozycjach 9E003.a.3. lub 9E003.a.6. dla
silnikéw z turbing gazows.
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9B005

9B006

9B007

9B008

9B009

9B010

9B105

Pracujgce w trybie bezposrednim (w czasie rzeczywistym) systemy sterowania, oprzyrzadowanie (facznie
z czujnikami) lub automatyczne systemy do zbierania i przetwarzania danych, specjalnie zaprojektowane do
stosowania w ktorychkolwiek z ponizszych:

N.B. ZOB. TAKZE POZYCJA 9B105.

a.  tunele aerodynamiczne do predkosci Ma = 1,2 lub wyzszych;

Uwaga: Pozycja 9B005.a. nie dotyczy tuneli aerodynamicznych zaprojektowanych do celow edukacyjnych
i majgcych ‘wymiar przestrzeni pomiarowej’ (mierzony w kierunku poprzecznym) o wielkosci
ponizej 250 mm.

Uwaga techniczna:

Do celow pozycji 9B005.a. uwaga: ‘wymiar przestrzeni pomiarowej” oznacza $rednicg okregu lub
bok kwadratu lub dhuzszy bok prostokgta w najszerszym miejscu przestrzeni pomiarowej.

b.  urzadzenia symulujgce warunki przeplywu przy predkosciach powyzej Ma = 5, facznie z impulsowymi
tunelami  hiperdzwigkowymi, tunelami plazmowymi, rurami uderzeniowymi, tunelami
uderzeniowymi, tunelami gazowymi i rurami uderzeniowymi na gazy lekkie; lub

c.  tunele lub urzadzenia aerodynamiczne, rézne od urzadzen z sekcjami dwuwymiarowymi,
umozliwiajace symulacje przeplywéw, dla ktérych warto$é liczby Reynoldsa wynosi powyzej 25 x 10°.

Sprzet do badan akustycznych wibracji, w ktérym mozna wytwarza¢ ci$nienia akustyczne na poziomie 160
dB lub wyzsze (przy poziomie odniesienia 20 pPa) o mocy wyjsciowej 4 kW lub wigkszej przy temperaturze
w komorze pomiarowej powyzej 1273 K (1000 °C) oraz specjalnie do niego zaprojektowane grzejniki
kwarcowe.

N.B. ZOB. TAKZE POZYCJA 9B106.

Urzadzenia specjalnie zaprojektowane do kontroli stanu silnikéw rakietowych metodami nieniszczacymi
(NDT), z wylaczeniem urzadzefi do dwuwymiarowych badai rentgenowskich i badan za pomoca
podstawowych metod chemicznych lub fizycznych.

Przetworniki bezposrednich pomiaréw tarcia w warstwie przySciennej specjalnie zaprojektowane do
dziatania w badanym przeplywie przy catkowitej temperaturze (spigtrzenia) powyzej 833 K (560 °C).

Oprzyrzadowanie specjalnie zaprojektowane do wytwarzania z proszkéw metali elementéw wirnikéw
silnikdw z turbing gazows, spelniajace wszystkie z ponizszych kryteriow:

a.  zaprojektowane do pracy przy poziomie naprezeft stanowigcym 60 % wytrzymalosci na rozciaganie
(UTS) lub wyzszym, mierzonym przy temperaturze 873 K (600 °C); oraz

b.  zaprojektowane do pracy przy temperaturach wynoszacych 873 K (600 °C) lub wyzszych.
Uwaga: Pozycja 9BO09 nie obejmuje kontrolg oprzyrzgdowania do »wytwarzania« proszkow.
Sprzet zaprojektowany specjalnie do »wytwarzania« obiektéw wyszczeg6lnionych w pozycji 9A012.

Instalacje do testow aerodynamicznych do predkosci Ma = 0,9 lub wyzszych, nadajace si¢ do ‘pociskéw
rakietowych’ oraz ich podzespoldw.

N.B. ZOB. TAKZE POZYCJA 9B005.
Uwagi:
1. Pozycja 9B105 obejmuje tunele aerodynamiczne i rury uderzeniowe do badania przeptywu strumieni powietrza

wokdt obiektéw.

2. Pozyca 9B105 nie obejmuje kontrolg tuneli aerodynamicznych przeznaczonych do osiggania predkosci nie
wyzszych niz 3 machy, majgcych ‘wymiar przestrzeni pomiarowej (mierzony w Rierunku poprzecznym)
o wielkosci réwnej lub mniejszej niz 250 mm.
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Uwagi techniczne:

1. W uwadze do pozyci 9B105 ‘wymiar przestrzeni pomiarowej’ oznacza Srednice okregu lub bok kwadratu lub
dhuzszy bok prostokgta lub gtéwng oS elipsy w najszerszym miejscu ‘przekroju przestrzeni pomiarowej’. ‘Przekrdj
poprzeczny przestrzeni pomiarowej’ oznacza przekrdj prostopadly do kierunku przeplywu powietrza.

2. W pozygi 9B105 ‘pocisk rakietowy’ oznacza kompletne systemy rakietowe i systemy bezzatogowych statkdw
powietrznych o zasiggu przekraczajgcym 300 km.

9B106 Nastepujace komory klimatyczne i komory bezechowe:
a.  komory klimatyczne, spelniajace wszystkie ponizsze kryteria:
1. umozliwiajace symulowanie dowolnych nastgpujacych warunkéw lotu:
a.  warunkéw na wysoko$ciach réwnych lub wickszych niz 15 km; lub
b.  temperatury w zakresie od ponizej 223 K (-50 °C) do powyzej 398 K (+ 125 °C); oraz

2. wyposazone we wstrzgsarke lub inny sprzet do badan wibracji lub ‘zaprojektowane lub
zmodyfikowane’ z myslg o wyposazeniu we wstrzasarke lub taki sprzet w celu generowania
srodowiska wibracyjnego o $redniej wartoSci kwadratowej (RMS) na poziomie réwnym lub
wyzszym od 10 g przy pomiarach na ‘nagim stole’, o czgstotliwo$ci miedzy 20 Hz a 2 kHz
i generujgcego sity rowne 5 kN lub wigksze;

Uwagi techniczne:

1. Pozyga 9B106.a.2. okresla uktady zdolne generowaé Srodowisko wibracyjne poprzez pojedynczg falg
(np. falg sinusoidalng) oraz uktady zdolne generowal szerokopasmowe wibracje nieuporzgdkowane
(tj. widmo mocy).

2. W pozygi 9B106.a.2. ‘zaprojektowane lub zmodyfikowane’ oznacza, ze komora klimatyczna
zapewnia odpowiednie interfejsy (np. uszczelnienia), by zostal wyposazona we wstrzgsarkg lub inny
sprzet do badari wibracji wyszczegdlniony w pozycji 2B116.

3. W pozygi 9B106.a.2. pojecie ‘nagi stéf’ oznacza plaski stot lub powierzchnig, bez osprzetu
i wyposazenia.
b.  komory klimatyczne umozliwiajace symulowanie nastgpujgcych warunkéw lotu:

1. warunkéw akustycznych, w ktérych calkowity poziom cisnienia akustycznego wynosi 140 dB
lub wigcej (przy poziomie odniesienia 20 pPa) lub o mocy wyjsciowej 4 kW lub wigkszej; oraz

2. warunkéw na wysokosciach réwnych lub wigkszych niz 15 km; lub
3. temperatury w zakresie od ponizej 223 K (-50 °C) do powyzej 398 K (+ 125 °C);
9B107 Instalacje do testéw aerotermodynamicznych nadajace si¢ do ‘pociskéw rakietowych’, systeméw napedu

‘pociskéw rakietowych’ oraz statkéw kosmicznych zdolnych do lagdowania na ziemi i ich podzespoléow
wyszczegdlnionych w pozycji 9A116, posiadajace ktdrakolwiek z nastepujacych cech:

a.  zasilanie elektryczne o mocy réwnej lub wigkszej niz 5 MW; lub

b.  laczne ci$nienie zasilania gazem réwne lub wigksze niz 3 MPa.

Uwagi:

1. Pozyga 9B107 obejmuje urzgdzenia generujgce tuk plazmowy i plazmowe tunele aerodynamiczne do badania

termicznych i mechanicznych skutkéw przeplywu strumieni powietrza wokdt obiektGw.

2. W pozygi 9B107 ‘pocisk rakietowy’ oznacza kompletne systemy rakietowe i systemy bezzatogowych statkdw
powietrznych o zasiggu przekraczajgcym 300 km.
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9B115

9B116

9B117

9C

9C108

9C110

9D

9D001

9D002

9D003

9D004

Specjalne »urzadzenia produkcyjne« do systeméw, podsystemow i podzespoléw wymienionych w pozycjach
9A005 do 9A009, 9A011, 9A101, 9A102, 9A105 do 9A109, 9A111, 9A116 do 9A120.

»Instalacje produkcyjne« specjalnie zaprojektowane do kosmicznych pojazdéw nosnych wyszczegélnionych
w pozycji 9A004 lub systeméw, podsysteméw i elementéw wymienionych w pozycjach 9A005 do 9A009,
9A011, 9A101, 9A102, 9A104 do 9A109, 9A111 lub 9A116 do 9A120 lub ‘pociskéw rakietowych'.

Uwaga techniczna:

W pozygi 9B116 ‘pocisk rakietowy oznacza kompletne systemy rakietowe i systemy bezzatogowych statkéw
powietrznych o zasiggu przekraczajgcym 300 km.

Stoiska do préb lub stoiska badawcze do rakiet na paliwo stale, lub ciekle, lub do silnikéw rakietowych,
majace jedng z naste¢pujacych cech:

a.  mozliwo$¢ prowadzenia badan przy wielkoSciach ciagu powyzej 68 kN; lub

b.  mozliwo$¢ réwnoczesnego pomiaru sktadowych ciggu wzdluz trzech osi.
Materialy

Materialy do izolacji luzem i »wykladziny wewnetrzne«, poza wyszczegdlnionymi w pozycji 9A008, do oston
silnikéw rakietowych, ktére moina wykorzystac w »pociskach rakietowych« lub ktére specjalnie
zaprojektowano do silnikéw rakietowych na paliwo stale wymienionych w pozycji 9A007 lub 9A107.

Uwaga:

W pozycji 9C108 izolacja przeznaczona do stosowania do czgsci sktadowych silnika rakietowego, tj. ostony, wlotow
dyszy, zamknig¢ oston, obejmuje utrwalone lub pdtutrwalone maty kauczukowe zawierajgce materiat ogniotrwaly lub
izolacyjny. Mozna je réwniez stosowal na klatki lub klapy odprezajgce okreslone w pozycji 9A108.

Maty z widkien, impregnowane Zywicami, i materialy z wlékien powlekanych metalem do tych mat, do
produkgji struktur kompozytowych, laminatoéw i wyrobéw wyszczegélnionych w poz. 9A110, wytwarzane
zarébwno na matrycach organicznych, jak i metalowych wykorzystujacych wzmocnienia widknami lub
materialami wlokienkowymi, majace »wytrzymalo$¢ wlasciwa na rozcigganie« wigkszg niz 7,62 x 10*
m i »modut wlasciwy« wigkszy niz 3,18 x 10° m.

N.B. ZOB. TAKZE POZYCJE 1C0101 1C210.

Uwaga: Jedynymi matami z widkien impregnowanych zywicami, ktorych dotyczy pozycja 9C110, sg te, w ktdrych
zastosowano Zywice o temperaturze zeszklenia (T,) po utwardzeniu przekraczajgcej 418 K (145 °C), jak
okreslono w ASTM D4065 [ub jej odpowiedniku.

Oprogramowanie

»Oprogramowanie«, niewyszczeg6lnione w pozycji 9D003 lub 9D004, specjalnie zaprojektowane lub
zmodyfikowane do »rozwoju« sprzetu lub »technologii«, wymienionych w 9A001 do 9A119, 9B lub 9E003.

»Oprogramowanie«, niewyszczegélnione w pozycji 9D003 lub 9D004, specjalnie opracowane lub
zmodyfikowane do »produkgji« urzadzen objetych kontrolg wedtug pozycji 9A001 do 9A119 lub 9B.

»Oprogramowanie« zawierajace »technologie« objeta kontrolg wedlug pozycji 9E003.h. i wykorzystywane do
»catkowicie autonomicznych systeméw cyfrowego sterowania silnikami« (»systeméw FADEC<) objetych
kontrola wedlug pozycji 9A lub w urzadzeniach objetych kontrolg wedtug pozycji 9B.

Nastepujace inne »oprogramowanie«:

a.  »oprogramowanie« uwzgledniajace skladowe sit lepkosci w dwdch lub trzech wymiarach,
zweryfikowane na podstawie badain w tunelach aerodynamicznych lub badan w locie, niezbedne do
szczegOtowego modelowania przeptywu w silnikach;
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b.  »oprogramowanie« do badania silnikéw lotniczych z turbing gazows, zespoléw lub elementéw do nich,
spelniajace wszystkie ponizsze kryteria:

1. specjalnie zaprojektowane do badania ktérychkolwiek z ponizszych:

a.  silnikéw lotniczych z turbing gazows, zespotéw lub elementéw do nich, obejmujacych
stechnologie« okre$lone w pozycjach 9E003.a., 9E003.h. lub 9E003.i.; lub

b.  sprezarek wielostopniowych zapewniajacych przeplyw zbocznikowany lub wewnetrzny,
specjalnie zaprojektowanych do silnikéw lotniczych z turbing gazowa obejmujacych
stechnologie« okreslone w pozycjach 9E003.a. lub 9E003.h.; oraz

2. specjalnie zaprojektowane do wszystkich ponizszych funkcji:
a.  zbieranie i przetwarzanie danych w czasie rzeczywistym; oraz

b.  sterowanie ze sprz¢zeniem zwrotnym elementami lub warunkami badan (np. temperaturg,
ci$nieniem, natezeniem przeplywu) w czasie trwania testow;

Uwaga: Pozycja 9D004.D. nie obejmuje kontrolg oprogramowania do eksploatacji instalacji do testow ani
do zapewnienia bezpieczeristwa operatora (np. wylgczenia przy nadmiernej predkosci, wykrywania
i zwalczania ognia) ani do testéw odbiorczych dotyczgcych »produkdjic, naprawy lub konserwacji
ograniczonych do stwierdzenia, czy element zostat odpowiednio ztozony lub naprawiony.

c.  »oprogramowanie« specjalnie zaprojektowane do sterowania ukierunkowanym krzepnieciem lub
wytwarzaniem pojedynczych krysztaléw w urzadzeniach wyszczegblnionych w pozycji 9B001.a.
lub 9B001.c,;

d.  nieuzywane;

e.  »oprogramowanie« specjalnie zaprojektowane lub zmodyfikowane do obslugi obiektow
wyszczegdlnionych w pozycji 9A012;

f.  »oprogramowanie« specjalnie zaprojektowane do projektowania wewnetrznych kanaltéw chlodzacych
topatek wirujacych, topatek kierowniczych i »bandazy« silnikow lotniczych z turbing gazows;

g.  roprogramowanie« spetniajace wszystkie ponizsze kryteria:

1. specjalnie zaprojektowane do przewidywania warunkéw aerotermodynamicznych, aeromecha-
nicznych oraz warunkéw spalania w silnikach lotniczych z turbing gazows; oraz

2. umozliwiajace teoretyczne prognozy modelowania warunkdw aerotermodynamicznych,
aeromechanicznych oraz warunkéw spalania, ktére zostaly potwierdzone przez rzeczywiste
dane z osiggdéw (eksperymentalne lub produkceyjne) silnika lotniczego z turbing gazowa.

9D005 »Oprogramowanie« specjalnie zaprojektowane lub zmodyfikowane do obstugi obiektéw wymienionych
w pozycji 9A004.e. lub 9A004.f.

N.B. Odnosnie do »oprogramowania« do obiektow wyszczeg6lnionych w pozycji 9A004.d., ktére sq wigczone
do »sprzgtu shuzgcego do wykonania misji statku kosmicznego«, zob. odpowiednie kategorie.

9D101 »Oprogramowanie« specjalnie zaprojektowane do »uzytkowania« wyrob6w wymienionych w pozycjach
9B105, 9B106, 9B107, 9B116 lub 9B117.

9D103 »Oprogramowanie«  specjalnie zaprojektowane do modelowania, symulowania lub integrowania
konstrukcyjnego kosmicznych pojazdéw nosnych wyszczegélnionych w pozycji 9A004, rakiet meteorolo-
gicznych wyszczegblnionych w  pozycji 9A104 lub »pociskow rakietowych« lub podsysteméw
wyszczeg6lnionych w pozycjach 9A005, 9A007, 9A105, 9A106.c., 9A107, 9A108.c., 9A116 lub 9A119.

Uwaga: »Oprogramowanie« wyszczeg6lnione w  pozygii 9D103 podlega kontroli, jesli jest specjalnie
zaprojektowane do sprzgtu wymienionego w pozycji 4A102.

9D104 Nastepujace »oprogramowanie«:

a.  »oprogramowanie« specjalnie zaprojektowane lub zmodyfikowane do »uzytkowania« towaréw
wyszczeg6lnionych w pozycjach 9A001, 9A005, 9A006.d., 9A006.g., 9A007.a., 9A009.a., 9A010.d,
9A011, 9A101, 9A102, 9A105, 9A106.d., 9A107, 9A109, 9A111, 9A115.a, 9A117 lub 9A118;
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b.  »oprogramowanie« specjalnie zaprojektowane lub zmodyfikowane do celéw obstugi lub konserwacji
podsystem6éw lub urzadzen wyszczegélnionych w pozycjach 9A008.d., 9A106.c., 9A108.c.
lub 9A116.d.

»Oprogramowanie« specjalnie zaprojektowane lub zmodyfikowane do koordynowania funkeji wigcej niz
jednego podsystemu, inne niz okreSlone w pozycji 9D004.e, w pojazdach kosmicznych okreslonych
w pozycji 9A004 lub rakietach meteorologicznych wyszczeg6lnionych w pozycji 9A104 lub w ‘pociskach
rakietowych’.

Uwaga: Pozygja 9D105 obejmuje nastgpujgce »oprogramowanie« specjalnie zaprojektowane do zatogowych
»statkéw powietrznych« przeksztatconych do funkcgjonowania jako »bezzatogowe statki powietrzne«:

a.  »oprogramowanie« specjalnie zaprojektowane lub zmodyfikowane w celu zintegrowania sprzgtu
stuzgcego do przeksztatcenia z funkcjami systemowymi »statku powietrznego«; oraz

b.  »oprogramowanie« specjalnie zaprojektowane lub zmodyfikowane do obstugi »statku powietrznego«
jako »bezzatogowego statku powietrznegoc.

Uwaga techniczna:

W pozycji 9D105 ‘pocisk rakietowy’ oznacza kompletne systemy rakietowe i systemy bezzatogowych statkéw
powietrznych o zasiggu przekraczajgcym 300 km.

Technologia

Uwaga: »Technologie« do »rozwoju« lub »produkgjic wyszczegdlnione w pozygi 9E001 do 9E003 dotyczgce
silnikow z turbing gazowg podlegajg kontroli, réwniez w przypadku kiedy sg stosowane do napraw lub
remontéw. Kontroli nie podlegajg: dane techniczne, rysunki lub dokumentacja do czynnosci zwigzanych
z obstugg techniczng bezposrednio dotyczgcq wzorcowania, usuwania lub wymiany uszkodzonych lub
niezdatnych do uzytku elementéw wymiennych, tgcznie z catymi silnikami lub modutami silnikowymi.

»Technologie« wedlug uwagi ogélnej do technologii do »rozwoju« urzadzen lub »oprogramowania« objetego
kontrola wedlug pozycji 9A004 do 9A012, 9A350, 9B lub 9D.

»Technologie« wedlug uwagi ogélnej do technologii do »produkcjic urzadzefi wymienionych w pozycjach
9A004 do 9A011, 9A350 lub 9B.

N.B. Na potrzeby kontroli »technologii« napraw konstrukgji, laminatéw lub materiatéw zob. pozycje 1E002.f.
Inne »technologies, takie jak:
Uwaga: Pozygja 9E003 obejmuje technologie majgcq zastosowanie do silnikéw lotniczych, zmodyfikowanych

silnikéw lotniczych, silnikéw okretowych lub silnikéw przemystowych z turbing gazowg.

a.  »technologie« niezbgdne do »rozwoju« lub »produkcjic dowolnego z nastgpujgcych elementéw
i zespoléw do silnikéw z turbing gazowa:

1. lopatek turbinowych, lopatek kierowniczych lub »bandazy« do turbin gazowych, wytwarzanych
technikg ukierunkowanego krzepniecia (DS) lub ze stopéw monokrystalicznych (SC) i majacych
(w kierunku 001 wskaznikéw Millera) czas zycia do zerwania przy pelzaniu przekraczajacy 400
godzin przy 1273 K (1000 °C) i naprezeniu 200 MPa, oparty na $rednich wartosciach
whasciwosci fizycznych;

Uwaga techniczna:

Do celéw pozycji 9E003.a.1. badanie trwatosci w prébie petzania do zerwania przeprowadza si¢ na prébce
do badari.

2. komor spalania spetniajacych ktérekolwiek z ponizszych kryteriow:

a.  ‘{zolowane termicznie wykladziny zaprojektowane do pracy w ‘temperaturze na wylocie
komory spalania’ przekraczajacej 1 883 K (1 610 °C);

b.  wykladziny niemetaliczne;

c.  powloki niemetaliczne;
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d.  wykladziny zaprojektowane do pracy w ‘temperaturze na wylocie komory spalania’
przekraczajgcej 1 883 K (1 610 °C), w ktdrych znajduja si¢ otwory zgodne z parametrami
okreslonymi w pozycji 9E003.c.; lub

e.  ‘spalanie powodujace wzrost ci$nienia’;

Uwaga: »Technologia« wymagana w odniesieniu do otworéw w pozycji 9E003.4.2. ograniczona jest
do pochodzenia geometrii i rozmieszczenia otwordw.

Uwagi techniczne:

1. Do celow pozycji 9E003.a.2.a. ‘izolowane termicznie wykladziny’ to wykladziny, ktdre posiadajg co
najmniej strukturg wspierajgcg przeznaczong do przenoszenia obcigzeri mechanicznych i strukturg
ochronng wobec spalania przeznaczong do ochrony struktury wspierajgcej przed cieplem
pochodzgcym ze spalania. Struktura ochronna i struktura wspierajgca wykazujg niezalezne od siebie
wielkosci przemieszczenia wynikajgcego ze zmian termicznych (mechaniczne przemieszczenia
z tytubu obcigzenia termicznego), tj. sq one termicznie izolowane.

2. Do celow pozygi 9E003.a.2.a. i 9E003.0.2.d. ‘temperatura na wylocie komory spalania’ jest
Srednig objetosciowq catkowitej temperatury (stagnacji) strumienia gazu migdzy plaszczyzng wylotu
komory spalania a krawedzig natarcia wlotowych fopatek kierowniczych turbiny (tj. mierzong na
stanowisku silnika T40 zgodnie z definicjg w SAE ARP 755 A), gdy silnik dziata w »trybie stanu
ustalonego« pracy w certyfikowanej maksymalnej cigglej temperaturze roboczej.

3. Do celéw pozygji 9.E.3.a.2.e. ‘spalanie powodujgce wzrost cisnienia’ dotyczy komory spalania,
w ktdrej Srednia objetosciowa cisnienia stagnacji na wylocie komory spalania jest wigksza od
Sredniej objetosciowej cisnienia stagnacji na wlocie komory spalania, czego gtowng przyczyng jest
proces spalania, gdy silnik dziata w »trybie stanu ustalonego«.

»Technologia« »wymagana« do wytwarzania otworéw chtodzgcych — zob. pozycja 9E003.c.

elementéw wytwarzanych z ktéregokolwiek z ponizszych:

a.  wytwarzanych z organicznych materialéw »kompozytowych, zaprojektowanych do pracy
w temperaturach powyzej 588 K (315 °C);

b.  wytwarzanych z ktéregokolwiek z ponizszych:

1. materialébw  kompozytowych« na »matrycy« metalowej wzmocnionych
ktérymkolwiek z ponizszych materialow:

a.  materialéw okre$lonych w pozycji 1C007;

b.  »materialéw wldknistych lub wibkienkowych« okreslonych w pozydji
1C010; lub

c.  glinkéw okreslonych w pozycji 1C002.a.; lub

2. »materialdw kompozytowych« na »matrycy« ceramicznej okreSlonych w pozycji
1C007; lub
C. Stojany, topatki kierownicze, topatki, bandaze, obrotowe wiefice topatkowe, obrotowe

tarcze topatkowe lub ‘przewody rozdzielajace’, ktdre spelniaja wszystkie ponizsze kryteria:
1. nie s3 wyszczegblnione w pozycji 9E003.a.3.a.;
2. sgzaprojektowane do sprezarek lub wentylatoréw; oraz

3. sa wytwarzane z materialu okreslonego w pozycji 1C010.e. z zywicami okreslonymi
w pozycji 1C008;
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Uwaga techniczna:

Do celow pozycji 9E003.a.3.c. ‘przewdd rozdzielajgcy’ zapewnia wstepne rozdzielenie przeplywu mas
powietrza migdzy kanatem zewngtrznym a kanatem wewngtrznym silnika.

niechlodzonych topatek turbinowych, topatek kierowniczych lub »bandazy« przeznaczonych do
pracy w ‘strumieniu gazu o temperaturze’ 1 373 K (1 100 °C) lub wyzszej;

chlodzonych opatek wirujacych, fopatek kierowniczych, »bandazy« innych niz opisane w pozycji
9E003.a.1., zaprojektowanych do pracy w ‘strumieniu gazu o temperaturze’ 1 693 K (1 420 °C)
lub wyzszej;

Uwaga techniczna:

Do celéw pozycji 9E003.a.4. i 9E003.a.5.temperatura strumienia gazu’ jest Srednig objetosciowq
catkowitej temperatury (stagnagji) strumienia gazu na plaszczyznie krawedzi wlotu czgsci turbiny, gdy silnik
dziata w »trybie stanu ustalonego« pracy w certyfikowanej lub okreslonej maksymalnej cigglej temperaturze
roboczej.

polaczeni profili topatkowych z tarczg technika zgrzewania w stanie stalym;
nieuzywane;
‘wytrzymalych na uszkodzenia’ elementéw wirnikdw, wytwarzanych technika metalurgii

proszkowej objeta kontrolg wedlug pozycji 1C002.b.; lub

Uwaga techniczna:

Do celow pozygji 9E003.a.8. ‘wytrzymale na uszkodzenia’ elementy sktadowe sg projektowane z uzyciem
metodologii i uzasadnier majgcych na celu przewidywanie i ograniczanie powstawania spgkari.

nieuzywane;
nieuzywane;
‘lopatek wentylatora’ spetniajacych wszystkie ponizsze kryteria:

a. 20 % lub wigcej calkowitej objetosci stanowi zamknigta komora zawierajaca wylacznie
proznig albo gaz lub wigksza liczba takich komér; oraz

b.  co najmniej jedna zamknieta komora o objetosci 5 cm’® lub wigkszej;

Uwaga techniczna:

Do celow pozycji 9E003.a.11. ‘opatka wentylatora’ jest to wyprofilowana pod wzgledem
aerodynamicznym czgs¢ wirujgcego stopnia lub stopni, ktéra w silniku z turbing gazowg zapewnia zaréwno
przeplyw czynnika przez sprezarke, jak i przeplyw zbocznikowany (poza sprezarkg).

b.  technologie wymagane do »rozwoju« lub »produkeji« ktéregokolwiek z ponizszych:

1. modeli lotniczych do tuneli acrodynamicznych wyposazonych w czujniki nieinwazyjne zdolne
do przenoszenia danych z czujnikéw do systemu gromadzenia i przetwarzania danych; lub
2. wykonanych z materialéw »kompozytowych« fopat §migiet lub $miglowentylatoréw zdolnych do
rozwijania mocy 2 000 kW przy predkosciach lotu powyzej Ma = 0,55;
¢.  »technologie« »wymagane« do produkcji otworéw chlodzacych, w elementach silnikéw z turbing

gazowa wykorzystujacych ktorekolwiek z technologii wymienionych w pozycjach 9E003.a.1.,
9E003.a.2. lub 9E003.a.5., i spelniajacych ktérekolwiek z ponizszych kryteriow:

1.

spetniajace wszystkie z ponizszych kryteriéw:
a.  minimalne ‘pole przekroju poprzecznego’ mniejsze niz 0,45 mm?
b.  ‘wspdlczynnik ksztaltu otworu’ wigkszy niz 4,52; oraz

c.  ‘kat osi otworu’ rowny lub mniejszy niz 25 °; lub

ELL http://data.europa.eu/elijreg_del/2025/2003/oj

247)251



PL

Dz.U.L z 14.11.2025

9E003

C.

(cigg dalszy)
2. spelniajace wszystkie z ponizszych kryteriow:
a.  minimalne ‘pole przekroju poprzecznego’ mniejsze niz 0,12 mm?
b.  ‘wspdlczynnik ksztaltu otworu’ wigkszy niz 5,65; oraz
c.  ‘katosi otworu’ powyzej 25 °;
Uwaga: Pozycja 9E003.c. nie obejmuje kontrolg »technologiic wytwarzania otworéw cylindrycznych

o stalym promieniu, ktdre sq proste na catej dtugosci oraz zaczynajq si¢ i koficzg na zewngtrznych
powierzchniach elementu.

Uwagi techniczne:

Do celéw pozycji 9E003.c.:
1. ‘Pole przekroju poprzecznego’ oznacza powierzchnig otworu w plaszczyznie prostopadiej do osi otworu.

2. ‘Wspdlczynnik ksztattu otworu’ oznacza nominalng dhugosé osi otworu podzielong przez pierwiastek
kwadratowy jego minimalnego ‘pola przekroju poprzecznego’.

3. ‘Kgt osi otwory’ oznacza kgt ostry mierzony migdzy plaszczyzng styczng do powierzchni profilu a osig
otworu w punkcie, w ktérym oS otworu przebija powierzchnig profilu.

4. Metody wytwarzania otworéw obejmujg obrdbkg wigzkg »lasera«, obrébke strumieniem wody, obrébke
elektrochemiczng (ECM) i obrdbkg elektroiskrowg (EDM).

stechnologie« »niezbedne« do »rozwoju« lub »produkcji« ukladéw przenoszenia napedu w $miglowcach
lub ukladéw przenoszenia napedu w »statkach powietrznych« z odchylanymi wirnikami lub

skrzydlami;

stechnologie« do »rozwoju« lub »produkcjic systeméw napedowych pojazdéw naziemnych
wykorzystujacych wysokoprezne silniki tlokowe spelniajace wszystkie ponizsze kryteria:

1. ‘objetos¢ komory silnikowej’ 1,2 m® lub mniejsza;

2. catkowita moc uzyteczna powyzej 750 kW, okreslana wedtug normy 80/1269/EEC, ISO 2534
lub ich krajowych odpowiednikéw; oraz

3. gesto$¢ mocy powyzej 700 kW/m’ ‘objetosci komory silnikowej’;

Uwaga techniczna:

Do celéw pozycji 9E003.e. ‘objetos¢ komory silnikowej’ w pozycji 9E003.e. oznacza iloczyn trzech prostopadtych
do siebie wymiaréw mierzonych w nastgpujgcy sposdb:

Dlugosé: dtugos watu korbowego od kotnierza przedniego do czota kota zamachowego;

Szerokosé:  najwigkszy z nastgpujgcych wymiaréw:
a.  odlegtos zewnetrzna od pokrywy zaworéw do pokrywy zawordw;
b.  wymiary zewngtrznych krawedzi glowic cylindréw; lub

c.  Srednica obudowy kota zamachowego;

Wysokos¢:  najwigkszy z nastgpujgcych wymiaréw:

a.  odlegtos¢ od osi watu korbowego do gérnej plaszczyzny pokrywy zaworéw (lub glowicy
oylindréw) plus podwdjny skok; lub

b.  Srednica obudowy kota zamachowego;
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f.  nastgpujace »technologie« »niezbedne« do »produkcjic elementéw zaprojektowanych specjalnie do
»silnikéw wysokopreznych o wysokich osiagach«:

1.

stechnologie« »niezbedne« do »produkgji« instalacji silnikowych wyposazonych we wszystkie
nastepujace elementy wykonane z materialéw ceramicznych wyszczegélnionych w pozycji
1C007:

a.  wkladki do cylindrow;
b.  thoki
c.  glowice cylindréw; oraz

d.  jeden lub wiecej innych elementéw (facznie ze szczelinami wylotowymi, turbodola-
dowarkami, prowadnicami zaworéw, zespolami zaworéw lub  izolowanymi
wtryskiwaczami paliwa);

stechnologie« »niezbedne« do »produkejic ukladéw do turbodoladowania wyposazonych
w sprezarki jednostopniowe i spelniajgce wszystkie ponizsze kryteria:

a.  sprezanie (stopiefi sprezania) 4:1 lub wyzszy;
b.  wydatek (masowe natezenie przeptywu) w zakresie od 30 do 130 kg na minutg; oraz
c.  mozliwo$¢ zmiany pola przeptywu w zespole sprezarki lub turbiny;

stechnologie« »niezbedne« do »produkgji« instalacji wtryskowych paliwa ze specjalnymi uktadami
wielopaliwowymi (np. na olej napedowy lub paliwo lotnicze) w zakresie lepkosci od paliw do
silnikéw wysokopreznych (2,5 ¢St w temperaturze 310,8 K (37,8 °C)) do paliw benzynowych
(0,5 cSt w temperaturze 310,8 K (37,8 °C)) i spelniajace wszystkie ponizsze kryteria:

a.  objeto$¢ wtrysku powyzej 230 mm’® na wtrysk na cylinder; oraz

b.  elektroniczne zespoly sterujgce specjalnie zaprojektowane do automatycznego
przelaczania, za pomoca odpowiednich czujnikéw, charakterystyk regulacyjnych
w zaleznos$ci od wlasciwosci paliwa w celu utrzymania tej samej charakterystyki momentu
obrotowego;

g.  technologie« »niezbedne« do »rozwoju« lub »produkcjic »silnikéw wysokopreznych o wysokich
osiggach« ze smarowaniem $cianek cylindréw za pomocg smaréw stalych, z fazy gazowej lub filmu
cieczowego (lub metoda kombinowang) i umozliwiajagce prace silnika do temperatur powyzej
723 K (450 °C), mierzonych na $ciance cylindra w gérnym polozeniu gérnego pierscienia tlokowego;

h.  nastepujace »technologie« do uzytku w »systemach FADEC« sterujacych silnikami z turbing gazowa:

1.

stechnologia« »rozwoju« majgca na celu sformutowanie wymogéw funkcjonalnych dla elementéw
skladowych potrzebnych w »systemach FADEC« do regulagji sily ciggu silnika lub mocy na wale
(np. stale czasowe i ustawienia doktadnosci czujnika sprzezenia zwrotnego, szybko$¢ otwierania
i zamykania zaworu paliwa);

stechnologia« »rozwoju« lub »produkgji« elementéw sterujgcych i diagnostycznych wystepujgcych
wylacznie w »systemach FADEC« i stosowanych do regulagji sily ciagu silnika lub mocy na wale;

stechnologia« »rozwoju« algorytméw sterowania, w tym »kodéw zrédlowych« wystepujacych
wylacznie w »systemach FADEC« i stosowanych do regulacji sily ciaggu silnika lub mocy na wale;

Uwaga: Pozycja 9E003.h. nie obejmuje kontrolg danych technicznych zwigzanych z integracjg silnika ze

»statkiem powietrznyme, ktorych publikacja wymagana jest przez organy lotnictwa cywilnego co
najmniej jednego paristwa czlonkowskiego UE lub paristwa uczestniczgcego w porozumieniu
z Wassenaar do ogdlnego wykorzystania w lotnictwie (np. instrukgje instalacji, instrukcje obshugi,
instrukcje zachowania sprawnosci do lotu) lub w zwigzku z funkcjami interfejsu (np. obstuga
urzgdzen wejscia-wyjscia, zapotrzebowanie na site ciggu silnika lub moc na wale w platowcu).

i.  nastgpujace »technologie« na potrzeby ukladéw o regulowanej Sciezce przeplywu silnikéw z turbing
gazowa zaprojektowanych z mys$la o utrzymywaniu stabilnosci turbin wysokiego cisnienia,
turbowentylatoréw lub turbin odbiorczych (niskiego ci$nienia) lub dysz napedowych:

1.

stechnologia« »rozwoju« shuzaca wypracowywaniu kryteriow dla elementéw skladowych
utrzymujacych stabilnos¢ silnika;
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2. technologia« »rozwoju« lub »produkcjic na potrzeby elementéw skladowych specyficznych dla
ukladu o regulowanej $ciezce przepltywu, ktére utrzymujg stabilnos¢ silnika;

3. »technologia« »rozwoju« na potrzeby algorytméw sterowania, w tym »kodu Zrédlowego,
specyficznych dla ukladu o regulowanej Sciezce przeplywu, ktére utrzymuja stabilnos¢ silnika;

Uwaga: Pozycja 9E003.i. nie obejmuje kontrolg »technologiic odnoszgcej sig do ktdregokolwiek
z ponizszych:

a.  wlotowych topatek kierowniczych;

b.  wentylatoréw o zmiennym skoku lub Smiglowentylatoréw;

c.  lopatek kierowniczych o zmiennej geometrii stosowanych w sprezarkach;
d.  zaworéw upustowych w sprezarkach; lub

e.  kanalow o zmiennej geometrii opracowanych do odwracaczy ciggu.

stechnologie« »niezbedne« do »rozwoju« systeméw skladania skrzydel zaprojektowanych do staloplatow
napedzanych silnikami z turbing gazowa;

N.B. Dla »technologii« »niezbgdnych« do »rozwoju« systeméw skladania skrzydet zaprojektowanych do
statoptatéw — ZOB. TAKZE WYKAZ UZBROJENIA.

»Technologie«, niewymienione w pozycjach 9E003.a., 9E003.h. lub 9E003.1., »niezbedne« do »rozwoju«
dowolnego z nastgpujacych elementéw lub zespoldw, specjalnie zaprojektowane do silnikow
lotniczych z turbing gazowg w celu napedzania »statkéw powietrznyche do lotéw z predkosciami 1 Ma
lub wigkszymi przez ponad 30 minut:

1. uklady dolotowe jednostki napedowej;
2. uklady wylotowe jednostki napedowej;
3. ‘uklady dopalania’;

4. ‘aktywne systemy sterowania temperatura’ stuzace do pielegnacji cieczy uzywanych do
smarowania lub chlodzenia ‘podpér wirnikéw silnikoéw’;

5. bezolejowe ‘podpory wirnikéw silnikéw’ lub
6.  systemy odprowadzajace cieplo generowane przez wewnetrzny przeplyw strumienia gazu

w ‘ukfadzie sprezania’.

Uwagi techniczne:

Do celéw pozycji 9E003.k.:
1. Uklady dolotowe jednostki napedowej obejmujg chtodnice wstepne przeptywu wewngtrznego.

2. ‘Uklady dopalania’ zwigkszajg cigg silnika poprzez spalanie dodatkowego paliwa w rurze wylotowej lub
w zewngtrznym Ranale przeplywowym za ostatnim stopniem maszyn wirnikowych. ‘Uklady dopalania’
nazywane sq réwniez dopalaczami.

3. ‘Aktywne systemy sterowania temperaturg’ wykorzystujg metody inne niz pasywne chlodzenie olejowo-
powietrzne lub chtodzenie olejowo-paliwowe, takie jak uklady oparte o cykl sprezania pary.

4. ‘Uklad sprezania’ oznacza czton lub kombinagje czlonéw znajdujgce si migdzy czotem wlotu silnika
a komorg spalania, ktdre zwigkszajg cisnienie strumienia gazu przez prace mechaniczng.

5. ‘Podpora wirnikéw silnikéw’ oznacza element nosny gtéwnego watu silnika, ktdry napedza uktad sprezania
lub wirniki turbin.

Z
&

Odnosnie do technologii sterowania silnikami, zob. pozycja 9E003.h.

z
jes]
[N

Odnosnie do ukladéw o regulowanej Sciezce przeptywu zob. pozygia 9E003.i.
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9E101 Nastepujace »technologie«:

a.  »Technologie«, zgodne z uwaga ogélna do technologii, stuzace do »rozwoju« wyrob6w wymienionych
w pozycjach 9A101, 9A102, 9A104 do 9A111, 9A112.a. lub 9A115 do 9A121.

b.  »Technologie« wedlug uwagi ogélnej do technologii do »produkgji« UAV’ wyszczeg6lnionych w pozycji
9A012 lub wyrobéw wymienionych w pozycjach 9A101, 9A102, 9A104 do 9A111, 9A112.a.
lub 9A115 do 9A121.

Uwaga techniczna:

W pozygi 9E101.b ‘UAV’ oznacza systemy bezpilotowych statkéw powietrznych o zasiegu przekraczajgcym
300 km.

9E102 »Technologie«, zgodne z uwagg ogdlng do technologii, stuzace do »uzytkowania« kosmicznych pojazdéw
no$nych wyszczegélnionych w pozycji 9A004, wyrobéw wymienionych w pozycjach 9A005 do 9A011,
‘UAV’ wyszczegdlnionych w pozycji 9A012 lub wyrobéw wymienionych w pozycjach 9A101, 9A102,
9A104 do 9A111, 9A112.a, 9A115 do 9A121, 9B105, 9B106, 9B107, 9B115, 9B116, 9B117, 9D101
lub 9D103.

Uwaga techniczna:

W pozygji 9E102 ‘UAV” oznacza systemy bezzatogowych statkéw powietrznych o zasiegu przekraczajgcym 300 km.”
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